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72, rue Saint-Jacques - BP 36 - 37600 Loches
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Tél : (1) 788 - 50 - 01 Télex 61560 F Centre

Les Composants Electroniques
64 - 70, Avenue André Morizet - 92100 Boulogne
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C2 résidence de l'Europe - 59370 Mons en Barœul
Tél : ( 20) 51 - 3 2 - 4 2

Cabus et Raulot
59, rue de Village - 13291 Marseille Cedex 2
Tél : (91) 47 - 97 - 76 Télex : 43387

Midi-PyrénéesOuest
Sodimep

8, rue Jean Suau - 31000 Toulouse
Tél: (61) 21 - 94 - 42 ; 21 - 41 - 88 Télex : 53 171(Sodimep)

Side — Agence Normandie
Résidence Front de Seine
41,quai du Havre - 76000 Rouen
Tél : (35) 98-22-99

Sud-Est
Thomson-CSF

Division Sescosem - 38120 Saint-Egrève
Tél : (76) 7 5 - 8 1 - 12 Télex :25 731 F

Bellion et Cie
40, quai de l'Ouest - BP 212 - 29271 Brest Cedex
Tél : (98) 8 0 - 3 8 - 0 0 Télex : 74513

SudEst
Thomson-CSF

Division Sescosem
15, Av. Camille Pelletan - 13602 Aix en Provence
Tél : (91) 2 7 - 9 8 - 1 5

Selfco
31, rue du Fossé des Treize - 67000 Strasbourg
Tél : (88) 32 - 59 - 33 Télex : 41 665
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Geschaffsstellen
15 November 1974

Geschaffsstellen

HannoverZentrale : München

Thomson-CSF GmbH
3000 Hannover, Eichstrasse 43
Telephon : (05-11) 1-23-51-2

Thomson-CSF GmbH
Bereich Halbleiter Sescosem
8 000 München 70, Fallstrasse 42
Telephon : (0 89) 76-75-1 Telex : 5 22 916

Telex : 9 22 306

KÔIn ( Aussenstelle Siegburg)Berlin

Thomson-CSF GmbH
5200 Siegburg, Kaiserstrasse 94
Telephon : (0 22 41 ) 6-23-55

Nürnberg

Thomson-CSF GmbH
1000 Berlin 31, Emserstrasse 2
Telephon : (0 30) 8-61-70-17 Telex : 1 85 425

Frankfurt

Thomson-CSF GmbH
8500 Nürnberg, Bessemerstrasse 16
Telephon : (09-11) 56-30-81-2

Stuttgart

Thomson-CSF GmbH
6000 Frankfurt 71, Rennbahnstrasse 6
Telephon : (06-11) 67-70-75-6 Telex : 4 13 059 Telex : 6 23 361

Hamburg

Thomson-CSF GmbH
7000 Stuttgart 1, Rosenbergstrasse 184
Telephon : (07 - 11) 63 - 83- 44/45 Telex : 7 21 718

Thomson-CSF GmbH
2000 Hamburg 60, Bilserstrasse 9
Telephon : (0 40) 5 - 1 1 - 9 7 - 14 Telex : 2 15 403

Distributer

FrankfurtBerlin
Spoerle electronic

6079 Sprendlingen, Otto-Hahn-Strasse 13
Telephon : (0-61-03) 60-41

RTG Distron
1000 Berlin 33, Mecklenburgischestrasse 24 b
Telephon : ( 0 30) 8-23-30-64/65 Telex : 4 15 095Telex : 1 85 478

Braunschweig

Liedtke und Wiele
3300 Braunschweig, Wallstrasse 2 - 5
Telephon : (05 31) 4-60-31

München

PAN Electronic
8021 Taufkirchen, Schlesierstrasse 4
Telephon : (0-89) 6-12-32-77, 329Telex : 9 52 680

Nürnberg

Semtech GMBH
8500 Nürnberg,Schultheissallee 39
Telephon : (09-11) 40-06-86-7 Telex : 6 23 960

Stuttgart

Bremen

A +B Electronic
2800 Bremen, Ingolstàdterstrasse 1-3
Telephon : (04-21) 3-89-41 Telex :2 44 363

Dortmund
« Elecdis »

Ruggaber KG
7250 Leonberg - Eltingen, Hertichstrasse 41
Telephon : (07152) 7081

RTG E. Springorum KG
4600 Dortmund, Bronnerstrasse 7
Telephon : (02- 31) 5 7 - 9 2 - 5 2 Telex : 7 24 192Telex : 8 22 534
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Sescosem Italiana Spa
Direzzione commerciale,
Ufficio Vendite et Deposito :
20125 Milano
Via M.-Gioia, 72
Telefono : 6884-141 (5 linee)
Telex : 36 301

Ufficio Vendite :
00193 Roma
Lungotevere dei Mellini, 45
Telefono : 31- 27-22, 35-30-05
Telex : 61 173 Telonde

Stabilimento :
Sermoneta (Latina)

THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS
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Export Division
50, rue Jean-Pierre-Timbaud
B.P. 120 - 92403 Courbevoie
Téléphoné : (1) 788-50-01
Telex : Sescosem 61 560 F

THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS



Local distributors 15 November 1974

IsraëlSouth Africa
CidevComtek

PO Box 57, Alberton Transvaal
Tel : 869 - 57 - 86 Twx :J - 43 - 76 - 34

47, Rothschild Boulevard - P.O. Box 2024 - Tel-Aviv
Tel : 225 - 588 Twx : 628 ( R )

Argentina Italy

Colmar S R L
San José 83 Piso 12 * Buenos-Aires
Tel : 37 - 5176

Sescosem Italiana
Via Melchiorre Gioia, 72 - 20125 Milano
Tel : 6884 - 141Twc :Colmar Telex : 31042

Australia Japan
Pantechna Trading PTY Ltd

570 Bourke Street - G.P.O. Box 2647 X -
South Melbourne 3001
Tel : 67 - 69 - 63
Twc : Thomaus-AA 31888 Melbourne

Thomson - CSF Japan K.K.
Kyosho Building
1 - 13 - 10 Hirakawa-Cho, Chiyoda-Ku
Tokyo 102
Tel :264 - 6341

Tlg : Pantechna Melbourne
Twx : Tesafipo TK 22756

Austria Mexico
Transalpina

Elisabethstrasse 8 - 1010 Wien
Tel : 56 - 15 - 71

Proveedora Electronica S.A
Apartado postal M. 7607, Balderas 32108
Mexico 1 DF
Tel : 585 - 53 - 33

Twx : Inland 12 717
Twx : 017 - 72402 (Saul Me)

Belgium

* Thomson S.A.
363, Avenue Louise B - 1050 Bruxelles 5
Tel : 49 - 29 - 54

Morroco
Sté de Fabrications Radioélectroniques Marocaines

40, boulevard de la Résistance - BP 2118
Palais Mirabeau - Casablanca
Tel : 27 - 91 - 00 ou 27 - 91 - 23 Twx :21 924 Telonde
Casablanca

Netherlands

Twx : 23 113

Brazil

Thomson - CSF Componentes do Brazil
Caixa Postal 4854 Sao Paulo
Tel : 61 - 64 - 83
Brazil via Embratel

Twx : Tesafibra Sao Paulo
SP 309 171 Compagnie Générale d'Electricité

Koninginnegracht 64 La Haye
Postbus 1860 La Haye
Tel : 60 - 88 - 10

Norway
Feiring A/S

Nils Hansens Vei, 7 - P.O. Box 101 Bryn, Oslo 6
Tel : (02) 68 - 63 - 60

Portugal

Sd Corn. Rualdo
Rua S. José 15 - Lisbonne 2
Tel : 33 725 Tlg : Rualdo Lisbonne 2
Twx : 16 447 Rualdo Lisbonne

Spain
Componentes Electronicos S.A.

Poligono industrial Fontsanta, Call H s/n
San Juan Despi - Barcelona
Tel : 319 - 46 - 50

Denmark Twx : 31 045
Scansupply

20, Nannasgade - DK 2200 Copenhague
Tel : Aegir 5090 Twx : 9037

Finland Twx : 16 435

OY Sufra AB
Ruusulankatu 20 A 12 - 00250 Helsinki 25
Tel : 49 - 01 - 37
Twx : 121 394 TLSF Pierrejoly Helsinki

Tlg :Pierrejoly Helsinki

West Germany

Thomson - CSF GmbH
8000 München 70 - Postfach 701909
Tel : (089) 7675 - 1 Twx : 5 22 916

Great Britain
Twx : 53 077

Thomson - CSF UK Ltd
Bilton House Uxbridge Road
Ealing London W.5
Tel : ( 01) 579 - 55 -11

West India

Sweden
Elektroholm AB

Dalvagen 12, Box 3005, S-171 03 Solna 3
Tel : 82 - 02 - 80

Switzerland
Modulator S.A

Fischerweg 11 - 13 — 3000 Berne 9
Tel : (031) 23 - 21 - 42

Twx : 25 659
Twx : 19 389

N.J. International Corporation
65 Ashok Chambers Broach Street Bombay 9
Tel : 328 - 509

East India
Tlg : Promptdeal Bombay

Twx :32 431

U.S.A
Kashinath and Co

10 - 2 - 289/71 Shantinagar
Hyderabad 500 028 AP
Tel : 369 - 42

Nucleonic Products Co, Inc
6660 Variel Avenue, Canoga Park - California 91303
Tel : (213) 887 - 1010 Twx : 651 479Tlg : Entée
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J.SF.C 401 724 SF.C 410 H 595

J.SF.C 402 726 SF.C 410 L 643

J.SF.C 404 728 SF.C 410 S 669
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SF.C 403 75 SF.C 442 253

SF.C 403 S 663 SF.C 445 257

SF.C 404 77 SF.C 450 113

SF.C 404 H 593 SF.C 451 117

SF.C 404 S 665 SF.C 451 H 607

SF.C 405 79 SF.C 453 119

SF.C 405 S 667 SF.C 454 123
SF.C 406 81 SF.C 454 H 609
SF.C 407 83 SF.C 460 125

SF.C 408 85 SF.C 464 S 679
SF.C 409 87 SF.C 465 S 679

TTL - I 3/29
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Page

SF.C 472 153 SF.C 4155 311

SF.C 473 157 SF.C 4156 311

SF.C 474 161 SF.C 4157 321

SF.C 474 H 625 SF.C 4157 S 715

SF.C 474 S 693 SF.C 4158 S 715
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SF.C 5451 ASF.C 4123 185 549

SF.C 5452SF.C 4132 135 555

SF.C 50026 581SF.C 4133 S 683

SF.C 4141 261 SF.C 70301 459

SF.C 71301 A 467SF.C 4145 257

SF.C 80101 A 475SF.C 4148 267

277 SF.C 80106 A 483SF.C 4150

287 SF.C 80107 A 483SF.C 4151

SF.C 4153 297

SF.C 4153 S 711

303SF.C 4154

4/29 TTL - I
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400 Families
Familles 400

SESCOSEM Transistor -Transistor Logic (TTL) family
of bipolar integrated comprises 4 distinct sériés of
compatible product lines. This family offers the digital
Systems designer a full spectrum of performance
ranges in order to optimize System cost and perfor-
mance.

La famille logique de circuits intégrés bipolaires TTL
Sescosem comprend 4 séries distinctes de produits compa-
tibles. Cette famille offre au concepteur de systèmes digitaux
un ensemble complet dans te domaine des performances pour
optimiser le coût et les caractéristiques de son système.

Typical characteristics of the 4 TTL sériés offered are
shown in table 1.

Les caractéristiques typiques des 4 séries TTL sont données
dans te tableau 1.

TABLE 1
TABLEAU 1

— 400 family typical performance characteristics
Caractéristiques des performances typiques de la famille 400

Gates
Opérateurs

Sériés
Séries

Propagation delay time
Temps de propagation

Speed power product
Produit vitesse-puissance

Power dissipation
Puissance consommée

SF.C 400

SF.C 400 H

10 ns 100 pJ

132 pJ

33 pJ

57 pJ

10 mW

6 ns 22 mW
SF.C 400 L

SF.C 400 S

33 ns 1 mW
3 ns 19 mW

The table 2 shows maximum input current require-
ments and input nominal base resistor values for
standard loads in each TTL sériés.

Le tableau 2 donne les spécifications des courants d'entrée,
les valeurs nominales des résistances de base des transistors
d'entrée pour une entrée standard de chaque série.

TABLE 2
TABLEAU 2

— Standard inputs (one load)
Entrées standard (une charge)

Nominal value of
input resistor
Valeur nominale de ta
résistance d'entrée

Maximum high-level
input current
Courant d'entrée maximal
au niveau haut

Maximum low-level
input current
Courant d'entrée maximal
au niveau bas

Sériés
Séries

SF.C 400

SF.C 400 H

SF.C 400 L

4 kft

2,8 kft
40 kEl
2,8 kft

40 MA
50 juÂ

10 juA

50 //A

-1,6 mA

—2,0 mA

-0,18 mA

-2,0 mASF.C 400 S

TTL - I 5/29
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Selector guide
Guide de sélection

TO-116
(CB-2)

TO-85
(CB-78)

TTL integrated circuits - standard sériés - Gates and Schmidt Triggers
Circuits intégrés TTL - série standard - Opérateurs et Triggers de Schmidt

Case
Boîtier 0°C, +7Û°C —25°C, +85°C —55°C, +125 'C Page

TO-116 SF.C 400 E SF.C 400 ET SF.C 400 EM

SF.C 400 KM
SF.C 400 JM

Quadruple two input NAND gates
Quadruples opérateurs ET-NON à deux
entrées

TO-116 69

TO-85 SF.C 400 PM

TO-116 SF.C 401 E SF.C 401 ET SF.C 401 EM

Quadruple two input NAND gates, with
open cotlectors outputs ( 5,5 V )
Quadruples opérateurs ET-NON à deux
entrées,sorties avec collecteurs ouverts
(5,5 V)

SF.C 401 KM
SF.C 401 JMTO-116 71

SF.C 401 PMTO-85

TO-116 SF.C 402 E SF.C 402 ET SF.C 402 EM

SF.C 402 KM
SF.C 402 JM

Quadruple two input positive NOR gates
Quadruples opérateurs OU-NON à deux
entrées

TO-116 73

SF.C 402 PMTO-85

SF.C 403 EMSF.C 403 ETTO-116 SF.C 403 EQuadruple two input NAND gates, with
open collectors outputs (5,5 V)
Quadruples opérateurs ET-NON à deux
entrées,sorties avec collecteurs ouverts
(5,5 V)

75SF.C 403 KM
SF.C 403 JMTO-116

SF.C 404 EMTO-116 SF.C 404 E SF.C 404 ET

SF.C 404 KM
SF.C 404 JMTO-116Hex inverters

Sextuples inverseurs
77

SF.C 404 PMTO-85

6/29 TTL - I
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TO-116
(CB-2)

TO-85
(CB-78)

TTL integrated circuits - standard sériés - Gates and Schmidt Triggers (continued)
Circuits intégrés TTL - série standard - Opérateurs et Triggers de Schmidt (suite)

Case
Boî tier 0°C, +70°c — 25°C, +85°C —55°C, +125°C Page

TO-116 SF.C 405 E SF.C 405 ET SF.C 405 EM

SF.C 405 KM
SF.C 405 JM

Hex open collector inverters (5,5 V )
Sextuples inverseurs, sorties avec
collecteurs ouverts (5,5 VJ

TO-116 79

TO-85 SF.C 405 PM

TO-116 SF.C 406 E SF.C 406 ET SF.C 406 EM

Hex power inverters, with open collectors
outputs (30 V }
Sextuples inverseurs de puissance, sorties
avec collecteurs ouverts (30 VJ

SF.C 406 KM
SF.C 406 JM

TO-116 81

TO-85 SF.C 406 PM

TO-116 SF.C 407 E SF.C 407 ET SF.C 407 EM

Hex power gates, with open collectors
outputs ( 30 V)
Sextuples opérateurs de puissance, sorties
avec collecteurs ouverts (30 V )

SF.C 407 KM
SF.C 407 JMTO-116 83

TO-85 SF.C 407 PM

TO-116 SF.C 408 E SF.C 408 ET SF.C 408 EM

SF.C 408 KM
SF.C 408 JM

Quadruple two input AND gates
Quadruples opérateurs ET à deux entrées

TO-116 85

TO-85 SF.C 408 PM

Quadruple two input AND gates, with
open collectors outputs (5,5 V )
Quadruples opérateurs ET à deux entrées,
sorties avec collecteurs ouverts (5,5 V)

TO-116 SF.C 409 E SF.C 409 ET SF.C 409 EM 87

TTL - I 7/29
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TO-116
(CB-2)

TO-85
(CB-78)

TTL integrated circuits - standard sériés * Gates and Schmidt Triggers (continued)
Circuits intégrés TTL - série standard - Opérateurs et Triggers de Schmidt (suite)

Case
Boîtier 0°C, +70°C —25°C, +85°C Page—55°C, +125°C

TO-116 SF.C 410 E SF.C 410 ET SF.C 410 EM

SF.C 410 KM
SF.C 410 JMTO-116Triple three input NAND gates

Triples opérateurs ET-NON à trois entrées 89

TO-85 SF.C 410 PM

TO-116 SF.C 413 E SF.C 413 ET SF.C 413 EM

SF.C 413 KM
SF.C 413 JM

Dual four input NAND schmitt triggers
Doubles triggers de schmitt à quatre
entrées

TO-116 91

TO-85 SF.C 413 PM

TO-116 SF.C 416 E SF.C 416 ET SF.C 416 EM

Hex power inverters, with open collectors
outputs (15 V)
Sextuples inverseurs de puissance, sorties
avec collecteurs ouverts ( 15 V )

SF.C 416 KM
SF.C 416 JMTO-116

95

TO-85 SF.C 416 PM

TO-116 SF.C 417 E SF.C 417 ET SF.C 417 EM

Hex power gates, with open collectors
outputs (15 V)
Sextuples opérateurs de puissance, sorties
avec collecteurs ouverts ( 15 V)

SF.C 417 KM
SF.C 417 JMTO-116 97

TO-85 SF.C 417 PM

TO-116 SF.C 420 E SF.C 420 ET SF.C 420 EM

SF.C 420 KM
SF.C 420 JM

Dual four input NAND gates
-Doubles opérateurs ET-NON à quatre
entrées

TO-116
99

TO-85 SF.C 420 PM
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TO-116
(CB-2)

TO-85
(CB-78)

TTL integrated circuits - standard sériés - Gates and Schmidt Triggers (continued)
Circuits intégrés TTL - série standard - Opérateurs et Triggers de Schmidt (suite)

Case
Boî tier Page0°C, +70°C —25°C, +85°C -55°C, +125°C

TO-116 SF.C 426 E SF.C 426 ET SF.C 426 EM
Quadruple two input NAND gates, with
open collectors outputs (15 V)
Quadruples opérateurs ET-NON à deux
entrées, sorties avec collecteurs ouverts (15 V) TO-116

101SF.C 426 KM
SF.C 426 JM

TO-116 SF.C 430 E SF.C 430 ET SF.C 430 EM

SF.C 430 KM
SF.C 430 JM

TO-116Eight input NAND gates
Opérateurs ET-NON à huit entrées 103

TO-85 SF.C 430 PM

TO-116 SF.C 432 E SF.C 432 ET SF.C 432 EM

Quadruple two input positive NOR
buffers
Quadruples opérateurs de puissance
OU-NON à deux entrées

SF.C 432 KM
SF.C 432 JMTO-116 105

SF.C 432 PMTO-85

TO-116 SF.C 437 E SF.C 437 ET SF.C 437 EM

SF.C 437 KM
SF.C 437 JM

Quadruple two input positive NAND buffers
Quadruples opérateurs de puissance ET-NON TO-116
à deux entrées 107

TO-85 SF.C 437 PM

TO-116 SF.C 438 E SF.C 438 EMSF.C 438 ET
Quadruple two input positive NAND
buffers, with open collectors outputs
Quadruples opérateurs de puissance
ET-NON à deux entrées, sorties avec
collecteurs ouverts

SF.C 438 KM
SF.C 438 JMTO-116 109

SF.C 438 PMTO-85

TTL - I 9/29
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TO-116
(CB-2)

TO-85
(CB-78)

TTL integrated circuits - standard sériés - Gates and Schmidt Triggers (continued)
Circuits intégrés TTL - série standard - Opérateurs et Triggers de Schmidt (suite)

Case
Boîtier 0°C, +70°C —25°C, +85°C Page—55°C, +125ÜC

TO-116 SF.C 440 E SF.C 440 ET SF.C 440 EM

SF.C 440 KM
SF.C 440 JM

Dual four input NAND power gates
Doubles opérateurs de puissance ET-NON
à quatre'entrées

TO-116 111

TO-85 SF.C 440 PM

TO-116 SF.C 450 E SF.C 450 EM

SF.C 450 KM
SF.C 450 JMDual expandable AND-OR-INVERT gates TO-116

Doubles opérateurs ET-OU-NON expansibles 113

TO-85 SF.C 450 PM

TO-116 SF.C 451 E SF.C 451 ET SF.C 451 EM

SF.C 451 KM
SF.C 451 JMTO-116Dual AND-OR-INVERT gates

Doubles opérateurs ET-OU-NON 117

TO-85 SF.C 451 PM

TO-116 SF.C 453 E SF.C 453 EM

Expandable 4x2 input AND-OR-INVERT
gates
Opérateurs ET-OU-NON 4x2 entrées
expansibles

SF.C 453 KM
SF.C 453 JMTO-116 119

TO-85 SF.C 453 PM
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TO-116
(CB-2)

TO-85
(CB-78)

MP-186
(CB-68)

TTL integrated circuits - standard sériés - Gates and Schmidt Triggers (continued)
Circuits intégrés TTL - série standard Opérateurs et Triggers de Schmidt (suite)

Case
Boî tier 0°C, +70°C —25°C, +85°C —55°C, +125°C Page

TO-116 SF.C 454 E SF.C 454 ET SF.C 454 EM

SF.C 454 KM
SF.C 454 JM

TO-1164x 2 input AND-OR-1NVERT gates
Opérateurs ET-OU-NON à 4x2 entrées 123

TO-85 SF.C 454 PM

TO-116 SF.C 460 E SF.C 460 EM

SF.C 460 KM
SF.C 460 JM

TO- 116Dual four input expanders
Doubles expanseurs à quatre entrées 125

TO-85 SF.C 460 PM

Deçà three State inverter
Décuple inverseur à sortie trois états 129MP-186 SF.C 601 E

TO-116 SF.C 4132 E SF.C 4132 ET SF.C 4132 EM

Quadruple two input NAND schmitt
triggers
Quadruples triggers de schmitt à deux
entrées

SF.C 4132 KM
SF.C 4132 JM 135TO-116

SF.C 4132 PM
TO-85
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TO-85
(CB-78)

TO-116
(CB-2)

TTL integrated circuits - standard sériés •Flip-flops and Monostables
Circuits intégrés TTL série standard - Bascules bistab/es et Monostables

Case
Boî tier

Page—25°C, +85°C —55°C, +125ÙC0°C, +70°C

SF.C 472 EMSF.C 472 ETTO-116 SF.C 472 E

SF.C 472 KM
SF.C 472 JMTO-116JK master-slave flip-flops

Bascules JK maître esclave 153

SF.C 472 PMTO-85

SF.C 473 ET SF.C 473 EMTO-116 SF.C 473 E

SF.C 473 KM
SF.C 473 JMTO-116Dual JK master-slave flip-flops

Doubles bascules JK maî tre esclave 157

SF.C 473 PMTO-85

SF.C 474 EMSF.C 474 ETTO-116 SF.C 474 E

SF.C 474 KM
SF.C 474 JMDual D type flip-flops

Doubles bascules type D
TO-116 161

SF.C 474 PMTO-85
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MP-117
(CB-79)

TO-116
(CB-2)

CB-134

TTL integrated circuits - standard sériés - Flip-flops and Monostables (continued)
Circuits intégrés TTL - série standard - Bascules bistab/es et Monostables (suite)

Case
Boî tier 0°C, +70°C —25°C, +85°C —55°C, +125°C Page

MP-117 SF.C 476 E SF.C 476 ET SF.C 476 EM
Dual JK master-slave flip-flops
Doubles bascules JK maî tre esclave 165SF.C 476 KM

SF.C 476 JM
MP-117

TO-116 SF.C 4107 E SF.C 4107 ET SF.C 4107 EM
Dual JK master-slave flip-flops
Doubles basôules JK maî tre esclave 169SF.C 4107 KM

SF.C 4107 JMTO-116

TO-116 SF.C 4121 E SF.C 4121 ET SF.C 4121 EM

SF.C 4121 KM
SF.C 4121 JM

Monostables
Monostables 173TO-116

CB-134 SF.C 4121 PM

MP-117 SF.C 4123 E SF.C 4123 EM
Dual retriggerable monostable multivibra-
tors with clear
Doubles multivibrateurs monostables,
redéclenchables avec remise à zéro

185SF.C 4123 KM
SF.C 4123 JM

MP-117
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TO-116
(CB-2)

TO-85
(CB-78)

MP-117
(CB-79)

TTL integrated circuits - standard sériés - Counters
Circuits intégrés TTL - série standard - Compteurs

Case
Boî tier 0°C,+70°C —25°C, +85°C —55°C, +125°C Page

TO-116 SF.C 490 E SF.C 490 ET SF.C 490 EM

SF.C 490 KM
SF.C 490 JMTO-116Decade counters

Compteurs décimaux 203

TO-85 SF.C 490 PM

TO-116 SF.C 492 E SF.C 492 ET SF.C 492 EM

SF.C 492 KM
SF.C 492 JM

Divide-by-twelve counters (divide-by-two
and divide-by-six )
Compteurs diviseurs par 12

TO-116
211

TO-85 SF.C 492 PM

TO-116 SF.C 493 E SF.C 493 ET SF.C 493 EM

SF.C 493 KM
SF.C 493 JMTO-1164 bit binary counters

Compteurs binaires 4 bits 219

TO-85 SF.C 493 PM

MP-117 SF.C 4192 E SF.C 4192 ET SF.C 4192 EM
Synchronous 4 bit up/down BCD counters
(dual clock with clear)
Compteurs décompteurs décimaux prépo-
sitionnables à deux entrées d'horloge

227SF.C 4192 KM
SF.C 4192 JMMP-117

MP-117 SF.C 4193 E SF.C 4193 ET SF.C 4193 EM
Synchronous 4 bit up/down binary
counters (dual clock with clear)
Compteurs décompteurs binaires prépo-
sitionnables à deux entrées d'horloge

239SF.C 4193 KM
SF.C 4193 JMMP-117
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MP-117
(CB-79)

MP-186
(CB-68)

TTL integrated circuits - standard sériés - Decoders and Multiplexers
Circuits intégrés TTL série standard - Décodeurs et Multiplexeurs

Case
Boî tier 0°C, +70°C —25°C, +85°C — 55°C, +125UC Page

MP-117 SF.C 442 E SF.C 442 ET SF.C 442 EM

BCD to décimal decoders
Décodeurs BCD décimaux 253SF.C 442 KM

SF.C 442 JMMP-117

BCD to décimal decoder/driver with
open collector high voltage outputs
Décodeurs BCD décimal avec sorties
à collecteurs ouverts et haute tension

MP-117 SF.C 445 E SF.C 445 ET 257

BCD to décimal décoder (nixie+driver )
Décodeur BCD décimal (pour commande
de tubes nixie + )

MP-117 SF.C 4141 E 261

BCD to décimal decoder/driver with
open collector high voltage outputs
Décodeurs BCD décimal avec sorties
à collecteurs ouverts et haute tension

MP-117 SF.C 4145 E SF.C 4145 ET 257

MP-117 SF.C 4148 E SF.C 4148 ET SF.C 4148 EM
Eight input priority encoder
Codeur de priorité à huit entrées 267SF.C 4148 KM

SF.C 4148 JMMP-117

MP-186 SF.C 4150 E SF.C 4150 ET SF.C 4150 EM
Data selectors/multiplexers
Sélecteurs de données/multiplexeurs 277SF.C 4150 KM

SF.C 4150 JMMP-186

MP-117 SF.C 4151 E SF.C 4151 ET SF.C 4151 EM

8 bit data selectors/multiplexers
Multiplexeurs/sélecteurs de données 8 bits 287SF.C 4151 KM

SF.C 4151 JMMP-117

+ Trade-mark of Burroughs Corporation
Marque déposée de Burroughs Corporation
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MP-117
(CB-79)

MP-186
(CB-68)

TTL integrated circuits - standard sériés - Decoders and Multiplexers (continued)
Circuits intégrés TTL - série standard Décodeurs et Multiplexeurs (suite)

Case
Boî tier 0°C, +70°C -25°C, +85°C —55°C, + 125°C Page

MP-117 SF.C 4153 E SF.C 4153 ET SF.C 4153 EM
Dual 4 line to 1 line data selectors/
multiplexers
Doubles sélecteurs de données/
multiplexeurs de 4 voies vers 1

297SF.C 4153 KM
SF.C 4153 JMMP-117

MP-186 SF.C 4154 E SF.C 4154 ET SF.C 4154 EM
4 line to 16 line decoders/demultiplexers
Décodeurs/démultiplexeurs de 4 voies
vers 16

303SF.C 4154 KM
SF.C 4154 JMMP-186

MP-117 SF.C 4155 E SF.C 4155 ET SF.C 4155 EM
Dual 2 lirfe to 4 line decoders/demulti-
plexers
Doubles démultiplexeurs/décodeurs de
2 voies vers 4

311SF.C 4155 KM
SF.C 4155 JMMP-117

Dual 2 line to 4 line decoders/demulti-
plexers, with open collectors outputs
Doubles démultiplexeurs/décodeurs de
2 voies vers 4, sorties avec collecteurs
ouverts

MP-117 SF.C 4156 E SF.C 4156 ET SF.C 4156 EM 311

MP-117 SF.C 4157 E SF.C 4157 ET SF.C 4157 EM
Quadruple 2 line to 1 line data selectors/
multiplexers
Quadruples sélecteurs de données/multi-
plexeurs de 2 voies vers 1

321SF.C 4157 KM
SF.C 4157 JMMP-117
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TO-116
(CB-2)

MP-186
(CB-68)

TO-85
(CB-78)

TTL integrated circuits - standard sériés - Arithmetic circuits
Circuits intégrés TTL - série standard - Circuits arithmétiques

Case
Boî tier 0°C, +70°C —25°C, +85°C -55°C, +125°C Page

MP-117 SF.C 483 E SF.C 483 ET SF.C 483 EM
4 bit binary full adders
Additionneurs 4 bits 329SF.C 483 KM

SF.C 483 JMMP-117

MP-117 SF.C 485 E SF.C 485 ET SF.C 485 EM
4 bit magnitude comparators
Comparateurs de grandeur numérique à
4 bits 339SF.C 485 KM

SF .C 485 JMMP-117

TO-116 SF.C 486 E SF.C 486 ET SF.C 486 EM

SF.C 486 KM
SF.C 486 JM

Quadruple two input exclusive OR gates
Quadruples opérateurs OU-EXCLUSIF à
deux entrées

TO-116
349

TO-85 SF.C 486 PM

TO-116 SF.C 4180 E SF.C 4180 ET SF.C 4180 EM

SF.C 4180 KM
SF.C 4180 JMTO-1168 bit parity generators checkers

Générateurs contrôleurs de parité 8 bits 353

TO-85 SF.C 4180 PM

MP-186 SF.C 4181 E SF.C 4181 ET SF.C 4181 EM

Arithmetic logic units
Unités logiques arithmétiques 361SF.C 4181 KM

SF.C 4181 JMMP-186

MP-117 SF.C 4182 E SF.C 4182 ET SF.C 4182 EMLook ahead carry generators
Générateurs de report accéléré 375
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MP-117
(CB-79)

TO-116
(CB-2)

TO-85
(CB-78)

TTL integrated circuits - standard sériés - Memories and Registers
Circuits intégrés TTL - série standard •Mémoires et Registres

Case
Boî tier 0°C, +70°C —25°C, +85°C -55°C, +125UC Page

MP-117 SF.C 475 E SF.C 475 ET SF.C 475 EM
4 bit bistable latches
Quadruples bistables de stockage 385SF.C 475 KM

SF.C 475 JM
MP-117

TO-116 SF.C 481 E SF.C 481 ET SF.C 481 EM

SF.C 481 KM
SF.C 481 JM16 bit active element memories

Mémoires à lecture écriture 16 bits 391TO-116

TO-85 SF.C 481 PM

TO-116 SF.C 495 AE SF.C 495 AET SF.C 495 AEM

4 bit right shift left shift registers
Registres à décalage droite, décalage gauche TO-116
4 bits

SF.C 495 AKM
SF.C 495 AJM 401

SF.C 495 APMTO-85

8 bit parallel-out serial-in shift register
Registre à décalage entrée/série, sortie
parallèle8 bits

TO-116 SF.C 4164 E SF.C 4164 ET SF.C 4164 EM
413

Parallel-load 8 bit shift register
Registre à décalage entrée parallèle,sortie
série 8 bits

SF.C 4165 ET SF.C 4165 EMMP-117 SF.C 4165 E 421
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MP-117
(CB-79)

MP-186
(CB-68)

TTL integrated circuits * standard sériés - Memories and Registers (continued)
Circuits intégrés TTL - série standard - Mémoires et Registres (suite)

Case
Boî tier 0°C, +70°C —25°C, +85°C Page—55°C, +125UC

MP-117 SF.C 4170 E SF.C 4170 ET SF.C 4170 EM

4 by 4 registers files
Registres de stockage 4 mots de 4 bits 431SF.C 4170 KM

SF.C 4170 JMMP-117

MP-117 SF.C 4174 E SF.C 4174 ET
Hex D type flip-flops with clear
Sextuples bascules type D avec remise à zéro 441SF.C 4174 KM

SF.C 4174 JMMP-117

MP-117 SF.C 4175 E SF.C 4175 ET
Quadruple D type flip-flops with clear
Quadruples bascules type D avec remise à
zéro

441SF.C 4175 KM
SF.C 4175 JMMP-117

MP-117 SF.C 4194 E SF.C 4194 ET SF.C 4194 EM
4 bit bidirectional universal shift registers
Registres 4 bits à décalage bidirectionnel 447SF.C 4194 KM

SF.C 4194 JMMP-117

MP-186 SF.C 4198 E SF.C 4198 ET SF.C 4198 EM
8 bit parallel-access left-shift right-shift
registers
Registres 8 bits parallèle/séries à décalage
gauche/droite

SF.C 4198 KM
SF.C 4198 JM

453
MP-186
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MP-117
(CB-79)

TTL integrated circuits - standard sériés - Memories and Registers (continued)
Circuits intégrés TTL - série standard - Mémoires et Registres (suite)

Case
Boîtier 0°C, +70°C —25°C, +85°C -55°C, +125ÜC Page

SF.C 70301 E

Bipolar 1024 bit read-only memories
Mémoires bipolaires à lecture seule de
1024 bits

SF.C 70301 KT SF.C 70301 KM 459
SF.C 70301 JM

MP-117 SF.C 70301 K
SF.C 70301 J

MP-117 SF.C 71301 AE SF.C 71301 AKM

1024 bit field programmable bipolar
ROMS
Mémoires bipolaires à lecture seule
programmables 1024 bits

MP-117 SF.C 71301 E
SF.C 71301 J

SF.C 71301 KM 467
SF.C 71301 JM

MP-117 SF.C 80101 AE SF.C 80101 AKT SF.C 80101 AKM

64 bit read-write memories
Mémoires 64 bits à lecture écriture MP-117 SF.C 80101 E

SF.C 80101 J
SF.C 80101 KT SF.C 80101 KM

SF.C 80101 AJM
475

256 bit read-write random access
memories
Mémoires 256 bits à lecture écriture

MP-117 SF.C 80106 AK 483

256 bit read-write random access
memories
Mémoires 256 bits à lecture écriture

MP-117 SF.C 80107 AK 483
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TOU6
(CB-2)

MP-117
(CB-79)

MP-48
(CB-98)

TTL integrated circuits - standard sériés - Interfaces
Circuits intégrés TTL - série standard - Interfaces

Case
Boî tier 0°C,+70°C Page—25°C, +85°C —55ÜC, +125°C

TO-116 SF.C 5107 AE SF.C 5107 AEM
Dual line receivers
Doubles récepteurs de ligne 493

TO-116 SF.C 5107 AKM
SF.C 5107 AJM

TO-116 SF.C 5108 AE SF.C 5108 AEMDual line receivers, with open collectors
outputs
Doubles récepteurs de ligne, sorties avec
collecteurs ouverts

493
TO-116 SF.C 5108 AKM

SF.C 5108 AJM

TO-116 SF.C 5109 E SF.C 5109 EM
Dual line drivers (6 mA )
Doubles transmetteurs de ligne (6 mA) 493TO-116 SF.C 5109 KM

SF.C 5109 JM

TO-116 SF.C 5110 E SF.C 5110 EM
Dual line drivers ( 12 mA)
Doubles transmetteurs de ligne ( 12 mA) 493

TO-116 SF.C 5110 KM
SF.C 5110 JM

MP-117 SF.C 5325 E
Memory drivers
Circuits de commande de mémoires 527

MP-117 SF.C 5325 KT SF.C 5325 KM

Dual two input interface
Double interface à deux entrées TO-116 SF.C 5450 AE 543

Dual two input interface circuit
Double circuit interface à deux entrées MP-48 SF.C 5451 AD 549

Dual interface positive NAND driver
Double circuit interface de puissance
ET-NON

MP-48 SF.C 5452 D 555

TTL - I 21/29

32



MP-117
(CB-79)

TO-85
(CB-78)

TO-116
(CB-2)

TTL integrated circuits - standard sériés - Miscellaneous
Circuits intégrés TTL - série standard - Divers

Case
Boî tier Page0°C, +70°C —25°C, +85°C —55°C, +125°C

TV basic signal sequential décoder
Décodeur séquentiel de signaI de base de TV MP-186 SF.C 603 E 561

Programmable connection matrix
Matrice de connexions programmable MP-117 SF.C 605 E SF.C 605 KM 565

Universal cells for asynchronous sequential
System
Cellules universelles pour système séquentiel MP-11/
asynchrone

SF.C 607 E 573

Dual universal cells for asynchronous
sequential System
Doubles cellules universelles pour système
séquentiel asynchrone

MP-117 SF.C 608 E 573

Two phases MOS clock driver
Driver d'horloge MOS, deux phases TO-99 SF.C 50026 581

TTL integrated circuits - high speed sériés - Gates and Schmidt Triggers
Circuits intégrés TTL - série rapide - Opérateurs et Triggers de Schmidt

TO-116 SF.C 400 HE SF.C 400 HEM

SF.C 400 HKM
SF.C 400 HJM

Quadruple two input NAND gates
Quadruples opérateurs ET-NON à deux
entrées

TO-116
589

TO-85 SF.C 400 HPM

TO-116 SF.C 401 HE SF.C 401 HEM

Quadruple two input NAND gates, with
open collectors outputs
Quadruples opérateurs ET-NON à deux
entrées, sorties avec collecteurs ouverts

SF.C 401 HKM
SF.C 401 HJMTO-116 591

TO-85 SF.C 401 HPM
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TO-85
(CB-78)

TO-116
(CB-2)

TTL integrated circuits - high speed sériés - Gates and Schmidt Triggers (continued)
Circuits intégrés TTL - série rapide - Opérateurs et Triggers de Schmidt (suite)

Case
Boî tier

Page—55°C, +125°C—25°C,+85°C0°C,+70°C

SF.C 404 HEMTO-116 SF.C 404 HE

SF.C 404 HKM
SF.C 404 HJMTO-116Hex inverters

Sextuples inverseurs 593

SF.C 404 HPMTO-85

SF.C 410 HEMTO-116 SF.C 410 HE

SF.C 410 HKM
SF.C 410 HJMTO-116Triple three input NAND gates

Triples opérateurs ET-NON à trois entrées 595

SF.C 410 HPMTO-85

TO-116 SF.C 411 HE SF.C 411 HEM

SF.C 411 HKM
SF.C 411 HJMTO-116Triple three input AND gates

Triples opérateurs ET à trois entrées 597

SF.C 411 HPMTO-85

SF.C 420 HEMTO-116 SF.C 420 HE

SF.C 420 HKM
SF.C 420 HJM

Dual four input NAND gates
Doubles opérateurs ET-NON à quatre
entrées

TO-116 599

SF.C 420 HPMTO-85
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TO-116
(CB-2)

TO-85
(CB-78)

TTL integrated circuits - high speed sériés - Gates and Schmidt Triggers (continued)
Circuits intégrés TTL - série rapide - Opérateurs et Triggers de Schmidt (suite)

Case
Boî tier 0°C, +70°C —25°C, +85°C —55°C, +125°C Page

TO-116 SF.C 421 HE SF.C 421 HEMDual four input AND gates
Doubles opérateurs ET à quatre entrées 601

TO-116 SF.C 430 HE SF.C 430 HEM

SF.C 430 HKM
SF.C 430 HJM

Eight input NAND gates
Opérateurs ET-NON à huit entrées

TO-116
603

TO-85 SF.C 430 HPM

TO-116 SF.C 440 HE SF.C 440 HEM

SF.C 440 HKM
SF.C 440 HJM

Dual four input NAND power gates
Doubles opérateurs de puissance ET-NON
à quatre entrées

TO-116 605

TO-85 SF.C 440 HPM

TO-116 SF.C 451 HE SF.C 451 HEM

Dual two wide two input AND-OR-INVERT
gates
Doubles opérateurs ET-OU-NON à
2 +2 entrées

SF.C 451 HKM
SF.C 451 HJM

TO-116
607

TO-85 SF.C 451 HPM

TO-116 SF.C 454 HE SF.C 454 HEM

2 + 2 + 2 + 3 input AND-OR-INVERT
gates
Opérateurs ET-OU-NON à 2 +2 +2+3
entrées

SF.C 454 HKM
SF.C 454 HJMTO-116 609

TO-85 SF.C 454 HPM
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TO-116
(CB-2)

TO-85
(CB-78)

TTL integrated circuits - high speed sériés - Flip-flops and Monostables
Circuits intégrés TTL - série rapide - Bascules bistables et Monostables

Case
Boîtier 0°C, +70°C —25°C, +85°C —55°C, +125°C Page

SF.C 474 HEMTO-116 SF.C 474 HE

SF.C 474 HKM
SF.C 474 HJMTO-116Dual D type flip-flops

Doubles bascules type D 625

TO-85 SF.C 474 HPM

TTL integrated circuits - low power sériés - Gates and Schmidt Triggers
Circuits intégrés TTL - série faible consommation - Opérateurs et Triggers de Schmidt

TO-116 SF.C 400 LE SF.C 400 LEM

SF.C 400 LKM
SF.C 400 LJM

Quadruple two input NAND gates
Quadruples opérateurs ET-NON à deux
entrées

TO-116 641

TO-85 SF.C 400 LPM

SF.C 410 LEMTO-116 SF.C 410 LE

SF.C 410 LKM
SF.C 410 LJM

TO-116Triple three input NAND gates
Triples opérateurs ET-NON à trois entrées 643

TO-85 SF.C 410 LPM
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TO-116
(CB-2)

TTL integrated circuits - schottky sériés - Gates and Schmidt Triggers
Circuits intégrés TTL - série schottky - Opérateurs et Triggers de Schmidt

Case
Boî tier 0°C, +70°C —25°C, +85°C —55°C, +125°C Page

TO-116 SF.C 400 SEQuadruple two input NAND gates
Quadruples opérateurs ET-NON à deux
entrées

SF.C 400 SKM
SF.C 400 SJM 661

TO-116 SF.C 403 SE SF.C 403 SKM
SF.C 403 SJM

Quadruple two input NAND gates
Quadruples opérateurs ET-NON à deux
entrées 663

TO-116 SF.C 404 SE SF.C 404 SKM
SF.C 404 SJM

Hex inverters
Sextuples inverseurs 665

TO-116 SF.C 405 SE SF.C 405 SKM
SF.C 405 SJM

Hex inverters
Sextuples inverseurs 667

TO-116 SF.C 410 SE SF.C 410 SKM
SF.C 410 SJM

Triple three input NAND gates
Triples opérateurs ET-NON à trois entrées 669

TO-116 SF.C 411 SE SF.C 411 SKM
SF.C 411 SJM

Triple three input AND gates
Triples opérateurs ET à trois entrées 671

TO-116 SF.C 415 SE SF.C 415 SKM
SF.C 415 SJMTriple three input AND gates

Triples opérateurs ET à trois entrées 673

TO-116 SF.C 420 SE SF.C 420 SKM
SF.C 420 SJM

Dual four input NAND gates
Doubles opérateurs ET-NON à quatre
entrées

675

TO-116 SF.C 422 SE SF.C 422 SKM
SF.C 422 SJM

Dual four input NAND gates
Doubles opérateurs ET-NON à quatre
entrées

677

26/29 TTL - I
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TO-116
(CB-2)

MP-117
(CB-79)

TTL integrated circuits - schottky sériés - Gates and Schmidt Triggers (continued)
Circuits intégrés TTL - série schottky - Opérateurs et Triggers de Schmidt (suite)

Case
Bottier 0°C, +70°C —25°C, +85°C —55°C, +125°C Page

TO-116 SF.C 464 SE SF.C 464 SKM
SF.C 464 SJM

4, 2, 3, 2 input AND-OR-INVERT gates
Opérateurs ET-OU-NON à 4,2,3 et 2
entrées

679

4, 2, 3, 2 input AND-OR-INVERT gates,
open collector output
Opérateur ET-OU-NON à 4,2,3 et 2
entrées, sortie à collecteurs ouverts

TO-116 SF.C 465 SE SF.C 465 SKM
SF.C 465 SJM 679

MP-117 SF.C 4133 SE SF.C 4133 SKM
SF.C 4133 SJM 683Thirteen input NAND gates

Opérateurs ET-NON à treize entrées

TTL integrated circuits - schottky sériés - Flip-flops and Monostables
Circuits intégrés TTL - série schottky - Bascules bistabies et Monostables

TO-116 SF.C 474 SE SF.C 474 SKM
SF.C 474 SJMDual D type flip-flops

Doubles bascules type D 693

TO-116 SF.C 4112 SE SF.C 4112 SKM
SF.C 4112 SJM 701Dual JK master slave flip-flop

Bouble bascule JK mal tre-esclave

TTL integrated circuits - Schottky sériés - Decoders and multiplexers
Circuits intégrés TTL - Série Schottky - Décodeurs et multiplexeurs

Dual 4 line to 1 line, data selectors/
multiplexers
Doubles sélecteurs de données/
multiplexeurs de 4 voies vers 1

MP-117 SF.C 4153 SE SF.C 4153 SKM
SF.C 4153 SJM 711

Quadruple 2 lineto 1 line data
selectors/multiplexers
Quadruples sélecteurs de données/
multiplexeurs de 2 voies vers 1

MP-117 SF.C 4157 SE SF.C 4157 SKM
SF.C 4157 SJM 715

Quadruple 2 line to 1 line data
selectors/multiplexers
Quadruples sélecteurs de données /
multiplexeurs de 2 voies vers 1

MP-117 SF.C 4158 SE SF.C 4158 SKM
SF.C 4158 SJM 715
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TTL integrated circuits Gates (chips)
Circuits intégrés TTL - Opérateurs (pastilles)

Type
Type

Description
Description

Page
Page

J.SF.C 400 Quadruple two inputs NAND gâte
Quadruple opérateur ET-NON à deux entrées 722

J.SF.C 401 Quadruple two inputs NAND gâte,with open collectors outputs (5,5 V)
Quadruple opérateur ET-NON à deux entrées, sorties avec collecteurs ouverts (5,5 V ) 724

J.SF.C 402 Quadruple two inputs positive NOR gâte
Quadruple opérateur OU-NON à deux entrées 726

J.SF.C 404 Hex inverter
Sextuple inverseur 728

J.SF.C 410 Triple three inputs NAND gâte
Triple opérateur ET-NON à trois entrées

722

J.SF.C 420 Dual four inputs NAND gâte
Double opérateur ET-NON à quatre entrées 722

J.SF.C 430 Eight inputs NAND gâte
Opérateur ET-NON à huit entrées 722

J.SF.C 440 Dual four inputs NAND power gâte
Double opérateur de puissance ET-NON à quatre entrées 724

J.SF.C 451 Dual AND-OR-INVERT gâte
Double opérateur ET-OU-NON 730

J.SF.C 454 4 x 2 inputs AND-OR-INVERT gâte
Opérateur ET-OU-NON à 4 x 2 entrées 730

28/29 TTL - I
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TTL integrated circuits - Flip-flops (chips)
Circuits intégrés TTL - Bascules (pastilles)

Type
Type

Description
Description

Page
Page

J.SF.C 472 JK master-slave flip-flop
Bascule JK maître esclave

732

J.SF.C 474 Dual D type flip-flop
Double bascule type D 734

J.SF.C 476 Dual JK master-slave flip-flop
Double bascule JK maî tre esclave 732

TTL integrated circuits - Decoders (chips)
Circuits intégrés TTL - Décodeurs (pastilles)

Type
Type

Description
Description

Page
Page

J.SF.C 442 BCD to deçimal décoder
Décodeur BCD décima! 736

TTL integrated circuits - Counters (chips)
Circuits intégrés TTL - Compteurs (pastilles)

Type
Type

Description
Description

Page
Page

J.SF.C 490 Decade counter
Compteur décimaI 738

J.SF.C 493 4 bit binary counter
Compteur binaire 4 bits 738

TTL - I 29/29
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Characterization of logicTTL
integrated circuits
Caractérisation des circuits intégrés
logiques TTL
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NOTES



Principal characteristics
Caractéristisques principales

The essential electrical characteristics for a digital in-

tegrated circuit are :
- the nominal supply voltage
- the power drain

- the speed
- the noise immunity
- the parameters which provide the association

Du point de vue électrique, un circuit intégré logique
est essentiellement caractérisé par :

- la tension d'alimentation nominale
- la puissance consommée
- la vitesse
- la protection contre les parasites

- les paramètres qui permettent d'établir des règles
d'association.rules.

These parameters assure that the logic function will
be correctly performed when the circuit is associated
to other circuits of the same type or the same sériés,
even in presence of a specified amount of perturba -
tions.

Ces derniers assurent que la fonction logique sera cor-
rectement remplie lors de l'association du circuit à
d'autres circuits du même type ou de la même famille
même en présence d'un certain niveau de pertur-
bations.

Two voltage ranges are related to each value of the
bina*y digital variable : the guaranteed range and the
permitted range. Any voltage within a permitted
range applied to the inputs causes the output vol-
tage to remain within the guaranteed range corres-
ponding to the resulting binary value shown by the
truth table. Then 4 voltage ranges are to be spe-
cified. This is done .by 8 values (see figure 1)

which practically are reduced to 4 by the sta-

tements :

A chaque valeur de la variable logique binaire sont

associées deux plages de tension : la plage garantie et

la plage permise. Toute tension d'une plage permise,
appliquée sur une entrée d'un circuit, doit maintenir
la tension de sortie dans la plage garantie correspon-
dant à la valeur de la variable binaire de sortie qui ré-
sulte de la table de vérité. Il y a donc 4 plages de ten-
sion à spécifier et par conséquent 8 valeurs qui en
définissent les limites (voir figure 1). En pratique ces
valeurs se réduisent à 4 car on admet, sauf spécifica-

tion contraire que :

= 0 (1) and VLmin = VILmin = 0 (1,et

^Hmax

= V^Lmin

^Hmax = ^IHmax == ^CCmax ^
ILmin

(2)IHmax ~ ^CCmax

Les marges de PROTECTION CONTRE LES PER-
TURBATIONS MH et ML sont définies par les
écarts entre les frontières des plages de tension
garanties et les frontières des plages de tension
permises (voir figure 1).

= V

NOISE MARGINS MH and Mj_ resuit from the diffé-
rence between the guaranteed and the permitted ran-
ge as shown in fig. 1.

VOA Output voltage
• 1 Tension de sortie^Hmax

SPECIFIED OPERATING AREA
(inverting gâte)
ZONES DE FONCTIONNEMENT
SPECIFIE (cas d'un circuit inverseur )

”1 state guaranteed range"
Plage garantie pour l'état 1

^Hmin

- "without noise"
en l'absence de perturbation

"with permissible noise"
en présence des perturbations admissibles

V
.Lmax

I"0 state guaranteed range"
Plage garantie pour l'état 0

^Lmin
Vi Input voltage

Tension d'entrée
î

^IHmax^ILmaxI^IHmin^ILmin IJ .
h-

"1 state permitted input range"
Plage permise à l'entrée pour l'état 1

"0 state permitted input range"
Plage permise à l'entrée pour l'état 0

T T L - I I 7 4 - 1 1 1/ 1 0

43



Since the output voltage of one stage is established
by the combination of the output (I.V.) characteristic
curve of this stage and the input curve of the next
values of current corresponding to the voltage range
to be guaranteed must be specified, that is l| ( [_max )
and 'l(Hmin)

,or the inPu,s' '0(Lmax| and 'o(Hmin)
for the outputs. These parameters hâve algebraic signi-
fication with the sign convention that incoming cur-
rents are positive.

Comme la tension de sortie d'un étage résulte de la
combinaison des caractéristiques de sortie de cet étage
et d'entrée de l'étage suivant, il est nécessaire de spé-
cifier des valeurs de courant correspondant aux fron-
tières des plages de tension que l'on désire garantir,
soit pour les entrées, et^I(Lmax )

10(Lmax) et l0(Hmjn) pour les sorties. Ces grandeurs

sont comptées algébriquement, avec la convention :
signe positif pour les courants entrants.

et /KHmin)

In any case of use, the circuits will be interconnected
in such a way that the I

Dans chaque cas d'utilisation, les circuits devront
être associés de façon telle que le !Q( [_max ) d'une

sortie soit supérieure à la somme des ( —!i (i_max ))^es

entrées qu'elle commande. Règle analogue pour
et la somme des I

of an output beO ( Lmax )

higher than the sum of the M|(i_max) ) of the inPuts
and the sum ofit drives. Similar rule for —IO (Hmin)

When ail the driven inputs belong to -/ LorsqueO(Hmin) l(Hmin)’
toutes les entrées commandées n'appartiennent qu'à
des opérateurs de base de la famille, leur nombre
maximal admissible est la SORTANCE du circuit qui
les commande.

the IKHmin) ’

basic gates of the sériés, their maximum number is
the FAN-OUT of the driving circuit.

These values of voltage and current define, in the
(l,V) plan, limiting points relatively to which, the posi-
tion of input and output characteristic curves is gua-
ranteed by tests with simulation of worst case opera-

ting conditions.

Ces 8 valeurs limites de tension et de courant définis-
sent des GABARITS pour les courbes d'entrée, de
sortie et de transfert, et sont garanties par des tests
effectués sur chaque circuit pris individuellement,
dans des conditions qui simulent les conditions
d'emploi les plus défavorables.
Avec les simplifications pratiques définies par les rela-
tions (1) et (2) ci-dessus, les points par rapports aux-
quels la position des courbes d'entrée et de sortie doit
être vérifiée se réduisent à ceux de la figure 2.

With the pratical simplifications implied by (1) and
(2) above, these points are reduced to those illustra-
ted by fig. 2

Fig. 2 SPECIFIED POINTS IN THE (I, V) PLAN FOR INPUTS AND OUTPUTS
POINTS SPECIFIES DANS LE PLAN (I, V ) POUR LES ENTREES ET LES SORTIES

Input current
Courant d’entrée

Input current
Courant d’entrée

<3

Hmin
VLmax VI (Hmin)

Input voltage
Tension d'entrée

Input voltage
Tension d'entrée

I I (Lmax )

Output current
Courant de sortie

Output voltage A I
Tension de sortie

O (Lmax) "

0
^Hmin V0 I

Output voltage
Tension de sortie.4i,0 (Hmin)

V0

^Lmax Output current
Courant de sortie
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Since the curves hâve always a positive slope in the
areas of normal operating conditions, several methods
of test may be used, as shown in fig. 3 where the
actual curve and the specified limiting point P are
drawn :

Les courbes considérées ayant toujours une pente po-
sitive dans les régions normales de fonctionnement
plusieurs méthodes sont possibles pour vérifier leur
position par rapport aux points spécifiés : elles sont
illustrées par la figure 3 :

Fig. 3 "DIFFERENT TEST METHODS"
DIFFERENTES METHODES DE TEST

' A
pi "Actual curve of the tested circuit"

Courbe du circuit testé
1P1 p3y1P3 !| \P2 \|p "Specified point"

Point spécifiéÎTTp

\
^

"Load line - slope 1/R"
Droite de charge - pente 1/R

T T * \

VP2 VP3 VP Va V

a) On applique Vp et l'on mesure lp/ que l'on com-
pare à lp
b) On applique lp et l'on mesure Vp2 que l'on com-
pare à Vp
c) On applique V^

à travers une résistance R, V.et R
a a

étant tels que la droite de charge passe par P, puis :
soit on mesure lpjque l'on compare à lp
soit on mesure Vpj que l'on compare à Vp
Le choix entre ces méthodes est guidé par les risques
d'endommagement du circuit mesuré et la précision
requise pour la mesure, suivant l'ordre de grandeur
de la pente de la courbe au voisinage du point spé-
cifié.

a) Apply Vp and measure lp^ to be compared to lp
b) Apply lp and measure Vp2 to be compared to Vp

c) Apply Vg through a résistance R (Vg and R being

such that the corresponding load line passes exactly
through point P then :
either measure Ipg and compare it to lp
or measure Vpg and compare it to Vp
The choice between these methods dépends upon the
type of circuit being measured, taking account of the
risk of damage and the required accuracy.

A test defined for one input must becarried out again
for ail other inputs of the circuit. For each test, the
electrical WORST CASE at a given température
include the supply voltage and the conditions applied
to an input terminal other than those directly concer-
ned by the measurement. These input conditions are
voltages from within the ranges Vu_mjn, V|^max or

^IHmin
Since for instance V

Bien entendu un test défini pour une entrée doit être
répété pour les autres entrées du circuit par permuta-
tion. Pour chaque test, le PIRE CAS électrique,préci-
sé à une température donnée fait intervenir la tension
d'alimentation et les conditions appliquées aux en-
trées sur lesquelles aucune mesure n'est effectuée à
l'instant du test. Ces conditions d'entrées sont des
tensions prises à l'intérieur de la plage

lVILmin' VUmax ] ou de /aPlaSe ] v /Hmin- VIHmax ]
C'est pourquoi l'on constatera par exemple dans la
plupart des notices particulières que Vmm jn> V\_max

sont en fait vérifiés simultanément.

, V IHmax'

is most often the worstIHmin
case value in this last range, V|^mjn, VLmax, and

are then tested simultaneously as will beIO( Lmax )

see in the following date sheets. et IO(Lmax )

La déformation des gabarits suivant la TEMPERA-
TURE définit dans quelles conditions le fonctionne-
ment dans un système reste garanti en présence d'un
écart de température entre deux circuits interconnec-
tés. Si les gabarits restent rigoureusement constants
(cas des familles TTL SF.C 400) toutes les caractéris-
tiques statiques spécifiées sont valables avec un écart

de température pouvant atteindre la totalité de la
gamme de fonctionnement.

If the specified limiting points remain exactly un*

changed at maximum, minimum and normal TEM-
PERATURES (such as in TTL SF.C 400 sériés), then
the association rules and noise margins are valid even
with a température step between two interconnected
circuits equal to the whole operating température ran-
ge.

T T L - I l 3/10
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Absolute maximum ratings
Valeurs limites absolues

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS FOR SERIES
SF.C 400, SF.C 400 H, SF.C 400 L AND SF.C 400 S
VALEURS LIMITES D'UTILISATION POUR LES SERIES

SF.C 400,SF.C 400 H,SF.C 400 L ET SF.C 400 S

Supply voltage Vcc
Tension d'alimentation

7 V

Input voltage
Tension d'alimentation

5,5 V

Operating température range
Température de fonctionnement

E range
Gamme E

0°C, 70°C

T range
Gamme T

—25°C, 85°C

M range
Gamme M

-55°C, 125°C

Storage température range
Température de stockage

Plastic package
Boîtier plastique

E, ET, EM range
Gamme E, ET, EM

—55°C, 125°C

Métal glass and ceramic packages
Bottiers céramique et métal verre

KM, PM, JM range
Gammé KM, PM, JM

—55°C, 150°C

4/10 TTL - I I
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Thermal résistance
Résistance thermique

THERMAL RESISTANCE OF TTL CIRCUIT PACKAGES
RESISTANCE THERMIQUE DES BOITIERS DES CIRCUITS TTL

(°C/W)Rth( j-c)

Junction-case thermal résistance
Résistance thermique (jonction-boîtier)

Rth( j-al <°C/W>
Junction-ambient thermal résistance
Résistance thermique (jonction-ambiante)

Package
Boîtier

Pins
Broches

See note 1
Voir note 1

See note 2
Voir note 2

Condition 1
S > 100 cm2

Condition 2
S = 55 cm2

9514 24 80

Ceramic dual in
line
Céramique enfichable

16 22 70 88

1824 45 50

45 9014 130

Plastic dual in
line
Plastique enfichable

80 11516 40

30 856024

Métal ceramic fiat
Métal céramique plat

120 1556014

Typical chips were used to obtain the above informations.
Des pastilles typiques ont été utilisées pour obtenir ces informations.
Note 1 :

The thermal résistance junction to case Rth( j-c) *s measured with the device is immersed in a bath.
La résistance thermique jonction-boî tier Rfh(j-c) est mesurée avec le circuit immergé dans un bain.

Note 2 :

Junction to ambient thermal résistance Rth( j-a) > s measured in still air with the device soldered into a printed
circuit board of area S.
La résistance thermique jonction ambiante Rth(j-a) est mesurée en air calme avec le circuit soudé sur une plaque de circuit imprimé
cuivrée.

O

Condition 1 : Area of printed circuit board > 100 cm
Surface du circuit imprimé

O

Condition 2 : Area of printed circuit board — 55 cm
Surface du circuit imprimé

(area of cupper = area of the board)
(surface de cuivre = surface du circuit imprimé)

(area of cupper = 1/10 area of the board)
(surface de cuivre = 1/10 surface du circuit imprimé)

T T L - I l 5/10
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Type individualization code for logic circuits
Code d'appellation des circuits logiques

— Standard prefix
SESC0SEM
Préfixe standard
Marque SESCOSEM

First source code
Racine de l'appellation
première source

Example
Exemple

. ?400 74121— Bipolar device
Circuit fripo/aire

— Version of type
Version dans le type

- Version of family
Version dans la famille

Nothing
Rien

Métal can
Boîtier métallique
MINIDIP
DIL plastic package
DIL plastique
Cerdip package
Boîtier Cerdip
DIL ceramic and metal-glass packages
DIL céramiqueet métal-verre
Fiat package
Boî tier plat

D
E

— Package
Boî tier J

K

P

0°C, + 70°CNothing
Rien

— Operating température range
Gamme de température T : —25°C, + 85°C

M : —55°C, M25°C

Pin 1
Broche 1

1 J=1
These flat-package circuits are shipped in carrier "Barnes",
formed and tinned, insulated bottom.
Tous ces boî tiers sont livrés en porteur "Barnes", connexions mise
en forme et étamées, fond isolé.

nuO O
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Symbols Symboles

Digital integrated circuits Circuits intégrés logiques

C|Input capacitance Capacité d'entrée

CoOutput capacitance Capacité de sortie

f Fréquence ou fréquence maximale d'horlogeFrequency or maximum clock frequency

IccSupply current per package Courant d'alimentation par boî tier

Supply current, high level output per package •CCH Courant d'alimentation par boîtier, sortie à l'état haut

ICCLSupply current, low level output per package Courant d'alimentation par boî tier, sortie à l'état bas

l|HMaximum input current Courant maximal d'entrée

•iHmin
II (Hmin)

Maximum input current at VQHmin Courant maximal d'entrée à VQHmin

•iHmax
Il (Hmax)

Maximum input current at VQHmax Courant maximal d'entrée à VQHmax

•iLmax
Il (Lmax)

Maximum input current at VQLmax Courant maximal d'entrée à VQLmax

10Maximum output current Courant maximal en sortie

loffOff+-state maximum output current Courant maximal en sortie à l'état bloqué

•OHmin

'0 (Hmin)
Minimum output current at VQHmin Courant minimal de sortie à VQHmin

lOHzMaximum output disable current Courant de sortie maximal à l'état haute impédance

lOL Courant minimal de sortieMinimum output current

•OLmax
lO (Lmax)

Minimum output current at VQLmax Courant minimal de sortie à VQLmax

•onOn-state maximum output current Courant maximal de sortie à l'état conducteur

•os Courant de sortie en court-circuitShort-circuit output current

IX Courant d'expansion maximalMaximum expander current

TTL - II 7/10
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C.I .D

Input hold time thold Temps de maintien

Input set-up time tset-up Temps de préétablissement

Temps de propagation à la décroissance du signaI de sortiePropagation delay time high to low level output tPHL

Propagation delay time low to high level output Temps de propagation à la croissance du signa! de sortietPLH

Transition time high to low level tTHL Temps de transition à la décroissance

Transition time low to high level tTLH Temps de transition à la croissance

Puise width tw Largeur d'impulsion

Write puise width twP Durée de l'impulsion d'écriture

Temps de récupération après écritureWrite recovery time *wR

VBEBase-emitter voltage Tension maximale base-émetteur

V|Maximum input clamp voltage Tension maximale d'entrée d'écrêtage

VlHminMinimum high level input voltage Tension minimale permise à l'état haut

VILMaximum reverse input voltage Tension maximale d'entrée en inverse

VlLmaxMaximum low level input voltage Tension maximale d'entrée permise à l'état bas

VLmaxMaximum low level voltage Tension maximale garantie à l'état bas

VoOuptut voltage Tension de sortie

VOHmin Tension minimale garantie en sortie à l'état hautMinimum high level output voltage

VOLmax Tension maximale garantie en sortie à l'état basMaximum low level output voltage

VonOn-state maximum output voltage Tension maximale en sortie à l'état conducteur

vT-Negative-going threshold voltage Tension de seuil sur le front négatif

VT+Positive-going threshold voltage Tension de seuil sur le front positif

8/1 0 T T L - I I
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Symbolization
Symbolisation

{ IEC 117-15
NFC 03-108according

{CEI 117-15
NFC 03-108suivant

Formerly symbolization
Ancienne symbolisation

Newly symbolization
Nouvelle symbolisation

AND GATE
OPERATEUR ET ^0—

=EFNAND GATE
OPERATEUR ET-NON O-

OR GATE
OPERATEUR OU =Ê =0—
NOR GATE
OPERATEUR OU-NON =o-

AMPLIFIER
POWER GATE
AMPLIFICATEUR
OPERATEUR DE PUISSANCE

-0-
INVERTER
INVERSEUR —0^

&AND-OR-INVERT GATE
OPERATEUR ET-OU-NON >1

&

EXPANDABLE
AND-OR-INVERT GATE
OPERATEUR ET-OU-NON
EXPANSIBLE

TTL - II 9/10
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EXAMPLES
EXEMPLES

SF.C 472

J1
JTJ2 &

QJ3
S
T
R

Kl Q
K2 & KT
K3

1/2 SF.C 474

R1 Q1
D1
T1

Q1Si

c DA B
SF.C 490

TBD

TA TA TB RTC Q

TDS1 & S Q
S2K K K K

R0(1) —
R0(2) & o

R9(1 )
R9(2) — & >

10/10 TTL - I I
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Guidelines for use of logic TTL
integrated circuits
Règles d'emploi des circuits intégrés
logiques TTL

TTL - III



NOTES



The following represent rule-of-thumb answers to
questions regarding to use of TTL circuits.

Les remarques qui suivent sont des règles empiriques
répondant aux problèmes posés par l'utilisation des
circuits TTL;

GENERAL CONSIDERATIONS GENERALES

Alimentation

Taux d'ondulation <5 %

Taux de régulation <5 %

Découplage R-F de l'alimentation primaire

Découplage

Découpler chaque groupe de 5 à 10 boîtiers avec
des capacités R-F de 0,01 à 0,1 pF.

Power supply

Maintain ripple

Maintain régulation

R -F bypass supply primary

Decoupling

Découplé every 5 to 10 packages with R-F capaci -
tors of 0.01 to 0.1 pF .

Grounding

A ground plane is désirable, especially when the p-c
board contains a large number of packages.
If no ground plane is used, incorporate ground bus
around p-c board periphery where possible.

< 5 %

<5 %

Masse

Utiliser si possible un plan de masse spécialement
si le circuit imprimé a un grand nombre de boîtiers.
Si ce plan de masse n'est pas utilisé, incorporer une
ligne bus de masse aussi large que possible autour
du circuit imprimé.
Toujours relier les deux extrémités d'une longue
lignebus de masse à un point commun (la masse du
système).

Make ground bus as wide as possible. Always return
both ends of long ground bus to common point (Sys-
tem ground).

GATES OPERATEURS SIMPLES

Data input rise and fall times

Should be no greater than 1 ps for ZQ> 100 £2.
Temps de montée et de descente des signaux d'entrée

Ils ne doivent pas être plus grands que 1 ps pour
une impédance ZQ > 100 £2.

Entrées inutilisées des opérateurs ET et ET-NON et
entrées inutilisées de remise à zéro et de remise à un
des bascules.

Les relier directement à VQC si VQC est toujours
garanti être inférieur à 5,5 V.

Unused inputs of AND and NAND gates and unused
preset and clear inputs of flip-flops.

Tie directly to Vcc where Vcc is guaranteed to al-
ways be < 5,5 V.

ouor

Les relier à VQC Par une résistance supérieure à
1 ki1. Plusieurs entrées inutilisées peuvent être
reliées à une résistance.

Tie to Vcc through resistor > 1 k£2. Several unused
inputs can be tied to one resistor.

ouor

Les relier à des entrées utilisées du même opérateur
si le facteur de charge en sortie du dispositif
émetteur le permet.

Tie to used input of same gâte if maximum fan-out
of driving device will not be exceeded.

ouor

Les relier à la sortie d'un opérateur ET-NON
inutilisé dont les entrées sont à la masse.

Entrées inutilisées d'opérateurs ET-OU-NON

Les relier à des entrées utilisées du même opérateur
si le facteur de charge en sortie du dispositif
émetteur le permet.

Tie to unused gâte output where unused gâte input
is grounded.

Unused inputs AND-OR-INVERT gates

Tie to used input of same gâte if maximum fan-out
of driving device will not be exceeded.
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or ou
Tie to ground

Unused gates

Tie inputs of unused gates to ground for lowest po-
wer gain.

Increasing gate/buffer fan-out

Parailel gates/buffers of same package.

Les relier à ta masse

Opérateurs non utilisés

Relier les entrées des opérateurs non utilisés à la
masse pour réduire la dissipation.

Augmentation du facteur de charge des opérateurs

Mettre en parallèle des opérateurs d'un même
boîtier.

Expanseurs

Il est impératif de placer ces expanseurs aussi
près que possible des opérateurs expansés et de
réduire la capacité de charge de l'expanseur si
on veut maintenir les vitesses de commutation.

Expanders

Place expanders as close as possible to the gâte being
expanded and avoid capacitive loading of the expan-
der nodes of switching speed is to be maintained.

FLIP-FLOPS BASCULES

Preset and clear puises

If dock puise is présent, maintain preset or clear
puise urîtil clock puise goes low..

Impulsions de remise à zéro et de remise à un

Si l'impulsion d'horloge est présente, maintenir
l'impulsion de remise à un ou de remise à zéro
jusqu'à ce que l'impulsion d'horloge soit revenue
basse.

Impulsion d'horloge

Les temps de montée et de descente doivent être
inférieurs à 150 ns pour améliorer l'immunité aux
bruits.

Données des entrées

D'unemanière générale, les données des entrées des
bascules JK maître-esclave ne doivent pas être
changées tant que l'impulsion d'horloge est haute.
Voir lesspécifications pour des excepfionspossibles.

Clock puise

Rise and fall times should be less than 150 ns to
improve noise immunity.

Input data

In general, input data of master-slave JK flip-
flops should not be changed while the clock
puise is high. Consult data sheet for possible
exceptions.

UNE DRIVING AND RECEIVING COMMANDE ET RECEPTION PAR LIGNES

Single-wire interconnections
May be used up to approximately 10" without
particular précaution. A ground plane is always
désirable.
If longer than 10", ground plane is mandatory
with wire routed as close to it as possible.
Use twisted pair or coaxial lengths exceeding
20".

Liaison simple monofilaire

Elle peut être utilisée sans précautions particulières
tant que sa longueur est inférieure à 25 cm. Un
plan masse est toujours souhaitable.
Si elle dépasse 25 cm,un plan de masse est néces-

saire avec la ligne aussi près que possible.
Si la liaison dépasse 50 cm, une ligne bifilaire ou
un coaxial deviennent nécessaires.

Liaisons par bifilaire ou coaxial

Les réaliser de telle sorte que l'impédance carac-
téristique soit environ de 100 El. Des impédances
plus grandes augmentent la diaphonie, alors que
des impédances plus faibles sont difficiles à
alimenter.

a. le cable coaxial de 93 El d'impédance est
recommandé (te! que Microdot 293 - 3913)

Coaxial and twisted pair cables

Design around approximately 100 fi characteris-
tic impédance. Higher impédances increase cross-
talk while lower impédances are difficult to drive.

a. coaxial cable of 93 fi impédance (such as
Microdot 293 - 3913) is recommended.
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b. on obtient de bons résultats avec des fils
torsadés Nos 26 ou 28 de faible isolement et

avec 1 tour par cm.
Masse de la ligne de transmission

S'assurer que les retours de masse de la ligne de

transmission sont reliés aux deux extrémités.

b. for twisted pair. Nos 26 or 28 wire with
thin insulation twisted about 30 turns/foot

work well.
Transmission-line ground

Ensure that transmission-line ground returns are

carried through at both transmitting and receiving
ends.

Résistive pull-up

Use 500 to 1000 51 résistive pull-up at receivingend
of long cables for added noise margin and more ra-
pid rise times.

Rappel par résistance

Utiliser une résistance de 500 à 1000 51 de
rappel à VQC à l'extrémité réceptrice de lon-
gues liaisons pour augmenter la marge d'immunité
aux bruits et diminuer les temps de montée.

Terminaison de ligne

Mettre une résistance de 27 à 17 51 en série à

l'extrémité émettrice de la ligne pour prévenir

des dépassements négatifs.
Opérateurs en tant qu'émetteurs de ligne

Piloter seulement une ligne de transmission termi-
née par une entrée d'opérateur.
Les effets néfastes dus à des charges multiples
sont :

a. signaux erronés dus à des réflexions de ligne

b. longs temps de délais

c. charge excessive de l'émetteur

Opérateurs en tant que récepteurs de ligne

Utiliser seulement une entrée d'opérateur pour

terminer la ligne.
Utiliser les règles des entrées inutilisées pour cet

opérateur récepteur.
Bascules en tant qu'émetteurs de ligne

Généralement non satisfaisants en raison de la
possibilité de rebasculement due à des signaux
réfléchis.

Line termination

Reverse terminate with 27 to 47 51 at driving end
in sériés with the line to prevent négative overshoot.

Gates as line drivers

Drive into only one transmission-line terminated
with one gâte input.

Adverse effects from multiple loads include :

a. erroneous signais due to line reflections,

b. long delay times,

c. excessive driver loading

Gates as line receivers

Use only one gâte input to terminate line. Fol-
low unused input rules for receiver gates.

Flip-flops as line drivers

Generally unsatisfactory due to the possibility

of collector commutation from reflected signais.

Découplage

Découpler toujours les dispositifs émetteur/récepteur

en plus du découplage normal.Utiliser descapacités

R-F de 0,1 pF entre les broches VQC et masse.

Decoupling

Always découplé driving/receiving devices in addi-
tion to normal decoupling. Use 0.1 pf R-F
capacitors located at Vcc and ground pins.
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Sescosem sélection programs
Programmes de sélection Sescosem

SCOPE OBJET

This document describes the methods used by
SESCOSEM for selecting semiconductor compo-
nents intented for high reliability application in
the aeronautic,military and industrial fields.

Le présent document donne une description des
méthodes utilisées par ta SESCOSEM pour sélec-
tionner les composants semiconducteurs destinés
aux applications à haute fiabilité,dans les domaines
aéronautiques,militaires et industriels.

The programs proposed by SESCOSEM define 3
sélection classes of decreasing severity A,B and C,
allowing the appropriate requirements to be satis-
fied.

Les programmes proposés par la SESCOSEM
définissent 3 classes de sélection A, B, et C de
sévérité décroissante, permettant de satisfaire les
exigences appropriées.

GENERAL PRINCIPLES PRINCIPES GENERAUX

The products to which these programs are applied
are subjected to test and inspection sequences split
into several phases.

Les produits faisant l'objet de ces programmes
subissent des séquences de contrôles et d'épreuves
réparties en plusieurs phases :

— Une phase en fabrication— Manufacturing phase

Il s'agit essentiellement d'un contrôle visuel unitai-
re avant encapsulation, et suivant le cas, après
encapsulation, suivi normalement d'un vieillisse-

ment en stockage à haute température.

This is essentially a 100 percent Visual inspection
before encapsulation and; according to the case,
after encapsulation normally followed by a high
température storage aging.

— Initial acceptance by sampling — Une recette initiale par échantillonnage

comprenant les essais électriques des groupes A et

B, destinés à vérifier que le lot est conforme à la
spécification particulière.

Consisting of the groups A and B electrical tests

intended to check that the lot conforms to the
detail spécification.

— 100 percent pre-selection — Une pré-sélection

constituée par une file d'épreuves thermomécani-
ques.

Made up of a set of thermomechanical tests.

For further informations see "Sescosem sélection programs" or ask our sales engineers.
Pour de plus amples informations consulter la plaquette "Programmes de sélection Sescosem" ou interroger nos
ingénieurs commerciaux.
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— 100 percent sélection — Une sélection unitaire

Made up of a set of aging tests ( in reverse bias or
high température storage and/or in operating)
during the course of which the fundamental para-
meters are subjected to spécial monitoring.

constituée par une file d'épreuves de vieillissement
(en blocage ou stockage à haute température et/ou
en fonctionnement) au cours de laquelle les para-
mètres fondamentaux subissent une surveillance
spéciale.

— Final acceptance — Une recette finale

By sampling consisting of the groups A and B elec-
trical tests as well as the tests for making durability
and solderability.

par échantillonnage comprenant les essais électri-
ques des groupes A et B, ainsi que les essais de
tenue de marquage et de soudabilité.

These final tests sanction the acceptance of the lot
presented.

Cette recette sanctionne l'acceptation du lot pré-
senté.

— Finally, but as an option, a complementary
acceptance consisting of the group C tests (environ-
nement and endurance.

— Enfin, mais en option, une recette complémen-
taire comprenant les essais du groupe C (environ-
nement et endurance) : Ceux-ci exigent de prévoir
dès le départ,un nombre de pièces supplémentaires
à la livraison proprement dite (en général 4 x 32
pièces en supplément). Le supplément de prix
comprend non seulement les essais mais aussi les
pièces sélectionnées nécessaires à ces essais. En
raison de son coût élevé,cette recette complémen-
taire ne se justifie pas dans le cas général.

These tests require that at the start a number of
pièces in addition to those for delivery (in general
4 x 32 additional pièces) are set aside. The addition
to the price consists not only of that of the tests
but also the cost the selected pièces necessary for
these tests. As a resuit of the high cost, this addi-
tional acceptance testing is not justified in the
general case.
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LOGIC TTL INTEGRATED CIRCUITS IN PLUGGABLE PLASTIC PACKAGES
CIRCUITS INTEGRES LOGIQUES TTL EN BOITIERS ENFICHABLES PLASTIQUES
(TO-116,MPH7, MP-48 . . .)

Model suffix
Suffixes des modèles

Tests or inspections
Epreuves ou contrôles Class C

Classe C
Ciass B
Classe B

EM EM ET E

Manufacture
Fabrication

100 %— Pre-encapsulation Visual inspection
Contrôle visuel avant encapsulation

100 % 100 % 100 %

— High température storage aging
Vieillissement en stockage à haute température

100 % 100 % 100 % 100 %

Initial acceptance
Recette initiale

— Groups A and B electrical tests + solderability
Contrôles électriques groupes A et B + soudabilité

05 O)
C c
aA QA

Ero '2;
CO £

E 3rô '8?co £

Pre-selection
Pré-sélection

— Rapid change of température (2 chamber method)
Variations rapides de température (méthode des 2 chambres)

—55°C,+125°C - 10 cycles
5 cycles

100 %
100 % 100 % 100 %

Sélection
Sélection

— Initial measurements according to the detail spécification by attibutes. Lot acceptance :
Mesures initiales selon spécifications particulières par attribut. Acceptation du lot

- at 25°C with 97 % yield
à 25°C, avec rendement 97 %

- at 25°C with 95 % yield
à 25°C, avec rendement 95 %

— High storage température aging :
Vieillissement en stockage à haute température

— High température continuous operation aging :
Vieillissement en fonctionnement à haute température

— Final measurements according to the detail spécification by attributes. Acceptance :
Mesures finales selon spécification particulière par attribut. Acceptation

- at tmax with 97 % yield
à tmax, avec rendement 97 %

- at tmax with 95 % yield
à tmax, avec rendement 95 %

100 %

100 % 100 % 100 %

168 h 100 % 100 % 100 % 100 %

168 h 100 %

100 %

100 %100 % 100 %

Final acceptation
Recette finale

— Groups A and B electrical tests at 25°C, tmjn and tmax,+ marking + solderability
Contrôles électriques groupes A et B à 25°C, tmm et tmax, + marquage + soudabilité

O)05 05
C C

oA QAQA
E 5E 3

« 'S?
C/5 £

E ?«5 'fi 5 -8
C/5 O. C/0 Q.

Optional acceptation
Recette en option

— Optional complementary acceptance. Group C tests (4 sub-groups of 32 pièces)
Recette complémentaire en option. Essais du groupe C (4 sous-groupes de 32 pièces)

Fixed
sample
échant.
fixes
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LOGIC TTL INTEGRATED CIRCUITS IN CYLINDRICAL HERMETIC CASES
(TO-99, TO-100 ... . .) AND FLAT PACK (TO-85 . . .)
CIRCUITS INTEGRES LOGIQUES TTL EN BOITIER HERMETIQUE CYLINDRIQUE
(TO-99f TQ-100 . . .) ET PLAT (TO-85 . . .).

Tests or inspections
Epreuves ou contrôles

Class A
Classe A

Class B
Classe B

Class C
Classe C

Manufacture
Fabrication

- Pre-encapsulation Visual inspection
Contrôle visuel avant encapsulation

— High température storage aging
Vieillissement en stockage à haute température

100 % 100 % 100 %

100 % 100 %100 %

Initial acceptance
Recette initiale

— Groups A and B electrical tests + solderability
Contrôles électriques groupes A et B + soudabilité

Sampling
Prélèvt

Sampling
Pré!èvt

Sampling
Prélèvt

Pre-selection
Présélection

- Rapid change of température ( 2 bath method)
Variations rapides de température (méthode 2 bains)

- Rapid change of température (2 chamber method)
Variations rapides de température (méthode 2 chambres)

- Accélération, steady State 20 000 g or according to the detail spécification : free fall
Accélération constante 20.000 g ou selon spécification particulière, chute libre

- Shock 3 000 g duration 0,2 ms
Chocs 3.000 g 0,2 ms

- Hermeticity (small leaks) + sealing (large leaks)
Herméticité (petites fuites) + étanchéité (grosses fuites)

0°C,-100°C - 5 cycles 100 %

—55°C,+200°C - 5 cycles 100 % 100 %100 %

100 % 100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

Sélection
Sélection

- Initial measurements according to the detail spécification
Mesures initiales, selon spécification particulière

- by variables
par variable

- by attributes
par attribut

— High température continuous operation aging :
Vieillissement en fonctionnement, à haute température

— Final measurements according to the detail spécification
Mesures finales, selon spécification particulière

- by variables
par variable

• by attributes
par attribut

100 %

100 %

- 168 h 100 %
96 h 100 %

100 %

100 % 100 %

Final acceptance
Recette finale

— Groups A and B electrical tests + marking + solderability
Contrôles électriques groupes A et B + marquage + soudabilité

Sampling
Prélèvt

Sampling
Prélèvt

Sampling
Prélèvt

Optional acceptance
Recette en option

— Optional complementary acceptance : group C tests (4 sub-groups of 32 pièces)
Recette complémentaire, en option . Essais du groupe C (4 sous-groupes de 32 pièces)

Fixed
sample
Echant.
fixes

Fixed
sample
Echant.
fixes
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CONTRACTUAL DOCUMENTS DOCUMENTS CONTRACTUELS

The applicable contractual documents are the
SESCOSEM detail spécifications which are parti-
cular to each type, confirmed at the time of the
order.

Les documents contractuels applicables sont les
spécifications particulières SESCOSEM propres à
chaque modèle, confirmées lors de la commande.

DOCUMENTS DE REFERENCEREFERENCE DOCUMENTS

Sauf indication contraire précisée dans les spécifi-
cations particulières SESCOSEM, les méthodes de
mesures et d'essais sont issues des documents
suivants :

Unless otherwise indicated in the SESCOSEM
detail spécifications, the test and inspection
methods are taken from the following documents :

— NF X 06-022- NF X 06-022

Règles et tables d'échantillonnage pour les con-
trôles par attribut.

Règles et tables d'échantillonnage pour les con-
trôles par attribut.

- NF C 93-001 et NF C 20-600- NF C 93-001 and NF C 20-600

Essais généraux climatiques et mécaniquesComposants électroniques - Méthodes d'essais
Essais généraux climatiques et mécaniques

— NF C 95-820- NF C 95-820

Microstructures ; généralités et caractéristiques
dimensionnelles

Microstructure ; généralités et caractéristiques
dimensionnelles

- NF C 95-821 — NF C 95-821

Microstructures logiques :
le partie : terminologie
2e partie : conditions générales

Microstructures logiques :
1e partie : terminalogie
2e partie : conditions générales

— Eventuellement— Possibly

Publication CE! 68.2IEC Publication 68.2

Essais fondamentaux climatiques et de robus-
tesse mécanique.

Basic environmental testing procedures for elec-
tronic components and electronic equipment.

MIL STD 883MIL STD 883

Test methods and procedure for microelectro-
nics.

Test methods and procedure for microelectro-
nics.
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PACKING EMBALLAGE

The parts are delivered in the appropriate multi-
carrier packages or individually packed.

Les pièces sont livrées dans des supports à loge-
ments appropriés ou emballés individuellement.

The packages or packing carry ail of the following
markings :

Les supports ou emballages portent la totalité des
indications suivantes :

— the ESM brand — le sigle ESM

— the indication of the class of sélection :
class (e) A, class (e) B, class (e) C

— l' indication de la classe de sélection : classe A,
classe B, classe C

— the type identification number — le numéro d'identification du modèle

— the lot identification number — le numéro d'identification du lot

In addition, but only for the parts delivered accor-
ding to class A sélection, the identification number
of each piece within the lot.

De plus,mais seulement pour les pièces livrées en
classe de sélection A, le numéro d'identification de
chaque pièce du lot.

CONDITIONS OF SALE CONDITIONS DE VENTE

— Writing the order — Rédaction de la commande

In addition to the normal type désignation, the
type of sélection must be expressly indicated using
the following letters :

En plus de la désignation classique des modèles, il
doit être expressément indiqué en toutes lettres
suivant le cas :

— class A sélection — classe de sélection A
— class B sélection — classe de sélection B

— class C sélection — classe de sélection C
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TTL standard
Standard TTL
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TTLSTANDARD
STANDARD TTL
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Gates,schmitt triggers
three States
Opérateurs,triggers de schmitt,
trois états

J
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SF.C 400 E

QUADRUPLE TWO INPUT NAND GATES
QUADRUPLES OPERATEURS ET-NON A DEUX ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc < v > Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boî tierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Max.Min.

SF.C 400 E TO-116 0°C, + 70°C 4,75 5,25 5,5 V 10 20

SF.C 400 ET TO-116 —25°C, + 85°C 4,75 5,25 5,5 V 10 20 Ail
inputs
Toutes
entrées

SF.C 400 EM TO-116 —55°C, +125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 20 1

SF.C 400 KM TO-116 —55°C, +125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 20

SF.C 400 PM TO-85 —55°C, +125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 20

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

O VCC

^ 4 kn 1,6 kn ^ 130 n

• r

rr\A a
O Y Y = A . B<B a

I1 kfi

O GND

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-116 Package TO-85
BoîtierBoîtier

4Y 4B 4A GND 3B 3A 3Y
14 13 12 11 10 9 8

4^1
rP? Pri1 2 3 4 6 6 7

1A 1B 1Y VCC 2Y 2A 2B2Y GND
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SF.C 400 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gammede température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES*
VALEURS

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

VCCmin
V, = 2 V
1^ = 16 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax VQ < 0,4 V 10,4 V

OIMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQi_ max

OLmax
O (Lmax )

16 mA/

Maximum low level input voltage
Tension maximale d’entrée oermise à l'état bas

V 0,8 VI Lmax

VCCminMinimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2VQ > 2,4 V2,4 V = 0,8 VV I

Q = -0,8 mA
Minimum output current at VoH
Courant minimal de sortie à VoHmin

OHmin
O (Hmin)

min 0,8 mA/

^CCmax
V, = 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQ [_max

ILmax
/ (Lmax ) < 1,6 mA 3—1,6 mA/

^CCmax
V, = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmjn

IHmin
/ (Hmin) < 40 pA40 pAI

4
^CCmaxMaximum input current at 5,5 V

Courant maximal d'entrée à 5,5 V 1 mA I, < 1 m AIH = 5,5 VV I

SF.C 400 E 18 mA<ll0|<55 mAOET ^CCmaxShort -circuit output current
Courant de sortie en court -circuit

5IOS V = 0SF.C 400 EM
KM-PM

I 20 mA<ilQ|<55 mA

Supply current, low level output,
per package
Courant d'alimentation par boî tier,
sortie à l'état bas

^CCmax
V, = 5 V

I IçQ < 22 mAtyp. 12 mACCL

6
Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état haut

^CCmax
V, = 0 V

I * CC ^ 8 mAtyp. 4 mACCH

VCCmin
= -12 mA

tamb“ 25°C

Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

|V,| < 1,5 VV.L 7typ. — 1 V

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES t a m b = +2 5°C VCC = 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES MAX. FIG.MIN. TYP.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

tPLH 11 ns 22 ns

CL = 15 pF

RL = 400 El
52

Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signal de sortie

tPHL 7 ns 15 ns

* Ail typical values are at Vcc = 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tam/j =25°C

ASee figures page 139
Voir figures page 139
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SF.C 401 E
QUADRUPLE TWO INPUT NAND GATES, WITH OPEN COLLECTORS OUTPUTS (5,5 V)

QUADRUPLES OPERATEURS ET-NON A DEUX ENTREES,SORTIES AVEC COLLECTEURS OUVERTS (5,5 V)

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Output
current

low State
Courant
de sortie
état bas

VCC < V > Output*voltage
Tension

de sortie

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Min. Max.

SF.C 401 E 5,25 5,5 VTO-116 0°C, + 70°C 4,75 5,5 V 16 mA

SF.C 401 ET TO-116 5,25 5,5 V-25°C, + 85°C 4,75 5,5 V 16 mA Ail
inputs
Toutes
entrées

SF.C 401 EM 5,5 5,5 VTO-116 —55°C, + 125°C 5,5 V4,5 16 mA 1

SF.C 401 KM 5,5TO-116 —55°C, + 125°C 5,5 V 5,5 V4,5 16 mA

SF.C 401 PM TO-85 5,5 5,5 V—55°C, + 125°C 4,5 5,5 V 16 mA

*Maximum voltage which should be applied to any output in the off State
Tension maximale qui peut être appliquée sur les sorties à l'état bloquéSCHEMATIC

SCHEMA ELECTRIQUE

°VCC

^ 4 kn ^ 1,6 kfi

n\
AO

OY Y = A.B
BO

1 kft

O GND

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-85
Boîtier

Package TO-116
Boîtier

4Y 4B 4A GND 3B 3A 3Y
14 13 12 11 10 9 8

HP? PPl1 2 3 4 B 6 7
1 4 6 72 3 B

1A 1B 1Y VCC 2Y 2A 2B1Y 1A 1B 2Y 2A 2B GND

T T L - I V 7 4 - 4 1/2
THOMSON - CSF
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SF.C 401 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gamme de température ambiante de fonctionnement(sauf indications
contraires).

ELECTR 1CAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES *VALEURS
SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2V

VCCmin
= 2 V

Q = 16 mA
Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas VQ < 0,4 Vvi^OLmax 10,4 V

iMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQi_max

OLmax
O (Lmaxi

16 mA/

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée Dermise à l'état bas ^ILmax 0,8 V VCCmin

V, = 0,8 V

VQ = 5,5 V
l0 < 250 pA 8

Maximum output current at 5,5 V
Courant maximal en sortie à 5,5 V 250 pAO (5,5 V)

^CCmaxIMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_max

ILmax
/ (Lmax ) | l, | <1,6 mA-1,6 mA 3/ = 0,4 VV|

I ^CCmax
2,4 V

Maximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmjn

IHmin
/ (Hmin)

I, < 40 pA40pA 4/ vi
^CCmax

= 5,5 V
Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d’entrée à 5,5 V ’ lH I. < 1 mA1 mA 4IVl
Supply current, low level output ,
per package
Courant d'alimentation par boî tier ,
sortie à l'état bas

^CCmax
= 5 V

I IQC < 22 mAtyp. 12 mA 6CCL vi

Supply current, high level output ,
per package
Courant d’alimentation par boî tier
sortie à l'état haut

^CCmax
V, = 0

I QQ < 8 mAtyp. 4 mACCH 6

^CCminMaximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse IV, |< 1,5 V= -12 mAV 7typ. —1 V IIL

W 25 # C

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ^amb = + 25°C V C C = 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES TYP. FIG.MIN. MAX.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

13 ns 23 nsVLH
CL = 15 pF
R. = 400 El 53

Propagation delay time,high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa/ de sortie

L
XPHL 8 ns 15 ns

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb=25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tamp=25°C

ASee figures page 139
Voir figures page 139
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SF.C 402 E

QUADRUPLE TWO INPUT POSITIVE NOR GATES
QUADRUPLES OPERATEURS OU-NON A DEUX ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

vcc (V)
Package
Boî tierType Low State

Etat bas
High State
Etat hautMax.Min.

4,75 5,25 5,5 V 10 20SF.C 402 E TO-116 0°C, + 70°C

5,5 V 10—25°C, + 85°C 4,75 5,25 20SF.C 402 ET TO-116
Ail

inputs
Toutes
entrées

5,5 5,5 V 10 20TO-116 —55°C, + 125°C 4,5SF.C 402 EM 1

5,5 V4,5 5,5 10 20SF.C 402 KM TO-116 —55°C, + 125°C

5,5 V 10 20-55°C, + 125°C 4,5 5,5SF.C 402 PM TO-85

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

° VCC^ 4 kn ^ 1,6 kn ^ 130 SI4 kn

Y Y = A + B

1 kfl

O GND

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-85
Boîtier

Package TO-116
Boîtier

4Y 4B 4A GND 3B 3A 3Y

ï i f M-, I

Hft Âh-, 2 3 4 5 6 7

f A 1B 1Y VCC 2Y 2A 2B2B GND

T T L - I V 7 4 - 4 1/2
THOMSON - CSF
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SF.C 402 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagamme de température ambiante de fonctionnement(sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

VALUES*VALEURS
TEST CONDITIONS

CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

VCCmin
V, = 2 V

IQ = 16 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax VQ < 0,4 V0,4 V 9

IMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à l̂OLmax

OLmax
O (Lmax)

16 mA/

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

VCCmin
V, = 0,8 V

IQ = -0,8 mA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V VQ > 2,4 V 10

Minimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VQHmjn

OHmin
O (Hmin) —0,8 mA/

^CCmax
V, = 0,4 V

Maximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_max

ILmax
/ (Lmax) < 1,6 mA 11-1,6 mA/ I

VCCmax
V, = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin

IHmin
/ (Hmin)

40 pA < 40 pA/ I
12^CCmax

V, = 5,5 V
Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V iH 1 mA < 1 mAI

SF.C 402 E-ET 18 mA<|IQ|<55 mA
^CCmaxShort-circuit output current

Courant de sortie en court-circuit 'os 13Vl = 0SF.C 402 EM
KM-PM

20 mA<|IQ|<55 mA

Supply current, low level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état bas

VCCmax
= 5 Vtyp. 14 mA 'cC ^ ^ mACCL Vl

14
Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état haut

VCCmax
V, = 0 V

I typ. 8 mA 'cC ^ mACCH

VCCmin
l| = —12 mA

*amb= 25°c
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

V |V,| < 1,5 Vtyp. —1 V 15IL

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb = +25 ° C V C C = 5 V N = 1 0

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP. FIG.MIN. MAX.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

*PLH 12 ns 22 ns

CL = 15 pF

RL = 400 £7
52

Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa/ de sortie

tPHL 8 ns 15 ns

*Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 Y à tamp=25°C

ASee figures page 139
Voir figures page 139
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SF.C 403 E

QUADRUPLE TWO INPUT NAND GATES, OPEN COLLECTORS OUTPUTS (5,5 V)
QUADRUPLES OPERATEURS ET-NON A DEUX ENTREES, SORTIES AVEC COLLECTEURS OUVERTS (5,5 V)

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Output
current

low State
Courant
de sortie
état bas

VCC < V) Output*voltage
Tension

de sortie

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Min. Max.

5,5 V 16 mASF.C 403 E TO-116 0°C, + 70°C 4,75 5,25 5,5 V
Ail4,75 5,25 5,5 V 5,5 V 16 mASF.C 403 ET TO-116 -25°C, + 85°C inputs

Toutes
entrées

1
5,5 V 16 mASF.C 403 EM TO-116 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V

5,5 V 16 mASF.C 403 KM TO-116 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V

*Maximum voltage which should be applied to any output in the off State
Tension maximale qui peut être appliquée sur les sorties à l’état bloquéSCHEMATIC

SCHEMA ELECTRIQUE

-o VCC
:= 4 k n 1,6 kî2

7\
AO

OY Y = A.BCBO

f1 kn

O GND< >

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package TO-116
Boîtier

T T L - I V 7 4 - 4 1/2
THOMSON - CSF
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SF.C 403 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gamme de température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES*VALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ÎHmin 2 V

VCCmin
= 2 V
= 16 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas Vr, < 0,4 Vvl 1^OLmax 0,4 V O

'oMinimum output current at VQLmax
Courant minimal de sortie à VQi_max

OLmax
O (Lmax )

16 mA/

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V VCCmin

V, = 0,8 V

VQ = 5,5 V
Q < 250 juA 8

Maximum output current at 5,5 V
Courant maximal en sortie à 5,5 V

IO ( 5,5 V) 250 p.A

I ^CCmax
V, = 0,4 V

Maximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQ/_max

ILmax
/ (Lmax )

—1,6 mA H,l < 1,6 mA 3/

^CCmax
V, = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin

IHmin
/ (Hmin)

40 nA < 40 /iA 4/

^CCmaxMaximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V

I . < 1 mA1 mA 4IIH = 5,5 Vvi
Supply current, low level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état bas

^CCmax
= 5 V

I typ. 12 mA lcc ^ 22 mA 6CCL vi

Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état haut

VCCmaxI typ. 4 mA CC < 8 mA 6CCH V. = 0

VCCminMaximum reverse input voltage
Tension maximale d’entrée en inverse = -12 mAV typ. -1 V IV,I < 1,5 V 7IL

25°C*amb

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb = +25°C V C C = 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES MIN. TYP. MAX. FIG.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

tPLH 13 ns 23 ns

CL = 15 pF

RL = 400 fi 53
Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa! de sortie

tpHL 8 ns 15 ns

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb=25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tamb=25°C

ASee figures page 139
Voir figures page 139
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SF.C 404 E

HEXINVERTERS
SEXTUPLES INVERSEURS

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

VCC < V )
Package
Boî tierType Low State

Etat bas
High State
Etat haut

Max.Min.
5,25 5,5 V 10 20TO-116 0°C, + 70°C 4,75SF.C 404 E

5,25 5,5 V 10 20-25°C, + 85°C 4,75SF.C 404 ET TO-116 Ail
inputs
Toutes
entrées

15,5 5,5 V 10 20TO-116 —55°C, + 125°C 4,5SF.C 404 EM

105,5 5,5 V 20TO-116 —55°C, + 125°C 4,5SF.C 404 KM

5,5 V 10 205,5TO-85 -55°C, + 125°C 4,5SF.C 404 PM

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

VO

^ 4 kn T6 kn::
cc

130 EL

A;OI O Y Y = A
( i-

î1 kn

O GND

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-85
Boîtier

Package TO-116
Boîtier

VCC 6A 6Y 5A 5Y 4A 4Y

r0—0~0~0—EHIHïh

^ V V
i>\ rOi r{>|

HilHiHiHilHi]-0-Eh

)

1A 1Y 2A 2Y 3A 3Y GND

TTL - IV 74 - 4 1/2
THOMSON - CSF
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SF.C 404 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gamme de température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires ).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES*
VALEURS

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

VCCmin
V, = 2 V

IQ = 16 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas

V 16VQ < 0,4 V0,4 VOLmax

IMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à l̂OLmax

OLmax
O (Lmax )

16 mA/

Maximum low level input vol' âge
Tension maximale d'entrée perm > à l'état bas

V 0,8 VI Lmax

VCCminMinimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 17VQ > 2,4 V2,4 V = 0,8 VV I

IQ = -0,8 mA
IMinimum output current at VoHmin

Courant minimal de sortie à VQHmin
OHmin
O (Hmin)

0,8 mA/

^CCmax
V, = 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_ max

I Lmax
/ (Lmax )

| < 1,6 mA 18-1,6 mA/

^CCmax
V, = 2,4 V

Maximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQ^min

IHmin
/ (Hmin) < 40 pA40 pA/ I

19
^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V 11H 1 mA < 1 mA

18 mA<|lQ|<55 mASF.C 404 E-ET
^CCmax
V , = 0

Short -circuit output current
Courant de sortie en court -circuit ‘os 20

SF.C 404 EM
KM - PM

20 mA<|lQ|<55 mA

Supply current, low level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état bas

^CCmax
V, = 5 V QQ < 33 mAtyp. 18 mACCL

I
21

Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boî tier,
sortie à l'état haut

^CCmax
V| = 0 V

I Icc ^ 12 mAtyp. 6 mACCH

VCCmin
I, = —12 mA

w 25°c
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

22V . L |V,| < 1,5 Vtyp. —1 V

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ^mb = +25 ° C VCC = 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.MIN. TYP. MAX.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

tPLH 22 ns12 ns

C^ = 15 pF

RL = 400 £2
52

Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa/ de sortie

tPHL 15 ns8 ns

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour Vçc=5 V à tam^ =25°C

ASee figures page 139
Voir figures page 139
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SF.C 405 E

HEX OPEN COLLECTOR INVERTERS (5,5 V)
SEXTUPLES INVERSEURS A COLLECTEURS OUVERTS (5,5 V)

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Output
current

low State
Courant
de sortie
état bas

Output*voltage
Tension

de sortie

VCC < V > Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Min. Max.

5,5 V 16 mATO-116 0°C, + 70°C 5,25 5,5 VSF.C 405 E 4,75

5,5 V 16 mA—25°C, + 85°C 5,25 5,5 VSF.C 405 ET TO-116 4,75 Ail
inputs
Toutes
entrées

15,5 V 5,5 V 16 mATO-116 —55°C, + 125°C 4,5 5,5SF.C 405 EM

5,5 V 16 mA—55°C, + 125°C 5,5 5,5 VSF.C 405 KM TO-116 4,5

5,5 V 16 mATO-85 -55°C, + 125°C 5,5 5,5 VSF.C 405 PM 4,5

*Maximum voltage which should be applied to any output in the off State
Tension maximale qui peut être appliquée sur les sorties à l'état bloquéSCHEMATIC

SCHEMA ELECTRIQUE

O VCC

i< 4 kft 1,6 kn

AO
Y = AO Y<

!1 kft

OGND

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-85Package TO-116
Boîtier Boîtier

VCC 6A 6Y 5A 5Y 4A 4Y

[-0—0—0—0—0—0—ED-

)
rt>i

74 5 62 31

1A 1Y 2A 2Y 3A 3Y GND

TTL - IV 74 - 4 1/2
THOMSON - CSF
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SF.C 405 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gamme de températureambiante de fonctionnement (sauf indications

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES contraires).

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES *VALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

VCCmin
V, = 2 VMaximum low level output voltage

Tension maximale garantie en sortie à l'état bas 16< 0,4 V^OLmax 0,4 V O
= 16 mA‘oMinimum output current at VoLmax

Courant minimal de sortie à VQi_max
OLmax
O (Lmax ) 16 mA/

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V VCCmin

V, = 0,8 V

VQ = 5,5 V
23l0 < 250 pA

Maximum output current at 5,5 V
Courant maximal en sortie à 5,5 V

IO ( 5,5 V ) 250 pA

^CCmax
V, = 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_max

ILmax
/ (Lmax )

-1,6 mA |l,| < 1,6 mA 18/

^CCmax
V, = 2,4 V

IMaximum input current at VQHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin

IHmin
/ (Hmin) < 40 |UA 1940 A/A I/

^CCmax
V , = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V

I. < 1 mA •19' lH 1 mA

Supply current, low level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état bas

^CCmax
V. = 5 V

I typ. 18 mA QQ ^ 33 mA 21CCL

Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état haut

^CCmax
V, = 0

I typ. 6 mA *CC ^ mA 21CCH

VCCminMaximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

I = -12 mAV typ. —1 V |V,| < 1,5 V 22IIL
25°Ctamb

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES t a m b = + 2 5 ° C V C C = 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.TYP. MAX.MIN.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissancedu
signa! de sortie

lPLH 13 ns 23 ns

CL = 25 pF

RL = 280 f2 53
Propagation delay time,high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa! de sortie

tPHL 15 ns8 ns

Ail typical values are at Vcc=5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQç=5 V à tamp=25°C

ASee figures page 139
Voir figures page 139
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SF.C 406 E

HEX POWER INVERTERS, WITH OPEN COLLECTORS OUTPUTS (30 V)
SEXTUPLES INVERSEURS DE PUISSANCE, SORTIES AVEC COLLECTEURS OUVERTS (30 V)

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Output
current

low State
Courant

de sortie
état bas

Output*voltage
Tension

de sortie

VCC < V > Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiantede fonctionnement

Package
Boî tierType

Min. Max.

40 mA5,5 V 30 V4,75 5,25SF.C 406 E TO-116 0°C, + 70°C

30 mA30 V5,5 VSF.C 406 ET TO-116 -25°C, + 85°C 4,75 5,25
Ail

inputs
Toutes
entrées

30 mA30 V5,5 V-55°C, + 125°C 4,5 5,5SF.C 406 EM TO-116 1

30 mA30 V5,5 V—55°C, + 125°C 4,5 5,5SF.C 406 KM TO-116

30 mA5,5 V 30 VTO-85 —55°C, + 125°C 4,5 5,5SF.C 406 PM

*Maximum voltage which should be applied to any output in the off State
Tension maximale qui peut être appliquée sur les sorties à l'état bloquéSCHEMATIC

SCHEMA ELECTRIQUE

O vcc
i,6 kn^6 1,4 kn

Y = AO Y<2 kS7

A a 4 ( y

100 n

î1 kn

O GNDé-

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-85
Boîtier

Package TO-116
Boîtier

VCC 6A 6Y 5A 5Y 4A 4Y

^ Vw

TTL - IV 74 - 4 1/2
THOMSON - CSF
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SF.C 406 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

* TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

VCCmin
V, = 2 V

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V VQ < 0,4 V 16

Q = 16 mAIMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQi_max

OLmax
O (Lmax ) 16 mA/

VMaximum low level output voltage
Tension mâximale garantie en sortie à l'état bas

0,7 VOL
VCCmin

= 2 V

O = 'OL

Minimum output current SF.C 406 ET-EM
at 0,7 V
Courant minimal de sortie
à 0,7 V

30 mA Vl VQ < 0,7 V 16KM-PM
OL

40 mA.C 406 E

Maximum low level input voltage
Tension maximale d’entrée permise à l'état bas

VILmax VCCmin
V, = 0,8 V

VQ = 30 V

0,8 V
Q < 250 pA 23

Maximum output current at 30 V
Courant maximal de sortie à 30 V 250 pAO (30 V)

^CCmax
V, = 0,4 V

IMaximum inpüt current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_max

ILmax
/ (Lmax) —1,6 mA |l,l < 1,6 mA 18/

VCCmax
V, = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin

IHmin
/ (Hmin)

40 pA < 40 pA 19I/

CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d’entrée à 5,5 V

1 mA I. < 1 m AIH 19I

Supply current, low level output;
per package
Courant d’alimentation par boî tier,
sortie à l'état bas

^CCmax
V, = 5 V

I IQQ < 51 mAtyp. 32 mACCL 21

Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état haut

VCCmax
V, = 0 ’cc < 48 mAI typ. 30 mA 21CCH

^CCmin
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d’entrée en inverse

I = -12 mA |V,| < 1,5 VV 22Ityp. —1 VIL
W 25°C

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES *amb = + 25° C V C C = 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP. FIG.MIN. MAX.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

VLH 10 ns 15 ns

CL = 15 pF

RL = 110 O 53
Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signal de sortie

*PHL 23 ns15 ns

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQç=5 V à tam̂ 25°C

ASee figures page 139
Voir figures page 139
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SF.C 407 E

HEX POWER GATES, WITH OPEN COLLECTORS OUTPUTS (30 V)
SEXTUPLES OPERATEURS DE PUISSANCE, SORTIES AVEC COLLECTEURS OUVERTS (30 V)

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Output
current

low State
Courant
de sortie
état bas

VCC ( V ) Output*voltage
Tension

de sortie

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Package
Boî tierType

Min. Max.

TO-116 4,75 5,25 5,5 V 30 V 40 mASF.C 407 E 0°C, + 70°C

30 V 30 mASF.C 407 ET TO-116 —25°C, + 85°C 4,75 5,25 5,5 V Ail
inputs
Toutes
entrées

130 V 30 mASF.C 407 EM TO-116 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V

5,5 30 V 30 mASF.C 407 KM TO-116 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 V

30 VSF.C 407 PM TO-85 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 30 mA

*Maximum voltage which should be applied to any output in the off State
Tension maximale qui peut être appliquée sur les sorties à l'état bloquéSCHEMATIC

SCHEMA ELECTRIQUE

° VCC
t

>1,6 kn> 6 kî2 3,4 kiî <
Y = AO Y

A O
100n

:: 1 kn

O GND

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-85
Boîtier

Package TO-116
Boîtier

VCC 6A 6Y 5A 5Y 4A 4Y

V V V
rt>i H>i rOiD

74 S e3i 2

1A 1Y 2A 2Y 3A 3Y GND

T T L - I V 7 4 - 4 1/2
THOMSON - CSF
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SF.C 407 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede températureambiante de fonctionnement(sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

* TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

APARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

^CCmin
V, = 0,8 V

= 16 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas VQ < 0,4 V^OLmax 240,4 V

!0IMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQi_max

OLmax
O (Lmax )

16 mAI

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,7 V

VCCmin
V, = 0,8 V

= ’oL

SF.C 407 ET-EM
KM-PM 24VQ < 0,7 V30 mAMinimum output current

at 0,7 V
Courant minimal de sortie
à 0,7 V

jOLmax
’O (Lmax ) 'o40 mASF.C 407 E

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin ^CCmin

V, = 2 V
VQ = 30 V

2V» < 2 50 pA’o 29
Maximum output current at 30 V
Courant maximal en sortie à 30 V 250 pAO (30 V)

^CCmaxMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_max

ILmax
/ (Lmax) 11.1 < 1,6 mA-1,6 mA 25/ = 0,4 Vvi

^CCmax
V. = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQ/-/mjn

IHmin
/ (Hminl

< 40 pA40pA 26I/

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V < 1 mA1 mA 26IH

Supply current, low level output,
per package
Courant d'alimentation par boltier ,
sortie à l'état bas

^CCmax
V, = 0 QQ ^ 30 mAtyp. 21 mA 27CCL

Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boî tier,
sortie à l'état haut

^CCmax
= 5 Vtyp. 29 mA Icc < 41 mA 27CCH Vl

VCCminMaximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

VIL I = -12 mA |Vj | < 1,5 V 28typ. —1 V I
w 25°c

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb - +25 C V C C = 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. FIG.MAX.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie
Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa/ de sortie

tpLH 6 ns 10 ns
CL = 15 pF

RL = 11012 53

tpHL 20 ns 30 ns

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour Vcc~5 v à tamb-25°C

ASee figures page 139
Voir figures page 139
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SF.C 408 E

QUADRUPLE TWO INPUT AND GATES
QUADRUPLES OPERATEURS ETA DEUX ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc (V) Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Min. Max.

4,75SF.C 408 E 5,25 5,5 V 20TO-116 0°C, + 70°C 10

4,75 5,25 5,5 VSF.C 408 ET TO-116 -25°C, + 85°C 10 20
Ail

inputs
Toutes
entrées

4,5 5,5 VSF.C 408 EM TO-116 5,5 10 20-55°C, + 125°C 1
SF.C 408 KM 4,5TO-116 —55°C, + 125°C 5,5 5,5 V 10 20

SF.C 408 PM TO-85 4,5 5,5 5,5 V 10 20—55°C, + 125°C

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

O VCC

^ 4 kft ^ ï1,6 kn 130 n
2 kn

i

A O-
O Y Y = A . B

B O

f !800 n 1 kn

O GND4 4

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-116
Boîtier

Package TO-85
Boîtier

TTL - IV 74 - 4 1/2
THOMSON - CSF
DIVISION SEMICONDUCTEURS
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SF.C 408 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gammede température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires ).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

* TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

APARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

VCCmin
V, = 0,8 V

IQ = 16 mA
Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l’état bas VQ < 0,4 V 30^OLmax 0,4 V

IMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQ /_ OLmax

O (Lmax )
16 mA

max

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

^CCmin
V, = 2 V

IQ = -0,8 mA
Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut VQ > 2,4 V 31VOHmin 2,4 V

Minimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VQHmin

OHmin
O (Hmin)

—0,8 mA/

^CCmax
V, = 0,4 V

Maximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_max

ILmax
/ (Lmax)

|l,| < 1,6 mA 32-1,6 mAl

^CCmax
V, = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQ /^min

IHmin
I (Hmin)

40 pA < 40 pA 33I I

^CCmax
V| = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V ' lH 33I. < 1 m A1 mA

18 mA<| lQ|<55 mASF.C 408 E-ET
^CCmax
V, = 4,5 V

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 'os 34

SF.C 408 EM
KM -PM

20 mA<] IQ |<55 mA

Supply current, low level output,
per package
Courant d'alimentation par boî tier ,
sortie à l'état bas

^CCmax
V, = 0typ. 20 mA 'cc ^ ^mA 35CCL

Supply current, high level output,
per package
Courant d’alimentation par boî tier,
sortie à l'état haut

^CCmax
V, = 5 V

I QQ ^ 21 mA 35typ. 11 mACCH

VCCmin
l| = -12 mA

W 25°C

Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse |V 11 < 1,5 VV - 36typ. —1 VIL

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES *amb = +25 °C V C C = 5 V N = 1 0

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES TYP.MIN. MAX. FIG.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

VLH 17ns 27 ns

CL = 15 pF

RL = 400 El 52
Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa/ de sortie

lPHL 12 ns 19 ns

* AU typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour Vçç=5 V à tgmij=250C

ASee figures page 139
Voir figures page 139
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SF.C 409 E
QUADRUPLE TWO INPUT AND GATES, OPEN COLLECTORS (5,5 V)

QUADRUPLES OPERATEURS ETA DEUX ENTREES, AVEC COLLECTEURS OUVERTS (5,5 V)

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Output
current

low State
Courant
de sortie
état bas

Output*voltage
Tension

de sortie

VCC < V > Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Package
BoîtierType

Min. Max.

4,75 5,5 V 16 mASF.C 409 E TO-116 0°C, + 70°C 5,25 5,5 V
Ail

inputs
Toutes
entrées

15,5 V4,75 5,25 5,5 V 16 mASF.C 409 ET TO-116 -25°C, + 85°C

5,5 V 16 mASF.C 409 EM —55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 VTO-116

* Maximum voltage which should be applied to any output in the off State
Tension maximale qui peut être appliquée sur les sorties à l’état bloquéSCHEMATIC

SCHEMA ELECTRIQUE

Vo vcc

f f 2 kn 1,6 kn4 kn

«? O Y Y = A . BA O
B O-

1 kn800nn O GND

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-85
Boîtier

Package TO-116
Boîtier

4 6 6 71 2 3

1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND

TTL - IV 74 - 4 1/2
THOMSON - CSF
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SF.C 409 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gamme de température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires ).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES*VALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ÎHmin 0,8 V

^CCmin
V, = 0,8 V

IQ = 16 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas V0 < 0,4 V^OLmax 300,4 V

Minimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQLmax

OLmax
O (Lmax)

16 mA/

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas Lmax 2 V VCCmin

V, = 2 V

VQ = 5,5 V
Q < 250 fjA 37

Maximum output current at 5,5 V
Courant maximal en sortie à 5,5 V 0 (5,5 V ) 250 pA

i ^CCmax
V, = 0,4 V

Maximum input current at VQLmax
Courant maximal d’entrée à VQi_ max

ILmax
/ (Lmax ) —1,6 mA |l|| < 1,6 mA 32/

^CCmax
V, = 2,4 V

Maximum input current at VQHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin

IHmin
/ (Hmin)

40 ixA li < 40 /JA/

33
^CCmax
V , = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V * < 1 mA' lH 1 mA I

Supply current, low level output,
per package
Courant d’alimentation par boî tier,
sortie à l'état bas

^CCmax
V, = 0

I typ. 20 mA 'cc < 33 mACCL

35
Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état haut

^CCmax
V, = 5 Vtyp. 11 mA IQC < 21 mACCH

^CCminMaximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

= -12 mAV typ. —1 V l-V, | < 1,5 V 36IIL
25°Ctamb

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES t a m b = + 2 5°C V C C = 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.MIN. TYP. MAX.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

tpLH 21 ns 32 ns

CL = 15 pF

RL = 400 £7 53
Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa! de sortie

VHL 16 ns 24 ns

* Ail typical values are at Vç;C= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tgm^-25°C

ASee figures page 139
Voir figures page 139
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SF.C 410 E

TRIPLE THREE INPUT NAND GATES
TRIPLES OPERATEURS ET-NON A TROIS ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

vcc < v >Package
Boî tierType Low State

Etat bas
High State
Etat haut

Min. Max.

SF.C 410 E 0°C, + 70°C 4,75 5,25 5,5 VTO-116 10 20

-25°C, + 85°C 4,75 5,25 5,5 VSF.C 410 ET TO-116 10 20 Ail
inputs
Toutes
entrées

1—55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 VSF.C 410 EM TO-116 10 20

5,5 VSF.C 410 KM TO-116 -55°C, + 125°C 4,5 5,5 10 20

-55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 10SF.C 410 PM TO-85 20

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

O VCC

1,6 k î î (> 130 n

7 /A S O Y Y = A.B.C
B O

CO • > I1 kn

0 GNDé-—»

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-116 Package TO-85
BoîtierBoîtier

n v ! f r l
1A 1B 1Y VCC 2Y 2A 2B

TTL - IV 74 - 4 1/2
THOMSON - CSF
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SF.C 410 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified) .
Dans toute la gamme de température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires ).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

VALUES*
VALEURS

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^1Hmin 2 V

^CCmin
V , = 2 V

IQ = 16 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas

V 0,4 V VQ < 0,4 V 1OLmax

IMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQ[_ max

OLmax
O (Lmax )

16 mA/

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas

V 0,8 VILmax i

^CCminiMinimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut v^OHmin 2,4 V VQ > 2,4 V= 0,8 V 2i

IQ = —0,8 mA
Minimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VQ /-invn

OHmin
O (Hmin)

-0,8 mA/

VIMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQ [_ max

CCmax
V, = 0,4 V

ILmax
/ (Lmax ) < 1,6 mA 3-1,6 mA/

^CCmax
V, = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin

IHmin
/ (Hmin)

40 /tA I, < 4 0 /J A/ I
4

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V

I 1 mA < 1 mAIH I
!

SF.C 410 E-ET 18 mA<|lQ|<55 mA
^CCmaxShort -circuit output current

Courant de sortie en court-circuit 5OS V = 0SF.C 410 EM
KM- PM

I 20 mA<|lQ|<55 mA

Supply current, low level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier ,
sortie à l'état bas

^CCmax
V, = 5 V

I typ. 9 mA * CC ^ 16,5CCL

6
Supply current, high level output,
per package
Courant d’alimentation par boî tier,
sortie à l'état haut

VCCmax
V, = 0 V

typ.3 mA *CC ^ 6 mACCH

VCCmin
I, = —12 mA

w 25°c
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse VIL |V,| < 1,5 V 7typ. —1 V

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES t a m b = + 2 5°C VCC == 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP.MIN. MAX. FIG.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

tPLH 11 ns 22 ns

CL = 15 pF

RL = 400 El
52

Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa/ de sortie

tPHL 15 ns7 ns

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQC=5 Y à tam^ =25°C

ASee figures page 139
Voir figures page 139
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SF.C 413 E
DUAL FOUR INPUT NAND SCHMITT TRIGGERS

DOUBLES TRIGGERS DE SCHMITT A QUATRE ENTREES

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

vcc (V »
Package
Boî tierType Low State

Etat bas
High State
Etat haut

Max.Min.

SF.C 413 E TO-116 0°C, + 70°C 4,75 5,25 5,5 V 10 20

SF.C 413 ET TO-116 -25°C, + 85°C 4,75 5,25 205,5 V 10
Ail

inputs
Toutes
entrées

SF.C 413 EM TO-116 -55°C, + 125°C 14,5 5,5 5,5 V 10 20

SF.C 413 KM TO-116 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 2010

TO-85SF.C 413 PM -55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 20

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

VOî^ 4 kn ^ cc
0,13 kn1,8 kn 1,1 kn 1,6 kn1 kn

( -
i t-/ / / \

4 'B O 4 > O Y
c o <0,39 kn <4 I I r2 kn Y = A.B.C.Dé 1 knD O-

GNDOé—+

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-85
Boîtier

Package TO-116
Boîtier

VCC 2D 2C N.C. 2B 2A 2Y

4EHiH!h0^HïHî}-
i£>)

1A 1B N.C. 1C 1D 1Y GND

TTL - IV 74 - 4 1/4
THOMSON - CSF
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SF.C 413 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede températureambiantede fonctionnement(sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES*VALEURS
PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

Positive going threshold voltage
Tension de seuil pour le flanc de croissance vT+ VCCmin1,4 V

Négative going threshold voltage
Tension de seuil pour le flanc de décroissance VT- 1,1 V ^CCmax

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin ^CCmax2 V

A
Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax VCCmin0,7 V

VCCmin
IQ = 16 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax VQ < 0,4 V0,4 V

VCCmin
IQ = —0,8 mA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin VQ > 2,4 V2,4 V

^CCmax
= 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_max

ILmax
/ (Lmax )

!l , l < 1,6 mA—1,6 mA 3/ vi
^CCmax
V, = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQ̂ min

'IHmin
'/ (Hmin) < 40 pA 440 pA

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V < 1 mA'IH 41 mA

^CCmax
V, = 0

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 'os typ. —35 mA 18 mA<| IQ|<55 mA 5

Supply current, low level output,
per package
Courant d'alimentation par boltier ,
sortie à l'état bas

VCCmax
V. = 5 V 'cc ^typ. 20 mA 6CCL

Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état haut

^CCmax
V, = 0

I QQ ^ 28 mA 6typ. 14 mACCH

VMaximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

CCminV |V||< 1,5 Vtyp. — 1 V 7IL = -12 mAI

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES V C C = 5 V N = 1 0

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. FIG.MAX.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

VLH 18 ns 35 ns

CL = 15 pF

RL = 400 El BPropagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa/ de sortie

lPHL 15 ns 30 ns

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tamfj=25°C

ASee figures page 139
Voir figures page 139
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SF.C 413 E

TEST CIRCUIT
MONTAGE DE TEST

VOLTAGE WAVEFORMS FOR TESTING THRESHOLD VOLTAGE
FORME D'ONDE POUR TESTER LES TENSIONS DE SEUILS

VCC
Q

O4,5 V a ? O Output
SortieGenerator A

Générateur

«

^CCmax
VCCmin VCCminVCC

2 V

1,4 V
1,1 V

1 0,7 V0 VGenerator A
Générateur

V VOH OHOutput
Sortie

VOL

Figure A

TTL - IV 3/4
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SF.C 413 E

TEST CIRCUIT
MONTAGE DE TEST

DYNAMICTEST
TEST DYNAMIQUE

vcc=5 V 5 V
Q2,4 V

Q RL
Output
SortieO H H H iGenerator A

Générateur
<&

1N 3064

MR

3 V
1,7 V--

0,9 V
Generator A
Générateur 0 V

Output
Sortie \ 1,5 V

ItPHL XPLH
i l i

Figure B

4/4 TTL - IV
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SF.C 416 E
HEX POWER INVERTERS, WITH OPEN COLLECTORS OUTPUTS (15 V)

SEXTUPLES INVERSEURS DE PUISSANCE,SORTIES AVEC COLLECTEURS OUVERTS (15 V)

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Output
current

low State
Courant
de sortie
état bas

VCC < V > Output*voltage
Tension

de sortie

Maximurr
input voltage

Tension d’entrée
maximale

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boî tierType

Min. Max.

SF.C 416 E TO-116 0°C, + 70°C 4,75 5,25 5,5 V 15 V 40 mA

SF.C 416 ET TO-116 30 mA-25°C, + 85°C 4,75 5,25 5,5 V 15 V Ail
inputs
Toutes
entrées

SF.C 416 EM TO-116 30 mA-55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 15 V 1

SF.C 416 KM TO-116 30 mA-55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 15 V

SF.C 416 PM T0^85 30 mA—55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 15 V

* Maximum voltage which should be applied to any output in the off State
Tension maximale qui peut être appliquée sur les sorties à l'état bloquéSCHEMATIC

SCHEMA ELECTRIQUE

VO vcc^ 1,66 1,4 kfi

Y : AO Y<2 I F

A o 4 F

100 SI

1 kSî

O GND

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-116
Boîtier

Package TO-85
Boîtier

VCC 6A 6Y 5A 5Y 4A 4Y

1-0—E3—El—[3—S—E]—IZh
-[>i y v

£>i rD>°| rC>j
H3H3H3-0—0—0—El-

)

1A 1Y 2A 2Y 3A 3Y GND

TTL - IV 74 - 4 1/2
THOMSON - CSF
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SF.C 416 E

Over operating free-air température range (uniess otherwise specified).
Dans toute lagamme de température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES *
VALEURS

ASYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

VCCmin
V, = 2 V
IQ = 16 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V 16VQ < 0,4 V

Minimum output current at VQLmax
Courant minimal desortie à VQLmax

Obmax
O (Lmax)

16 mA/

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas

V 0,7 VOL
VCCmin
V, = 2 V

*0 = 'OL

SF.C 416 ET-EM
KM-PM VQ < 0,7 VMinimum output current

at 0,7 V
Courant minimal de sortie
à 0,7 V

30 mA 16

’OL
SF.C 416 E 40 mA

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas VILmax VCCmin

V| = 0,8 V

VQ = 15 V

0,8 V
< 250pA 23'oMaximum output current at 15 V

Courant maximal de sortie à 15 V 250 pAO (15 V)

^CCmax
V, = 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_max

ILmax
/ (Lmax)

-1,6 mA |l , l < 1,6 mA 18/

^CCmax
V, = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin

IHmin
/ (Hmin)

I, < 40 pA40pA/ I
19

VCCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V I, < 1 m A1 mAIH I

Supply current, low level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état bas

^CCmax
V, = 5 Vtyp. 32 mA 'ce <•51 mACCL

21
Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état haut

^CCmax
V, = 0

I typ. 30 mA QQ < 48 mACCH

VCCminMaximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

V I = -12 mAtyp. —1 V IV, < 1,5 V 22IIL
W 25°C

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb B̂’C V C C = 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

MIN. TYP. MAX. FIG.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

*PLH 10 ns 15 ns

CL = 15 pF

RL = 110 X2 53
Propagation delay time,high to low
levef output
Temps de propagation à la décroissance
du signa! de sortie

lPHL 15 ns 23 ns

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour Vçç=5 V à tamp —25°C

ASee figures page 139
Voir figures page 139
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SF.C 417 E
HEX POWER GATES, WITH OPEN COLLECTORS OUTPUTS (15 V)

SEXTUPLES OPERATEURS DE PUISSANCE, SORTIES AVEC COLLECTEURS OUVERTS (15 V)

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PR!NC!PALES

Output
current

low State
Courant

de sortie
état bas

vcc <v> Output*voltage
Tension

de sortie

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Min. Max.

SF.C 417 E TO-116 0°C, + 70°C 5,254,75 5,5 V 15 V 40 mA

SF.C 417 ET TO-116 -25°C, + 85°C 4,75 5,25 5,5 V 30 mA15 V Ail
inputs
Toutes
entrées

SF.C 417 EM TO-116 —55°C, + 125°C 14,5 5,5 5,5 V 15 V 30 mA

SF.C 417 KM TO-116 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 15 V 30 mA5,5 V

SF.C 417 PM TO-85 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 15 V 30 mA

*Maximum voltage which should be applied to any output in the off State
Tension maximale qui peut être appliquée sur les sorties à l'état bloquéSCHEMATIC

SCHEMA ELECTRIQUE

°VCC

> 1,6 kn> 6 kn 3,4 kn$

O Y Y = A

< y-

A O •n

100 SI

<:: 1 kfi

0 GND

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-116
Boîtier

Package TO-85
Boî tier

VCC 6A 6Y 5A 5Y 4A 4Y

r-0-~0-0—FH3H3-0-w v
JptL JptL

KDH3H3H3H3-T11HZ)-

)

1A 1Y 2A 2Y 3A 3Y GND

CUVIVOK SEMICONDUCTEURS

T T L - I V 7 4 - 4 1 /2
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SF.C 417 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede température ambiantede fonctionnement(sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES*
VALEURS

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l’état bas ^ILmax 0,8 V

VCCmin
V, = 0,8 V

= 16 mA
Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 24V0 < 0,4 V0,4 V

'oIMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQLmax

OLmax
O (Lmax)

16 mA/

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas

V 0,7 VOL
VCCmin

= 'OL
V, = 0,8 V

SF.C 417 ET-EM
KM-PM 'o V0 < 0,7 V 24Minimum output current

at 0,7 V
Courant minimal de sortie
à 0,7 V

30 mA
OL

SF.C 417 E 40 mA

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^CCmin

= 2 V
v0 = 15 V

^IHmin 2 V
Vl < 250 pA 29’oMaximum output current at 15 V

Courant maximal de sortie à 15 V
I 250 pAO ( 15 V)

VCCmin
V| = 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_max

ILmax
/ (Lmax)

|l,| < 1,6 mA 25-1,6 mA/

^CCmaxMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d’entrée à VQ^min

IHmin
/ (Hmin)

40 ilA I. < 40 pA/ Vl = 2,4 V I
26

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d’entrée à 5,5 V ' lH < 1 mA1 mA I

Supply current, low level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état bas

^CCmaxI typ. 21 mA QQ < 30 mACCL Vl = 0

27
Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état haut

^CCmax
V, = 5 V

I typ. 29 mA Icc ^ 41 mACCH

VCCmin
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

V =—12 mA |V,| < 1,5 V 28typ. —1 VIL I
= 25°Ctamb

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAM!QUES tamb = +25°C V C C = 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX. FIG.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signai de sortie

*PLH .6 ns 10 ns

CL = 15 pF

RL = 11012 53
Propagation delay time, high to low
level output .
Temps de propagation à la décroissance
du signal de sortie

*PHL 20 ns 30 ns

ASee figures page 139
Voir figures page 139* Ail typical values are at -Vcc= 5 V, tamb= 25°C

Toutes les valeurs typiques sont données pour Vçc~5 V à tamp=25°C

2/2 TTL - IV
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SF.C 420 E

DUAL FOUR INPUT NAND GATES
DOUBLES OPERATEURS ET-NON A QUATRE ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d’entrée
maximale

vcc (V > Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boî tierType

Low State
Etat bas

High State
Etat haut

Min. Max.

SF.C 420 E TO-116 0°C, + 70°C 4,75 5,25 5,5 V 10 20

SF.C 420 ET TO-116 —25°C, + 85°C 4,75 5,25 5,5 V 10 20 Ail
inputs
Toutes
entrées

1SF.C 420 EM TO-116 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 20

TO-116SF.C 420 KM —55°C, + 125°C 5,5 V4,5 5,5 10 20

SF.C 420 PM TO-85 -55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 20

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

O VCCn^ 4 ka 1,6 ka 130 a

1/ / / \
AO * >

O Y Y = A.B.C.D-< v-
BO
C O
DO * »

1 kam 0 GND

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-116
Boîtier

Package TO-85
Boîtier

TTL - IV 74 - 4 1/ 2
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SF.C 420 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified) .
Dans toute la gamme de température ambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires ).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES*
VALEURS

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut

V 2 VIHmin
VCCmin
vi =

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 2 V VQ < 0,4 V 10,4 V

- 16 mAIOMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQj_ max

OLmax
O (Lmaxl

16 mA/

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas

V' 0,8 VIL.max
VCCmin
V, = 0,8 V
l0 = -0,8 mA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut

V 2VQ > 2,4 V2,4 VOHmin

IMinimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VQHmjn

OHmin
O (Hmin )

-0,8 mA/

^CCmax
V, = 0,4 V

Maximum input current at VQLmax
Courant maximal d'entrée à V(jLmax

ILmax
/ ( L.max ) < 1,6 mA 3— 1,6 mA/ I

^CCmax
V, = 2,4 V

Maximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQ^min

IHmin
/ (Hmin)

40 pA I. < 40 pA/

4^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V

1 mA I, < 1 m AH

SF.C 420 E-ET 18 mA<|lQ|<55 mA
^CCmax
V, = 0

Short -circuit output current
Courant de sortie en court -circuit

5OSSF.C 420 EM
KM-PM

20 mA<|lQ|<55 mA

Supply current, low level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état bas

VCCmax
= 5 V IQQ ^ 11 mAtyp. 6 mACCL VI

6
Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état haut

^CCmax
V, = 0 V /

typ. 2 mA Icc ^ 4 mACCH

VCCmin
= — 12 mA

w 25°c
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse VIL IV, ! < 1,5 Vtyp. -1 V 7

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ^mb = + 25°C VCC = 5 v N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP. FIG.MIN. MAX.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

lPLH 12 ns 22 ns

CL = 15 pF

RL = 400 il
52

Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa / de sortie

*PHL 8 ns 15 ns

* Ail typical values are at Vcc = 5 V, tarnb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VçQ~5 V à tamfr =25°C

ASee figures page 139
Voir figures page 139

2/2 TTL - IV

100



SF.C 426 E

QUADRUPLE TWO INPUT NAND GATES, OPEN COLLECTORS OUTPUTS (15 V)
QUADRUPLES OPERATEURS ET-NON A DEUX ENTREES,SORTIES AVEC COLLECTEURS OUVERTS (15 V)

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Output
. current
low State
Courant
de sortie
état bas

Output*voltage
Tension
de sortie

VCC < V > Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiantede fonctionnement

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Min. Max.

TO-116 0°C, + 70°C 15 V 16 mASF.C 426 E 4,75 5,25 5,5 V
Ail—25°C, + 85°C 15 V 16 mASF.C 426 ET TO-116 4,75 5,25 5,5 V inputs

Toutes
entrées

1
15 V 16 mASF.C 426 EM TO-116 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V

16 mATO-116 —55°C, + 125°C 4.5 5,5 5,5 V 15 VSF.C 426 KM

* Maximum voltage which should be applied to any output in the off State
Tension maximale qui peut être appliquée sur les sorties à l'état bloquéSCHEMATIC

SCHEMA ELECTRIQUE

°VCC

^ 4 kf2 ^ 1,6 kft

n\
AO

O Y Y = A.B<BO

î1 kn

O GND-é- 4

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package TO-116
Boîtier

VCC 4B 4A 4Y 3B 3A 3Y

11 10 9 814 13 12

TTL - IV 74 - 4 1/2
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SF.C 426 t

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gamme de température ambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

* TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES

VALUES
VALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

VCCmin
V, » 2 V

IQ = 16 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas

V0 < 0,4 VvOLmax 10,4 V

’OLmax
O (Lmax)

Minimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQLmax 16 mA

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V VCCmin

V, = 0,8 V

VQ = 12 V
0 < 50 pA 8

Maximum output current at 12 V
Courant maximal de sortie à 12 V *0(12 V) 50 ilA

VCCmin
V, = 0,8 V

= 1 mA

Output transistor breakdown voltage
Tension de claquage du transistor de sortie

W0 > 15 VV 15 V 80

'o
^CCmax
V, = 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_max

ILmax
I (Lmax)

|l.| < 1,6 mA-1,6 mA 3I

^CCmax
V, = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmjn < 40 pAIHmin

/ (Hmin)
440 \iA I/

VCCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d’entrée à 5,5 V

l i < 1 m A*IH 1 mA 4

Supply current, low level output,
per package
Courant d’alimentation par boltier ,
sortie à l'état bas

VCCmax
V, = 5 V

I Q0 <22 mAtyp. 1 6CCL

Supply current, high level output,
per package
Courant d’alimentation par boîtier ,
sortie à l'état haut

^CCmax
V, = 0 Q0 <8 mAI typ. 4 mA 6CCH

VCCmin
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

|V,| <1,5 VV = —12 mA 7typ. —1 VIL
W 25°C

V C C = 5 VDYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ^mb = + 25°C

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP. FIG.MIN. MAX.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

XPLH I6 ns 24 ns

CL = 15 pF
R|_ = 1 k£2 53

Propagation delay time,high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa/ de sortie

*PHL 11 ns 17 ns

* Ail typical values are at V00= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQC=5 V à tamtJ-25°C

ASee figures page 139
Voir figures page 139
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SF.C 430 E
EIGHT INPUT NAND GATES

OPERATEURS ET-NON A HUIT ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

vcc < v >Package
BoîtierType

Low State
Etat bas

High State
Etat haut

Max.Min.
SF.C 430 E TO-116 0°C, + 70°C 4,75 5,25 5,5 V 10 20

SF.C 430 ET TO-116. —25°C, + 85°C 4,75 5,25 5,5 V 10 20 Ail
inputs
Toutes
entrées

1SF.C 430 EM TO-116 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 20

SF.C 430 KM 5,5 V 10TO-116 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 20

10SF.C 430 PM TO-85 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 20

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

VO VCC

1.6 kn^ 4 kn 130 n

< y

7 / / 7 / 7 / X
Ao O Y Y = A.B.C.D.E.F.G.H
BO J i i

CO 4 I

DO 4 I

EO 4 I

%FO 4 I 1 kftGO 4 (

HO a GND
O

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-116
Boîtier

Package TO-85
Boîtier

VCC N.C. H G N.C. N.C. Y
B12 11 10 914 13

)
3 4 5 6 71 2

A B C D E F GND

TTL - IV 74 - 4 1/2
THOMSON - CSF
DIVISION SEMICONDUCTEURS 103m



SF.C 430 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified) .
Dans toute la gamme de température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

VALUES*VALEURS
TEST CONDITIONS

CONDITIONS DE
VERIFICATION

APARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

jviinimum high level input voltage
jTension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

^CCmin
V, = 2 V

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax VQ < 0,4 V0,4 V 1

Q = 16 mAIMinimum output current.at VQLmax
Courant minimal de sortie à VQi_max

OLmax
O (Lmax )

16 mA/

Maximum low level input voltage
Tension piaximale d'pntrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

1 VCCmin
V ( = 0,8 V

IQ = —0,8 mA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 22,4 V VQ > 2,4 V

IMinimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VQ^min

OHmin
O (Hmin)

—0,8 mA/

^CCmax
V, = 0,4 V

IMaximum input current at VQLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_ max

ILmax
' / (Lmax ) 3< 1,6 mA-1,6 mA/ I

^CCmax
V, = 2,4 V

Maximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VoHmin

IHmin
/ (Hmin)

40 pA I , < 4 0 ^A/ I
4

^CCmaxMaximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V ' lH 1 mA h < 1 m AV = 5,5 VI

SF.C 430 E-ET 18 ITIA<|IQ|<55 mA
^CCmax
V, = 0

Short -circuit output current
Courant de sortie en court-circuit $F.C 430 EM

PM- KM
'os 5

20 mA<|lQ|<55 mA

Supply current, low level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état bas

VCCmax
= 5 V ^ 6 mAtyp. 3 mACCL V I

6
Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état haut

^CCmax
= 0 V

I typ. 1 mA 'cC ^ ^ mACCH Vl
VCCmin
l, = —12 mA

w 25°c
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d’entrée en inverse

V.L |V,| < 1,5 Vtyp. —1 V 7

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ^mb = + 25° C V C C = 5 V N = 1 0

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX. FIG.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

tPLH 13 ns 22 ns

C^ = 15 pF

RL = 400 il
52

Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa / de sortie

t 8 ns 15 nsPHL

* Ail typical values are at VQQ= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQC~5 V à (amb=25°c ASee figures page 139

Voir figures page 139
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SF.C 432 E

QUADRUPLE TWO INPUT POSITIVE OR GATES
QUADRUPLES OPERATEURS OU A DEUX ENTREES

SSI

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc ( V> Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boî tierType

Low State
Etat bas

High State
Etat haut

Max.Min.

TO-116 4,75 5,25SF.C 432 E 5,5 V0°C, + 70°C 10 20

TO-116SF.C 432 ET 4,75 5,25 5,5 V—25°C, + 85°C 10 20 Ail
inputs
Toutes
entrées

SF.C 432 EM TO-116 14,5 5,5 5,5 V—55°C, +125°C 10 20

SF.C 432 KM TO-116 5,54,5 5,5 V—55°C, +125°C 10 20

SF.C 432 PM TO-85 —55°C, +125°C 5,54,5 5,5 V 10 20

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

O VCC -
4 K£2 4 k£2 2,5 K£2 1,6 K£2 130 £2

W-n i >KA O

O Y Y = A +B

<B O

1 k£21 K£2

O GND

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-85 (CB-98)
Boîtier

Package TO-116 <CB 2)
Boîtier

VCC 4B 4A 4Y 38 3A 3Y
13 12 11 10 • •

Hft pyi’i
14

1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND

TTL - IV 74 - 11 1/2
THOMSON - CSF
tXVItaON SE«CONDUCTEURS
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SF.C 432 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede température ambiantede fonctionnement(sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES*
VALEURS

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

VCCmin
V, = 0,8 V

IQ = 16 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximalegarantie en sortie à l’état bas ^OLmax VQ < 0,4 V0,4 V

Minimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQLmax

OLmax
O (Lmax ) 16 mA/

Maximum low level input voltage
Tension maximale d’entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

^CCmin
V, = 2 V

IQ = —0,8 mA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l’état haut ^OHmin VQ > 2,4 V2,4 V

Minimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VQHmin

OHmin
O (Hmin) —0,8 mA/

^CCmax
V, = 0.4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d’entréeà VQi_max

ILmax
/ (Lmax) ll.l < 1,6 mA-1,6 mA/

^CCmax
V, = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d’entrée à VQHmin

IHmin
/ (Hmin)

I. < 40pA40pA/

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V IH 1 mA < 1 mAI

18 mA<|lQ |<55 mASF.C 432 E-ET
VCCmax
V, = 0

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 'os

SF.C 432 EM
KM - PM

20 mA<|lQ|<55 mA

Supply current,high level output,
per package
Courant d’alimentation par boîtier,
sortie à l'état haut

^CCmax
= 5 V

I typ.15 mA cc < 22 mACCH vi
Supply current, low level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l’état bas

^CCmax
V, = 0 V

typ. 23 mA 'cc ^ ^mACCL

^CCmin
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d’entrée en inverse

V = -12 mA |V,| < 1.5 Vtyp. -1 VIL I
W 25°c

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES t a m b = +2 5°C VCC = 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP. FIG.MIN. MAX.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

tPLH 10 ns 15 ns

CL = 15 pF

RL = 40012Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa! de sortie

t 14 ns 22 ns.PHL

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tamp=25°C

2/ 2 TTL - IV
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SF.C 437 E
QUADRUPLE TWO INPUT POSITIVE NAND DUFFERS

QUADRUPLES OPERATEURS DE PUISSANCE ET-NON A DEUX ENTREES
SSI

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

VCC (V >Package
BoîtierType Low State

Etat bas
High State
Etat hautMax.Min.

TO-11f>(SF.C 437 E 4,75 5,25 5,5 V 30 450°C, + 70°C

SF.C 437 ET TO-116 4,75 5,25 5,5 V 30 45—25°C, + 85°C Ail
inputs
Toutes
entrées

1SF.C 437 EM TO-116 4,5 5,5 V 305,5 45—55°C, +125°C

TO-116SF.C 437 KM 4,5 5,5 V 30 45—55°C, +125°C 5,5

SF.C 437 PM TO-85 —55°C, +125°C 4,5 5,5 5,5 V 30 45

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

O VCC
4 k£2 600 £2 100 £2

7
O Y Y = A . B4 k£2

A O-
B O

400 £2

O GND

PINS CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
'Vues de dessus

Package TO-85 (CB-98)
Boîtier *

Package TO-116 (CB 2)
Boîtier

Vcc 4B 4A 4Y 3B 3A 3Y

1B 1Y 2A 2B 2Y GND1A

TTL - IV 74 - 11 1/2
THOMSON - CSF
DIVISION SCMICONOOCTEURS
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SF.C 437 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagamme de température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES*VALEURS
PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d’entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

VCCmin
V, = 2 V

IQ = 48 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 10,4 V VQ < 0,4 V

Minimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQi_max

OLmax
O (Lmax ) 48 mA/

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l’état bas ^ILmax 0,8 V

VCCmin
V, = 0,8 V

IQ = —1,8 mA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V VQ > 2,4 V 2

IMinimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VQHmin

OHmin
O (Hmin) —1,8 mA/

VCCmaxIMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQ/_max

ILmax
/ (Lmax ) 3H ,l < 1,6 mA—1,6 mA/ V = 0.4 VI

VCCmaxMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin

IHmin
/ (Hmin) 40 juA I. < 40 pA! V. = 2,4 V I

4^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V ' IH 1 mA < 1 mAI

18 mA<|lQ|<70 mASF.C 437 E-ET
VCCmax
V, = 0

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 5OS

SF.C 437 EM
KM - PM

20 ITIA<|IQK70 mA

Supply current, low level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier ,
sortie à l'état bas

VCCmax
V, = 5 Vtyp. 34 mA çç < 54 mACCL

6
Supply current, high level output,
per package
Courant d’alimentation par boîtier,
sortie à l'état haut

^CCmax
V, = 0 V

I typ. 9 mA QQ ^ 16 mACCH

VCCmin
= -12 mA

tamb= 25“C

Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

V typ. —1 V |V,| < 1,5 V 7IL

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb = +25°C VCC = 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP. FIG.MIN. MAX.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

tPLH 13 ns 22 ns

CL = 45 pF
R ^ = 133 El

52
Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa/ de sortie

tPHL 8 ns 15 ns

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ 5 V à tamp —25°C

ASee figures page 139
Voir figures page 139
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SF.C 438 E

QUADRUPLE TWO INPUT POSITIVE NAND BUFFERS (WITH OPEN COLLECTOR )
QUADRUPLES OPERATEURS DE PUISSANCE ET-NON A DEUX ENTREES (AVEC COLLECTEUR OUVERT )

SSI

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Output
current
low State
Courant
de sortie
état bas

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Output
voltage
Tension
de sortie

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

VCC (V)
Package
Boî tierType

Min. Max.

0°C, + 70bCSF.C 438 E 5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V4,75 5,25TO-116

5,5 VSF.C 438 ET 4,75 5,25TO-116 —25°C, + 85°C

—55°C, +125°C

—55°C, +125°C

—55°C, +125°C

Ail
inputs
Toutes
entrées

15,5 V4,5 5,5SF.C 438 EM TO-116

5,5 V5,5 V4,5 5,5SF.C 438 KM TO-116

5,5 5,5 V 5,5 V4,5TO-85SF.C 438 PM

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

O VCC

4 kn 600 a

7\
O Y Y = A . BAO Ç

BO

400 a

OGND

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-85 (CB-98)
Boîtier

Package TO-116 (CB-2)
Boîtier

4B 4A 4Y 3B 3A 3YVCC

rf?71 2 3 4 5 8

1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND

TTL - IV 74 - 4 1/2
THOMSON - CSF
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SF.C 438 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede températureambiantede fonctionnement(sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES *VALEURS
PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2V

VCCmin
= 2 V

Q = 48 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas VQ < 0,4 VVlVOLmax 10,4 V

IMinimum output current at VOLmax
Courant minimal de sortie à VQ[_max

JOLmax
O (Lmax )

48 mA

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax VCCmin

V, = 0,8 V

VQ = 5,5 V

0,8 V

'o < 250 A«A 8
Maximum output current at 5,5 V
Courant maximal en sortie à 5,5 V

I 250 pAO (5,5 V)

^CCmaxIMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_max

ILmax
/ (Lmax ) |l. | < 1,6 mA-1,6 mA 3/ = 0,4 VV,

I VCCmax
V, = 2,4 V

Maximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin

IHmin
/ (Hmin) I, < 40 pA40 pA 4/ I

VCCmax
V. = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V ' lH < 1 mA1 mA 4I

Supply current, low level output,
per package
Courant d’alimentation par boî tier ,
sortie à l’état bas

^CCmax
= 5 V IQC < 54 mAI typ. 34 mA 6CCL vi

Supply current, high level output ,
per package
Courant d'alimentation par boîtier ,
sortie à l'état haut

^CCmaxI IQQ < 9 mAtyp. 5 mACCH 6= 0Vl

vCCmin
I, = — 12 mA

W 25°C

Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse IV, |< 1,5 VV 7typ. —1 VIL

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 'amb = + 25°C V C C = 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES MIN. TYP. MAX. FIG.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

14 ns 22 nslPLH
= 45 pF
= 133 nCL 53RLPropagation delay time,high to low

level output
Temps de propagation à la décroissance
du signal de sortie

VHL 18 ns11 ns

* Ail typical values are at Vcc =5 V, tamb = 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQC =5 V à tamb=25°C

ASee figures page 139
Voir figures page 139
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SF.C 440 E

DUAL FOUR INPUT NAND POWER GATES
DOUBLES OPERATEURS DE PUISSANCE ET-NON A QUATRE ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
SortanceOperating free*air

température range
Gamme de température

ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

vcc ( V)
Package
BoîtierType Low state

Etat bas
High state
Etat hautMin. Max.

SF.C 440 E TO-116 0°C, + 70°C 4,75 5,25 5,5 V 30 45

SF.C 440 ET TO-116 —25°C, + 85°C 4,75 5,25 5,5 V 30 45 Ail
inputs
Toutes
entrées

SF.C 440 EM 5,5 V 30TO-116 —55°C, +125°C 4,5 5,5 45 1

SF.C 440 KM TO-116 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 30 45

SF.C 440 PM TO-85 -55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 30 45

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

O VCCi4 kn Î 600n •ioo n

/ / / X
AO <
BO O Y Y = A.B.C.DCca *-1 »
DO >

400n 4 kn

O GND— —é-

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-85
Boîtier

Package TO-116
Boîtier

VCC 2D 2C N.C. 2B 2A 2Y

-B—Oïl—QD—EU—C°l—E—[D~

ÜO)
2 3 4 ü 6 7

1A IB N.C. 1C 1D 1Y GND

TTL - IV 74 - 4 1/2
THOMSON - CSF
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SF.C 440 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gamme de température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

VALUES*
VALEURS

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VER!FICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l’état haut ^IHmin 2 V

VCCmin
= 2 V

Q = 48 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax Vl VQ < 0,4 V 10,4 V

Minimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQ[_max

OLmax
O (Lmax ) 48 mA/

Maximum low.level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas VILmax 0,8 V

^CCmin
V| = 0,8 V V0 > 2,4 V

IQ = —1,8 mA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 22,4 V

Minimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VQ /-fm,n OHmin

O (Hmin) -1,8 mA/

^CCrnax
V. = 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_max

ILmax
/ (Lmax ) 3< 1,6 mA-1,6 mA/ I

^CCmax
V, = 2,4 V

Maximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQ^min

IHmin
/ (Hmin)

40 pA I, < 4 0 p A/ I
4^CCmax

V, = 5,5 V
Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V 1 mA < 1 mAIH

SF.C 440 E-ET 18 mA<|lQ|<7pmAVCCmax
V, = 0

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 5OSSF.C 440 EM

KM-PM 20 mA<|lQ|<70mA

Supply current, low level output,
per package
Courant d’alimentation par boî tier,
sortie à l'état bas

^CCmax
V, = 5 V

I typ. 17 mA Icc ^ 27 mACCL

6
Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état haut

VCCmax
V, = 0 V

I
QQ ^ 8 mAtyp. 4 mACCH

VCCmin
I, = — 12 mA

W 25°c
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

V |V,| < 1,5 Vtyp. -1 V 7IL

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb^2500 V C C = 5 V N = 30

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP.MIN. MAX. FIG.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

tPLH 22 ns13 ns

CL = 15 pF

RL = 133 El
52

Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa/ de sortie

VHL 8 ns 15 ns

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb=25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQC=5 V à tam^-25°C

ASee figures page 139
Voir figures page 139
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SF.C 450 E

DUAL EXPANDABLE AND-OR-INVERT GATES
DOUBLES OPERATEURS ET-OU-NON EXPANSIBLES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTER /ST /QUES PR!NC!PALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc < V) Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boî tierType Low State

Etat bas
High State
Etat haut

Max.Min.

5,25SF.C 450 E

SF.C 450 EM

SF.C 450 KM
SF.C 450 PM

0°C, + 70°C

—55°C, + 125°C

—55°C, + 125°C

—55°C, + 125°C

4,75 5,5 V

5,5 V

5,5 V
5,5 V

10 20TO-116
Ail

5,54,5 2010TO-116 inputs
Toutes
entrées

1
4,5 5,5 2010TO-116

5,54,5 10 20TO-85

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

C ^1,6 kn Î OVCC
4 kn 130 CL

rr\
Y = AB + CD + XA O-H OD O YX Ô

B X O

\ kn

O GND

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-116
Boîtier

Package TO-85
Boîtier

VCC 1B 1X 1X 1D 1C 1Y

— 14 9 8 —

1 2 3 4 5 6 7 —1

1A 2A 2B 2C 2D 2Y GND

TTL - IV 74 - 4 1/3
THOMSON - CSF

DIVISION SEMCOMOUCTEURS
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SF.C 450 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gamme de température ambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES
VAL EURS

SVMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

VCCmin
V, = 2 V

IQ = 16 mA
Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bar vOLmax 0,4 V 38VQ <0,4 V

IMinimum output current at VOLmax
Courant minimal de sortie à VQi_max

OLmax
O (Lmax ) 16 mA/

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

^CCmin
Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut

= 0,8 V^OHmin V. VQ > 2,4 V 392,4 V
= -0,8 mA*0IMinimum output current at VoHmin

Courant minimal de sortie à VQ̂ min
OHmin
O (Hmin)

—0,8 mA/

^CCmin
V. = 0,4 V

IMaximum input current at VOLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_max

ILmax
/ (Lmax)

I I, I <1,6 mA-1,6 mA 40/

^CCmax
= 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VOHmin

IHmin
I (Hmin)

I, <40pA40pA 41I/ vi
^CCmaxMaximum input current at 5,5 V

Courant maximal d'entrée à 5,5 V >IH I . <1 mA 411 mA = 5,5 Vvi
18 mA<| IQ|<55 mASF.C 450 E

^CCmax
V. = 0

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit

!OS 42
SF.C 450 EM

KM- PM
20mA<| IQ|<55 mA

Supply current, low level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état bas

VCCmax
V, = 5 VI typ. 7 mA 43CCL 'cC mA

Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier ,
sortie à l'état haut

^CCmax 43'ce mAtyp. 4 mACCH Vl = 0

^CCmin
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

= -12 mAV typ. -1 V 7|V ,| < 1,5 VIIL w 25°c

* All typical values are at Vcc= 5 v» tamb=25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour Vçç=5 V è tamb=25°C

ASee figures page 139
Voir figures page 139
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SF.C 450 E

ELECTRICAL CHARACTERISTICS using expander inputs
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES utilisant les entrées d'expansion

(SF.C 450 EM, KM, PM)

V C C - 4* V tgmb = -5 5 ° C

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

AVALUES
VALEURS FIG

V1 = 0,4 V

Q = 1 6 mA
Maximum expander current
Courant d'expansion maximal

l^ ^ 2,9 mA> X ' 44-2,9 mA

= 0,41 mA

Q = 1 6 mA
1Base-emitter voltage of output transistor

Tension maximale base-émetteur du transistor
de sortie

VBE< 1 V1 V 45VBE
R1 = 0

0 = 16 mA
= 0,3 mA

R1 = 138 El

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax VQ < 0,4 V 450,4 V 1

0 = —0,8 mA
= 150 pA

2 = —150 /iA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V V0 > 2,4 V 461

ELECTRICAL CHARACTERISTICS using expander inputs
CARACTER /STIQUES ELECTRIQUES utilisant les entrées d'expansion

(SF.C 450 E)
V C C = 4,75 V tamb = 0°C
TEST CONDITIONS

CONDITIONS DE
VER!FICAT!ON

APARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS

FIG.
V1 = 0,4 V

0 = 1 6 m A
Maximum expander current
Courant d'expansion maximal X < 3,1 mA 44-3,1 mAX

= 0,62 mA
i0 = 16 mA
R -| = 0

Base-emitter voltage of output transistor
Tension maximale base-émetteur du transistor
de sortie

1
VBE< 1 V 45V 1 VBE

0 = 16 mA
= 0,43 mA
= 130 n

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax V0 < 0,4 V 450,4 V 1

R1

0 = —0,8 mA
= 270 juA

2 = -270 juA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l’état haut ^OHmin V0 > 2,4 V 462,4 V 1

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES V C C = 5 V*amb = + 2 5°C N = 1 0

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

APARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX . FIG.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

lPLH 13 ns 22 ns
C|_ = 15 pF

RL = 400
52

Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa! de sortie

tPHL 15 ns8 ns

ASee figures page 139
Voir figures page 139

TTL - IV 3/3

115



SF.C 451 E

DUAL AND-OR-INVERT GATES
DOUBLES OPERATEURS ET-OU-NON

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

v c c ( V)
Package
BoîtierType Low State

Etat bas
High State
Etat hautMax.Min.

TO-116 10 20SF.C 451 E 0°C, + 70°C 4,75 5,25 5,5 V

TO-116 10 20—25°C, + 85°C 4,75 5,25 5,5 VSF.C 451 ET Ail
inputs
Toutes
entrées

1TO-116 10 20—55°C, +125°C 4,5 5,5 5,5 VSF.C 451 EM

TO-116 20—55°C, + 125°C 5,5 V 10SF.C 451 KM 4,5 5,5

10 20SF.C 451 PM —55°C, +125°C 4,5 5,5 5,5 VTO-85

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

° VCC
s 4 kn 1,6 kn 130 n4 kft

7\ 7 \
« —o cA O—< •

O DB O <
O Y Y = A.B + C.DCI F-

I 1 kn

O GNDJ ^ —é- 4 h

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-85
Boîtier

Package TO-116
Boîtier

VCC 1B N.U. N.U. 1D 1C 1Y

N.U. N.U. 1A1A 2A 2B 2C 2D 2Y GND

TTL - IV 74 - 4 1/2
THOMSON - CSF
DIVISION SEMICONDUCTEURS
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SF.C 451 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified) .
Dans toute la gamme de température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VE R!FICATION

VALUES*VALEURS
PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

^CCmin
V, = 2 V

IQ = 16 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'é tat bas ^OLmax 380,4 V VQ < 0,4 V

Minimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQi_max

OLmax
O (Lmax )

16 mA/

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas VILmax 0,8 V

I VCCmin
V, = 0,8 V

IQ = -0,8 mA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 392,4 V VQ > 2,4 V

IMinimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VQHmjn

OHmin
O (Hmin)

—0,8 mA/

^CCmax
V, = 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_ max

ILmax
/ (Lmax ) 40< 1,6 mA-1,6 mA/ I

^CCmax
V, = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin

IHmin
/ (Hmin)

40 pA li < 40pA/ I
41^CCmax

V , = 5,5 V
Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V '|H 1 mA I , < 1 m AI

18 mA<|lQ|<55 mASF.C 451 E-ET
VCCmaxShort-circuit output current

Courant de sortie en court-circuit 'os 42V = 0SF.C 451 EM
KM-PM

I 20 mA<|lQ|<55 mA

Supply current, low level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état bas

^CCmax
V, = 5 V

I typ. 7 mA QQ ^ 14 mACCL

43Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état haut

VCCmax
V, = 0 V

typ. 4 mA 'cC ^ ^ mACCH

VCCmin
= -12 mA

W 25

Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse VIL |V,| < 1,5 V 7typ. —1 V

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 'amb^S’C V C C = 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP. FIG.MIN. MAX.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

lPLH 13 ns 22 ns

CL = 15 pF

RL = 400 El
52Propagation delay time, high to low

level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa/ de sortie

tPHL 8 ns 15 ns

* AH typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQC=5 V à tam^ =25°C

ASee figures page 139
Voir figures page 139
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SF.C 453 E

EXPANDABLE 4x2 INPUT AND-OR-INVERT GATES
OPERATEURS ET-OU-NON 4x2 ENTREES EXPANSIBLES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d’entrée
maximale

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

VCC ( V)
Package
BoîtierType Low state

Etat bas
High state
Etat haut

Max.Min.

0°C, + 70°C

—55°C, + 125°C

—55°C, + 125°C

—55°C, + 125°C

4,75 5,25 5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V

20SF.C 453 E

SF.C 453 EM

SF.C 453 KM

SF.C 453 PM

TO-116

TO-116

10
Ail5,5 20104,5 inputs

Toutes
entrées

1
2010TO-116

TO-85
4.5 5,5

5,5 20104,5

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

°VCC^4 k f t i l k -4 Ik«>4 k« 1,6 kfi 130 SI

r/\
B o /7 \C O xoD O O Y Y = AB + CD + EF + GH + X

XO

/TA OnE o
F o /7 \G o cH o

1 kSI

°GND

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-85
Boîtier

Package TO-116
Boîtier

T T L - I V 7 4 - 4 1/3
THOMSON - CSF
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SF.C 453 E

Over operating free-air température range (untess otherwise specified).Dans toute la gamme de température ambiante de fonctionnement (sauf indicationscontraires).
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES Fl FCTRIOUFS

VALUES *VALEURS
TEST CONDITIONS

CONDITIONS DE
VERIFICATION

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d’entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

^CCmin
V, = 2 V
IQ = 16 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas VQ < 0,4 V^OLmax 380,4 V

IMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQ[_max

. OLmax
O (Lmax ) 16 mA

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

^CCmin
V, = 0,8 V

= —0,8 mA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin V0 > 2,4 V 392,4 V

'oMinimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VQHmin

OHmin
O (Hmin) —0,8 mA/

VCCmin
V, = 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d’entrée à VQLmax

ILmax
/ (Lmax ) M11 < 1,6 mA—1,6 mA 40/

I ^CCmaxMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin

IIHmin
! (Hmin)

40pA < 40 pA 41= 2,4 Vvi
^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V ' iH 1 mA < 1 mA 41

18 mA<|IQ|<55 mASF.C 453 E VCCmaxShort-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 42OS = 0VlSF.C 453 EM

KM- PM 20 mA<|IQ«55 mA

Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,

sortie à l'état bas

^CCmax
V, = 5 V

typ. 5,1 mA IQQ < 9,5*mA 43CCL

Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état haut

^CCmaxI •ce ^ ^ mAtyp. 4 mA 43CCH V. = 0

VCCminMaximum reverse input voltage
Tension maximale d’entrée en inverse

V |V,| < 1,5 VI = -12 mAtyp. —1 V 7IL I
w 25°c

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQC~5 V à tamp~25°C

ASee figures page 139
Voir figures page 139
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SF.C 453 E

(SF.C 453 EM, KM, PM)

V C C = 4*5 V tamb 5̂500
ELECTRICAL CHARACTERISTICS using expander inputs
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES utilisant les entrées d'expansion

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

APARAMETERS
PARAMETRES

SVMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

V1 = 0,4 V
IQ = 16 mA

Maximum expander current
Courant d'expansion maximal x l^ < 2,9 mA 44-2,9 mA

I-, = 0,41 mA

IQ = 16 mA
R -j = 0

Base-emitter voltage of output current
Tension base-émetteur maximale du transistor
de sortie

V 451 V vBE< 1 vBE

IQ = 16 mA

Il = 0,3 mA
R 1 = 138 El

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax VQ < 0,4 V 450,4 V

= —0,8 mA
!-, = 150 /JA
I2 = —150 pA
’oMinimum high level output voltage

Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V 46VQ > 2,4 V

(SF.C 453 E)

vcc = 4-75 v
ELECTRICAL CHARACTERISTICS using expander inputs
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES utilisant les entrées d'expansion tamb = °°c

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS

A
FIG.

V1 = 0,4 V

IQ = 16 mA
Maximum expander current
Courant d'expansion maximal

« X -3,1 mA l^ < 3,1 mA 44

l^ = 0,62 mA

IQ = 16 mA
R1 = 0

Base emitter voltage of output current
Tension base-émetteur maximale du transistor
de sortie

V 1 V VBE< 1 VBE 45

= 16 mA
I, = 0,43 mA
R1 = 13012
'oMaximum low level output voltage

Tension maximale garantie en sortie à l'état bas VOLmax VQ < 0,4 V0,4 V 45

’o = —0,8 mA
= 270 pA
= -270 pA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 462,4 V I VQ > 2,4 V1

[ 2

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ^mb = +25 0 C V C C = 5 V N = 1 0

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

APARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX. FIG.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signaI de sortie

tpLH 13 ns 22 ns

CL = 15 pF

RL = 400 12 52
Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa! de sortie

lPHL 8 ns 15 ns

ASee figures page 139
Voir figures page 139
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SF.C 454 E
4 x 2 INPUT AND-OR-INVERT GATES

OPERATEURS ET-OU-NON A 4 X 2 ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PR!NC!PALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc (V) Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType Low State

Etat bas
High State
Etat haut

Max.Min.

SF.C 454 E TO-116 0°C, + 70°C 4,75 5,25 5,5 V 10 20

SF.C 454 ET TO-116 —25°C, + 85°C 4,75 5,25 5,5 V 2010
Ai l

inputs
Toutes
entrées

SF.C 454 EM TO-116 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 20 1

SF.C 454 KM TO-116 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 2010

SF.C 454 PM TO-85 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 20

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

° VCC
4 kn<4 kn 1,6 kf t 130 n

A O
B O ‘U 7\
Co
Do O Y Y = A.B + C.D + E.F + G.HoE o
Fo iSS !Hi 1 kn

O GND

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-116
Boîtier

Package TO-85
Boî tier

Vcc B N.U. N.U. H G Y

1114 13 12 10 9 8

TTL - IV 74 - 4 1/2
THOMSON - CSF
DIVISION SEMICONDUCTEURS
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SF.C 454 E

Over operating free air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gamme de température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires ).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

VALUES*
VALFURS

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

A.SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d’entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

^CCmin
V, = 2 V

IQ = 16 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas VQ < 0,4 V 38^OLmax 0,4 V

IMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQ[_max

OLmax
O (Lmax ) 16 mA/

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

VCCmin
V| = 0,8 V

= —0,8 mA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin V0 > 2,4 V 392,4 V

'oIMinimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VQHmjn

OHmin
O (Hmin) —0,8 mAI

VCCmin
V, = 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQ /_

ILmax
! (Lmax) !l|l < 1,6 mA—1,6 mA 40max

I ^CCmax
V, = 2,4 V

Maximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin

IHmin
/ (Hmin)

I40 pA < 40 nA 41

VCCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V 'IH li < 1 mA1 mA 41

SF.C 454 E-ET 18 mA<|IQ|<55 mA^CCmax
V, = 0

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 'os 42

SF.C 454 EM
KM- PM 20mA<|Iq|<55 mA

Supply current, low level output ,
per package
Courant d'alimentation par boltier ,
sortie à l'état bas

^CCmax
V, = 5 V

I typ. 5,1 mA 'CC ^ 9,5 mA 43CCL

Supply current, high level output,
per package
Courant d’alimentation par boî tier ,
sortie à l’état haut

VCCmaxI typ. 4 mA CC ^ ® mA 43‘CCH Vl = 0

VCCmin
I, = -12 mA

W 25°C

Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

V IV,| < 1,5 Vtyp. —1 V 7IL

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ^mb = + 25°C VCC = 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX. FIG.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

VLH 13 ns 22 ns

CL = 15 pF

RL = 400 El 52
Propagation delay time,high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa! de sortie

*PHL 8 ns 15 ns

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour Vçç=5 V à tamt} —25°C

ASee figures page 139
Voir figures page 139
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SF.C 460 E

DUAL FOUR INPUT EXPANDERS
DOUBLES EXPANSEURS QUATRE ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

vcc |V >Package
Boî tierType

Max.Min.

5,25 5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V

4,75TO-116 0°C, + 70°C

—55°C, + 125°C

—55°C, + 125°C

—55°C, + 125°C

SF.C 460 E

SF.C 460 EM
SF.C 460 KM

Ail
inputs
Toutes
entrées

5,54,5TO-116 1
5,54,5TO-85
5,5TO-85 4,5SF.C 460 PM

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

°VCCf4 kO

ox
A 0—4 m\

X = A.B.C.DB O
C O OX
D O-

OGND4 t-

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-85
Boîtier

Package TO-116
Boîtier

Vcc 1D 1X 1X 2X 2X 2D

0—R-H-IIHIb

)
74 5 62 3

1C 2A 2B 2C GND1A 1

T T L - I V 7 4 - 4 1/3
THOMSON - CSF
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SF.C 460 EM , SF.C 460 KM , SF.C 460 PM

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede températureambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES *VALEURS
APARAMETERS

PARAMETRES
SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut 47^IHmin 2 V

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 480,8 V

VCCmin
V, = 2 V

Yi = 1 v
R = 1,1 kft

W-55°C

On-state maximum output voltage
Tension maximale en sortie à l'état conducteur V _ _ < 0,4 V 47V 0,4 V onon

VCCmin
V, - 0,8 V

= 4,5 V
R = 1,2 kft

w-55°c

Off-State maximum output current
Courant maximal en sortie à l'état bloqué vi 1off < 150 /UA 48'off 150 pA

vCCmin
V, = 2 V
V, = 1 V

w-55°c

On-state maximum output current
Courant maximal en sortie à l'état conducteur

I I <0,3 mA—0,3 mA 49onon

^CCmax
V, = 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_max

ILmax
/ (Lmax ) H,l < 1.6 mA 48-1,6 mA/

^CCmax
V, = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d’entrée à VQHmjn

IHmin
/ (Hmin)

50I, < 40 MA40 juA/

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V

I, < 1 mA'lH 501 mA

^CCmax
V, = 0
V! = 0,85 V

Supply current, high level output,
per package
Courant d’alimentation par boîtier,
sortie à l'état haut

I cc < 4 mAI 51CCH typ. 2 mA

VCCmax
V, = 5 V
V, = 0,85 V

Supply current, low level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état bas

ICCL typ. 1,2 mA *CC ^ 2,5 mA 51

= —12 mA

‘ambr 25°C
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

IV IV,|<1,5 V 7typ. —1 VIL

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES V C C = 5 Vtamb = +25 # C

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP. FIG.MIN. MAX.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

*PLH 30 ns15 ns

CL = 15 pF
RL = 400 n 54Propagation delay time, high to low

level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa/ de sortie

tPHL 20 ns10 ns

* Ail typicai values are at VQC= 5 V, tamb=25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tam^ —25°C

ASee figures page 139
Voir figures page 139
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SF.C 460 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gammede température ambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES*VALEURS
PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V 47

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 480.8 V

VCCmin
V, = 2 V
v1 = 1 V
R = 1,1 kEl

W °°C

On-state maximum output voltage
Tension maximale en sortie à l'état conducteur

0,4 V Von <0.4 VV 47on

VCCmin
V, = 0,8 V
V1 = 4,5 V
R = 1,2 kft

W °°C

Off-state maximum output current
Coûtant maximal en sortie à l'état bloqué 'off off < 270 ^A 48270 pA

^CCmin
= 2 V

v1 = 1 V

W °°C

VlOn-state maximum output current
Courant maximal en sortie à l'état conducteur lon <0,43 mA 49-0,43 mAon

^CCmax
V, = 0,4 V

iMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQLmax

OLmax
O (Lmax)

48< 1,6 mA-1,6 mA/ I

^CCmaxIMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHMIN

IHmin
/ (Hmin) < 40 pA 5040pA/ I= 2,4 VV,

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V 'IH 50< 1 mA1 mA I

^CCmax
V, = 0
V1 = 0,85 V

Supply current, high level output
per package
Courant d’alimentation par boîtier
sortie à l'état haut

I 51typ. 2 mACCH Icc ^ 4 mA

YcCmax
V, = 5 V
V1 = 0,85 V

Supply current, low level output
per package
Courant d'alimentation par boî tier
sortie à l'état bas

I typ. 1,2 mA Q0 ^ 2,5 mA 51CCL

I, = -12 mA

W 25°c
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

|V,| < 1,5 VV 7typ. —1 VIL

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 'amb = +25 °C V C C = 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.MIN. TYP. MAX.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signalée sortie

*PLH 15 ns 30 ns

CL = 15 pF
R L 400 EL 54Propagation delay time,high to low

level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa! de sortie

VHL 10 ns 20 ns

*AII typical values are at Vcc=5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tamp —25°C

ASee figures page 139
Voir figures page 139

TTL - IV 3/3
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SF.C 601 E
DEÇA THREE STATE INVERTER

DECUPLE INVERSEUR A SORTIE TROIS ETATS

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Input
loading factor

Facteur de charge
d’entrée

VCC < V >Package
BoîtierType High State

Etat haut
Low State
Etat basMin. Max.

Ail
inputs
Toutes
entrées

4,75 5,250°C , +70°C 5,5 VSF.C 601 E MP-186 10 130 1

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

Outputs
Sorties

Disable
Déconnexion

9Y7Y 8Y1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y1D 2D 10Y

2A 6A 9A5A 7A 8A 10A1A 3A 4AL L

HZ HZ HZHZ HZ HZ HZ HZ HZ HZH H
>

2A HZ HZ HZL H HZ HZ HZ HZ HZ1A

3A 5A 6AH HZ HZ 4A 7A 8A 9A 10AL

HZ : High impédance State
Etat haute impédance

H : High State
Etat haut

L : Low State
Etat bas

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package MP-186
Boîtier

Outputs disable
2D Déconnexion des sorties

Outputs disable
Déconnexion des sorties 1D 5A GND

74 - 4 1/6TTL - IV
THOMSON - CSF
CMVtSKX SEMICONDUCTEURS
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SF.C 601 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede température ambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES

VALUES
VALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

VCCmin
V, = 2 VMaximum low level output voltage

Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V VQ < 0,4 V A
0 = 16 mA

IMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQLmax

OLmax
O (Lmax )

16 mA/

Maximal low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

VCCmin
V, = 0,8 V

IQ = —5,2 mA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin VQ > 2,4 V B2,4 V

Minimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VQf-/min

OHmin
O (Hmin) -5,2 mA/

I ^CCmaxMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQLmax

ILmax
/ (Lmax )

|l|l < 1,6 mA C,D-1,6 mA/ Vl = 0,4 V

^CCmax
V, = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin

IHmin
/ (Hmin)

40 \xA < 40 MA C, E/ I

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à S,5 V ' IH 1 mA 11 ^ 1 mA C, E

VCCmaxShort-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 'os 28 mA<|IQ|<80mA Htyp. —60 mA Vl = 0

^CCmax
V0 = 2.4 V

Maximum high impédance output current
Courant maximal de sortie à l'état haute impédance

I 40 (iA < 40 )iA'o FOZH

^CCmax
VQ = 0,4 V

Maximum high impédance output current
Courant maximal de sortie à l'état haute impédance

I Hol < 40 /iA F-40 fiAOZL

Supply current, low level output,
per package
Courant d’alimentation par boîtier,
sortie à l'état bas

VCCmax
V, = 4,5 V IQQ ^ 80 mAtyp. 55 mA GCCL

Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l’état haut

VCCmax
V, = 0

typ. 23 mA *CC < 35 mA GCCH

VCCminMaximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

IV = —10 mA IV, | < 1,8 Vtyp. -1 V IIL ,
amb= 25°C

2/6 TTL - IV
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SF.C 601 E

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb = +25°C

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES TYP. FIG.MIN. MAX.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

VLH 11 ns 22 ns

Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à ta décroissance
du signai de sortie

lPHL 7 ns 15 ns

tLZDelay from disable input to high impédance
State
Temps d'établissement de l'état haute impédance
à partir de l'entrée de déconnexion

25 ns

XHZ 9 ns

lZL 17 nsDelay from disable input to low impédance
State
Temps de suppression de l'état haute impédance
à partir de l'entrée de déconnexion *ZH 17 ns

TTL - IV 3/6
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SF.C 601 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCCmin CCmin

I
1A
2A

1Y3A
2Y4A
3Y5A
4Y2 V 6A 5,2 mA16 mA5Y7A
6Y t8A 7Y

9A V
10A 8Y O

9Y
10Y{ HR1D0,8 V 2D

Figure BFigure A

CCmaxCCmax

Open
0,4 vaOuvertes

Open
Ouvertes

Open
Ouvertes

v,a

Figure C Figure D

4/6 TTL - IV
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SF.C 601 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

^CCmaxCCmax

I
V|0 4,5 VO

Open
Ouvertes OV0

4,5 va 2 va

Figure E Figure F

^CCmax

li!çç
^CCmax

!
1A 1A
2A 2A1Y 1Y3A 3A2Y 2Y4A 4A3Y 3Y5A 5Av,a 4Y 4Y I9L*
6A 6AOpen

Ouvertes
5Y 5Y7A 7A6Y 6Y8A 8A7Y 7Y9A 9A8Y 8Y10A 10A 59Y 9Y
10Y 10Y1D1D

2D2D

»5 5
Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Figure HFigure G

TTL - IV 5/6
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SF.C 601 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCC
Q

1Y 34oo n
2Y
3Y

Generator A
Générateur A

4Y
5Y

T-H6Y
7Y 1N 3064

kO8Y 20 pF
9Y

»10Y
Generator B
Générateur B SB w SB

Each input/output pair is tested separately
Chaque paire d'entrée/sortie est testée séparément

Disable
Déconnexion
(generator B)
(générateur B) l \ t X - - 1.5 V

XInput
Entrée
(generator A)
(générateur A)

1,5 V

/ K” i A 2,2 VOutput
Sortie

--1,5 V

K-0,6 V
—1,5 V 1,5 VIIf 0,6 V,

I I
I^LZ 'r *1

i i
i ii

' lZL I tI t I t ! JHZPHL PLH ZH4 t 4 h» n

Figure I

6/0 TTL - IV
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SF.C 4132 E
QUADRUPLE TWO INPUT NAND SCHMITT TRIGGERS

QUADRUPLES TRIGGERS DE SCHMITT A DEUX ENTREËSSSI

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc ( V > Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Low State
Etat bas

High State
Etat haut

Min. Max.

SF.C 4132 E
SF.C 4132 ET

SF.C 4132 EM
SF.C 4132 KM
SF.C 4132 PM

TO-116
TO-116

TO-116
TO-116

TO-85

5,5 V
5,5 V

5,5 V
5,5 V

5,5 V

10 200°C, + 70°C

—25°C, + 85°C

—55°C, + 125°C-55°C, + 125°C

—55°C, + 125°C

4,75 5,25

10 205,254,75 A i l
inputs
Toutes
entrées

5,5 10 204,5 1
5,5 10 204,5

10 205,54,5

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

° VCCI i4 kS2 1.8 kn 0,13 ktt1.1 kS2 1.6 k îî1 kS 2

<r\-i « -

A O 4 »
4

O Y
BO

< 0,39 kl2 ^ 2 kS 2
X = A .B1 k £2

O GND

PINS CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top view
Vue de dessus

Package TO-85 (CB-98)
Boîtier

Package TO-116 (CB-2)
Boîtier

VCC 4B 4A 4Y 3B 3A 3Y
14 13 12 11 10 9 8LMiÉiM
1 2 3 4 5 6 7\
1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND

TTL - IV 74 - 4 1/3THOMSON - CSF
mm scMKONducTcum
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SF.C 4132 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede température ambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

* TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS

PARAMETERS
PARAMETRES

FIG.

Positive going threshold voltage
Tension de seuil pour le flanc de croissance VCCminvT+ 1,4 V

Négative going threshold voltage
Tension de seuil pour le flanc de décroissance ^CCmaxVT- 1,1 V

Minimum high level input voltage
Tension minimale d’entrée permise à l'état haut ^CCmax^IHmin 2 V

A

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas VCCmin^ILmax 0,7 V

^CCminMaximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas

VQ < 0,4 V^OLmax 0.4 V
Q = 16 mA

VCCmin
IQ = —0,8 mA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut VQ > 2,4 V^OHmin 2,4 V

VCCmax
V| = 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_max

ILmax
/ (Lmax )

|l,| < 1,6 mA 3—1,6 mA/

VCCmax
V , = 2,4 V

Maximum input current at VoHmin
Courant maximal d’entrée à VQHmjn

IHmin
/ (Hmin)

< 40 pA 440 pA/

^CCmax
V, = 5,5 VMaximum input current at 5,5 V

Courant maximal d'entrée à 5,5 V
>IH < 1 mA 41 mA

^CCmax
V, = 0Short-circuit output current

Courant de sortie en court-circuit
18 mA<| IQ|<55 mA 5typ. —35 mAOS

Supply current, low level output,
per package
Courant d’alimentation par boîtier,
sortie à l'état bas

^CCmax
= 5 VI £0 ^ 72 mA 6typ.40 mACCL vi

Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état haut

^CCmax
V, = 0

I00 < 56 mAI 6typ. 28 mACCH

VCCmin
I, = -12 mA

Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

V typ. —1 V |V||< 1,5 V 7IL

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb = + 25° C V C C = 5 V N = 1 0

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

FIG.MIN. TYP. MAX.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signal de sortie

VLH 18 ns 35 ns

CL = 15 pF

RL = 400 n B
Propagation delay time,high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa! de sortie

*PHL 15 ns 30 ns

Ail typical values are at V00 = 5 V, tam^ = 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour Vçç=5 V à tgm^ =25°C

ASee figures page 139
Voir figures page 139
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SF.C 4132 E

VOLTAGE WAVEFORMS FOR TESTING THRESHOLD
FORME D'ONDE POUR TESTER LES TENSIONS DE SEUIL

^CCmaxi
VCCmin VCCminVCC I

I 2 Vl
1,4 V I

1,1 VGenerator A
Générateur I 0,7 VI

I
0 V

I VOH VOH
IOutput

Sortie
I VI OLII

li i

4,5 V o
Generator A O-
Générateur

Output
Sortie Figure A

DYNAMICTEST
TEST DYNAMIQUE

<pVCc= 5 V 5 V

RLOutput
Sortie2,4 V o

Generator A ^
Générateur

O H W—-W H
1N 3064

5
3 V

/Generator A
Générateur

- 1,7 V

- 0,9 V

0 V

/JOutput
Sortie

1,5 V

lPLHtPHL
Figure B

TTL - IV 3/3
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TTL CIRCUITS

GATES,SCHMITT TRIGGERS, THREE STATES
OPERATEURS,TRIGGERS DE SCHMITT,TROIS ETATS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VV cccc
Q

L>v
V|0

ml
Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure 2Figure 1

VV4,5 V CCCC
Q O

I I
V I O >> Open

Ouvert0 Open
Ouvert

V| O
I

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure 4Figure 3

VV CCCC

I 'cc

L> V Open
O Ouvert

O

Each gâte is tested separately
Chaque opérateur est testé séparément

Figure 5 Figure 6

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse

TTL - IV 74 - 4 1/12

139



TTL CIRCUITS

GATES, SCHMITT TRIGGERS, THREE STATES
OPERATEURS, TRIGGERS DE SCHMITT,TROIS ETATS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Vvcc cc
QQ

!0> 0 Open
Ouvert o v0v, oI

vl
I

35^
Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure 8Figure 7

V VCC cc
Q Q

V I O O Vl O O
V V0 0

Both inputs are tested simultaneously
Les deux entrées sont testées simultanément

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure 9 Figure 10

4,5 V V Vcc cc
Q O Q

O V r>i a
c Open

Ouvert 0 OpenI
Ouvertvi a

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure 12

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure 11

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse

2/12 T T L - I V
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TTL CIRCUITS

GATES, SCHMITT TRIGGERS, THREE STATES
OPERATEURS,TRIGGERS DE SCHMITT,TROIS ETATS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

V VCC CC
Q

j'cc

cT> OV l O V I O
Open

^ Ouvert

0

Each gâte is tested separately
Chaque opérateur est testé séparément

Figure 13 Figure 14

V VCC CC
O O

^ Open
Ouvert

VIO-
II

VVl 0 0

W2.
Each mput is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure 15 Figure 16

VVCC CC
Q

I I
,Q Open

Ouvert
V|0- VI o

V0

Figure 17 Figure 18

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse

TTL - IV 3/12
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TTL CIRCUITS

GATES, SCHMITT TRIGGERS, THREE STATES
OPERATEURS, TRIGGERS DE SCHMITT,TROIS ETATS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VV CCCC
OO

I I
O Open

Ouvert
V| OV|O

0

Each inverter is tested separately
Chaque inverseur est testée séparément

5̂%

Figure 19 Figure 20

VV CCCC
OQ

'cc

0 Open
Ouvert0 Open

Ouvert
VIO-

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

AM inverters are tested simultaneously
Tous les inverseurs sont testés simultanément

Figure 22Figure 21

VV CCCC
QQ

•o
Vv,o ovo I O

V0

5^
Each inverter is tested separately
Chaque inverseur est testé séparément

Figure 24Figure 23

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse

4/12 TTL - IV
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TTL CIRCUITS

GATES, SCHMITT TRIGGERS, THREE STATES
OPERATEURS, TRIGGERS DE SCHMITT, TROIS ETATS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

V Vcc cc
Q Q

II
Open
Ouvert 0 Openv,o v, o Ouvert

miï.

Figure 26Figure 25

V VCC CC
Q Q

j'cc

0 Open
Ouvert

V
0 Open

Ouvert
I O-

II V

Ail inverters are tested simultaneously
Tous les inverseurs sont testés simultanément

Figure 27 Figure 28

V VCC CC
Q Q

'o
V o vQI O

V| O

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure 29 Figure 30

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal.
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à ta masse
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TTL CIRCUITS

GATES, SCHMITT TRIGGERS, THREE STATES
OPERATEURS,TRIGGERS DE SCHMITT, TROIS ETATS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

V VCCCC
4,5 V QQ

Q

I
0 Open

Ouvert
V|0

V.o
IV ’oO

5̂?WP. wZP,
Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure 32

W,

Figure 31

V VCC CC
Q Q

Vl O D o0pen
Ouvert

l'°
Wiï/ mP.

Each gâte is tested separately
Chaque opérateur est testé séparément

WPt.
Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure 33 Figure 34

V VCCCC
Q Q

J ‘ce

Open
"O Ouvert

Open
^ Ouvert

Ail gates are tested simultaneously
Tous les opérateurs sont testés simultanément

Figure 35 Figure 36

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courait, les tensions sont mesurées par rapport * la masse
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TTL CIRCUITS

GATES, SCHMITT TRIGGERS, THREE STATES
OPERATEURS,TRIGGERS DE SCHMITT, TROIS ETATS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

V VCC CCr J"""N QQ y-yI

t—J

°lvi a

=0'o
CHv, o O v0

V0 0
"O

Each AND section is tested separately
Chaque section ET est testée séparément

Figure 38Figure 37

'4,5 V V VCC 4,5 V CCQ O QQ Open\

/- Ouvert

L. .Q Open
Ouvertr ii

lV, o V 9 'oII 0•—i r N iV-Ji QOuvert
1 i. /

vi
Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Each pair of inputs is tested separately
Chaque parité d'entrées est testée séparément

Figure 39 Figure 40

V VCC r~T’>r—r CC\ \r—1i i n o Qi
i —i 'ii ii i =DilI

i
I =oOpen

"O Ouvert ro1r-

I i’oI
k”1 ::C>-Ji—»

4. / 3%^Ô

vi
Each gâte is tested separately
Chaque opérateur est testé séparément

Figure 42

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure 41

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse
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TTL CIRCUITS

GATES, SCHMITT TRIGGERS, THREE STATES
OPERATEURS, TRIGGERS DE SCHMITT,TROIS ETATS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

V Vr—r~\CC CCP--.;V—i I—I
/—o OI

I

'ccI

L.
0 Open

Ouvertr

l'xVIO-
V1 ti

i 'oI
-• I !

N| ;

VMM
VMM.

Figure 43 Figure 44

V\I ! CC;i —-1 ; Q

mi
i—

8RI v 'o0~rv tJ•— ' v 1BE
WM WM Wffl. VA

Figure 45

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse
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GATES, SCHMITT TR 1GGERS, THREE STATES
OPERATEURS, TRIGGERS DE SCHMITT, TROIS ETATS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

.. .. vcc
! O

Vcc
Q—i

RL.

Vr on

O V8v 0 V 10 IO

f 1’y- j--—i—-*:

Ail inputs are tested
simultaneously
Toutes les entrées sont
testées séparément

WP,WP/.WP.WP

Figure 46 Figure 47

V4,5 V Vcc V1 CC
QO OQ

o0pen
Ouvert

1off

V, O
Vl O

R
Each input is tested
separately
Chaque entrée est testée
séparément

I
Ô
V1

Figure 49Figure 48

V VCC CC
Q Q

J'cc
o0pen

OuvertÔ\I r>y Open
Ouvert

VIO
O V,o. VIO

Each input is tested
separately
Chaque entrée est testée
séparément

Each gâte is tested
separately
Chaque opérateur est
testéktéparément

Figure 51Figure 50

Arrows indicate actual direction of current flow,voltages are measured against ground terminal
' Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse
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TTL CIRCUITS

GATES, SCHMITT TRIGGERS, THREE STATES
OPERATEURS,TRIGGERS DE SCHMITT,TROIS ETATS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

OutputInput
Entrée O 02,4 V O VCC ?Sortie

Figure 52

f RL
Gâte under

test
Opérateur
sous test

Puise generator <
Générateur d'im- ( ,

pulsion
(See note 1) , ,
(Voir note 1)

r

(See note 5) 4.....
(Voir note5) ;

~K
CL

db SBSB
Hilrp.\ i

j- VH 3.5 VI _ 2,7 V
1,5 V1,5 V

iI
0,7 V

Input
Entrée *w 0

I
l lPHL XPLHi iOutput

Sortie H
i

1,5 VInverting gates
Opérateurs inverseurs 1

i Li
l

VHL IlPLH1
i

Hi
l
I
l1,5 V 1,5 V.Non inverting gates

Opérateurs non inverseurs

Output
Sortie ————

i

L

Notes : 1 The generator has the following characteristics : tf =5 ns, tr =10 ns, tw =0,5 yus, f =1 MHz, Z «50 £2
Le générateur a les caractéristiques suivantes

2 Ail diodes are 1N 3064
Toutes les diodes sont 1N 3064

tPHL + tPLH
^ tpd

2
4 C|_ includes probe and jig capacitance

La capacité Cj_ comprend les capacités de la sonde et du montage

5 When testing the SF.C 400 through SF.C 440 (except SF.C 402) connect ail unused inputs to 2,4 V.
When testing the SF.C 402 or SF.C 450 through SF.C 454 apply the input puise to one input of one
AND section and 2,4 V to ail unused inputs of that AND section.Ail inputs of unused AND sections
are grounded.
Toutes les entrées inutilisées sont connectées à 2,4 Vpour les circuits SF.C 400 à SF.C 440 (excepté pour le SF.C
402)
Pour les circuits SF.C 402 et SF.C 450 à SF.C 454, l'impulsion d'entrée est appliquée à l'une des entrées d'une sec-
tion ET, toutes les autres entrées de cette section étant à 2,4 V. Toutes les entrées des sections ET inutilisées sont
à la masse.

10/12 TTL - IV

148



TTL CIRCUITS

GATES, SCHMITT TRIGGERS, THREE STATES
OPERATEURS,TRIGGERS DE SCHMITT,TROIS ETATS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Output
Sortie2,4 V

Ç VCCInput ç
Entrée Y O

Q < i

R i
Gâte under

test
Opérateur
sous test

Puise generator
Générateur d'im-

pulsion
(See note 1) (§)
(Voir note 1)

-é- * >

CL

3,5 Vi -Ii ii
i— À 2,7 V
ii £.1,5 V 1,5 Vi
i

|.\ 0,7 V
Input
Entrée

i 0

XPHL tpLHi
iOutput

Sortie
f i Hi

Iii
I iiInverting gates

Opérateurs inverseurs
i I,.-1,5 V 1,5 Vi
i

i
i
i

L
i tPHL '| ^LH ii
i W Hr i

iii iiNon inverting gates
Opérateurs non inverseurs'

ii
,i/ 1,5 V 1,5 V -

i

Output
Sortie L

Notes : 1 The generator has the following characteristics : tf = 5 ns, tr =10 ns, tw =0,5 ps, f = 1 MHz, Z =» 50 £2
Le générateur a les caractéristiques suivantes

tPHL + tPLH
2 *pd —

2
3 C|_ includes probe and jig capacitance

La capacité Cj_ comprend les capacités de la sonde et du montage

Figure 53
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TTL CIRCUITS

GATES, SCHMITT TRIGGERS, THREE STATES
OPERATEURS,TRIGGERS DE SCHMITT,TROIS ETATS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCC
n Output
Y SortieÇ Input

Entrée Q

r i

IRL<

Puise generator
Générateur d'im-

(Se/nofl)^(Voir note 1)
M

CL

MW2,4 VI W

Expander under test
Expanseur sous test

\\

3,5 Vii
i

ii
2,7 V“T"

!4-_Z_ 1,5 V 1,5
!/i I — 0,7 VTVInput

Entrée I 0 V
I

I

! THL VLHi
iOutput

Sortie H
i

\.
-X-1,5 V 1,5 V -,

L

Notes : 1 The generator has the following characteristics : tf =5 ns, tr = 10 ns, tw =0,5 /LIS, f =1 MHz, Z « 50 El
Le générateur a tes caractéristiques suivantes

2 Ail diodes are 1N 3064
Toutes les diodes sont 1N 3064

tPHL + tPLH
3 Xpd =

2
4 C[_ includes probe and jig capacitance

La capacité C[_ comprend les capacités de la sonde et du montage

Figure 54
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Flip-flops monostables
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SF.C 472 E

JK MASTER-SLAVE FLIP-FLOPS
BASCULES JK MAITRE ESCLAVE

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
SortanceOperating free-air

température range
Gamme de température

ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Input
loading factor

Facteur de charge
d’entrée

VCC < V >
Package
BoîtierType Low State

Etat bas
High State
Etat hautMin. Max.

104,75 5,25 5,5 V 20SF.C 472 E 0°C, + 70°CTO-116 J1,J2,J3

K1.K2.K3
1

104,75 5,25 5,5 V 20—25°C, + 85°CSF.C 472 ET TO-116

20104,5 5.5 5,5 VSF.C 472 EM —55°C, + 125°CTO-116

104,5 5,5 5,5 V 20SF.C 472 KM TO-116 —55°C, + 125°C T, R,S 2
104,5 5,5 5,5 V 20—55°C, + 125°CSF.C 472 PM TO-85

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE .

The SF.C 472 flip-flop is based on the Master-Slave
principle. AND gâte inputs for entry into the master
section are controlled by the clock puise. The clock
puise also régulâtes the State of coupling transistors
which connect the master and slave sections.

La bascule JK SF.C 472 est du type Maître-Esclave. L'intro-
duction d'informations dans la bascule maître se fait par
des opérateurs ET à 3 entrées contrôlés par l'entrée
d'horloge. L'entrée d'horloge commande également l'état

des transistors de liaison qui relient les bascules maître et
esclave.

3

4

The sequence of operation is as follows :

1) Isolate slave from master

2) Enter information from AND gâte inputs to master

3) Disable AND gâte inputs
4) Transfer information from master to slave

Le fonctionnement est le suivant :

1) La bascule esclave est isolée de la bascule maître

2) L'information présente sur les opérateurs ET est

introduite dans la bascule maître

3) Les entrées des opérateurs ET sont isolées

4)L'information est transférée du maître vers l'esclave.

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-85
Boîtier

Package TO-116
Boîtier

VCC S T K3 K2 K1 Q GND

~ r T; T iHT- H

1
rC

)
5T

Ht
2 3

1 2 3 4 5 6 7
5 6 741

K1 T S Vcc R N.C. J1N.C. R J1 J2 J3 Q' GND

73 - 9 1/4TTL - V
THOMSON - CSF

153DIVISKM SC>«CONOOCTEU*3



SF.C 472 E

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

S Q
O O

Q' R
Q

X tn+1*n
J K Q

L L Qn
HL L

H HL
H H Qn

= J1.J2.J3
K = K1. K2.K3
tn = Bit time before clock puise

Instant avant transition d'horloge
tn+1 = Bit time after clock puise

Instant après transition d'horloge

Low input to S sets Q to high level
Sau niveau bas entraine Q au niveau haut
Low input to R sets Q to low level
R au niveau bas entraine Q au niveau bas
S and R are independent of clock
L'action de R et S est indépendante
de l'état de l'horloge

Notes : J

O
î
T

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

ovcc^130 fi ^ ^ 4 k f i ^ 4 k f i ^ 1,6 k f i ^1,6 kfi 130 fi

<>
o a OQ'

4 '

Ï7 i1 kfi

S O-f O Rir

kkB p:4kfî:-kn téi *
'

** :>4 kn

> O J1
M-K20 4 < OJ2lK30-;- O J3n î2kfi 2kfia> 4—o’GND

Ô
T
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SF.C 472 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede température ambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

* TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

1Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

2

1Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas VILmax 0,8 V

2

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas VOLmax 0,4 V

VCCmin
IQ = 16 mA

V0 < 0,4 V 2
IMinimum output current at VOLmax

Courant minimal de sortie à VQi_max
OLmax
O (Lmax)

16 mA/

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V

VCCmin
IQ = —0,8 mA

1VQ > 2,4 V
lMinimum output current at VoHmin

Courant minimal de sortie à VQHmin
OHmin
O (Hmin)

-0,8 mA/

Inputs
Entrées
J1.J2.J3
K1.K2.K3

< 1,6 mA—1,6 mA I
VCCminIMaximum input current at VOLmax

Courant maximal d'entrée à VQLmax
ILmax
! (Lmax)

3V, = 0,4 V
Inputs
Entrées
R,s,T

|l|l < 3,2 mA-3,2 mA

Inputs
Entrées
J1,J2,J3
K1,K2,K3

40 pA < 40 pA

^CCmax
V, = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin

IHmin
/ (Hmin)

4/
Inputs
Entrées
R,S.T < 80 pA80 pA

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V 11H 4I. < 1 m A1 mA I

18 mA <|IQ |<57 mASF.C 472 E-ET
^CCmaxShort-circuit output current

Courant de sortie en court-circuit
5OS V = 0ISF.C 472 EM

KM- PM
20mA <|lol<57 mA

Supply current per package
Courant d'alimentation par boîtier VCCmaxtyp. 10 mA IQQ < 20 mA 4CC

Input =p
Entrée VCCmin IV,| < 0,5 Vtyp.-0,3 VT

Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse Other inputs

Autres entrées

I = -12 mAV IIL 6|V,| <1,5 Vtyp. -1 V w 25°c
ASee figures page 191

Voir figures page 191* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQç=5 V à tamb=25°C
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SF.C 472 E

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb = +25°C V C C = 5 V N = 1 0

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP. FIG.MIN. MAX.

15 20Maximum clock frequency
Fréquence maximale d'horloge 21f MHz MHz

Propagation delay time, low to high level
from R or 5 to output VLH 2216 ns 25 nsTemps de propagation à tacroissance du signal
de sortie,commande par R ou S

Propagation delay time,high to low level
from R or S to output CL = 15 pF

R, • = 400 £2XPHL 25 ns 2240 nsTemps de propagation à la décroissance du si-
gnal de sortie, commande par R ou S L

Propagation delay time, low to high level
from clock to output
Temps de propagation à la croissancedu signal
de sortie,commande par l'horloge

VLH 25 ns10 ns 16 ns 21

Propagation delay time,high to low level
from clock to output
Temps de propagation à la décroissance du si-
gnal de sortie,commande par l'horloge

XPHL 10 ns 25 ns 2140 ns

ASee figures page 191
Voir figures page 191
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SF.C 473 E

DUAL JK MASTER-SLAVE FLIP-FLOPS
DOUBLES BASCULES JK MAITRE-ESCLAVE

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTEFUSTIQUES PR!NC!PALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc < V > Input
loading factor

Facteur de charge
d’entrée

Package
BoîtierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Max.Min.

SF.C 473 E TO-116 0°C, + 70°C 5,254,75 5,5 V 10 20
1J,K

SF.C 473 ET TO-116 -25°C, + 85°C 5,254,75 5,5 V 10 20

SF.C 473 EM TO-116 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 20

SF.C 473 KM TO-116 R,T-55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 20 2

SF.C 473 PM TO-85 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 10 205,5 V

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 473 flip-flops are based on the Master-Slave
principle. Inputs J, K to the master section are
controlled by the clock puise. The clock puise also
régulâtes the state of coupling transistors which
connect the master and slave sections.

Les bascules JK SF.C473sont du type Maître-Esclave. L'intro-
duction d'informations dans la bascule maître se fait par
les entrées J, K contrôlées par l'entrée d'horloge. L'entrée
d'horloge commande également l'état des transistors de
liaison qui relient les bascules maître et esclave.

2 3

1 4

The sequence of operation is as follows :
1) Isolate slave from master

2) Enter information from AND gâte inputs to master
3) Disable AND gâte inputs
4) Transfer information from master to slave

Le fonctionnement est le suivant :
1) La bascule esclave est isolée de la bascule maître

2) L'information présente sur les opérateurs ET est
introduite dans la bascule maî tre

3) Les entrées des opérateurs ET sont isolées
4) L'information est transférée du maître vers l'esclave

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-116
Boîtier

Package TO-85
Boîtier

1J 1Q' 1Q GND 2K 2Q 2Q'
13 8 —14 12 10 9

<

IÎ L}1 2 3 4 5

1T 1R 1K Vcc 2? 2R 2J

73 - 9 1/4TTL - V
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SF.C 473 E

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

Q' R
O Q

Q
O

.FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

* <

K

* \

Kï3>
I = Bit time before clock puise

Instant avant transition d'horloge

= Bit time after clock puise
Instant après transition d'horloge

R is independent of clock
R est indépendant de l'horloge

Low input to R sets Q to low level
R au niveau bas entraîne Q au niveau bas

Notes : tn

tn+1
T

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

Vccn ^1.6 kfi ^^130 Cl ^1,6 kn ^ 130 to4 kft

<> Q'
OQo

! î1 kîi1 kft

R
O

Lkn^ka;:3,5 S 4k«S S^4kf2 3:kn 3:kn

î r

>4kn

J
O

l 2kn2kn a GND>

Ô
T
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SF.C 473 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede température ambiantede fonctionnement(sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES *VALEURS
PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

A
FIG.

7Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

8

7Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V 8

MaximurYi low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V

VCCmin
IQ = 16 mA

8V0 < 0,4 V
lMinimum output current at VoLmax

Courant minimal de sortie à VQ[_max
OLmax
O (Lmax )

16 mA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut

V0Hmin 2,4 V
VCCmin V0 > 2,4 V 7
'o = —0,8 mA

IMinimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VQ^min

OHmin
O (Hmin)

—0,8 mA/

Inputs
Entrées |l|l < 1,6 mA-1,6 mA
J, K VCCmin

V! = 0,4 V
Maximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à \/QLmax

ILmax
/ (Lmax)

9/
Input
Entrée 11 , 1 < 3,2 mA-3,2 mA
R, T

Inputs
Entrées 40 y.A < 40 y AIJ, K VCCmax

V, = 2,4 V
IMaximum input current at VoHmin

Courant maximal d'entrée à VQ /-/mjn
!IHmin
! (Hmin)

10
Input
Entrée

R, T
li < 80 yA80 y A I

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V ' IH 101 mA I , < 1 m A

18 mA <|l0l<57 mASF.C 473 E-ET
^CCmaxShort-circuit output current

Courant de sortie en court-circuit
11OS V = 0ISF.C 473 EM

KM-PM 20 mA <|l0|<57 mA

Supply current per package
Courant d'alimentation par boîtier 'cc VCCmaxtyp. 20 mA çç ^ 40 mA 10

VCCminInput =j= IV,I < 0,5 Vtyp. -0,3 VEntréeMaximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse Other inputs

Autres entrées

12= -12 mAVIL IV,| <1,5 Vtyp. —1 V tâmb= 25°C

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tamb=25°C

xSee figures page 191
Voir figures page 191
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SF.C 473 E

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb^2500 V C C = 5 V N = 1 0

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

FIG.TYP. MAX.MIN.

15 20Maximum clock frequency
Fréquence maximale d'horloge

21f MHzMHz

Propagation delay time, low to high level
from R to output
Temps de propagation à la croissance du signa!
de sortie, commande par R

VLH 2216 ns 25 ns

Propagation delay time, high to low level
from R to output
Temps de propagation à la décroissance du si-
gnal de sortie, commande par R

CL = 15 pF

RL = 400 n
22lPHL 25 ns 40 ns

Propagation delay time, low to high level
from clock to output
Temps de propagation à la croissance du signal
de sortie, commande par l'horloge

21tpLH 25 ns10 ns 16 ns

Propagation delay time, high to low level
from clock to output
Temps de propagation à la décroissance du si-
gnal de sortie, commande par l’horloge

VHL 2110 ns 25 ns 40 ns

ASee figures page 191
Voir figures page 191
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SF.C 474 E
DUAL D TYPE FLIP-FLOPS

DOUBLES BASCULES TYPE D

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PR /NCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc ‘v> Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boî tierType

Low State
Etat bas

High State
Etat haut

Max.Min.
SF.C 474 E TO-116 0°C, + 70°C 5,254,75 5,5 V 10 20

S, D 1
SF.C 474 ET TO-116 —25°C, + 85°C 4,75 5,25 5,5 V 10 20

SF.C 474 EM TO-116 —55°C, +125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 20

R,TSF.C 474 KM TO-116 2-55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 20

SF.C 474 PM TO-85 -55°C, +125°C 5,5 5,5 V4,5 10 20

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 474 is a dual D—typé flip-flops. Input
information (D) is transfered to the outputs on the
positive edge of the - clock puise. Clock triggering
occurs at a voltage level of the clock puise and is
not directly related to the transition time of the
positive going puise.
After the clock input threshold voltage has been
passed, the data input (D) is locked out.

Le circuit SF.C 474 est constitué de deux bascules indépen-
dantes du type D. L'information présente sur l'entrée D est

transférée sur les sorties lors du front montant de l'impulsion

d'horloge. Ce transfert est lié au franchissement d'un seuil

et non au temps de montée de l'impulsion d'horloge.
L'entrée d'information (D) n'agit plus lorsque l'horloge est

à une tension supérieure à ce seuil.

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-116
Boîtier

Package TO-85
Boîtier

Vcc 2R 2D 2T 2S 2Q 2Q' 1S 1Q 1Q' GND 20' 2Q 2S

14 —[yj—-f^j—R-R- 9 — 14 13 12 11 10 9 8

Q
Q'

Q)
Q

6 7

Q' hibÈ-EH 53E 4
1 2 4

1R 1D 1T 1S 1Q 1Q GND 1T 1D 1R Vcc 2R 2D 2T

TTL - V 7 4 - 4 1/4
THOMSON - CSF
DIVISION SEMICONDUCTEURS
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SF.C 474 E

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

Q'Q tn+1*nO O
Input D
Entrée D Q Q'

L L H
H H L

I
T

Ô Ô
D Rî Notes : tn : Bit time before clock puise .

Instant avant transition d'horloge

tn+l : Bit time after clock puise
Instant après transition d'horloge

Low input to S sets Q to high level
Sau niveau bas entraîne Q au niveau haut
Low input to R sets Q to low level
R au niveau bas entraîne Q au niveau bas
S and R are independent of clock
L'action de R et S est indépendante
de l'état de l'horloge'

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

t—° VCC;4 kn 4 kn 1,6 kn 130 n —OTo other flip-flop
Vers l'autre basculeS O D a// \

O Q1r

rVW^Ukn «

< 1 kn
R a H I

ï
?4 kft 1301,6 kn4 knC n

77\T O

à Z O Q'

4 kn

kn< ,| o To °ther flip-flop
Vers l'autre bascule

i—OGND

D O 1i i <

w

2/4 TTL - V
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SF.C 474 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).Dans toute lagammede températureambiantede fonctionnement(sauf indicationscontraires).
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

* TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

AVALUES
VALEURS FIG.

14Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

15

14Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

15

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V

VCCmin
IQ = 16 mA V0 < 0,4 V 15

IMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQi_max

OLmax
O (Lmax )

16 mA/

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l’état haut ^OHmin 2,4 V

VCCmin
IQ = —0,8 mA

14VQ > 2,4 V
IMinimum output current at VoHmin

Courant minimal de sortie à VQHmin
OHmin
O (Hmin)

—0,8 mA/

Inputs
Entrées
S, D

11, 1 < 1,6 mA—1,6 mA

^CCmax
V, = 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_max

ILmax
I (Lmax)

16/
Inputs
Entrées
R,T

-3,2 mA < 3,2 mAI

Inputs
Entrées 40 nA I. < 40 fiAD

VCCmax
V, = 2.4 V

Inputs
Entrées
s,T

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin

IHmin
/ (Hmin)

80 nA < 80 nA 17I/

Inputs
Entrées I, < 120 /JA120 nA

R

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V ' lH 171 mA I, < 1 m AI

18 mA <|l0l< 57 mASF.C 474 E-ET

^CCmax
V, = 0

Short-circuit output currerrt
Courant de sortie en court-circuit 18OS

SF.C 474 EM
KM -'PM 20 mA <|IQ|<57 mA

Supply current per package
Courant d'alimentation par boîtier 'cc VCCmax 17IQQ < 30 mAtyp. 17 mA

V
vCCmin
11 = — 12 mA

w 25°c
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

19V |V,| < 1,5 Vtyp. — 1 VIL

* All typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tamb-25°C ASee figures page 191

Voir figures page 191

3/4TTL - V
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SF.C 474 E

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

«amb -^C V C C = 5 V N = 1 0

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

APARAMETERS
PARAMETRES

SVMBOLS
SYMBOLES FIG.MIN. TYP. MAX.

25Maximum clock frequency
Fréquence maximale d’horloge

15 23f MHz MHz

Input set-up time
Temps de préétablissement *set-up 2320 ns

Input hold time
Temps de maintien thold 5 ns 23

Propagation delay time, low to high level
from R or S to output
Temps de propagation à la croissance du signal
de sortie, commande par R ou S

CL = 15 pF

RL = 400 alPLH .2025 ns

Propagation delay time, high to low level
from R or S to output
Temps de propagation à la décroissance du si-
gnal de sortie, commande par R ou S

tpHL 2040 ns

Propagation delay time, low to high level
from clock to output
Temps de propagation à la croissance du signal
de sortie, commande par l’horloge

lPLH 2310 ns 14 ns 25 ns

Propagation delay time, high to low level
from clock to output
Temps de propagation à la décroissance du si-
gnal de sortie, commande par l'horloge

lPHL 10 ns 20 ns 40 ns 23

*»
ASee figures page 191

Voir figures page 191
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SF.C 476 E
DUAL JK MASTER-SLAVE FLIP-FLOPS
DOUBLES BASCULES JK MA /TRE-ESCLAVE

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d’entrée
maximale

vcc < v> Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Low State
Etat bas

High State
Etat haut

Min. Max.

SF.C 476 E MP-117 0°C, + 70°C 4,75 5,25 5,5 V 10 20
J, K 1

SF.C 476 ET -25°C, + 85°C 5,5 V 20MP-117 4,75 5,25 10

SF.C 476 EM MP-117 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 20 T, R, S 2
SF.C 476 KM 5,5 VMP-117 -55°C, + 125°C 4,5 5,5 10 20

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 476 flip-flops are based on the Master-Slave
principle. Inputs J, K to the master section are
controlled by the clock puise. The clock puise also
régulâtes the State of coupling transistors which
connect the master and slave sections.

Les basculesJK SF.C476 sont du type Maître-Esclave. L'intro-
duction d'informations dans la bascule,maître se fait par les
entrées J, K contrôlées par l'entrée d'horloge. L'entrée
d'horloge commande également l'état des transistors de
liaison qui relient les bascules maî tre et esclave.

2 3

41

Le fonctionnement est le suivant :The sequence of operation is as follows :
1) Isolate slave from master

2) Enter information from AND gâte inputs to master

3) Disable AND gâte inputs
4) Transfer information from master to slave

1) La bascule esclave est isolée de la bascule maître

2)L'information présente sur les opérateurs ET est
introduite dans la bascule maître

3)Les entrées des opérateurs ET sont isolées

4)L'information est transférée du maître vers l'esclave

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package MP-117
Boîtier

1K 1Q 1Q' GND 2K 2Q 2Q' 2J
— 16 15 14 11 10 9 —

I

r-C >-i

I J

2 3 4 5 6 7 8 —
1T 1S 1R 1J Vcc 2T 2S 2R

T T L - V 7 4 - 4 1/4
THOMSON - CSF
DIVISION SEMICONDUCTEURS
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SF.C 476 E

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

Q' R
Q O

S Q
Q FUNCTIONAL TABLE

TABLE DE FONCTIONNEMENT

X & *n *n+1
J K Q

L L Qn
K L H L

H HL
H H Qn

ï> Kf Notes : tn : Bit time before clock puise
Instant avant transition d'horloge

tn+i : Bit time after clock puise
Instant après transition d'horloge

Low input to S sets Q to high level
S au niveau bas entraine Q au niveau haut
Low input to R sets Q to low level
R au niveau bas entraîne Q au niveau bas
R, S are independent of clock
R,S sont indépendants de l'horloge

I
T

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

Vcc
O^4 k £2 ^1,6 kn ^^130 £2 ^ 1301,6kft

? Q'Q
O O<

i |

î î1 kft 1kfi

S R
OO—* i

Ç^:4kSî::kP kn=: 4k«::<4kn

L7\ JK
Oc>

l I2kft2kn a GND
O

0
T

2/4 TTL - V

166



SF.C 476 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gamme de température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES *VALEURS
PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

A
FIG.

7Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

8

7Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

8

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V

VCCmin
IQ = 16 mA VQ < 0,4 V 8

Minimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQi_max

OLmax
O (Lmax )

16 mAl

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V

VCCmin V0 > 2,4 V 7

'o = —0,8 mA
IMinimum output current at VoHmin

Courant minimal de sortie à VQ^min
OHmin
O (Hmin)

—0,8 mAl

Inputs
Entrées

J, K
-1,6 mA < 1,6 mA

VCCmin
V, = 0,4 V

Maximum input current at VoLmax
Courant maximal d’entrée à VQLmax

ILmax
/ (Lmax)

9/

Inputs
Entrées -3,2 mA < 3,2 mAI
R,5

Inputs
Entrées
J, K

40 pA < 40 pA

^CCmax
V, = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin

IHmin
I (Hmin)

10
Inputs
Entrées < 80 MA80 pA I

R,
"S

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V ' lH 101 mA I. < 1 m A

18 mA <|IQ|< 57 mASF.C 476 E-ET
^CCmaxShort-circuit output current

Courant de sortie en court-circuit 'os 13V = 0ISF.C 476 EM 20 mA <|IQ| <57 mAKM

Supply current per package
Courant d'alimentation par boî tier 'cc VCCmaxtyp. 20 mA QQ ^ 40 mA 10

VCCminInput fEntrée 1 typ. -0,3 V |V,| < 0,5 VMaximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse Other inputs

Autres entrées

12= -12 mAV IIL |V,| < 1,5 Vtyp. —1 V w 25°c

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQC~5 V à tamb=25°C ASee figures page 191

Voir figures page 191
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SF.C 476 E

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES t a m b = + 2 5° C N = 10V C C = 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.TYP. MAX.MIN.

15 20Maximum clock frequency
Fréquence maximale d'horloge

f 21MHzMHz

Propagation delay time, low to high level
from R or S to output
Temps de propagation à la croissance du signal
de sortie,commande par R ou S

22*PLH 25 ns16 ns

Propagation delay time, high to low level
from R or S to output
Temps de propagation à la décroissance du si-
gnal de sortie, commande par R ou S

c = 15 pF
= 400 n

22*PHL L 25 ns 40 ns
RL

Propagation delay time, low to high level
from clock to output
Temps de propagation à la croissance du signal
de sortie, commande par l'horloge

2125 ns*PLH 10 ns 16 ns

Propagation delay time, high to low level
from clock to output
Temps de propagation à la décroissance du si-
gnal de sortie, commande par l'horloge

lPHL 2125 ns 40 ns10 ns

ASee figures page 191
Voir figures page 191
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SF.C 4107 E

DUAL JK MASTER-SLAVE FLIP-FLOPS
DOUBLES BASCULES JK MAITRE-ESCLAVE

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiantede fonctionnement

Fan-out
Sortance

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc <v > Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boîtier

Type
Low State
Etat bas

High State
Etat haut

Max.Min.

SF.C 4107 E TO-116 0°C, + 70°C 4,75 5,25 5,5 V 10 20
J

SF.C 4107 ET TO-116 —25°C, + 85°C 4,75 5,25 10 205,5 V 1
K

SF.C 4107 EM TO-116 -55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 2010
T, R 2

SF.C 4107 KM TO-116 -55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 20

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 4107 flip-flops are based on the Master-Slave
principle. Inputs J, K to the master section are
controlled by the clock puise. The clock puise
also régulâtes the State of coupling transistors which
connect the master and slave sections.

Les bascules JK SF.C4107 sont du type Maître-Esclave.L'intro-
duction d'informations dans la bascule maître se fait par
les entrées J, K contrôlées par l'entrée d'horloge. L'entrée
d'horloge commande également l'état des transistors de
liaison qui relient les bascules maî tre et esclave.

3

4

The sequence of operation is as follows :
1) Isolate slave from master
2) Enter information from AND gâte inputs to master

3) Disable AND gâte inputs
4) Transfer information from master to slave

Le fonctionnement est le suivant :

1) La bascule esclave est isolée de ta bascule maître

2)L'information présente sur les opérateurs ET est
introduite dans la bascule maître

3)Les entrées des opérateurs ET sont isolées

4) L'information est transférée du maître vers l'esclave

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package TO-116
Boîtier

Vcc 1R 1T 2K 2R 2T 2J

D—Eh— 14 1112 10

< Q' Q Q Q'

1J 1Q' 1Q 1K 2Q 20' GND

7 4 - 4 1/4TTL - V
THOMSON - CSF
DIVISION SEMICONDUCTEURS
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SF.C 4107 E

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

Q' R
Q 9

Q
FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

Q

X tn+1
QJ K

QnL L
L H L

JK H L H
H H Qn4 i

Notes : tn : Bit time before clock puise
Instant avant transition d'horloge

tn+i : Bit time after clock puise
Instant après transition d'horloge

Low input to R sets Q to low level
R au niveau bas entraine Q au niveau bas
R is independent of clock
R est indépendant de l'horloge

T

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

VCC
O

^4 kft ^4 kft ^L6 kI2 J ï^ 130 H ^ 130 H1,6 kn

? Q'Q
Oa

i

î î1 kn 1 kft

R
O

Ci6i3'5 ^ 6 ^3,516 4i 4 L
*>kî2 <k«<kS2 kft^ kîî^>4kfiktt

L7\> o

l2kn 2kna GND
O-é-

T
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SF.C 4107 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagamme de température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES *VALEURS
PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

7Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

8

7Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

8

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l’état bas ^OLmax 0,4 V

^CCmin
IQ = 16 mA V0 < 0,4 V 8

lMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQ[_mgx

OLmax
O (Lmax )

16 mA/

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V

VCCmin VQ > 2,4 V 7

'o = —0,8 mA
IMinimum output current at VoHmin

Courant minimal de sortie à VQHmin
OHmin
O (Hmin)

—0,8 mA/

Inputs
Entrées -1,6 mA H , l < 1,6 mA

J, K ^CCmin
V , = 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQ[_max

ILmax
/ (Lmax)

9/
Inputs
Entrées

f, R •

-3,2 mA < 3,2 mAI

Inputs
Entrées

J, K
40 pA < 40 pAI

VCCmax
V, = 2,4 V

Maximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin

IHmin
/ (Hmin)

10/
Inputs
Entrées
T, R

I. < 80 pA80 pA I

VCCmaxMaximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V ' IH 1 mA I, < 1 m A 10Vl = 5,5 V I

18 mA <|IQ|<57 mASF.C 4107 E-ET
^CCmaxShort-circuit output current

Courant de sortie en court-circuit 11OS V = 0ISF.C 4107 EM 20 mA <|IQ| <57 mAKM

Supply current per package
Courant d'alimentation par boî tier ^CCmaxtyp. 10 mA ’cc ^ 40CC 10

Input =
Entrée * VCCmintyp.-0,3 V |V ,| < 0,5 VMaximum reverse input voltage

Tension maximale d'entrée en inverse Other inputs
Autres entrées

I =-12 mAV I 12IL IV , I < 1,5 VW 25°ctyp. —1 V

* AU typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tam^=25°C

ASee figures page 191
Voir figures page 191
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SF.C 4107 E

V C C = 5 V N = 1 0DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ^amb = + 25°C

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES

FIG.TYP. MAX.MIN.

2015Maximum clock frequertcy
Fréquence maximale d’horloge

21f MHzMHz

Propagation delay
from R to output

time, low to high level
XPLH 25 ns 2216 ns

Temps de propagation à lacroissance du signal
de sortie, commande par R

Propagation delay time, high to low level
from R to output
Temps de propagation à la décroissance du si-
gnal de sortie, commande par R

CL = 15 pF

RL = 400 n 22lPHL 25 ns 40 ns

Propagation delay time, low to high level
from clock to output
Temps de propagation à la croissance du signal
de sortie, commande par l'horloge

2125 nsXPLH 10 ns 16 ns

Propagation delay time, high to low level
from clock to output
Temps de propagation à la décroissance du si-
gnal de sortie, commande par l’horloge

VHL 25 ns 40 ns 2110 ns

ASee figures page 191
Voir figures page 191
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SF.C 4121 E
MONOSTABLES

MONOSTABLES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PR!NC!PALES

Fan-out
SortanceOperating free-air

température range
Gamme de température

ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

VCC (V) Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType Low State

Etat bas
High State
Etat hautMax.Min.

SF.C 4121 E TO-116 0°C, + 70°C 5,25 10 204,75 5,5 V Input A
Entrée A 1

-25°C, + 85°CSF.C 4121 ET TO-116 4,75 5,25 5,5 V 10 20 i

IInput B
Entrée BSF.C 4121 EM TO-116 -55°C, + 125°C 5,5 20 24,5 5,5 V 10

SF.C 4121 KM TO-116 -55°C, + 125°C 5,5 204,5 5,5 V 10 i

SF.C 4121 PM TO-85 —55°C, + 125°C 5,5 5,5 V 10 204,5

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

*n+1ln Triggering
DéclenchementA2 B A2A1 A1 B

No, Non

No,Non

No,Non

Y es,Oui

Y es,Oui
y es,Oui
y es,Oui

No,Non

No,Non

Mo,Non

Mo,Non

No,Non

No,Non

H H HL HH
XX H L LL

Notes : tn : Time before input puise
Instant avant transition d'entrée

tn+1 : Time after input puise
Instant après transition d'entrée

X : Indicates that either a low
State or a high State may be
présent
Indique que soit un niveau bas,
soit un niveau haut peut être
présent.

L H X L LX
X X HL LL

HL L X LX
H H HH LH
H H H HLH

HL L X LX
X XL H LL
L H H H HX
X H H H « HL

XH L LLH
H X LL LH

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-85
BoîtierPackage TO-116

Boîtier

Timing pinsVCC N.C. N.C. N.C.

rOH—CU—0—QU—EU—H—CEH

)
A1kra4A2

2 3 4 5 6 7

Q N.C. A1 A2 B Q GND

TTL - V 7 4 - 4 1/1T
THOMSON - CSF
DIVISION SEMtCONOUCTEURS 173



SF.C 4121 E

DESCRIPTION AND UTILIZATION DESCRIPTION ET UTILISATION
— A1 and A2 are négative edge triggered logic inputs
and will trigger the one shot when either or both go
to low level with B at high level.
— B is a positive Schmitt-trigger input for slow edges
or level détection, and will trigger the one shot when
B goes to high level with either A1 or A2 at low level.
— External timing capacitor may be connected between
pin 10 (positive) and pin 11. With no external capaci-
tance, an output puise width of typically 30 ns is
obtained.
— To use the internai timing resistor (2 k!2 nominal),
connect pin 9 to pin 14. Figure 1
— To obtain variable puise width connect external
variable résistance between pin 9 and pin 14. No
external current limiting is needed. Figure 2
— For accurate repeatable puise widths connect
an external resistor between pin 11 and pin 14 with
pin 9 open circuit. Figure 3

— Al et A2 sont des entrées qui agissent par te front de
décroissance et qui déclenchent le monostable quand soit
l'une, soit les deux passent au niveau bas lorsque B est
au niveau haut.
— B est une entrée d'un trigger de Schmitt utilisable avec
des temps de transition lents ou en détection de niveau
qui déclenche le monostable quand B monte au niveau haut
avec soit Al soit A2 au niveau bas.
— Une capacité extérieure peut être connectée entre la
broche 10 et la broche 11.Sans capacité extérieure la largeur
moyenne de l'impulsion de sortie est de 30 ns.

— Pour utiliser la résistance interne (2 kCl nominal), réunir
les broches 9 et 14. Figure 1

— Pour obtenir une impulsion de largeur variable, connecter
une résistance variable extérieure entre les broches 9 et 14.
Aucun dispositif extérieur de limitation du courant n'est
nécessaire. Figure 2

— Pour obtenir des impulsions de largeur précise et reproduc-
tible, connecter une résistance entre les broches 11 et 14 avec
9 ouvert. Figure 3

R .<vcco
CT
+

14 13 11 10 812 9

I Ii- — VW
Ri ( typ. 2 k£2)

1—VWA--J
Ri (typ. 2 k£2)D )

HIHIHIHIHIHIHIr 4IHÏHÏHÏHÏHÏHÏPGND GND
Figure 1 tp ^ Cy x Ri loge 2 Figure 2 tp«Cy (R+Ri) loge 2

CTRT
Mbvcco—

H14 13 12 10 9 8

1— —1

)

Hn—E]—E]—0—EHZI—Eb
GND

Figure 3 tp» Ry x Cy loge 2
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OPERATING FONCTIONNEMENT
Monostable multivibrator can be triggered from
positive-going input (B) or gated negative-going input
(A) with inhibit facility.
Puise triggering occurs at a particular voltage level
and is not directly related to the transition time
of the input puise.
Schmitt-trigger input circuitry for the B input allows
jitter-free triggering from inputs with transition times
as slow as 1V/second.
Once fired, the outputs are independent of further
transitions on the inputs and are a function only
of the timing components.
Output rise and fall times are TTL compatible and
independent of puise length.
Puise width is achieved through internai compensa-
tion and is virtually independent of Vcc and tempe-
rature.

Le déclenchement du monostable peut être obtenu soit
par un flanc de croissance sur l’entrée B, soit par un
flanc de décroissance sur l'une des entrées A, l'autre
pouvant être utilisée comme entrée d'inhibition.
Le déclenchement a lieu lors du franchissement d'un
seuil et n'est pas directement fonction du temps de tran-
sition de l’impulsion d'entrée.
Un circuit trigger de Schmitt sur l'entrée B permet un
déclenchement précis avec des temps de transition aussi
lents que 1V /seconde.
Après le déclenchement les sorties sont indépendantes des
transitions ultérieures sur les entrées et sont fonction
seulement de la constante de temps.
Les temps de montée et de descente de l’impulsion de
sortie sont compatibles avec les circuits TTL standard
et sont indépendants de la longueur de l'impulsion.
Un dispositif de compensation interne rend la largeur de
l'impulsion indépendante du VQQ et de la température.
Dans la plupart des applications, la stabilité de l’impulsion
sera limitée seulement par la précision des composants
extérieurs déterminant la constante de temps.
Le déclenchement précis est obtenu dans toute la gamme
de VQO et de température pour plus de six décades de
capacités (10 pF à 10 [IF) et pour plus d'une décade de
résistance (2 k £l à 40 kEl). Dans ces gammes, la largeur de
l'impulsion est donnée par la relation :

fp =CTRTloge 2

In most applications, puise stability will only be
limited by the occuracy of external timing components.
Jitter-free operation is maintained over the full tem-
pérature and Vcc range for more than six décades
of timing capacitance (10 pF to 10 /iF) and more
than one decade of timing résistance (2 kO to 40 k£2)
Throughout these ranges,puise width is defined by the
relationship :

tp -Cj Rj loge 2

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES

PARAMETERS
PARAMETRES MIN. TYP. MAX. UNIT.

Normalized fan-outfrom each output
Sortance sur chaque sortie Q et Q N 10

Schmitt input B
Entrée trigger B V/sInput puise rise/fall time

Temps de montée ou de descente de l'impulsion
d'entrée

1
Inputs A1, A2
Entrées A1, A2 Mips1

Input puise width
Largeur de l' impulsion d'entrée 50 ns

External timing résistance between pin 11
and 14 (pin 9 open)
Résistance extérieure entre les broches 11 et 14
(broche 9 non connectée)

1,4 kEl

SF.C 4121 ET,EV k£230External timing résistance
Résistance extérieure EM

SF.C 4121 E kn40
Timing capacitance
Capacité 1000 FF0
Output puise width
Largeur de l'impulsion de sortie 40 S

R j= 2 k£2 67 %
Duty cycle
Facteur de forme

R j =30 kO (SF.C 4121 EM
ET, EV )

R j =40 kn (SF.C 4121 E)
%90

3/11TTL - V
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Over operatmg free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

* TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES

VALUES
VALEURS FIG.

Positive-going treshold voltage at A input
Tension de seuil sur le front positif, entrée A

typ. 1,4 V
max 2 V VCCminVT+

Negative-going treshold voltage at A input
Tension de seuil sur le front négatif, entrée A

typ. 1,4 V
min 0,8 V VCCminVT~

Positive-going treshold voltage at B input
Tension de seuil sur le front positif,entrée B

typ. 1,55 V
max 2 V VCCminVj+

A

typ. 1,35 V
min 0,8 V

Negative-going treshold voltage at B input
Tension de seuil sur le front négatif, entrée B VCCminVT~

VCCmin
IQ = 16 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas V0Lmax VQ < 0,4 V0,4 V

VCCmin
IQ = —0,8 mA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin VQ > 2,4 V2,4 V

Maximum input current
at VoLmax

Courant maximal d'entrée
4 Voi_max

A1,A2 I, < 1,6 mA-1,6 mA BVCCmax
V, = 0,4 V

IInputs
Entrées

ILmax
/ (LmaxïI

-3,2 mA |l|! < 3,2 mA CB

A1,A2Maximum input current
at VoHmin
Courant maximal d'entrée
à V0Hmin

11 < 40 /1A40 pA DI ^CCmax
V, = 2.4 V

Inputs
Entrées

IHmin
/ (Hmin)/

80 pA < 80 pA EB I

D^CCrftax
V, = 5,5, V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V ' lH l i < 1 m A1 mA

E

Short-circuit
output current
Courant de sortie
en court-circuit

18 mA <|IQ|<55 mA FSF.C 4121 E-ET
VCCmaxOS

SF.C 4121 EM-KM 20 mA <|IQ|<55 mA GPM

Power supply current in quiescent (unfired)
State
Courant d'alimentation dans la position de repos ’cc VCCmax HIQQ 25 mAtyp. 13 mA

Power supply current in fired State
Courant d'alimentation dans la position déclenché ^CCmax'cc typ. 23 mA IQQ < 40 mA H

I, = — 12 mA

w 25°c
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse |V,| < 1,5 Vtyp. -1 VVIL

* Ail typical values are at Vcc = 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à t^np=25°C
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tamb = +25°CDYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES TYP. MAX. FIG.MIN.

Propagation delay time low to high level
from B input to Q output
Temps de propagation à la croissance du si-
gnal de sortie sur Q, commande par B

15 ns 35 ns 55 ns

CL = 15 pF
= 80 pFVLHPropagation delay time low to high level

from A1/A2 inputs to Q output
Temps de propagation à ta croissance du si-
gnal de sortie sur Q, commande par Al /A2

CT
45 ns25 ns 70 ns

I
Propagation delay time high to low level
from B input to Q output
Temps de propagation à la décroissance du si-
gnal de sortie sur Q, commande par B

20 ns 40 ns 65 ns

CL = 15 pF

CT = 80 pFtpHL
Propagation delay time_high to low level
from A1/A2 inputs to Q output
Temps de propagation à la décroissance du si-
gnal de sortie sur Q, commande par A1/A2

30 ns 80 ns50 ns

= 15 pF

CT = 80 pF
Pin 9 connected
to Vcc
Ry : open
Broche 9 reliée à
VCC

CL
Puise width obtained using internai timing
resistor
Largeur de l'impulsion obtenue avec résistance
interne

70 ns 110 ns 150 nstw

R : ouvertT

CL = 15 pF

Cy = 0
Pin 9 connected
to VQC
Ry : open
Broche 9 reliée à
VCC

Puise width obtained with zéro timing
capacitance
Largeur de l'impulsion sans capacité

t 20 ns 30 ns 50 nsw

R : ouvertT ’

CL = 15 pF
Cy = 80 pF
Ry = 10 kft
Pin 9 open
Broche9 ouverte

480 ns 560 ns 640 ns J

Puise width obtained using external timing
resistor
Largeur de l'impulsion obtenue avec résistance
extérieure

*W

CL = 15 pF
Cy = 1 MF
Ry = 10 kn
Pin 9 open
Broche 9 ouverte

6 ms 8 ms

CL = 15 pF

Cy = 80 pF
Pin 9 connected
to Vcc
Ry : open
Broche 9 reliée à
VCC

Minimum duration of trigger puise (B)
Durée minimale de l'impulsion sur l'entrée
trigger (B)

30 ns 50 ns

R : ouvertT '
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT PULSE WIDTH VS TIMING RESISTOR VALUE
LARGEUR DE L'IMPULSION DE SORTIE EN FONCTION DE LA RESISTANCE

Ry - Timing resistor value kS7
Valeur de la résistance

6/11 T T L - V
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT PULSE WIDTH VS EXTERNAL CAPACITANCE
LARGEUR DE L'IMPULSION DE SORTIE EN FONCTION DE LA CAPACITE EXTERNE

10 ms

1 ms

100 fis

4«

!s

10 fis

= 3Q. Q)

3 S1

O -J

J ^ US

100 ns

10 ns
100 pF 1000 pF 0,01 f iF 0,1 MF 1 /iF 10 juF

CJ - Timing capacitance
Capacité

T T L - V 7/11
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TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

10 kI2
« VCC1000 pF

Open
Ouvert

S 3E
« E l r— c

-s -g 11 10 9VIH °- +2*-* O

11
•2 g
o p
||

Q J -Ea» PCO i>-

Q
V|L o

Q

Figure A

Open
Ouvert

9 4,5 V

r fi a -
11109

0
Open
Ouvert

Q1. Each input is tested separately.
Chaque entrée est mise en essai séparément.
Input not being tested is at 4,5 V
L'entrée qui n'est pas sous test est à 4,5 V Figure B

Open
Ouvert V94,5 V CC
I

A1 11109
Open
Ouvert

o (momentary GND,then open)
(momentanément à la masse, puis ouvert)

1A2- Q
B

QII

HR
Figure C

Open
OuvertII r 8 a i° 2c c

0) -ELcSS J
J 1 I f—°Vrr.
1110 9

VI o

Q
B Open

Ouvert5« Q
1. Each input is tested separately.

Chaque entrée est mise en essai séparément.
Input not being tested is at ground.
L'entrée qui n'est pas sous test est à la masse

Figure D
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TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

4,5 V Open
Ouvert

O

l l I r-°vcc
1110 9

Q
V, o B Open

OuvertI I Q

SH
Figure E

ÏÏ2ILLJ—(Open
Ouvert
li—° VCC

iA1 11 10 9 Open
Ouvert'A2 Q

B

SH
Q

’oSH1.Pin 10 grounded after pin 11
La broche 10 est mise à ta masse après la broche 11

Figure F

°Pen VrrOuvert

11 10 9g> Q
B

*0Open
OuvertSH Q

SH
Figure G

VCC
1000 pF 9 ||

dh rit'cc§
E
QJ

® c 11 10 9
« -Br H
2 £
.2 §

!*
Q —V,o- [B Open

Ouvert
Q

SH
i

Figure H
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Output
Sortie Q

CTInput
Entrée2,4 V

ÛJTV“ r
S 11 10 9
QJ

<U SPuise generator
Générateur ^ _
d'impulsion W ^
(See note 1)
(Voir note 1)

s! Q
+2

2 >2
•§ 8
a -S11

L Load circuit 1
Circuit de charge 1

Q

r
Load circuit 2 (SameasD
Circuit de charge 2..(Même que 1) i

i
i

Test circuit
Circuit de test

VOLTAGE WAVEFORMS
FORMES D'ONDE

< 5 ns< 10 ns

2,7 V- J-- 3,5 VT
iB input

Entrée B
i

1,5 Vr - -1i :v0,7 V — 0 VItwInput puise
Impulsion d’entrée

4-
I 3,5 Vi2,7 V-
iA1/A2 inputs

Entrées A1/A2
i/ i _ 1,5 Vi - •H -

I I
I0,7 V

< 5 ns J
XPLH

i 0 V
C 10 ns

i
i

i

H
i

1,5 V
Q

L
Output
Sortie Q _ H

i _ 1,5 V

t IPHL L

1. The puise generator has the following characteristics :
Le générateur d'impulsion a les caractéristiques suivantes :

tw > 50 ns, and Z % 50 £2, f = 1 MHz
2. Ail diodes are 1N 3064

Toutes les diodes sont des IN 3064
3. C[_ includes probe and jig capacitance

C[_ comprend la capacité de la sonde et du montage

Figure I
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TEST CIRCUITS
MONTAGE DE TESTS

Output
Sortie VCCInput

Entrée

r
RL

Puise générator
Générateur

d' impulsion
(See note 1)
(Voir note 1)

W
CL Load circuit 1

Circuit de charge 1
v.

SB
-ir

(Same as 1)
(Même que 1) \

Load circuit 2, Circuit de charge 2
i

JL

VOLTAGE WAVEFORMS
FORMES D’ONDE

< 10 ns <5 ns
*t—I rrmi --3,5 V2,7 V-t I

I i I —1,5 VH50 nsInput
Entrée

II,
0,7 V _ r o vi

H

1,5 V
I tw LOutput Q

Sortie Q
i

IIOutput Q
Sortie Q

tw H
I I

1,5 V

L

1. The puise generator has the following characteristics :
Le générateur d'impulsion a les caractéristiques suivantes :

Z « 50 El, f = 1 MHz
2. AU diodes are 1N 3064

Toutes les diodes sont des 1N 3064

3. C[_ includes probe and jig capacitance
C[_ comprend la capacité de la sonde et du montage

Figure J
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SF.C 4123 E
DUAL RETRIGGERABLE MONOSTABLE MULTIVIBRATORS WITH CLEAR

DOUBLES MULT!VIBRATEURS MONOSTABLES REDECLENCHABLES AVEC REMISE A ZERO

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc <v> Input
loading factor

Facteur de charge
d’entrée

Package
Boî tierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Min. Max.

SF.C 4123 E

SF.C 4123 EM

SF.C 4123 KM

MP-117 0°C, + 70°C

-55°C, + 125°C

—55°C, + 125°C

4,75 5,25 5,5 V

5,5 V

5,5 V

10 20 A and B
A et B 1

MP-117 4,5 5,5 10 20
Clear
Remise
à zéro

2
MP-117 4,5 5,5 10 20

— Input clamping diodes
— Complementary DC level sensitive inputs
— Flexibility of operation : Retriggerable, clear
— Output puise width range 50 ns to oo

— Complementary output

— Independent monostables

— Diodes d'écrêtage sur les entrées

— Entrées sensibles à des niveaux complémentaires

— Souplesse de fonctionnement : Redéclenchement, remise à zéro

— Largeur d'impulsion de 50 ns à oo

— Sorties complémentaires

— Monostables indépendants

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

Inputs
Entrées

OutputS
Sorties

Low level to clear sets Q to low level înd
Q to high level .Clear is independent of A
and B.

A QB Q

H X HL
Un niveau bas sur la remise à zéro positionne
Q ,au niveau bas et Q au niveau haut. La remise
à zéro est indépendante de A et B.

X L L H

L L — H L— H— L H— L— H

H — L H L— H— L H — L— H

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package MP - 117
Boîtier Clear 2

— Remise
Q2 à zéro 2 B2VCC Rext 1Cext 1 Q1

ïHZr
A1 B1 Clear ! Q1 Q2 Cext 2 RextGND

Remise
à zéro 1

74 - 4 1/6TTL - V
THOMSON - CSF
DWISION SEMfCONDOCTEURS
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TIMING DIAGRAM
DIAGRAMME DES TEMPS

4Input B
Entrée b i

I

-4 iOutput Q
Sortie Q

i
iVI

tw+ tPLH

4Input B
Entrée B
Input clear
Entrée de re-
mise à zéro

i

Output Q J
Sortie Q

1. An external resistor Rx and an external capacitor
Cx are required for operation. The value of may
vary between the limits sho,wn on table 1. The value of
Cx may vary from 0 to any value necessary.

1. Une résistance et une capacité extérieures sont nécessaires
pour te fonctionnement. La valeur de Rx peut varier entre
les limites du tableau 1. La valeur Cx peut varier entre 0 et tou-
te valeur nécessaire.

Output puise width tw may be calçulated as follows : La largeur de l'impulsion tw peut être calculée avec la
formule suivante :V, :C [' •« for Cx > 103 pFtw =0,32 . Rx • CX

pour
RXCx

RX in k£2 ,Cx in,pF and tw in nsHH eten en en

For Cext < 10^ pF see table 2 Pour Cext < IC? pF voir tableau 2Ô Ô
Cext Rext

2. This configuration is required for operation when
electrolithics capacitors are used.

Output puise width tw may be calculated as follows :

2. Cette configuration est recommandée pour le fonctionne-
ment quand on utilise des condensateurs électrolythiques -
La largeur de l'impulsion devient :

=0,28 R X - C X O +A Z)
R X

RX in k£2 ( <0,6 R x max) ,Cx in pF ,tw in ns
en en en

D : Any Silicon type diode, such as 1N 3064
Tout type de diode, te! que 1N 3064

3. The retriggerable puises must be separated by a
minimum time of

3. Les impulsions de redéclenchement doivent être séparées
par un temps minimal

[ 0,2 2 . C X (p F) ] n s

2/6 TTL - V
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Table 1 Recommended operating conditions at Vcc= 5 V, tamb= 250C
Conditions d'emploi recommandées à VQQ =5 V, tamp =25°C

typ.min. max.

Set-up time for input trigger puises
Temps d'établissement des impulsions de déclenchement tset-up 40 ns

Hold time for input trigger puises
Temps de maintien des impulsions de déclenchement Viold 40 ns

Puise width for clear input
Largeur de l'impulsion de l'entrée de remise à zéro V 40 ns

SF.C 4123 E 50 kCl5 kfi 30 kÜExternal timing resistor
Résistance externe RX

SF.C 4123 EM 5 kSI 10 kn 25 kft

Maximum allowable wiring capacitance (pin 7,15)
Capacité de câblage sur la broche Rext (7,15) ^stray 50 pF

Table 2 Output puise width vs Rx and Cx for Cx < 10^ pF
Largeur de l'impulsion de sortie en fonction de Rx et Cx pour Cx ^ ICp pF

"< >
C

5
*O

5

3

3
Q.
3
O

Cx :Timing capacitance (pF)
Capacité extérieure

3/6TTL - V
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Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede température ambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES*VALEURS
SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

VCCmin VQ < 0,4 V
(Note 1)

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V = 16 mA'o
Minimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VQHmin

OHmin
O (Hmin)

—0,8 mA/

Minimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQi_mgx

OLmax
O (Lmax )

16 mA/

^CCrni'n
IQ = —0,8 mA

VQ > 2,4 V
(Note 1)

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V

at A or B inputs
aux entrées A ou B —1,6 mA IM < 1,6 mAI

^CCmaxMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQLmax

IILmax
I (Lmax )/ Vl = 0,4 V

at clear inputs
aux entrées de
remise à zéro

-3,2 mA Il,I < 3,2 mA

at A or B inputs
aux entrées A ou B 40 flA I. < 40 pAI

VCCmax
V, = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VoHmin

'IHmin
! (Hmin)

at clear inputs
aux entrées de
remise à zéro

80 pA I, < 80 pAI

VCCmaxMaximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V 1 mA < 1 mAIH IVl = 5,5 V

VCCmax
V0 = 0 v

10 mA<|lQ|<40mA
(Note 1)

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit typ. -25mAOS

Supply current per package
Courant d'alimentation par boîtier

!CC typ. 46 mA ^CCmax QQ < 66 mA

VCCmin
I. = -12 mA

Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

V typ. —1 V |V ( | <1.5 VIL

1. Ground Cext for VOH test on Q output, los test on Q output and VOL test on Q output
Mettre Cext à la masse pour mesurer VQH sur Q, IQS sur Q et VQ /_ sur Q

Open Cext for VQH test on Q output, los test on Q output and VOL test on Q output
Laisser Cext en l'air pour mesurer VQH sur Q *OS sur U et VOL 'sur &

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ-5 V à tamb=25°C

NOTES :
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i

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb = +25° C VCC = 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES

MIN. TYP. FIG.MAX.

Propagation delay time to high level from A
input to Q output
Temps de propagation vers le niveau haut de l'entrée
A vers la sortie Q

tPLH 22 ns 33 ns

Propagation delay time to high level from B
input to Q output
Temps de propagation vers le niveau haut de l'entrée
B vers la sortie Q

VLH 19 ns 28 ns

Propagation delay time to low level from A
input to Q output
Temps de propagation vers le niveau bas de l'entrée
A vers la sortie Q

XPHL 30 ns 40 ns

Cext=
Rext=

CL =

RL =

0
Propagation delay time to low level from B
input to Q output
Temps de propagation vers le niveau bas de l'entrée
B vers la sortie Q

5 kn
tPHL 27 ns 36 ns15 pF

400 12

Propagation delay time to low level from
clear input to Q output
Temps de propagation vers le niveau bas de l’entrée
de remise à zéro vers la sortie Q

tPHL 18 ns 27 ns

Propagation delay time to high level from
clear input to Q output
Temps de propagation vers le niveau haut de l'entrée
de remise à zéro vers la sortie Q

t 30 ns 40 nsPLH

Puise width obtained with zéro tirhing capaci-
tance
Largeur d'impulsion obtenue avec une capacité
extérieure nulle

tw 45 ns 65 ns
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SF.C 4123 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCC=5 VA

1 Q
Generator
Générateur (•)
(Note 1)

cx Rx
-Ikwv »

i^RL =400 nCext Rext Vcc I
B Q IO

(Note 2)Generator
Générateur (•)
(Note 1)

__.CL = 15 pF
| (Note 3)

Load circuit
Circuit de charge W I

Clear
Remise
à zéro

Q L J

r iQ g
Load circuit
Circuit de charge IGenerator

Générateur (•)—(

(Note 1)
L J

«
VOLTAGE WAVEFORMS
FORME DES IMPULSIONS

3,5 V
Input A
Entrée / 1,5 VtP / 0 V

03\_/uthold̂ \
3,5 V

Input B
Entrée 0 V

tPh I
3,5 V

Clear
Remise
à zéro

--1,5 V
0 V

tPLH,tPLH I

/—\_' y* tw JS VOL

OH
Output Q
Sortie 1,5 V

VOHv_ _/ vOL

Output Q
Sortie 1,5 V

^HL
*j,tPHL>|

NOTES : 1. Puise generator : tyLH =tjHL< 10 ns ( from 10 % to 90 %) f = 1 MHz, ô = 50 %, Z ^ 50 El
Générateur d'impulsion : tjLH =tTHL ^10 ns (de 10 % à 90 %) f =1 MHz, ô =50 %,Z«50 EL

2. Diodes 1N 3064

3. CL includes probe and jig capacitance
Cf_ comprend les capacités de la sonde et du montage

6/6 TTL - V
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TTL CIRCUITS

FLIP-FLOPS
BASCULES

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCC

£
Ë
C-Ig -g

*- O

g £
.g g
o -Sf
|a

Q) -Ëeu o
CO ^

c

J •gg
a a'ov0

Q) -Ë
OJ PCO ^

SM MS SMEach output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Figure 1

Each output is tested separately
Chaque sortie est testée; séparément

Figure 2

V Apply momentary
GND, then 4,5 V

4,5 V CC Apply V|
Appliquer
(Test ljL)

Apply 4,5 V
Appliquer 4,5 V

Q
Appliquer momentané-
ment la masse, puis

4.5 V
1

S
T S J1,J2,J3,K1,K2,and K3Q3 J T RI J1,J2,J3,K1,K2, and K3I -Q a>co ^~ -a

(/>g a
s> Open

Ouvert
None J1,J2,J3,K1,K2, and K3To-

RVl None J1,J2,J3,K1,K2, and K3
0) 'Ëeu <5

CO ^
K Q' R T, J2, and J3J1

R T,J1V and J3R J2
y R T,J1, and J2J3

S T,K2, and K3K1
MS SM S T, K1, and K3K2

K3 T, K1, and K2SEach input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément Figure 3

VCC Apply V|
AppliquerÎl'cc Ground

Masse1 (Test 11H)
SI I 5, R, J1,J2, J3, K1, K2, and K3Tcul Q

S T, K1, K2, and K3-Q eu
co T3
Z -s
2 a
0) •;=Q3 O

CO ^

vl
> Open
Ouvert

R T, J1, J2, and J3T
T, R, J2, and J3J1

K Q' T, R, J1, and J3J2
R T, R,J1, and J2J3

T,S, K2, and K3K1
T, S, K1, and K3stt K2»
T, S, K1, and K2K3

1. Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

2. Iqc i^measured with R at ground, then
with S at ground _
ICC est mesuré avec R à la masse ,puis avec S à la masse

Figure 4

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse
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TTL CIRCUITS

FLIP-FLOPS
BASCULES

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Vl

vcc1 ?4,5 V ç
' >

Q

’ocT

^K|K2
R

Q'I >-

ç

5®Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

HS
Figure 5

VVcc cc

I îI4Ms
! «î IQ -I-9.5SS

J

'i© r s
V

( Open
Ouvert

Ti Til
11K

l'°K _ Q'V«. Q' RR VQJ -fc O9J
HS HS SH SSHSSSHS

1. Each flip-flop is tested separately
Chaque bascule est testée séparément

2. Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Each input is tested separately •
Chaque entrée est testée séparément Figure 6 Figure 7

VCC

I*M

f 0s3S
ilvi TSI
I!

CO ^
K Q' t 'oë v0

1. Each flip-flop is tested separately
Chaque bascule est testée séparément

2. Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément Figure 8

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse
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TTL CIRCUITS

FLIP-FLOPS
BASCULES

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Apply V|
Appliquer
(Test 11L)

ApplymomentaryGND
Appliquer momenta-
nément la masse

R (note 2)

Apply 4,5 V
Appliquer

V4,5 V CC
o

T J and K

! Q R T and JNone
« 25 S None (note 5) T and K

Q (note 3) T andI Ja si ca a~ -S Q' (note 3) T andKOpen
Ouvert 1 _ Each flip-flop is tested separately

Chaque bascule est testée séparément

T|i
a>

«as K Q' 2. Apply momentary ground, then 4,5 V
Appliquer momentanément la masse,puis 4,5 V

3. After application of momentary ground,Q and Q' are left floating
Après application momentanée à la masse,Q et û' sont laissés ouverts

4. Ground ail inputs of the unused flip-flop
Toutes les entrées de la bascule qui n'est pas en essai, sont mises à la masse

5. S is applicable for SF.C 476 circuits only
S existe seulement sur les circuits SF.C 476

R

SM

Figure 9

Ground
Masse

Apply V,
Appliquer

Apply momentary GND, then 4,5 V
Appliquer momentanément la masse puis 4,5 VVCC

î l'cc T RJ, and K
T1and J
T and K

None
1 R None*J S (note 1) NoneQi l J (note 1) T and R SII K (note 1) T and S RX) U)

(0 ^~ -ÿ11 . Open 1. S is applicable for SF.C 476 circuits only
Ouvert S existe seulement sur les circuits SF.C 476

2. Içc is measured (simultaneously for both flip-flops) for the follo-
wing conditions :
ICC est mesuré (simultanément pour 2 bascules) dans les conditions suivantes :

a. J = K =T = R =GND. For SF.C 476 :S =4,5 V
b. For SF.C 473 : J = R = 4,5 V, K = GND, and apply momen-

tary 4,5 V, then GND to T
Pour SF.C 473 : J =R =4,5 V,K =Masse,et appliquer momentané-
ment 4,5 V,puis la masse à T

J =K =T =S = GND, and R = 4,5 V
J =K =T =S =Masse,et R =4,5 V

V, O— T
oeu vO(/3 ^ K Q'R

Y

For SF.C 476
Pour SF.C 476

3. Each flip-flop is tested separately for l|H
Chaque bascule est testée séparément pour I /HFigure 10

'2,4 V CC

1. Each flip-flop is tested separately
Chaque bascule est testée séparément

2. Test circuit shows set-up for testing Q'.
When testing Q, apply 2,4 V to R ground
Q' and limit duration of test to 100 ms
Le montage de test est représenté pour la mesure
sur Q'. Pour ta mesure sur Q,appliquer 2,4 Vsur
R et mettre Q' à la masse. La durée de test doit
être limitée à 100 ms.

(See note 2)
(Voir note 2)

Ti -
l'oK‘ Q'

fi-

YVI o

Figure 11

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse

TTL - V 3/9

193



TTL CIRCUITS

FLIP-FLOPS
BASCULES

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Vl|vCci rSvoQ CC4,5 Vo ?
jS Q' lé vi > Open

Ouvert
T < t-

T 0K Q'
R

Q'"n
YRS 5® SR

1. Each inpyt is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

2. S is applicable for SF.C 476 only
S existe seulement sur les circuits SF.C 476 ^igure 12

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément Figure 13

VV CCCC uLis _
2
0>

03 E SE c® c« Sr g
£ £

Q93
® c

DQD
Sr Hg «s

.2 -8
a fi

Q)
QJ vOCO

vlôVlo^ 2 «
O JJ
IS
0)
4) .O

C/5 ^
I T QfT Q' t'oVl'° RVR 00

JY
RS SR SB

1. Each flip-flop is tested separately
Chaque bascule est testée séparément

2. Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

SMS SR
1. Each flip-flôp is tested separately

Chaque bascule est testée séparément

2. Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Figure 15
Figure 14

4,5 V VCCî 9
1 Apply V,

Appliquer
(Test l|l )

Apply 4,5 V
Appliquer

Apply ground
Appliquer la masse5

O) 1 QD
I -Q 93«J T2 R and ST D

> Open
Ouvert

-SV ts -s£ sIO s R and T D
Q> -fc

Æ £ R T and D None
T Q'

R and T SDR
Y

1. Each flip-flop is tested separately
Chaque bascule est testée séparément

2. Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

SR RS
Figure 16

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse
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TTL CIRCUITS

FLIP-FLOPS
BASCULES

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Apply V|
Appliquer
(Test 11H)

Apply 4,5 V
Appliquer

Apply ground
Appliquer la masse

VCC
RT None

S R and D T (note 3)

1I R D and T None
S RV Q

0,1 D TDIO
<D ^Z ^Xn -Q
23 2
a)
Q) Q
to ^

^Open
Ouvert

T Q' 1. Each flip-flop is tested separately
Chaque bascule est testée séparément

2. Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

3. GND is momentarily applied to clock, then 4,5 V
L'horloge est mise momentanémentà la masse puisà 4,5 V

4. IQC is measured with D, T and S at ground, then
with D, T and R at ground
!CC est mesuré avec D, T et S à la masse, puis avec D, T
et R à la masse

R
Y

SS

Figure 17

V
VCC

VCC
T *t

QQ DD l,t @ v Open
Ouvert0Open

Ouvert ' T 0'T Q' i

RR
Yy
*

Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Figure 19Figure 18

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse
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TTL CIRCUITS

FLIP-FLOPS
BASCULES

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCC o

RLRL
(See note 1)
(Voir note 1) L

T S >oR Do- O

Q'Q
Q OUtpUt çy
Sortie Q

0 0' output° Sortie Q'
J

3,5 Vi
i

/\R inpu£
Entrée R

2,7 V _
.1,5 V 1,5 V

0,7 V _
0Ti

-*w( R ) 3,5 Vi

%2,7 VJS inpirt
Entrée S 1,5 V

0,7 V
*PHL i SN(S )

Hi XPLH !i

X-1;5 V\ t

-1,5 VQ output
Sortie Q

i
i

Li VHLIXPLH i U HI

/ 1,5 V _S^_i
i

Q'output
Sortie Q

1,5 V

Notes
1. R and S inputs of the SF.C 474 dominate re-

gardless of the State of_T or D inputs.
L'action des entrées R et S du SF.C 474 est indé -
pendante de /'état sur les entrées D et T.

2. Ail diodes are 1N 3064.
Toutes les diodes sont des 1N 3064

3. CL includes probe and jig capacitance
C[_ comprend les capacités de la sonde
et du montage.
Input puise charac-teristics on R or S '• _tf =5 ns, tw =30 ns
Caractéristiques de l'impulsion d'entrée sur R ou S '

Figure 20
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TTL CIRCUITS

FLIP-FLOPS
BASCULES

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCC°-
T

2,4 V
Ri t-1— H — -M—t

1 1 1

rrtAij
r ~ "1i i i

LLLC

U
i

i
i i

K s 3T<- R J

Q'Q
Q output
Sortie Q ^

Q' output
°Sortie Q'

T I
s*

V hv Input puise at T
Impulsion d’entrée à T
(See notes 1 and 2)
(Voir notes 1 et 2)

3,5 Vr .6 »
- 2,7 V

1,5 V
0,7 V 0 V

Min. *set-upi

_ H
Q or Q' output
Sortie Q ou Q' _1,5 V

t VHL

. VLH H

V,5 vQ or Q'output
Sortie Q ou Q'

L

Notes : 1. Clock input puise characteristics :
tr =5 ns, tf = 10 ns, tw =20 ns, and f = 1 MHz.
When testing clock frequency, vary f
Caractéristiques d'impulsion d'entrée d'horloge
tr =5 ns, tf =10 ns, tw -20 ns, et f =1 MHz.
Pour vérifier la fréquence d'horloge, faire varier f

2. For the SF.C 472 :J =J1.J2.J3 ; and K =K1.K2.K3
Pour le SF.C 472 : J =J1.J2.J3 ; et K =K 1.K2.K3

3. Gâte inputs (shown with dotted lines) are for
the SF.C 472 only. The SF.C 473, SF.C 4107,
and SF.C 476,_dual flip-flops hâve direct J and
K inputs, and S is not available on the SF.C
473 and SF.C 4107.
Les opérateurs (représentés en pointillés) sur les entrées
J, K existent seulement pour le SF.C 472. Les SF.C 473,
SF.C 4107 et SF.C 476 ont des entrées J et K directes,
et S n'existe pas sur les SF.C 473 et SF.C 4107.

4. Ail diodes are 1N 3064
Toutes les diodes sont des 1N 3064

5. C|_ includes, probe and jig capacitance
C[_ comprend les capacités de la sonde et
du montage

Figure 21
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TTL CIRCUITS

FLIP-FLOPS
BASCULES

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

V C C o
2,4 V

R rfL ?
-- - 4- 4--—ii— i iiI Iij"— —-i
| «-CNCÔÎ| yyy j»r-CNin ! I

I
I Ii Ii iit

I
f I

c R J K S 3-4-O
I

Q'Q i
IQ output^Sortie Q

J H Sortie QL

i ' i ixi 3,5 VR i

S 3fc'-5 v
2,7 V

1,5 V 0,7 V
0 V

3,5 V
i

*w( R ). Ii
HS

••v¥ """ tI -2,7 V—IiSF.C 472
SF.C 476

1,5 V-,
0,7 V

lPHL -0 Vi i
i

-*w(S)Ir t i HPLH !i

\ V
Q output
Sortie O

i
I

-1,5 V Ii
i
i - L

VHLItPLH i i _ Hv,5 Vy-Q# output
Sortie Q

1,5 V

Notes : 1. R or S inputs dominate regardless of the State of clock
J or K inputs
L'action des entrées _R et S est indépendante de
l'état sur les entrées T, J et K.

2. R or S input puise characteristics :
Caractéristiques d'impulsion d'entrée de R et S :

= 25 ns,
4. Ail diodes are 1N 3064

Toutes les diodes sont des IN 3064

5. CL includes probe and jig capacitance
C[_ comprend les capacités de la sonde et

du montage

tf = 5 ns, tr =40 ns, tw(Rj = tw(S)
f = 1 MHz and Z ^ 50 fi

3. Gates inputs (shown with dotted lines) are for the SF.C
472 only. The SF.C 473, SF.C 476, SF.C 4107, dual
flip-flops hâve direct J and K inputs, and S is not avai-
lable on the SF.C 473 or SF.C 4107.
Les opérateurs (représentés en pointillés) sur les entrées existent
seulement pour le SF.C 472. Les SF.C 473, SF.C 476, SF.C
4107 ont des entrées J et K directes et S n'existe pas sur les
SF.C 473 ou SF.C 4107. Figure 22
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TTL CIRCUITS

FLIP-FLOPS
BASCULES

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCC o-

R D input
Entrée D
(note 2)

RLL(note 3) (note 3)
T
O

DR S 4

•S S®
Q'Q

0 Q' output
Sortie Q

Q output ^Sortie Q

t W?
r , . *f

i \w

I I 3,5 V
2,7 V

1,5 V
0,7 VT 0 V

L 1_I I 3,5 VJL Y 1,5 VIset-up HD (set-up)

D (hold)

0 Vl I

3,5 Vhold 4VJ
I --1,5 V

- 0 V

Q' output
Sortie Q'

I H

YI
1,5 VL TPHL

L

H

1,5 VQ output
Sortie Q L

Notes : 1 - Clock input puise has the following characteristics :
L'impulsion sur l'entrée d'horloge a les caractéristiques suivantes :

tf = 10 ns, tr = 10 ns, tw = 30 ns and f = 1 MHz
When testing clock frequency, vary f
Pour vérifier la fréquence de l'horloge, faire varier f.
D input puises hâve the following characteristics :
Les impulsions sur l'entrée D ont les caractéristiques suivantes :

tf = 10 ns, tr = 10 ns, tw= 60 ns, tho|d = B ns
and f is 50 % of the clock frequency
et f est 50 % de la fréquence d'horloge

Ail diodes are 1N 3064
Toutes les diodes son t des 1N 3064

2 -

3 -

Figure 23Cj_ includes probe and jig capacitance
C[_ comprend les capacités de la sonde et du montage

4 -
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SF.C 490 E
DECADE COUNTERS

COMPTEURS DECIMAUX

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc ( V > Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Low State
Etat bas

High State
Etat haut

Max.Min.
Reset
inputs
Entrée de
remise à
zéro

SF.C 490 E TO-116 0°C, + 70°C 4,75 5,25 5,5 V 10 20
1

SF.C 490 ET TO-116 —25°C, + 85°C 4,75 5,25 5,5 V 10 20

SF.C 490 EM Input Ai
Entrée Ai

TO-116 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 20 2
SF.C 490 KM TO-116 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 20 Input

BDi 4SF.C 490 PM TO-85 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 20 Entrée
BDi

— MSI TTL high speed decade counters
— Digital computer Systems

— Data handling Systems

— Control Systems

— Average power dissipation : 160 mW
— Typical frequency of input count puises : 18 MHz

— Compteurs par 10 MSI TTL rapide

— Systèmes de calculs digitaux

— Systèmes d'acquisition des données

— Systèmes de contrôle

— Puissance moyenne dissipée : 160 mW

— Fréquence typique des impulsions de comptage : 18 MHz

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-116
Boîtier

Package TO-85
Boîtier

Input
Entrée

Ai N.C. A D GND B C

Input
Entrée

D GND

3-0-0-E ii

I
10

10 9 8 —i
UTDUIU B J C RDCP (- C CP

IK ! I 1K_
CP r==ç CP_) p_^CP si YflL K

i S2

1 2 3 4 5 6 7HZHZH
BDi R0(1) RO(2) N.C. Vcc R9( 1) Rg(2)

Input
Entrée

BDi Rû(1) R0(2) N.C. Vcc Rg{i) Rg(2)
Input
Entrée’

T T L - V I 7 4 - 4 1/8
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SF.C 490 E

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

D o S±\ f11 Y-
5 \/o vcc-*~w

10 oGND—-VAr--—Wv

C O Si8

—W\r

—Wv

—Wr

*tr
6
O R9(1)B o Si o R9 ï 9(2)

—Wr
SBB?

•*—WV ~*—Wv

•+—Wr ~+—Wr

-*—VvV

< 1

A o Si12 —W»—~\ f XWr < i

Wr

-« Wv 1
O BDi

( r—o Ai

ü 14

—VvV
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SF.C 490 E

FUNÔTIONAL DIAGRAM
DIAGRAMME FONCTIONNEL

R0(1) - R0(2)

R9<1)' R9(2)

I

Ai

i
i
i

BDi
i
i

i
iI i

i IA !
i

!
B

i
i
i

C

D

When used as a binary coded decjpial decade counter,
the BDi input must be externally connected to the A
output. The Ai input receives the incoming count.
For frequency synthesizers or for symrrietrical divide
by ten operations, connect the D output to the Ai
input. When puise are then applied to the BDi input,
a symmetrical waveform one tenth of the applied
frequency will appear at the A output.
If no externat connections are made,a frequency
division of five will resuit between the BDi input and
the D output. This allows the flip-flop A to be used
to divide by two of desired.
To reset the counter to the BCD count of zéro both
RQ(1), ^0(2) inputs must be at high level whileat
least one Rg input is at a low level.
To reset the counter to the BCD count of nine,
both Rg(i), Rg(2).,nPUts must be at high level. The
inputs Rg may be in any State.

Si on veut utiliser ce circuit en compteur décimai codé
binaire, l'entrée BDi doit être reliée extérieurement à la sor-
tie A. L'entrée Ai reçoit les impulsions à compter.
Pour les synthétiseurs de fréquence ou pour toute opération
de division symétrique de fréquence par dix, la sortie D doit
être reliée à l'entrée Ai. Les impulsions sont appliquées à
l'entrée BDi et des impulsions symétriques apparaissent sur
la sortie A dont la fréquence est égale au dixième de la

fréquence d'entrée.
Sans connexions externes, il y a une division par cinq de la
fréquence entre l'entrée BDi et la sortie D.Si on lé désire,
la bascule A peut être utilisée comme diviseur par deux.
Pour positionner le compteur à zéro (en code BCD) les
deux entrées Ro(1) et R0(2) doivent être à un niveau
haut alors qu'une au moins des entrées Rg doit être A}

un niveau bas.
Pour positionner le compteur à neuf (en code BCD) les deux
entrées Rg(1) et R9(2) doivent être à un niveau haut.Les.
entrées Rg peuvent être dans n'importe que! état.

TTL - VI 3/8
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SF.C 490 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagamme de température ambiantede fonctionnement(sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES*VALEURS
SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut VIHmin 2 V

VCCmin
IQ = 16 mA

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas VQ < 0,4 V^ILmax 0,8 V A

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V

VCCmin
IQ = —0,8 mA

B,CMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQi_max

V0 > 2,4 VOLmax
O (Lmax)

16 mA/ D

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V

IMinimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VoHmin

OHmin
O (Hmin) —0,8 mA/

Inputs RO,R9
Entrées Rg, Rg |l|| < 1,6 mA—1,6 mA

Maximum input current
al VoLmax
Courant maximal d'entrée
à YOLmax

^CCmax
V, = 0,4 V

Input Ai
Entrée Ai

ILmax
/ (Lmax)

|l,| < 3,2 mA F-3,2 mA/

Input BDi
Entrée BDi H,l < 6,4 mA—6,4 mA

Inputs RO,R9
Entrées RQ, Fg I. < 40pA40pA I

Maximum input current
at VoHmin
Courant maximal d'entrée
à YpHmin

^CCmax
V, = 2,4 V

IInput Ai
Entrée Ai

IHmin
/ (Hmin) 80pA I, < 80 pA E/

Input BDi
Entrée BDi I, < 160 pA160pA I

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d’entrée à 5,5 V 'IH 1 mA I, < 1 mA E

SF.C 490 E - ET 18 mA<|lQ|<57 mA B,CShort-circuit output
current
Courant de sortie en
court-circuit 'os ^CCmaxtyp. —35 mA

SF.C 490 EM-KM 20mA<|lQ|<57 mA D
PM

SF.C 490 E - ET QQ < 53 mASupply current
per package
Courant d'alimentation
par boîtier 'cc ^CCmaxtyp. 32 mA E

SF.C 490 EM-KM 'CC ^ mAPM

VCCminMaximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

V I = -12 mAtyp. —1 V IV,| < 1,5 VIL I
w 25°c

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tgmb=25°C.
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SF.C 490 E

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES V C C = 5 V N = 10tamb = +25°C

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES TYP. MAX. FIG.MIN.

Maximum frequency of input count puises
Fréquence maximale de comptage

1810fmax MHzMHz

Propagation delay time, low. to high
level output from Ai input to output C
Temps de propagation à la croissance du
signal de sortie de l’entrée Ai à la sortie C

*PLH 100 ns G60 nsCL = 15 pF

RL = 400 H

Propagation delay time, high to low
level output from Ai input to output C
Temps de propagation à la décroissance du
signa! de sortie de l'entrée Ai à la sortie C

VHL 60 ns 100 ns

Width of input puise
Largeur de ['impulsion d'horloge 50 ns

Width of reset puise
Largeur de l'impulsion de positionnement 50 ns

TTL - VI 5/8
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SF.C 490 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCC VCCO

I
BDiBDi

A A
Ai Ai 'o'o£ £

° SC.C
a> -fe<U.O

CO ^

" £o o
c c
0)
0) ,0co ^

4,5 V B B
R0( 1)
R0(2)
R9( 1)
R9(2)

R0(1)
R0(2)
R9( 1)
R9( 2)

O Ot o
4,5 V i yC C - 1

V Vao T oD D
i

WP,WP, SB S SS

Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Figure A. TestVQ^

Each output (A, D) is tested separately
Chaque sortie (A, D) est testée séparément

Figure B. TestV
Tester !OH' *0S *or ^ anc* D

VON. loSP°urA etD

V VCC CC

î IGenerator A
Générateur A Generator A

Générateur A
BDiBDi O-A A0

Generator B
Générateur B

o-t—
Generator B
Générateur B AiAi OB B

1 1 R0( 1)
R0(2)
R9( 1)
R9(2)

R0(1) '

RQ(2)
R9( 1)
R9(2)

(§> T O
C V Oc0

< y D ( y
D

V« y
< y 0

A» S SB
Generator A
Générateur A *

Generator A
Générateur A 4,5 Vcm0 v

0 VGenerator B
Générateur B 4,5 V4,5 V

Generator B
Générateur B

0 V 0 V
Test Test

Figure C. Test VQH, IQS for B
Tester VQH, IQS pour B

Figure D. Test Vç)H, •OS f°r C
Tester VQH, IQS pour C
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SF.C 490 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCC

Q

Notes : 1. Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

2. When testing Ro( 1) or Rg(i) ground
R0(2) or Rg(2)
Lorsque l'on teste Ro(1) ou R9(2)> mettre
à la masse R(j(2) ou R9(2)

3. When testing Ro(2) or R9(2) ground
R0(1) or Rg(i)
Lorsque l'on teste R0(2) ou R9(2)mettre

' à la masse R0(1) ou R9(1)

4. When testing Icc reset ail output to
low level, ground ail inputs, then
measure Icc
Lorsque l'on teste IQC> positionner toutes
les sorties au niveau bas, mettre à la masse
toutes les entrées, alors mesurer IQQ

CC

BDi
A

'.H S £ BAi
O c c Rom

R0( 2)
R9( D
R9(2)

eu -fc£ Q C
C/5

VIH
D

SB

Figure E. Test l||_|, Ijp, IQQ

VCC
O

Notes : 1. Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

2. When testing Ro(1) or Rg( -|), apply
4,5 V to Ro(2) or Rg(2)
Lorsque l'on teste RQ( I ) ou R9(1), appli-
quer 4,5 V à Ro(2) ou R9(2)

3. When testing Ro(2) or R9(2Vapply
4,5 V to RO(1) or Rg(i)
Lorsque l'on teste Ro(2) ou ^9(2)- appli-
quer 4,5 V à R0(1) ou R9(1)

BDi
A

S IS"IL Ai B*-» -8 * Rom
R0(2)
R9(1)
R9(2)

O 11î C
vl

D

SB
Figure F. Test lJL

TTL - VI 7/8
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SF.C 490 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

V VCC CC
Q

r i
I RLl

H WBDi A
I

Generator A
Générateur A <& BAi II SB

R0( 1)
R0(2)
R9(1)
R9(2)

r i
Load circuit (same as load output A)
Circuit de charge identique à celui de la sortie A

I1 ID 1 IL. J

SB

8 95 10
90%90% l 1,5 Vy 1,5 ViInput A

Entrée A
1,5 V10%,10%; rlI iii i i

tPHL

YOutput C
Sortie C

1,5 V 1,5 V

U

Output D
Sortie D 7L1,5 V

Notes ; 1 - The puise generator has the following characteristics :
Le générateur d'impulsion a les caractéristiques suivantes ,

= 3 V, tf = tf < 15 ns, tw = 0,5 ;us, f = 1 MHz, Z ~ 50 12

Ail diodes are 1N 3064
Toutes les diodes sont des 1N 3064

Vgen

2 -

3 - C|_ includes probe and jig capacitance
Cj_ comprend la capacité de lasonde et du montage

Figure G
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SF.C 492 E
DIVIDE-BY-TWELVE COUNTERS (DIVIDE-BY-TWO AND DIVIDE-BY-SIX)

COMPTEURS DIVISEURS PAR 12

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

VCC (V)
Package
Boî tierType Low State

Etat bas
High State
Etat haut

Max.Min.

0°C, + 70°C 4,75 5,25 5,5 V 10 20SF.C 492 E TO-116 Inputs RO
Entrées RO 1

SF.C 492 ET -25°C, + 85°C 4,75 5,25 5,5 V 10 20TO-116

Inputs Ai
Entrées Ai

20SF.C 492 EM TO-116 -55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 2

5,5 20SF.C 492 KM TO-116 -55°C, + 125°C 4,5 5,5 V 10
Inputs BCi
Entrées BCi 4

5,5 5,5 V 10 20SF.C 492 PM TO-85 -55°C, + 125°C 4,5

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 492 is a TTL monolithic devide-by-twelve
counter capable of counting puises at a typical
frequency of 18 MHz .Gating is also provided to
asynchronously reset the counter to the count of
zéro.
To provide greater flexibility the counter may be
used in either of two modes :
1) when used as a divide-by-twelve counter output
A is connected to the BCi input. In this mode
outputs A, C and D provide divisions by 2, 6 and 12
respectively.
2) when the connection is not made between A and
BCi and when an input frequency is appliedtothe
BCi input, a frequency division of 3 and 6 results on
the C and D outputs respectively. In this mode the A
flip-flop may be used independently except forthe
common reset input.

Le circuit TTL SF.C 492 est un compteur diviseur par 12
capable de compter des impulsions à la fréquence typique de
18 MHz. Il est possible de remettre à zéro le compteur de
manière asynchrone.

Ce compteur peut être utilisé dans l'un des 2 modes suivants :

1) quand on l'utilise en diviseur par 12, la sortie A est reliée
à l'entrée BCi. Dans ce mode, les sorties A, C et D donnent
respectivement les divisions par 2,6 et 12.

2) quand cette connexion entre A et BCi n'est pas réalisée
et que les impulsions sont appliquées à BCi, il en résulte une
division par 3 et 6 sur les sorties C et D. Dans ce mode, la
bascule A peut être utilisée indépendamment excepté pour
la remise à zéro qui est commune.

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-116
Boîtier

Package TO-85
Boîtier

Outputs
Sorties

Outputs
SortiesInput Ai

Entrée
Input Ai
EntréeN.C. A B GND C D N.C. A B GND C D

14 13 12

kjCP r< CP

3—Eh n 10 9» 8

ü14 13 1112 10

Locp
J CJ A J B J C J D r< CP

^
L-cCP roCP rC CP ^CP

K K K n K
"9 9XJ XJ

K
1 2

kit P~l
6 74HHH' 5 6 7

3 54

jnput BDi N.C. N.C. N.C. VQQ ^0( 1) ^0( 2)InputBDi N.C. N.C. N.C. VQQ ^0( 1) ^0(2)

TTL - VI 74 - 4 1/8
THOMSON - CSF
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SF.C 492 E

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

Output B
Sortie B

Output A
Sortie A

Output C
Sortie C

Output D
Sortie D

O O Q Q

JJ A Cé- DB < >

Input
Entrée Ai^~^

Clock
Horloge

Clock
Horloge

Clock
Horloge

Clock
Horloge

C

K K C KK
TJ TJTJTJ

Input BCi Q.
Entrée BCi

4 >

R0(1) O
R 0(2) O O

F’JNCTIONAL DIAGRAM
DIAGRAMME FONCTIONNEL

Rod ) L l
R0(2) i l

Ai
""
1 n_n

i i

BCi"
~1

A ~[

i

T l
ll
lI +l I
IB i i
i
i

1 JC i
c

i i
i

D
~

_
i
L

R

R
J

m.Ai
în-n-n-n iBCi 1

t t t
i iI IA Il i I i

B
i

i

C t

D
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SF.C 492 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede température ambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

* TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES

VALUES
VALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V A

VCCmin
IQ = 16 mA

BVQ < 0,4 VMaximum low level input voltage
Tension maximale d’entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

C

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut

D^OHmin 2,4 V VCCmin
IQ = —0,8 mA VQ > 2,4 V E

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V F

Maximum input current at Ro(1) or Ro(2)
inputs at VoHmin
Courant maximal d'entrée sur les entrées R0(1)
ou RQ(2) à vOHmin

^CCmax
V. = 2,4 V

IJIHmin
! (Hmin)

40 juA I. < 40 /uA

Maximum input current at Ai input at
VOHmin
Courant maximal d'entrée sur l'entrée Ai à
vOHmin

^CCmax
V, = 2,4 V

IIHmin
/ (Hmin)

80 MA I. < 80 fiA G/

Maximum input current at BCi input at
VOHmin
Courant maximal d'entrée sur l'entrée BCi à
VOHmin

VCCmax
V, = 2,4 V

IHmin
/ (Hmin) < 160 (àA160 MAl I

Maximum input current at Ro(1) or Ro(2)
inputs at VoLmax
Courant maximal d'entrée sur les entrées Ro(1)
ou RQ(2) à VQLmax

VCCmin
V, = 0,4 V

IILmax
/ (Lmax) —1,6 mA < 1,6 mA/ I

Maximum input current at Ai input at
VOLmax
Courant maximal d'entrée sur l'entrée Ai à
VQLmax

VCCmin
V, = 0,4 V

ILmax
/ (Lmax)

-3,2 mA |l,l < 3,2 mA HI

Maximum input current at BCi input at
VOLmax
Courant maximal d'entrée sur l'entrée BCi à
YOLmax

VCCmin
V, = 0,4 V

IILmax
! (Lmax)

—6,4 mA |l.| < 6,4 mAI

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V

» IH G1 mA L < 1 mAI

18 mA<|lQ|<55 mA A, BSF.C 492 E-ET
Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit

!OS ^CCmaxtyp. —35 mA
SF.C 492 EM

KM, PM
18 mA<[lQ|<55 mA C,D

SF.C 492 E-ET lcc < 51 mA
Supply current per package
Courant d'alimentation par boîtier ‘cc ^CCmaxtyp. 31 mA

SF.C 492 EM
KM.PM CC ^ 44 mA

VCCmin
O =

t u= 25°Camb

Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

-12 mAI IV.! <1.5 VV typ. —1 VIL

* Ail typical values are at V(x= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQC~5 V i tamt)=250C
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SF.C 492 E

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb = +25°C V C C = 5 V N = 1 0

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX. FIG.

Maximum frequency of inputs count puises
Fréquence maximale de comptage

1810fmax MHz MHz

Propagation delay time to high level from
input count puise to output D
Temps de propagation vers le niveau haut de
l'entrée d'horloge à la sortie D

VLH 60 ns 100 ns JCL = 15 pF

RL = 400 El

Propagation delay time to low level from
input count puise to output D
Temps de propagation vers le niveau bas de
l’entrée d'horloge à la sortie D

VHL 60 ns J100 ns

Width of input puise
Largeur de l'impulsion d'horloge 50 ns

Width of reset puise
Largeur de l'impulsion de remise à zéro 50 ns

4/8 TTL - VI
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SF.C 492 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCCmin VCCminQ

!
16 mA

ABCiABCi

«
/ i

Ai BAi B s ag ^
16 mA

V 2 VO R0(1) C

R0(2)

02 Vc> R0( 1) C Jî t
D VDR0(2) 0

BR
Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Figure B . Test VOL at B,C, D outputs
Tester VQL aux sorties B,C,D

Figure A . Test VQL at output A
Tester VQL à la sortie A

Vcc

I
BCi A

Generator A
Générateur

Generator B
Générateur

Ai B

VR0(1) C 0

DR0(2)

BR
3 V

Generator B
Générateur 0 V

3 V
Generator A
Générateur 0 V

Test

Figure C . Test VoH, lOS at output A
Tester VQH, IQ$ à la sortie A

TTL - VI 5/8
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SF.C 492 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VV cccc

1! Generator A
Générateur

Generator A
Générateur © BCi ABCi A

0
Ai BAi B

Generator B
Générateur

Generator B
Générateur

R0(1) C<& R0(1) c tV0 R0(2) DDR0(2) V0

SB
3 V

0 V 0 V

3 V 3 V
0 V0 V

TestTest

Figure D . Test Vç)H, lOS at output B
Tester VQH, IQS à ^ sortie B

Figure E . Test VoH/ lOS at output C
Tester VQH, /Q$ à la sortie C

VCC

IGenerator A
Générateur BCi A

Ai B
Generator B
Générateur R0(1) C

R 0( 2) D Yo
SB

3 v
i

0 V I

3 V

0 V
Test

Figure F . Test VoH* lOS at output D
Tester VQH, IQS à ia sortie D
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SF.C 492 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE- TESTS

VCCmaxVCCmax
! !

'ILBCi A BCi AI
0,4 VO

S 2<-° SC C
QJ 'fe

ss
8 §
CD -b0) <5
in ^

V, O Ai B Ai B

R0( 1) C

R0(2) D

R 0( 1) C

R0(2) D
4,5 VO—

SB
Notes : 1. Each input is tested separately

Chaque entrée est testée séparément

2. When testing R()(1), apply 4,5 V to Ro(2)
Lorsque l’on teste R0(1).appliquer 4,5 V à R0(2 )

3. When testing Ro(2) » apply 4,5 V to Ro(1)
Lorsque l’on teste RQ(2)> appliquer 4,5 V à RQ(1)

Notes : 1. Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

2. When testing Ro(1) / ground Ro(2)
Lorsque l'on teste RQ(I ),R0(2) est à ,a masse

3. When testing Ro(2) / ground Ro(1)
Lorsque l’on teste RQ(2). R0(1) est à ,a ma^se

Figure H . Test l|i_Figure G . Test l|H, 11R

^CCmax

ICC

BCi A

Ai B

R0( 1) c
R 0(2) D

4,5 V
lov

O

Figure I . Test IQC
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SF.C 492 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCCOVCC Q
r - i

ihW H H—HBi A
CLPuise generator

Générateur d'impulsion
(See note 1)
(Voir note 1)

Load circuit 1
Circuit de charge 1 WËWÊ

Ai B
C

Œ> Load circuit 2 (Same as 1)
Circuit de charge 2 (Même que 1)

R ID0 L_
Load circuit 3 (Same as 1)
Circuit de charge 3 (Même que 1)

I1 I

r 1Load circuit 4 (Same as 1)
Circuit de charge 4 (Même que 1)

Output Q l
Sortie 1 i

VOLTAGE WAVEFORMS
FORMES D'ONDE

1 2 3 6 7 12 - - H90 %

4- -1,5 V
L10 °AInput Ai

Entrée
I

I I I I XVJ
I

4*r

Output D
Sortie I*
Notes : 1. The puise generator has the following characteristics :

Le générateur d'impulsion a les caractéristiques suivantes :

ir = tf < 15 ns, tw = 0,5 us, f= 1 MHz, Z « 50 Î2
2. AU diodes are 1N 3064

Toutes les diodes sont des 1N 3064
3. C|_ incliides probe and jig capacitance

C[_ comprend la capacité de la sonde et du montage

Figure,J
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SF.C 493 E
4 BIT BINARY COUNTERS
COMPTEURS BINAIRES 4 BITS

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc < v> Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Min. Max.
Reset
inputs
Entrées de
remise à
zéro

SF.C 493 E TO-116 0°C, + 70°C 4,75 5,25 5,5 V 10 20
1

SF.C 493 ET TO-116 —25°C, + 85°C 4,75 5,25 5,5 V 10 20

SF.C 493 EM TO-116 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 20
Ai and
Bi inputs
Entrées Ai
et Bi

SF.C 493 KM TO-116 —55°C, +125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 20 2
SF.C 493 PM TO-85 —55°C, +125°C 4,5 5,5 V5,5 10 20

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 493 is a TTL monolithic four bit binary
counter capable of counting puises at a typical
frequency of 18 MHz. Gating is also provided to
asynchronously reset the counter to the count of
zéro.
To provide greater flexibility the counter may be
used in either of two modes :
1. When used as a four bit binary counter, output A
is connected to the Bi input. Inthis modeoutputs
A, B, C, D provide divisions by 2, 4, 8 and 16
respectively.
2. When the connection is not made between A and
Bi and when an input frequency is applied to the Bi
input, a frequency division of 2, 4 and 8 results on
the B, C and 'Doutputs respectively.ln this mode
the A flip-flop may be used independly except for
the common reset input.

Le circuit monolithique TTL SF.C 493 est un compteur
binaire de 4 bits capable de compter des impulsions à la
fréquence typique de Î3 MHz. Il est possible de remettre
à zéro te compteur de manière asynchrone.
Ce compteur peut être utilisé dans l'un des 2 modes suivants:
1. Compteur binaire de 4 bits, la sortie A est reliée à l'entrée
Bi. Dans ce mode, les sorties A, B, C, D donnent respective-
ment les divisions par 2,4,8 et 16.
2. Quand la liaison entre A et Bi n’est pas réalisée et que
les impulsions sont appliquées à l'entrée Bi, on réalise
respectivement sur les sorties B,C et D une division
par 2, 4 et 8. Dans ce fonctionnement, la bascule A peut
être utilisée indépendamment excepté pour la remise à zéro
qui est commune.

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-116
Boîtier

Package TO-85
Boîtier

Input Ai
Entrée N.C. A D GND B C

Input Ai
Entrée N.C. A D GND B C

-0—0— 14 13

K
12 11

I—I
10 9 8

: J A -J J B
C P r-c C P) P

K C K A K B
¥

rw,. .I n - 2 3 4 6Input Bi 0

Entrée

i 2 3 4 5 6
6 7Input BiR n

Entrée hQ(1)H0(2) N.C. VCC N.C N.C R0(1) R0(2) N.C. VCC N.C N.C

T T L - V I 7 3 - 9 1/7
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SF.C 493 E

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

Output A
Sortie A

Output B
Sortie B

Output C
Sortie C

Output D
Sortie D

J JJ JA. B DC
Clock
Horloge

Clock
Horloge

Clock
Horloge

Clock .
Horloge

Input A
Entrée Ai

K KKK
TJTJ TJ TJ

Input Bi
Entrée Bi R0(1)

R0(2)

R°(D y_r~\
R°<2 "”i [

—» runAi
I:—i

i l ! ; I !• ! ! ! !

Bi I

I
A I

t

r~k"'1B

L—C i

"1D

R0(1) l n n n
!

R0(2) _ _T1 n i
i

Ai

n-Bi l
I

i i t
iA ii

r3

C

D
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SF.C 493 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede températureambiantede fonctionnement(sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

VALUES*VALEURS
TEST CONDITIONS

CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

A
VCCmin
IQ = 16 mA VQ < 0,4 V BMaximum low level input voltage

Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

CMaximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V VCCmin DV0 ^2,4 V'o = —0,8 mA

EMinimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V

F

Maximum input current at Ro(1) or R0(2)
inputs at VoHmin
Courant maximal d'entrée sur tes entrées R0(1)
ou R0(2) à VoHmin

^CCmax
V, = 2,4 V

IÎIHmin
’ i {Hmin)

40 pA 11 < 40pA G

Maximum input current at Ai or Bi inputs
al VoHmin
Courant maximal d'entrée sur l'entrée Ai ou Bi
à vOHmin

VCCmax
V, = 2,4 V

IIHmin
! (Hmin)

80 pA < 80pA/ I J

Maximum input current at Ro( 1 ) or Ro(2)
inputs at VoLmax
Courant maximal d'entrée sur l'entrée Ro(1) ou
R0(2) à vOLmax

^CCmax
V, = 0,4 V

ILmax
/ (Lmax) —1,6 mA |l|| < 1,6 mA H!

Maximum input current at Ai or Bi inputs
at vOLmax
Courant maximal d'entrée sur l'entrée Ai ou Bi
4 VQLmax

^CCmax
V, = 0,4 V

IIILmax
/ (Lmax)

-3,2 mA |l|l < 3,2 mA/
J

GVCCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V IIH l i < 1 m AI J

SF.C 493 E-ET 18 mA<|lQ|<55 mA C, D
VCC= 5,5 V
V0H= 0 V

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 'os typ. —35 mA

SF.C 493 EM
KM,PM 20 mA<|lQ|<55mA E, F

*CC ^ 53 mASF.C 493 E-ET VCC= 5'25 V
Supply current per package
Courant d'alimentation par boîtier KCC typ. 32 mA

SF.C 493 EM
KM,PM < 46 mAVCc= 5,5 V ’cc

VCCmin
I, = -12 mA

W 25°C
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

V IV,| < 1,5 Vtyp. —1 VIL

*AII typical values are at Vcc= 5 V, tamb=25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQC=5 V à tamp=25°C

TTL - VI 3/7
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SF.C 493 E

N = 10*amb - +25 # c V C C = 5 VDYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES

FIG.MIN. TYP. MAX.

1810Maximum frequency of inputs count puises
Fréquence maximale de comptage

fmax MHz MHz

Propagation delay time to high level from
input count puise to output D
Temps de propagation vers le niveau haut de
l'entrée d'horloge à la sortie D

CL = 15 pF

RL = 400 EltPLH 135 ns75 ns

L

Propagation delay time to low level from
input count puise to output D
Temps de propagation vers le niveau bas de
l'entrée d'horloge à la sortie D

CL = 15 pF

RL = 400 0XPHL 135 ns75 ns

Width of input puise
Largeur de l’impulsion d'horloge

50 ns

Width of reset puise
Largeur de l'impulsion de positionnement

50 ns

4/ 7 TTL - VI
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SF.C 493 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

!VCCmin5VCCmin

116 mA
Bi A

OBi A 16 mAAi B S S

0)

Ai B O
WP,

Rom c
R0(2) D

OR0( 1) c
RQ(2) D

2 Vo—f-
2 V V V0L 0L

WP, Note : Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Figure B. Test VQL for B,C,D outputs
Tester VQL pour les sorties B,C,D

Figure A . Test VOL for A output
Tester VQL pour la sortie A

îî VCCminVCCmin Generator A
Générateur A’oGenerator A

Générateur A Bi A 0Bi A O
Ai O<& BAi B

(§>- R0(1) C
R0( 2) D

<
Generator B _
Générateur B

R0( 1) c
RQ(2) D t=V0 Generator B

Générateur B V0

WP,m
3 V3 V Generator A

Générateur A
Generator A
Générateur A 0 V

0 V3 V3 V
Generator Bj
Générateur B '

Generator B| O V
Générateur B

0 V |

I Test
Figure D. Test VQH or los f°r B output

Tester VQH OU tOS P°ur *a sortie B

Test
Figure C. Test VOH or los for A output

Tester VQH ou IQ$ pour la sortie A

! î »VCCmin CCminGenerator A
Générateur A

Generator A
Générateur A

ABi ABi
0BAi Ai B

'oORom c
R0( 2) D

Rod) c
R0(2) DrGenerator B

Générateur B
Generator B
Générateur B OV K0

WP. WP,

GZlTê A [\J\j-\J~\
3 V 3 V3 VGenerator A

Générateur A
I

o v o v o v o v o v0 V o v o v
.3

~vl
Generator B}
Générateur B

3 V\Generator B
Générateur B
Figure E. Test VOH or los f°r C output

Tester VQH OU IQS pour la sortie C

0 V0 V | Test Test 1

Figure F. Test VQH or los f°r D output
Tester VQH . ou /OS pour la sortie D

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse
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SF.C 493 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

^ VCCmax ^ VçCmax

Bi A Bi A4,5 V O
BAi Ai B

£ S
o gc c

S 2+-* +wg 8

| UII
' IL R0( 1) C

RQ( 2) D
RO(1) c
R0(2) D Oa rui_V

3^ 0,4 V
2,4 V

Notes : When testing Ro(1) ground Ro( 2)
Lorsque l'on teste Ro(1), R0(2) est a la masse

When testing R0(2) ground Ro(1)
Lorsque l'on teste RQ(2), R0(1) est à la masse

Figure G . Input current 11H at R0 input
Courant d'entrée I /H aux entrées RQ

Notes : When testing Ro( 1) apply 4,5 V to Ro(2)
Lorsque l'on teste R0(1) appliquer 4,5 V à Ro(2)

When testing Ro(2) apply 4,5 V to Ro(1)
Lorsque l'on teste Ro(2) appliquer 4,5 V à Ro(1)

Figure H . Input current l||_ at Ro inputs
Courant d'entrée l / i aux entrées RQ

9 ^CCmaxy VCCmax
4,5 V Generator A

Générateur A
Bi ABi AO-

Generator A
Générateur A 4,5 VO

Generator B@ £
Générateur B

BAiAi B
R0(1) c
R 0( 2) D

Rom c
R0(2) D

Generator B (•) X
Générateur B

~—

m
! 4,5 V ] 4,5 V
Ti

Generator B
Générateur B

Generator B _!
Générateur B I

i :
,5,5 V 5,5 V

2,4 vlTl 2,4 vfT2f4 5,5 V | 5,5 V| j 5,5 V

vrn 2,4 vfn 2,4 vin0,4 V
Generator A _i_
Générateur A

Test | jL
Test l|H
Tes l l ip

Generator A
Générateur A 0,4

Test l||_
Test l|_j
Test 11R

I I0,4 I 0,4, • | 0,4 I | 0,4 I
-^ -h -̂ V-ï -p-' V I I
i

-LV4- -j- -L'v-f -f ^vl- -MIL
- -M M-'lHmin

J- 'lH
max

_ L.1“T "

L__l

Figure J . Test input current at Bi input
Courant d'entrée de test à l'entrée Bi

Figure I . Test input current at Ai input
Courant d’entréè de test à l'entrée Ai

Figure K . Supply current
Courant d'alimentation

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse
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SF.C 493 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Q VCC= 5 V
“1( k

R IL
Generator A
Générateur A H H—H—HBi A

<& Ai
Load circuit 1
Circuit de charge 1

IBR 'iGenerator B
Générateur B

B L
R0(1)
R0(2)

CC r<& Load circuit 2 (same as 1)
Circuit de charge 2 (même que 1)D I

IL

r Load circuit 3 (same as 1)
Circuit de charge 3 (même que 1)

I
II—

n nLoad circuit 4 (same as 1)
Circuit de charge 4 (même que 1)

I
JL_

Generator B
Générateur B

1691 82
3 V —/ 90 %

a’ 1,5 V
Generator A
Générateur A 10%, I0 V

tI I w
*T-r**+-r* *

D

The puise generator A has the following characteristics : = 3 V, tr = tf < 15 ns, tw = 500 ns, f = 1 MHzVgen
Le générateur d'impulsion A a les caractéristiques suivantes : Z = 50 O

Figure L. Propagation delay time
Temps de propagation

TTL - VI 7/7
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SF.C 4192 E
SYNCHRONOUS 4 BIT UP/DOWN BCD COUNTERS (DUAL CLOCK WITH CLEAR)
COMPTEURS DECOMPTEURS DECIMAUX PREPOSITIONNABLES A 2 ENTREES D'HORLOGE

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc < V) Input
loading factor

Facteur de charge
d’entrée

Package
BoîtierType

Low State
Etat bas

High State
Etat haut

Min. Max.

SF.C 4192 E

SF.C 4192 ET

SF.C 4192 EM
SF.C 4192 KM

MP-117 0°C, + 70°C *

—25°C, + 85°C

—55°C, + 125°C

—55°C, + 125°C

5,25 5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V

4,75 10 20
Ail

MP-117 4,75 5,25 10 20 inputs
Toutes
entrées

1
MP-117 5,54,5 10 20
MP-117 4,5 5,5 2010

— Cascading circuitry provided internally

— Synchronous operation

— Individual preset to each flip-flop

— Fully independent clear input

— Typical maximum input count frequency. ...32 MHz

— Compteur prévu pour l'extension à n étages

— Fonctionnement synchrone

— Prépositionnement individuel de chaque bascule

— Remise à zéro indépendante

— Fréquence maximale de comptage. . . .32 MHz

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 4192 E up/down decade counter is a mono-
lithic circuit containing gates and four JK toggle
flip-flops interconnected to provide a bi-directional
divide-by-ten resuit as a function of the two up/
down clock inputs,one controlling the count in the
count in the up direction, and the other in the down
direction.
The output code of the up/down decade counter is
the commonly used BCD (8421) code, and the
output sequence generated is the binary équivalent
of the décimal numbers 0 though 9.
The counter is capable of being preset to any number
from 0 though 9. A count/load input Controls the
asynchronous entry of these numbers, and sets ail
outputs to appropriate State.
When the load input is taken to a low level
the true output of each flip-flop will assume the
same State as its associated data input regardless of
the clock input.
Two outputs,borrow and carry, are connected to the
clock inputs. The borrow output gâte provides a
négative puise equal to the down count puise width
when the counter reaches minimum count State, at
± 6 ns. The carry output gâte provides a négative puise
equal to the up count puise width when the counter
reaches maximum count States,at ± 6 ns.
A positive puise to clear input sets ail the outputs to
the low level.

La décade compteuse-décompteuse SF.C 4192 E est un
circuit monolithique comprenant des portes et 4 bascules
JK fonctionnant en échelle de deux, interconnectées pour
former un diviseur par 10 fonctionnant de manière bidirec-
tionnelle selon l'état de deux entrées d'horloge compteuse

et décompteuse, l'une commande le comptage, et l'autre
le décomptage.
Le code de sortie de la décade compteuse-décompteuse est
le code BCD (8421), et la séquence de sortie est l'équivalent
binaire des nombres décimaux de0 à 9.

La décade est capable de commencer le comptage à partir de
tout nombre de 0 à 9. Une entrée de prépositionnement
commande l'entrée asynchrone de ces nombres,et positionne
les sorties dans l'état correspondant.
Si l'entrée de commande du prépositionnement est au
niveau bas, les sorties de chaque bascule se positionnent
dans le même état que les entrées de données associées
indépendamment de l'état des entrées d’horloge.
Deux sorties, retenue et report, sont commandées par les
entrées d'horloge. La porte de sortie retenue donne une
impulsion négative dont la largeur est celle de l'impulsion
de l'horloge de décomptage quand le compteur passe de 0
à 9, à ± 6 ns. La porte de sortie report donne une impulsion
négative dont la largeur est celle de l'impulsion de l'horloge
de comptage quand le compteur passe de9 à 0, à ± 6 ns.
Une impulsion positivesur l'entrée de remise à zéro positionne
les sorties au niveau bas.

T T L - V I 7 4 - 4 1/11
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SF.C 4192 E

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package MP-117
Boîtier

Inputs
Entrées

Outputs
Sorties

Inputs
Entrées

Clear Borrow Carry Load Data Data
Remise Retenue Report Charge Données Données
à zéro

Data
Données

VCC A C D

16 15 14 13 12 911 10

2 3I 4 5 7 86

QA QCB QB QD GND
Data
Données

Count down Count up
Décomptage Comptage

Outputs
Sorties

Outputs
Sorties

Inputs
Entrées

Input
Entrée

2/ 11 TTL - V I
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SF.C 4192 E

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

Borrow output
Sortie de retenue

O

O O
Data
Données

InputA °Entrée A

Count down
Décomptage fs.

Carry output
Sortie de report

£>
Q_

Preset
0 Output QA

Sortie QAQA< y

ît> T _
Count up
Comptage

QA4 y
Clear

t> EJ?
< y

Data
Données
InputB ^
Entrée B

<

O' 14 > Preset - Q Output QB
Sortie QB

ty
QB< y

T _
QB!

Clear
5Tç>^Jo-

4
4

4 y
(

<Data
Données

InputC ^
Entrée C L>n 4 I

Preset

^ Q Output QC
Sortie QC

4 > QC<

T
QC

4
4 Clear

JJOData
Données

Input D O—
Entrée D

Clear r
Remise à zéro N.

4

O4 y

Qi n
Preset

^ o Output QD
Sortie QD

QD

:OÏ>4 y T
4 y

QD
Clear

FJOo—[> -̂iLoad
Charge

TTL - VI 3/11
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SF.C 4192 E

TYPICAL CLEAR, LOAD AND COUNT SEQUENCES
SEQUENCE TYPIQUE DE REMISE A ZERO,PREPOSITIONNEMENT ET COMPTAGE
lllustrated below is the following sequence :
1. Clear outputs to zéro
2. Load (preset) to BCD seven
3. Count-up to eight, nine, carry, zéro, one, and two

4. Count down to one, zéro,borrow,nine, eight, and
seven

La séquence est la suivante :

1. Remise à zéro des sorties

2.Prépositionnement à 7 (code BCD)

3. Comptage 8,9 report 0' 1 et 2

4. Décomptage 1, 0 retenue,9,8 et 7

Clear
Remise à zéro -
Load
Prépositionnement

n

A-J
JB

Data
Données

c-f
D

Count up
Comptage

Count down
Décomptage

Ln_rLruru
LrLTLTLrU

QAZ Zl
QB Z ZI
OC Z ZI
QD I

J
J 1 1

Outputs^Sorties J J
1

Carry
Report U

Borrow
Retenue

~LT
0 9M M 29 0 1

Count up —
Comptage

1 8 7
Sequence illustrated
Séquence illustrée /

Count down
DécomptageClear Preset

Remise Prépositionnement
à zéro

Notes : 1.Clear overrides load, data, and count inputs
La remise à zéro est prioritaire sur les entrées de prépositionnement, données et de comptage

2. When counting up, count-down input must be high ; when counting down, count-up input must be high
Quand on compte, l'horloge de décomptage doit être haute ; quand on décompte, l'horloge de comptage doit être haute.

4/11 TTL - V I
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SF.C 4192 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede température ambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires ).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES*VALEURS
SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

VCCmin
V|L = 0,8 V

IQĴ = 16 mA
V0 < 0,4 V A

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V

VCCmin
V m = 2 V

O H =

V0 > 2,4 V B
I —0,8 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V

^CCmax
V, = 2,4 V

IHmin
/ (Hmin)

11 < 40 /iA40 [àA I/

Maximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmjn C

VCCmax
V, = 5,5 V'iH I < 1 mA1 mA I

^CCmax
V, = 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQ[_mgx

ILmax
/ (Lmax)

II,! < 1,6 mA-1,6 mA D/

18 mA<|lQ| <55 mASF.C 4192 E-ET

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 'os ^CCmaxtyp. -35 mA E

SF.C 4192 EM 20 mA<|lQ|<55 mA
KM

'cc ^ ^ 02 mASF.C 4192 E-ET

Supply current per package
Courant d'alimentation par boîtier ^CCmax'cc typ. 65 mA F

SF.C 4192 EM 'ce ^ 00 mAKM

VCCminMaximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

V IV,| < 1,5 Vtyp. —1 VIL I = -12 mA
9I

*AII typical values are at V'cc= 5 V, tamb=25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQC~5 V à tamb=25°C

TTL - V I 5/11
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SF.C 4192 E

tamb = + 25°CDYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES

TYP. MAX. FIG.MIN.

Maximum input count frequency
Fréquence de comptage de rentrée maximale

3225fmax MHzMHz

Width of any input puise
Largeur de toutes impulsions d'entrée 30 ns20 ns

Minimum input set-up time
Temps de préétablissement minimal

20 ns14 nstset-up

Minimum hold time
Temps de maintien minimal thold 0 ns

VLH 30 ns
Propagation delay time, Q outputs from
data inputs
Temps de propagation des entrées de données
vers les sorties Q

G

VHL 40 ns

tPLH .25 ns 38 nsPropagation delay time, Q outputs from
count inputs
Temps de propagation des entrées de comptage/
décomptage vers les sorties Q

H

VHL 31 ns 47 ns
C = 15 pF

= 400 n
L

R L
17 ns 26 nstPLHPropagation delay time, carry output

from count-up input
Temps de propagation de l'entrée de comptage
vers la sortie de report

H

VHL 16 ns 24 ns-

VLH 16 ns 24 ns
Propagation delay time, borrow output
from count-down input
Temps de propagation de l'entrée de décomptage
vers la sortie retenue

H

*PHL 24 ns16 ns

*PLH 35 ns27 nsPropagation delay time, Q outputs from
load input
Temps de propagation de l'entrée de charge -
ment vers les sorties Q

G

*PHL 40 ns29 ns

Propagation delay time, Q outputs from
clear input
Temps de propagation de l'entrée de remise à
zéro vers les sorties Q

VHL 40 ns22 ns

6/11 T T L - V I

232



SF.C 4192 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Vcc

1
Up Borrow Each output is tested separately

Chaque sortie est testée séparémentDown Carry5« a
-Q OJ

AVIH IB QA OH5
g a

Figure A. V|H, V|L, V0H
C QB

a> o
CO ^VIL° D

QC
Clear
Load QD

Vcc
î

Up BorrowEach output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément Down

**8 Carry
AV ® «

-Q QJ
flï ^H -ïto -O«j a
tu 'fc

IH
QAB OL

Figure B. V|H, V|L, VQL
C QB
DVIL QC
Clear
Load QD

SÉ5

VCC

1 Notes : 1. Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

2. Apply V| to input under test, and
ground other inputs except when
testing data inputs, apply 4,5 V to
clear and load inputs
Appliquer V / sur l'entrée à tester et
mettre à la masse les autres excepté
lorsque l'on teste les entrées des données,
où 4,5 V sont appliqués aux entrées
de remise à zéro et de prépositionnement.

Up Borrow
Down

Carry
A

O 8
•M «So 2c c
a» -s03 Q

CO ^

B QA
> Open

OuvertC QB
D

QC
Jear Figure C. I(HLoad QD

®£R s*
Arrows indicate actual direction of current flow, voltage values are with respect to ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse

TTL - V I 7/ 11
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SF.C 4192 E

TEST TABLE
TABLE DE TEST

Apply V|i_
Appliquer

Apply V|H
Appliquer

Apply lOH
Appliquer

Apply lOL
Appliquer

Down, up, load, clear
Décomptage, comptage,charge,
remise à zéro

A , B , C , D QA, QB, QC, QD

Up, down
Comptage,décomptage

A , B ,C , D , load, clear
A , B , C , D ,charge, remise à zéro QA, QB, QC, QD

Up, down
Comptage,décomptage

Borrow
Retenue

A , B , C ,D , load, clear
A ,B ,C ,D ,charge, remise à zéro

Up A , B , C ,D , load, clear, down
A , B , C ,D ,charge, remise à zéro. Borrow

RetenueComptage

Up, down, A , C , D , load, clear
Comptage,décomptage, A , C , D
charge, remise à zéro

Borrow
RetenueB

Up, down, A , B , C, load, clear
Comptage,décomptage, A , B ,C ,
charge, remise à zéro

Borrow
RetenueD

Up, down, A , B , D , load, clear
Comptage,décomptage, A ,B , D ,
charge, remise à zéro

Borrow
RetenueC

Up, down, B , C , D , load,clear
Comptage,décomptage, B ,C , D ,
charge, remise à zéro

Borrow
Retenue

A

Up, B , C , D , load, clear
Comptage,B ,C ,D ,charge,
remise à zéro

Down, A
Décomptage, A

Carry
Report

Up, A , B , C , D , load, clear
Comptage, A ,B ,C , D , charge,
remise à zéro

Down
Décomptage

Carry
Report

B , C , load, clear
B , C , charge, remise à zéro

Up, down, A ,D
Comptage,décomptage, A , D

Carry
Report

Up, B , C , load, clear
Comptage, B , C , charge,
remise à zéro

Down, A , D
Décomptage, A , D

Carry
Report

8/11 TTL - V I
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SF.C 4192 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCC

1 Notes : 1. Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

2. Apply V| to input under test and
ground other inputs
Appliquer V/ sur l'entrée à tester, les
autres entrées étant à la masse

Up Borrow
Down Carry
A

8 8
0)

<D .O
CO ^

QAB Open
OuvertV, O——I C QB Figure D . I| j_DIL

QC
Clear
Load QD

HR

VCC

1
Up Borrow
DownEach output is tested separately in the high level

State
Chaque sortie est testée séparément à l'état haut

Carry
4,5 V O H K A

QABi

C( QBFigure E . IQS j'osD
QCClear

Load QD

HR HR

VCC

U'cc

Up Borrow
Down Carry
A4,5 Vo—^

QAB Figure F. IQQ<
> Open

Ouvert
i y QB

D
QC

Clear
Load QD

Arrows indicate actual direction of current flow, voltage values are with respect to ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse

T T L - V I 9/11
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SF.C 4192 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Outputs
Sorties

VCC QD QC QB QA
9 9 9 9Q

Data puise generator
Générateur d'impulsion
des données
(See note 1>..

Up r- i

Down {Borrow
Carry rrH+HHH

Open
Ouvert

= 400 n
A i

B QA
QBC

^:CL = 15 pFD QCLoad puise generator
Générateur d'impulsion
de charge ^(See note 1)' ^

i
iQD * \ SRSRClear

Load
i

Load circuit 1
Circuit de charge 1 I

J
1

I Load circuit 2, 3, 4
I Circuit de charge 2,3,4
j (Same as load circuit 1)
| (Même que le circuit de
! charge 1)

L.

ns
ii 3 Vi90 %F /3 1,5 V10 %.Data input

Entrée des données
0 VH y

<7 ns — —Ni ns-
iiLoad input

Entrée de charge
iy 3 V90 %—vi *-1,5 V

0 V
1

10 %i1

VLH lPHL *PHL tpLH
W ! U

i i -VOHI I

// 1,5 VQ output
Sortie Q VOL

Notes : 1. The puise generators hâve the following characteristics : Z % 50 Q for the data puise generator, f =500 kHz,
b = 50 %, for the load puise generator, f = 1 MHz, 5 = 50 %
Les générateurs d'impulsion ont les caractéristiques suivantes : Z % 50 EL pour le générateur d'impulsion des données,
f =500 kHz,5 =50 %,pour le générateur d'impulsion de charge, f =1 MHz, b =50 %

2. CL includes probe and jig capacitance
C[_ comprend la capacité de la sonde et du montage

3. Ail diodes are 1N 3064
Toutes les diodes sont des 1N 3064

Figure G.

10/11 T T L - V I
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SF.C 4192 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Outputs
Sorties

QD QB Carry Borrow
QC QA Report Retenue

O O O O O Q
VCC4 V

O Q

—j
Puise generator CWQ
Générateur d'impulsion 1 >—OJW [
(See note -1) - @ ,
(Voir note 1)

RL= 400 H
Upi

DownBorrow

A Carry
-é-

QA ± CL= 15 pFB
QB < »C
QCD• k- * » SH H85iQDClear

Load
Load circuit 1
Circuit de charge 1 i

“i

SH Load circuit 2,3,4,5,6
Circuit de charge 2,3,4,5,6,
(Same as load circuit 1)
(Même que le circuit de
charge 1)

A

J

Count up input
Entrée de comptage

3 VV°~yiv—4- 1,5 V
0 V

VOutput QD
Sortie QD
(See note 4 )
Carry output
Sortie de report

OHJ -j.
Vi OLi

V0H-t̂ - VoLI
I>

^
1 i

^
7 nsr»-—l-JL V

7 ns

90 %kt”,Count down input.
Entrée de décomptage

Output QD
Sortie QD
(See note 4 )

3 V7 J 6 0 i 9 i9 8 1,5 V
10 % >

i
0 VI

/ 4
iBorrow output

Sortie de retenue ' VOH“Vy l
J 1,5 V\! i Vr OL
tPLH

Notes : 1. The puise generator has the following characteristics : f = 1 MHz, Z =s= 50 El , 5 = 50 %
Le générateur d'impulsion a les caractéristiques suivantes :

2. C[_ includes probe and jig capacitance
Ci_ comprend la capacité de la sonde et du montage

3. Ail diodes are 1N 3064
Toutes les diodes sont des IN 3064

4. Waveforms for outputs QA, QB, and QC are omitted to simpl îfy the drawing
Pour simplifier le schéma, les formes d'onde des sorties QA, QB et QC n'ont pas été tracées.

Figure H ,

T T L - V I 11/11
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SF.C 4193 E

SYNCHRONOUS 4 BIT UP/DOWN BINARY COUNTERS (DUAL CLOCK WITH CLEAR )
COMPTEURS DECOMPTEURS BINAIRES PREPOSITIONNABLES A DEUX ENTREES D'HORLOGE

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
SortanceOperating free-air

température range
Gamme de température

ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

VCC ( V ) Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boî tierType Low state

Etat bas
High state
Etat hautMin. Max.

0°C, + 70°C

-25°C, + 85°C

—55°C, + 125°C

—55°C, + 125°C

SF.C 4193 E
SF.C 4193 ET
SF.C 4193 EM

SF.C 4193 KM

4,75 5,25 5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V

10 20MP-117

MP-117
AU

4,75 5,25 10 20 inputs
Toutes
entrées

1
4,5 5,5 10 20MP-117
4,5 5,5 2010MP-117

— Cascading circuitry provided internally

— Synchronous operation

— Individual preset to each flip-flop

— Fully independent clear input

— Typical maximum input count frequency. . . . 32 MHz

— Compteur prévu pour l'extension à n étages

— Fonctionnement synchrone

— Prépositionnement individuel de chaque bascule

— Remise à zéro indépendante

— Fréquence maximale de comptage. . . . 32 MHz

DESCRIPTION GENERALEGENERAL DESCRIPTION

The SF.C 4193 E up/down binary counter is a
monolithic circuit containing gates and four JK
toggle flip-flops interconnected to provide a bi-
directional divide-by-16 resuit as a function of
the two up/down clock inputs one controlling
the count in the up direction, and the other in the
down direction.
The output code of the up/down binary counter
is the commonly used BCD ( 8421) code, and the
output sequence generated is the binary équivalent
of the décimal numbers 0 though 15.
The counter is capable of being preset to any number
from 0 though 15. A count/load input Controls the
asynchronous entry of these numbers, and sets ail
outputs to appropriate state.
When the load input is taken to a low level
the true output of each flip-flop will assume the same
state as its associated data input regardless of
the clock input.
Two outputs, borrow and carry, are connected to the
clock inputs. The borrow output gâte provides a néga-
tive puise equal to the down count puise width when
the counter reaches minimum count state, at ± 6 ns.
The carry output gâte provides a négative puise equal
totheup count puise width, when the counter reaches
maximum count States, at ± 6 ns.
A positive puise to clear input sets ail the outputs to
the low level.

Le compteur -décompteur binaire SF.C 493 E est un circuit
monolithique comprenant des portes et 4 bascules JK
fonctionnant en échellede deux, interconnectées pour former
un diviseur par 16 fonctionnant de manière bidirectionnelle
selon l'état de deux entrées d'horloge compteuse

décompteuse, l'une commande le comptage, et l'autre
le décomptage.
Le code de sortie du compteur-décompteur binaire est le code
BCD (8421), et la séquence de sortie est l'équivalent binaire
des nombres décimaux de 0 à 15.
Le compteur-décompteur binaire est capable de commencer
le comptage à partir de tout nombre de 0 à 15. Une entrée
de propositionnement commande l'entrée asynchrone de ces
nombres, et positionne les sorties dans l'état correspondant.
Si l'entrée de commande du prépositionnement est au niveau
bas, les sorties de chaque bascule se positionnent dans le
même état que les entrées de données associées indépendam-
ment de l'état des entrées d'horloge.
Deux sorties, retenue et report, sont commandées par les

entrées d'horloge. La porte de sortie retenue donne une
impulsion négative dont la largeur est celle de l'impulsion
de l'horloge de décomptage quand le compteur passe de 0 à

15, à ± 6 ns. La porte de sortie report donne une impulsion
négative dont la largeur est celle de l' impulsion décomptage,
quand le compteur passe de 0 à 15, à ±6 ns.
Une impulsion positivesur l'entrée de remise à zéro positionne
les sorties au niveau bas.

et

TTL - V I 74 - 4 1/12
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SF.C 4193 E

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package MP-117
Boîtier

Inputs
Entrées

Outputs
Sorties

Inputs
Entrées

Data
Données

Clear Borrow Carry
Remise Retenue Report
à zéro

Load Data Data
Charge Données DonnéesVcc A C D

16 15 14 13 12 11 910

1 2 3 4 5 6 7 8
QAB QB QC QD GNDData

Données
Countdown Count up
Décomptage Comptage

Inputs
Entrées

Outputs
Sorties

Outputs
Sorties

Input
Entrée

2/12 TTL - VI
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SF.C 4193 E

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

o Borrow output
^Sortie de retenue

Carry output
Sortie de reportL>

Data
Données

Input
Entrée A O 1

Preset Output QA
1 ’ ° Sortie QA

Count down
Décomptage

Count up
Comptage

QA< ï> T

H> QA
Clear:

D»
Data
Données

O
Input B
Entrée B

<

O I
Preset o Output QB

Sortie QBQB

< T
QB

i Clear
77o-

'
11Data

Données
^Input C

Entrée C

i

O• 1n
Preset

^
__

0 Output QC
Sortie QC

i QC«

T
QC

<
Clear

t>'
Data
Données
Input D
Entrée D

<

L>C < \

=OiClear
Remise à zéro

ô
Preset Output QD

Sortie QDQD

£> QD

ÉO Clear

OLoad
Charge

TTL - V I 3/12
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SF.C 4193 E

TYPICAL CLEAR, LOAD, AND COUNT SEQUENCES
SEQUENCE TYPIQUE DE REMISE A ZERO,PREPOSITIONNEMENT ET COMPTAGE

La séquence est la suivante :

1. Remise à zéro des sorties

2. Prépositionnement à 13 (code BCD)

3. Comptage 14, 15 report,0, 1 et 2

4. Décomptage 1,0, retenue, 15, 14 et 13

lllustrated below is the following sequence :
1. Clear outputs to zéro
2. Load (preset) to BCD thirteen
3. Count up to fourteen, fifteen, cârry, zéro, one, and two
4. Count down to one, zéro, borrow, fifteen, fourteen,and thirteen

nClear
Remise à zéro
Load
Prépositionnement

JA

B
Data
Données C _[

D I
Count up
Comptage

Count down
Décomptage

i_rLn_rL_ru
L_n_n_n_nj

QA

_ i
QB —I

J L f1 1
Outputs
Sorties

QC_
_ I

QD —] 1i

Carry
Report U
Borrow * I
Retenue | |

Sequence illustrated joj
Séquence illustrée

U|131 I*15 0 1
Count up __
Comptage

1 02 15
.Count down
Décomptage

Clear
Remise
à zéro

Preset
•Position-
nement

Notes : 1 Clear overrides load,data, and count inputs
La remise à zéro est prioritaire sur les entrées de prépositionnement,données et de comptage

2 When counting up, count-down input must be high ; when counting down,count-up input must be high
Quand on compte, l'horloge de décomptage doit être haute ; quand on décompte, l'horloge de comptage doit être haute.

4/1 2 T T L - V I
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SF.C 4193 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gammede température ambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires ).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

* T EST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

VCCmin
V|L = 0,8 V

IQL = 16 mA
V0 < 0,4 V A

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l’état haut ^OHmin 2,4 V

^CCmin
VIH = 2 V

'OH =

V0 > 2,4 V B
—0,8 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V

^CCmax
V, = 2,4 V

IIHmin
/ (Hmin) < 40 pA40 juA!

Maximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin C

^CCmax
V, = 5,5 V'|H < 1 mA1 mA

VCCmax
V, = 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d’entrée à VQLmax

ILmax
/ (Lmax) < 1,6 mA-1,6 mA D/ I

18 mA<|lQ|<55 mASF.C 4193 E-ET

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 'os ^CCmaxtyp. -35 mA E

SF.C 4193 EM 20 ITIA<|IQ|<55 mAKM

'cc ^ 102 mASF.C 4193 E-ET

Supply current per package
Courant d’alimentation par boîtier ^CCmaxtyp. 65 mA FCC

SF.C 4193 EM 'CC ^ mAKM

VCCminMaximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

V |V|| < 1,5 Vtyp. —1 VIL I = —12 mAI

Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb=25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQC=5 V à tam/j=25°C

TTL - V I 5/12
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SF.C 4193 E

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

<amb = +25°C

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP. FIG.MIN. MAX.

Maximum input count frequency
Fréquence de comptage de l'entrée maximale

3225fmax MHzMHz

Width of any input puise
Largeur de toutes impulsions d'entrée t 20 ns 30 nsw

Minimum input set-up time
Temps de préétablissement minimal lset-up 14 ns 20 ns

Minimum hold time
Temps de maintien minimal

t 0 nshold

t 30 nsPLHPropagation delay time, Q outputs from
data inputs
Temps de propagation des entrées de données
vers les sorties Q

G

TPHL 40 ns

tPLH .25 ns 38 nsPropagation delay time, Q outputs from
count inputs
Temps de propagation des entrées de comptage/
décomptage vers tes sorties Q

H

VHL 31 ns 47 ns
CL = 15 pF

RL = 400 n
tPLH 17 ns 26 nsPropagation delay time, carry output

from count-up input
Temps de propagation de l'entrée de comptage
vers la sortie de report

H

*PHL 16 ns 24 ns-

lPLH 16 ns 24 nsPropagation delay time, borrow output
from count-down input
Temps de propagation de l'entrée de décomptage
vers la sortie retenue

H

*PHL 16 ns 24 ns

tPLH 27 ns 35 nsPropagation delay time, Q outputs from
load input
Temps de propagation de l'entrée de charge
ment vers les sorties Q

G

lPHL 29 ns 40 ns

Propagation delay time, Q outputs from
clear input
Temps de propagation de l'entrée de remise à
zéro vers les sorties Q

tPHL 22 ns 40 ns

6/12 TTL - V I
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SF.C 4193 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Vcc

1
Up Borrow Each output is tested separately

Chaque sortie est testée séparémentDown Carry
o> 2 AV .O O)
03 T3~ «3s 5
2 2
!»
CO ^

IH
B QA OH Figure A. V|H, V|L. VQH
C QB

VIL D
QC

Ciear
Load QD

»

VCC

1
Up BorrowEach output is tested separately

Chaque sortie est testée séparément Down
Carry

» S AVIH -O o>
te a

tï 5a> 2

QAB OLFigure B. V|H, V|L, VQL
C QB

aj -ï:
V.L QC

Ciear
Load QD

SB

v4,5 V CC

1 Notes : 1. Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

2. Apply V| to input under test, and
ground other inputs except when
testing data inputs, apply 4,5 V to
ciear and load inputs
Appliquer Vf sur l’entrée à tester et

mettre à la masse les autres excepté
lorsque l’on teste les entrées des données,
où 4,5 V sont appliqués aux entrées
de remise à zéro et de prépositionnement.

Up Borrow
Down

Carry
A

S £g § B QA
> Open

Ouvertvi
a» o

C/5 ^
C QB
D

QC
Ciear
Load Figure C. l(^QD

Arrows indicate actuai direction of current flow, voltage values are with respect to ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse

TTL - VI 7/12
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SF.C 4193 E

TEST TABLE
TABLE DE TEST

Apply loL
Appliquer

Apply V|H
Appliquer

Apply lOH
Appliquer

Apply V11_
Appliquer

Down, up, load, clear
Décomptage, comptage, charge
remise à zéro

QA, QB, QC, QDA , B ,C , D

A , B ,C ,D , load, clear
A ,B ,C ,D ,charge, remise à zéro

Up, down
Comptage, décomptage

QA,QB,QC,QD

A , B , C, D , load,clear
A , B ,C , D ,charge, remise à zéro

Up, down
Comptage, décomptage

Borrow
Retenue

A , B , C , D , load, clear, down
A , B , C , D , charge, remise à zéro,
décomptage

Borrow
Retenue

Up
Comptage

Up, down, B ,C , D , load, clear
Comptage, décomptage, B ,C , D ,
charge, remise à zéro

Borrow
RetenueA

Up, down, A , B , D , load, clear
Comptage, décomptage, A , B , D ,
charge, remise à zéro

Borrow
RetenueC

Up, down, A ,C , D , load, clear
Comptage, décomptage, A ,C , D ,
charge, remise à zéro

Borrow
RetenueB

Up, down, A , B , C , load, clear
Comptage,décomptage, A , B ,C ,
charge, remise à zéro

Borrow
RetenueD

Load, clear
Charge, remise à zéro. A , B , C ,D , up, down

A ,B , C ,D ,comptage, décomptage
Carry
Report

Load,clear, up, A
Charge, remise à zéro,
comptage,A

B ,C , D ,down
B ,C , D ,décomptage

Carry
Report

Load, clear,up, B
Charge, remise à zéro,
comptage, B

Carry
Report

A ,C , D , down
A ,C ,D ,décomptage

Load,clear,up, C
Charge, remise à zéro,
comptage, Ci

A , B , D , down
A , B , D ,décomptage

Carry
Report

Load, clear,up,D
Charge, remise à zéro,
comptage,D

A , B ,C, down
A , B ,C ,décomptage

Carry
Report

Load,clear, up
Charge, remise à zéro, comptage

A , B , C ,D , down
A ,B ,C ,D , décomptage

Carry
Report

8/12 TTL - V I
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SF.C 4193 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCC

1 1. Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

'2 . Apply V| to input under test and
ground other inputs
Appliquer V / sur l'entrée à tester, les
autres entrées étant à la masse

Notes :
Up Borrow
Down Carry
A

2 Sg §
CD

QAB
> Open

Ouvert
V

C QB
Figure D . I|^IL D

QC
Clear
Load QD

S

VCC

1
Up Borrow
DownEach output is tested separately in the high level

State
Chaque sortie est testée séparément à l'état haut

Carry
4,5 V O H A

QAB

C QBFigure E . IQS j'osD
QCClear

Load QD

SBS SB

vCC
?|!cc

Up Borrow
Down Carry
A4,5 Vo—«

QAB Figure F. IQQ< * Open
OuvertC QB

D
QC

Clear
Load QD

MBSB
Arrows indicate actual direction of current flow, voltage values are with respect to ground terminal
Les flèches indiquent te sens réel du 'courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse

TTL - VI 9/12
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SF.C 4193 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Outputs
Sorties

V QD QC QB QA
9 Q 9 9

CC
9

Data puise generator
Générateur d'impulsion
des données
(See note 1)

Up i

Down I <R L = 400 nBorrow
Carry

Open
OuvertA

B QA
QB - 1C

Z z C[_ = 15 pFD QC 4 ILoad puise generator
Générateur d'impulsion
de charge
(See note 1)

«QD SÉSClear
Load Load circuit 1

Circuit de charge 1

Load circuit 2, 3, 4
i Circuit de charge 2,3,4

H (Same as load circuit 1)
! (Même que le circuit de
I charge 1)

L.

ns

3 Vi /90 %j- jT
10 S 1,5 V

Data input
Entrée des données

0 V4 h

< 7 ns — »—X ns
Load input
Entrée de charge

\
\90 %—

10 %ï

lPHL X P L HX P H LVLH l-W- Ui L
I I ,VOH\ /y 1,5 VQ output

Sortie Q VOL

Notes : 1. The puise generators hâve the following characteristics : Z % 50 £2 for the data puise generator, f = 500 kHz,
6 = 50 %, for the load puise generator, f = 1 MHz,5 = 50 %
Les générateurs d' impulsion ont les caractéristiques suivantes : Z a;50 El pour le générateur d'impulsion des données,
f =500 kHz, h =50 %, pour le générateur d'impulsion de charge, f = 1 MHz, b =50 %

2. CL includes probe and jig capacitance
C(_ comprend la capacité de la sonde et du montage

3. AU diodes are 1N 3064
Toutes les diodes sont des !N 3064

Figure G.

10/12 TTL - V I
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SF.C 4193 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Outputs
Sorties

QD OB Carry Borrow
QC QA Report Retenue

O Q O O O Q
V4 V C C

QQ

r
Puise generator CUQ
Générateur d'impulsion < >—O 'W(See note .1) (^-H »
(Voir note 1)

R, = 400 ilL
Up rDownBorrow

A CarryO

= CL= 15 pFQAB
QB ^ iC
QCD -* i( »- 5 «QDClear

Load
Load circuit 1
Circuit de charge 1L

n» Load circuit 2, 3, 4, 5, 6
Circuit de charge 2,3,4,5,6,
(Same as load circuit 1)
(Même que le circuit de
charge 1 )

Jl_
7 ns 7 ns

Count up input
Entrée de comptage

I I 3 V159 01. 81 /9o %\r 2 1,5 V
10 % 0 Vi r

tPLH V
-1,5 V

-tPHL

iOutput QD
Sortie QD
(See note 4)
Carry output
Sortie de report

OHj j
i

Vi
OL

tPHL Vw OH-1,5 V. VOL
tPLH

i i 7 ns7 ns
Count down input.
Entrée de décomptage

Output QD
Sortie QD
(See note 4)

i

3 V7 L J 15 g6L 015 /90 14 -—1,5 V==ri0 %I

lPHLi i
i ! 0 V/ 4
i

"•tPLHtBorrow output
Sortie de retenue

I PHL ii VOH14 : J 1,5 Vi

VOLr

tPLH
Notes : 1. The puise generator has the following characteristics : f = 1 MHz, Z ^ 50 El , 6 = 50 %

Le générateur d'impulsion a les caractéristiques suivantes :
2. CL includes probe and jig capacitance

C[_ comprend la capacité de la sonde et du montage

3. Ail diodes are 1N 3064
Toutes les diodes sont des 1N 3064

4. Waveforms for outputs QA, QB, and QC are omitted to simplify the drawing
Pour simplifier le schéma, les formes d'onde des sorties QA, QB et QC n'ont pas été tracées.

Figure H ,
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SF.C 4193 E

TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES

The SF.C 4193 can be used to divide an incoming
count frequency by any intégral number (N) from
one to 16. This is done by modifying the count
frequency occuring at the carry output by presetting
the data inputs to 16 minus N. By connecting the
carry output to the load input, the counter will count
to the maximum State (15) and the data inputs will then
be enabled on the succeding clock puise. The counter
outputs are then preset to the levels applied at the
data inputs and the count sequence is repeated.

Le SF.C 4193 peut être utilisé pour diviser une fréquence
par n'importe quel nombre entier (N) de 1 à 16. Ceci est
réalisé en modifiant l'état du compteur quand une impul-
sion apparait sur la sortie de report en prépositionnant
les données d'entrée : 16 - N. En reliant la sortie de report
à l'entrée de prépositionnement, le compteur comptera
jusqu'à 15 et les entrées de données seront validées à
l'impulsion suivante de l'horloge. Les sorties sont alors
positionnées suivant les niveaux appliqués à ces entrées
données et la séquence de comptage peut recommencer.

Data inputs
Entrées des données

Output
Sortie

Input
Entrée Load A B C D

Carry Unj-LTLTLT LTUp

SF.C 4193V Open
Ouvert

cc Borrow
Down

Clear QA QB QC QD

1 I I I I
Outputs
Sorties

The SF.C 4192 may be used in the same manner to perform division by any number from 1 to 10
Le SF.C 4192 peut être utilisé de la même manière pour réaliser une division par tout nombre entre 1 et 10

CASCADING
EXTENSION

Circuitry is provided internally for cascading these
counters. The mode of cascading shown below is
ripple borrow/carry. No external components are
required.
Load '
Charge

Ces circuits sont prévus pour être mis en cascade. Le
mode d'extension montée ci-dessous utilise la propagation
en cascade du report et de la retenue. Il n'y a pas besoin
de composants extérieurs.

Data inputs
Entrées des données

Data inputs
Entrées des données

A

Load A B C D
Carry

Load A B C OUp clock
Horloge de —
comptage

Down clock
Horloge de __
décomptage

To next
stage
Vers le
circuit
suivant

Up Up Carry
SF.C 4192
SF.C 4193

SF.C 4192
SF.C 4193

Down Borrow
Clear QA QB QC QD

Down Borrow
Clear QA QB QC QD

Outputs
Sorties

Outputs
Sorties

Clear
Remise à.
zéro

12/12 TTL - V I
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SF.C 442 E
BCD TO DECIMAL DECODERS

DECODEURS BCD DECIMAUX

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc < v > Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boî tierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Max.Min.
SF.C 442 E
SF.C 442 ET
SF.C 442 EM
SF.C 442 KM

0°C, + 70°C

-25°C, + 85°C

—55°C, + 125°C

-55°C, + 125°C

4,75 5,25 5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V

20MP-117 10
Ail4,75 5,25 20MP-117 10 inputs

Toutes
entrées

1
MP-117 4,5 10 205,5

4,5 5,5MP-117 2010

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE [“== FUNCTIONAL TABLE

TABLE DE FONCTIONNEMENTiD 3̂0

O- Inputs
Entrées

Outputs
Sorties

1A O— A I

y>-o 2 cD B 0A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
L L L HL L H H H H H H H H

i
L L L H H L H H H H H H H H

B O— L L H L H H L H H H H HH H
L L H H H H H L H H H H H H
L H L H H H H HL L H H H H

y>-O 5 L H L H H HH H H L H H H H•C O— L H H H HL H H H H L H H H
L H H H H HH H H H H L H H
H L L H HL H H H H H H L H
H L L H H H HH H H H H H L
H L H H H< L H H H H H H H H
H L H H H H H H H H H H H H8
H H L H H H H H HL H H H H

^-O 9 H H L H H H H H H H H H H H
HH H L H H H H H H H H HH
HH H H H H H H H H HH H HPIN CONFIGURATION

BROCHAGE

Inputs
Entrées

Outputs
SortiesPackage MP-117

Boîtier
VCC A B C D 9 8 7

9 —14 11 1015r— 16

h
Top view
Vue de dessus

IJJT i 9 9 9 9

iHZr52 4 63

0 1 2 3 4 5 6 GND

Outputs
Sorties

TTL - V I I 74 - 4 1/4
THOMSON • CSF
DIVISION SEMICONDUCTEURS 253



SF.C 442 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede température ambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES*
VALEURS

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2V VCCmin

V, = 0,8 V

'o =
VQ < 0,4 V

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas

16 mA^OLmax 0,4 V
A

Maximum low level input voltage
Tension maximale d’entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V ^CCmin

V, = 2 V

*0 = “1 n iA
V Q > 2,4 V

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V

^CCmax
V, = 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_max

ILmax
/ (Lmax)

|l|| < 1,6 mA-1,6 mA/

^CCmax
V, = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin

IHmin
/ (Hmin) •| < 40 pA B40 pA/

VCCmax
= 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V 'IH < 1 mA1 mA vi

18 mA<| lQ|<55 mASF.C 442 E-ET ^CCmaxShort-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 'os typ. —35 mA CVl = 0SF.C 442 EM 20 mA<| lQ |<55 mA

KM

'CC mASF.C 442 E-ETSupply current per package
Courant d'alimentation par boîtier SF.C 442 EM ^CCmax'cc typ. 28 mA B

'cc ^^ mA
KM

VCCminForward voltage clamping diodes at the input
Tension directe maximale des diodes d'écrêtage à
l'entrée

|V,| <1,5 VIV =-12 mA
w 25 °c

typ. —0,8 VIL

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERIST/QUES DYNAM!QUES tamb = + 25°C V C C = 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP. FIG.MIN. MAX.

Propagation delay time to low level through
2 logics levels
Temps de propagation vers le niveau bas à travers
2 couches logiques

10 ns 22 ns 30 ns

XPHL
Propagation delay time to low level through
3 logics levels
Temps de propagation vers le niveau bas à travers
3 couches logiques

23 ns 35 ns

CL = 15 pF

RL = 400 El
D

Propagation delay time to high level through
2 logics levels
Temps de propagation vers le niveau haut à travers
2 couches logiques

17 ns 25 ns10.ns

VLH
Propagation delay time to high level through
3 logics levels
Temps de propagation vers le niveau haut à travers
3 couches logiques

26 ns 35 ns

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tamtJ=25°C

2/4 TTL - V I I
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SF.C 442 E

TEST CIRÇUITS
MONTAGES DE TESTS

TEST TABLE - TABLE DE TEST VCC

îl'ccApply
Appliquer

00,8 V 2 V 16 mA —0,8 mA
1A< IHA, B, C, D 1, 2, 4, 80 2
3' IL —OB, C, D A 1 0, 3, 5, 9 B23gs

QJ -fe
4A, C, D B 2 0, 3, 6 5î C 6C, D A, B 3 1, 2, 7

Vl 7A, B, D 0, 5, 6C 4 8D
9B, D A, C 5 1, 4, 7

«
A, D B, C 6 2, 4, 7
D A, B, C 7 3, 5, 6

1. Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

2. When testing Icc, ail input are
grounded and outputs are open
Quand on teste IQQ, toutes les en-
trées sont à la masse, les sorties
ouvertes.

A, B, C D 8 0, 9
B, C A, D 9 1, 8
A, C B, D 2,8
C A, B, D 3, 9

A, B C, D 4, 8
Figure BB A, C, D 5, 9

A B, C, D 6

A, B, C, D 7

VCC
Q 4,5 V 0

A 1O
2

0 3 OS—0,8 mA B 2 a
° Sc c

2 Si
§ 8
-o 15c a«J £a> a
-Q QJ
ra ^3

1 4A »2 V O-
2 5K 0>

(/)^t5 C< h3 6_Q a,ro a
B

4 7
-ï 5 D 81/> -Qaj C -S? 16 mA6 9

<u 'teeu o 7 tvoO)

8D0,8 V O
9

Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Figure A

Figure C

TTL - V I I 3/4
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SF.C 442 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCC= 5 V

î
A 0

Generator A (îfc—Générateur A
1 5 V
2
3B RV g

+-* <3

° ?c c
0) -fe

<G g

il
O) ~<u o

V) ^

L
4

W H HH5
2,4 V O C 6 1N 3064

7
0 V 8 SD 9

»
C[_ includes probe and jig capacitance
Cj_ comprend les capacités de la sonde et du montage

< 10 ns < 10 ns
I J 3 v90 %-T

tI L w — 1,5 V11*
10 % _ LGenerator A

Générateur A
r 0 VI

VHLVLH
*4

I
I, .I — 1,5 V

Output
Sortie 0 V

VHL 1 VLHP I
l

1,5 V

The puise generator hâve the following characteristics : f = 1 MHz, Z =50 12, tw = 100 ns
Le générateur d'impulsion a les caractéristiques suivantes : f =1 MHz,Z =50 Q tw =100 ns

Address inputs détermine output under test through truth table .
Les entrées d'adresse déterminent la sortie à tester par la table de fonctionnement

Figure D

4/4 T T L - V I I

256



SF.C 445 E.SF.C 4145 E
BCD TO DECIMAL DECODER/DRIVER WITH OPEN COLLECTOR HIGH VOLTAGE OUTPUTS

DECODEURS BCD-DECIMAL AVEC SORTIES A COLLECTEURS OUVERTS ET HAUTE TENSION

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Output
current
Courant
de sortie

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum ; Output
input voltage

Tension d'entrée
maximale

V C C ( V > Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boî tier

voltage
TensionType

Max.Min. de sortie

4,75 5,25 5,5 V

5,25 j 5,5 V

5,25 5,5 V

5,5 5,5 V

30 V 80 mASF.C 445 E MP-117 0°C, + 70°C

—25°C, + 85°C

0°C, + 70°C

—25°C, + 85°C

Ail
30 V 80 mASF.C 445 ET

SF.C 4145 E

SF.C 4145 ET

MP-117 4,75 inputs
Toutes
entrées

1
80 mAMP-117 4,75 15 V

80 mA4,5 15 VMP-117

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE —= FUNCTIONAL TABLE

TABLE DE FONCTIONNEMENTy>-o o

O Inputs
Entrées

Outputs
Sorties

1

:>> 2 D C B A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9• y

H H H HL L L L L H H H H H

3

:04
i y L H H H HL L L H H H H H Hi y

B O— o L L H L H H L H H H H H H H
L L H H H H H L H H H H H H< i

L H L L H H H H H H H H HL:>5 L H L H H H H H H H H HL H
C O- » l L H H L H H H H H H H HL H

;0> 6 L H H H H H H H H H H HL H
H L L H H H H H H H HL L H

pD*-° H L L H H H H H H H H H H L7
D O— H L H L H H H H H H H H H H

H L H H H H H H H H H H H H8
H H H H HL L H H H H H H H

'y>-Q 9 H H L H H H H H H H H H H H
H H H H H H H H H H HL H H
H H H H H H H H H H H H H HPIN CONFIGURATION

BROCHAGE
Outputs
Sorties

Inputs
Entrées

Input
EntréePackage MP-117 (CB-79)

Boîtier Vcc
4 kEl

!GND
Top view
Vue de dessus

OBCD - décimal
o o o o o o p Output

Sortie

Outputs
Sorties

T T L - V i l .7 4 - 4 1/4
THOMSON - CSF
DIVISION SEMICONDUCTEURS
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SF.C 445 E, SF.C 4145 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gammede température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES*
VALEURS

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin VCCmin

V,L = 0,8 V

IQ = 20 mA

2V

VQ < 0,4 V
Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V

A
Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax VCCmin

V|H = 2 V

VQ = 0,9 V

0,8 V

^ 80 mAon s

On-state maximum output current
Courant maximal de sortie à l'état conducteur

I 80 mAon

^CCmax
V, = 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d’entrée à VQ\_max

ILmax
/ (Lmax )

|l ,| < 1,6 mA—1,6 mA/

^CCmax
Vl =

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d’entrée à VQHmin

IHmin
/ (Hmin) < 40 pA B40 pA 2,4 V

^CCrnax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d’entrée à 5,5 V ' lH l i < 1 m A1 mA

SF.C 445 VCCmin
V,L - 0,8 V

Vm = 2 V

VQH =30 VOff-state maximum output current
Courant maximal en sortie à l’état bloqué

1 off C250 pA
= 15 VVOHSF.C 4145

*cc ^ 62 mASF.C 445 ^CCmax
V, = 0 V

Supply current per package
Courant d'alimentation par boîtier 'ce Btyp. 43 mA

QQ ^ 70 mASF.C 4145

VCCminForward voltage clamping diodes at the input
Tension directe maximale des diodes d'écrêtage à
l'entrée

|V,|« 1,5 V=-12 mAV typ. —1 V IIL
tamb= 25°C

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ^mb = + 25 ° C V C C = 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MAX.MIN. TYP. FIG.

Propagation delay time to low level through
2 logics levels
Temps de propagation vers le niveau bas à travers
2 couches logiques

40 ns10 ns 22 ns

lPHL
Propagation delay time to low level through
3 logics levels
Temps de propagation vers le niveau bas à travers
3 couches logiques

50 ns23 ns

CL = 15 pF

RL = 100 El D
Propagation delay time to high level through
2 logics levels
Temps de propagation vers le niveau haut à travers
2 couches logiques

40 ns10 ns 17 ns

XPLH
Propagation delay time to high level through
3 logics levels
Temps de propagation vers le niveau haut à travers
3 couches logiques

26 ns 50 ns

* Ail typical values are at Vcc = 5 V, tamb=:250 C
Toutes les valeurs typiques sont données pour Vçç=5 V à tarntJ=25°C

2/4 TTL - V I I
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SF.C 445 E, SF.C 4145 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

TEST TABLE - TABLE DE TEST Vcc

îl'ccApply
Appliquer

00,8 V 2 V 16 mA 15 V
1A•|HA, B, C, D 0 1, 2, 4, 8 2
3'IL —OB, C,D A 1 0, 3, 5, 9 B

Q)
(U voco ^

4
A, C, D B 2 0, 3, 6 5I C 6C, D A, B 3 1, 2, 7

V 7
A, B, D C 4 0, 5, 6 8D

9B,D A, C 5 1, 4, 7

»A, D B,C 6 2, 4, 7

D A, B, C 7 3, 5, 6
1. Each input is tested separately

Chaque entrée est testée séparément

2. When testing Icc. ail input are
grounded and outputs are open
Quand on teste !QQ, toutes les en-
trées sont à la masse, les sorties
ouvertes.

A, B, C 8D 0,9

B,C A, D 9 1, 8

A, C B, D 2,8

C A, B,D 3, 9

A, B C,D 4, 8
Figure BB A, C, D 5, 9

A B, C, D 6

A, B, C, D 7

VCC
Q 4,5 V 0

AO 1
2

I0 3 OHB< 2 a2 s

o <5c <2(D t;
ç> SJ
-Q o>ro T3

1A 42 V O
2 b eu a

co £C3 6a> 2J
-Q ai
£3 Q

B
4 7

•S 5 D 8S -52 a c a 16 mA6 9||Sj
co ^

7 tv0L
<u a

80,8 V O D
9

Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément«

Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Figure A

Figure C

TTL - V I I 3/4
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SF.C 445 E, SF.C 4145 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

V C C= 5 V

1
A 0

Generator A Q—Générateur A
5 V1

2
3B RLSsg ?

O) -fe
QJ .Ocn ^

<st V,
tU D
oIC C
O)i
(U O

<S) ^

4
O5

C CL2,4 V O 6

7
0 V 8 S

D 9

S
C[_ includes probe and jig capacitance
C/_ comprend les capacités de la sonde et du montage

< 10 ns < 10 ns
H

I J 3 v90 %-r
-- 1,5 V+\i—

10 % _ LGenerator A
Générateur A VLH 4

!
!
I.

Output
Sortie

l

tPHL. 1
<4

I

1,5 V

The puise generator hâve the following characteristics : f = 1 MHz, Z = 50 12, tw = 100 ns
Le générateur d'impulsion a les caractéristiques suivantes : f =1 MHz, Z =50 12, tw =100 ns

Address inputs détermine output under test through truth table
Les entrées d'adresse déterminent la sortie à tester par la table de fonctionnement

Figure D

4/4 T T L - V I I
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SF.C 4141 E
BCD TO DECIMAL DECODER (NIXIEyDRIVER)

DECODEUR BCD DECIMAL (POUR COMMANDE DE TUBES NIXIE+)
+ Trademark of Burroughs Corporation

Marque déposée de Burroughs Corporation

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

Output
current

low State
Courant
de sortie
état bas

vcc (v> Output*voltage
Tension

de sortie

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Min. Max.

A 1MP-117 0°C, +70°C 5,5 VSF.C 4141 E 4,75 5,25 60 V
B,C,D 2

*Maximum voltage which should be applied to any output when it is in the off State.
Tension maximale qui peut être appliquée sur les sorties à l'état bloqué.GENERAL DESCRIPTION

DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 4141 is a second génération BCD to décimal
décoder designed specifically to drive cold cathode
indicator tubes. This décoder demonstrates an im-
proved capability to minimize switching transients
in order to maintain a stable display.
Full decoding is provided for ail possible input States.
For binary inputs 10 through 15,ail the outputs are off.
The ten high performance,NPN output transistors hâve
a maximum reverse current of 50 p.A at 55 V .

Le SF.C 4141 est une seconde génération de décodeur BCD
décimal pour commander les tubes d'affichage à cathode
froide. La protection contre les tensions parasites pouvant
accompagner les changements d'état a été améliorée.

Il permet de décoder tous les états possibles à l'entrée. Pour
les nombres compris entre 10 et 15, toutes les sorties sont à
l'état bloqué. Les 10 transistors de sortie du type NPN
présentent un courant inverse maximal de 50 pA à 55 V.

Low forward impédance diodes are also provided for
each input to clamp négative voltage transitions in
order to minimize transmission line effects. Power
dissipation is typically 80 mW.

Des diodes de protection sont prévues sur les entrées,de façon
à éviter les oscillations dans la ligne. La dissipation moyenne
est de 80 mW.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES

0ver operating free-air température range (unless otherwise specified).Dans toute lagammede températureambiante de fonctionnement(sauf indicationscontraires).
Supply voltage Vcc
Tension d’alimentation VQQ

Current into any output (off State)
Courant dans une sortie (état bloqué)

7 V

2 mA FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

—65°C, +150°C Inputs
Entrées

Output*Low level
Sortie*Niveau bas

Storage température range
Gamme de température de stockage

D C B A
PIN CONFIGURATION
BROCHAGE L L L 0L

L H 1L L

2L LL H
3L L H HPackage MP-117

Boîtier
Top view
Vue de dessus L LH L 4

H 5L HL
H L 6L H0 1 5 4 G N D 6 7 3 HL H 7H

H L L 8L— 16 15 14 13 10 9 —
H L L H 93 HH L None

Aucune
L

L H HH
BCD to décimal décoder
Décodeur BCD décima!

H LH L

H H L H

H H H L
H H H HiHjlr2 3 4 5 6

*AII other outputs are high
Toutes les autres sorties sont au niveau haut8 9 A D VCC B C 2

TTL - V I I 74 - 4 1/6
THOMSON - CSF
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SF.C 4141 E

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

I m O 0

vw!H HC -WAO O 1
y

KK
WJ

iJWJWJWJW WJJW O 2

vWHB O
H H O 3
H y«

i
WJ

i 0 4

vWH
Hco 0 5

W! SJ®

il 0 6

VW"H
I H H 0 7

W-< H WM w—HC ?H
W JJW S®

SW H I?\_
i 0 8

?
vW

wDO H 0 9

^ VCC
?

SJ® GNDWJ JWS
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SF.C 4141 E

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

A O 1 2

3

rO-3 1Z =UVWXY

î D—° 2
B O-

(

^0-3Y =UWB

=Cï>C O

—D*—0 5X =uwc

zj y—° 6

:̂ D>

W =UBCBD
8

U = (BD + CD)10

9
CD 8

E>D O

V =U.D

TTL - V I I 3/6
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SF.C 4141 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gammede températureambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES*VALEURS
SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

VCCmin
I Q = 7 mA

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l’état bas VQ < 2,5 V A^ILmax 0,8 V

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas

V0N 2,5 V

Minimum high level output voltage for input
counts 0 thru 9
Tension minimale de sortie à l'état haut pour les
chiffres de 0 à 9

^CCmax VQ > 60 V^OHmin 60 V = 0,5 mA'o

Maximum high level output current for input
counts 0 thru 9
Courant maximal de sortie à l'état haut pour les
chiffres de 0 à 9

^CCmax
VQ = 55 V

I IQ < 50 pA AOHmax
O (Hmax)

50 /.(A/

Maximum high level output current for input
counts 10 thru 15
Courant maximal de sortie à l'état haut pour les
nombres de 10 à 15

^CCmax
VQ = 30 V

I
O < 5 pAOHmax

O (Hmax)
5 pA/

Input A
Entrée A

< 1,6 mA!-1,6 mAMaximum input current
at VoLmax
Courant maximal d’entrée
a vOLmax

^CCmax
V, = 0,4 V

I ILmax
/ (Lmax)

C/

Inputs BCD
Entrées ËCD

|l|| < 3,2 mA-3,2 mA

^CCmaxIMaximum input current at 2,4 V
Courant maximal d'entrée à 2,4 V

IHmin
/ (Hmin)

I , < 40 pA40 pA IV = 2,4 V/ I

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V < 1 mA B'lH 1 mA

Supply current per package
Courant d’alimentation par boîtier 'cc < 25 mAtyp. 16 mA ^CCmaxCC

* Ail typical values are at Vcc = 5 V, tamb =25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQC=5 V à tamfr -25°C

4/6 T T L - V I!
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SF.C 4141 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCC
Q

'o0
ÿ »
21

"g *
A2 va 1

2
«i 55 V

Each output is tesîed separately
Chaque sortie est testée séparément

B 3-Q 03
co a
Z *<st -Q
2 2
Q)

ro £
a> 2J 30 V4 .a AJ
co a
Z -ïto -Q« 2

en ^

5
Figure AC 6

7 mA 0,5 mA
80,8 va D
9

V0

S

TEST TABLE
TABLE DF TEST

Apply
Appliquer

55 V0,8 V 2 V 7 mA 30 V
0,5 mA

1, 2, 4, 6, 8

0, 3, 5, 7, 9

A, B, C, D 0

B, C, C

A, C, D

A 1

0, 32B

3 1, 2C, D A, B

54A, B, D C

B, D 5 4A, C

7A, D B, C 6

D A, B, C 7 6

A, B, C D 8 9

B, C A, D 9 8

A, C B, D 0 à 9

0 à 9C A, B, D

0 à 9A, B C, D

A, C, D

B, C, D

A, B, C, D

0 à 9B

0 à SA

0 à 9

TTL - V I I 5/6
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SF.C 4141 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

TEST TABLE
TABLE DE TEST

IH
Apply
Appliquer'|R Test input

Entrée testée
-Q<0 **s 5S -8
8 3
CO 2s s
c *« s

O 0 V 4,5 V

A B, C,D
Open outputs
Sorties ouvertes

A, C, D

DA, C
BS 8

°1c c

(/3 ^

A, D CO
A C, D

A, B, D

A,B D
C

A, D B
Note 1 : When testing l|H,each input is tested separately

Mesure de I //y, chaque entrée est mesurée séparément

2 : When testing Icc, ail inputs are grounded
Mesure de IQQ, toutes les entrées sont à la masse

A B, D

A, B, C

A, B C
D

A, C B
Figure B

A B, C

TEST TABLE
TABLE DE TESTVcc

Q Apply
AppliqueiInput tested

Entrée testée
4,5 V.0 V

0 A B, C, D« *,.o 35 «« -fi
O A 1

4,5 V 2 C, D A
B 3 D A, COpen outputs

Sorties ouvertes
4 Bo

S 3
2 ag 8

c5 A, D
C 6'IL A, C, D7a> -js
D 8 B, D AO

0,4 V 9
D A, B

C
B A, D

A, B, D

B, C ANote : Each input is tested separately
Chaque entrée est mesurée séparément A, BC

D
A, CB

Figure C
A, B, C

6/6 TTL - V I I
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SF.C 4148 E

EIGHT INPUT PRIORITY ENCODER
CODEUR DE PRIORITE A HUIT NIVEAUX D'ENTREE

MSI

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Input
loading factor

Facteur de chargé
d'entrée

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

VCC IV)
Package
BoîtierType High State

Etat haut
Low state
Etat bas

Max.Min.

10 20SF.C 4148 E MP-117 0°C, + 70°C

—25°C, + 85°C

-55°C, + 125°C

-55°C, + 125°C

4,75 5,25 5,5 V
5,5 V
5,5 V
5,5 V

1DO
5,25 10 20MP-117 4,75SF.C 4148 ET

Other
inputs
Autres
entrées

10 204,5 5,5SF.C 4148 EM MP-117
MP-117

2
104,5 5,5 20SF.C 4148 KM

— Technology TTL
— Input clamping diodes
— Compatibility TTLN/TTLH
— Typical delay time 23 ns

— Technologie TTL

— Entrées avec diodes d'écrétage

— Compatibilité TTLN/TTLH

— Temps de propagation typique 23 ns

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The monolithic integrated circuit SF.C 4148 is a
priority encoder.
It takes data from 8 inputs and provides the most
high level priority's binary code on three outputs.
A control input E|N allow priority encoding.
Outputs GS and Eoi_JT make possible cascading
on sames devices.

Le circuit intégré monolithique SF.C 4148 est un codeur de
priorité.

Il travaille sur 8 niveaux d'entrée et élabore le code binaire
du niveau de priorité le plus élevé présent sur les entrées.
Une entrée de commande E / /\j autorise le décodage.
Des sorties supplémentaires GS et EQJJ permettent la mise
en cascade de plusieurs boîtiers.

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package MP-117
Boîtier

GS D3 D2 D1 D0 A0VCC Eout
-B—Ep— —Ij^l—l^]—[^l—1^]~)

D4 D5 D6 D7 Ejn A2 AI GND

TTL - VII 74 - 4 1/9
THOMSON - CSF

267DIVISION SEMICONDUCTEURS
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SF.C 4148 E

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

Æ>E.N &
5 O GS

14

DO O
10

°EOUT
15

:Ü)DI O—11

;Oi
A0D2 O

12

° vccD3 O
13 16

O GND:d> 8

D4 O -4-
1

pI>-o A1

D5 O
2

^=o
=DD6 O

3

A2D7 O-
4

43
2/9 T T L - V I I

268



SF.C 4148 E

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTION

INPUTS - ENTREES OUTPUTS - SORTIES

EDO D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 GS A2 A1 AO output

XH X X X X X X X H H H H H

HL H H H H H H H H H H H L

XL X X X X X X L L L L L H

L X X X X X X L H L L L H H

X XL X X X HL H L L H L H

X XL X X L H H H L L H H H

L X X X L H H H H L D L L H

X X HL L H H H H L H L H H

XL L H H H H H H L H H L H

L L H H H H H H H L H H H H

H — Input or output at high logic level > 2 V
Entrée ou sortie à l'état haut

L — Input or output at low logic level <0,8 V
Entrée ou sortie à l'état bas

X — Irrelevant (H or L)
Etat indéterminé

LOGICAL FUNCTION
FONCTIONS LOGIQUES

i = 7
E Di+output i = 0

= EGS Di+input i= 0

j = 7
A2 = E Dj+input

j = 4

1= 7
+ (DO + D1) TT

£= 2
k = 7

D2p ( TT

D-e + (D4 + D5) D6 . D7A1 = Einput

P = 3
AO = E Z Dk)+input

p = 0 k = 2p + 1

TTL - V I I 3/9
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SF.C 4148 E

Over operatmg free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gammede températureambiante de fonctionnement(sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES

VALUES
VALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut VIHmin 2 V

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V

VCCmin
Minimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQi_max

OLmax
O (Lmax ) Vm = 2 V

V|L = 0,8 V

16 mA/ VQ <0,4 V A
B

> 2,4 VVOH CMaximum low level input voltage
Tension maximale d’entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V QJ_ — 16 mA

= —0,8 mAOH
Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V

Minimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VQ^min

OHmin
O (Hmin)

—0,8 mA/

^CCmax
V, = 5,5 V
other inputsGND
autres entrées

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V

D* IH « '|H1 mA I E

Input D0
Entrée DO VCCmax

V, = 0,4 V
other inputs 2,4 V
autres entrées

Maximum input current
at VoLmax
Courant maximal d'entrée
à VOLmax

-1,6 mA
I FILmax
! (Lmax ) •'iL1 ^ 1ILmax GOther inputs

Autres entrées -3,2 mA

Input D0
Entrée DO ^CCmaxMaximum input current

at VoHmin
Courant maximal d'entrée
à ^OHmin

40 pA
I D= 2,4 VviÎ IHmin
i (Hmin) IH ^ 'iHmin Eother inputs 0,4V

autres entrées
Other inputs
Autres entrées 80 pA

^CCmax
v0 = o v
other inputs 4,5 V
autres entrées

—30 mA
—80 mA

|l0! > 30 mA
|I0I < 80 mA

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 'o s

^CCmax
input E|fy] 4,5 V
entrée

other inputsGND
autres entrées

Supply current per package
Courant d'alimentation par boîtier 'cc 80 mA 'CC ^ 'cCmax J

VCCmin
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

I = 12 mA |VjLl < 1,5 VV HItyp. — 1 VIL
other inputsGND
autres entrées

4/9 TTL - V I I
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SF.C 4148 E

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 'amb = +25°C

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX. FIG.

Propagation delay time,high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signal de sortie

lPHL 16 ns 25 ns
/ EinEout

Propagation delay time, low to high
level output

'Temps de propagation à la croissance du
signal de sortie

VLH 30 ns 40 ns
/ E;Eout in

Propagation delay time,high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa! de sortie

VHL 16 ns 30 ns
GS / Ein

Propagation delay time,low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

Loads
ChargesVLH 23 ns 30 ns
CL = 20 pF

RL = 400 £2
GS / Ejn

K
Propagation delay time,high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa/ de sortie

VHL 23 ns 30 ns
AO / E:in

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

Generator
GénérateurVLH 16 ns 30 nsf = 1 MHz
ampl.= 3 V

tw = 500 ns

tf=tr= 5 ns

ZQ = 50 si

A0 / Ein
Propagation delay time,high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa/ de sortie

-tPHL 30 ns17 ns

Ai / Dj
Propagation deléy time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signal de sortie

tpLH 19 ns 30 ns

Ai / Dj

TTL - V l l 5/9
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SF.C 4148 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

? VCCmin ? VCCmin^ILmax^IHmin
EjnO Ejno
DO DO

Eout EoutD1 D1
D2 GS D2 GS

f i tD3D3 AO o AO
D4 AT D4 A1

— VOL © 'OLA2D5 D5 A2
VILmax D6 D6

O D7 D7

W

Figure A : V0H, V|H, V|L Figure B : VQL, V )l, V|H

VCCmin ^CCmax?^ILmax
4,5 V O

Vu O
O Ejn

DOH
EoutD1IH

^IHmin D2 GS
Open
OuvertD3O AO

D4 A1' y-
D5 A2
D6

VL O D7

Each Di input rrmst be tested
Chaque entrée de Di doit être testée

FigureC : V|L, V|H, V0L Figure D : l(H

?^CCmax ?^CCmax> IH
vHo EjnEin o v o

DO DO

^HminOEout EoutD1 D1
D2D2 GS GS4,5 V

Open
Ouvert

Open
OuvertO D3 AO AOD3

D4 A1 A1D4
IILD5 A2 A2D5

VLmaxOD6 D6
D7 D7

Each Di input must be tested
Chaque entrée de Di doit être testée

Figure E : l|H Figure F : l ) L

6/9 TTL - V t l
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SF.C 4148 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

^CCmaxI^CCmax?' IL ovo EjnO ^in^Lmax DO10 mADO

^out D1D1
D2D2 GS Open

Ouvert
Open
Ouvert t D3AOD3

D4OVO A1D4 S VIR D5A2D5
D6D6
D7D7

Si
Each input must be tested
Chaque entrée doit être testée

Figure G : l|^ Figure H : Vjp

^CCmax?
4,5 V O Ejn

DO

^outD1
D2
D3
D4
D5

OSD6 ID7

Si
Figure I : IQ£

il'cc ^CCmax

Ejn4,5 VO
DO

^outD1
D2 GS

Open
OuvertD3 AO

A1D4
A2D5

D6
D7

Si
Figure J. : IQQ

TTL - V I I 7/9
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SF.C 4148 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

O O Q O O
Inputs
Entrées

Load 1
Charge 1Vm = 2,4 V

O Ein
Load 2
Charge 2

DÔ
•M£ 8
E P:

1!
O jo

EoutD1
V,L = 0,4 V D2 GS

Load 3
Charge 3

D3O AO
D4 A1
D5 A2

O 5 Load 4
Charge 4Outputs

Sorties
D6

Generator
Générateur <& 07

Load 5
Charge 5

fS

SIGNAL'S WAVEFORMS
FORMES D'ONDE DES SIGNAUX

tf < 7 ns tr < 7 ns

lI II 3 V490 %
I
l

Input
Entrée

I
— 1,5 Vf

I
I10 % T

0 Vl * "1
I

tw = 500 ns
I

tpHL I lPLH+
V0HI

I
IOutput

Sortie 1,5 V

VOL

Figure K

8/9 TTL - V I I
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SF.C 4148 E

TYPICAL APPLICATION
APPLICATIONS TYPIQUES

Enable
Validation

8 9 10 11 12 13 14 150 1 2 3 4 5 6 7

E: EininSF.C 4148 E SF.C 4148 E

Eout AO A1 A2 GSEout AO A1 A2 GS

SF.C 400 E

Priority Flag
Signal de prioritéA3AO A1 A2

16 INPUTS PRIORITY ENCODER
CODEUR DE PRIORITE A 16 NIVEAUX

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

gE:in
SF.C 4148 E

Eout A0 A1 A2 GS

SF.C 400 E

A1A0 A2 A3

DECIMAL TO BCD CONVERTER
TRANSCODEUR DECIMAL BCD

TTL - V I I 9/9
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SF.C 4150 E
DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS

SELECTEURS DE DONNEES/MULTIPLEXEURS

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

VCC ( V > Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boî tierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Min. Max.

SF.C 4150 E
SF.C 4150 ET

0°C, + 70°C

—25°C, + 85°C

—55°C, +125°C

—55°C, + 125°C

MP 186

MP 186

4,75 5,25 5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V

10 20
Ail4,75 5,25 10 20 inputs

Toutes
entrées

1SF.C 4150 EM MP 186 4,5 5,5 10 20
SF.C 4150 KM MP 186 4,5 5,5 2010

— Selects one-of sixteen data sources
— Serves as a five variable function generator

— Performs parallel to serial conversion
— Permits multiplexing from N Unes to 1 line
— Input clamping diodes simplify System design
— Typical propagation delay times

Through 3 select levels =17 ns
Data input to output = 10 ns

— High fan-out, low impédance totem-pole outputs

— Typical power dissipation =200 mW

— Sélection d'une source parmi 16

— Réalise un générateur de fonctions de 5 variables

— Conversion parallèle-série

— Permet le multiplexage de N voies vers 1 voie

— Diodes d'écrêtage simplifiant la conception des systèmes

— Temps de propagation typique

A travers 3 couches logiques =17 ns

Des données vers la sortie =10 ns

— Sorties avec totem-pole à grand facteur de charge et faible impédance

— Dissipation typique moyenne 200 mW

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Data inputs
Entrées des donnéesPackage MP-186

Boîtier
Data select
Sélection des donnéesVvcc

Ç8 Eg E10 En E 2 E13 ^14 E15 A B
E7 C
E6 E5 E4 E3 E2 El Ep S W p

2 3 6 74 5 8 9 10 1211

/ Output \ GND
y SortieData inputs

Entrées des données Strobe S,
Echantilionnage

Data select
Sélection des données

TTL - V I I 74 - 4 1/9
THOMSON - CSF
DIVISION SEMICONDUCTEU
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Data select (binary)
Sélection des données (binaires)

H Data input
Entrée des données

H i»H
en[TOA A o< / 2z\ / §> mm m mm mm mm m mm m mm m m Or>COO O Ul 4*. O)CO CD '•si Oro o co co roen
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SF.C 4150 E

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

INPUTS
ENTREES

OUTPUT
SORTIE

Strobe S
Echantiltonnage

E0 El E2 E3 E4 E5 E6 E? ES Eg E10 E11 E12 E13 E14 E15C AD B W

X X XX H X X X X X X X X X X X X X X X X H
L LL L L L X X X X X X X X X X HX X X X X

LL L L HL y. x x x x x x x x x x LX X X X
LL L H L X L X X X X X X X X X X HX X X X

L L L H L X H X X X X X X X X X X LX X X X
HL LL L X X L X X X X X X X X X HX X X X
HL L L L X X H X X XX X X X X X LX X X X

L H HL L X X X X X XL X X X X X HX X X X
L H HL L X X X H X X X X X X X X LX X X X
L LH L L X X X X X X XL X X X X HX X X X
L L LH L X X X X H v X X X X X X X LX X X
L L HH L X X X X X X X X HL X X X XX X X
L H L H L X X X X X H X X X X X X LX X X X
L HH L L X X X X X XX L X X X X HX X X X
L HH L L X X X X X XX H X X X X LX X X X

HL H H L X X X X X X X L X X X HX X X X
L H H H L X X X X X X X H X X X X X X LX X
H L L L XL X X X X X X XX L X X X X HX X
H L L L L X X X X XX X X X H X X X X LX X
H L HL L X X X X X X X X X XL X X X HX X
H L L H L X X X X X X X XX X H X X X LX X
H H LL L X X X X X X X X X X X X X HL X X
H H LL L X X X XX X X X X X H X X X LX X
H H HL L X X X X X X X X X X X L X HX X X
H HL H L X X X X X X X X X X HX X X LX X
H H L L XL X X X X X X X XX X X L X HX X
H H L L L X X X X X X XX X X X X H X LX X
H H L H X *L X X X XX X X X X X X X HL X X
H H L H L X X XX X X X X X X X X X H LX X
H H H L L X X X X X X X XX X X X X X HL X
H HH L L X X X X X X X X X X X X X X LH X
H H HH L X X X X X X X X X X X X X HX X L
H H H X X X LH L X X X X X X X X X X X X H

X : Irrelevant
Etat indéterminé

TTL - V I I 3/9
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SF.C 4150 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede températureambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

VALUES*
VALEURS

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l’état haut ^IHmin 2 V

VCCmin
V, = 2 V

’o =
VQ < 0,4 V

16 mA
Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l’état bas ^OLmax A0,4 V

B

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas

C^ILmax 0,8 V

VCCmin
V = 0,8 V VQ > 2,4 VI
IQ = -0,8 mA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V

Maximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQ^min

^CCmaxIHmin
I (Hmin) <40 juA40 ,uA/ V. = 2,4 V

D
^CCmax
V, = 0,4 V

Maximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQL

ILmax
/ (Lmax) I l| I <1,6 mA—1,6 mAI

max
E

VCCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V

I. <1 mA1 mAIH I

18 mA<| lQ |<55 mASF.C 4150 E-ET
Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit ^CCmaxtyp. —35 mA FOS

SF.C 4150 EM 20 mA<| IQ |<55 mAKM

Supply current per package
Courant d'alimentation par boî tier ’cc ^CCmax QQ <68 mAtyp. 40 mA G

VCCminMaximum reverse input voltage
Tension maximale d’entrée en inverse

|V,| <1,5 VI = -12 mAV typ. —1 VIL w 25°c

* Alt typical values are at Vcc=5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tam/ j =25°C

4/9 TTL - V I I
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SF.C 4150 E

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES t a m b = + 2 5°C VCC = 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

rSYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES MIN. TYP. MAX. FIG.

tPHL 22 ns 33 ns

CL = 15 pF

RL = 400 Î2Propagation delay time, from A,B,C,D to W
Temps de propagation de A, B, C, D à W

H

VLH 23 ns 35 ns

VHL 21 ns 30 ns

CL = 15 pF

RL = 400 nPropagation delay time, from strobe to W
Temps de propagation de l’échantillonnage à W H

XPLH 15 ns 24 ns

tPHL 8 ns 14 ns

CL = 15 pF

RL = 400
Propagation delay time, from EQ thru
E15 to W
Temps de propagation de EQ à E 75 à W

H

tPLH 13 ns 20 ns

TTL - V I I 5/9
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‘ SF.C 4150 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Strobe S
Echantillonnage ^CCmin

0,8 V O- î
E0
El
E2
£3 Note :

2 V O— E4 8 - 4 - 2 - 1 code is applied to A, B, C,D inputs and
the input Ei valited is at 2 V. The other inputs are
grounded.
Le code 8 - 4 2 -1 est appliqué aux entrées A, B, C, D et
l'entrée Ei validée est à 2 V. Les autres entrées sont à la
masse.

E5
E6 16 mAS a

0) 'seu O
C/J ^

E7 WES t voEg
SBE10

Figure A : TestVQLEli
E12
E13
E14
E15

C DA B

2 V O s a
o o
C c
eueu oco v0,8 V O— SB

Strobe S
Echantillonnage

M

VCCmin
0,8 V O 1

Eo
E1
E2
E3Note :

8 - 4 - 2 - 1 code is applied to A, B, C,D inputs and
the input Ei valited is at 0,8 V. The other inputs are
at 4,5 V.
Le code8 •4 - 2 - 1 est appliqué aux entrées A, B, C,D et
l'entrée Ei validée est à 0,8 \/.Les autresentrées sont à 4,5 V.

0,8 V O E4
E5
E6 -0,8 mAsa

° 2c C E *7 WQJeu.o t v°
ESCO E9
E10 SFigure B : TestVQH

4,5 V O E11
E12
E13e,14
E15

A B C D

2 V O— S a
§ 8
QJ -teu O

CO ^0,8 V O SB

6/9 TTL - VII
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SF.C 4150 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Strobe S
EchantilIonnage

Strobe S vEchantillonnage vCCmin VCCmax
?2 V O X !' IRE04,5 V O E05,5 V O-El ElE2 E2llHE3 E3E4 2,4 V O E4E5 —0,8 mA E5Ee Eel|LE? Ués É7w 0,4 V O- “ «_Q as

ca ^
gS
QJ -teu «3

—OtvoES WE8E9 EgE10 SR E10En E114,5 V OE12 E12E13 E13E14 E14E15 ov o E15
A B C D ABC D

2 V O— <£ 8
C C
Q;

BR0,8 v« SR
TEST TABLE
TABLE DE TEST8-4-2-1 code is applied to the A,B,C,D inputs

Le code 8-4-2-1 est appliqué aux entrées A,B,C,D

Figure C : TestVQH
Select input
Sélection de l'entrée

Apply
Appliquer

2.4 V
or ou
5.5 V

B C 0,4 V 4,5 V 0 VA D

E150 V 0 V 0 V0 V E0
4,5 V 0 V 0 V 0 V El E14

4,5 V
4,5 V

0 V 0 V E130 V E2When testing IJH and l|R for data inputs, strobe
is at 4,5 V
Quand on teste ///y et // /y pour les entrées données,
l'entrée d'échantillonnage est à 4,5 V

When testing l||_ for data inputs, strobe is at 0 V
Quand on teste ///_ pour les entrées données, l'entrée
d'échantillonnage est à 0 V

4,5 V 0 V 0 V E3 E12
0 V 0 V 4,5 V

4,5 V
4,5 V
4,5 V

0 V E4 E11
4,5 V 0 V 0 V E5 E10

0 V 4,5 V
4,5 V

0 V Eô Eg
4,5 V ES0 V E? Other Ei

Autre
Other Ei
Autre0 V 0 V 0 V 4,5 V

4,5 V
4,5 V
4,5 V
4,5 V
4,5 V
4,5 V
4,5 V

ES E7Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément 4,5 V 0 V 0 V EeEg

E50 V 4,5 V
4,5 V

0 V E10
Figure D : Test l| for data inputs

Test 1/ pour les entrées des données
E44,5 V 0 V Eli

0 V 4,5 V
4,5 V
4,5 V
4,5 V

E30 V E12
4,5 V E20 V E13

0 V 4,5 V
4,5 V

ElE14
4,5 V E0E15

TTL - VII 7/9
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SF.C 4150 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Strobe S
Echantillonnage ^CCmax

1
E0
El
E2 Notes :

4,5 V E3
When testing I|H or l|R, the data inputs Ei are
at 4,5 V
Quand on teste /y/-/ ou / / /?, les entrées données Ei sont
à 4,5 V

When testing 111_, the data inputs Ei are at 0 V
Quand on teste l / i_, les entrées données Ei sont à 0 V

Figure E : Test 11 for strobe and A,B,C,D inputs
Test / / pour l'échantillonnage et les entrées
A,B,C,D.

E4
E5S gs 1c C

cr ^

E6
E7$ g

o 2
C c

WES
O Ego>

CO ^i i o v E10V E11
E12
E13
E14
E15

AJBTCTD

w
Strobe S .
Echantillonnage VCCmax VStrobe S

Echantillonnage
CC

4,5 V a ! ÎV“4,5 V O

E0
E0
ElE2 E2E3 E3E4
E4E5
E5E6 OS EeE7 w E7ES WESEg
EgwE10
E10Eli
E11E12
E12E13
E13E14
E14E15
E15A B C D

A B C D

Figure F Figure G
WW

8/9 TTL - VII
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SF.C 4150 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Strobe S
Echantillonnage VCC ~° v

Generator A
Générateur A 1
Generator C (g^.Générateur C

E0
El
E2 5 VE3
E4
E5

REe L1N 3064Vi <> E7 w W—H—HwES
Eg 1N 3064
E10

SBEli
E12 C|_ includes probe and jig capacitance

Cj_ comprend les capacités de la sonde et du montage

The generators hâve the following characteristics
f =1 MHz, tw = 500 ns, Z =50 El
Les générateurs ont les caractéristiques suivantes
f- 1 MHz, tw = 500 ns ,Z=50 EL

E13
E14
E15
A B C D

Generator B
Générateur B

<10 ns <10 ns

I - 3 V
Generator C ^°%r
Générateur C

I
I

IL 0 V Generator A is at 0 V,generator B is at 0 V, V| =4,5 V
Générateur A est à 0 V,générateur B est à 0 V, V . =4,5 V

10 %

tPLHXPHL li
H—H H—

- 1,5 V

<10 ns <10 ns

J 3 Vi
90 %' 1

IGenerator A or B
Générateur A ou B

—1,5 V
1

10 %4 0 V!
tPHL XPLHI

-WfGenerator A is at 0 V, generator C is at 3 V, V| =0 V
Générateur A est à 0 V, générateur C est à 3 V, V / =0 V

Generator C is at 3 V, generator B is at 0 V, V| =4,5 V
Générateur C est à 3 V, générateur B est à 0 V, V / =4,5 V

I
I
I,Output

Sortie -1,5 V

Figure H

TTL - VI I 9/9
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SF.C 4151 E
8-BIT DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS

MULTIPLEXEURS/SELECTEURS DE DONNEES 8 BITS

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc ( V) Input
loading factor

Facteur de charge
d’entrée

Package
BoîtierType

Low State
Etat bas

High State
Etat haut

Max.Min.

SF.C 4151 E

SF.C 4151 ET
SF.C 4151 EM

SF.C 4151 KM

MP-117 0°C, + 70°C

—25°C, + 85°C

—55°C, + 125°C

—55°C, + 125°C

4,75 5,25 5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V

10 20
AilMP-117 4,75 105,25 20 inputs

Toutes
entrées

1
MP-117

MP-117

4,5 5,5 10 20
4,5 5,5 10 20

— Selects one of eight data sources
— Serves as a for variable function generator

— Performs parallel to serial conversion
— Permits multiplexing from N lines to 1 line
— Input clamping diodes simplify System design
— Typical propagation delay times

through 4 select levels = 23 ns
through 3 select levels = 17 ns
data input to output = 10 ns

— High fan-out, low impédance totem-pole outputs

— Typical power dissipation = 200 mW

— Sélection d'une source parmi 8
— Réalise un générateur de fonctions de 4 variables

— Conversion parallèle série

— Permet le multiplexage de N voies vers 1 voie

— Diodes d'écrêtage simplifiant la conception des systèmes

— Temps de propagation typique

à travers 4 couches logiques = 23 ns

à travers 3 couches logiques = 17 ns

des données vers la sortie

— Sorties avec totem-pole à grand facteur de charge et

faible impédance

— Dissipation typique moyenne

= 10 ns

= 200 mW

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package MP-117
Boîtier

Data input
Entrées des données

Data select
Sélection des données

2 3 4 5 6 7 8 —
GND

Outputs Strobe S
Sorties Echantillonnage

Data inputs
Entrées des données

T T L - V I I 7 4 - 4 1/9
THOMSON - CSF
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SF.C 4151 E

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

Strobe enable S o
Validation d'échantillonnage

DO o >
D1 o >
D2 o

Output Y
Sortie Y 1

-o Output W
Sortie W

-J>D3 o- -o

Data inputs
Entrées des données ^ D4 o-

. L>i

D5 o o-

D6 o >
D7 TDA

£>> X^>o —

i-£>0

A o
B

Data select binary
Sélection des données <
binaires

BB o
C

CC o

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

INPUTS
ENTREES

OUTPUTS
SORTIES

Strobe S
Echantillonnage Y WC D2 D3 D4 D5 D6 D7B A DO D1

X X X XX X X XX X X H L H
X X X XL L X X XL L L L H

X X XL H X X X XL L L H L
X X XH X L X X XL L L L H

XH X H X X X X XL L L H L
X XH L X X L X X XL L L H

X X XL H L L X X H X X H L
L X X L HL H H X X X L X X
L HH H X H X X X X LL X X
L L HH L L X X X X L X X X
L HH L LL X X X X H X X X
L LH H HL X X X X X L X X
L HH L H LX X X X X H X X
LH H L L HX X X X X X L X
L HH H L X LX X X X X H X

H H H L LX X X X X X X HL
H H H L X X X X X H HX X L

X = Irrelevant
Etat indéterminé

2/9 T T L - V I I
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SF.C 4151 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gamme de températureambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

* TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

AVCCmin
= 2 V
= 16 mA

VQ < 0,4 VVl B

'o C
Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas VOLmax 0,4 V

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V A

VCCmin
V, - 0,8 V

IQ = -0,8 mA
BVQ > 2,4 V

C
Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V

DVCCmax
V, = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin

IHmin
! (Hmin)

40 pA I, < 40 pAI E

DVCCmax
= 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d’entrée à VQLmax

ILmax
/ (Lmax)

H,l * < 1.6 mA-1,6 mA Vl E

DVCCmax
= 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d’entrée à 5,5 V *IH 1 mA I, < 1 mAIV. E

18 mA<|lQ|<55 mASF.C 4151 E-ET
Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit ^CCmax'os Ftyp. —35 mA

SF.C 4151 EM 20mA<|lQ|<55 mA
KM

Supply current per package
Courant d'alimentation par boîtier *CC < mA^CCmax Gtyp. 29 mACC

VCCmin
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

= -12 mA |V,| < 1,5 VV typ. —.1 VIL
w 25°c

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ~5 V à tawii~250C

- TTL - VII 3/9

289



SF.C 4151 E

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES *amb = + 25°C N = 10V C C = 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES TYP. FIG.MIN. MAX.

XPHL 25 ns 40 ns
CL = 15 pF

RL = 400 EL
Propagation delay time, from A,B,C to Y
Temps de propagation de A, B, C à Y H

XPLH 35 ns 52 ns

'PHL 33 ns22 ns

CL = 15 pF

RL = 400 EL
Propagation delay time, from A,B,C to W
Temps de propagation de A,B,C à W

H

23 ns 35 nslPLH

XPHL 19 ns 30 ns

CL = 15 pF

RL = 400 EL
Propagation delay time, from strobe to Y
Temps de propagation de l'échantillonnage à Y

H

tPLH 35 ns 52 ns

tPHL 21 ns 30 ns

CL = 15 pF

RL = 400 El
Propagation delay time, from strobe to W
Temps de propagation de l'échantillonnage à l/V H

XPLH 24 ns15 ns

XPHL 24 ns16 ns
C|_ = 15 pF

RL = 400 El
Propagation delay time, from data input to Y
Temps de propagation de l'entrée des données à Y H

XPLH 29 ns19 ns

tPHL 8,5 ns 14 ns

CL = 15 pF

RL = 400 EL
Propagation delay time, from data input to W
Temps de propagation de l'entrée des données à W H

13 ns 20 ns^LH

4/9 TTL - V I I
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SF.C 4151 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCCminStrobe S
Echantillonnage

1o,8 v a

DO
—0,8 mA Notes

Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

4 - 2 - 1 code is applied to A, B, C, inputs and
the input Di valited is at 2 V. The other inputs
are grounded.
Le code 4 - 2 - 1 est appliqué aux entrées A, B,C et
Tentrée Di validée est à 2 V. Les autres entrées sont
à la masse.

D1
2 V O D2 lS S VOHD3

I I D4
16 mAD5

WD6
VOLD7

A B C
Figure A : Test VQL / VQH

S S
§ 8
sr|

CO ^

2 v a

o,8 v a

VCCminStrobe S
Echantillonnage0,8 v a

DONotes

Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

4 - 2 - 1 code is applied to A, B, C, inputs and
the input Di valited is at 0,8 V. The other inputs
are at 4,5 V.
Le code 4 - 2 - 1 est appliqué aux entrées A, B,C et
l'entrée Di validée est à 0,8 V. Les autres entrées sont
à 4,5 V.

16 mAD1

tVOL0,8 V O D2
S Sg 8 D3

D4
—0,8 mAD54,5 V a

W tD6
VOHD7Figure B : Test VQL , VQH A B C

S Sg §
2 v a

o,8 va

TTL - V I I 5/9
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SF.C 4151 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Strobe S
EchantillonnageVCCminStrobe S

Echantillonnage

î \0,8 V O ^CCmax

î2 V O DO '|R
16 mA 5,5 V OD1 DO

4w

« £lHtVOLD2 D1
OJ

CD ^3

H -Sto -O® 2
Q) - fe03 vO

C/D ^

2,4 V aD3 D2
ILD4 D3

0,4 V O—0,8 mAD5 D4
WD6 D5

4,5 V OVOH W
D7 D6

ABC D7o v a ABC

22gs
a)
03 .O

C/D ^

2 V O r «n4,5 V O—- -Q 03
CD O

£ -8</» -Q
QJ 2
Q>
03.O

0,8 V

ov aS £ _— ir
WNotes

Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

4. 2. 1 code is applied to the A,B,C inputs
Le code 4. 2. 1 est appliqué aux entrées A,B,C

Figure C : Test VQH , VQL
TEST TABLE
TABLE DE TEST

Select input
Sélection de l'entrée

Apply
AppliquerWhen testing l|H and l|R for data inputs, strobe

is at 4,5 V
Quand on teste // /y et l / p pour les entrées données,
l'entrée d'échantillonnage est à 4,5 V

When testing 11[_ for data inputs, strobe is at 0 V
Quand on teste l /i_ pour les entrées données, l'entrée
d'échantillonnage est à 0 V

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

2.4 V
or ou
5.5 V

A B C 0,4 V 4,5 V 0 V

0 V0 V 0 V D7D0
4,5 V 0 V 0 V D6D1

D50 V 4,5 V
4,5 V

0 V D2
4,5 V 0 V D4D3 Other Di

Autre
Other Di
Autre0 V 0 V 4,5 V

4,5 V
4,5 V
4,5 V

D3D4
4,5 V 0 V D5 D2

0 V D14,5 V
4,5 V

D6
Figure D : Test l| for data inputs

Test 1/ pour les entrées des données
4,5 V D7 D0

6/9 TTL - V I I
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SF.C 4151 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Strobe S
Echantillonnage ^CCmax

I
DO

Notes :
When testing l|H or l|R, the data inputs Di are
at 4,5 V
Quand on teste / //y ou I / R, les entrées données Di sont
à 4,5 V

D14,5 V YO D2
£ 8
° 2c c
(U

D3
II D4(/> u

0 V
88
0)

<3 $
D5OO When testing l||_, the data inputs Di are at 0 V

Quand on teste / / [_, les entrées données Di sont à 0 V
WD6

Vl D7
A B C

Test l| for strobe and A,B,C inputs
Test // pour l'échantillonnage et les entrées A,B,C.

Figure E
SB

^CCmaxStrobe S
Echantillonnage

I VStrobe S
Echantillonnage

cc

Tl'cc
DO 4,5 V O

'osD1
D2 DO
D3 HR D1

OD4 D24,5 V OSD5 D3Q W
D6 D4
D7 D5Test l0$ (Y) Ô A B C W OT D6

D7
A B CTest los (W) O

HR HR
HREach output is tested separately

Chaque sortie est testée séparément

Figure F Figure G

TTL - VII 7/9
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SF.C 4151 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Strobe
Echantilionnage

VCC 5 V
Generator A
Générateur A Q

RL
Generator C
Générateur C DO

D1

x .*
1N 3064D2

D3
V1O D4 RL

D5 w
D6 CL 1N 3064

25^D7
A B C

Generator B
Générateur B <&

C[_ includes probe and jig capacitance
C[_ comprend les capacités de la sonde et du montage

The generators hâve the following characteristics
f =1 MHz, tw =500 ns, 2 = 50 El
Les générateurs ont les caractéristiques suivantes
f =1 MHz, tw =500 ns, Z =50 EL

Figure H

8/9 TTL - V I I
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SF.C 4151 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

< 10 ns < 10 ns
I

ii
3 V90 %

Generator C
Générateur C

I - - 1,5 V* JI ri I10 % I 0 V
I 'PHL

I
I

1,5 VW

Outputs
Sorties

/Y 1,5 V

Generator A is at 0 V,generator B is at 0 V, V| =4,5 V
Générateur A est à 0 V, générateur B est à 0 V, V / =4,5 V

< 10 ns< 10 ns

' 3 VI90 %

HGenerator A and B
Générateur A et B

-- 1,5 Vf/

I10 % 0 VI VHL ^LH

\ I
1,5 Vw

Outputs
Sorties

1,5 VY

Generator A is at 0 V, generator C is at 3 V, V| =0 V
Générateur A est à 0 V,générateur C est à 3 V, V / =0 V

Generator C is at 3 V, generator B is at 0 V, V| =4,5 V
Générateur C est à 3 V,générateur B est à 0 V, Vf =4,5 V

Figure H

TTL - V I I 9/9
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SF.C 4153 E
DUAL 4 LINE TO 1 LINE, DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS

DOUBLES SELECTEURS DE OONNEES/MULTIPLEXEURSDE 4 VOIES VERS 1

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

VCC < V >Package
Boî tierType Low state

Etat bas
High state
Etat haut

Min. Max.

0°C, + 70°C

-25°C, + 85°C

—55°C, +125°C

—55°C, +125°C

105,25 5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V

20SF.C 4153 E

SF.C 4153 ET

SF.C 4153 EM

SF.C 4153 KM

4,75MP-117
Ail10 205,254,75MP-117 inputs

Toutes
entrées

1
4,5 5,5 10 20MP-117

105,5 204,5MP-117

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

Address inputs
Entrées adresse

Data inputs
Entrées des données

Strobe
Echantiltonnage

Output
Sortie

C1 C2 C3B A C0 G Y
X XX X X X H L

XL L XL X L L
XL H XL X HL

X L XL H X L L
H XL H X X L H
XH X LL X L L

H X HXL X L H
XH X XH L LL

H X X XH H HL

— Permits multiplexing from N Unes to 1 line

— Performs parallel to serial conversion

— Strobe (enable) line provided for cascading
(N Unes to n Unes)

— Mulitplexage de N voies vers une voie

— Conversion parallèle série

— Voie d'échantillonnage (validation) pour l'expansion
de N voies vers n voies

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Strobe 2G
EchantilIonnage

Package MP-117
Boîtier Select A Output

Sortie
Data inputsSélection Entrées des données

2Ÿ‘

9

2G A 2C3 2C2 2C1 2C0

2Y1G

B 1C3 1C2 1C1 1C0 ‘1Y

HZHO 6 7 83 4 5

Strobe 1G f Select B
Échantillonnage

Output
Sortie GNDSélection Data inputs

Entrées des données 1Y

TTL - VII 73 - 9 1/6
THOMSON - CSF
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SF.C 4153 E

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

OStrobe 1G
Echantillonnage &

1C0 O

OIs
'c 1C1 o Output

O Sortie
S

& *ü
SiQ

1Y(

1C2 0

i y

1C3 o

4 >

B O

Address
Adresse <

t>rC>A O- < »

2CQO-
i

8
1 2C1oc« ( y= 8Q- t jE 8

< Output

° Sortie

O2020 2Yo i5 < i-

2C3o

t>Strobe 2G
EchantilIonnage

2/6 TTL - VII
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SF.C 4153 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagamme de température ambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES*
VALEURS

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas VCCmin

V, = 0,8 V

IQ = 16 mA

VCCmin
V, = 2 V

IQ = —0,8 mA

^ILmax 0,8 V
VQ < 0,4 V

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V

A
Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

VQ > 2,4 V
Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V

VCCmaxIMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin

IHmin
/ (Hmin)

I, < 40pA40pA I/ V , = 2,4 V
vCCmaxMaximum input current at VoLmax

Courant maximal d'entrée à VQ[ max
|l, j < 1,6 mA-1,6 mA BILmax = 0,4 VV,

VCCmaxMaximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5.5 V

1 mA I. < 1 m AIHmax V , = 5,5 V I
Short-circuit output
circuit
Courant de sortie en
court-circuit

18 mA<| IQ|<57 mASF.C 4153 E - ET
^CCmaxtyp. -35 mA COSSF.C 4153 EM 20 mA<| IQ|<55 mA

KM
SF.C 4153 E - ET *CC ^ rnA

^CCmaxSupply current
Courant d'alimentation

typ. 36 mA DSF.C 4153 EM CC IQQ < 52 mAKM
VCCmin

^mA
w 25°c

|V,| < 1,5 VMaximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

typ. —1 VVIL

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb = + 25°C

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES

FIG.MIN. TYP. MAX.

Propagation delay time, low to high level
output from data
Temps de propagation à la croissance du signal
de sortie à partir des données

tpLH 12 ns 18 ns

E
Propagation delay time, high to low level
output from data
Temps de propagation à la décroissance du signal
de sortie à partir des données

VHL 23 ns15 ns

Propagation delay time, low to high level
output from address
Temps de propagation à la croissance du signal
de sortie à partir de l'adresse

VLH 22 ns 34 ns

CL = 30 pF

RL = 400 El
E

Propagation delay. time high to low level
output from address
Temps de propagation à la décroissance du signal
de sortie à partir de l'adresse '

1

l P H L 22 ns 34 ns

Propagation delay time, low to high level
output from strobe
Temps de propagation à la croissance du signal
de sortie à partir de l'échantillonnage

tpLH 19 ns 30 ns

E
Propagation delay time,high to low level
output from strobe
Temps de propagation à la décroissance du signal
de sortie à partir de l'échantillonnage

lPHL 23 ns15 ns

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQC~5 V à tarnp=25°C
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SF.C 4153 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCCmin
?

Strobe 1GEchantillon.
1C0 —0,8 mA
ICIVIHO— s1Y2 1C2 0) S

Si <l>ro a tvo® «.Q JJro Ta 1C3
Strobe 2G
Echantillon. -S5 II 252II 16 mA2C0 0Ji«s03

03 O
CO ^VILO- 2Y2C1

tV0
2C2
2C3

ü̂2A B

22̂

Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Figure A

Apply
Appliquer

0,8 V 2 V —0,8 mA16 mA

G,C0, C1, C2, C3, A, B Y

G,C0,C1, C2, C3,B YA

G,C0, C1, C2, C3,A YB

G,C0, C1,C2, C3 YA, B

G,C3 CO, C1,C2, A , B Y

CO, C1, C2,BG, C2, A Y

CO,C1, C3, AG,C1,B Y

G, CO, A, B C1, C2, C3 Y

G, C1, C2, C3, A,B CO Y

C1, AG,CO, C1,C3, B Y

G,CO, C1,C2, A C2, B Y

G,CO, C1, C2 C3, A, B Y

4/6 TTL - VII
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SF.C 4153 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

TEST TABLE
TABLE DE TEST^CCmax

î Input conditions
Conditions d'entrée

Apply V|
Appliquer V /'lH Strobe 1G

Echantillon.
1C0 TEST 11HB IG 2G TEST l|LAV

1C3, 2C3H HL L1C1
1Y 1C2, 2C2H HL H1C2IL

H 1C1, 2C14̂

2 1C3 H L H
Q> £

-Q 0)
ro Ta

Strobe 2G
Echantillon.
2C0

A,B, 1G, 2G,

1C0, 2C0
4,5 V

2,4 V

HH H H
-ïto -QSi a 2Y A, B,1G, 2G,

1C0, 2C0
2C1 LL L L

«u
tu .0

CO
2C2

0,4 V ICI, 2C1L H L LO
A B 1C2, 2C2H L L L

1C3, 2C3H H L L

H = 2,4 V L =0,4 V

Each input is tested separately. When l|H 's tested, ail C inputs not under test are grounded. When \\\_ is tested,
ail C inputs not under test are at 4,5 V
Chaque entrée est testée séparément. Quand on teste I /H, toutes les entrées C qui ne sont pas sous test sont à la masse. Quand
on teste l / i_, toutes les entrées C qui ne sont pas sous test sont à 4,5 V.

Figure B

VCCmax ^CCmax

îi'ccn 'cc
Strobe 1G
Echantillon. Strobe 1G

Echantillon.
2C01C04,5 VO— f <
2C1ICI 1Y 1Y
2C21C2

Si a 2C31C3
Strobe 2G
Echantillon. Strobe 2G

Echantillon.
1C0

Q) «
2C0

2Y 2Y2C1 1C1
2C2 1C2
2C3 1C3

A BA B

( >

Ww w

Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Figure DFigure C

TTL - VII 5/6
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SF.C 4153 E

TEST CIRCUIT
MONTAGE DE TEST

TEST TABLE
TABLE DE TEST

Inputs
Entrées

Output Y
waveform
Forme d'onde
de sortie YGC3C2CO C1B A

GND AXGen. A xGND GND X

AGen. A GNDXXGND 4.5 V X

Gen. A GND AX4.5 V GND X X

Gen. A GND AX4.5 V 4.5 V X X

Gen. A GND AXXGND GND 4.5 V

Gen. A GND AX.GND 43 VGND X

Gen. A BXGND GND 4.5 V XX

î vcc = 5 v 5 V
Strobe 1G
Echantillon.
1C0 R L1N 3064Generator A

Générateur A
1C1e— w W—M—H1 Y
1C2

«i c 5 V1C3 1N 3064JD a>«j O Strobe 2G
Echantillon.
2CÔ.

SJ R 1N 3064
O g L4,5 VO 1N 3064

M H—H—Heu
CD .O

CO ^
2C1 2 Y
2C2 C

ï L
2C3

A B

WP,

< 10 ns < 10 ns
j r 3 V90 %- -|- I

tI li w -- 1,5 V
l.Generator A 10 % —

Générateur A
Lr 0 VI

XPLH tPHLI
II
I
I
:Output waveform A

Forme d'onde de sortie A
1 5 v The puise generator has the following characte-

ristics : f =1 MHz, tw = 500 ns, Z = 50
CL includes probe and jig capacitance
Le générateur d'impulsion a les caractéristiques sui-
vantes : f =1 MHz, tw =500 ns,Z =50 El
C[_ comprend les capacités de la sonde et du montage

k—
I

t tIPHL PLH

l I
Output waveform B
Forme d'onde de sortie B 1,5 V

Figure E
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SF.C 4154 E

4 LINE TO 16 LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
DECODEURS/DEMULTIPLEXEURS DE 4 VOIES VERS 16

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc < v> Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Low State
Etat bas

High State
Etat haut

Min. Max.

SF.C 4154 E MP-186

MP-186

4,750°C, + 70°C

—25°C, + 85°C

—55°C, + 125°C

—55°C, + 125°C

5,25 5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V

10 20
AilSF.C 4154 ET 4,75 5,25 10 20 inputs

Toutes
entrées

1
SF.C 4154 EM

SF.C 4154 KM

MP-186 4,5 5,5 10 20

MP-186 4,5 5,5 10 20

- Décodés 4 binary-coded inputs into one of 16
mutually exclusive outputs

- Perform the demultiplexing function by distri-
buting data from one input line to any one of
16 outputs

- Input clamping diodes simplify System design
- High fan-out, low impédance, totem-pole out-

puts

- Typical average propagation delay times
23 ns through 3 levels of logics
19 ns from strobe input

- Typical power dissipation : 170 mW

— Décode 4 entrées codées binaire en une parmi 16 sorties

— Réalise le démultiplexage en distribuant les données d'une
voie d'entrée vers l'une des 16 sorties

— Diodes d'écrétage sur les entrées simplifiant la réalisation des
systèmes

— Sorties à grand facteur de charge, basse impédance, et totem-
pole

— Temps de propagation typique
23 ns pour la traversée de 3 couches logiques
19 ns à partir de l’entrée échantillonnage

— Dissipation moyenne : 170 mW

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package MP - 186
Boîtier

Inputs
Entrées

Outputs
SortiesV

62 3 4 5 10 11 12 —
' GNDOutputs

Sorties

TTL - V I I 74 - 4 1/8
THOMSON - CSF
DTVtSiON SEMICONDUCTEURS 3037!



SF.C 4154 E

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

G
Â 0B Ü D

A
1

2B
1G

2G
3

4C

5

BB 6Inputs .̂
Entrées***

7

c-t>rC>>£ ^Outputs
/Sorties

8
D

9

"-Wlx
10ü

5

11C

12

13

Â
14

G
A

15B
C

D

2/8 TTL - V I I
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SF.C 4154 E

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

OUTPUJS SORTIESINPUTS ENTREES
1G 2G 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15D C B A

H H H H HL L
L L
L L
L L
L L
L L
L L
L L
L L
L L
L L
L L
L L
L L
L L
L L
L H

H L
H H

L L L L H H

L H

H H H H H H H HL
H H HL L L H H H H H H H HH H H H

L L H H H H H HL H H L
H H

H H
H H

H H

H H H H H H H H
L H H H HL H H H H H H H H H H HL

H HL H L L H H H H H H H H H H HL
L H L H H H H HH H H L H H H H H H

L H H L H H H H H H H H H H H H HL
L H H H H H. H H H HH H H H L H H H H H
H L L L H H HH H H H H H L H H H H H H
H L L H H HH H H

H * H
H H

H H
H H
H H
H H
H H
H H
H H

H H H H L H H H H H H

H L H L H H H H H H H H H H H H HL
H L H H H H H HH H H H H L H H H H

H H HL L H H H H H H H H H L H H H

H H L H H H H HH H H H H H H L H H

H H H L H H H H H H H H H H H H L H

H H H H H H H H H H H H H HH H H L
X X X X H HH H H H H H H H H H H H

X X X X H HH H H H H HH H H H H H
X X X X H H H H HH H H H H H H H H

H =high, L =low, X =irrelevant
haut état indéterminébas

'When decoding, the 4 Unes code is applied to select
inputs A, B, C and D. The one of sixteen output
which are selected, is enabled by taking the strobe
inputs 1 G and 2 G low.

En décodage, le code à 4 voies est appliqué aux entrées de
sélection A, B, C et D. La sortie qui est sélectionnée parmi
les 16 est validée avec tes 2 entrées 1 G et 2 G basses.

When demultiplexing, the serial data is applied to
one of the strobe inputs 1 G or 2 G (the other
strobe input is low) and distribution to the outputs
is controlled by the A, B,C and D select inputs. When
eithér strobe input is high, ail outputs are high.

En mode démultiplexage, les données série sont appliquées
à l'une des entrées 1 G ou 2 G (l'autre entrée est basse) et
la distribution vers les sorties est contrôlée par les entrées
de sélection A, B, C et D. Quand l'une ou l'autre des
entrées 1 G et 2 G est haute, toutes les sorties sont hautes.

TTL - V I I 3/8
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SF.C 4154 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).Dans toute lagamme de température ambiantede fonctionnement (sauf indicationscontraires).
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES*
VALEURS

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V VCCmin

V, = 0,8 V

IQ = 16 mA
VQ < 0,4 VMaximum low level input voltage

Tension maximale d’entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V
A

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l’état haut ^OHmin 2,4 V VCCmin

V, = 2 V

IQ = -0,8 mA
VQ > 2,4 VMaximum low level output voltage

Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V

^CCmax
V, = 2,4 V

Maximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQnmjn

IHmin
/ (Hmin)

I, < 40pA40pA I/

^CCmax
V, = 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d’entrée à VQ[_max |l||< 1,6 mAILmax

/ (Lmax)
B-1,6 mA/

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V

>IH < 1 mA1 mA

18 mA<|IQ|< 57 mASF.C 4154 E-ET ^CCmaxShort-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit typ. —35 mA CVl = 0OSSF.C 4154 EM 20 mA<| IQ|<55 mAKM

SF.C 4154 E-ET IQQ < 56 mASupply current per package
Courant d'alimentation par boîtier Q 4154 ^CCmax

V, = 0
D'cc typ. 34 mA

lcc ^ 49 mAKM

^CCmin
=-12 mA

W 25°c
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse V Ityp. -1 V |V,| < 1,5 VIIL

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES *amb = +25° C V C C = 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP.MIN. MAX. FIG.

Propagation delay time, low to high level
output from A, B,C or D to output
Temps de propagation à la croissance du signal
de sortie de A, B,C ou D à la sortie

36 nst 24 nsPLH

Propagation delay time, high to low level
output from A, B, C or D to output
Temps depropagation à la décroissance du
signa! de sortie de A, B,C ou D à la sortie

tPHL 22 ns 33 ns
CL = 15 pF

RL = 400n EPropagation delay time, low to high level
output from strobè inputs to output
Temps de propagation à la croissance du signal
de sortie des entrées d'échantillonnage à la sortie

VLH 20 ns 30 ns

Propagation delay time, high to low level
output from strobe inputs to output
Temps de propagation à la décroissance du signal
de sortie des entrées d'échantillonnage à la sortie

lPHL 18 ns 27 ns

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour Vçç=5 V à tamb=25°C

4/8 TTL - V I I
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SF.C 4154 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

TEST TABLE
TABLE DE TEST

Apply
Appliquer

VCCmin

? 0,8 V 16 mA2 V —0,8 mA

1,2,4,8A,B,C,D,1G,2G 00
16 mA1 0A,B,C,D,1G 2G

1G 2 T A,B,C,D,2G 01G2G 32 V V 0,3,5,9Oa B,C,D,1G,2G A4 1
CD S> « H5 0,3,6,10A,C,D,1G,2G B 2SB-Q aj

ra a62 -SJ 1,2,7,11C,D,1G,2G A,B 37 -SJ
Si 2
OJ -fc

c/> £

S -cSi 28 A,B,D,1G,2G C 0,5,6,124—0,8 mAa)9A0,8 V
1,4,7,13B,D,1G,2G A,C 510O B fC A,D,1G,2G B,C 2,4,7,14611 V0D 12 A,B,C 3,5,6,15D,1G,2G 7I13
0,9,10,12A,B,C,1G,2G D 814

15 1,8,11,13B,C,1G,2G A,D 9
2,8,11,14A,C,1G,2G B,D 10

A,B,D 3,9,10,15C,1G,2G 11
Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément 4,8,13,14A,B,1G,2G C,D 12

B,1G,2G A,C,D 5,9,12,1513
B,C,D 6,10,12,15A,1G,2G 14Figure A
A,B,C,D 7,11,13,141G,2G 15

^CCmax

?
0
1 Note : Each input is tested separately. Inputs not

under test are grounded, with exception
that where testing l||_ of a strobe input
(1G or 2G), the other strobe is at 4,5 V.
Chaque entrée est testée séparément. Les entrées
qui ne sont pas en test sont à la masse à l'excep-
tion d'une entrée d'échantillonnage qui est à 4,5 V
quand on teste l / i_ sur l'autre.

IH 1G 2
VIHO 2G 3

4' IL 5
VILC> 6Si 2

° Sc c
03
QJ O

CO ^

7
84,5 V
9O A
10B

C 11
D 12

13
14
15

Figure B
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SF.C 4154 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCCmax
^CCmax

î
0
14,5 V

Ï Ga 2
2G 3

4
5
6

'os7 £ £
8

119A
10B
11C( t

12D
13
14
15

Note : Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Figure C Figure D

6/8 TTL - V I I
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SF.C 4154 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

V C C = 5 V
O

0

1
21G

Generator A ^
Générateur A 3 5 V2G

4
5 RLGenerator B

Générateur B <& 6SSgs
0)
(U Oco >»

2 Sg §
<U
tu O

CO ^

7

HH8
1N 3064

9A
2,4 V O 10B

11Co v a 12D
13
14
15 J

CL includes probe and jig capacitance
C[_ comprend les capacités de ta sonde et du montage

Notes : The generator hâve the following characteristics : f =1 MHz, Z =50 £2, tw =100 ns
Le générateur a les caractéristiques suivantes :
When mesuring select-input-to-output times the strobe input are grounded. When mesuring strobe-input
to-output times,the untested strobe input is groundcd.Select inputs détermine outputundertestthrough
truth table.
Quand on mesure les temps de propagation à partir de t'entrée d'adresse, les entrées d'échantillonnage sont à la masse.
Quand on mesure les temps de propagation à partir d'une entrée d'échantillonnage, l'autre est à la masse. Les niveaux
sur les entrées d'adresse déterminent la sortie soüs test selon la table de fonctionnement.

Figure E
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SF.C 4154 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

<10 ns<10 ns —»
I L90 % -r i

I J 3 v
tw 1,5 VI

,l
L10 % _Generator A for input A

Générateur A pour l'entrée A r 0 V
tPHLtPLH I

H
I I

AI

— 1,5 VI

Even-numbered outputs
Sorties impaires tpHL I tpLH

Odd-numbered output
Sorties paires

I I
I

1,5 V

<10 ns <10 ns

I
G,enerator B for strobe input __
Générateur B pour l'entrée d'échantillonnage 90 %

3 V4- IO %

f 1,5 v
"l0 % O V

r
10 %

Output
Sortie

[ 1,5 V
I

I

tPHL XPLH

Figure E
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SF.C 4155 E , SF.C 4156 E
DUAL 2 LINE TO 4 LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
DOUBLES DEMULTIPLEXEURS/DECODEURS DE 2 VOIES VERS 4

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d’entrée
maximale

VCC <v> Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType Low state

Etat bas
High State
Etat haut

Min. Max.

SF.C 4155 E
SF.C 4155 ET
SF.C 4155 EM
SF.C 4155 KM
SF.C 4156 E
SF.C 4156 ET
SF.C 4156 EM

MP-117
MP-117
MP-117
MP-117
MP-117
MP-117
MP-117

0°C, + 70°C
—25°C, + 85°C

-55°C, + 125°C
—55°C, + 125°C

0°C, + 70°C
—25°C, + 85°C
—55°C, +125°C

4,75 5,5 V
5,5 V
5,5 V
5,5 V
5,5 V
5,5 V
5,5 V

10 20
4,75 10 20

Ail4,5 10 20 inputs
Toutes
entrées

14,5 10 20
4,75 16 mA

16 mA
16 mA

4,75
4,5

— Dual 2 to 4 line décoder

— Dual 1 to 4 line démultiplexer

— 3 to 8 line décoder
— 1 to 8 line démultiplexer

— Individual strobes simplify cascading for
decoding or demultiplexing larger words.

— Input clamping diodes simplify System
design

— Choice of outputs :
Totem pôle (SF.C 4155)
Open collector (SF.C 4156)

— Typical average propagation delay times
16 ns throught 2 levels of logic
21 ns throught 3 levels of logic

— Typical power dissipation =125 mW

— Double décodeur 2 voies vers 4

— Double démultiplexeur 1 voie vers 4

— Décodeur 3 voies vers 8

— Démultiplexeur 1 voie vers 8

— Echantillonnage sur chaque section simplifiant
le décodage ou le démultiplexage de mots plus longs

— Diodés d'écrêtage sur les entrées

— Choix des sorties :

Totem pote (SF.C 4155)
Collecteur ouvert (SF.C 4156)

— Temps de propagation typique

16 ns pour la traversée de 2 couches logiques
21 ns pour la traversée de 3 couches logiques

— Dissipation typique =125 mW

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Strobe
Echantilionnage

Select input
Entrée de sélection

Data
Données Outputs

Sorties

VCC '\2C '2‘G "A 2Y3 2Y2, 2Y1 2Y0
Package MP - 117
Boîtier

zHIhi i— 16 14

)Top view
Vue de dessus

6 7 8 —2 3 4 5

f1C 1G B 1Y3 1Y2 1Y1 1Y0 GND
Data A
Données. F Sefect input Outputs

/ Entrée de sélection Sorties
Strobe
EchantilIonnage

1/9TTL - VII 7 4 - 4
THOMSON - CSF
DIVISION SEMICONDUCTEURS
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SF.C 4155 E, SF.C 4156 E

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

Strobe
Echantillonnage

1G O

Output
Sortie
ï YO

Data
Données

1C O
Output
Sortie> 1Y1

Output
Sortie

1Y2<Select
Sélection

B O t> c> Output
Sortie
' 1Y3(

Output
Sortie .

2Y0i y
Select
Sélection

A ' O O Output
Sortie
' 2Y1

( -
Data
Données
2C O-

Output
Sortie

2Y2
i -

3> < iStrobe
Echantillonnage

2G O
Output
Sortie

2Y3

Whendecoding,the 2 line code is applied to select input A and B. The 4 line output section (1Y0, 1Y1, 1Y2,1Y3)
is enabled by taking strobe 1G' low and input 1C high. The other 4 line output section (2Y0, 2Y1, 2Y2, 2Y3) is
enabled by taking both strobe 2G and input 2C low.
En décodage, le code à 2 voies est appliqué aux entrées de sélection A et B. La section de sorties à 4 voies (1YO, 1Y 1, 1Y2, 1Y3)
est validée avec l'entrée 1G basse et l'entrée 1C haute. L'autre section de sortie (2Y0,2Y 1,2Y2,2Y3) est validée par les entrées
2G et 2C basses.
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SF.C 4155 E, SF.C 4156 E

2 LINE TO 4 LINE DECODER OR 1 LINE TO 4 LINE DEMULTIPLEXER
DECODEUR DE 2 VOIES VERS 4 OU DEMULTIPLEXEUR DE 1 VOIE VERS 4

Inputs —Entrées OutputS — SortiesOutputs —SortiesInputs — Entrées

Sélect
Sélection

Strobe
Echantill. Select

Sélection
•Strobe
Echantill. Data

Données
Data
Données

2Y0 2Y1 2Y2 2Y3B A 2G1YO 1Y1 1Y2 1Y3 2CB A 1G 1C
HX H X H HHX H H H XX X HH

L H H HH L LL H H LL L H LL
L H HH H L LH L H H HL H L L

HL H L L H LH L H H L L HH H

HH L H L H L H LH H L HH H H

X HX X L H HH H X X H HH HX

3 LINE TO 8 LINE DECODER OR 1 LINE TO 8 LINE DEMULTIPLEXER
DECODEUR DE 3 VOIES VERS 8 OU DEMULTIPLEXEUR DE 1 VOIE VERS 8

Outputs —SortiesInputs — Entrées

Strobe
ior data
Echantil-
lonnage
ou données

Select
Sélection (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2Y0 2Y 1 2Y2 2Y3 1Y0 1Y1 1Y2 1Y3G*C* B A

InputsIC and '2Cconnected together
Les entrées 1C et 2C sont reliées ensemble

Inputs 1G and 2Gconnected together
Les entrées,1G et2G sont reliées ensemble

H H H H H H H H
L H H H H H H H
H L H H H H H H
H H L H H H H H
H H H L H H H H
H H H H L H H H
H H H H H L H H
H H H H H H L H
H H H H H H H L

X X X
L L L
L L H

L H L

L H H

H L L

H L H
H H L
H H H

H
L

* L
L

L
L
L
L

L

H = High level, L = Low level, X = Irrelevant
Niveau haut Etat indéterminéNiveau bas

En mode démultiplexage, les données série sont appliquées
aux entrées IC et 2C et la distribution vers les sorties est

contrôlée, par les entrées de sélection A et B. Les entrées
d'échantillonnage séparées IG et 2G permettent de démul-
tiplexer vers l'une des deux ou vers les deux sections et d'é-
tendre le démultiplexage.

When demultiplexing, the serial data js applied to the
data inputs 1C and 2C and distribution to the outputs
iscontrolled by the-À and B select inputs. The separate
strobe inputs 1G and 2G, permit demultiplexing to
occur at either or both output sections, and cascading.
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SF.C 4155 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute tagammede températureambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

* TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut VIHmin VCCmin

.V, = 0,8 V

IQ = 16 mA

2 V
VQ < 0,4 V

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas VILmax 0,8 V

A
Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin VCCmin

V, = 2 V

IQ = -0,8 mA

2,4 V

VQ > 2,4 V

^OLmaxMaximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l’état bas

0,4 V

^CCmax
V, = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VoHmin

IIHmin
! (Hmin) I. < 40 pA40pA I

VCCmax
V, = 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximdl d'entrée à VQi_max I, |< 1,6 mAILmax

/ (Lmax )
-1,6 mA B/

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V * IH 1 mA < 1 mAII

SF.C 4155 E 18 mA<| IQ|<57 mAVCCmaxShort-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit

ET 'os Ctyp. —35 mA = 0VlSF.C 4155 EM 20mA<|IQ|<55 mAKM
SF.C 4155 E 'cc ^ 40 mAETSupply current per package

Courant d'alimentation par boîtier 0 4 1 5 5 5 [y] ^CCmaxCC Dtyp. 25 mA

'cç ^ 35 mAKM

VCCminMaximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse |V,| < 1,5 VI = -12 mAV typ. —1 V IIL

tamb= 25°C

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ^mb = +25°C V C C = 5 VN = 1 0

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP.MIN. MAX. FIG.

Propagation delay time
Temps de propagation

from 1G to 1Y0,1Y1,1Y2,1Y3
from 2G to 2Y0,2Y1,2Y2,2Y3
from 2C to 2Y0, 2Y1,2Y2,2Y3
from A to 1Y0,1Y2,2Y2,2Y0
from B to 1Y0,1Y1,2Y0,2Y1

'PLH 13 ns 20 ns

*

*PHL 27 ns18 ns

CL = 15 pF

RL = 400 El
FPropagation delay time

Temps de propagation

from A to 1Y1,1Y3,2Y1,2Y3
from B to 1Y2,1Y3,2Y2,2Y3

VLH 21 ns 32 ns

t 21 ns 32 nsPHL
Propagation delay time
Temps de propagation

from 1C to 1Y0,1Y1,1Y2,1Y3

t 16 ns 24 nsPLH

tPHL 30 ns20 ns

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb=25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tarni)=250C

4/9 TTL - V I I
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SF.C 4156 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede température ambianteae fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES*
VALEURS

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

^CCmin
V, = 0,8 V
V, = 2 V

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

E
Maximum high level output current
Courant maximal de sortie à l'état haut

IOH. 250 MA V0 = 5,5 V

IQ = 16 mA
IQ < 250 /iA

VQ < 0,4 V
Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V

VCCmax
V, = 2,4 V

Maximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmjn

IHmin
I (Hmin)

< 40 /iA40 )àA/

I ^CCmax
V, = 0,4 V

Maximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQLmax

ILmax
/ (Lmax )

B|l|| < 1,6 mA-1,6 mA!

VÇCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V ' lH I. < 1 m A1 mA I

SF.C 4156 E Icc ^ 40 mA
ETSupply current per package

Courant d’alimentation par boîtier
VCCmaxtyp. 25 mA DCC

SF.C 4156 EM lCc < 35 mA

VCCminMaximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

|V,| < 1,5 VI = -12 mAtyp. —1 VV IIL
W 25°C

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAM!QUES tamb = +25°C N = 10 V C C = 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES MIN. TYP. MAX. FIG.

Propagation delay time
Temps de propagation lPLH 23 ns15 ns

from 1G t6 1Y0,1Y1,1Y2,1Y3
from 2G to 2Y0,2Y1,2Y2,2Y3
from 2C to 2Y0,2Y1,2Y2,2Y3
from A to 1Y0,1Y2,2Y0,2Y2
from B to 1Y0,1Y1,2Y0,2Y1

2 levels
of logics
2 couches
logiques tpHL 20 ns 30 ns

Propagation delay time
Temps de propagation

3 levels,
of logics
3 couches
logiques

CL = 15 pF

RL = 400EltpLH 34 ns23 ns
from A to*1Y1,1Y3,2Y1,2Y3
from B to 1Y2,1Y3,2Y2,2Y3 F

X?HL 23 ns 34 ns

Propagation delay time
Temps de propagation
3 levels
of logics from 1C to 1Y0,1Y1,1Y2,1Y3
3 couches
logiques

*PLH 27 ns18 ns

VHL 33 ns22 ns

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour Vçç=5 V à tamiJ=250C

TTL - V I I 5/9
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SF.C 4155 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCCmin
I

1YO
16 mA1G 1Y1

•i gO 1C 1Y2.Q J)
ra Ta Wo_a> Ci

-Q<u aB 1Y3ï 2
& S

II
îV A 2Y0 —0,8 mAII

II
ILmax
O- 2C 2Y1 t^O2G 2Y2

2Y3

Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Figure A

TEST TABLE
TABLE DE TEST

Apply — Appliquer

0,8 V 2 V 16 mA 0,8 mA

A, B, 1G, 2G, 2C 1YO, 2Y0 1Y1, 1Y2, 2Y1, 2Y21C

A, ICB, 1G, 2G, 2C 1Y1, 2Y1 1YO,1Y3, 2Y0, 2Y3
A, 1G, 2G, 2C B, 1C 1Y2. 2Y2 1YO, 1Y3, 2Y0, 2Y3
1G, 2G, 2C A, B, 1C 1Y3, 2Y3 1Y1, 1Y2, 2Y1, 2Y2
A, B, 2C 1YO, 2Y01G 2G, 1C

2CA, B,1G, 2G,1C 1Y0. 2Y0
B, 2C A, 1G, 2G, 1C 1Y1, 2Y1
B, 1G, 2G,1C A, 2C 1Y1, 2Y1
A, 2C B, 1G, 2G, 1C 1Y2, 2Y2
A, 1G, 2G, 1C B, 2C 1Y2, 2Y2
2C A, B, 1G, 2G, 1C 1Y3, 2Y3
1G, 2G, 1C A, B, 2C 1Y3, 2Y3

6/9 TTL - V I I
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SF.C 4155 E, SF.C 4156 F

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

^CCmax^CCmax
Q î

1YO 1YO4,5 VIH 1Y1 O 1G1£ 1Y1
VIC> 1Y2 1C1C 1Y2

1Y3 2 S
° Sc c

B i B 1Y32 a
ai -fc
CD <5

CO

IL 2Y0A A 2Y0
QJ - fe

C/3 £ A2Y1 2C2C 2Y1
2Y2 2G2G 2Y2

2Y32Y3 BB

SB
Each input is tested separately. Inputs not
under test are grounded.
Chaque entrée est testée séparément. Les entrées
non en test sont à la masse.

Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Figure CFigure B

VrCCmax

1YO —
1Y11G4,5 V
1Y2O 1C
1Y3B
2Y0A
2Y12C
2Y22G(

2Y3
SB

SB

Figure D

TTL - V I I 7/9
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SF.C 4156 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCCmin1
1YO

16 mA^IHmin 1Y11G cici 1Y21C -Q OJro 73

v> -S2 a
vo-Q OJ

cü 73:>v> -Q® a
1Y3B
2Y0^ILmax A OHIIQ)

C/î ^ 2Y 12G O
5,5 V2Y22G

2Y3

Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Figure E

TEST TABLE
TABLE DE TEST

Apply — Appliquer

2 V 16 mA0,8 V 5,5 V

1Y1, 1Y2, 2Y1, 2Y2A, B, 1G, 2G, 2C 1C 1YO, 2Y0
B, 1G, 2G, 2C 1Y1, 2Y1 1YO, 1Y3, 2Y0, 2Y3A, 1C

1Y2, 2Y2 1Y0, 1Y3, 2Y0, 2Y3B, 1CA, 1G, 2G, 2C
1G, 2G, 2C A, B, 1C 1Y3, 2Y3 1Y 1, 1Y2, 2Y1, 2Y2

1YO, 2Y0A, B, 2C IG, 2G, 1C

2CA. B, 1G, 2G, 1C 1YO, 2Y0

A, 1G, 2G, 1CB, 2C 1Y1, 2Y1
B, 1G, 2o, 1C A, 2C 1Y1, 2Y1
A. 2C 1Y2, 2Y2B, 2C
A, 1G, 2G, 1C B, 1G, 2G, 1C 1Y2, 2Y2
2C A, D, 1G, 2G, 1C 1Y3, 2Y3
1G, 2G, 1C A, B, 2C 1Y3, 2Y3

8/9 TTL - V I I
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SF.C 4155 E, SF.C 4156 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

vcc= 5 v
Q

Load circuit for SF.C 4155
Circuit de charge pour SF.C 4155

5 V

Generator A
Générateur A

RL1YO
$• w H—H-H1Y11G

1N 30641Y21C S 2
o SC C

CO ^

1N 3064
g § 1Y3 «B 5 V2,4 V O
oj
OJ O

CO
2Y0A

RL2Y12C
0,8 V O 2Y22G

Load circuit for SF.C 4156
Circuit de charge pour SF.C 4156

2Y3

< 10 ns < 10 nst H-U -- 3 V90 %-T
i ii tw -- 1,5 Vir* MI

LGenerator A 10 %—
Générateur A r 0 V

^PHL*PLH*4

L
1,5 V

Output
Sortie

*PHL» ^PLH
Output
Sortie I

I
1,5 V

The generator has the following characteristics : f =1 MHz, Z = 50 El, tw = 100 ns
Le générateur a les caractéristiques suivantes : f =1 MHz,Z =50 Q tw =100 ns

C[_ includes probe and jig capacitance
La capacité C[_ comprend les capacités de- la sonde et du montage

Figure F
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SF.C 4157 E
QUADRUPLE TWO LINE TO ONE LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS

QUADRUPLES SELECTEURS DE DONNEES/MULTIPLEXEURS DE DEUX VOIES VERS UNE

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc <v> Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Min. Max.

MP-117 0°C, + 70°CSF.C 4157 E 4,75 5,5 V5,25 10 20

AilSF.C 4157 ET MP-117 —25°C, + 85°C 4,75 5,25 5,5 V 10 20 inputs
Toutes
entrées

1
SF.C 4157 EM —55°C, + 125°CMP-117 4,5 5,5 5,5 V 10 20

SF.C 4157 KM MP-117 —55°C, +125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 20

— Permits multiplexing from 2 lines to 1 line — Permet le multiplexage de 2 voies d'entrées vers 1 voie
de sortie

— Réalise un générateur de fonctions de 2 variables
— Conversion parallèle série

— Circuit de programmation des compteurs

— Diodes d'écrêtage sur les entrées

— Sorties avec totem-pole à grande sortance et faible
impédance

— Compatibilité avec les familles logiques TTL, DTL et
les circuits MSI

— Temps de propagation typique

De l'entrée de sélection vers la sortie = 18 ns
De l'entrée d'échantillonnage vers la sortie= 14 ns
De l'entrée des données vers la sortie = 9 ns

— Serves as a two variable function generator

— Performs parallel to serial conversion
— Source programmable counters

— Input clamping diodes
— High fan-out, low impédance totem-pole outputs

— Fully compatible with TTL,DTL and other MSI
circuits

— Typical propagation delay times
From select input to output = 18 ns
From strobe input to output = 14 ns
From data input to output = 9 ns

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package MP-117
Boîtier

Strobe
Echanti!tonnage

i Inputs Output Inputs Output
Entrées Sortie Entrées SortieVCC

-Qï]—[^]—Qp-~Qp—Op—Qp—Qp—[
G 4A 4B 4Y 3A 3B) S 3Y

1A 1B 1Y 2A 2B 2Y

Data select
Sélection des données

Inputs Output Inputs Output GND
Entrées Sortie Entrées Sortie

7 4 - 4 1/5TTL - VII
THOMSON - CSF
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SF.C 4157 E

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS L /MlTES ABSOLUES

— Supply voltage VQC .
Tension d'alimentation V

7 V
cc

— Input voltage
Tension d'entrée

5,5 V

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

1A O o O O 1Y

O1B O

2A O D O 02Y
2B O O
3A O D O 0 3Y

O3B O

4A O D O 0 4Y
4B O O
Select input Q_
Entrée de sélection

Pin 16 = Vcc , Pin 8 = GND
Strobe
Entrée d'échantillonnage

O

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

INPUTS
ENTREES

OUTPUT
SORTIE

Strobe
Echantilionnage

Select
Sélection A B Y

H X X X L
L L L X L
L L H X H
L H X L L
L H X H H

H : high level
niveau haut de tension

L : low level
niveau bas de tension

X : Irrelevant
Etat indéterminé

2/5 TTL - V I I
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SF.C 4157 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede températureambiantede fonctionnement(sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut

V|Hmin 2 V

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

VCCmin
lj = -12 mA

tamb= 25°C

Maximum input clamp voltage
Tension d'écrêtage maximale sur les entrées V typ. — 1 V iV ,| < 1,5 VIL

VCCmin
V,L =0,8 V
V,H =2 V

=-800 pA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V

OH

^CCmin
V|L =0,8 V

Vm =2 V
IQ|_ =16 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V

^CCmaxMaximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V •|H 1 mA

^IHmax =5,5 V

^CCmaxIMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmjn

IHmin
/ (Hmin)

40 pA/ ^IHmin =2,4 V

^CCmax
V, =0,4 V

Maximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQ[_max

‘iLmax
! (Lmax )

-1,6 mA

SF.C 4157 E <-5518<IQS
(mA)

VCCmax
Not more than one output
should be shorted at a time
Une seule sortie doit être testée
à la fois

ET
Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 'os

-20<Iqs<-55

(mA)

SF.C 4157 EM
KM

^CCmax
AU inputs at 4,5 V
Toutes entrées à 4,5 VMaximum supply current per package

Courant maximal d’alimentation par boîtier 'cc 48 mA
AU outputs open
Toutes sorties en l'air

TTL - V I I 3/5
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SF.C 4157 E

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ^amb = + 25° C V C C = 5 V N = 1 0

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP.MIN. MAX. FIG.

Propagation delay time, low to high
level output, from A, B to Y
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie de A,B vers Y

VLH 9 ns A14 ns

Propagation delay time, high to low
level output, from A,B to Y
Temps de propagation à la décroissance
du signa! de sortie de A,B vers Y

VHL 9 ns 14 ns A

Propagation delay time, low to high
level output, from enable to Y
Temps de propagation à la croissance du
signa/ de sortie de G vers Y

tPLH 13 ns 20 ns A

= 15 pF
= 400 n

CL
R L

Propagation delay time, high to low
level output, from enable to Y
Temps de propagation à la décroissance
du signa/ de sortie de G vers Y

tPHL 14 ns 21 ns A

Propagation delay time, low to high
level output, from select to Y
Temps de propagation à la croissance du
signa/ de sortie de S vers Y

VLH 23 ns15 ns A

Propagation delay time, high to low
level output, from select to Y
Temps de propagation à la décroissance
du signaI de sortie de S vers Y

VHL 18 ns 27 ns A

4/5 T T L - V I I
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SF.C 4157 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

LOAD FOR OUTPUT UNDER TEST
CHARGE UTILISEE SUR LA SORTIE SOUS TEST

From output under test
Sortie sous test VCC

O

R, = 40012L

H W H H
CL = 15 pF

H5S
includes probe and jig capacitance

C
^ comprend les capacités de la sonde et du montage

VOLTAGE WAVEFORMS
FORME DES SIGNAUX

< 10 ns < 10 ns

-- 3 V90 %-f
tI w — 1,5 V

yiInput
Entrée 10 % - F 0 V

t VHLPLH
t

VOH
— 1,5 V

Non inverting outputs
Sorties non inversées VOLrPHL VLH
Inuerting outputs
Sorties inversées

VI OHI I

1,5 V

VOL

The puise generator has the following characteristics :
f = 1 MHz, Z = 50 12, t = 200 ns
Le générateur d'impulsion a les caractéristiques suivantes :
f = 1 MHz, Z=50 El, tw =200 ns

Figure A

TTL - VII 5/5
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STANDARD TTL
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Arithmetic circuits
Circuits arithmétiques
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SF.C 483 E
4 BIT BINARY FULL ADDERS

ADDITIONNEURS 4 BITS

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Input
loading factor

Facteur de charge
d’entrée

vcc < V)
Package
Boî tierType Low State

Etat bas
High State
Etat hautMax.Min.

4,75 20MP 117 5,25 5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V

10SF.C 483 E 0°C, + 70°C

-25°C, + 85°C

-55°C, + 125°C

-55°C, + 125°C

Ail
20MP 117 4,75 5,25SF.C 483 ET 10 inputs

Toutes
entrées

2
5,5 20SF.C 483 EM MP 117 4,5 10

MP 117 4,5 5,5 20SF.C 483 KM 10

— 4 bit binary full adder
— Carry look aheàd
— Inputs clamping diodes
— Compatible DTL/TTL

— Additionneur à 4 bits

— Report accéléré

— Entrées avec diode d'écrétage

— Compatible DTL/TTL

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The adder SF.C 483 is a MSI monolithic integrated
circuit.
It performs full binary addition for two words of
4 bit each.
Carry look-ahead circuit with a typical delay time
of 15 ns. This feature permits to minimize time
delay for addition of two large binary words.
The SF.C 483 can be associated to binary fonc-
tional generator SF.C 487 H. (Direct/complement
and one/zero element) to constitue an arithmetic
unit.
Inputs are provided with clamping diodes. Input
clamping diodes permit to attenuate reflexions on
transmission lines.
Fully compatibility with others logic families DTL
or TTL

L'additionneur SF.C 483 est un circuit intégré monolithique
de complexité élevée (MSI )

Il réalise, en logique positive,l’addition de deux mots binaires
de 4 bit chacun.
Le circuit de report anticipé incorporé d'un temps réponse
typique de 15 ns permet de minimiser le délai pour effectuer
l'addition des mots binaires de grande longueur.
Le SF.C 483 peut être associé au générateur de fonction
binaire SF.C 487 H. Ils constituent ensemble une unité
arithmétique.
Les entrées de SF.C 483 sont munies d'une diode d'écrétage
permettant d'atténuer les réflexions sur les lignes de transmis-
sion.
Entièrement compatible avec les familles logiques DTL et TTL.

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package MP-117
Boîtier

)

7 4 - 4 1/10TTL - VIII
THOMSON - CSF
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FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

COO OCOO

o 2 1Æ> A10B1
A1o

O ClOO =D o 22Blo

O
A2 © B2

A2o

ChB2o

OHo oC4A3o

CH 5o Or^DB3o o 23

O
A30B3

5 o—— oA4 o- o 24

OOB4o A4 ®B4

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

Output — Sortie
Input
Entrée When CO — L

Quand C2 = L
When CO — H
Quand C2 = L

C2
C4

Input conditions at Al, A2, B1, B2 and
CO are used to détermine outputs 21 and
22 and the value of the internai carry C2.
The values at C2, A3, B3, A4 and B4 are
they used to détermine outputs 23, 24
and C4.

L L L L L L L H L L
H L L L H L L HL L
L H L L H L L L H L
H H HL L L L H H L

HL L H HL L L H L
H L H L H H L L HL

H H HL L H L L L H Les conditions sur les entrées A 1, A2, B1, B2
et CO déterminent les sorties 1.1 et Y.2 et l'état
de la retenue interne C2.

H H H L L L H H L H
L L L H HL L H H L
H L L H H H L L L H Les conditions de C2, A3, B3, A4 et B4 déter-

minent les sorties Y.3, 1.4 et C4.L H L H H H HL L L
H H L H L L H H L H
L L H H L L H H HL
H L H H H L H L H H
L H H H H L H H HL
H H H H L H H H H H

2/10 TTL - V I I I
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SF.C 483 E

FUNCTIONALTESTING
TESTS FONCTIONNELS

VCCmin
1

CO •SI
% s
El

S*c .8
c i:
O jo

SI
% 2
El

SI
5 -O <o

21Al
A2 22vm=2 v a
B1

23B2
A3 24V|L= o,8 va B3

C4A4
B4

FUNCTIONAL TESTING TABLE
TABLE DE SEQUENCE FONCTIONNELLE

OutpUtS — SortiesInputs — Entrées

B1 A2 23 C4CO B2 A3 21 22 24A1 B3 A4 B4
L L L L L L L LL L L L L L

H L L L L H L L L LL L L L
H H L L L L H L L LL L L L

First stage adder testing
Test de 1er étage d'addition

L H L L L LL H L L L L L L
H LH H L L L L L L L L LL

L H H L L LH H H L L L L L
L L H L L LH L H L L L LL

H LH L L L L L L LL L L L

L L L L H L L L L L H L L L
HL L L H H L L L L L L L L

L L L H L L L L H L LL L L Second stage adder testing
Test du 2eme étage d'additionL H H H L L L H LL L L L L

L H H H L H L LL L L L L L
H H LL H H H L L L L L H L

L L L H L L L L H L LL L L
L L L L L H L L L L L H L L

HL L L L L H H L L L L L L Third stage adder testing
Test du 3eme étage d'additionH HL L L H H H H L L L L L

HL L L H H H L L L L L L L
HL L H H L H L L L L L LL
H LL L L L L L L H L L LL

L H H L L L L HL L L L L L
Fourth stage adder testing
Test du 4eme étage d'addition

HL L L L H L L L L LL L L
H H L L L HL L L L L H L L
H H H L L H HL L L L L H L

HL H H L H L L L LL L L L
H L H H H H LL H L H L H L

HH L L L L LH H L H L H L
H H HH L H H L Carry look-ahead circuit testing

Test du circuit de report
L L H L H L

L HH L L LH L H L H L H L
H H H HH H H H H H LL H H
H H H HH H H HH H H H H H

TTL - VIII 3/10
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SF.C 483 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES*VALEURS
PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax VCCmin

V|H = 2 V
V,L = 0,8 V

Q [_ = 16 mA

0,8 V

VQ < 0,4 V A
Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V I

IMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQ[_max

OLmax
O (Lmax )

16 mA/

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V ^CCmin

V m = 2 V
V( L = 0,8 V

IQI_I = —0,8 mA

VQ > 2,4 V B
IMinimum output current at VoHmin

Courant minimal de sortie à VQHmin
OHmin
O (Hmin)

—0,8 mA/

^CCmaxMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQpmax

ILmax
/ (Lmax )

|l|| < 3,2 mA-3,2 mA C/ Vl = 0,4 V

^CCmax
V, = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d’entrée à VQHmin

IHmin
/ (Hmin) < 80 pA D80 pA/

^CCmax
V, = 5,5 V

W 2 5°C

Maximum input current at VoHmax
Courant maximal d'entrée à VQ^max

IHmax
^! (Hmax )

< 1 mA1 mA DI

18 mA <|IQI<55 mA^CCmax
V.=4,5 V

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 'os typ. 35 mA E

20 mA < |IQ |<55 mA

VCCmax
VKAi)
Vl (Bi) =0 V

Supply current per package
Courant d'alimentation par boîtier

= 4,5 V IQQ < 80 mA'cc typ. 58 mA F

VCCmax
Vj=4,5 V

Short-circuit Cn output current
Courant de sortie Cn en court-circuit

I 25 mA <|IQI<70 mA Etyp. 50 mAOS (Cn)

VCCMaximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

I, = — 1 2 m A

W 25°C
|V|| < 1,5 VV typ. —1 V GIL

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb=25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ 5 V à tamp=25°C

4/10 TTL - V I I I

332



SF.C 483 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Figure A Figure BV VCCmin CCmin

I î
^IHmin ^CO CO

21A1 A1 21 lB1 B1 OH22 22A2 A223 23B2 B2
A3 24 A3 24B3 B3

C4 A4 C4 OA4 V V^ILmax OLB4 B4 OH

REach output must be tested
Tester chaque sortie

Each output must be tested
Tester chaque sortie

Figure C Figure DV VCCmaxVm=5.5 V CCmax

1 1Q
IH

CO CO21 V OA1 21O- A1IHB1I B122 22IL OA2 A2Open
Ouvert

Open
Ouvert

B2 23 23 OB2V|L=0,4 V O A3 A324 24 OB3 B3
A4 C4 A4 C4 O
B4 OV O B4

«Each input must be tested
Tester chaque entrée

Each input must be tested
Tester chaque entrée

Figure E Figure F ^CCmaxVCCmax

jfcc?
V.=4,5 V O V.=4,5 V OCO COI IA1 21 A1 21 O' y

B1 B122 22A2 OpenA2
23B2 23 OB2 OuvertA3 A324 24 OB3 I B3OSA4 C4 OA4 C4B4 B4

5Each output must be tested
Tester chaque sortie

Figure G vCC

?
CO

2iA1
B1 22 OA2 Open

Ouvert
23 O

O
B2
A3 V4B3
A4 C4V OIL B4

Each input must be tested
Tester chaque entrée

TTL - VIII 5/10
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SF.C 483 E

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES VCC = 5 v= +25°C*amb

SYMBOLS
SYMBOLES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

OUTPUT
SORTIE

INPUT
ENTREE MIN. MAXTYP. FIG.

tPLH(S1/C0) 23 nsCO 35 ns21

tPLH(22/C0) 24 ns 35 ns22CO
H1

tPLH(23/C0) 30 ns 50 ns23CO

tPLH(24/C0) 35 ns 50 nsCO 24

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

tPLH(C4/C0) 30 ns H220 nsC0 C4

tPLH(21/A1) 23 ns 35 nsA1 21

Generator
Générateur

z = 50 n
f = 1 MHz

= 250 ns

tr = tf - 5 ± 1 ns

Amplitude : 3 V
Amplitude

23 ns 35 nsB2 tpLH(22/B2)22

H1

tPLH(23/A3) 23 nsA3 23 35 ns

tPLH(24/B4) 23 ns 35 ns24B4

tPHL(21/C0)21 35 nsC0 16 ns

tPHL(22/C0)22 16 ns 35 nsC0
Load
Charge H1
CL = 15 pF

RL = 400 nVHLTO/CO)C0 23 26 ns 40 ns

tPHL{ 24/C0) 50 ns24 30 nsC0

Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa/ de sortie

tPHL(C4/C0) H215 ns 25 nsC0 C4

tPHL(21/A1)A1 21 17 ns 30 ns

ÎPHL(22/B2 )B2 17 ns22 30 ns

H1

lPHL(23/A3)A3 23 17 ns 30 ns

tPHL(24/B4) 17 ns 30 nsB4 24

6/10 TTL - V I I I
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TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCC
Q2,4 V

O A/W Load 1 I
Charge 1 I

+
I R L I

ICO I
IA1 H H HW I

B1 I
I1N 3064 I22 S8|

4M

<D g A2Generator
Générateur

I-Q Aro a B2 L.
S2<& 23I £ S l

l Load 2
Charge 2

eu -fe IA350 0 24 I -1B3

ni Load 3
Charge 3

C4 IA4
I

JB4

1
Load 4
Charge 4

I1SB i
i j

r
I ILoad 5

Charge 5 I
i I

TEST TABLE OF DYNAMIC TEST
TABLE DE TEST

Measure
cycle
Cycle de
mesure

Inputs — Entrées Outputs
Sorties FIG.

A2 A3 A4 B1 B2 B3CO A1 B4

_TL 2,4 V
2,4 V
2,4 V
2,4 V*
2,4 V

GND 2,4 V
2,4 V
2,4 V
2,4 V
2,4 V
2,4 V
2,4 V

211 GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND

2,4 V
2,4 V
2,4 V
2,4 V
2,4 V
2,4 V

H1GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND

GND
GND
GND
GND
GND

2,4 V
2,4 V
2,4 V
2,4 V
2,4 V
2,4 V
2,4 V
2,4 V

_n_2 GND 22 H1_TL 233 GND H1
JT. 244 GND H1_TL5 C4 H2GND

GND
GND
GND
GND

2,4 V
2,4 V
2,4 V
2,4 V

J~L6 21 H1GND
2,4 V
2,4 V
2,4 V*

7 H1
_TL 22GND

GND
GND

8 _TL 23 H12,4 V
2,4 V9 _TL 242,4 V H1

Figure H

TTL - VIII 7/10
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TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

SIGNAL'S WAVEFORMS
FORME D'ONDE DES SIGNAUX

I II
3 V190 % I

I I
JInput

Entrée
- 1,5 VI 1I

10
0 VI

Hl

Output
Sortie 1,5 V

L

Figure H1

V
I

3 V90 %-

Input
Entrée 1,5 V—I

i
i

10 %-/- i.
0 V

XPLH
H

Output
Sortie — 1,5 V

L

Figure H2

8/10 TTL - v i l l
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SF.C 483 E

TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES

Arithmetic unit
Unité arithmétique

CO
Q

21
22

Word A
Mot A

SF.C £3 S483 TEST TABLE
TABLE DE TEST24

C4

B control
Contrôle B

C control
Contrôle CSF.C 2 COWord B

Mot B 487 H
A-BL L H
-AH L H

B control
"O Contrôle B_QC control

Contrôle C

L H A+B +CO
A+CO

X
H H X

Dual single-bit full adder
Double additionneur

Adder/Substractor
Additionneur /Soustracteur

C3 = A3B3 + A3B2 + B3C2

0 0YOXO Y1X1 Y2 X2 Y3 X3 C3 = A3B3riMtîd 24
® ® ®® SF.C 486

23

AO BO A1 B1 A2 B2 A3 B3

SF.C 483
2o 21 22 23

22 C1—C0C|

21
22 =A2 + B2 + C1TZ1zo Z2 Z3

0 0
22 =C1

TTL - VIII 9/10
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SF.C 483 E

HIGH SPEED 16 BIT BINARY FULL ADDERS
ADDITIONNEURS RAPIDES A 16 BITS

16-bit ripple-carry adder
Additionneur avec report série

Id = 75 ns typ.

XO X1 X 2 X 3
YO Y 1 Y 2 Y3

X4 X 5 X6 X7
Y4 Y 5 Y6 Y7

X8 X9 X10 X11
Y8 Y 9 Y10 Y11

X12 X13 X14 X15
Y12 Y13 Y14 Y15

C0C SF.C 483 SF.C 483 SF.C 483 SF.C 483

M i l
S12 S13 S14 S15SO S1 S2 S3 S8 S9 S10 S11S4 S5 S6 S7

16-bit adder with carry look-ahead
Additionneur 16 bits avec report accéléré

td =60 ns typ.

SO S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15
I I I l

SF.C 483 Ut>rr33H SF.C 483 U-O* ff£3H SF.C 483 k>MCl SF.C 483
I I I I I I I I I l I I I I I I

A4 A5 A6 A7
B4 B5 B6 B7

AO A1 A2 A3
BO B1 B2 B3

A12 A13 A14 A15
, B12 B13 B14 B15

A8 A9 A10 A11
B8 B9 B10 B11

iû
c0

M frPfiîl
AO A1 A2 A3

BO B1 B2 B3
A4 A5 A6 A7

B4 B5 B6 B7
A8 A9 A10 A11

B8 B9 B10 B11
A12 A13 A14 A15

B12 B13 B14 B15

Note : Ail external gates are TTL-H circuits
Tous les opérateurs externes sont des circuits de TTL-H

10/10 T T L - V I I I
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SF.C 485 E

4 BIT MAGNITUDE COMPARATORS
COMPARATEURS DE GRANDEUR NUMERIQUE A 4 BITS

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Operating free- air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Input
loading factor

Facteur de charge
d’entrée

vcc ( V )
Package
BoîtierType Low State

Etat bas
High State
Etat hautMax.Min.

Inputs
Entrées
A<B
A>B

0°C, + 70°C

-25°C, + 85°C

—55°C, + 125°C '

-55°C, + 125°C

5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V

SF.C 485 E

SF.C 485 ET
SF.C 485 EM
SF.C 485 KM

4,75 10 20MP-117 5,25
1

10 20MP-117 4,75 5,25
4,5 5,5 10 20MP-117 Other

inputs
Autres
entrées

310 20MP-117 4,5 5,5

- Arithmetic Systems

- Numerical processors

FEATURES
- Fuily decoded outputs : A > B, A = B, A < B

- Cascadable
- Typical delay time
- Typical power dissipation
- Input clamping diodes
- Compatible N-TTL/H-TTL

- Systèmes arithmétiques

- Processeurs numériques

CARACTERISTIQUES

- Sorties décodées : A > B. A =B. A <B

- Possibilité de mise en cascade

20 ns

280 mW
20 ns— Temps de propagation typique

— Puissance dissipée typique

— Entrées avec diode d'écrêtage

280 mW

— Compatible TTL -NTTTL -H

DESCRIPTION GENERALEGENERAL DESCRIPTION

The monolithic integrated circuit SF.C 485 is a
high speed magnitude comparator. It performs the
eomparison between two four -bit binary words.

Internally decoded outputs provide directly A, B
magnitude relation.
The ripple eomparison can be performed on long
binary words by cascading of SF.C 485 circuits
without other éléments.
Look:ahead technique can be applied by adding
external gates. Thistechnique permits minimize pro-
pagation delay time. (See typical applications) .

Le circuit intégré monolithique SF.C 485 est un compara-
teur rapide de grandeur numérique. Il effectue la comparaison
sur deux mots binaires de 4 bits chacun.

Les sorties décodées intérieurement donnent directement
la relation de grandeur des mots A et B.

La comparaison série des mots binaire de grande longueur
est possible par la seule mise en cascade de circuits SF.C
485.
Par adjonction d'opérateurs simples, il est possible d'effectuer
la comparaison parallèle avec des temps de propagation réduits.

(Voir applications typiques ).

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE Data inputs

Entrées des données

Package MP-117
Boîtier VCC A3 B2 A2 A1 B1 A0 B0

10 913 12 11— 16 15 14

)Top view
Vue de dessus

6 7 82 3 4 S

B3 A<B A=B A>B A>B A=B A<B GND
Outputs
Sorties

Inputs
Entrées

Data
Données

7 4 - 4 1/10TTL - VIII
THOMSON - CSF
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SF.C 485 E

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

O
A3o CH:i r

B3 o

Cho A > B

DH:A2o
B2 o

( A < B ) IN o-
( A = B) IN o
( A > B ) IN o- 0> A = Bi y

O
)—IAlo OB 1 o <

i

A <BO
ch

AO o- O i »BO o

O
Logical équations
Equations logiques

— Equal function
Fonction d'égalité = ( A = B)IN . A0© B0 . A1© B 1 . A2©B2 . A3 ® B3( A = B ) out

— A > B function
Fonction A ~> B

= B3A3 +A3®B3 [ B2A2 + A2®B2 [ B 1A1 + A10B 1 f BOAO + AO©BO [ ( A = B)IN + { A < B ) IN]|( A > B) out

— A < B function
Fonction A <fî

= A3B3 + A3©B3 [ A2B2 +A20B2 [ A1B1 + A10B1 [ AOBO + AO0BO [ ( A = B ) IN + (A> B)IN|(A < B)out

2/10 TTL - V I I I
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FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

Outputs
Sorties

Cascading inputs
Entrées de mise en cascade

Comparing inputs
Entrées à comparer

A < BA > B A < B A> B A = BA2, B2 AO, BO A =BA3, B3 A1, B1

A3> B3 X LX X X X X H L

A3<B3 X X X HX X X L L

A3 = B3 A2 > B2 X X X X X H L L

A2 < B2 X X X HA3 = B3 X X L L

X L LA1> B1 X X X HA3 = B3 A2 =B2

A1 < B1 X X X X L H LA3 = B3 A2 =B2

A0> BO X X X H L LA3 =B3 A2 =B2 A1 =B1

AO < BO X X L H LA2 = B2 XA3 =B3 A1 =B1

LL H LA2 =B2 AO = BO H LA3 = B3 A1 =B1

LHH L LAO = BO LA3 = B3 A2 =B2 A1 = B1

HH L LLAO = BO LA3 =B3 A2 =B2 A1 =B1

TTL - V I I I 3/10
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Over operating free-air température range {unless otherwise specified).
Dans toute la gamme de températureambiante de fonctionnement(sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES*VALEURS
PARAMETERS
PARAMETRES

SVMBOLS
SYMBOLES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d’entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

Maximum low level input voltage
Tension maximale d’entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

VCCmin
I H = 2 V

V 1 L = 0,8 V
1QJ_ = 16 mA

IOH = —l0,8 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V V

A-B
V0[_ <0,4 V

V O H > 2,4 V
IMinimum output current at VoLmax

Courant minimal de sortie à VQLmax
OLmax
O (Lmax )

16 mA/

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V

IMinimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VQHmm

OHmin
O (Hmin)

—0,8 mA/

Inputs
Entrées
A <B
A > B

< 1,6 mA—1,6 mA
VIMaximum input current at VoLmax

Courant maximal d'entrée à VQi_max
CCmax

V, = 0,4 V
ILmax
/ (Lmax)

c/

Other inputs
Autresentrées < 4,8 mA-4,8 mA

Inputs
Entrées
A <B
A > B

< 40 pA40 pA I
^CCmax
V, = 2,4 V

Maximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQ^min

IHmin
/ (Hmin)/

Other inputs
Autresentrées 120 pA I, < 120 pA

D

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at VoHmax
Courant maximal d'entrée à Vo/-jmax

IHmax
/ (Hmax )

I. < 1 m A1 mA/

18mA<|lol<55 mASF.C 485 E,ET
^CCmax
V0 = o v

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 'os Etyp.—30 mA

SF.C 485 EM 20mA<|lol<55 mAKM

VCCmin
11 = — 12 mA

w 25°c
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

V |V,| < 1,5 V Ftyp. —1 VIL

^CCmax
Vj ( A = B) = 0 V

=4,5 V

Supply current
Courant d’alimentation lcc < 88 mA Gtyp. 56 mACC

V:I

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQC=5 V à tamp —25°C

4/1 0 T T L - V I I I
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TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

TEST TABLE
TABLE DE TESTî VCCmin

Inputs
Entrées

Tested output
Sortie testée

AO
V|L= 0,8 V A1

VIL VA2 A > BS i
% s
i> 8

|1

I IHO(Hmin)
A3
A > B
A= B
A <B

Bi Ai A > B
A= B

Bi,Ai A = B
Vm= 2 V BO

Ai,Bi A =BB1 A <B O0 5 8B2
A < BAi BiV0HB3

•sss Non specified inputs at V|H
Entrées non spécifiées à Zm

Figure A

^CCmax^CCmin1 15,5 V
AO O AO
A1 A1
A2 'OL A2A > B A >B
A3 A3

vi A> B
A= B A= B
A <B

0,8 V A >B
A= B A= B
A <B

lOpen
( OuvertO

BO BO
IL

A <BB1 O B1A <B *8 B2OB2
V 0,4 V B3OLB3

•W

Each output must be tested for V|: Vm and V||_
Tester chaque sortie avec Z/ : l///y et Z/ [_ Each input must be tested

Tester chaque entrée

Figure B Figure C

TTL - VIII 5/10
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SF.C 485 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

^CCmax1 ÎCCmax> IH
O AO AO
V A1 A14,5 VIH

x c
z -2
£ S
E g
g* 8

A > BA2 A2 A > BO
OSA3 A3

A <B
A =B A = B
A > B

A <B
A =B

A > B

§Open
Ouvert —OA = B

g5
c h
O JO

BO BO
U5B1 A <B A <B OB1

B2 B2
B3 B3

SB SB

Each input must be tested
Tester chaque entrée

Figure D Figure E

VCCmax l'cc1VCCmin
AO AOO
A1 A1a
A2O A > B A2 A <B— A3 A3
A <B
A =B A = B
A > B

A <B
A =B
A > B

0 V
Open
Ouvert

Open
Ouvert

O A = B

BO BO
a B1 A <B B1 A>B8 v-12 mA IL a B2 B24,5 V

Oc> B3 B3

SB SB

Each input must be tested
Tester chaque entrée

Figure GFigure F

6/10 TTL - VIII
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SF.C 485 E

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAM!QUES *amb = +25°C V C C = 5 V N = 1 0

NUMBER OF
GATE LEVELS
NIVEAUX DES
OPERATEURS

TESTtCONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE
OUTPUT
SORTIE

SYMBOLS
SYMBOLES

INPUT
ENTREE

MIN. TYP. MAX. FIG.

7 ns1Any A or B
data input
Chaque entrée
A ou B des
données

A < B, A > B 12 ns2VLH 17 ns 26 ns3
23 ns 35 nsA = B 4
11 ns1Any A or B

data input
Chaque entrée
A ou B des
données

15 nsA < B, A > B 2VHL CL = 15 pF

RL = 400 n
20 ns 30 ns H3
20 ns 30 nsA = B 4

A < B ?r A = BVLH A > B 7 ns 11 ns1ou
A < B ou A = Bt 1 11 ns 17 nsA > BPHL

VLH A = BA = B 2 13 ns 20 ns

VHL A = B 2 11 ns 17 nsA = B
A > B ?.r A = BVLH 7 ns 11 nsA < B 1ou
A > B ?.. A = Bt A < B 17 ns1 11 nsPHL ou

VLH ' ProPa9at 'on delay time low to high level output - Temps de propagation vers le niveau haut

VHL ' ProPa9at'on delay time high to low level output - Temps de propagation vers le niveau bas

SIGNAL'S WAVEFORMS
FORMES D'ONDE DES SIGNAUX

tr tf

J _ il -- 3 V90 %-r
I Ij tw

- - 1.5 Vi Mi
t, I10 % _Input signal

Signal d'entrée 0 Vi

tPLH "tPHL
i H

Inverted
Inversé \I -- 1.5 V

Output signal
Signa! de sortie

l L

3 V

1,5 V

Input signal
Signal d'entrée 0 V

tPHL tPLHNon inverted
Non inversé M—!

I iOutput signal
Signal de sortie

H

\ I

1,5 V

LGenerator
Générateur
Z = 50 H
f =1 MHz

tw =
tr = tf = 5 ns

500 ns

Figure H

TTL - VIII 7/10
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SF.C 485 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

9

Vcc
Input
Entrée

Outputs
Sorties

O Q O
; IV I H = 2 . 4 V V C C = 5 V i

RLQ Q 1 I1N 3064i

rMAO i1N 3064i cA1
A>B

A2 Ii

A3

Generator
Générateur

ro 5JT E ? A <B
A =B A = B
A > B

§2 *6«
1!P «0

Load circuit 2
Circuit de charge 2I> 50 n BO05

B1
IA <B

B2 Load circuit 3
Circuit de charge 3B3 l

O
0 V

Cj_ includes probe and jig capacitance
C[_ comprend les capacités de la sonde et du montage

8/10 TTL - VIII
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SF.C 485 E

TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES

RIPPLE COMPARATOR FOR N =4 n bit
COMPARATEUR SERIE à N =4 n bits

Register A
Registre A

AN
AN -1
AN-2
AN-3

A3A3 A3
A2 A2 A2
A1 A1 A1

AO AO AO

A >B
A =B
A <B

A >B
A =B
A <B

Outputs
SortiesvHO

BO BOBO
B1 B1B1
B2 B2 B2

B3B3 B3

BN -3
BN-2
BN-1
BN

Register B
Registre B

TTL - VIII 9/10
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SF.C 485 E

TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES

16 BIT COMPARATOR WITH CARRY LOOK AHEAD
COMPARATEUR PARALLELE A 16 BITS

HO rrr
AQ A > B A =B A <BAO

A1
A2
A3

A1

OA < B
A 2
A3

A = B
BO
B1
B2
B3

BO

OB1
A > BB2

B3 r>HO T
AQ A >B A =B A < BA4

A5
A6
A 7 >A 1

A < B
A 2
A3

A = B
B4
B5
B6
B 7

B O

B1
A > BB2

B3

OHO rzr
A > B A =B A <BA8 A O

A9 A 1
A < BA10

A 11
A2
A3

A =B
B8 B O

B9 B1
A > B

OB 10
B11

B2
B3 <

i y

HO

OA>B A =B A <BA12
A13
A14
A15

A O
A1

A > BA <B

OA2
A3

A =B
B12 BO

B13 B1

B14 B2
B15 B3 OA > B

10/10 TTL - V I I I
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SF.C 486 E
QUADRUPLE TWO INPUT EXCLUSIVE OR GATES
QUADRUPLES OPERATEURS OU-EXCLUSIF A 2 ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d’entrée
maximale

vcc (V) Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Min. Max.

SF.C 486 E
SF.C 486 ET

TO-116 0°C, + 70°C

-25°C, + 85°C

—55°C, + 125°C

-55°C, + 125°C

—55°C, + 125°C

204,75 5,25 5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V

10

TO-116 5,25 204,75 10 Ail
inputs
Toutes
entrées

SF.C 486 EM TO-116 14,5 5,5 10 20
SF.C 486 KM

SF.C 486 PM

TO-116 5,54,5 10 20
TO-85 5,5 204,5 10

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

O VCC
Inputs
Entrées

Output
Sortie

4 kfi 4 ktt 1,6 kî24 kn 130 n

AO- ï A YB

1,5 kn LO Y L L4 kft 4 kft

Y = A® B
L H HB O ii 1 kft

H H L

S1,5 kft H L H
O GND

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-116
Boîtier

Package TO-85
Boîtier

VCC 4B 4A 4Y 3B 3A 3Y

pH-R—

5
GND

1/4TTL - VIII 7 4 - 4
THOMSON - CSF
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SF.C 486 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gamme de température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

VALUES*
VALEURS

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

VCC V

IQ = 16 mA
V, = V

CCminiMinimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

IHmin V0 < 0,4 V
VCC _ VCCmin
IQ = 16 mA
V. = V

^ILmaxMaximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas

0,8 V
ILmax

A
VCC= VCCmin
IQ = 16 mA

'^IHmin
Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l’état bas ^OLmax 0,4 V

V I ^ILmax
VQ < 0,4 V

VCC=.VCCmin
l0 = 16 mAMinimum output current at VoLmax

Courant minimal de sortie à VQLmax
OLmax
O (Lmax ) 16 mA/ VVj = IHmin

^ILmax

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V

VCC" VCCmin
= 0,8 V

V,2 = 2 V

I Q = —0,8 mA

Vh VQ > 2,4 V B

IMinimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VQHmin

OHmin
O (Hmin) —0,8 mA/

VcCmax
Vh = 2,4 V
V|2 = 0 V

Maximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin 11|-| < 40 /iAIHmin

/ (Hmin)
40 /JA/

C
^CCmax
V ( = 5,5 V

Maximum input current at VcCmax
Courant maximal d'entrée à l̂ cCmax

I IHmax
/ (Hmax )

< 1 mA1 mA Ii

^CCmax
Vh = 0 V
V|2 = 4,5 V
V0 = ov

SF.C 486 E,ET 18 mA <|l0l<55 mA
Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 'os typ. —35 mA E

SF.C 486 EM
KM,PM

20 mA <|I Q I<55 mA

I ^CCmax
= 0,4 V

Maximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQ[_max

ILmax
/ (Lmax ) < 1,6 mA—1,6 mA/ DIV.

VCC"
Vl =

= 5 V QQ < 50 mASF.C 486 E,ET typ. 30 mASupply current per package
Courant d’alimentation par boî tier SF.C 486 EM 'cc 0 V F

QQ ^ 43 mAtyp. 30 mA 4,5 VKM,PM

VCCminMaximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

V = -12 mAItyp. —1 VIL G|V,I < 1,5 VI

^mb 25°c

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tamtJ=25°C

21A T T L - V I I I
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SF.C 486 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

9VCCmin O vCCmin

I I^IHmin O
^ILmax O

OL OHOar>VINO

V0L V0H

Low and high input condition are tested
Essais effectués pour les niveaux haut et bas des entrées

Figure A

To permut low at high level at the inputs
Permuter les niveaux sur les entrées

Figure B

? VCCmax 9^CCmax

I IH
VIHO O O o0pen

Ouvert
4,5 V(>
v,Loo0pen

Ouvert

IIL

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure C

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure D

? VCCmax VCCmax 9
ICC

IOSO0 VO
4,5 V a ar> O Open

Ouvert
VIN O

WP,

Each gâte is tested separately
Chaque opérateur est testé séparément

Figure E

Low and high input conditions are tested
Essais effectués pour les niveaux haut et bas de V

Figure F
IN

? VCC

12 mA

O O/ i

V.L
? WP,WP, WP,

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure G

TTL - VIII 3/4
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SF.C 486 E

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES *amb = + 25°C V C C = 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.MIN. TYP. MAX.

Propagation delay time, low to high
level output : output non inverted
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie : sortie non inversée

1 23 ns15 ns H*PLH

Propagation delay time,high to low
level output : output inverted
Temps de propagation à la décroissance
du signaI de sortie : sortie inversée

CL = 15 pF
Rj_ = 400 El
Generator
Générateur

a = 3 V
f = 1 MHz

tw = 500 ns
= tf $15 ns

2 18 ns 30 r s ItPHL

Propagation delay time, high to low
level output : output non inverted
Temps de propagation à la décroissance
du signa/ de sortie : sortie non inversée

1 17 ns11 ns HVHL
V f

Propagation delay time, low to high
level output :output inverted
Temps de propagation à la croissance du
signal de sortie : sortie inversée

2 22 ns13 nstPLH

VQ VCC

(

OGenerator
Générateur

Generator
Générateur<& l 1N 3064CL 1N 306450 El

3 V - 3 V

— 1,5 V1,5 V

Input
Entrée

0 0tw I

VHV+ H

J- 1,5 V V L
I

V L1 2 2
VHL tPHL

l

Figure IFigure H

4/4 T T L - V l l l
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SF.C 4180 E
8 BIT PARITY GENERATORS CHECKERS

GENERATEURS CONTROLEURS DE PARITE 8 BITS

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

VCC < V) Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Low State
Etat bas

High State
Etat haut

Min. Max.

Data
odçl/even
Données
impaires/
paires

1
SF.C 4180 E

SF.C 4180 ET

SF.C 4180 EM
SF.C 4180 KM

SF.C 4180 PM

TO-116 0°C, + 70°C

-25°C, + 85°C

—55°C, + 125°C

-55°C, + 125°C

-55°C, + 125°C

4,75 5,5 V

5,5 V
5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,25. 10 20
2

TO-116 4,75 5,25 10 20
TO-116 4,5 5,5 10 20
TO-116 4,5 5,5 10 20
TO-85 4,5 5,5 10 20

— Parity generator on 8 bit
— Parity checker on 8 bit
— Cascadable
— Input clamping diodes
— Compatibility DTL/TTL

— Générateur de parité de 8 bits

— Contrôle de parité sur 8 bits

— Mise en cascade possible

— Entrées avec diode d'écrêtage

— Compatible DTL /TTL

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The monolithic integrated circuit SF.C 4180 is a
parity or imparity generator/checker on 8 data bit
The even-odd inputs permit either to choose the
parity mode or to enable forcing the outputs on
both of the logical States (see functionai table).
The even-odd outputs give the appropriate parity.
These outputs can be tied to the even-odd inputs
of an other SF.C 4180 circuit thereby to realize
cascading for the control on long binary words.

Le circuit intégré monolithique SF.C 4180 est un générateur
contrôleur de parité ou d'imparité sur 8 bits d'information.
Deux entrées (de parité et d'imparité) autorisent soit le choix
de mode de parité soit le forçage des sorties dans l'un des
deux états logiques (voir table de fonction).
Les sorties de parité et d'imparité donnent la parité appro-
priée. Elles peuvent être connectées aux entrées de contrôle
de mode de parité d'un autre circuit SF.C 4180 pour la
mise en cascade permettant ainsi le contrôle des mots de
grande longueur.

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Package TO-116
Boîtier

Top views
Vues de dessus

Package TO-85
Boîtier Inputs

Entrées
Inputs
Entrées

VCC D5 D4 D3 D2 D1 D0
-QU—Dp—Op—0 10 8 ï9

)
GND1 2 3 4 5 6 7

\Odd output
Sortie impaire

D6 4 Odd input V• Entrée impaire \ f Odd input k
I Entrée impaire\

\Odd output
Sortie impaire

Inputs Even input
Entrées Entrée paire

Inputs Even input
Entrées Entrée paire

Even output
Sortie paire

Even output
Sortie paire

74 - 4 1/7TTL - VIII
THOMSON - CSF
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SF.C 4180 E

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

2 Even output 2 Odd output
O Sortie de parité OSortie d'imparité FUNCTIONAL TABLE

TABLE DE FONCTION

OUTPUTS
SORTIES

INPUTS
ENTREES

2Even
Pair

Odd
impair

22 Of "1" at 0 thru 7
2Des"1" sur des entrées
deO à 7

OddEven
Pair impair

Even
Pair LLH HO Even input

Entrée de parité

^ n Odd input
^ u Entrée d'imparité

Odd HH L Limpair
Even
Pair L HHL

Odd H LL Himpair

H LX H L

L H HLX

JT X = Irrelevant
Etat indéterminé

Ù

Notes : Data inputs data 2i and data 2i+1 are
the inputs which control the same ope-

rator exclusive-OR on input side
i =0, 1, 2, 3

Ail other inputs at +2 V
X : High or low logic level

Les entrées de données 2i et 2i+1 repré-
sentent les 2 entrées aboutissant sur le
même opérateur ou exclusif

i =0,1 .2,3
Les autres entrées seront portés à 2 V

X : Etats logiques quelconques

Data inputs
Entrées des données

FUNCTIONAL TESTS
TESTS FONCTIONNELS

TEST TABLE
TABLE DE TEST

INPUTS
ENTREES

OUTPUTS
SORTIES

Odd
impaire

Even
Paire

Data 2i
Entrée 2i

Data 2i+1
Entrée 2i+1

Odd
impaire

Even
Paire

L ^CCminL X X H H 1H H X X L L
Even
PairL H L L L H DO

D1L H L H H L 4*
« SD2 2 Evenc <=

fl!|
Ml
U 5

L H H L H L XJ <D
CTJ ^3 Measurement

System
Système de me-

sure

D3L H H H L H -S
QJ 2
CD

C/) £
D4
D5 SOddH L L L H L O— impair

H L L H L H D6
D7?dd.ImpairH L H L L H

H L H H H L T

0< i<3

2/7 TTL - V I I I
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SF.C 4180 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified ).
Dans toute lagammede température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES *VALEURS
PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

See test table
Voir table de test

Vodd< °'4 V
imparité

Veven« °'4 V
parité

Ofvou
Vodd < °'4 V

imparité

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l’état haut ^IHmin 2 V

Maximum low fevel input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

VCCmin
V|H = 2 V
V|L = 0,8 V

Ql_ — 16 mA
IQ|_| = —0,8 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V

Veven> 2'4 V
parité A

I or / ou
Vpdd> 2,4 V

Minimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQ\_max

IOLmax
O (Lmax )

16 mA/
imparité

V 0,4 Veven
paritéMinimum high level output voltage

Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V
ot / ou

Vodd^ 2'4 V
imparitéIMinimum output current at VoHmin

Courant minimal de sortie à VQHmin
OHmin
O (Hmin) > 2,4 VV—0,8 mA even

parité

Data
Données

|l| | ^ 1,6 mA-1,6 mA
Maximum input current at VoLmax
Courant maximal d’entrée à VQi_max

^CCmax
V , = 0,4 V

ILmax
/ (Lmax ) B/

Control
Contrôle

-3,2 mA Il 11 < 3,2 mA

Data
Données 40 /iA < 40 pA

Maximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin

IHmin
/ (Hmin) ^CCmax

V, = 2,4 V
C/

Control
Contrôle 80 juA < 80 pAI

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V ^CCmax /

V, = 5,5 V
I CIHmax 1 mA I. < 1 m AI

^CCmax
VOdd= ° V

imparité
V - 0 Veven~ u v

parité

18 mA<| IQ |<55 mASF.C 4180 E-ET
Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit typ. 35 mA DOS

SF.C 4180 EM
KM PM 20 mA<|l0 |<55 mA

^CCminMaximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

= -12 mAV typ. —1 V | V , | < 1,5 V EIL w 25°c

^CCmax
Inputs data N.C.
Entrées de données
a. Vie = 2,4 V
b, Vie =0,4 V

SF.C 4180 E-ET Içç < 56 mA
Supply current per package
Courant d'alimentation par boîtier Ftyp. 34 mACC

SF.C 4180 EM
KM , PM * CC ^ 4®

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour Vçç=5 V à tam/3=25°C

TTL - V I I I 3/7
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SF.C 4180 E

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES *amb = +25 ° C V C C = 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

INPUT
ENTREE

OUTPUT
SORTIE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX FIGURE

1Odd Inverted
Inversé

tData 32 ns 48 nsPLHImparité

2
Odd
Imparité tPLH Non inverted

Non inversé
Data 40 ns 60 ns

3Even
Parité VLH Inverted

Inversé
Data 40 ns 60 ns

Propagation delay time,
low to high level'output

Temps de propagation à la
croissance du signa! de sortie 4Even

Parité
tData Non inverted

Non inversé
32 ns 48 nsPLH

tPLH 5

Generator
Générateur
f = 1 MHz

tw = 500 ns

tr = tf < 10 ns

6Even/
Odd
Parité /
Imparité

Even/
Odd
Parité/
Imparité

*PLH
Inverted
Inversé

13 ns 20 ns

*PLH 7

lPLH 8
amplitude :3 V
amplitude

1Odd
Imparité *PHLData 25 ns 38 ns Inverted

InverséLoad
Charge
C = 15 pF

= 400 El
L

2ROdd
Imparité *PHL 45 ns 68 nsLData Non inverted

Non inversé

3Even
Parité tPHLData 68 ns Inverted

Inversé
45 ns

Propagation delay time,
high to low level output
Temps de propagation à la
décroissance du signal de
sortie

4
Even
Parité VHL Non inverted

Non inversé
Data 38 ns25 ns

*PHL 5

6*PHLEven/
Odd
Parité/
Imparité

Even/
Odd
Parité/
Imparité

Inverted
Inversé7 ns 10 ns

tPHL 7
tPHL 8

4/7 T T L - V I I I
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SF.C 4180 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCCminî TEST TABLE
TABLE DE TEST

Input condition
Condition d'entrée

Output
SortieOdd

D1Impair

D2 2 Even
D3 Pair

HR 20dd
' Impair

D6 r-
[-.7 Even
ü/Pair

DO
V m =2 V I

o ïUt

S O d d
Impaire

sink
limite

Even
Paire

VVo a
-Q a i

2 ®

SS
£ 2
Q> - fc
QJ O

CO ^

IL IH-O «J
co a

SS
2

Even
Paire

Odd
Impaire

i-ÿV,L =0,8 V L Hload
Charge

Even/Odd
Paire/Impaire

0)
QJ o

CO ^
gen. I Data HH

V Odd
Impaire

Even
Paire0 Data H L

Figure A Even/Odd
Paire/ImpaireData L LS

^CCmax9^CCmax4,5 VO ?
D0?dd.
D11mpair

Odd
ImpairDO11HIL- D1»2 Even

Pair n9 2 Even
PairVL =0,4 VO VIH° Tî îD3 Open

Ouvert
D3 Open

Ouvert
D5 SOdd

Impair
D6-D7pVenPair

D4
HR 2 0d d

Impair
i h D6

7 Even
ü/ Pair

!» J—t
Each input must be tested
Chaque entrée doit être testée

Figure B Each input must be tested
Chaque entrée doit être testée

Figure C

^CCmax? 9_^cc
Odd
Impair

nô 2 Even
UZ Pair

D0?dd
Impair

D1
n9 2 Even

Pair

DO -12 mA

}D3 D3Opeii
Ouvert

Open
Ouvert

ns Z 0d d
Impair D5 20dd

Impair
D6 cm EvenU/ Pair

VILD6
D? Even

Pair

ï i—L
«w wFigure D Each output is tested separately

Chaque sortie est testée séparément
Each input must be tested
Chaque entrée doit être testée

Figure E

V, O OVCCmax
Odd
Impair

CCDO
D1

2 Even
Pair

D2 !Open
Ouvert

Open
Ouvert

D3
D4
b5 S O d d

ImpairD6
|D7fvenPair

Low and high input condition must be tested
Essais à effectuer avec V/ =V\_ puis V / =VH

Figure F
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TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS Output

SortieVCC
QQ

!°dd
O Imparité RL</>

Q)VH = 2,4 V ç> S
c Oc c
g ?

S Even
Parité H2

ro £ 3Generator
Générateur

1N 3064I .Q aj
ro a 4

4»50 SI 5 S Odd
g Imparité

7 Even
Parité

“ •8aj g Load circuit 1
Circuit de charge 1 S

aj
0) O

c/D ^
Load circuit 2
(same as 1 )

Circuit de charge 2
(même que 1)

SB SSS
Figure G

Inputs conditions
Conditions des entréesDYNAMIC TESTS TABLE

TABLE DE TESTS DYNAMIQUES Tested output
Sortie à tester

Waveforms
Formes d'onde Nos

Puise
Impulsion

V, =0,4 V

VOLTAGE WAVEFORMS
FORMES D'ONDE

Odd
Imparité

Inverted
Inversée (D

One data input
Une entrée
de données

Z Odd
Imparité< 10 ns < 10 ns

*1—h Even
Parité

Non inverted
Non inverséeJ- J 3 V (2)I90 %-

Input I
Entrée I
1 0 % _ j

T I
tw 1,5 V+-,l Non inverted

Non inversée
Odd
Imparité

! (3)r 0 V
Data input
Entrée des
données

\VLH S Even
Parité

PHL
INon inverting j

functions |
Fonctions non \i

inversées 4
Inverted
Inversée

Even
Parité

( 4)I,i — 1,5 V

One data input
Une entrée
de données

I 2 OddOdd input
Entrée d'imparité

Inverted
Inversée

(5)XPHL I Imparité^LH
*t-r

i
Ail data inputs
Toutes les entrées
des données

Inverting
functions
Fonctions
inversées

I I 2 Even
Parité

Odd input
Entrée d'imparité

Inverted
Inversée

(6)
1,5 V

Ail data inputs
Toutes les entrées
des données

S Odd
Imparité

Inverted
Inversée

Even input
Entrée de parité

(7)

Notes : 1) Non specif ied inputs are at 2,4 V
Les entrées non spécifiées sont à 2,4 V

2) Each data input must be tested
Chaque entrée des données doit être testée

One data input
Une entrée
de données

Even input
Entrée de parité

Z Even
Parité

Inverted
Inversée 18)
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TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES

PARITY GENERATOR/CHECKER FOR LONG BINARY WORDS
GENERATION OU CONTROLE DE PARITE SUR DES MOTS BINAIRES DE GRANDE LONGUEUR

The parity generator/checker SF.C 4180 may be cascaded for applications requiring longer word lengths. The odd in
control is grounded for even parity génération and the even in control is grounded for odd parity génération. Two
control inputs and two outputs ensure faster operation when cascading for word lengths over 8 bits, as only one gâte
delay is added for each additional 8 bit group. For a 32 bit word, parity can be generated in approximately 65 ns.
La mise en cascade de plusieurs SF.C4180 permet de traiter des mots degrande longueur.Pour obtenir la génération de la parité, les entrées
d'imparité doivent être mises à la masse ; pour l'imparité, ce sont les entrées de parité qui doivent être mises à la masse. L'utilisationdes
deux entrées decontrôle et les deux sorties assurent une vitesse de fonctionnement plus élevée :8 ns par boîtier rajouté. Le temps typique
pour générer la parité d'un mot de 32 bits est environ de 65 ns.

32 BIT WORD
MOT DE 32 BITS

A
/ \

il 2I 3I 4I si d 7I ol il 2I 3I 4I 5I 6| 7I ol il 2I 3I 4I 5I ôl 7Iol il 2I 3I4I 5I 6| 7I 0
"Even
Pair
Odd
Impair

Even
Pair
Odd
Impair

Even
Pair

-5.5/ Even
ï tYPa i r
o §)- Odd
D Cj( Impair

Odd
Impair

Evenl
PairEvenf

Pair
Even[
Pair

Odd
Impair

Odd
Impair

Odd Odd Even
PairImpairImpair

Parity output
Sortie de parité

VERIFYING TRANSMITTED DATA BY PARITY CHECKER
VERIFICATION DE TRANSMISSION D'INFORMATION PAR CONTROLE DE PARITE

Parity is generated by A1 and A2 and transmitted with the data. Transmitted parity checkes parity which is generated
by B1 and B2 on received data. Received data is right if the parity output of B1 is a logical 1.
La parité est générée par Al et A2, elle est transmise avec l'information. A la réception, la parité transmise, est comparée à la parité
générée par B1 et B2 sur l'information reçue. L'information reçue est correcte, si la sortie de parité de B1 est un 1 logique.

Emission
Emission

Receiving
RéceptionH L

? ?
n Even in Oddin

Entrée Entrée
1 paire impaire
2 Odd output
3 Sortie impaire

4
5 Even output
0 Sortie paire

Q0 0Q0
Q1Q1 B1.A1

2 Odd output
2 Sortie impaire

Q2Q2
Q3Q3

4 Even output
5 Sortie paire
6 Oddin Evenin
7 Entrée Entrée

impaire paire

Q4Q4
Q5Q5

Parity
Parité

Q66Q6
Q7Q7

TData register B
Registre data B

Data register A
Registre data A

n Evenin Oddinu Entrée Entrée
1 paire impaire
2 Odd output
2 Sortie impaire

^ Even output
h Sortie paire

Q808 0
09Q9 A2

2 Odd output
^ Sortie impaireQ10Q10

B2011 3Q11
012Q12 ^ Even output

^ Sort'iè paire
Oddin Evenin

7 Entrée Entrée
1 impaire" paire

Q13Q13
Q14 6Q14 6
Q15Q15K 7

JQ16Q16J Q16

TTL - V I I I 7/7
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ARITHMETIC LOGIC UNITS
UNITES LOGIQUES ARITHMETIQUES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc <v > Input
loading factor

Facteur de charge
d’entrée

Package
Boî tierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Min. Max.

Control M
Contrôle 1SF.C 4181 E MP-186 0°C, + 70°C 4,75 5,25 5,5 V 10 20
Data Ai,Bi
Données

Control Si
Contrôle

Carry Cin
Report

3SF.C 4181 ET MP-186 —25°C, + 85°C 4,75 5,25 5,5 V 10 20

SF.C 4181 EM MP-186 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 20 4

SF.C 4181 KM MP-186 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 20 5

— Arithmetic logic unit
— Logic functional generator

16 functions
AND, NAND, OR, NOR
Excfusive-OR
Comparison etc

— Arithmetic operator with carry look-ahead
Addition, substraction
Magnitude comparison
Shift operand A one position

— High level active Darlington output

— Inputs clamping diodes

— Typical add time for 4 bit 24 ns
— Typical carry time for 4 bit 12 ns

_ Unité logique arithmétique

— Générateur de fonctions logiques

16 fonctions

ET, ET-NON,OU, OU-NON

OU-exclusif

Comparaison etc.
— Opérateur arithmétique avec report anticipé

Addition, soustraction

Comparaison

Décalage d'une position de l'opérande A

— Sorties actives à l'état haut avec paire de transistors
Darlington

— Entrées avec diode d'écrêtage

— Temps typique d'addition à 4 bits 24 ns

— Temps typique du report à 4 bits 12 ns

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Package MP- 186
Boîtier

PIN DESIGNATIONS
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Désignation
Désignation

Pin nos
Broche N°

Function
FonctionInputs

Entrées
Outputs
Sorties Word A inputs

Entrées de mot AA3,A2,Al,A0 19,21,23,2
Word B inputs
Entrées de mot BB3.B2.B1.B0 18,20,22,1G Cn+4 P A = B F3

Function-select inputs
Entrées de sélectionS3,S2,S1,S0 3,4,5,6

14 13 — Carry input
Entrée de reportOn 7

Mode control input
Entré»de mode contrôleM 8

Function outputs
Sorties des fonctions

13,11,10,9F3.F2.F 1.F0

Comparator output
Sortie comparateurA = B 14

Carry propagate output
Sortie "report propagé"P 15

Carry output
Sortie de report (retenuICn+4 16

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 — Carry generate outputs
Sorties "report généré"G 17

Cn M F0 F1 F2 GNDB0 A0 S3 S2 S1 S0 Supply voltage
Tension d'alimentationVCC 24

Inputs
Entrées

Outputs
Sorties

Ground
MasseGND 12

7 4 - 4 1/14T T L - V I I I
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GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE
The SF.C 4181 device is an arithmetic log.ic unit
which has a high degree of complexity on a mono-
lithic chip.
The ALU SF.C 4181 has two different operating
modes selected by the logical level applied to the
mode control input (M).
When a high logical level is applied to the M input,
the ALU SF.C 4181 works in logic mode, as a logic
functional generator. It performs the 16 logic (or
boolan) functions of two variables Fi = f (Ai, Bi).
These functions can be selected by the four func-
tion-select inputs S0, S1, S2, S3.
f ( A = B) output gives the equal function for the A
and B binary words which are applied to Ai and Bi
inputs ( i = 0, 1, 2, 3).
When a low logical level is applied to the M input,
the ALU SF.C 4181 works in arithmetic mode. It
performs the 16 arithmetic operations which are
selected by the S0, S1, S2, and S3 inputs.
These 16 operations include usual arithmetic opera-
tions as :addition, substraction,magnitude comparison.
ADDITION
Control input M : L
Select inputs S0 =S3.:.H

S1 =S2 : L
Addition is accomplished normally

Le dispositif SF.C 4181 est une unité logique arithmétique
en circuit intégré monolithique de complexité très élevée.
L’ULA SF.C 4181 possède 2 modes de fonctionnement
distincts dont le choix s'opère par l’application du niveau
logique adéquat sur l'entrée de contrôle de mode M.
M étant à l'état haut, l'ULA SF.C 4181 fonctionne en mode
logique. Si M est à l'état bas, elle fonctionne en mode
arithmétique.
En mode logique l'ULA est un générateur de fonctions logiques.
Elle engendre les 16 fonctions logiques (booléennes) possibles
de 2 variables binaires Ai, Bi tellesque Fi = f (Ai, Bi).
Des entrées de sélection de fonction SO,SI,S2, S3 permettent
de sélectionner la fonction logique voulue.
La sortie f (A = B) représente la fonction d’égalité des 2
mots binaires de 4 bits appliqués sur les entrées Ai et Bi
(i =0, 1, 2, 3).
Les sorties Cn+4,G et P, sans être inhibées, sont inopérantes.
En mode arithmétique l'ULA engendre 16 opérations dont
la sélection se fait par les entrées SO, S1, S2, S3. Ces opéra-
tions comprennent les opérations usuelles : addition, sous-
traction, comparaison.
ADDITION

Etat des entrées M : L
50 =S3 : H
51 =S2 : L

L'addition s'opère normalement.

i =3 i =3
Ai 2 i + n Bi 2 ' + n and Cn. 2"Inputs A = 2

Entrées
B =2

eti =0 i =0
i =3

Outputs A + B = Cn+4. 2n + 4 + £
Sorties

Fi 2 ' + n
i =0

With Cn+4 = G + Cn P
Avec

P = (A0 + B0) (Al + B1) ( A2 + B2) ( A3 + B3)

G = A3.B3 + (A3 + B3) A2.B2 + (A3 + B3) (A2 + B2) A1.B1 + ( A3 + B3) ( A2 + B2) (A1 + B1) A0.B0

Les sorties G et P, G et P sont des termes générés
et propagés du report, permettent de commander les entrées
du générateur de report/retenu anticipé SF.C 4182 dont l'u-
sage est nécessaire pour minimiser les temps de retard lorsque
l'on opère sur les mots binaires de grande longueur.

When operations are made on long binary words, a
group carry propagate P and carry generate G
permit to minimize operating delay time when used
in conjunction with the SF.C 4182 full carry look-
ahead circuits.

SUBSTRACTION SOUSTRACTION

Substraction is accomplished by Vs complément
addition when the1fs complément of the substrahend
is generated internally

La soustraction s'opère par l'addition du complément
restreint de l’opérande B à l'opérande A.

2/14 TTL - V I I I
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Sign of the différence is determined by value of Cn+4
M = L; SO =S3 : L and S1 =S2 :H

i =3

Le signe de ta différence est déterminé par la valeur de Cn+4 .
et

i =3
Ai 2 ' + n Bi 2 * + n and Cn. 2n

et
Inputs A = 2
Entrées

B =2
i =0 i =0i =3

Bi 2 i + n= 2Internally
Intérieurement

CR (B)
i =0

True différence
Différence vraie

A - B = A + CR (B) + 2n with Cn = 1
Outputs
Sorties Restrained différence : A — B — 2n = A + CR (B ) with Cn =0

Différence restreinte avec

Différence sign :
Signe de la différence

With
Avec

A - B > 0

A - B <0

if Cn+4 =1
si

if Cn+4 = 0
SI

if cn+4 = 1
Si

if Cn+4 =0
si

Cn -1

A — B >0
With
Avec c n = o

A - B < 0

COMPARISON
The ALU SF.C 4181 can also be utilized as a two
words (A, B) magnitude comparator. In this case
the device should be in the substract mode by
sélection S0, S1, S2 and S3 inputs.

Magnitude relations of ( A and B) :
A < B if f (A = B) =0

si
A =B if f (A =B) =1

si
A > B if f ( A =B) =0

COMPARAISON
Pour effectuer la comparaison en valeur absolue des mots A
et B, on doit sélectionner l'opération de soustraction.

Relations d'ordre (A et B) :
and Cn+4 -0
et

With Cn =0
Avec

and Cn+4 -0

Cn+4 = 1
et

and
si et

A < B if f (A =B) =0

A =B if f ( A — B) =1
si

A >B if f (A =B) =0

and Cn+4 -0

Cn+4 =1

Cn+4 =1

et

With
Avec Cn -1 and

et

and
etsi

The ALU SF.C 4181 is designed with a Darlington
output configuration except for f ( A = B) output
which has an open collector and thereby improve
the turn-off propagation delay time.

L'ULA SF.C 4181 est munie de sorties actives à l'état haut
avec transistors *Darlington, à l'exception de la sortie
f (A =B) qui est à transistor avec collecteur ouvert. Le monta-
ge Darlington en sortie a pour effet de diminuer l'impé-
dance de sortie à l’état haut, et améliorer le temps de
réponse du dispositif.
Les sorties f (A = B) de plusieurs boîtiers peuvent être
réunies ensemble et rappelées à travers une résistance à
I/ce a^in de constituer une fonction ET-cablée qui élabore
la fonction globale d'égalité sur les mots binaires de plus de
4 bits.
Notes :

Quelque soit la logique adoptée (positive ou négative), il ne
faut pas perdre de vue que :

a) Les mots A et B sont appliqués sur les entrées sous
forme complémentée, mais Cn sous forme directe

b) Les sorties sont complémentées à l'exception de Cn+4
c) Les tables de fonction sont établies sous forme directe.

The f (A = B) outputs of several packages can be
wire-AND connected to give a comparison for more
than four bits.

Note :

a) A and B words are applied to the inputs in
complementary form, Cn in direct form.

b) Output functions are complemented except for
Cn+4

c) Function tables are given in direct form

TTL - V I I I 3/14
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FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

OS3 a
S2 o y~iS1 o GSO o -OH
83

i>> Cn+4O
PO o

A3
o

fO F330 o

CH“-t> m>cc
A2
o

T> F 230 o

oB1

a A = B

=0°o
A1
o-

O F130 o

OBO î>o

30 FO30 o
AO
o

O
ü—>Cn
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TABLE OF ARITHMETIC OPERATIONS
TABLE D'OPERATIONS ARITHMETIQUES

Function select
Sélection de fonction

Output function
Fonction de sortie

Low level active
Niveau bas actif

High level active
Niveau haut actif

$3 S2 S1 SO

L L
L L
L L
L L
L H
L H
L H

L L F = A minus 1
F = AB minus 1
F = AB minus 1

F = minus 1 ( 2's complément)

F = A plus [ A +B ]

F = AB plus |A +B|

F = A minus B minus 1
F = A +B
F = A plus [ A +B ]

F = A plus B
F = AB plus [ A +B ]
F = A +B
F = A plus A î

F = AB plus A
F = AB plus A
F = A

F = A
F = A +B
F = A +B
F = minus 1 ( 2's complément)

F = A plus AB
F = ( A +B ) plus AB
F = A minus B minus 1
F = AB minus 1
F = A plus AB
F = A plus B
F = [ A +B ] plus AB
F = AB minus 1
F = A plus At
F = [ A +B ] pluS A
F = [ A +B ] plus A
F = A minus 1

L H
H L
H H

L L
L H
H L

L H H H

LH L
H L
H L

L
L H

H L
H HH L

H H L L
L HH H

H H H L

H H H H

Control M :L
Contrôle

TABLE OF LOGIC FUNCTIONS
TABLE DE FONCTIONS LOGIQUES

Function select
Sélection de fonction

Output function
Fonction de sortie

Négative logic
Logique négative

Positive logic
Logique positiveS3 S2 S1 SO

F = À
F = ÂB
F = Â +B
F - Logical 1
F = Â+B
F = B
F = A © B
F = A +B
F = ÂB
F = A © B
F = B
F = A+B
F = Logical 0
F = AB
F = AB
F = A

F = Â
F = Â+B
F = ÂB
F = Logical 0
F - ÂB
F = B
F = A © B
F = AB
F = Â+B
F = A © B
F = B
F = AB
F = Logical 1
F = A+B
F = A+B
F = A

L L L L

L HL L
HL L L

HL L H
L H L L

H L HL
L H H L

H H HL
H L L L
H L L H
H L H L

H HH L
H H L L

HH L H
H H H L
H H H H

Control M :H
Contrôle
Input Cn :Irrelevant
Entrée.Cn : Etat indéterminé
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FUNCTIONAL TESTS
TESTS FONCTIONNELS

VCCmin1
M
SO
S1

V|H= 2 VO— S2 FO
•zI
ro 5

•ZI£ î
05 03

S3 F1
C F2 cEc nE Measurement

System
Système de me-

sure

cc
OAO

•f, -8
F3 CT)

c
s -SA = BBO 8(U03

G cc A1 'S'S cc
P O <0O m

O § B1 O §
V|L=0,8 VO Cn+4A2

B2
A3
B3

FUNCTIONAL TEST TABLES
TABLES DE TESTS FONCTIONNELS

Logic mode
Mode logique

Control M : L
Contrôle

Arithmetic mode
Mode arithmétique

Control M : H
Contrôle
SO =S3 :H, S1 = S2 : L

Outputs
Sorties

Inputs
Entrées

Inputs
Entrées

Outputs
Sorties

Âi Bi FlS3 S2 SI SO A = B Cn+nA B Cn F G P A = B
L L L L
L L L H

L L H L
L L H H
L H L L
L H L H

L H H L
L H H H
H L L
H L L H
H L H L
H L H H
H H L L
H H L H
H H H L
H H H H

H L
H L
H L
H L
H L
H L
H L
H L
H L
H L
H L
H L
H L
H L
H L
H L

L L H H H H H H H H
H H H H
H H H H
L L L L
L L L L
H H H L
H H L H
H L H H
L H H H
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
L L L L
H H H H
H H H H
H L L H
H L L H

L H H H H L H H H
L L L L L L

L L L L
H H H H
H H H H
H L L L
L L L L
L L L L
L L L L
H H H L
H H L H
H L H H
L H H H
L L L L

L L L
L L H

L L L H
L L L H
L L L H

L L L L L
H H H H
L L L L
H H H H
H H H H
H H H L
H H L L
H L L H
H H H H
H H H L
H H L L
H L L L
L L L H
L L L
L L L H
L L L L
H L H H
H L H H

L H L
H L
H L
H L
L L
L L
L L
L L
L L
L L
L L
L L
L L
L L
H H
H H
H L
H L

L
L L H H H
L L L L L
H H H H H
H H L H H
H H L H L
H H L H L

L L L L H L
L L L H H
L L L H L
L L L H L
H H L H L
H H L H L
H H L H L H L
H H L L L L

H L L
Input Cn : irrelevant

,Entrée Cn : Etat indéterminé
i = 0, 1,2,3
L : V| =0,8 V

H : V| =2 V

L H L
H H L
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Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede températureambiantede fonctionnement fsauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES*VALEURS
PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

VCCminvm = 2 v
V,L = 0,8 V

= 16 mA

IQI_J = —0,8 mA

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin VQL> 0,4 V2 V

A - B

'OLMaximum low level input voltage
Tension maximale d’entrée permise à l'état bas ^ILmax W2'4 V0,8 V

^CCmin
V|H = 2 V
V|L = 0,8 V

= 16 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas VOLmax 0,4 V

VQ < 0,4 V A
Minimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQi_max

OLmax
O (Lmax )

16 mA/ 'o
Minimum high level
output voltage
Tension minimale garantie

•en sortie à l'état haut

Except A =B
Excepté ^OHmin 2,4 V VCCmin

V.H = 2 V
V|L = 0,8 V

IQ = —0,8 mA

VQ.> 2,4 V B
Minimum output current
at VoHmin
Courant minimal de sortie à

^OHmin

Except A =B
Excepté

OHmin
O (Hmin)

0,8 mA/

VCCmin
VQ = 5,5 V

High level output current A =B output only
Courant de sortie à l'état haut pour la sortie A —B IQH ^ 250 pAI 250 pA BOHmin

Inputs ^
Entrées

-1,6 mA

—8 mACn ^CCmaxMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQ[_max

I ' ' l 1 < 'l (Lmax) CILmax
/ (Lmax)/ Vl = 0,4 VInputs Si

Entrées
Ai,Bi

—6,4 mA

-4,8 mA

Inputs ^
Entrées

40 pA

Cn 200 pA VCCmax
V, = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d’entrée à VQHmin

I , < IIHmin
! (Hmin)

CI (Hmin)
Inputs Si
Entrées

Ai,Bi

160pA

120pA
I

VCCmax
V, = 5,5 V

tamb= 25°C

Maximum input current at VoHmax
Courant maximal d'entrée à VQHmax

IHmax
l (Hmax)

I, < 1 m A C1 mA/

Short-circuit output current SF.C 4181 E-ET
except A =B
Courant de sortie en court-circuit SF.C 4181 EM
sauf pour A -B

18 mA<|l0l<57 mA^CCmax
V0 = o V'os typ. 30 mA D

20 mA<|lQ|<55 mAKM

VCCminMaximum reverse input voltage
Tension maximale d’entrée en inverse

V typ. —1 V IV,| < 1,5 V EIL I = -12 mAI

^CCmax
V, = 4,5 V

= GND

QQ < 150 mASF.C 4181 E-ET
Supply current per package
Courant d’alimentation par boîtier SF.C 4181 EM 'cc Ftyp. 95 mA

vi 'CC ^ 135 mAKM

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 250 C
Toutes les valeurs typiques sont données pour Vçc~^ v à tamb~25°C

TTL - VIII 7/14
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SF.C 4181 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

TEST TABLE
TABLE DE TESTVCCmin ?

Apply — AppliquerTested output
Sortie testéeS3 VVIH ILS2

V S1IH S2,S_1,S0
B2,A2,B1
A1,B0,A0

GSO S3,B3,A3G
B3 Cn+4 i i IO+-.3 OHA3 P-Q «b

ro o F3B2 S3,S2,B3
B2,A2,BJ
A1,B0,A0

-ï S1,S0,A3|a F2A2 cn+4
CnF1B1O)

O) O
CO ^V Âï FO OIL SSĴ AS

B2,Â2,En
A1,B0,ÂÔ

A =BBO O 8AO V0H PIOHM
Cn S3,S2,S1

S0,A3,A2
ÂÎ.ÂÔ. M

any F or A =B
chaque F ou«

Inputs not otherwise specified are connected to ground
Les entrées non spécifiées sont connectées à la masse

Figure A

TEST TABLE
TABLE DE TESTV rCCmin1 Apply — Appliquer

Tested output
Sortie testéeS3 V VILIHS2

V S1IH S3,S2,S0
^

B2,A2,EH
A1fB0,A0

SO S1,B3,A3G
•i-Q A)
ro T3

B3 O OL
A3
B2 —O S2,S1,S0

B3,B2,B1
S3,A3,A2
Â1,BÔ,ÂÔ

-ï Cn+4«3s a A2 i i

CD

CO
B1

V S2,B3,A3
B2,A2,B1
A1,B0,A0

OA1IL
PBO S3O 8AO

VM OL A3,A2,A1any F
chaque F

S3,S2,S1
S0,M, Cn

Cn AO

S3,S2,SJ_
S0,A3,A2
A1,M,Cn

SR A =B AO

Inputs not otherwise specified are connected to ground
Les entrées non spécifiées sont connectées à la masse

Figure B

8/14 TTL - V I I I
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SF.C 4181 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

TEST TABLE
TABLE DE TEST

Conditions on other
inputs for l|L
Conditions sur les autres
entrées pour l / [

Conditions on other
inputs for l|H
Conditions sur les autres
entrées pour I /H

Apply V|
Measure
11H or 11L
AppliquerV /
Mesure I /HOU

^CCmax104,5 V

S3 Apply — Appliquer Apply — Appliquer
S2 ' IL
S1 4,5 V GND4,5 V GND

GSO SO,S3
any A _
chaque A

any B _
chaque B
or M
ou M

Cn+4B35« S A3 PIH Ail other
inputs
Toutes les
autres
entrées

Ail other
inputs
Toutes les
autres
entrées

-O B2 F3 Open
OuvertV|0 -ï11

0)

en £

F2A2
F1B1IL FOA1

§ô A =B
Ail other
inputs
Toutes les
autres
entrées

Ail other
inputs
Toutes les
autres
entrées

AO BO, B1
B2, B3

AO, A1

A2, À3
M S1, S2
cn

Ail other
inputs
Toutes les
autres
entrées

Ail other
inputs
Toutes les
autres
entrées

m
Cn

Figure C Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

^CCmaxO 4,5 V 1
TEST TABLE
TABLE DE TESTS3

S2
S1 Apply — AppliquerTested output

Sortie testéeSO
B3 4,5 V GND

-Q 0)
ro 3̂

g a

A3 Ail other inputs
Toutes les autres

entrées
B2 S3, A3, B3Ga A2
B1 Ail other inputs

Toutes les autres
entrées

Q)
(U o

en^ A1 Cn+4
BO
AO Ail other inputs

Toutes les autres
entrées

P, any F
chaque

OSM
Cn

Wüw

Figure D

TTL - V I I I 9/14
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SF.C 4181 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

^CCmin

S3
S2
S1
SO
B3
A3
B2 Open

OuvertA2
B1
A1

12 mA V BOIL, h

AO
M
Cn(

5
S Sw

Figure E

^CCmaxP

’cc
4,5 V
O S3

S2
S1

I V- so G
^n+4B3

A3 P
B2 F3 Open

OuvertA2 F 2
B 1 F1
A1 FO
BO A =B
AO
M
Cn

SÉS

Figure F

10/14 TTL - V I I I
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SF.C 4181 E

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMlQUES

tamb =25°C, Vcc= 5 V, N = 10 (CL =15 pF, RL =400 fi)SWITCHING CHARACTERISTICS
TESTS DYNAMIQUES

Unit
Unité

To output
A la sortie

Test conditions
Conditions de test

Paramei:er
Paramètre

From input
De l'entrée

Min Typ Max

12 18tPLH cn+4Cn ns
13 19tPHL

M = 0 V. SO = S3 = 4.5 V,

S1 = S2 = 0 V (SUM mode)
28 43lPLH Cn+4Any A or B ns
27 41tPHL

M = 0 V, SO = S3 = 0 V,

S1 = S2 = 4.5 V (DIFF mode)
35 50tPLH cn+4Any A or B ns
33 50'PHL

M = 0 V
(SUM or DIFF mode)

13 19*PLH Cn Any F ns
12 18tPHL
13 19M = 0 V,S0 = S3 = 4.5 V,

S1 = S2 = 0 V (SUM mode)
lPLH GAny A or B ns

13 19tPHL
17 25M = 0 V, S0 = S3 = 0 V,

S1 = S2 = 4.5 V (DIFF mode)
tPLH GAny A or B ns

17 25«PHL
13 19M = 0 V,S0 = S3 = 4.5 V,

S1 = S2 = 0 V (SUM mode)
«PLH PAny A or B ns

17 25TPHL
M = 0 V,S0 = S3 - 0 V,

S1 = S2 = 4.5 V (DIFF mode)

17 25tPLH PAny A or B ns
17 25{PHL
28 42M = 0 V,SO = S3 = 4.5 V,

S1 = S2 = 0 V (SUM mode)
tPLH FiAi or Bj ns

21 32*PHL
32 48M = 0 V, S0 = S3 = O V,

S1= S2 = 4.5 V (DÏFF mode)'PLH FiA| or Bj ns
23 34'PHL
32 48tPLH M = 4.5 V (logic mode)FiAj or B; ns
23 34tPHL
35 50M = 0 V, S0 = S3 = 0 V,

S1 = S2 = 4.5 V (DIFF mode)
tPLH A = BAny A or B ns

32 48tPHL

XPLH ' ProPa9ati°n delay time, low to high level output
Temps de propagation à la croissance du signal de sortie

tpHL : Propagation delay time,high to low level output
Temps de propagation à la décroissance du signa! de sortie

SIGNALS WAVEFORMS
FORMES D'ONDE DES SIGNAUX

< 10 ns <10 ns
f
I -- 3 V90 %-f

250 nsInput signal
Signal d'entrée 1,5 V

J/i10%-

'PLH
r 0 V
I XPHL

Ii I iI / i
I ,iOutput non inverted

Sortie non inversée ! - — 1,5 V
I
I

VLRXPHLJ.
i

Output inverted
Sortie inversée

1,5 V

Figure G;

TTL - V I I I 11/14
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SF.C 4181 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

TEST CIRCUIT
CIRCUIT DE MESURE

Outputs
Sorties

*3-CO
+

O <— CN CO< LL. Li_ LL U- Q_ O <-D0 0 0 0 0 0 0 0
cvcc = 5 V

Input
Entrée O 04,5 V O

«

n
S3

RL = 400 n

M-+-
S2
SI
SO G
B3 cn+4 1N 3064

o> S A3 P
CL = 15 pFGenerator

Générateur -
z =5od-

f = 1 MHz
a =3 V

B2JO 0}
cü

SS
2 a
S|

F3
A2 F2
B1 Fl

»A150 n FO
60 A = B
AO
M Load circuit 1

Circuit de charge 1Cn
L

HSR “I

. Load circuits 2, 3, 4, 5, 6 and 7
Circuits de charge 2, 3, 4, 5,6 et 7

Same as load circuit 1
Identique au circuit 1

l_

R, =400 ELL

CL = 15 pF

Load circuit 8
Circuit de charge 8

L

Figure G

12/14 TTL - VIII
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SF.C 4181 E

DYNAMICTEST TABLES
TABLES DE TESTS DYNAMIQUES

SUM MODE TEST TABLE
MODE ARITHMETIQUE ADDITION

Function inputs : SO = 4,5 V, S1 =S2 =M =0 V
Fonction d'entrées

Other input Same bit
Autre entrée Même bit

Other data inputs
Autres entrées des donnéesInput under

test
Entrée sous-test

Output under
test
Sortie sous test

Output
waveform
Forme d'onde
de sortie

Parameter
Paramètre Apply — Appliquer Apply — Appliquer

4,5 V GND 4,5 V GND

Ai Âj, BjBi FtPLH/ tPHL Cn
CntPLH, tPHL Bi Aj, BjAi F

A], Bj, Cn T*Ai Bit P L H, t p H L
Non inverted
Non inverséeBi Aj, Bj, Cn PAitPLH, tPHL

Ai Aj, CnBj GtPLH, tPHL Bi

Bi Ai Bj Aj, Cn GtPLH, tPHL

Cn Bi F or Cn+4tPLH^ tpHL Ai

DIFF MODE TEST TABLE
MODE ARITHMETIQUE SOUSTRACTION

Function inputs :S1 = S2 = 4,5 V, SO =S3 =M =0 V
Fonction d'entrées

Other input Same bit
Autre entrée Même bit

Other data inputs
Autres entrées des données

Input under
test
Entrée sous test

Output
waveform
Forme d'onde
de sortie

Output under

Sortie sous test

Parameter
Paramètre testApply — Appliquer Apply — Appliquer

4,5 V GND 4,5 V GND
Bj, Cn FAi BitPLH. tphL Aj Non inverted

Non inversée
Non inverted
Inversée

Bi A) FAitPLH, tpHL Bj, Cn
Ai Aj, Bj, Cn PtPLH, tPHL Bi Non inversée

Non inversée
Bi AitPLH, tPHL Aj, Bj, Cn P Inverted

Inversée
GAi BitPLH, tpHL Aj, Bj,Cn Non inverted

Non inversée
Bi AitPLH, tPHL Aj; Bj, Cn G Inverted

Inversée
ÂjAi Bi Bj,CntPLH, tPHL A =B Inverted

Inversée
Bi Ai Aj Bj, CntPLH, tPHL A =B Inverted

Inversée
Ai,BiCntPLH, tpHL Inverted

Inversée
Function inputs : S1 =S3 =M =4,5 V, SO =S2 =0 V
Fonction d'entrées

Cn+4

LOGIC MODE TEST TABLE
MODE LOGIQUE

Other input Same bit
Autre entrée Même bit

Other data inputs
Autres entrées des données

Input under Output under Output
waveform
Forme d'onde
de sortie

Parameter
Paramètre

test testEntrée sous test Apply — Appliquer Apply — Appliquer Sortie sous test

4,5 V GND 4,5 V GND
Aj, Bj, Cn FAi BitPLH, tPHL Inverted

Inversée
Bi Ai Aj, Bj, Cn FtPLH, tPHL

Note : 0< i <3 ; 0 < j <3, b u t J # i
mais

Word A : A0, A1, A2, A3
Mot

Word B :B0, Bt, B2, B3
Mot

TTL - VIII 13/14
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SF.C 4181 E

TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES

Typical addition times for various configurations are given in the table below.
Substraction times are in the same range as summation.
Les temps typiques d'addition des différentes configurations sont données par le tableau
ci-dessous. Les temps de soustraction sont à peu près ,les mêmes.

TYPICAL ADDITION (SUBSTRACTION) TIMES
TEMPS TYPIQUES D'ADDITION (SOUSTRACTION)

Package count
Nombre de boîtier

Addition time
Temps d'additionNos of bit

Nos de bits16 BIT ARITHMETIC LOGIC UNIT
UNITE LOGIQUE ARITHMETIQUE A 16 BITS S;wt (MS)Total ( )is ) SF.C 4181 SF.C 4182

4 24 6 1
8 36 4,5 2Cn+4Cn+4Cn+4 Cn+4

Cn CnCn Cn 12 48 4 3
16 60 3,8 4
16 36 2,2 4 1
32 120 3,8 8
32 72 2,2 8 2With carry look-ahead

Avec report anticipé 32 60 1,9 8 3
48 165 3,4 12
48 108 2,2 12 3

Cn Cn+4
G P

CnCn Cn
48 60 1,25 12G P G P 4G Pnn 64 220 3,5 16

GO P0Cn+x G1 P1‘Cn+v G2P2 Cn+z

SF.C 4182
64 144 2,2 16 4G3 P3

G P
Cn

64 60 0,94 16 5

32-48-64 BIT ARITHMETIC LOGIC UNIT BY 16 BIT ALU GROUP
UNITE ARITHMETIQUE LOGIQUE A 32-48-64 BITS PAR BLOCS DU ULA A 16 BITS

Cn+4
G P

Cn+4 CnCn
G P

Cn CnCn
G P

CnCn Cn n CnCnG P G PG P G P G P G P G P

I I n
G0 P0'Cn+x G1iP1Cn+Y G2 P2 Cn+z G3 P3

SF.C 4182
G0 P0Cn+x GlP1Cn+v

SF.C 4182
G2 P2lCn "*'2 G0P0-Cn+X G1P1G3P3

G P
Cn CnG P.

32-48-64 BIT ARITHMETIC LOGIC UNIT WITH FULL CARRY LOQK -AHEAD
UNITE ARITHMETIQUE LOGIQUE DE 32-48-64 BITS AVEC REPORT ENTIEREMENT ANTICIPE

Cn CnCn Cn Cnr* Cn Cn Cn r* Cn
G P G PG P G P G PG P G P G P G P

T I
Cn+x G1'P!Cn+y Cn+z G6P0Cn+x G1P1 Cn+y G2P2 Cn+z G3 P3

2" SF.C 4182 lG0 P0lCn+xGO PO G2 P2 G3 P3
Cn SF.C 4182 G P G P

kCn+x Cn+yGO PO G1 P1
Cn SF.C 4182

A and B inputs and F outputs are not shown
Entrées S, A et B et sorties F omis volontairement

14/14 TTL - VIII
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SF.C 4182 E
LOOK AHEAD CARRY GENERATORS

GENERATEURS DE REPORT ACCELERE

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PR!NC!PALES

Fan-out
Sortance

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc ( V )
Package
Boî tierType High State

Etat haut
Low state
Etat bas

Max.Min.

2Cn
20105,25 5,5 V4,750°C, + 70°CSF.C 4182 E MP-117 P3 3

P2 4
20105,25 5,5 V—25°C, + 85°C 4,75SF.C 4182 ET MP-117

P0,P1,G3 5
G0.G2 8205,5 V 10-55°C, + 125°C 5,54,5SF.C 4182 EM MP-117

G1 10

— Technology of high speed TTL
— Using in conjunction with ULA SF.C 4181
— Input clamping diodes
— Compatibility TTLN/TTLH

— Technologie de TTL rapide

— Utilisation avec ULA SF.C 4181

— Entrées avec diodes d'écrétage

- Compatibilité TTLN/TTLH

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The monolithic integrated circuit SF.C 4182 is a
high speed, look-ahead carry generator.
Used in conjunction with a group of adders (ULA
SF.C 4181), it is capable of anticipating the look-
ahead carry with a typical delay time of
Cascading is possible to perform full look-ahead
carry on very long binary words (see typical ap-
plications of SF.C 4181).
The device SF.C 4182 is made in high speed TTL
technology, this permits to minimize delay times.
Inputs are diode-clamped to reduce transmission-
line effects.

Le circuit intégré monolithique SF.C 4182 est un générateur
de report accéléré.
Il est destiné à être utiliser avec un groupe de 4 additionneur
(ULA SF.C 4181) pour lesquels il élabore le report accéléré
(anticipé) avec un temps propagation typique de 13 ns.
La mise en cascade de plusieurs SF.C 4182 est prévu pour
anticiper le report avec les mots binaires de très grande lon-
gueur (voir les applications typiques de SF.C 4181).
La technologie de TTL rapide minimise des temps de propaga-
tion.
Les diodes d'écrétage d'entrée réduisent les’réflexions sur les
lignes de transmission.

13 ns.

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE PIN DESIGNATIONS

DESIGNATIONS DE BROCHEPackage MP-117
Outputs
Sorties

^
A

VCC P2 G2 Cn^n+xCn+yG Cn+Z\

Top view
Vue de dessus Désignation

Désignation
Pin nos
Sortie nos

Function
Fonction

BoîtierInputs
Entrées Carry generate inputs

Entrées report généréG0, G1, G2, G3 3, 1, 14, 5

Carry propagate inputs
Entrées report propagéPO, P1,P2, P3 4, 2, 15, 6— 16 14 13 12 11 10 9 —

Carry input
Entrée report initia!Cn 13

Carry outputs
Sorties report

Cn+x. Cn+y. Cri+z 12, 11, 9

Carry generate output
Sortie report généréG 10
Carry propagate output
Sortie report propagé7PD-Eh2 3 4 5 6

Supply voltage
Tension d'alimentation\G1 P1 G0 PO G3 P3 / P GND V 16CC

V Ground
Masse

Inputs
Entrées

Output
Sortie GND 8

74 - 4 1/ 7TTL - VIII
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SF.C 4182 E

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

o p

o G

P3 o

G3 »

)

o Cn+Z

P2 o

G2 o

)
Cn+yo

P1 o

G 1 o-

n+ x
PO o

GO o

Cn » o
Logic équations :
Equations logiques : Cn+x “ ^0 + PO Cn

Cn+y = G1 + P1 GO + P 1 PO Cn
Cn+Z = G2 + P2 G1 + P2 P 1 GO + P2 P1 PO Cn
G = G3 + P3 G2 + P3 P2 G1 + P3 P2 P1 GO

P = P3 P2 P1 PO

2/7 T T L - V I I I
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SF.C 4182 E

FUNCTIONAL TESTS
TESTS FONCTIONNELS

VO CCmin

P3
G 3V m = 2 V O

«1 P 2
*1PG 2-Q «J

~.g>

|1
-O 0;ro a

SS
£ 2

Measurement
System

Système de
mesure

GP 1
G 1 cn+z

PO cn+y

GO cn+x
11 11V|L =0,8 V 0

Cn

SB

TEST TABLE
TABLE DE TEST

INPUTS - ENTREES OUTPUTS - SORTIES

G3 C ^n+y Cn+xP2 P1 P GCnP3 G2 G1 PO GO n+z

H H H H H H H H L H H L L L

H H H H H H H H H H H L L L

L H L H L H L H L L H L L L
L H L H L H L H H L H H H H
H L H L H L H L L H L H H H

L H L H L H L L L L L H H H
H H H H H H H L L H H L L H
L H L H L L H H L H L H H L
H H H H H L H H L H H L H L
L H L L H H H H L H L H L L
H H H L H H H H L H H H L L
L L H H H H H H L H L L L L
H L H H H H H H L H L L L L
L L L L L L L L L L L H H H

Notes :
flnput or output at high logic level
[ Entrée ou sortie à l'état haut

Hnput or output at low logic level
[ Entrée ou sortie à l'état bas

H

L

TTL - VIII 3/7
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SF.C 4182 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified ).Dans toute la gammede température ambiante de fonctionnement (sauf indicationscontraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

VALUES*
VALEURS

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut VCCmin

V|H = 2 V
V|L = 0,8 V
at low level on
output
à l'état bas en
sortie

OL = 16 mA
at high level on
output
à l'état haut en
sortie

IQI_J = —0,8 mA

^IHmin 2 V

Maximum low level input voltage
Tension maximale d’entrée permise à l'état bas V 0,8 VILmax

See test tables
Voir tables de test

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l’état bas ^OLmax 0,4 V

A- BMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQ\_max

OLmax
O (Lmax ) V O L <0'4 VI16 mA/

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut VOHmin 2,4 V

IMinimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VQHmjn

OHmin
O (Hmin) VOH >2,4 V—0,8 mA/

Cn 80 pA
P3 120 pAMaximum input current

at VoHmin
Coûtant maximal d'entrée
à vOHmin

160 pA ^CCmax
V , = 2,4 V

P2 IHmin
/ (Hmin ) 11H ^ 1 IHmin C/PO, P1, G3 200 pA

G0, G2 360 pA
G1 400 pA

VCCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at VHmax
Courant maximal d'entrée à V /-imax

IHmax
/ (Hmax ) I|H < 1 mA C/

Cn -3,2 mA
P3 -4,8 mAMaximum input current

at VoLmax
Courant maximal d'entrée
4 ^OLmax

VP2 -6,4 mA H ,L I < II CCmax
V, = 0,4 V

ILmax
/ (Lmax )

I Lmax CPO, PI, G3 I —8 mA
GO, G2 -14,4 mA

-16 mAG1

^CCmaxvo = ° v
40<|IQI<100

(mA )

Short-circuit output current
Courant de sortie en court -circuit typ. —60 mA DOS

VCCminMaximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

V = —12 mAtyp . — 1 V |V ) Li < 1,5 VIL I
w 25°c

typ. 27 mA ECCH

Supply current
Courant d'alimentation SF.C 4182 E,ET ^CCmax < 72 mACCL

I typ. 45 mA FCCL
< 65 mASF.C 4182 EM CCL

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25° C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tamfJ=25°C
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SF.C 4182 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

TEST TABLE
TABLE DE TEST

Figure A : V |H, V|L, V0H? Vcc
Apply
AppliquerTested output

Sortie testée
V PP3IH

VV ILIHO G3
P2 G Oci P3, P2, P1P PO

IOHG2-Q OJ
ro Ta
*-* a11
S C,

cn

V P2, P1^
G2

G1, GO
IL P3, G3Gcn+zP1O

P2, PI, PO
G1, GO

G1 G2, CnCn+z8Cn+yPO O
G1, CnP1, PO, GOCn+yGO

VOHCn+xCn PO GO, CnCn+x

Inputs not otherwise specified are connected
MS MS toground

Entrées non spécifiées sont connectées à la masse

TEST TABLE
TABLE DE TEST

Figure B? vcc
Apply
AppliquerTested output

Sortie testée
P3 P

V VV G3 IH ILIH
P2 G O P3, P2, PI, POP

Ç S
-Q Q)

tT3 T3

S -s»
-Q

% a
siCO

’OLG2
P3iP2_i_P1i_G2

G1, PO, GOG G3Cn+zP1
i i

G1V P1, G1, PO, GOP2, G2, CnCn+zIL
PO Cn+yO O

PI, G1, Cn PO, GOCn+yGO
VCn+xCn OL PO, GO, CnCn+x

Inputs not otherwise specified are connected
SB SB t0 9r°und

Entrées non spécifiées sont connectées à la masse

TEST TABLE
TABLE DE TEST

FigureC : l ) H, l|(_

Conditions on other
inputs for l|^Conditions sur les autres
entrées pour l / H

Conditions on other
inputs for l|L

Conditions sur les autres
entrées pour I^

4,5 V
O P3 P Apply V|

1IH' 'ILAppliquer V . mesure
/ /
IH’ IL

measure
G3
P2 G Apply

Appliquer
Apply
AppliquerIH ° -s G2

II2 4,5 V GND 4,5 V GNDAny P _
Chaque P

or Cn
ou Cn

av,O Cn+zP1«2
eu 2 9- 5oo Ail other

inputs
Toutes les
autres entrées

Ail other
inputs

Toutes les
autres entrées

G1'IL Q}
C C5

CO ^ PO Cn+y
GO Ail other

inputs
Toutes les
autres entrées

Ail other
inputs

Toutes les
autres entrées

Any G _
Chaque G

Cn Cn+x CnCn

SB Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

T T L - V I I I 5/7
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SF.C 4182 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

TEST TABLE
TABLE DE TEST

Figure D - IQ^rçc
Apply
Appliquer

4,5 V
Tested output
Sortie testée

O P3 P
4,5 V GNDG3

Ail other inputs
Toutes les autres

entrées
P2 G O P P3, P2, PI. PO
G2-Q «J

(TJ TJ

So
2 2

OS Ail other inputs
Toutes les autres

entrées
Cn+zP1 CnG

G1

*1 Ail other inputs
Toutes les autres

entrées

Cn+yPO Cn+zO Cn
GO

Ail other inputs
Toutes les autres

entrées

Cn Cn+x Cn+y Cn

Ail other inputs
Toutes les autres

entrées
WM. Cn+x Cn

Vcc CCH

4,5 V O P3T P
G3
P2 G
G2

Open
Ouvert

Cn+zPI
G1
PO Cp+y

GO
Cn Cn+x

Figure E I CCH

îlVCC ICCL

PP3
G3

GP2
G2

OpenCn+zP1 Ouvert
4,5 V O G1

Cn+yPO
GO

Cn+xCn

Figure F — ICCL

6/7 TTL - V I I I
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SF.C 4182 E

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES V C C = 5 Vt a m b = + 2 5 ° C

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

FIG .TYP. MAX .MIN.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signaI de sortie

lPLH G17 ns11 nsLoads
Charges

CL = 15 pF
R, = 400 o

Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signal de sortie

G15 ns 22 nst LPHL

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Input
Entrée »/

4,5 V P3 V

O O

Outputs
Sorties

xN
+ + +

P G o o o
O O O O O

cc
o
'

fl
Puise

Generatoc
(see note 1 )
Générateur (•?
d'impulsion
(voir note 1 )

R, = 400 0I L1N 3064
P3 P I
G3 Ii 1N 3064CL = 15 pFIP2 G * • I

Loatl circuit 1
Circuit de charge 1

G2 SB !• -

i JCn+ zP1 •n

G1i ~\
i ILoad circuit 2

(same as load circuit 1)
Circuit de charge 2
( identique au circuit 11 \PO Cn+y'Puise

Generator.
( see note 1 )
Générateur
d’impulsion
(voir note 1 )

G0 JL

Cn+ xCn l ILoad circuit 3
(same as load circuit 1 )

Circuit de charge 3
( identique au circuit 11 I

l JL

^n I iLoad circuit 4
( same as load circuit 1 )

Circuit de charge 4
( identique au circuit 1 ) IINote 1 : The puise generator has the following

characteristics :
Le générateur d’impulsion a les caractéris-
tiques suivantes :
f = 1 MHz, Z =50 O,^ =500 ns

JL

r 1
I Load circuit 5

(same as load circuit 1)
Circuit de charge 5
(identique au circuit 1 ) |

I
H
I

-1

SIGNAL'S WAVEFORMS
FORMES D’ONDE DES SIGNAUX

< 7 ns< 7 ns
t-ïI l ! 3 V90 %-hInput

Entrée
Cn OR P3

I tw 1,5 VI-

10 % -I- 0 VI lXPLH VHLI
I VT OH/Output

Sortie _

Cn+x. Cn+y, Cn+z, S, OR P

J
- 1,5 V

VOL

Figure G

TTL - V l l l 7/7
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TTLSTANDARD
STANDARD TTL

Memories, registers
Mémoires,registres
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SF.C 475 E
4-BIT BISTABLE LATCHES

QUADRUPLES BISTABLES DE STOCKAGE

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINC!PALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc <v> Input
loading factor

Facteur de charge
d’entrée

Package
BoîtierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Min. Max.

SF.C 475 E MP-117 0°C, + 70°C

-25°C, + 85°C

—55°C, + 125°C

-55°C, + 125°C

4,75 5,25 5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V

10 20 D inputs
Entrées D

2
SF.C 475 ET MP-117 4,75 5,25 10 20

Clock
inputs
Entrées
d'horloge

SF.C 475 EM MP-117 4,5 5,5 10 20
4

SF.C 475 KM MP-117 4,5 5,5 10 20

— Digital computer Systems

— Data handling Systems

— Control Systems

— Calculateurs digitaux

— Mémoires tampon

— Dispositifs de contrôle

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 475 is a quadruple bistable latch with com-
plementary Q and Q outputs. The Q output will
follow the data input as long as the clock remains
high. When the clock goes low, the information
that was présent at the data input at the time the
transition occurred, is retained until the clock is
permitted to go high.

Le SF.C 475 est une quadruple bascule à sorties complé-

mentaires Q et Q. La sortie Q suit l'information présente

en D, tant que l'horloge est haute. Quand l'horloge passe
au niveau bas, l'information présente en D, au moment de
la transition, est maintenue jusqu'à ce que l'horloge rede-
vienne haute.

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Package MP-117
Boîtier

Top view
Vue de dessus Truth table (each latch)

Table de vérité (par bascule)Clock
Horloge

Xn *n + 1

D Q Q

H H L

L L H

iHD-E 7 8 —2 3 Bit time before clock puise
Temps antérieur à la transition d'horloge

Bit time after clock puise
Temps postérieur à la transition d'horloge

xu
2D 3 4 V

Clock
Horloge

1Q 1D CC 3D 4D 4Q tn+'\

TTL - IX 74 -6 1/6
THOMSON - CSF
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SF.C 475 E

SCHEMATIC (EACH LATCH)
SCHEMA ELECTRIQUE DE CHAQUE BASCULE

°VCC^2,5 kn ^4 kn ^4 kn^1,6 kn ^^1,6 kn ^^4 kn130 n 4 kn 4 kn 130 n

O-^ri fp—O
Q O O Q

^1 kn —< ,

^ ^1 kn 1 knA

OGND

X
To other latch
Vers bascule suivante

ÔÔ
Clock Data

Entrée DHorloge

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM (EACH LATCH)
SCHEMA FONCTIONNEL DE CHAQUE BASCULE

Truth table (each latch)
Table de vérité (par bascule )

tn + 1
To other
latch

Q a O Q

QD Q
Vers bascule
suivante

H H L

L L H

Bit time before clock puise
Temps antérieur à la transition d'horloge

Bit time after clock puise
Temps postérieur à la transition d'horloge

lnÔ
Clock
Horloge

Data
Entrée D

tn+1

2/6 T T L - I X
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SF.C 475 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute tagamme de température ambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

VALUES*
VALEURS

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

VCCmin
V, = 2 V

= 16 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantfe en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V VQ <0,4 V

'oMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQi_max

OLmax
O (Lmax ) 16 mA/

A,B
Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

VCCmin
V, = 0,8 V

= -0,8 mA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut VOHmin VQ >2,4 V2,4 V

’oIMinimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VQHmin

OHmin
O (Hmin) —0,8 mA

Maximum input current at VoLmax.
D input
Courant maximal d'entrée à VoLmax>
entrée D

IILmax
/ (Lmax) -3,2 mAI 11,(0) ! <3,2 mA

Maximum input current at VoLmax,
T clock input
Courant maximal d'entrée à VoLmax*entrée horloge T

hLmax
(Lmax) |I, (T) | <6,4 mA—6,4 mA

Maximum input current at VoHmin.
D input
Courant maximal d'entrée à VQ/-/mjn,
entrée D

I IHmin
/ (Hmin) ^CCmax 11 (D) <80 pA80pA C/

Maximum input current at VoHmin/T clock input
Courant maximal d'entrée à VQHmin
entrée horloge T

IIHmin
>! (Hmin) 160 pA 11(T) <160 pA

Maximum input current at VoHmax,ail over inputs
Courant maximal d'entrée à VQH
sur toutes entrées

hHrnax
Il (Hmax) < 1 mA1 mA I Imax>

SF.C 475 E-ET 18 mA<| IQ|<57 mA
Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit SF.C 475 EM

VCCmaxtyp. —35 mAOS D
20 mA<| l0l<57 mAKM

< 53 mASF.C 475 E-ET
Supply current per package
Courant d'alimentation par boîtier gp Q 475 EM ^CCmaxtyp. 32 mA ECC

cc < 46 mAKM

VCCmin
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

=-12 mAV IV,| < 1,5 Vtyp. —1 VIL I
w 25°c

* Ail typical values are -at Vcc= 5 V, tamb=25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à ram£=25°C

T T L - I X 3/6
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SF.C 475 E

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES *amb = +2^ 0 C V C C = 5 V N = 1 0

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX. FIG.

Minimum logical "1" level input set-up
time at D input
Temps minimal de pré-établissement du niveau
logique"1" à l'entrée D

CL = 15 pF

RL = 400 £2
"1"t 7 ns 20 ns Fset up

Minimum logical ”0" level input set-up
time at D input
Temps minimal de pré-établissement du niveau
logique"O" à l'entrée D

CL = 15 pF

RL = 400 El
" Q"t 14 ns F20 nsset up

Maximum logical ”1" level input hold
time required at D input
Temps maximal de maintien du niveau logique
"1" à l'entrée D

CL = 15 pF

RL = 400 El^old"1" 0 ns -15ns F

Maximum logical "0" level input hold
time required at D input
Temps maximal de maintien du niveau logique
"0" à l'entrée D

CL = 15 pF

RL = 400 ElViold"0" 0 ns —6 ns F

Propagation delay time to high level from D
input to Q output
Temps de propagation de D à la croissance du
signa! en O

CL = 15 pF

RL = 400 EI
tpLH (D-Q) 16 ns 30 ns F

Propagation delay time to low level from D
input to Q output
Temps de propagation de D à ta décroissance du
signa! en Q

CL = 15 pF

RL = 400 El
tpHL <D Q) 14 ns 25 ns F

Propagation delay time to high level from D
input to Q output
Temps de propagation de D à la croissance du
signa/ en Q

CL = 15 pF

RL = 400 El
tpLH (D-Q) 24 ns 40 ns F

Propagation delay time to low level from D
input to Q output
Temps depropagation de D à la décroissance du
signa! en Q

CL = 15 pF

RL = 400 EltPHL(D'Q) F7 ns 15 ns

Propagation delay time to high level from T
input to Q output
Temps de propagation de T à la croissance du
signa/ en Q

CL = 15 pF
R|_ = 400 El

tpLH (T-Q)
16 ns 30 ns F

Propagation delay time to low level from T
to Q output
Temps de propagation de T à la décroissance du
signa! en Q

CL = 15 pF

RL = 400 El
tpHL(T-Q) 7 ns 15 ns F

Proîpagation delay time to high level from T
Q output CL = 15 pF

RL = 400 El
to tpLH (T-Q) F16 ns 30 nsTemps de propagation de T à ta croissance du
signa/ en Q

Projpagation delay
Q output

time to low level from T
CL = 15 pF

RL = 400 El
to tpHLlT-O) F7 ns 15 nsTemps depropagation de T à la décroissance du
signa/ en Q

4/6 T T L - I X
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TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

V Vcc cc

1 ?
I IOHmin OLmax^IHminO— VILmaxO—QD D Qt h

^OLrnax^OHmin I JOLmax OHmin||Clock pr
Horloge U

Clock pci
Horloge ^2 VO— 2 VO—t J

^OLmax ^OHminI I
» »

1.— Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Figure A

1 — Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Figure B

V VCC cc

1 1
4,5 VO—D Q DSee

notes
Voir
notes

Seei SeeIH Open
Ouvertes

V I O note 1
Voir
note 1

note 2
Voir
note 2ILmax Clock QHorloge

Clock QHorloge 'os

SR SR SR
1 — Each input is tested separately

Chaque entrée est testée séparément
2 — When testing 11H at D,ground clock

Pour mesurer / //y en D,mettre l'horloge à la masse
3 — When testing l|H at clock,ground ail D inputs

Pour mesurer / //-/ en T,mettre toutes les entrées D à la masse

1 - Input conditions are in accordance with truth table
(depending on output under test)

Les conditions d'entrée vérifient la table de vérité (fonction
de la sortie à tester)

2 — Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Figure DFigure C

VCC

ilCC

QD
Open
Ouvertes

Clock p:
Horloge U

1 — Ail latches are tested simultaneously
Toutes les bascules sont testées simultanément

Figure E

TTL - IX 5/6



SF.C 475 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCC Outputs _
Q O Sorties O Q

Inputs
D O EntréesQ Clock

Horloge
O

RL400 n 400 nPuise generator A
(see note 1)
Générateur
d'impulsion A

HQD

1N 3064

1N 3064

1N 3064
Clock
Horloge •—Q

Puise generator B
( see note 1)
Générateur
d'impulsion B

CL

W w

^LH ^HL

4- 1 MS1 MS
l3 V - -

* A
90 %

1,5 VD
l 10 %

0 I hold "1"|-—i hold "0"
set-up ”1" set-up "O"

500 ns !3 V

/ 1̂ —500 ns-iU\

90 %
-I1.5 VT - 10 %

l0
VLH VLHtPHL(T'Q)

tI
tPLH(D-Q)

\7 I
1,5 V- — -j-Q 7- tpHLT~Q)

»N+
(T-Q).trPLH 7I _ _l1,5 V -A-Q . (T-Q) ĵ

U-,PHLID-Q)-^
lPHL

t
U-.PLHCD-OI

Note 1 The puise generators hâve the following characteristics T tjj_H =tTHL < 10 ns
Les générateurs d'impulsion ont les caractéristiques suivantes

Positions of T and D input puise are varied with respect to each other to verify set-up and hold times
Les positions relatives de T et D sont changées pour vérifier les temps de set-up et hold.

tTLH =tTHL < 10 ns

Figure F

6/6 T T L - I X
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SF.C 481 E
16 BIT ACTIVE-ELEMENT MEMORIES

MEMOIRES A LECTURE ECRITURE 16 BITS

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Output
current

low State
Courant
de sortie
état bas

Output*voltage
Tension

de sortie

VCC < V > Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Min. Max.

SF.C 481 E TO-116 5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V

0°C, + 70°C

—25°C, + 85°C

—55°C, + 125°C

-55°C, + 125°C

4,75 5,25 5,5 V 40 mA
SF.C 481 ET TO-116 4,75 5,25 5,5 V 20 mA Ail

inputs
Toutes
entrées

SF.C 481 EM TO-116 14,5 5,5 5,5 V 20 mA
SF.C 481 KM TO-116 4,5 5,5 5,5 V

5,5 V

20 mA
SF.C 481 PM TO-85 —55°C, +125°C 4,5 5,5 5,5 V 20 mA

*Maximum voltage which should be applied to any output when it is in the off State.
Tension maximale qui peut être appliquée sur les sorties à l'état bloqué.

— The 16 bit active element memories is a"scratch-pad"
memory with direct-address and non-destructive read — La mémoire active à 16 bits est une mémoire ''bloc-note'' à

adressage direct et lecture non destructiveout

— Sensing propagation delay time =20 ns

— Average power dissipation =275 mW

— Open collector outputs

— Both data and data compléments are available at one
and the same time

— Width of write puise = 25 ns

— Address lines input set-up time =0 ns

— Compatible DTL/TTL

— Temps de lecture =20 ns

— Consommation moyenne =275 mW

— Sorties à collecteur ouvert

— L'information et son complément sont disponibles simulta-
nément

— Largeur de l'impulsion d'écriture =25 ns

— Temps de préétablissement de l'adressage =0 ns

— Compatible DTL /TTL

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-116
Boîtier

Package TO-85
Boîtier

4X E1 S1 S0 GND E0 4Y 4X E1 S1 S0 GND E0 4Y
14 13 12 11 10 9 89 8 —10

3—EH4 5

3X 2X 1X VCC 1Y 2Y 3Y

TTL - IX 74 - 6 1/10THOMSON - CSF
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SF.C 481 E

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

Thememory iscomposed of 16 flips-flops
arrangée! in a 4-by-4 matrix. Each flip-
flop represents one bit. Four X-address
lines permit the address of one bit at a
time.
Each third-emitter of the transistor is
connected to write-sense amplifiers with
a common data bus. A bit location is
resulting by supplying a high level to
the two address lines coinciding at the
desired location.
La mémoire est formée de 16 bascules disposées
selon une matrice de 4 par 4. Chaque bascule
représente un bit. Quatre lignes d'adresse X et

quatre lignes d'adresse Y permettent de sélec-
tionner un bit à la fois.
Chacun des troisième émetteurs de chaque

transistor est relié aux circuits d'écriture et de
lecture par une ligne d'interconnexion commune
à tous les points mémoires. L'adressage d'un
bit se fait en appliquant un niveau haut aux deux
lignesd'adresse correspondant à l'adresse du bit
désiré.

16 flip-flops MEMORY CELLS
POINTS MEMOIRESvcc— - r i 16 bascules

L7

Xi Yj

ovCC
% SENSE AMPLIFIERS

<
’ T I f c i AMPLIFICATEURS DE

, , ' LECTURE

VCC.o

H M
H44 S1so

% %% n % i
mm BMI

VCC Vcc
EO E1

WRITE AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS
D'ECRITURE

%

LOGIC DIAGRAM
DIAGRAMME LOGIQUE

Unused address lines are held at a low
level. In the addressed flip-flop, the cur-
rent in the conducting transistor drives
the appropriate sense amplifier which
drops from a high level to a low level.

Writing a new information in the addres-
sed flip-flop is accomplished with a high
level to the appropriate inputs. The me-
mory cannot be used to provide sensing
while Write amplifiers are activated.

Write 0 Write 1
Ecriture 0 Ecriture 1

EO E1
V

'\p\ ô\\ 1 0

4X

o\K J
\
\\

3X
Les adresses non utilisées sont maintenues au
niveau bas. Dans la bascule adressée, le courant

sortant du transistor conducteur sollicite l'un

des deux amplificateurs de sortie 0 ou de sortie
1. La sortie de l'amplificateur sollicité passe
du niveau haut au niveau bas.

>V\ 0\i\ l

\
\

2X

0I

SO S1
Sense 0 Sense 1
Sortie 0 Sortie 1

On écrit une nouvelle information dans la
bascule adresséeL avec un niveau haut sur
l'entrée d'écriture appropriée. La mémoire rte

peut être utilisée en lecture quand on effectue
une opération d'écriture.

1X
3Y2Y 4Y1Y

2/10 T T L - I X
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SF.C 481 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

Input voltage required at X and Y address
Unes to ensure writing or sensing
Tension minimale sur X et Y garantissant
l'écriture ou ta lecture

VCCmin
VI( X,Y)
VI(E)

^IHmin
( X,Y) 2,1 V = 2,1 V

= 2 V

A0 = 40 mA V0 < 0,4 V
(E,P)

Input voltage required at E0 or E1 inputs
to ensure writing
Tension minimale sur EO et E1 garantissant
l'écriture

O
^IHmin (ET,EV) = 20 mA

(EM,PM)
2 V

(E)

VCCmin
* 0 = 40 mAInput voltage required at X et Y address

lines to prevent writing
Tension maximale sur X et Y garantissant la
non-écriture

VE (E,P)
VQ < 0,4 V BILmax

( X,Y)
0,8 V

O
(ET,EV) = 20 mA
(EM,PM)

Input voltage required at X and Y address
lines to prevent sensing
Tension maximale sur X et Y garantissant la non-
lecture

VS VCCmin
VQ = 5,5 VUmax

( X,Y)
IQ < 0,25 mA C1 V

VCCmin
0 = 40 mAInput voltage required at E0 or E1 to

prevent writing
Tension maximale sur E0 ou El garantissant la
non-écriture

^ILmax (E,P) VQ < 0,4 V1 V A
(E) O

(ET,EV) = 20 mA
(EM,PM)

^CCmin
VQ = 5,5 VMinimum high level output voltage

Tension minimale garantie en sortie à l’état haut ^OHmin IQ < 0,25 mA • C5,5 V

VCCmin
IQ = 40 mA

A
(E,P)Maximum low level output voltage

Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax V0 < 0,4 V0,4 V
0

(ET,EV) = 20 mA
(EM,PM)

B

T T L - I X 3/10
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SF.C 481 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagamme de température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

Maximum input current at VoLmax at write
1 and write 0
Courant maximal d'entrée sur EO et E1 à VQi_max

^CCmax'IL <; 1,6 mA—1,6 mA DI= 0,4 VVl(E )

^CCmaxMaximum input current at VoLmax ail X or
Y address lines
Courant maximal d'entrée sur X et Y à VQ[_ max

IL II, ! < 11 mA E-11 mA Vl = 0,4 V( X,Y )

IHmin
/ (Hmin)

I , < 40 /iAV. = 2,4 V40 pA I/Maximum input current at VoHmin and 5 5 V
at write 1 and write 0
Courant maximal d'entrée sur EO et E ! à VnHmin et
à 5,5 V

F

I V. = 5,5 V < 1 mA1 mAIR I

' lH V = 2,4 V I. < 320 pA320 juAMaximum input current at VoHmin ar|d 5,5 V
at each X and each Y address lines
Courant maximal sur X et Y à VQHmin et & 5,5 Y

I
F

Vl = 5,5 V I, < 3 mA11 R 3 mA

VCCmax= E'
p lcc < 91 mA

Supply current
Courant d'alimentation *’cc 55 mA G

(ET,EV)
(EM,PM) IQQ ^ 78 mA^CCmax"

*Typical values at tamb =25°C, VQC = 5,25 V
Valeurs typiques à

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb - 2600 V C C = 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. FIG.MAX.

Write recovery time twr
Temps de recouvrement après écriture

tPHL C = 15 pF H60 ns(E )

Propagation delay time high to low level
from address-line inputs to outputs tpHL
Temps de propagation vers le niveau bas en
sortie à la lecture

C = 15 pF 45 ns

'PHL X1 - Y1
Location address
Point mémoire
adressé

I(L)
C = 200 pF 55 ns

Propagation delay time low to high level
from address-line inputs to outputs tpi_H
Temps de propagation vers le niveau haut en
sortie après la lecture

C = 15 pF 25 ns H

VLH
C = 200 pF 35 ns I

4/10 TTL - IX
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SF.C 481 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Test
Test4,5 V4,5 V

2, IV 2,1 V v— IHmin( X,Y)Generator A
Générateur o— 2 *

eu 'i;

Generator A
Générateur

L_ 0 V
— — -V1Y2Y3Y4Y 2 V

IHmin(E)co2 a

(8 S

soIX O
Generator j3
Générateur

2X 0 V
SI3X V 4,5 VO4X EO E1Generator B

Générateur °—
Generator C
Générateur

— CO «o _
<D II I J 1 V ^lLmax (E)

Generator C_
Générateurll.

— EachX ,Y address is tested separately by applying puise A to each. Ail unused address lines are grounded.
Chaque adresse X ,Y est testée séparément en lui appliquant le générateur A. Toutes les autres adresses sont à la masse.

— E0(and SO;is tested separately (16 tests). Apply puise B to EO,puise C to E1 and measure VQ atSO.
Unused output is open.
EO (et SOI est testée séparément (16 tests). On applique le générateur B à EO, le générateur C à E 1, et on mesure VQ
sur SO. L "autre sortie est ouverte.

— E1 (and S1) is tested separately ( 16 tests). Apply puise B to E1, puise C to EO, and measure Vo at S1.
Unused output is open.
E1 (et SJ ) est testée séparément (16 tests). On applique le générateur B à E1, le générateur C à EO, et on mesure VQ
sur S1 L'autre sortie est ouverte.

NOTE 1

NOTE 2

NOTE 3

Figure A

Test
Test

4,5 V 4,5 V 4,5 V
t

!Generator A
Générateur°— VE0,8 VCO CO<D Qj-4-*ê S

- ILmax( X,Y)Generator A
Générateur — 4,5 V — 0 V1Y2Y3Y4YI I </) CO OSO1X

Generator B
Générateur

2X 0 VI IJT S13X 4,5 VV4X EO E1 O
Generator B r ï S -,
Générateur 0 £ $
Generator C ^Générateur°— ^ -Ç

mT

Generator C_
Générateur 0 V

— EachX ,Y address is tested separately by applying puise A to each. Ail unused address lines are grounded.
Chaque adresse X ,Y est testée séparément en lui appliquant le générateur A. Toutes les autres adresses sont à la masse.

— EO (and SO) is tested separately (16 tests). Apply puise B to EO, puise C to E1 and measure Vo at SO.
Unused output is open.
E0(et SO) est testée séparément (16 tests). On applique le générateur B àEO, le générateur C à El, et on mesure VQ

sur SO. L'autre sortie est ouverte.
— E1(and S1) is tested separately (16 tests). Apply puise B to E1, puise C to EO, and measure Vo at S1.

Unused output is open.
E1 (et Si ) est testée séparément (16 tests). On applique le générateur B à El, le générateur C à EO, et on mesure VQ
sur SI L'autre sortie est ouverte..

NOTE 1

NOTE 2

NOTE 3

Figure B

T T L - I X 5/10
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SF.C 481 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

4,5 V

Generator A
Générateur °— 4,5 V

VSS i
QJ ’i:
0) O

C/5 ^

1Y2Y3Y4Y ll_max ( X,Y)1 V
£ S Generator A_

Générateur 4 5 V
1X so 112X

11X 3X S1 —
V4X 0EO E1 Generator B

Générateur
Generator B
Générateur 0 VmT“ 2 <T

o o
C c

XLSIJ
NOTE 1 — Each X , Y address is tested separately by applying puise A to each. Ail unused address Unes are grounded

Chaque adresse X ,Y est testée séparément en lui appliquant le générateur A. Toutes les autres adresses sont à la masse.
— EO (and SO) is tested separately (16 tests) . Apply puise B to EO ground E1, and measure Vo atSO.Unused output is open.

EO (et SO) es testée séparément (16 tests). On applique le générateur B à EO. El est à la masse,et on mesure VQ SUI SO.L'autre sortie est ouverte.
— E1 (and S1 ) is tested separately (16 tests). Apply puise B to E1,ground EO and measure VQ at S1.Unused output is open.

E 1 (et S1)est testée séparément (16 tests). On applique le générateunB à E1 EO,est à la masse,et on mesure VQ sur SIL'autre sortie est ouverte.

NOTE 2

NOTE 3

Figure C

1Y2Y3Y4Y

1X
2X
3X

EO E1IL(E) r « a nSo
C C.

CO ^ —

Jo-

^Lmaxi

X1-m
NOTE 1 — Each input is tested separately

Chaque entrée est testée séparément

— The other input is grounded
L'autre entrée est à la masse

NOTE 2

Figure D

6/10 T T L - I X

396



SF.C 481 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

4,5 y o—
S S
*-> *-° SC C

111L(X,Y) 1Y2Y3Y4Y
o eu

C/Î ^ 1X^Lmax 2Xm JT 3X
4X EO E1

J.
NOTE 1 — Each X input is tested separately with the other three X inputs grounded and 4,5 V applied to ail Y inputs.

Chaque entrée X est testée séparément avec les trois autres entrées X à la masse et 4,5 V appliqué sur les entrées Y.

NOTE 2 — Each Y input is tested separately with the other three Y inputs grounded and 4,5 V applied to ail X inputs.
Chaque entrée Y est testée séparément avec les trois autres entrées Y à la masse et 4,5 V appliqué sur les entrées X.

Figure E

Vcc ccII
l mo

1Y2Y3Y4Y1Y2Y3Y4Y§ j3Vl êi
CU
<u o

(S) ^

1X 1X
2X 2X
3X 3X
4X EO E1 4X E1 EO

m
Each input is tested separately with ail
unused inputs grounded
Chaque entrée est testée séparément avec
toutes les autres entrées à la masse

Ail inputs are grounded
Toutes les entrées sont à la masse

Figure GFigure F

TTL - IX 7/10

397



SF.C 481 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

H[Load circuit
! Réseau de
I charge

Generator A
Générateur A 9 5 V

120 EL1Y2Y3Y4Y
50 £2 ? I

1X Xso«s c2X 300 EL
3X S1i yGenerator B

Générateur B
L'SYNC 4X E0 E1
r^3

WJ Same load circuit
Réseau de charge identique I

IS O S
’ LO *

SW MS J
Generator C
Générateur C

C includes probe and jig capacitance
La capacité C comprend les capacités de la
sonde et du montage.

XpA 4 3 V
Address
Adresse
Generator
Générateur
Write
Ecriture
Generator
Générateur

Generator
Générateur
Sense
Sortie

1X1Y -1,5 V
0 V
' 3 V

i
1,5 V
0 V

Set-up time
Q ^set -up Temps de préétablissement 0 V Write

EcritureSO
1

tPHL ( L) !
- 1,5 V

I ttPHL(E ) PLH

3 V
- 1,5 V

- 0 V— E0 Write

Address
Adresse
Generator
Générateur
Generator
Générateur

0. VB
t-tpc -H Ecriture

3 V
Write
Ecriture
Gçnerator
Générateur
Sense
Sortie

— 1,5 V
0 V___ __ Set-up time

tset-up Temps de préétablissement !
.

— 1,5 V

VLHtPHL(L) _ jtPHL(E) J

Figure I
The puise generators hâve the following characteristics :
Les impulsions des générateurs ont les caractéristiques suivantes :

Risetime =
Temps de montée =

10 ns
Temps de descente = 10 ns
Fall time

For the generator A :
Pour le générateur A
For the generators B and C:
Pour les générateurs B et C

= 0 à 10 ns = 100 ns fA = 2 MHzVA^et-up

=25 ns fB = fc =1 MHzVB
_

tpC

8/10 T T L - I X
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SF.C 481 E

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

TYPICAL ADDRESS LINE THRESHOLD
TO PREVENT OR INSURE WRITING
VARIATIONS TYPIQUES DES SEUILS
D'ADRESSE POUR EVITER OU ASSURER
L'ECRITURE

TYPICAL ADDRESS LINE THRESHOLD
TO PREVENT OR INSURE SENSING
VARIATIONS TYPIQUES DES SEUILS
D'ADRESSE POUR EVITER OU ASSURER
LA LECTURE

Volts
Volts

Volts
Volts VCC = 4,75 V

Minimum voltage to -
insure sensing
Tension minimale pour .
assurer la lecture

VCC = 4,75 V
22

Minimum voltage to .
insure writing
Tension minimale pour
assurer l'écriture

1,5 1,5/ /
/ _Maximum voltage to

prevent sensing
Tension maximale pour
éviter ta lecture

Maximum voltage to
prevent writing
Tension maximale pour
éviter l'écriture

1 1

0,5

12570 0 25 700 25 125-55-55

Température °C
Température

Température °C
Température

TYPICAL WRITE THRESHOLD TO
PREVENT OR INSURE WRITING
VARIATIONS TYPIQUES, DES SEUILS
D'ECRITURE POUR EVITER OU
ASSURER L'ECRITURE

Volts
Volts VCC =4,75 V

2 l
Minimum voltage to
insure writing
Tension minimale pour
assurer l'écriture

71,5

Maximum voltage to
. prevent writing

Tension maximale pour
éviter l'écriture1

12570-55 0 25
Température °C
Température

T T L - I X 9/10
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SF.C 481 E

TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES

N bits
4YO
3YO-
2YO i b

1YoAddress
Adresse

4X0 4 b

3X0 4 b 4 -
2X0 4 b—4 I4 y- 4 b4 b

1X 0- —^ -é-

I
II

I I

Write
Ecriture

Sense
Sortie

16 words of n bits parailel memory
Mémoire de 16 mots de n bits

1Y2Y3Y4Y
9 9 9 9

5Y6Y7Y8Y
9 9 9 9

o 8X4 b 4 b

o 7X< b 4 b 4 b

O Q X4 b 4 I ( h 4 b

°5X-O O—< 4 b

o4X4 > O- 4 >—
o3X4 b

02X4 b

— & °1X

Write
Ecriture

Sense:

Sortie

64 bits memory
Mémoire de 64 mots de 1 bit

10/10 T T L - I X
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SF.C 495 AE

4-BIT RIGHT SHIFT LEFT SHIFT REGISTERS
REGISTRES A DECALAGE DROITE, DECALAGE GAUCHE 4 BITS

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
SortanceOperating free-air

température range
Gamme de température

ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

vcc (V)
Package
Boî tierType Low state

Etat bas
High State
Etat hautMin. Max.

Ail inputs
except mo-
de control
Toutes entrées
sauf contrôle
de mode

SF.C 495 AE TO-116 0°C, + 70°C 4,75 5,25 5,5 V

5,5 V

10 20
1SF.C 495 AET TO-116 —25°C, + 85°C 204,75 5,25 10

SF.C 495 AEM TO-116 -55°C, + 125°C 204,5 5,5 5,5 V 10

SF.C 495 AKM TO-116 —55°C, +125°C 4,5 5,5 5,5 V

5,5 V

10 20 Mode
control
Contrôle de
mode

2SF.C 495 APM TO-85 —55°C, + 125°C 5,5 10 204,5

— N bit serial to parallel converter

— N bit parallel to serial converter

— N bit storage register

— Conversion de N bits série parallèle

— Conversion de N bits parallèle série

— Registrede stockage de N bits

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 495 A isa TTL monolithic circuit,employing
4 R-S master-slave flip-flops and other gates for either
right-shift or left-shift operation. These operations are
depending upon the logical level to the mode control
input.

Le circuit SF.C 495 A est un circuit TTL monolithique.
H utilise 4 bascules maître-esclave RS et d'autres opérateurs
pour réaliser le décalage à droite ou le décalage à gauche. Ces
2 opérations dépendent du niveau logique de l'entrée contrôle
de mode.

When a low level is applied to this input, the clock 1
is enabled and right-shift operation is performed.

Si un niveau bas est appliqué sur cette entrée, l'horloge 1 est
validée et on réalise alors le décalage à droite.

When a high level is applied to the mode control
input, the clock 2 is enabled and data parallel input?

i(Ai Bi, Ci, Di) are loading the register. In this mode,
left-shift can be accomplished by connecting the
output of each flip-flop to the parallel input of the
previous flip-flop, and serial data is entered at input

Si un niveau haut est appliqué sur l'entrée de contrôle,
l'horloge 2 est validée, et on peut stocker dans le registre
les données des bornes Ai, Bi, Ci, Di. Dans ce mode, le
décalage à gauche est réalisé en reliant la sortie de chaque
bascule à l'entrée parallèle de la bascule précédente, -l'entrée
Di est alors une entrée série.

D.
Le transfert des données se fait lorsque les horloges passent

du niveau haut au niveau basData transfer occurs on the négative transition of the
clock puise.

Diode d'écrétage sur les entrées
Input clamping diodes

Average power dissipation 195 mW

Completely compatible with sériés 54/74 TTL and DTL.

Dissipation moyenne 195 mW

Compatible avec les séries 54/74 TTL et DTL.

T T L - I X 7 4 - 6 1/11
THOMSON - CSF
DIVISION SEMICONDUCTEURS 401



SF.C 495 AE

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES Top views

Vues de dessus

Package TO-116
Boîtier

Clock 1 Clock 2
Horloge 1 Horloge 2
Right Left

^
shift shift

" Décalage Décalage
D à droite à gauche

Oütputs
Sorties

Serial Ai
input
Entrée
série

Di Mode GND
control
Contrôle
de mode

Inputs
Entrées

Package TO-85
Boîtier

Clock 1 Clock 2
Horloge 1 Horloge 2
Right Left
shift shift
Décalage Décalage

D à droite à gauche

Outputs
Sorties

VCC A B
14 13 12

!

Serial
input
Entrée
série

control
Contrôle
de mode

Inputs
Entrées

2/11 T T L - I X
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SF.C 495 AE

FUNCTIONAL BLOC DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

Outputs
Sorties Right shift

Décalage à droite
Clock 1

—oHorloge 1
DCBA

o Clock 2
Horloge 2

Storage/left shift
Stockage décalage à gauche- L— 5 r~s 0

A Clock A Clock
/ \ Horloge / \ Horloge

r- S A ' r~ s
A Clock A Clock
/ \ Horloge / \ Horloge

B

R RRR

Mode control
Contrôle de mode<FrO

Serial input Ai
Entrée série

DiCiBi

Parallel inputs
Entrées parallèles

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

Conditions
ConditionsDesired operation

Opération désirée Clock
Horloge

Data input
Entrée des données

Spécial connections
Connexions spéciales

Mode control
Contrôle de mode

Clock 1
Horloge 1

Serial input
Entrée série

Right-shift
Décalage à droite L

Clock 2
Horloge 2

Storage register
Registre de stockage

Ai,Bi,Ci,DiH

Clock 2
Horloge 2

D to Ci, C to Bi,
B to Ai

Input Dj
Entrée

Left-shift
Décalage à gauche

H

TTL - IX 3/ 11
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SF.C 495 AE

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).Dans toute lagamme de température ambiante de fonctionnement(sauf indicationscontraires).
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

VCCmin
IQ = 16 mA

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas VQ < 0,4 V^ILmax A0,8 V

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V

VCCmin
IQ = -0,8 mA

Minimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQLmax

OLmax
O (Lmax) VQ >2,4 V B/ 16 mA

Minimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VQHmin

OHmin
O (Hmin)

—0,8 mA/

Maximum input current at VoLmax for
any input except mode control
Courant maximal d'entrée à VQi_max pour
toutes les entrées sauf l'entrée contrôle de mode

^CCmax
V, = 0,4 V

ILmax
/ (Lmax ) I I, I <1,6 mA-1,6 mA E/

Maximum input current at VoLmax f°r
mode control
Courant maximal d'entrée à VQi_max pour
l'entrée contrôle de mode

I ^CCmax
V , = 0,4 V

ILmax
/ (Lmax) !li| < 3,2 mA-3,2 mA E/

Maximum input current at VoHmin for
any input except mode control
Courant maximal d'entrée à VQ /^mjn pour
toutes les entrées sauf l'entrée contrôle de mode

I ^CCmax
V, = 2,4 V

.IHmin
/ (Hmin) <40 /iA40 pA F

Maximum input current at VoHmin f°r
mode control
Courant maximal d'entrée à:VQHmjn pour
l'entrée contrôle de mode

I VCCmax
V, = 2,4 V

IHmin
/ (Hmin) I, < 80 pA F80 pA/ I

4/11 T T L - I X
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SF.C 495 AE

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede températureambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES*VALEURS
PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

^CCmax
V , = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V I, <1 mA1 mA FIH

SF.C 495 AE 18 mA<|IQK-57 mA
AETShort-circuit output current

Courant de sortie en court-circuit ^CCmaxtyp. —35 mAOS c
SF.C 495 AEM

AKM,APM 18 mA IQ|<57 mA

SF.C 495 AE Icc ^ 63 mAAETSupply current per package
Courant d'alimentation par boîtier

!CC ^CCmaxtyp. 50 mA D
SF.C 495 AEM

AKM,APM *CC m'ûk

VCCminMaximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse = -12 mAV I IV,| <1,5 Vtyp.-1 VIL I

w 2 5 °c

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES VCC = 5 V^mb + 25 C N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX. FIG.

Maximum shift frequency
Fréquence de décalage maximale

25 36
MHz MHz

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signal de sortie

CL = 15 pF

RL = 400 El*PLH 18 ns 27 ns

G

Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa! de sortie

lPHL 32 ns21 ns

*Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQç=5 V à tamb~25 °C

TTL - IX 5/11
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SF.C 495 AE

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCCmin ^CCmin

11 I OHminOLmaxMode
Mode
Serial
Série

Mode
Mode
Serial
Série

4,5 V Q. 4,5 V ot tA A
V VOHOL

Ai AiB B
^1 Lmax V Notes

Notes
Bi BiNotes

Notes
IHmin

Ci CiC c
Di Di
Clock 1 _
Horloge 1 D
Clock 2
Horloge2

Clock 1
Horloge 1
Clock 2
Horloge2

4,5 VQ 4,5 VQ D

<É>ê Generator A
Générateur A

Generator A
Générateur A

Notes : Notes :

4,5 V4,5 V Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparémentGenerator A

Générateur A
Generator A
Générateur A 0 V0 V

Figure A : Test VQLmax Figure B : Test VoHmin

^CCmax^CCmax

I'ccI 'osMode
Mode
Serial
Série

Mode
Mode
Serial
Série

4,5 V4,5 VQ
A AdET

Ai B Ai B
SSBi BiNotes

Notes
Generator A '
Générateur A (87 'Ci CiC C

Di Di< k—
Clock 1
Horloge 1
Clock 2
Horloge2

Clock 1
Horloge 1
Clock 2
Horloge2

D DGenerator B^\I
Générateur B —

Generator A
Générateur A

4,5 V

Generator A
Générateur A 0 V

Notes :

Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

4,5 V
4,5 V

Generator B
Générateur BGenerator A

Générateur A
0 V

0 V

Figure C : Test IQS Figure D : Test Icc

6/11 T T L - I X
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SF.C 495 AE

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Notes : Each input is tested following test table
Chaque entrée est testée selon le tableau suivant

Test
Test 4,5 V 0 V

Serial, Ai, Bi, Ci,Di
Série
Clock 1, clock 2
Horloge 1,horloge 2

Mode control
Mode de contrôle

Mode, Ai, Bi, Ci, Di
Mode
Clock 1, clock 2
Horloge 1, horloge 2

Serial
Série

^CCmax

? Serial, mode Bi, Ci, Di
Série
Clock 1, clock 2
Horloge 1, horloge 2

Ai
IL Mode

Mode
Serial
Série

t A
^OLmax Serial mode, Ai, Ci, Di

Série mode
Clock 1, clock 2
Horloge 1, horloge 2

I Bi
Ai B

Notes
Notes

Bi4,5 VQ-
Ci C Serial mode, Ai, Bi,Di

Série mode
Clock 1, clock 2
Horloge 1, horloge 2

Di Ci
Clock 1
Horloge 1
Clock 2
Horloge2

D

Serial mode, Ai, Bi, Ci, Di
Série mode
Clock 1, clock 2
Horloge 1, horloge 2

Di

Serial mode, Ai, Bi, Ci,Di
Série mode
Clock 2
Horloge 2

Clock 1
Horloge 1

Serial mode, Ai, Bi, Ci, Di
Série mode
Clock 1
Horloge 1

Clock 2
Horloge 2

Figure E : Test l|i_

TTL- IX 7/11
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SF.C 495 AE

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Notes : Each input is tested following test table
Chaque entrée est testée selon le tableau suivant

Test
Test

4,5 V 0 V

Serial Ai, Bi, Ci, Di
Série
Clock 1, clock 2
Horloge 1, horloge 2

Mode control
Contrôle de mode

Mode Ai, Bi, Ci,Di
Mode
Clock 1, clock 2
Horloge 1, horloge 2

Serial
Série

^CCmax

? Serial mode, Bi, Ci, Di
Série mode
Clock 1, clock 2
Horloge 1, horloge 2

Ai
iH Mode

Mode
Serial.
Série

A^OHmin Serial mode, Ai, Ci, Di
Mode série
Clock 1, clock 2
Horloge 1, horloge 2

or
Biou Ai B5,5 V Notes

Notes Bi5 Ci C Serial mode, Ai, Bi, Di
Mode série
Clock 1, clock 2
Horloge 1, horloge 2

4,5 VO-
Di CiClock 1
Horloge 1
Clock 2
Horloge 2

D

Serial mode, Ai, Bi,C i
Mode série
Clock 1, clock 2
Horloge 1, horloge 2

Di

Serial mode, Ai, Bi, Ci, Di
Mode série
Clock 2
Horloge 2

Clock 1
Horloge 1

Serial mode, Ai, Bi, Ci, Di
Mode série
Clock 1
Horloge 1

Clock 2
Horloge 2

Figure F : Test l (^

8/11 T T L - I X
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SF.C 495 AE

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

1Vcc
1rMode

serial
Mode
série

2 V O t R LA 1N 3064

r-”n

Ai
BBi 1N 3064

LCiGenerator A
Load circuit 1
Circuit de charge 1

CDiGénérateur A

SS
LClock 1 D

Horloge 1
Clock 2
Horloge2

Load pircuit 1
Circuit de charge 1Generator B

Générateur B
Load circuit 1
Circuit de charge 1

I- -l
Load circuit 1
Circuit de charge 1Xf

J

I
3 V

-- 90%
1,5 V
10%

i

H—
Generator B
Générateur B

15 ns i

Note 1 - The puise generators hâve the following
characteristics Vgen = 3 V, tr = tf = 10 ns, Z = 50 H
For puise generator A tp = 20 ns frequency =0,5 MHz
For puise generator B tp = 15 ns frequency = 1 MHz

0 VI
- — 3 VGenerator A

Générateur Ai 90%
20 ns * Les générateurs d'impulsion ont les caractéristiques suivantes :

Vgen —3 V tr =tf =10 ns et Z =50 Q
Pour le générateur A tp =20 ns fréquence =0,5 MHz
Pour te générateur B tp =15 ns fréquence =1 MHz

— 1,5 Vw 10%
I 0 vI tx lf

3 V

tpLH
--1,5 V

Outputs A, B, C, D
Sorties

0 V

3 V

20 ns 1,5 V

0 V
3 V+

Note 2 - C[_ includes probe and jig capacitance'
La capacité C[_ comprend les capacités de la sonde et du
montage

15 ns
1,5 V

0 V

3 V
Outputs A, B, C,D
Sorties

Figure:G
VHU < 1,5 V

0 Vi

T T L - I X 9/11
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SF.C 495 AE

RECOMMEIMDED OPERATING CONDITIONS
CONDITIONS D'EMPLOI RECOMMANDEES

SET-UP AND HOLD TIMES REQUIRED TO DATA INPUT
AND SERIAL INPUT WITH RESPECT TO CLOCK INPUTS
TEMPS DE PREPOSITIONNEMENT ET DE MAINTIEN SUR LES
ENTREES PARALLELE/ ET SERIE PAR RAPPORT AUX ENTREES
DES HORLOGES

3 V

ww i'set-up^ thord(0)Viold^ 1,5 V «- *-

0 V—t—Ai, Bi, Ci, Di or Si inputs
Entrées Ai, Bi, Ci ou série

3 V

XP
* 1,5 V

0 V* Clock 2 or 1
Horloge 2 ou 1

V OL

V0H*Outputs Ao, Bo, Co, Do
Sorties

(1) = WupW > 10 ns

= thold(0) > 0 ns

> 15 ns

tset-up

thold^ ^
*P ; tr = = 10 ns (1 0 % t o 9 0 % on docks and input data waveforms)

(10 % à 90 % pour les impulsions des horloges et des données)

* For serial input test
Pour l'entrée série

10/11 T T L - I X
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SF.C 495 AE

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
CONDITIONS D'EMPLOI RECOMMANDEES

SET-UP TIMES REQUIRED TO MODE CONTROL WITH RESPECT TO CLOCKS INPUTS
TEMPS DE PREPOSITIONNEMENT DU CONTROLE DE MODE PAR RAPPORT AUX ENTREES DES HORLOGES

Clock 2 enable
Horloge 2 active 3 V

/rT ‘

Mode control input
Entrée contrôle de mode 1,5 VClock 1 enable

Horloge 1 active -0 V
I

3 VP i
1,5 VClock 1 input

Entrée horloge 1
-V
I
1 0 V
I tB( 1) i

3 V

1,5 V/ : \Clock 2 input
Entrée horloge 2

0 V

— 3 V

/A output
Sortie A 0 V

tD( 1)
4-*i

Clock 1 input
Entrée horloge 1

0 V

*C(0)

4 - 3 V

— 1,5 V/=\Clock 2 input
Entrée horloge 2

0 V
A output
Sortie A 3 V

\ I
0 V

15 nsXA(0 )>
t B(i) > 1 5 n s

tC(0) > 5 ns

tD(i) > 5 ns

tr = tf =10 ns

Notes : Serial input is at 4,5 V
L'entrée série est à 4,5 V

Ai input is at 0 V
L'entrée Ai est à 0 V

from 10 % to 90 %
de 10 % à 90 % tTLH =tTHL =10 ns

T T L - I X 11/11
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SF.C 4164 E
8 BIT PARALLEL-OUT SERIAL-IN SHIFT REGISTERS

REGISTRES A DECALAGE ENTREE-SERIE,SORTIE PARALLELE 8 BITS

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc ( V > Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boî tierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Min. Max.
Clear

Remise
à zéro

2SF.C 4164 E TO-116 0°C, + 70°C

—25°C, + 85°C

—55°C, +125°C

4,75 5,25 5,5 V

5,5 V

5,5 V

5 10

SF.C 4164 ET TO-116 4,75 5,25 5 10 Others
inputs
Autres
entrées

SF.C 4164 EM TO-116 5,5 14,5 5 10

— Compact, parallel-out, 8 bit shift register
-r Gated (Enable/Disable) serial inputs
— Fully buffered clock and serial inputs
— Asynchronous clear
— Typical maximum input clock frequency 20 MHz
— Power dissipation typically 180 mW

— Registre à décalage compact de 8 bits,sorties parallèle

— Entrées séries commandées (validation, inhibition)

— Horloge et entrées série entièrement régénérées

— Remise à zéro asynchrone

— Fréquence maximale d'horloge typique 20 MHz

— Consommation typique 180 mW

GENERAL DESCRIPTION GENERAL DESCRIPTION

This synchronous 8 bit shift register feature gated
serial inputs and an asynchronous clear. The gated
serial inputs permit complété control over incoming
data as a low at either input inhibits entry of new
data. Correspondingly, a high-level input permits
entry. Data at the serial inputs may be changed while
the clock is high, but only information meeting the
set-up requirements will be entered. Clocking occurs
on the low-to-high level transition of the clock input.

Ce registre à décalage de 8 bits possède des entrées série
commandées et une remise à zéro asynchrone. Ces entrées
série permettent un contrôle des données si un niveau bas
est appliqué sur l'une des deux entrées série inhibant l'autre
entrée. Inversement, un niveau haut sur l'une permet l'entrée
des données de l'autre. Les données des entrées série peuvent
être changées alors que l'horloge est haute, mais seule
l'information qui respecte les temps de prépositionnement
sera prise en compte. Le transfert intervient sur la transition
montante de l'horloge.

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

ClearOutputs
Sorties

Remise Clock
à zéroPackage TO-116

Boîtier Horloge

QH QG QF QE \ j

oF OE
Top view
Vue de dessus

QA QB QC .QD

QA QB QC QD GND

Outputs
Sorties

Serial inputs
Entrées série

T T L - I X 7 4 - 6 1/8
THOMSON - CSF
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S F.C 4 1 6 4 E

F U N C T I O N A L B L O C K D I A G R A M
SCHEMA LOGIQUE

Q H O

QH

S T R

QQ & 4 I

QG QG

S T R

ï Y
QF O

°F qF
4 »

S T R

YQE O 4 >

QE QEU) <â .8
o à S T R

YQ D O 4 )

QD QD
4 >

S T R
YQ C O 4 1

QC Qc
4 »

S T R
YQB O" 4t

QB QB
Clear
Remise à zéro

-O4 y

S T R
iUi Clock

HorlogeQA O -O

°A QA

-craSerial inputs
Entrées sérieS T R

Y

2/8 T T L - I X
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SF.C 4164 E

TYPICAL CLEAR,SHIFT,CLEAR,AND INHIBIT SEQUENCES
SEQUENCE TYPIQUE REMISE A ZERO, INHIBITION DECALAGE,
REMISE A ZERO ET INHIBITION

Clear
Remise
à zéro LT

Aen n5 -Sg-ü
- 8
•SS
C/D üJ

B

Clock
Horloge

0A —
!
IOB

—j
!Oc

-]VJ
ODH

o <S ;
OE

OF ]
1

OG
—-, nOH i

I
Clear
Remise à zéro Clear

Remise à zéro

TRUTH TABLE, SERIAL INPUTS A AND B
TABLE DE FONCTIONNEMENT, ENTREES SERIE A ET B

Outputs at tn+i
Sorties à tn+ j

Inputs at tn
Entrées à tn

QABA

HHH

LHL

LLH

LL L

TTL - IX 3/8
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SF.C 4164 E

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES*
VALEURS

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

vcc = 4'75 V
Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

Vrr= 4,75 V

lQ = 8 m A
Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax BVQ < 0,4 V0,4 V

Vrr = 4,75 V
= -400 MA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin A2,4 V VQ > 2,4 V!0

|l,| < 1.6 mAMinimum input current at VQLmax
(except clear input)
Courant minimal d'entrée à VQ[_max
(exceptée l'entrée de la remise à zéro)

(Clear input )
(Remise à zéro)

—1,6 mA
I Vcc= 5,25 V

V! = 0,4 V
ILmax
I (Lmax ) C/

Hjl < 3,2 mA-3,2 mA

< 40 /JAMaximum input current at VoHmin
(except clear input )
Courant maximal d'entrée à VQ /-fmin
(exceptée l’entrée de la remise à zéro)

(Clear input)
(Remise à zéro)

40 /iA I
I VCC= 5'25 V

V, = 2,4 V
IHmin
/ (Hmin) C/

li < 80 fdA80 MA

VCC= 5'25 V
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V

1 mA < 1 mA CIIH

VCC=5'25 V

VQ = 0V
Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit ‘os typ. —18 mA 9mA< IQ |<27,5mA(Note 2) A

Supply current per package
Courant d'alimentation par boîtier ’cc lcc < 54 mAVCC= 5'25 V Dtyp. 40 mA

^CCmin
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d’entrée en inverse

= -12 mA |V,|< 1,5 VV typ. —1 V IIL
W 25°C

NOTE 1
Spécifications apply across 0°C < tamb<70°C unless otherwise specified. Typical are given for Vcc =5 V and
tamb =25°Conly. •
Ces spécifications sont valables pour la gamme de température comprise entre O C^ tamb ^70 C sauf indications contraires.
Les valeurs moyennes sont données pour tam^ =25°C, VQC =$ V

NOTE 2
Only one output may be shorted at a time
Une seule sortie peut être court-circuitée à la fois

* Ail typical values are at Vçc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tamtj=25°C

4/8 TTL - IX
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SF.C 4164 E

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES V C C = 5 V N = 5

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP. FIG.MIN. MAX.

Propagation time to a logical 0 level
from clock to output, tpdO
Temps de propagation de rhorloge à une sortie

VHL 21 ns10 ns 32 ns E

Propagation time to a logical 1 level
from clock to output, tpdi
Temps de propagation de rhorloge à une sortie 'PLH E17 ns8 ns 27 ns

CL = 15 pF

RL = 800 ElPropagation time to a logical 0 level
from clear to output
Temps de propagation de ta remise à zéro à une
sortie

lPHL 24 ns 36 ns E

Minimum clock puise width
Largeur minimale de l'impulsion d'horloge 20 ns E

Minimum clear puise width
Largeur minimale de l'impulsion de remise
à zéro

20 ns E

Minimum time that A - B data must be
set-up prior to clock puise
Temps minimal de présence des données
A - B avant l'impulsion d'horloge

tset-up CL = 15 pF
R|_ = 800 El

E15 ns

Minimum time that A - B data must be
hold after clock puise
Temps minimal de maintien des informations
A - B après l'impulsion d'horloge

Clock puise width =50 ns
Largeur d'impulsion
d'horloge EViold 0 ns

50 % duty cycle
50 % du coeffitient d'utilisation 3625Maximum clock frequency

Fréquence maximale d'horloge EMHz MHzVCC= 5 V

TTL - IX 5/8
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SF.C 4164 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Vcc

1
QA

8 3
«j -s

A2 V o—» QB
Qc 'oB sQD o

" S 11
Clear ÛE
Remise n
à zéro UF

dock
Horloge

<s>
2 a

OJ
O) o

CO ^

2 V a

VGenerator
Générateur

O

HR
Notes : Each output is tested separately through test table

Chaque sortie est testée séparément selon la table de test

TEST TABLE FOR FIGURE A
TABLE DE TEST POUR FIGURE A

Generator
Générateur

3 V

0 V

Test QA < 1

Test QB " Test Qc
Test QQ

Test Qf= < •
Test Qp è

Test QQ
Test Qf_|

Figure A : Test VQH and IQS

6/8 T T L - I X
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SF.C 4164 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCCmin
1

QA
0,8 Vo QBA

Qc 8 mA
B ÛD ÿ Si

o Sc c
CD ‘SCD O

CO ^
Clear °E
Remise f)r
à zéro '
Clock
Horloge Q[_j

Generator
Générateur

2 V o V0

SH

Generator
Générateur ^CCmax

îNote : Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément 11R

5,5 V o AFigure B : Test VQ|_ ’ lH B2,4 V O
I S SIL

gl
a)
CD vOCO ^

0,4 Va
Clear
Remise
à zéro
Clock
Horloge

4,5 V O

0 V O

^CCmax

ITcc
Notes : When testing I|R and l|H, other inputs are grounded

Quand on teste I / R et / / /-/, les autres entrées sont à la masse

When testing l|i_, other inputs are at 4,5 V
Quand on teste l / i_, les autres entrées sont à 4,5 V

QA
4,5 V o A QB

Qc
B QD

Figure C : Test l|R, l|H, 11LClear ÛE
Remise
à zéro

Clock QG
Horloge

4,5 Vo QF

Figure D : Test Icc

T T L - I X 7/8
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SF.C 4164 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCC = 5 V
o

âs
I!r

<U £
1- O
O Q.

M-
gf
O -c
d) m

IIco 5

5 V
AA.B o—

800 n1N 3064B
W—H—H«

Clock „

Horloge^ 1N 3064% 15 pF
SF.C 4164 E

Clear Q.
Remise à zéro

» »

SWITCHING WAVEFORMS
FORMES D'IMPULSION

(c)
Clear
Remise à séro

3 V
1,5 V

Q y ..Clock puise width
/— Impulsion d'horloge 45 ns(a,c)Clock

Horloge
/ / 3 V77

-- 1,5 V
i

^et-up
fset-up U Violdl Hi i ! 3 ViI i

4.A.B. - 1,5 V
i

^HLI

iOutput niSortie u 1
i

V 1,5 V
0 V

a) Clock may be either a logical 1 or 0 while clearing
L'horloge peut être aux niveaux logiques 1 ou 0 quand on effectue la remise à zéro

b) Négative hold time values indicate A - B information may be released prior to the time the clock puise reachesits 1,5 V level
Des valeurs de temps de maintien négatives (tf,0iq) indiquent que les informations sur A - B peuvent changer avant que l' impul-sion d'horloge atteigne 1,5 V

c) Clear and clock waveforms : tr =tf = 10 ns (10 % - 90 %, 90 % - 10 % transition), f = 1 MHz
Impulsions d'horloge et de remise à zéro : tr = tf =10 ns (temps de transition de 10 % - 90 %, 90 % - 10 %), f = 1 MHz

Figure E

8/8 TTL - IX
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SF. C 4165 E
PARALLEL - LOAD 8 - BIT SHIFT REGISTER

REGISTRE A DECALAGE ENTREE PARALLELE, SORTIE SERIE 8 BITS

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PR!NCIPALES

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

VCC < V > Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Max.Min.

Load
Charge 20°C, + 70°C

-25°C, + 85°C
—55°C, + 125°C

5,25SF.C 4165 E MP-117 4,75 5,5 V

5,5 V
5,5 V

10 20
SF.C 4165 ET 4,75 5,25MP-117 10 20 Other

inputs
Autres
entrées

SF.C 4165 EM MP-117 4,5 5,5 10 20 1

— Typical maximum'input clock frequency 26 MHz
— Complementary outputs

— Direct overriding load (data) inputs
— Gated clock inputs
— Parallel-to-serial data conversion

— Fréquence maximale typique d'horloge 26 MHz

— Sorties complémentaires

— Entrées de chargement des données prioritaires

— Entrées d'horloge régénérées

— Conversion des données parallèle/série

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 4165 E is an eight-bit parallel-in serial-out
shift register designed to operate at frequencies of
26 MHz.
The device also features gating to inhibit clocking
parallel load control, and both Q and Q outputs
from the last flip-flop for added flexibility.

Le SF.C 4165 E est un registre à décalage à huit bits
à entrée parallèle et sortie série pouvant fonctionner à des
fréquences de 26 MHz.
Ce circuit, pour plus de souplesse, possède aussi une entrée

d'inhibition de l'horloge, une entrée de commande pour le
positionnement parallèle, et les deux sorties Q et Q de la
dernière bascule.

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Clock
enable
Validation
de l'horloge

Serial
input
Entrée Output
série Sortie

Package MP-117
Boîtier

Data inputs
Entrées des données

Vcc
3—R—0-0-r0-E 14

D C B A

)Top view
Vue de dessus

QHr—C

E F G H QH

2 6 73 4 5 8

Load Clock
Charge Horloge

Output GND
Sortie

Data inputs
Entrées des données

T T L - I X 7 4 - 6 1/9
THOMSON - CSF
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SF.C 4165 E

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

Output Output
Sortie Sortie

QH QH
O î/ HO T>UQ"H—y 1 sT T RT\<JQ

Y

QG QGO

T T
Y

NOQp QlCr°sDFO

ST T
Y

E °!-»i<rTST T RT V rJ >^SD
E O<8

cc
£ •§< Y= 2Q- -Û
~ 8

QD Q

ST T I><JrDOa «S

Y

Q Clock enable
Validation d'horlogeÏ”GCO

Y

QB
"dcCÎB O Clock

Horloge
4 *T T RT

Y Load
^ Charge

<

^ AO

0 Serial input
Entrée série

4 '

Y

2/9 TTL - IX
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SF.C 4165 E

TYPICAL SHIFT, AND INHIBIT SEQUENCES
SEQUENCES TYPE DE DECALAGE, DE CHARGEMENT ET D'INHIBITION

FUNCTION TABLE
TABLE DE FONCTION

INPUTS
ENTREES Internai outputs

Sorties internes
Output QH
Sortie QHParailel

ParallèleShift/load
Charge

Clock inhibit
Validation horloge

Clock
Horloge

Serial
Série

QA QB . . . .A H
L X X X h b ha a

H L L X X QAo QBo QHo

H L H X H QAn QGn

H L L X QGnL QAn

N H X X QHoQAo QBo

H : High level
Etat haut

: Transition from low to high level
Transition du niveau bas au niveau haut

L : Low level
Etat bas

X : Irrelevant
Indifférent

h : The level of steady-state input at inputs A thru H, respectively
Les niveaux des entrées de Aé H respectivement

a

jumjumnmnjuLClock
Horloge

l
I

Clock enable
Validation d'horloge

Serial input
Entrée série

Load
Charge

L

HA
L

B

HC
L

D
Data inputs
Entrées des
données HE

L
F

HG

HH
Output
Sortie r

L H L H Li H H HQH
Output
Sortie 1

L L L H L H Li H
QH

Serial shift
Décalage

Load r*Charge”
Inhibit
Inhibition•4 H

TTL - IX 3/9
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SF.C 4165 E

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

(Note 1)

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

V ACCmin
Q = 16 mA

V0 < 0,4 V B
Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

VCCmin
IQ = —0,8 mA

AVQ > 2,4 V
B

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V

—1,6 mA l|| < 1,6 mA

^CCmaxIMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQLmax

ILmax
/ (Lmax )

C/ V l = 0,4 V

11| < 3,2 mA-3,2 mA

40 pA < 40 pAI
^CCmax
V, = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmjn

' IHmin
I (Hmin)

C

80 pA li < 80 pAI

VCCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d’entrée à 5,5 V 1 mA < 1 mA CIH

VCCmax 18 mA <i ln|<55 mA
= 0 u

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 'os Dtyp. —35 mA V0

Supply current per package
Courant d'alimentation par boîtier ^CCmax £0 < 63 mAtyp. 46 mA ECC

VCCmin „ _
A11 = —12 mA

tamb~ 25 0 C
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d’entrée en inverse

V IV,| < 1,5 Vtyp. —1 mA CIL

NOTE 1 — Spécifications apply across 0 0 C < tamb < 700C unless otherwise specified.
Typical are given for Vcc = 5 V and tamb =25°C only.
Ces spécifications sont valables pour la gamme de température comprise entre 0°C <tamb ^70°C
sauf indications contraires. Les valeurs moyennes sont données pour tamp =25°C, VQC =5 V

4/9 T T L - I X
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SF.C 4165 E

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb = +25° C VCC =̂ 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

TOFROM MIN. TYP. MAX. FIG.
DE A

Load
Charge

Any
Toutes

t 21 ns 31 ns 1PLH

Clock
Horloge

Any
Toutes

t 16 ns 24 ns 1Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signal de sortie

PLH

*PLH 11 ns 1QH 17 nsH

*PLH QH 18 nsH 27 ns 1

Any
Toutes

Load
Charge

t 27 ns 40 ns 1PHL

Clock
Horloge

Any
Toutes*PHLPropagation delay time,high to low

level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa! de sortie

21 ns 31 ns 1

lPHL 24 nsH QH 36 ns 1

XPHL H QH 18 ns 27 ns 1

Clock frequency
Fréquence d’horloge

20f 0 MHz

CL = 15 pF

RL = 400 n
Width of clock input puise
Largeur de l'impulsion d’horloge *w1 25 ns 1

Width of load input puise
Largeur de l’impulsion d’horloge *w2 15 ns 1

Clock enable set-up time
Temps de préétablissement pour
validation de l'horloge

tset-up1 30 ns 1

Parallel input set*-up time
Temps de préétablissement des
entrées parallèles

tset-up2 10 ns 1

Serial input set-up time
Temps de préétablissement de
l’entrée série

lset-up3 220 ns

Shift set-up time
Temps de préétablissement pour la
fonction décalage

tset-up4 45 ns 2

Hold time at any input
Temps de maintien pour toutes entrées *hold 10 ns

TTL - IX 5/9

425



SF.C 4165 E

VOLTAGE WAVEFORMS
FORMES D'ONDE

3 V/ \Clock inhibit input
Validation horloge 1,5 V

0 V
3 VI

tset-up 1' lw1IClock input
Horloge /--1'5 V

U O V

+

3 V\Ĵ \ tset-up 2 tholdF and H inputs
Entrées F et H 1,5 VT

0 V
3 V/ t r u

\« tpLHj j TPHL^j ^ «PLH^ jZ
J tpH j ‘PLH^j j

Shift/load
Charge 1,5 Vn

0 VT
VOHVHL tpLH tpHL

^
iOutput QH

Sortie QH 1,5 V

VOHtpLiUyTZ^iXPHL VLH tOutput QH
Sortie QH

PHL i—1,5 V
VOL

NOTES 1 — The remaining six data inputs and the serial input are low
Les 6 autres entrées parallèles et l'entrée série sont basses.

2 — Prior to test, high-level data is loaded into H input
Avant le test, on a chargé le registre par un niveau haut sur l'entrée H.

3 — The input puise generators hâve the following characteristics :
Les générateurs d' impulsions ont les caractéristiques suivantes :
tr < 10 ns, tf < 10 ns, f < 1 MHz, ZQ # 50

Figure 1

3 V
tset-up 4Shift/load

Charge 1,5 V
I

4 0 V
3 V/ KJ \ tset-up 3^set-up 3Serial input

Entrée série 1,5 V
I

0 V
3 Vr\ F\Clock input

Horloge -1,5 V

0 V
NOTES 1 The eight data inputs and the clock-inhibit input are low. Results are monitored at output QH

at tn + 7.
Les 8 entrées de données parallèles et la validation d'horloge sont basses. Les résultats sont vérifiés sur la
sortie QH à tn +y

2 — The input puise generators hâve the following characteristics :
Les générateurs d'impulsions ont les caractéristiques suivantes :
tr < 10 ns, tf < 10 ns, f < 1 MHz, ZQ # 50 El

Figure 2
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SF.C 4165 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCCmin

I
Si0,8 V

A
B

16 mAC

QHD Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Figure A : Test VOL for QH, VOH for Q_H
Tester VQ /_ pour QH, VQH Pour ÔH

|VOLE
F

—0,8 mAG
H QH

VQHLoad
Charge
Clock
Horloge

0,8 VO—f
2 V

Clock enable
Validation d'horloge

^CCmin

I
Si2 V O
A
B

—0,8 mAC

D QHEach output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Figure B :Test VOH for QH, VOL f°r QH
Tester VQH pour QH, VQI_ pour QH

TVQHE
F
G 16 mA
H QH fVOLLoad

Charge
Clock
Horloge

0,8 VO—^2 VO
Clock enableL —
Validation d'horloge

TTL - IX 7/9
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SF.C 4165 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCCmax
?

Si
11R A

5,5 V B
l|H C

2,4 V QHD4M

« S
'IL E-Q 0)

ro ^3

-S F0,4 V II
eu - fe

C/) £
G

QH4,5 V O H

Load
Charge
Clock
Horloge
Clock enable
Validation d'horloge

0 V

JL
Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

TEST TABLE
TABLE DE TEST

Apply 0 V
Appliquer 0 V

Apply 4,5 V
Appliquer 4,5 V

Test IIR, 11H
Test

Test 11L
Test

Si- Si

A,B,C,D,E,F,G,HSi

Si A,B,C,D,E,F,G,H

Load
Charge

Clock, clock enable
Horloge, validation d'horloge

Clock,clock enable
Horloge, validation d'horloge

Load
Charge

Load
Charge

Clock, clock enable
Horloge, validation d'horloge

Load
Charge

Clock, clock enable
Horloge, validation d'horloge

Figure C : Test I|R,I|H, l|L

8/9 TTL - IX
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SF.C 4165 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

^CCmax

1
Si
A
B

C
Q jSee notes

1Voir notes
Notes : Each output is tested separately

Chaque sortie est testée séparément

When testing ios to QH, V| is at 4,5 V
Quand on teste Ios à @H, V / est à 4,5 V
When testing Ios to QH, V| is at 0 V
Quand on teste Ios à QH, V / est à 0 V

Figure D: Test IQS

V QHD
E $ H

88F
Q> -b

C/J £G
H QH

Load
Charge
Clock
Horloge

0 V O—£
4,5 Vo
Clock enable
Validation d'horloge

Vcc

ît
Si
A
B
C
D QH
E' tFigure E :Test IQC
F
G
H

QH
Load
Charge
Clock
Horloge
Clock enable
Validation d'horloge

SSS

TTL - IX 9/9

429



NOTES



SF.C 4170 E

4 BY 4 REGISTERS FILES
REGISTRES DE STOCKAGE 4 MOTS DE 4 BITS

PRELIMINARY DATA
NOTlCE PRELIMINAIRE

Output
current

low State
Courant
de sortie
état bas

VCC ( V) Output*
voltage
Tension

de sortie

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Package
BoîtierType

Min. Max.

16 mASF.C 4170 E 4,75 5,25 5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V
5,5 V

MP-117 0°C, + 70°C

—25°C, + 85°C

—55°C, + 125°C

—55°C, + 125°C

AU16 mASF.C 4170 ET
SF.C 4170 EM

MP-117 4,75 5,25 inputs
Toutes
entrées

1
16 mA4,5 5,5MP-117
16 mASF.C 4170 KM 4,5 5,5MP-117

'Maximum voltage which should be applied to any output when it is in the off State.
Tension maximale qui peut être appliquée sur les sorties à l'état bloqué.

— Separate read/write addressing permits simultaneous
reading and writing

— Fast access times

— Adressages séparés pour la lecture et l'écriture permettant
de lire et d'écrire simultanément

typically 20 ns

— Expandable to 1024 words of n bits

— Open collector outputs with 30 /JA maxTmum off
State current

— Faible temps d'accès

— Expansible à 1024 mots de n bits

— Sorties à collecteur ouvert avec 30 pA max dans l'état
bloqué

typique 20 ns

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 4170 is a 16 bit TTL register file organized
as 4 words of 4 bit each.
Four data inputs are used to supply the 4 bit word to
be stored.
Location of the word is determined by the write
address inputs WA and WB in conjunction with £W.
Data applied at the inputs should be in its true form.

Le circuit TTL SF.C 4170 est un registre de stockage organisé
sous forme de 4 mots de 4 bits.
Quatre entrées d'information servent à charger les 4 bits de
chaque mot.
L'emplacement du mot est déterminé par les entrées d'adres-
sage WA et WBen relation avec GW.
L'information doit être appliquée dans sa forme vraie aux
entrées Di.
Quand l’entrée d’autorisation d'écriture GW est haute, les
entrées d’information sont inhibées et leurs états ne peuvent
pas changer l'information stockée dans les mémoires internes.
Quand l'entrée d’autorisation de lecture GR est haute, les
sorties sont inhibées et restent hautes.
Quand l'adressage de lecture est fait en relation avec le signal
GR, le mot sélectionné apparaî t aux quatre sorties.

When the write enable input GW is high, the data
inputs are inhibited and their States can cause no chan-
ge in the information stored in the internai latches.
When the read enable input GR is high, the data out-
puts are inhibited and remain high.

When read address is made in conjunction with the
GR signal, the selected word appears at the four
outputs.
This arrangement — data entry addressing separate
from data read addressing and individual sense line —
éliminâtes recovery time and permits simultaneous
reading and writing.
The register file has a non destructive readout in that
data is not lost when addressed :

— Average power dissipation 500 mW
— Input clamping diodes

Cette organisation — adressage écriture séparé de l'adressage
de lecture et sorties individualisées — supprime les temps de
recouvrement et permet l’écriture et la lecture simultanées.

Le registre de stockage est à lecture non destructive : l'adres-
sage ne fait pas perdre l’information.

— Dissipation moyenne 500 mW
— Diodes d'écrêtage sur les entrées

T T L - I X 7 4 - 6 1/9
THOMSON - CSF
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SF.C 4170 E

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Package MP-117 (CB-79)
Boîtier

Enables
Autorisations

Outputs
Sorties

Data
Donnée

Write select
Sélection écriture

Write Read
Ecriture Lecture

\ / \\/ Top view-
Vue de dessus

WA WB GW GR Q1 Q2

— 16 1015 14 12 11 9

SF.C 4170

\ /
Read select
Sélection lecture

Data
Données

Outputs
Sorties

WRITE FUNCTION TABLE
TABLE FONCTIONNELLE EN ECRITURE

READ FUNCTION TABLE
TABLE FONCTIONNELLE EN LECTURE

Write inputs
Entrées écriture

Words
Mots

Read inputs
Entrées lecture

Outputs
Sorties

WB WA GW 0 1 2 3 RB RA GR Q1 Q2 Q3 Q4

L L Q=DL Qn Qn Qn L L W0B1 W0B2 W0B4L W0B3

L H L Qn Q=D Qn Qn L H L W1B1 W1B2 W1B3 W1B4

H L L Qn Qn Q=D Qn H L L W2B 1 W2B2 W2B3 W2B4

H H L Qn Qn Qn Q=D H H L W3B1 W3B2 W3B3 W3B4

X X X Qn Qn Qn Qn X X H H HH H

H : High level
Niveau haut

L : Low level
Niveau bas

X : Irrelevant
Etat indéterminé

— (Q=D) : The four selected internai flip-flop outputs will assume the States applied to the four externat
data inputs.
Les sorties internes des quatre bascules sélectionnées prennent les états appliqués respectivement aux quatre
entrées externes d'information.

- Qn : No change
Aucun changement

- W0B1 : The first bit of word 0 etc...
Le premier bit du mot 0 etc....

2/9 T T L - I X
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SF.C 4170 E

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

Word 0
Mot 0

Word 1
Mot 1

Word 3
Mot 3

Word 2
Mot 2

? ? ?

Q1
W2B1W0B1i W1B1 W3B1 -CHYï ID1 o-

Q2
''O W3B2W0B2 W1B2 W2B2 -CHI I ï YD2 o-

Q3
W2B3W0B3 W1B3 W3B3

::CHD> YïlD3 o-

-Oi >-°Q4CcW0B4 W1B4 W2B4 W3B4

I Yï ID4 o-

< y

nn
i

AAA AAA
GW WB WA RB RA GR

Read enable
Autorisation
lecture

Write enable
Autorisation
écriture

Read select
Sélection lecture

Write select
Sélection écriture

TTL - IX 3/9
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SF.C 4170 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gammede températureambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES*VALEURS
PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l’état bas ^OLmax 0,4 V

VCCmin
VQ <0,4 VV = 0,8 VI

'o = 16 mA
Minimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQ[_max

OLmax
O (Lmax)

16 mA/

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

^CCmaxMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d’entrée à VQ[_max

ILmax
/ (Lmax )

-1,6 mA |l,l <1,6 mA/ Vl = 0,4 V

I ^CCmax
V. = 2,4 V

Maximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmjn

IHmin
/ (Hmin)

40 juA I. <40 nAI I

VCCmaxMaximum input current at 5,5 V
Courant maximal d’entrée à 5,5 V < 1 mA1 mAIH I IV = 5,5 VI

VCCmin
VQ = 5,5 V

VGR= 2 V

Maximum output current at 5,5 V
Courant maximal en sortie à 5,5 V 0( 5,5V) 30 pA Q <30 pA

Supply current per package
Courant d'alimentation par boîtier 'cc ^CCmaxtyp. 135 mA *CC ^150 mA

^CCminMaximum reverse input voltage
Tension maximale d’entrée en inverse

V typ. —1 V |V,| < 1,5 VIL I =-12 mAI

*Ail typical values are at Vcc = 5 V, tamb = 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour Vce=5 V, tam^ =25°C
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SF.C 4170 E

tamb= + 2 5°c V C C = 5 V N = 1 0DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX.

Width of Write enable or read enable puise
Largeur des impulsions d'autorisation de lecture ou d'écriture tw 25 ns

Set-up time
Temps de
préétablissement

tset-up 10 ns
(D)

Data inputs with respect to write enable
Des entrées des données par rapport à
l'autorisation d'écriture Hold time

Temps de
maintien

thold(D) 15 ns

Set-up time
Temps de
préétablissement

tset-up 15 ns(W)
Write select with respect to write enable
Des entrées de sélection écriture par rapport
à l'autorisation d’écriture

CL = 15 pF
R, = 400 CLLHold time

Temps de
maintien

Ww> 5 ns

Latch time for new data
Temps d'acquisition d'une nouvelle information tlatch 25 ns

Low to high
level output
à la croissance
du signa! de sortie

tPLH 10 ns 15 ns
Propagation delay times from read
enable to any Q
Temps de propagation de l'autorisation
de lecture aux sorties Q

High to low
level output
à la décroissance
du signa! de sortie

t 20 ns 30 nsPHL

NOTES :

— Set-up time is the interval immediately preceding the negative-going edge of the enable puise during which interval
the data or address to be recognized must be maintained at the input to ensure its récognition.
Le temps de préétablissement est l'intervalle de temps qui précède immédiatement le flanc négatif de l'impulsion de validation
pendant lequel Tinformation ou l'adresse doit être maintenue afin d’être prise en compte.

— Hold time is the interval immediately following the positive-going edge of the enable puise during which interval
the data or address to be recognized must be maintained at the input to ensure its continues récognition.
Le temps de maintien est l' intervalle de temps qui suit immédiatement le flanc positif de l'impulsion de validation pendant lequel
l'information ou l'adresse doit être maintenue afin de continuer à être prise en compte.

— Latch time is the time required for the internai output of the latch to assume the State of new data. This is
important only when attempting to read from a location immediately after that location has received new data.

— Le temps de rebouclage est le temps nécessaire à la mémoire interne pour prendre un nouvel état. Ceci n'est important que dans le

cas de la lecture suivant immédiatement l'inscription d'un même point mémoire.

TTL - IX 5/9
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SF.C 4170 E

SWITCHING CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE COMMUTAT!ON

VCCLOAD FOR OUTPUT UNDER TEST
CHARGE POUR LE CIRCUIT A TESTER

RL = 400 a
Output QSortie

CL = 15 pF

Write select input
WA or WB
(see note A)
Entrée sélection
écriture WA ou WB
(voir note A) <-

3 V

J \ 1,5 V

0 Vtset-up(W)- !—W-thold{W)-
Data input
1D,2D,3D or 4D
(see note A)
Entrée information
1D,2D,3D ou 4D
(voir note A)

3 VSJ; 1,5 VI
I

0 V
(-Whold(D)-f̂ -tset-up(D)-

\ /Write enable input
Autorisation d'écriture 1,5 V

0 V
h* tlatch

(see note C)
(voir note C)

Read select input
RA or RB
(see note A)
Entrée sélection de
lecture RA ou RB
(voir note A)

- 3 V

/ \ -1,5 V

I 0 V
<-thold(R)-—h*-^et-uptR)- +

3 V

\ /Read enable input
Autorisation de lecture 1,5 V

0 VI
l««— *PHL H k—tPLH—H VOH\—FX 7 — VOL

Output
Q1,Q2,Q3 or Q4
Sortie
CU.Q2.Q3 ou Q4

1,5 V

VOLTAGE WAVEFORMS
FORMES D'ONDE

Note A: High-level inputs are illustrated , however, low-level set-up and hold times are the same
Les temps de préétablissement et de maintien sont les mêmes pour les entrées à l'état haut (comme dans la figure)
ou à l'état bas.

Note B : Waveforms are supplied by generators with the following characteristics : f < 1 MHz, Z as 50 12, duty
cycle <50 %, tr <10 ns, tx = 10 ns. °Les signaux fournis par les générateurs ont les caractéristiques suivantes : f ^ 1 MHz, Z

^50 %, tf ^10 ns, tf = 10 ns.
Note C : This applies only when reading from a location immediately after that location has received new data.

Ce cas de figure s'applique uniquement lorsqu'on veut lire un point mémoire immédiatement après l'écriture d'une
nouvelle information.

as50 Ct, rapport de forme

Figure 1 - SWITCHING TIMES
TEMPS DE COMMUTATION
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SF.C 4170 E

TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES

These registers files may be cascaded to permit word
length (number of bit) and a word capacity increase-
ment. (See respectively fig. A and fig. B)

Ces registres de stockage peuvent être mis en cascade afin de
permettre une extension de ia longueur des mots (nombre de
bitsI et du nombre de mots. (Voir respectivement fig. A et
fig. B)

Ces registres de stockage peuvent être utilisés :
— En temps que mémoires bloc-note

Les temps de recouvrement étant éliminés, le temps de
cycle est fonction du temps le plus long d'écriture ou de
lecture.
Dans le cas du SF.C 4170, il s'agit du temps d'écriture qui
atteind 45 ns max.

— En temps que mémoire temporaire rapide utilisée avec un
système d'affichage dans lequel l'information se déplace
sur un panneau lumineux.
Le premier affichage est stocké dans le registre et, pendant
qu'il est lu et visualisé, l' information suivante d'affichage
est écrite dans la mémoire.

— Plus généralement en temps que mémoire tampon rapide
entre les mémoires principales et les périphériques.
En organisant différemment l'adressage d'écriture et celui
de lecture, ils peuvent être utilisés en temps que conver-
tisseurs. (Voir fig. C)

These registers files can be used :

— As scratch pad memories
Recovery times being eliminated, the cycle time is
a fonction of the longer of the write or read time.
In the case of the SF.C 4170, this is the write time
which is 45 ns max.

— As high speed memory buffer used with a display
in which the information moves across a panel of
lights.
The first display is stored in the file and, as it is
being read and displayed, the next display data is
being written into the memory.

— More generally as high speed memory buffer bet-
ween main memories and peripheral stations.
By organizing differently the write inputs and the
read outputs, they may be used as converters.
(See fig. C)

WB O
WA O
GW O

D1 GW WA WBD1 O-
D20
D3 O
D4 O

-O Q1
O Q2
O Q3
O Q4

Q1
D2 Q2
D3 Q3
D4 Q4

GR RA RB
J

i i
i i

O Qn-3
O Qn-2
-O Qn-1

Dn-3 O
ODn-2

Dn-1 O
O QnODn

GR O
RA O
RB O

Figure A - TYPICAL N BIT WORDS ORGANISATION
ORGANISATlON EN MOTS DE N BITS
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SF.C 4170 E

TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES

Write ( WB O
address
Ecriture
adresse WAO

GW WA WB

D1 Q1

D2 Q2

D3 Q3

D4 Q4
5 GR RA RB2c

Q, £O
a? O
*- 'C
ü £ Read

address
Lecture
adresse

RAO» -g
Si »
.St
5 oc

RB O

I I
I I I II II II

5
2
Uacüs *'5) S

£ •§
O -SJ
tu '0)

Si ÿ
T3s »CC ce

OQ1D1 O

Data
outputs
Sorties
information

Data
inputs
Entrées
information

OQ2D2 O

0 03D3 O

O 04D4 o-

Figure B - TYPICAL M WORDS OF 4 BIT ORGANISATION
ORGANISATION EN M MOTS DE 4 BITS
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SF.C 4170 E

TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES

WB o
WAO
GWO

J »-Write
Ecriture *

D1 O-
D2 O
D3 O
D4 O

SF.C 4170

GR10-

1 1.

D5 a o Q1
O Q2
O Q3
O Q4

D6 O
SF.C 4170D7 O

D8 O

GR20
Data
inputs
Entrées
information

D9 O-
D10 O
D11O
D120-

SF.C 4170

JGR3O

D13 O
D14 o-
D15 O-
D160-

SF.C 4170

Read
address
Lecture
adresse

GR40
RA O
RB O

The 16 bit words are transfered in parallel to the buffer memory and the information is available as 4 bit words at the
outputs. fputputThus finput ar|d foutput are operating frequencies.^input — 4

Les mots de 16 bits sont transférés en parallèle dans te registre de stockage et /'information est disponible sous forme de mots de 4 bits
fsortieaux sorties.

Donc fentrée — fentrée et horde sont les fréquences de travail.
4

Figure C - TYPICAL 16 BIT WORDS TO 4 BIT WORDS BUFFER MEMORY
EXEMPLE DE MEMOIRE TEMPORAIRE ENTREE EN MOTS DE 16 BITS,SORTIE EN MOTS DE 4 BITS

T T L - I X 9/9
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SF.C 4174 E , SF. C 4175 E

D TYPE FLIP-FLOPS WITH CLEAR
BASCULES TYPE D AVEC REMISE A ZERO

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PR!NC!PALES

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

VCC ( V ) Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Max.Min.

SF.C 4174 E 10 20MP-117 0°C, + 70°C

—25°C, + 85°C

4,75 5,25 5,5 V

5,5 V

5,5 V

10 20SF.C 4174 ET MP-117 4,75 5,25
AilSF.C 4174 KM MP-117 —55°C, + 125°C 4,75 5,25 10 20 inputs
Toutes
entrées

1SF.C 4175 E 200°C, + 70°C

— 25°C, + 85°C

—55°C, + 125°C

4,75 5,25 10MP-117 5,5 V
5,5 V

5,5 V

SF.C 4175 ET 4,75 5,25 20MP-117 10
SF.C 4175 KM 4,5 5,5 10 20MP-117

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 4174 and 4175 TTL circuits are positive
edge triggered flip-flops.
Both hâve direct clear input and the SF.C 4175 featu-
res complementary outputs from each flip-flop.

Les circuits TTL SF.C 4174 et 4175 sont des bascules chan-
geant d'état sur un flanc positif.
Tous deux ont une remise à zéro asynchrone et le SF.C 4175
permet de disposer des sorties complémentaires pour chaque
bascule.

Information at the D inputs meeting the set-up and
hold time requirements is transferred tothe Q outputs
on the positive going edge of the clock puise. Clock
triggering occurs at a particular voltage level and is not
directly related to the transition time of the positive
going puise.
When the clock input is at either the high or low level,
the D input signal has no effect at the output.

L'information aux entrées D satisfaisant aux conditions de
préétablissement et de maintien est transférée aux sorties Q
sur le flanc positif d'horloge. La commande par l'horloge est
effective à un certain niveau de tension et ne dépend pas
directement de la valeur du flanc positif de l'impulsion.

Quand l'horloge est haute ou basse, l'entrée D est sans influen-
ce sur la sortie.

Top views
Vues de dessus

Package MP-117 (CB-79)
Boîtier

SF.C 4174 SF.C 4175
Clock

Q4 Horloge
Clock

Q3 HorlogeVCC Q6 D6 D5 Q5 D4 VCC Q4 Q4 D4 D3 Q3

Q ID QI | D 0 | T 1 7
R R

— 16 15 — 16 15 14 13 12 11 10 9

- T H -1R

û
Î—£
2 3Clear

Remise à Zéro Q1 Q1 D1 D2 Q2 Q2 GND
Clear
Remise à zéro Q1 D1 D2 Q2 D3 Q3 GflD

TTL IX 74 - 4 1/5THOMSON - CSF
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SF.C 4174 E, SF.C 4175 E

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

SF.C 4174 SF.C 4175 rD> S QS Q —OQ1

R Q —OQ1D10—R
RR

S Q —OQ2S Q —OQ2

R Q —OQ2D20—RD2 0 4-
R R

S Q —OQ3S Q —OQ3

T> R Q —OQ3D30— R
RR

r£>S Q S Q —0 04—OQ4

—O G?R GR D40—
RR

D>T a

S Q —OQ5

T RO-
R

R
FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

> Data inputs
Données des
entrées

Outputs at tn+-j
Sorties à tn+ j

—0Q6S

T
D6 O— R

H H'R
L L

Ta

tR + ^ : Bit time after clock puise
Instant après la transition d'horloge

Low input to R set Q to low level
R au niveau bas entraine Q au niveau bas

RO
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SF.C 4174 E, SF.C 4175 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede températureambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax VCCmin

Vm = 2 V
V|L = 0,8 V
lQ = 16 mA

0,4 V

VQ < 0,4 V
Minimum output current at VçjLmax
Courant minimal de sortie à VQi_max

OLmax
O (Lmax )

16 mA/

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin VCCmin

Vm = 2 V
V|(_ = 0,8 V

IQI_J = —0,8 mA

2,4 V

VQ > 2,4 V

Minimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VQHmin

OHmin
O (Hmin) —0,8 mA/

^CCmax
V! = 0,4 V

Maximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQLmax

ILmax
/ (Lmax) < 1,6 mA-1,6 mA/ I

^CCmax
V, = 2,4 V

Maximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin

IHmin
/ (Hmin)

I, < 40 pA40 pA/ I

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V 1 mA I, < 1 mAIH

SF.C 4174 E, ET
SF.C 4175 E, ET 18 mA<|l0l<57 mA

20 mA<|l0!<57 mA
Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 'os ^CCmax

SF.C 4174 KM
SF.C 4175 KM

< 65 mAtyp. 45 mA 'ccSF.C 4174
Supply current per package
Courant d'alimentation par boîtier ^CCmax'cc

typ. 30 mA < 45 mA'ccSF.C 4175

VCCminMaximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

V |V,| < 1,5 Vtyp. —1 VIL = -12 mAI

* Ail typical values are at VQQ = 5 V, tamb - 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ =5 V, tami} =25°C

TTL - IX 3/5
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SF.C 4174 E,SF.C 4175 E

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES t a m b = +2 5°C VCC “= 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP. MAX. FIG.MIN.

Maximum clock frequency
Fréquence maximale d'horloge

25f MHz

Width of clock puise or clear puise
Largeur des impulsions d'horloge ou de
remise à zéro

t 20 nsw

Input set-up time,clear inactive State
Temps de préétablissement, suppression
remise à zéro 'set-up 25 ns

Input set-up time, data input
Temps de préétablissement, entrée
information 'set-up 20 ns

Input hold time
Temps de maintien 'hold 5 ns

Propagation delay time, low to high level
from R to output(SF.C 4175 only) 'PLH 25 nsTemps depropagation à la croissance du signal
de sortie, commande par R(SF.C 4175 seulement )

Propagation delay time, high
from H to output

to low level
CL= 15 pF
R, = 400 £2'PHL 35 nsTemps de propagation à la décroissance du

signa! de sortie,commande par R L

Propagation delay time, low to high level
from clock to output
Temps de propagation à la croissance du signal
de sortie, commande par l'horloge 'PLH 20 ns 30 ns

Propagation delay time, high to low level
from clock to output
Temps de propagation à la décroissance du
signaI de sortie, commande par l’horloge 'PHL 21 ns 30 ns

4/5 TTL - IX
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SF.C 4174 E, SF.C 4175 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

w(R ) Clear
Remise à zéro 1,5 V

0 V

tset-up

PP\
\
\(T) Clock

Horloge 1,5 V\
\» 0 V

1 t "0"lset-up u*set-up ^old''1" W°"«

3 VbP/ /Data
Information 1,5 V

0 V

XPLHVHL tPHL

V0H\ / t' VOL

Output Q
Sortie Q 1,5 V

t VHL VLH JPLH

V0HE...Output Q
Sortie Q
(SF.C 4175) 1,5 V

Note : The puise generators hâve the following characteristics :
f < 1 MHz, tr = tf ^10 ns, duty cycle < 50 %, Zout = 50 El
Les générateurs d'impulsions ont les caractéristiques suivantes :
f < 7 MHz, tr = tf <10 ns, rapport de forme^50 %, Zout =50 SI

TTL - IX 5/5
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SF.C 4194 E
4 BIT BIDIRECTIONAL UNIVERSAL SHIFT REGISTERS

REGISTRES A DECALAGE UNIVERSELS DE 4 BITS

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc ( V > Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Min. Max.

SF.C 4194 E MP-117 5,250°C, + 70°C

—25°C, + 85°C

-55°C, + 125°C

—55°C, + 125°C

4,75 5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V

10 20
AilSF.C 4194 ET MP-117 5,254,75 10 20 inputs
Toutes
entrées

1SF.C 4194 EM

SF.C 4194 KM

MP-117 4,5 5,5 10 20
MP-117 4,5 5,5 10 20

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

— Registre universel bidirectionnel de 4 bits
— Quatre modes de fonctionnement :

Chargement parallèle

Décalage à droite
Décalage à gauche

Inhibition

— Sorties parallèles

— Remise à zéro prioritaire

— Diodes d'écrêtage sur les entrées

— Fréquence d'horloge maximale typique. . . . 35 MHz

— Universal bidirectional 4 bit register
— Four operating modes :

Parallel load
Shift right
Shift left
Inhibit (do nothing)

— Parallel outputs

— Direct overriding clear
— Diode-clamped inputs
— Typical maximum input clock frequency. . .. 35 MHz

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Package MP-117 (CB-79)
Boî tier

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT
(Mode control)
(Contrôle de mode)

Top view
Vue de dessus

Outputs
Sorties

Clock
Horloge S1 S0VCC Inputs

Entrées4E]—Ep—Op—S—B—E—Qïl— - Mode
Mode

S1 S0
QA QB QC QD T S1

) Inhibit clock
Inhibition de l’horlogeL LR S0

SR A B C D SL Shift right
Décalage à droiteL H

Shift left
Décalage à gaucheH L

Serial GNDClear Serial
Remise right
à zéro Série

droite

Parallel inputs left
Entrées parallèles Série

gauche

Parallel load
Chargement parallèleH H

T T L - I X 7 4 - 6 1/6
THOMSON - CSF
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SF.C 4194 E

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

O/ Clock
Horloge

Shift right
Décalage à droite SR O

<n>S1

°-t>so
S QA -tOQA

A O T
R
Clear

Y
1

S QB -t-OQB
BO

R
Clear

Y< >Inputs
Entrées

Outputs
Sorties

S QC -fOQC
CO T

R
Clear

Y

S QD+OQD
D O /T

O RShift left
Décalage à gauche SLO-

Clear
Remise à zéro

Clear

°{> Y\
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SF.C 4194 E

TYPICAL CLEAR, LOAD, RIGHT-SHIFT, LEFT-SHIFT, INHIBIT SEQUENCES
SEQUENCES TYPIQUES DE REMISE A ZERO,PREPOSITIONNEMENT, DECALAGE A
DROITE, DECALAGE A GAUCHE, INHIBITION.

Clock

TS O I I
!

t Isi..J•g
Iî Clear , _i

l|c i i i
§ s
a ^ SR 1

T5|
Ii) I l

SL I !

+ U
Bit
A
i ±JH H

I
O S !HA
si LB Tt O <o
TJ Jb- ^ sQ) co <2

I I!ro ,c !5O.Uj Q.

I
HC
LD t I;

a-f JQA

QB I

i
QD V-T

Shift right
Décalage à -
droite

Shift left
Décalage à
gauche

A Inhibit
Inhibition

/ /Clear
Remise à zéro

Clear
Remise à zéroPrépositionnement

Parallel loading is accomplished by applying the four
bit of data, taking both mode control inputs SO and
S1 high, and the data is loaded into the associated
flip-flop and appears at the output after the positive
transition of the clock input.

Le chargement parallèle est réalisé en appliquant les 4 bits
d'entrée alors que les deux entrées de contrôle de mode SO et
SI sont hautes, ces données sont chargées dans les bascules
associées et apparaissent sur les sorties après la transition po-
sitive de l'horloge.

Shift right is accomplished synchronously with the
rising edge of the clock puise when SO is high and S1
is low. Serial data for this mode is applied at the shift
right data input SR.

Le décalage à droite s'effectue de manière synchrone sur le
flanc montant de l’horloge quand SO est haut et S1 bas. Les
données série pour ce mode sont appliquées à l'entrée SR.

Shift left, also synchronous, acquires serial data from
the shift left data input when SO is low and S1 ishigh.

Le décalage à gauche, synchrone, requiert des données série
sur l’entrée SL quand SO est bas et SI haut.

Clocking of the flip-flops is inhibited when both mode
control inputs are low. L'activation des bascules est inhibée quand les deux entrées

de contrôle de mode sont basses.

TTL - IX 3/6
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SF.C 4194 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gammede températureambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

VALUES*
VALEURS

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l’état haut ^IHmin 2 V VCCmin

V|H = 2 V

IQJ_J = —0,8 mA
VQ > 2,4 V

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V VCCmin

V|L = 0,8 V

OL ”

VQ > 0,4 V
Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas

I = 16 mA^OLmax 0,4 V

^CCmax
V, = 2,4 V

IMaximum input current at VQHmin
Courant maximal d’entrée à VQHMJN

IHmin
! (Hmin)

40 pA < 40 pA/ I

^CCmaxIMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à l'OLmax

ILmax
/ (Lmax )

1,6 mA < 1,6 mA/ IVl = 0,4 V

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V 1 mA l i < 1 m AIH I

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit ^CCmaxtyp. —35 mA 18 mA<|lQ|<55 mAOS

Supply current per package
Courant d'alimentation par boîtier 'cc ^CCmaxtyp. 46 mA IQC ^ 63 mA

VCCmin
li = -12 mA

Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

V typ. —1 V |V,| < 1,5 VIL

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ^amb = +25°C V C C = 5 V N = 1 0

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX. FIG.

Propagation delay time,high to low
level any output from clear
Temps de propagation de l'entrée remise à
zéro à la décroissance du signa! aux sorties

*PHL 20 ns 30 ns 1

Propagation delay time, low to high level
any output from clock
Temps de propagation de l'entrée d'horloge
à la croissance du signa! aux sorties

CL = 15 pF

RL = 400*PLH 7 ns 15 ns 22 ns 1

Propagation delay time, high to low level
any output from clock
Temps de propagation de l'entrée d’horloge
à la décroissance du signa/ aux sorties

tPHL 7 ns 17 ns 26 ns 2

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb=25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tamp=25°C

4/6 TTL - IX
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SF.C 4194 E

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
CONDITIONS D'EMPLOI RECOMMANDEES

MIN. TYP. MAX.

Input count frequency
Fréquence de comptage d'entrée 25 MHz

Width of clock or reset puise
Largeur de l'impulsion d'horloge ou de
positionnement

20 ns

Mode-control set-up time (Note 1)
Temps de prépositionnement du contrôle
de mode

30 ns

Data set-up time, ail inputs (Note 1)
Temps de prépositionnement de toutes les
entrées

20 ns

(Note 1)Hold time, ail inputs
Temps de maintien de toutes les entrées 0 ns

Note 1 : Set-up time is the interval immediatly preceeding the positive-going edge of the clock puise during
which interval the data to be recognized must be maintened at the input to ensure its récognition
Le temps de préétablissement est l'intervalle de temps précédant le flanc positif de l'impulsion d'horloge pen-
dant lequel les données devant être prises en considération doivent être maintenues sur les entrées.

Note 2 : Hold time is the interval immediatly following the positive-going edge of the clock puise during
which interval the data to be recognized must be maintened at the input to ensure its récognition
Le temps de maintien est l'intervalle de temps suivant le flanc positif de l'impulsion d'horloge pendant lequel les
données devant être prises en considération doivent être maintenues sur les entrées.

TTL - IX 5/6
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SF.C 4194 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

HLoad circuit
I Circuit de charge

VV cccc
Rî L

1N 3064Generator A
Générateur A R IA JÉSjAi
Generator B
Générateur B ^ Bi 1

B Load circuit Circuit de chargeCi
<_

Di ncGenerator C
Générateur C ^

Load circuit Circuit de charge
Ju

so
D Load circuit iCircuit de chargeS12,4 V O l_ J

tjclear)w

3 V 3 V
Generator A
Générateur A

1,5 V _
0 V _ _ 0 V-
3 V 3 V

Generator B
Générateur B 1,5 V _. 1,5 V.

0 V0 V
Set-up "1" Set-up "0”Hold “1" Hold "0”

3 V

1,5 V _.
3 V
1,5 VrGenerator C

Générateur C
0. V 0 V

t,„,(clock )w

IOutputs
Sorties

1,5 V 1,5 V

lPHL VLH (clock) tpHL^Iock)
(clear)

Figure 1 Figure 2

The puise generators hâve the following characteristics : V
Les générateurs d'impulsions ont les caractéristiques suivantes

= 3 V, tr=tf= 10 ns from 10 % to 90 %, Z = 50 El

tw(clear) = tw(clock ) = 20 ns

For puise generator C
Pour le générateur C

gen

For puise generators A - B
Pour les générateurs A - B

f = 1 MHz f = 0,5 MHz
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SF.C 4198 E
-8 BIT PARALLEL-ACCESS LEFT-SHIFT RIGHT-SHIFT REGISTERS

REGISTRES 8 BITS PARALLELE/SERIES A DECALAGE GAUCHE/DROITE

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

VCC ( V > Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Min. Max.

SF.C 4198 E
SF.C 4198 ET
SF.C 4198 EM

SF.C 4198 KM

MP-186

MP-186

MP-186

4,75 5,25 5,5 V
5,5 V

5,5 V

5,5 V

0°C, + 70°C

-25°C, + 85°C

-55°C, + 125°C

-55°C, + 125°C

2010
Ail5,254,75 10 20 inputs

Toutes
entrées

1
4,5 5,5 10 20

MP-186 5,54,5 2010

— Registre universel bidirectionnel de 8 bits

— Quatre modes de fonctionnement :

Chargement parallèle

Décalage à droite

Décalage à gauche

Inhibition

— Sorties parallèles

— Remise à zéro prioritaire

— Diodes d'écrêtage sur les entrées

— Fréquence d'horloge maximale typique. . . . 35 MHz

— Universal bidirectional 8 bit register
— Four operating modes :

Parallel load
Shift right
Shift left
Inhibit (do nothing)

— Parallel outputs

— Direct overriding clear
— Diode-clamped inputs
— Typical maximum input clock frequency. . . . 35 MHz

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Package MP-186
Boîtier

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT
(Mode control)
(Contrôle de mode)

Serial data
Données
série

Clear
Remise
à zéro

Top view
Vue de dessus

VCC S1 L H QH G QG F QF E QE Inputs
EntréesSfSffSfï 1 5 - 1 4 - 1 3 -1 Mode

Mode
S1 so

Inhibit clock
Inhibition de l'horlogeL L

Shift right
Décalage à droiteL H

-0-0-H-0-0-0-0-0-0- 11 — 12 -1L 1 Shift left
Décalage à gaucheH L

S0 R A QA B QB C QC D QD T GND
Parallel load
Chargement parallèleH HSerial data

Données série
Clock
Horloge

TTL - IX 74 - 6 1/5
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SF.C 4198 E

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

Clock *
Horloge

Shift right
Décalage à droite R °

S1° O
SO O £>3 S QA QAA «> T

R
Clear

Y

QBS QBB °- T
R
Clear

J

S QC QC
C »

Clear
J

S QD QD
D o

Inputs
Entrées < R

Clear > Outputs
Sortiesy

>QES QEE T
R
Clear

J

S QF QFF *
R
Cleary

QGS QGG * T
R
Cleary

S QH QHH o-
Shift left
Décalage à gauche L 0

Clear
\ Remise à zéro 0 £>

R
Cleary
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SF.C 4198 E

TYPICAL CLEAR, LOAD, RIGHT-SHIFT, LEFT-SHIFT, INHIBIT, AND CLEAR SEQUENCES
SEQUENCE TYPIQUE DE REMISE A ZERO, PREPOSITIONNEMENT, DECALAGE A DROITE, DECALAGE A
GAUCHE, INHIBITION, ET REMISE A ZERO

•a soIVj I
•$ i

S1 ! I l

ii i ii
i i Ii

i Ii
i J i2Iâici

i ii iiear“U1 LTi i Ii ii i 1i ii ijBitlg 2
o ?

I l J 1 i iii iiR —t i4- iAii- 8 i iH I L J H I L J H L L J H HI.2 "Ï I
k. 4M II II

II

h I IBtn
I

5 S
f|s i

CO «o
"D ^- * g, c-2 8 ^ / F

co c {5 Ga.Uj Q \

c-irjn
D —i—N—

!II II
I I I

E 4T*1 l Ii i
i

l

Ii iI i iii i* t Ili
i iH iH i.

QA ~_:1 i
i ji

i i i-iQB ii

i-TLJr~is~\
LQC mm[ I

â.sMD::U
/ QF. i

i/i
! I I

I
l I

L_QG i
QH;::; rn pnjjinj=jTnjuirL_fB^Shift right

Décalage à
droite

rrrujTRjjirujHH
Shift left ^Décalage à **

gauche

A inhibit
Inhibition J

Clear r
I I

\
If/Clear^Remise à zéro ^Load

Prépositionnement Remise à zéro

Paralle! loading is aucomplished by applying the eight
bit of data, taking both mode control inputs SO and
S1 high, and the data is loaded into the associated
flip-flop and appears at the output after the positive
transition of the ciock input.
Shift right is accomplished synchronously with the
rising edge of the ciock puise when SO is high and S1
is low. Serial data for this mode is applied at the shift
right data input R.
Shift left, also synchronous, acquires serial data from
the shift left data input when SO is low and S1 is high.
Clockingof the flip-flops is inhibited when both mode
control inputs are low.

Le chargement parallèle est réalisé en appliquant les 8 bits
d'entrée alors que les deux entrées de contrôle de mode SO et
SI sont hautes, ces données sont chargées dans les bascules
associées et apparaissent sur les sorties après la transitionpo-
sitive de l'horloge.
Le décalage à droite s'effectue de manière synchrone sur le
flanc montant de l'horloge quand SO est haut et S1 bas. Les
données série pour ce mode sont appliquées à l'entrée R.
Le décalage à gauche, synchrone, requiert des données série
sur l'entrée L quand SO est bas et S1 haut.
L'activation des basculesest inhibée quand les deux entréesde
contrôle de mode sont basses.
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SF.C 4198 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede température ambiante de fonctionnement(sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

* TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES

VALUES
VALEURS FIG.

Minimum “high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V ^CCmin

V|H = 2 V

'0H =
V0 > 2,4 V

—0,8 mAMaximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V VCCmin

V|L = 0,8 V

OL "

VQ > 0,4 V
Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas

= 16 mAI^OLmax 0,4 V

^CCmax
V, = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin

IHmin
/ (Hmin)

40 pA < 40 /iA/ I

^CCmax
V, = 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_max

ILmax
/ (Lmax ) < 1,6 mA1,6 mA/

^CCmaxMaximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V ' lH 1 mA < 1 mAV = 5,5 VI

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 'os ^CCmaxtyp. —35 mA 18 mA<|l0i<57 mA

Supply current per package
Courant d'alimentation par boîtier ^CCmax < 116 mA'cctyp. 72 mACC

VCC
= -12 mA IV,I< 1.5 VMaximum reverse input voltage

Tension maximale d'entrée en inverse
V typ. —1 VIL I I

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES *amb = +25°C VCC = 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP. FIG.MIN. MAX.

Propagation delay time, high to low
level any output from clear
Temps de propagation de l'entrée remise à
zéro à la décroissance du signa! aux sorties

Clock
high
Horloge
haute

tPHL 31 ns

Clock
low
Horloge
basse

Propagation delay time, high to low
level any output from clear
Temps de propagation de l'entrée remise à
zéro à la décroissance du signa! aux sorties

lPHL 50 ns

CL = 15 pF

RL = 400 n
Propagation delay time, low to high level
any output from clear
Temps de propagation de l'entrée remise à zéro
à la croissance du signa/ aux sorties

VLH 8 ns 17 ns 26 ns

Propagation delay time, high to low level
any output from clear
Temps de propagation de l'entrée remise à zéro
à la décroissance du signa! aux sorties

*PHL 8 ns 20 ns 30 ns

*Ail typical values are at Vcc=5 V, tamb=25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tamb=25°C
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SF.C 4198 E

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
CONDITIONS D'EMPLOI RECOMMANDEES

MIN. TYP. MAX.

Input count frequency
Fréquence de comptage d'entrée

25
MHz

Width of clock or reset puise
Largeur de l’impulsion d'horloge ou de
positionnement

20 ns

Mode-control set-up time {Note 1)
Temps de prépositionnement du contrôle
de mode

30 ns

Data set-up time, ail inputs (Note 1)
Temps de prépositionnement de toutes les
entrées

20 ns

Hold time, ail inputs
Temps de maintien de toutes les entrées

(Note 1)
0 ns

Note 1 : Set-up time is the interval immediatly preceeding the positive-going edge of the clock puise during
which interval the data to be recognized must be maintened at the input to ensure its récognition
Le temps de prépositionnement est l'intervalle de temps précédant ie flanc positif de l’impulsion d'horloge pen-
dant lequel les données devant être prises en considération doivent être maintenues sur les entrées.

: Hold time is.the interval immediatly following the positive-going edge of the clock puise during
which interval the data to be recognized must be maintened at the input to ensure its récognition
Le temps de maintien est l'intervalle de temps suivant le flanc positif de l'impulsion d'horloge pendant lequel les
données devant être prises en considération doivent être maintenues sur les entrées.

Note 2
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SF.C 70301 E

BIPOLAR 1024 BIT READ-ONLY MEMORIES
MEMOIRES BIPOLAIRES A LECTURE SEULE DE 1024 BITSMSI

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PR!NC!PALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

VCC < V > Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Max.Min.
SF.C 70301 E 4,75MP-117 0°C, + 70°C

0°C, + 70°C

—25°C, + 85°C

—55°C, +125°C

5,25 5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V

10
AilSF.C 70301 K 4,75MP-117 5,25 10 mputs

Toutes
entrées

1/6
SF.C 70301 KT MP-117 4,75 5,25 10

SF.C 70301 KM MP- 117 4,5 5,5 10

— Mask programmée! memory

— Organized into 256 words of 4 bit
— TTL Schottky technology
— Reduced input loading factor
— Open-collector outputs
— Typical acces-time 35 nsec
— DTL and TTL compatible

— Contenu inscrit par masquage

— Organisation en 256 mots de 4 bits

— Technologie TTL-Schottky

— Entrées à facteur de charge réduit
— Sorties à collecteur ouvert

— Temps d'accès typique 35 nsec

— Compatible DTL et TTL

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The monolithic integrated device SF.C 70 301 is a
bipolar 1024 bit read-only memory. Memory is orga-
nized into 256 words of 4 bit each.
A desired memory word is selected via 8 memory
address inputs from A0 to A7.

Le dispositif intégré monolithique SF.C 70 301 est une
mémoire bipolaire à lecture seule de 1024 bits. Elle est orga-
nisée en 256 mots de 4 bits.
La sélection d'un mot s'effectue par l'application de la combi-
naisoh d'adresses, en binaire, sur les 8 entrées d'adressage de
AO à A7.

The contents of the memory are mask programmed
by spécifie interconnecting onto 32 bit x 32 bit
memory matrix.
Two low active "chip select" inputs allow parallel
expansion of memory upto four packages without
any external gates.

Le contenu de la mémoire est inscrit à l'aide d'un masque
d'interconnexion spécifique de la matrice de mémoire 32 bits
x 32 bits.
Le dispositif est muni de 2 entrées de sélection de boî tiers
actives à l'état bas électrique permettant la mise en paral-
lèle de 4 boîtiers sans circuit additif.

LOGIC SYMBOL
SYMBOLES LOGIQUES

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

CS1CS2 Package MP-117 (CB-79) Top views
Vues de dessusBoîtier

VCC A7 CS2 CS1 OO 01 02 03v /

rHHBHHHBHihEI-EHE-A0
A1
A2 SF.C 70 301
A3 256 W x 4 B
A4 ROM I)A5 SF.C 70 301
A6
A7Q0 01 02 03rm KD E] GD El—EH3—EH3-

A6 A5 A4 A3 A0 A1 A2 GNDFigure 1

TTL - IX 74 - 6 1/8
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SF.C 70301 E

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

A7 O
A60 1 of 32

Décoder
Décodeurs
de 1 à 32

1024 bit cell 3 2 x 3 2
memory matrix
Matrice de points mémoires
1024 bits 32 x 32

A50
A4 O
A30

ïi i ï
A2o 1 of 8

Décoder
Décodeurs
de 1 à 8

1 of 8
Décoder
Décodeurs
de 1 à 8

1 of 8
Décoder
Décodeurs
de 1 à 8

1 of 8
Décoder
Décodeurs
de 1 à 8

AlO
AOO

Chip select
Dispositif de
sélection

CS10
CS20

VCCO
GNDO

0304 02 01FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

INPUTS
ENTREES

OUTPUTS
SORTIES

CS1 CS2 A0 A1 A2 A3 A4 A6A5 A7 01 02 03 04

fi(Ai) f2(Ai) f3( Ai) f4( Ai)L L X X X X X X X X 1
L H X XX X X X X X H H H H
H H X X X X X X X X H H H H
H L X X X X X X X X H H H H

Ai : Présent binary adresse-value onto inputs AO to A7
Adresse dont la valeur binaire est présente sur les entrées de AO à A7

FUNCTIONAL TEST-CIRCUIT
CIRCUIT DE TEST FONCTIONNEL

H : High level L : Low level
Niveau bas

X : Irrelevant
Etat indéterminéNiveau haut

V VCCO 6 VIHmin 1/0 (pattern) 9^OHmax

CH3305,6ÔI nk£2L B
1NI 914

ÛI
I 1 i ir B —oSF.C 70 301I $ I —O

CHi

ô
^ILmax

Ô V0LS ô 1/0 (pattern)max
Each output is loaded and compared to pattern
Chaque sortie est chargée et comparée séquentiellement
à la table

Each input is forced by a driver System
Chaque entrée est sollicitée par un système de forçage
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SF.C 70301 E

/ V
Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede températureambiantede fonctionnement(sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas

V^ILmax 0,85 V CCmin
V|L = 0,85 V
V|H = 2 V

= 15 mA
VQ <450 mV

IOH ^ ^ 00 pA
Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,45 V ’OL

^CCmax
V0H = 5,5 V

IMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQi_mgx

OLmax
O (Lmax) 15 mAI

IMaximum output current at VQ^Courant maximal de sortie à ^ max
OHmax
O (Hmax )

max 100 pA/

VCCmax
V|L = 0,45 V
V|H = 5,5 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQ\_max

ILmax
! (Lmax)

-0,25 mA ll_| < 250 /nAI

^CCmaxMaximum input current at VQJ_|
Courant maximal d’entrée à V ’IHmax

/ (Hmax) Vl = 5,5 Vmax 40 pA 11l_j < 40 pA
OHmax V|L = 0,45 V

VCCminMaximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

V |V|LI<1 V-1 VIL I = —5 mAI

VCCmax
v) L = 0 V
V|H = 5,5 V

max. 130 mA
typ. 90 mA

Supply current per package
Courant d'alimentation par boîtier 'cc CC < lCCmax
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SF.C 70301 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

^CCmax Vm = 2 V= 2 VVIH - VCCmin
O I Q O

I
</> 5.

S*" 8
Q> S
> -s
Q &

</) O*ü
6** 8
11
Q à

SF.C 70 301 SF.C 70 301

O 'OL
r A z' "N A^OHmax

W5ô ô
V|L = 0,85 V V|L = 0,85 V

^CCmax^CCmax 5,5 V0,45 V
O 1IQ

IH ILO O
O OVIHmax ^LmaxSF.C 70 301 SF.C 70 301O O

O O

r \ r A

Each input must be tested separately
Chaque entrée doit être testée séparément

Each input must be tested separately
Chaque entrée doit être testée séparément

CC O5,5 VVCCmin ^CCmax</)
EI O
v> O* 2 SF.C 70 301ll|
'Z £ ^Q & v2

O
O O

OSF.C 70 301 0,45 V

5 mA
7 \vIL

ICC niust be tested for the worst case memory
configuration : max output at low level with
max Ai at low level
ICC doit être testé dans le pire cas de configuration
mémoire : max de sortie à l'état bas avec max Ai à
l'état bas.

Each input must be tested separately
Chaque entrée doit être testée séparément
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SF.C 70301 E

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb = + 2 5°c V C C = 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN TYP MAX FIG.

Propagation delay time, high to low
level output from any adress-input
Temps de propagation à la décroissance
du signal de sortie par rapport à une
entrée d'adresse

tpHL/Ai 35 ns 60 ns

Loads
ChargesPropagation delay time, low to high

level output from any adress-input
Temps de propagation à la croissance du
signal de sortie par rapport à une entrée
d’adresse

tpLH/Ai R 1 = 300 12
R2 = 600 12
C = 30 pF

35 ns 60 ns

Propagation delay time,high to low
level output from any chip select inputs
Temps de propagation à la décroissance du
signal de sortie par rapport au dispositif de
sélection des entrées

Generator
Générateur

f = 1 MHz
= 200 ns

tr=tf = 5 ns

VHL/CH 23 ns 30 ns

lw

Propagation delay time, low to high
level output from any chip select inputs
Temps de propagation à la croissance du
signal de sortie par rapport au dispositif de
sélection des entrées

tpLH/CH 23 ns 30 ns
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SF.C 70301 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Outputs
Sorties

O O r
+5 VVCC = 5 V?

n
iR1

AO
V,H = 2,4 V A1 G01O

c ï R2
A2V|L = 0,4 V IA3

O 02A4 L l
A5G1®- 03 r 1A6

IA7G2(^ I04 Load circuit 2
Circuit de charge 2

ICS1
ICS2 I I

I50n L _I
ni

i
i iLoad circuit 3

Circuit de charge 3G1 : Generator 1
Générateur 1

I I
I I
L .J

G2 : Generator 2
Générateur 2 r n

i
Load circuit 4
Circuit de charge 4 I

I
I
JL

SIGNAL'S WAVEFORMS
FORMES D'ONDES DES SIGNAUX

Generator 1
Générateur 1

Generator 2
Générateur 2

t <5 ns <5 ns tr <5 ns tf <5 nsf I
3 VI

I -----"-"jL-l-go %. 3 v
Adress input | jA \ I
Entrée d'adresse l / ^-f-1,5 V-

/l T\10 %-0 V

-V -L—y H

r—

(— 90 %—

j— 1,5 V-
L_ 10 %- 0 V

Adress input
Entrée d'adresse

I

^HL ! ! *PLH lPLH îPHL!K i H

Outputs
Sorties

I t*PLH PHLIM

/ NyS y
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SF.C 70301 E

TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES

OA9
OA8

LL _CL JLW
O A7
OA6
OA5
OA4
OA3SF.C 70 301SF.C 70 301 SF.C 70 301SF.C 70 301

OA2
OA1
OA0

R 001
002
003
O04

Ô
Vcc

1024 words of 4 bit read-only-memory
Mémoire à lecture seule 1024 mots de 4 bits

TTL - IX 7/8
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SF.C 70301 E

TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES

A7 AO
Q Q Q Q O Q O O O VCC

000
0015
0014
0013
0012

O-
SF.C 70301O

0000
O011
0010O \

SF.C 70301
009O

-OO8

0
007

O- 006SF.C 70301O- 005
004

0
003

Co- 002SF.C 70301O O01
ooo

1'
Memory-stack of 256 words x 16 bit
Bloc de mémoire à 256 mots de 16 bits
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71301 E ,SF.C 71301 AE

1024 BIT FIELD PROGRAMMABLE BIPOLAR ROMS
MEMOIRES BIPOLAIRES A LECTURE SEULE PROGRAMMABLES 1024 BITS

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PR!NC!PALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d’entrée
maximale

vcc < V > Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType Low State

Etat bas
High State
Etat hautMax.Min.

SF.C 71301 E 0°C, + 70°C

0°C, + 70°C

—55°C, +125°C

—55°C, +125°C

5,25 5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V

10 10MP-117 4,75

SF.C 71301 AE 104,75 5,25 10MP-117

10SF.C 71301 KM 5,5 10MP-117 4,5

10SF.C 71301 AKM 5,5 10MP-117 4,5

— Field programmable
— Organized as 256 words of 4 bit
— TTL Schottky
— Reduced input loading factor
— Open-collector outputs (71301 A)

— Tri-state outputs (71301)

— Typical acces-time 50 nsec
— DTL and TTL compatible

— Programmable par l’utilisateur

— Organisation en 256 mots de 4 bits

— Technologie TTL - Schottky

— Entrées à facteur de charge réduit

— Sorties à collecteur ouvert (71301 A)

— Sorties 3 états (71301)

— Temps d’accès typique 50 nsec

— Compatible DTL et TTL

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 71301 and 71301 A are field-programmable
read-only memories, organized as 256 words by 4 bits
per word.

Les mémoires SF.C 71301 et SF.C 71301 A sont des mémoi-
res mortes programmables par l’utilisateur, organisées en 256
mots de 4 bits.

The output stage is the only différence between the
two circuits : the SF.C 71301 features a tri-state
output, while the SF.C 71301 A has an open-collector
output. Both versions offer the same low-current
input circuits, using a PNP transistor.

Les SF.C 71301 et SF.C 71301 A se différencient par le
circuit de sortie qui est du type à 3 états pour le SF.C 71301
et à collecteur ouvert pour le SF.C 71301 A. Les circuits
sont les mêmes pour les deux versions et assurent un faible
courant à l’état bas grâce à l'utilisation de transistors PNP.

The memories are supplied with ail bits storing a
logical ”1", the outputs being thus in the high State.
A simple programming procedure allows the user to
alter any bit into a "0", according to the pattern
needed for his spécifie requirements.

Les mémoires sont fournies vierges de tout contenu, avec les
sortiesau niveau haut. L'utilisateur inscrit lui-même la matrice
mémoire, en adressant normalement le mot à inscrire et en
appliquant ensuite sur les entrées convenables les signaux
définis dans la procédure d'inscription.

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Package MP-117 (CB-79)
Boîtier

VCC A7 CS2 CS1 00 01 02 03

LOGIC SYMBOL
SYMBOLES LOGIQUES

Top view
Vue de dessus

CS1UCS2

—A0
A1
A2 SF.C 71301
A3 256 W x 4 B

pROMA 4 ) SF.C 71301A5
A6
A7QQ 01 02 03rrrr

A6 A5 A4 A3 A0 A1 A2 GNDFigure 1

TTL - IX 74 - 9 1/7
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SF.C 71301 E, SF.C 71301 AE

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

A7o
A60 32

32 x 32 bit memory matrix
Matrice mémoire 32 x 32 bits

Décoder
Décodeur
32 lignes

A50
A4 O-
A30

I ï ï ï
8A2o 8 8 8

Décoder
Décodeur
8colonnes

Décoder
Décodeur
8colonnes

Décoder
Décodeur
8colonnes

Décoder
Décodeur
8 colonnes

A10-
A0O

Chip select
Sélection de
boî tier

CS1£=0CS2

VCCO
GNDO

04 03 02 01FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

INPUTS
ENTREES

OUTPUTS
SORTIES

CS2CS1 A3AO A 1 A2 A4 A5 A6 01A7 02 03 04

MAi) f2(Ai) f3( A i) MAi)L L X X X X X X X X 1 4L H X X X X XX X X H H H H
H H X X X X X X X X H H H H
H L X X X X X X X X H H H H

Ai : Présent value of the address on inputs AO to A7
Adresse dont la valeur binaire est présentesur les entrées de AO à A7

H :High level
Niveau haut

X : Irrelevant
Etat indifférent

L : Low level
Niveau bas

FUNCTIONAL TEST-CIRCUIT
CIRCUIT DE TEST FONCTIONNEL

V VCCO 6 VO IHmin 1/0 (pattern) 9^OHmax

D-ir$>3305,6o
knL B

1N
914

Û
I
I

B —OSF.C 71301I —O—O rt>O
^ILmax

J T

Ô VOLS55 1/0 (pattern)max
Each output is compared to the reference pattern
Chaque sortie est comparée séquentiellement à la confi-guration de référence

Each input is forced by a driver system
Chaque entrée est sollicitée par un système de forçage
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SF.C 71301 E, SF.C 71301 AE

ÇLECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

VALUES
VALEURS

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

VCCmin
= 15 mA’OLMaximum low level output voltage

Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax B0,45 V V,L = 0,8 V
V|H = 2 V

VCCminMinimum high level output voltage
(SF.C 71301 only)
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut
(SF.C 71301 seulement)

= 400 MAOHVOHmin A2,4 V V|L = 0,8 V
V,H = 2 V

VCCmin
VQ = 2,4 V

Vm = 2 V

Off State output current (SF.C 71301 only)
Courant de sortie à l'état haute impédance
(SF.C 71301 seulement)

100'oz AtA

Maximum output current at VoHmax
(SF.C 71301 A only)
Courant maximal de sortie à VQHmax
(SF.C 71301 A seulement)

^CCmax
VOH= 5,5 V

100I AOHmax MA

^CCmax
V, = 0,45 V
V,H = 5,5 V

I -0,25Maximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_max

ILmax
/ (Lmax)

D/ mA

^CCmax
V, = 5,5 V
V) L = 0,45 V

40Maximum input current at VoHmax
Courant maximal d'entrée à VQHmax I CIHmax MA

VCCminMaximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

E-1 VVIL = —5 mAI I

^CCmax
V, = 0 V

130Supply current per package
Courant d'alimentation par boîtier ’cc FmA
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SF.C 71301 E, SF.C 71301 AE

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

V,H = 2 V ^CCmax V,H = 2 V VCCmin Fig. BFig. A
9 I 1Q

I I< > </>

M
S*- S
aS S
> -2J
Q £

SF.C 71301 SF.C 71301
£ S
a5 ^> "S
Û & O OL

7 A r "N^OHmaxi

y ?
SB B?ô

= 0,8 VVIL V|L = 0,8 V

Fig. C Fig. DV^CCmax 5,5 V CCmax0,45 V
O îîO

IIH ILO O
O O^IHmax VLmaxSF.C 71301 SF.C 71301O O
O O

7̂ \

U DSB*
Each input must be tested separately
Chaque entrée doit être testée séparément

Each input must be tested separately
Chaque entrée doit être testée séparément

Fig. E Fig. F
VCCmin

î CC O ^CCmax

SF.C 71301SF.C 71301

5 mA
VIL

SB
Each input must be tested separately
Chaque entrée doit être testée séparément
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SF.C 71301 E,SF.C 71301 AE

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb = + 25°C V C C = 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN TYP MAX FIG.

Propagation delay time, high to low
level output from any address-input
Temps de propagation à la décroissance
du signal de sortie par rapport à une
entrée d'adresse

VHL/Ai G50 ns 70 ns

Loads
ChargesPropagation delay time, low to high

level output from any address-input
Temps de propagation à la croissance du
signal de sortie par rapport à une entrée
d'adresse

tpLH/Ai R1 = 300 n
R2 = 600 El
C = 30 pF

70 ns G50 ns

Propagation delay time, high to low
level output from any chip select input
Temps de propagation à la décroissance du
signal de sortie par rapport aux entrées de
sélection de boî tier

Generator
Générateur

f = 1 MHz
= 200 ns

tr=tf = 5 ns

VHL/CS 20 ns 35 ns G

*w

Propagation delay time, low to high
level output from any chip select input
Temps de propagation à la croissance du
signal de sortie par rapport aux entrées de
sélection de boî tier

VLH/CS 20 ns 35 ns G

CAPACITANCE
CAPACITES

x*mb = + 25°C

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES TYP MAX FIG.MIN

Address input capacitance
Capacité d'une entrée d'adresse

C 7 pF 15 pFAD

V C C = 5 V
V, = 2 V

CCS1 20 pF10 pF
Chip select input capacitance
Capacité d'une entrée de sélection de boîtier

CCS2 15 pF7 pF

vcc = 5 V
V0 = 2 V

Output capacitance
Capacité d'une sortie

C 6 pF 12 pFO

TTL - IX 5/7
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SF.C 71301 E, SF.C 71301 AE

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Outputs
Sorties

o ~cT ~o o r
+5 VFigure G VCC = 5 V?

n
R 1

AO
V|H = 2.4 V A1 I

cm 1O
c' A R2

01A2
* 3V,L = 0,4 V IA3-OCD ^~ ù
S 5
oj a
a> ~eu o

CO ^

IO 02A4 L. J
A5G1® 03 r iA6
A7 04 I Load circuit 2

Circuit de charge 2
CS1 1
CS2 I

50 El L _!

1Si
I
I Load circuit 3

Circuit de charge 3 IG1 : Generator 1
Générateur 1

I I

L _l
r n

iLoad circuit 4
Circuit de charge 4 I

JL

SIGNAL'S WAVEF0RMS
FORMES D'ONDE DES SIGNAUX

Generator 1
Générateur 1 ». tr < 5 ns tf <5 ns

|

3 VI
|— 90 %-
j— 1,5 V-

L-10 %- OV

Inputs
Entrées

I I.! lPHL ! tPLH
f H

V—tr :
\ , | V H L I
T* r
/ NV—1,5 V/

I
I
I
i
!
IOutputs

Sorties J tPLH
I
I
I
I
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SF.C 71301 E, SF.C 71301 AE

PROGRAMMING SPECIFICATIONS PROCEDURE DE PROGRAMMAT!ON

The SF.C 71301/71301 A are supplied with ail bit
providing an output high level ( logical 1). The follo-
wing procedure allows the writing of a ”0" in any bit
location,by opening a fusible link.

Les mémoires SF.C 71301/71301 A sont fournies avec un

contenu identique pour tous les bits, tel que l'information de
sortie est un "1" (niveau haut). La procédure décrite ci-
dessous permet d'inscrire un"0" en n'importe quel point de
la matrice, par coupure d'une connexion fusible.

1 — Apply the supply voltage VQQ = 5 V Alimenter le circuit sous VQQ =5 V.1 -

2 — Apply a high level voltage ( 5 V) to the input
pin CS2.

Porter l'entrée de sélection de boî tier CS2 au niveau
haut (5 V).

2-

3 — Address the word to be programmed by setting
the address inputs to the appropriate levels
(high = 5 V, low = 0 V).

3 - Adresser normalement le mot à programmer par
application des niveaux convenables sur les entrées
d'adresses (haut =5 V,bas =0 V ).

4 — Select the bit to be programmed by applying a
11 V voltage (current limited to 10 mA) to the
corresponding output. No more than one out-
put may be programmed at a time.

4 - Sélectionner le bit à inscrire en portant la sortie
correspondante à une tension de 11 V, limitée en

courant à 10 mA. Ne programmer qu'une sortie à la
fois.

5 — Apply the programming puise to the input pin
CS1 :

5 - Appliquer l'impulsion de programmation sur l'entrée
CS1 :

- amplitude :24 V < E < 25,5 V (typ. 25 V)

- width : 20 ms

amplitude : 24 V <E <25,5 V (typ. 25 V)

durée : 20 ms

rise time: 50 ps

current limitation : 200 mA

temps de montée : 50 ps

limitation en courant : 200 mA

duty cycle : 20 %. rapport cyclique : 20 %.

If the bit has not been programmed, repeat the
programming puise several times.

En cas de non inscription, répéter l'impulsion de
programmation plusieurs fois.

6 — To check that the output has been correctly
programmed, bring the chip select inputs CS1
and CS2 to 0,4 V.

Pour vérifier que la sortie est bien passée à l'état bas
après programmation, porter les deux entrées de
sélection de boî tier CS1 et CS2 à 0,4 V.

6-

NOTES : NOTES :

(a) : No address inputs should be left open during
programming.

(a) : Ne pas laisser d’entrées d'adresses non connectées
pendant la procédure de programmation.

(b): Case température should not exceed 75°C during
programming.

(b) : Pendant l'opération d'inscription, la température du
boîtier doit être maintenue à une valeur inférieure à

75°C.
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SF.C 80101, SF.C 80101 A

64 BIT READ-WRITE MEMORIES
MEMOIRES 64 BITS A LECTURE-ECRITURE

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PR!NC!PALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc 'v > Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boî tierType

Low State
Etat bas

High State
Etat haut

Min. Max.
SF.C 80101E
SF.C 80101KT
SF.C 80101KM
SF.C 80101AE
SF.C 80101AKT
SF.C 80101AKM

MP-117
MP-117
MP-117
MP-117
MP-117
MP-117

—55°C, +125°C
—25°C, + 85°C
—55°C, +125°C

0°C, + 70°C
—25°C, + 85°C
-55°C, +125°C

4,75 5,5 V
5,5 V
5,5 V
5,5 V
5,5 V
5,5 V

5,25 10
4,75 5,25 10
4,5 5,5 10
4,75 5,25 10
4,75 5,25 10
4,5 5,5 10

— Fast access time : 35 ns max
— Fully decoded
— DTL or TTL compatible
— Low input load current : 0,25 mA max
— And-tie capability : open collector outputs

— Simple memory expansion through chip select input :
17 ns max

— Minimum line reflection : low voltage diode input
clamp

— Schottky TTL

— Temps d'accès maximal : 35 ns

— Entièrement décodée

— Compatible DTL ou TTL

— Faible courant d'entrée à l'état bas : 0,25 mA max

— Sorties à collecteur ouvert possibilité de Et-câblés

— Temps d'accès par l'entrée de sélection de boîtier :
17 ns max

— Limitation des effets de réflexions par diode d'écrêtage
sur chaque entrée

— TTL Schottky

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 80101 and SF.C 80101 A are 64 bit
random access memories. Their high speed makes
them idéal in scratch pad applications. These devices
are organized as a 16 words by 4 bit array.
The storage flip-flops are addressed through an on
chip 1 of 16 binary décoder using four input address
leads.
The WE write input allows data presented at the data
inputstobe entered at the addressed storage cells.

Les mémoires SF.C 80101 et SF.C 80101 A sont des
mémoires vives à accès aléatoire. Leur rapidité les destine
tout particulièrement à la fonction de mémoires bloc-notes.
Elles sont organisées en 16 mots de 4 bits.
L'accès à chaque mot est réalisé à partir de 4 entrées d'adres-
ses et d'un décodage 1 parmi 16.

L'entrée d'écriture WE permet aux informations présentes
sur les entrées ''données'' d'être stockées dans les points
mémoires adressés.
En plus des entrées d'adresses et d'écriture, l'entrée CS per-
met la sélection d'un boîtier parmi d'autres : les sorties
homologues étant connectées en " Et-câblé". Lorsqu'un cir-
cuit n'est pas sélectionné, ses sorties sont inhibées ; elles ne
présentent donc pas de transitions pendant l'écriture d'un
circuit sélectionné.

In addition to the address leads and the write enable
lead, a separate chip'select input allows easy sélection
of an individual package when the outputs of several
packages are And-Tie. The outputs of an unselected
chip being held in the high State, they will not genera-
te noise during the writing of a selected chip.

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

VCC A1 A2 A3 D4 §4 D3 S3

Top view
Vue de dessus

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

Function
Fonction

Outputs
SortiesCS WE

write
écrire

L L H

) Package MP-117
Boîtier (CB-79) readL H Dilire

store
mémoire

±]—Ci]—H—[i]—Q“

XH H

X = Don't care
Sans influenceA0 CS WE D1 S1 D2 S2 GND

TTL - IX 74 - 6 1/7
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SF.C 80101, SF.C 80101 A

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede températureambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

VCC = 5 v

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,85 V

VCCmin
VCS = 0

IQ = 15 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,45 V VWË = 2.5 V

^CCmax
VCS = 2-5 V

Maximum output current at VoHmax
Courant maximal de sortie à VQHmax

I 100 pAOHmax VQ = 5,25 V

^CCmaxMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQLmax -0,25 mAILmax = 0,45 VV|

Maximum input current at VoHmax
Courant maximal d'entrée à VQHmax ^CCmax

V, = 5,25 V
10 pAIHmax

VCCminMaximum input clamp voltage
Tension maximale d'entrée d'écrêtage Vl -1 V I = —5 mAI

VCS=VD=VA=° V^CCmax

Supply current per package
Courant d'alimentation par boîtier VQ : Data inputs voltage

Tension sur les entrées des données
105 mACCmax

V^ : Adress inputs voltage
Tension sur les entrées d'adresses

2/7 TTL - IX
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SF.C 80101, SF.C 80101 A

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

READ CYCLE
CYCLE DE LECTURE

VALUES
VALEURS

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

TYP.MIN. MAX.
XPLH
VHL

SF.C 80101 A
SF.C 80101

35 ns
60 ns

Address to output delay
Temps d'accès à partir des entrées d’adresses

CL = 30 pF
= 15 mAChip select to output delay

Temps d’accès à partir de l’entrée de
sélection de boîtier

VLH
tpHL

L SF.C 80101 A
SF.C 80101

17 ns
60 ns

WRITE CYCLE
CYCLE D’ECRITURE

Sense amplifier recovery time
Temps de récupération après l’écriture

SF.C 80101 A
SF.C 80101

35 ns
50 ns

XSR

Write puise width
Largeur de l’impulsion d’écriture

SF.C 80101 A
SF.C 80101

25 ns
40 ns

tWP
CL = 30 pF

= 15 mAData write overlap time
Temps de coïncidence entre la donnée et
l’impulsion d'écriture

L SF.C 80101 A
SF.C 80101

25 ns
40 ns*DW

Write recovery time
Délai entre l’impulsion d’adresse et
l’impulsion d’écriture

SF.C 80101 A
SF.C 80101

0 ns
5 ns

%R

*Input capacitance
Capacité d'entrée

C: V; = 2 V 5 pFi

Output capacitance
Capacité de sortie Co* 5 pFVo = 2 V

*Test conditions : f = 500 KHz
Conditions de mesure Vbias = 2 V

polarisation
tamb = 25°C

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

?Vcc 1Vcc ILoad circuit
Circuit de charge 300 £2 |

ICS
IIA0 IS1 30 pFA1 600 £2 I<$ ÏA2 IS2A3 I

Generators
Générateurs

L. I

D1 S3 r nLoad circuit
Circuit de charge

ID2 I
D3 S4
D4 r~ '"i

Load circuit
Circuit de charge

IO WE JI
L

r 1
Load circuit
Circuit de charge

I
IIR
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SF.C 80101,SF.C 80101 A

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

READ CYCLE - CYCLE DE LECTURE
Address to output delay
Temps d'accès à partir de l'adresse

WRITE CYCLE - CYCLE D'ECRITURE

A0,A1,A2,A3 YA A0fA1,A2,A3 \ X
/ i\ A

—J VChip select input \ w
Entrée de sélection \ Æ.

! \ /

!—VChip select input \
Entrée de sélection

!

If—tPHL—N Il U-tDWI l
V | -lPLH-̂

XII
S1, S2,S3, S4 D1,D2,D3,D4 I

I /-/ I
I

I
IWPI

Chip select to output delay
Temps d'accès à partir de la sélection de boî tier

\
f^WR-vy/

Write input
Entrée d'écritureA0,A1,A2,A3

I

18 ns

I
\/JChip select input

Entrée de sélection S1, S2, S3, S4 /
/I \-/

IW-VHL- U
v | -VLH-H ("«/\ f tgp : is associated with a read cycle and does not

affect, the access time.
Apparaî t lorsqu'une lecture d'un zéro suit une
écriture ; il n'affecte pas te temps d'accès.

S1,S2,S3, S4

Conditions of test :
Conditions de test

— Input puise amplitude : 2,5 V
Amplitude des impulsions d'entrée : 2,5 V

— Input puise rise and fall times : 5 ns
Temps de montée et de descente des impulsions de commande : 5 ns

— Speed measurements are made at : V = 1,5 V
Les mesures des temps sont faites à la tension : V = 1,5 /

4/ 7 TTL - IX
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SF.C 80101, SF.C 80101 A

TYPICAL APPLICATION
APPLICATION TYPIQUE

Many of the requirements for small high-speed mémo-
ries in digital computers can now be more easily
filled using SESCOSEM 64 bit high-speed memory.

La plupart des conditions imposées aux mémoires rapides de
faible capacité utilisées dans les calculateurs digitaux peuvent
être maintenant aisément satisfaites en utilisant la mémoire
SF.C80101 A .

Scratch pad memories, writeable control memories,
and arrays of registers can be built quite easily.

Des mémoires bloc-notes, des mémoires vives de commande
et des réseaux de registres peuvent être très facilement réali-
sés.

The following circuit is an example of the SF.C
80101 A and SF.C 80101 used as a building block
in constructing memory Systems of different size.

Le diagramme ci-dessous est un exemple d'extension de capa-
cité mémoire à partir de la mémoire SF.C 80101 A ou
SF.C80101 .

64 WORDS x 8 BIT MEMORY
MEMOIRE DE 64 MOTS DE 8 BITS

Décoder
Décodeur

A5 O
A4 O

T

A3 O-
A2 O
A1 (>
A0 O T CSCS CS

S1
D1 O
D2 O-
D3 O-
D4 O-

S2
S3
S4
WE WE WE

VVEO

O S1
O S2
O S3
O S4

t l b CSCSCSCS

S5
D5 O
D6 O
D7 O
D8 O

S6
S7
S8
WE WE WEC t

O S5
O S6
O S7
O S8
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SF.C 80101, SF.C 80101 A

TYPICAL DC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES TYPIQUES

INPUT CURRENT VS INPUT VOLTAGE
COURANT D'ENTREE EN FONCTION
DE LA TENSION D'ENTREE

OUTPUT CURRENT VS OUTPUT "LOW" VOLTAGE
COURANT DE SORTIE EN FONCTION DE LATEN-
SION DE SORTIE A L'ETAT BAS
I

(mA )

50

40

tamb ~0°C
tamb = 25°C
tamb = 75°C30

20

10

0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 V

INPUT THRESHOLD VOLTAGE VS CASE TEMPERATURE
VARIATION DE LA TENSION DE SEUIL SUR LES ENTREES
EN FONCTION DE LA TEMPERATURE

1

0,5

0
25 50 75 W00»
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SF.C 80101, SF.C 80101 A

TYPICAL AC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES TYPIQUES

ADDRESS TO OUTPUT DELAY VS
TEMPERATURE
VARIATlON DU TEMPS D'ACCES A PARTIR
DE L'ADRESSE EN FONCTION DE LA
TEMPERATURE

CHIP SELECT TO OUTPUT DELAY VS
TEMPERATURE
VARIATION DU TEMPS D'ACCES A PARTIR
DE LA SELECTION DE BOITIER EN FONCTION
DE LA TEMPERATURE

250 7550 (°C)

WRITE PULSE WIDTH AND SENSE AMPLIFIER
RECOVERY TIME VS TEMPERATURE
VARIATION DE LA LARGEUR MINIMALE
D'ECRITURE ET DU TEMPS DE RECUPERATION
APRES L'ECRITURE EN FONCTION DE LA
TEMPERATURE

ADDRESS AND CHIP SELECT TO OUTPUT DELAY
VS LOAD CAPACITANCE
VARIATION DES TEMPS D'ACCES EN FONCTION
DE LA CHARGE CAPACITIVE

30 30

20

T0

0
0 25 50 75 pF

TTL - IX 7/ 7
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SF.C 80106, SF.C 80107
256 BIT READ-WRITE RANDOM ACCESS MEMORIES

MEMOIRES 256 BITS A LECTURE-ECRITURE

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc (V) Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Low State
Etat bas

High State
Etat haut

Max.Min.

SF.C 80106 AK MP-117 0°C, + 75°C 4,75 5,25 5,5 V 9 80

SF.C 80107 AK MP-117 0°C, + 75°C 4,75 5,25 5,5 V 9

— Fast access time : 60 ns max
— Fully decoded
— DTL or TTL compatible
— Low input load current : 0,25 A max
— Chip select to output delay time : 40 ns max

— Temps d’accès maximal par rapport à l'adresse :60 ns
— Entièrement décodée

— Compatible DTL ou TTL

— Faible courant d'entrée à l'état bas : 0,25 mA max

— Temps d’accès par l'entrée de sélection de boîtier :

40 ns max

— Limitation des effets de réflexions par diode d'écrêtage

sur chaque entrée

— TTL Schottky

— Minimum line reflection : low voltage diode input
clamp

— Schottky TTL

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The SESCOSEM SF.C 80106 A and SF.C 80107 A
are 256 bit read/write random access memories. These
devices are designed for high speed scratch pad appli-
cations.They are organized in a 256 words by one bit.
The SF.C 80106 A has a three-state output and the
SF.C 80107 A has an open collector output.

Les mémoires SF.C 80106 A et SF.C 80107 A sont des
mémoires vives à accès aléatoire. Leur rapidité les destine
tout particulièrement à la fonction de mémoires bloc-notes.
Elles sont organisées en 256 mots de 1 bit.
La sortie de la mémoire SF.C 80106 A est une sortie "trois
états'' tandis que celle de la mémoire SF.C 80107 A est à
collecteur ouvert.

The storage flip-flops are addressed through an on
chip 1 of 16 binary décoder using eight input address
leads.
The WE write input allows data presented at the data
inputs to be entered at the addressed storage cellr,.

L'accès à chaque mot est réalisé à partir de huit entrées
d’adresses et d'un décodage 1 parmi 16.

L’entrée d'écriture WE permet aux informations présentes sur
l’entrée''donnée'' d'être stockée dans le point mémoire adres-
sé.

On -chip address decoding and the hîgh speed chip-
select facilitate easy memory expansion.
When the chip select is high (chip unselected) the data
output remains high whatever the write enable State
may be. Thus, in OR-Tie configuration an unselected
chip will not generate noise at the output of a selected
chip.

Les circuits d'adresses incorporés et le circuit de sélection de
boî tier rapide facilite grandement l'expansion mémoire.
En plus des entrées d'adresses et d’écriture, les entrées CS
permettent la sélection d'un boî tier parmi d'autres. Lorsqu'un
circuit n’est pas sélectionné, ses sorties sont inhibées ; elles ne
produisent donc pas de parasitage pendant l'écriture d'un
circuit sélectionné.

T T L - I X 7 4 - 1 1 1/7
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SF.C 80106, SF.C 80107

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Package MP-117 (CB-79)
Boîtier

Top view
Vue de dessus

VCC A2 A3 Di WE A7 A6 A5

HHEHEHZHZh— 16 15 14

)

DHZHZH3HZHZ1-(Zr
AO CS1 C52 Dô A4 GNDA1

TRUTH TABLE
TABLE DE VERITE

Write enable
Autorisation
d'écriture

Chip select inputs
Entrées sélection boî tier

Output
SortieFunction

Fonction
CS1 CS2 CS3 WE Do

Write
Ecriture

L L L L Di

Complément of written
memory data
Complément de /'informa-
tion inscrite en mémoire

Read
LectureL HL L

High impédance for SF.C 80106 A
Haute impédance pour SF.C 80106 A

High level for SF.C 80107 A
Etat haut pour SF.C 80107 A

One or more high
Au moins une à l'état
haut

Store
MémoireX
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SF.C 80106, SF.C 80107

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).Dans toute lagammede températureambiantede fonctionnement(sauf indicationscontraires).
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

Maximum input current at VoLmaxail inputs
Courant maximal d’entrée à VoLmax sur
toutes les entrées

vcc = 5'25 v
= 0,45 V

max. 0,25 mAILmax vi

Input leakage current ail inputs
Courant d'entrée à l'état haut sur
toutes les entrées

VCC = 4'75 V
= 5,25 V

11H max. 10 /iA Vl

VCC = 4'75 V
IQ = 15 mA

Low level output voltage
Tension garantie en sortie à l'état bas

V max. 0,45 VOL

VCC = 5-25 V

Ail inputs open
Toutes entrées non connectées

typ. 90 mA
max. 130 mA

Supply current per package
Courant d'alimentation par boî tier ’cc

VCC = 4'75 V
= —5 mA

Input clamp voltage,all inputs
Tension d'écrêtage sur toutes les entrées vi max. -1 V

I I

Maximum low level input voltage ail inputs
Tension maximale d'entrée permiseà l'état bas
sur toutes les entrées ^ILmax max. 0,85 V VCC = 5 V

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l’état haut ^IHmin VCC = 5 Vmin. 2 V

Vrr = 5,25 V
v“= 5,25 V

Output leakage current at 5,25 V
Courant de fuite en sortie à 5,25 V max. 100 /iAO

SF.C 80106 A

— 3,2 mA seulement
VCC = 4'75 VMinimum high level output voltage

Tension minimale garantie en sortie à l'état haut VOHmin min. 2,4 V
!0

SF.C 80106 A
only
seulement

VCC = 5 V

vQ = OV
min. —20 mA
max. —60 mA

Output short circuit current
Courant de court-circuit en sortie SC

T T L - I X 3/7
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SF.C 80106, SF.C 80107

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

READ MODE
CYCLE DE LECTURE

VALUES
VALEURS

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE
SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES MAX.MIN. TYP.

SF.C 80106 A
SF.C 80107 A

Address access time
Temps d'accès à partir des entrées d'adresse XAA 25 ns 40 ns 60 ns

Chip select access time
Temps d'accès à partir des entrées de sélection
de boî tier

SF.C 80106 A
SF.C 80107 A

See figure 1, 2, 3
Voir figures 1, 2, 3XACS 25 ns 40 ns

Chip select disable time
Temps qui sépare la fin de la sélection de
boîtier de l’établissement de l'état haute
impédance en sortie

XDCS SF.C 80106 A 25 ns 40 ns

Figure 2 - INPUT PULSES
SIGNAUX D'ENTREES

Figure 1 - LOADING CONDITION
CONDITIONS DE CHARGE

vcc = 5 v

K 90%
3,5 V

10%
300 EI I

I !I 10 ns10 nsO +
4 10%600 El

3,5 V
90%

V»

Figure 3 - READ MODE
CYCLE DE LECTURE

x Chip enable
Autorisation de boîtierAddress A0 to A7

Adresses AO à A7 CSÏ, CS2, C53
I
I *AA

X Output Do
Sortie Do

Output Do
Sortie Do

Nota : All time mesurements referenced to 1,5 V
Toutes les mesures de temps sont référencéés par rapport au niveau 1,5 V
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

WRITE MODE
CYCLE DE LECTURE

VALUES
VALEURS

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

MIN. TYP. MAX.
Write enable puise width
Largeur de l'impulsion d'écriture *wP 50 ns 35 ns

Set-up time from address to Write enable
Temps de prépositionnement de l’adresse par
rapport à l'autorisation d’écriture

%SA 10 ns 5 ns

Set-up time from chip enable to Write
enable
Temps de prépositionnement de l'autorisation
de boîtier par rapport à la remontée de
l'autorisation d'écriture

lWSCS 50 ns 30 ns

Data set-up time before the rise of write
enable
Temps de prépositionnement de l'information
d'entrée par rapport à la remontée de l'autori-
sation d’écriture

%SD 20 ns 15 nsSee figure 1, 2, 4
Voir figures 1,2, 4

Hold time for address from write enable
Temps de maintien de l'adresse après l’autori-
sation d'écriture *WHA 10 ns 0

Hold time for data input from write
enable
Temps de maintien de l'information d'entrée
après l'autorisation d'écriture ^HD 10 ns 0

Propagation delay from write enable to
valid data at output
Temps qui sépare le début de la commande
d'écriture de l'état pris en sortie

%VD 20 ns

Time output reaches low impédance
State after chip enabled
Temps d'établissement de l'état basse
impédance après la commandede sélection
de boîtier

'ACS 40 ns

Time output reaches high impédance
State after chip disabled
Temps d’établissement de l'état haute
impédance après la commande de sélection
de boîtier

^CS 20 ns
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Figure 4 - WRITE MODE
CYCLE D’ECRITURE

%XAddress AO to A7
Adresses AO à A7

I
I ^HA%SA

Chip select
Autorisation de boîtier \

^SCS

Data input
Entrée informations

v ; „_XDIN

%SD ^HDU

lwP

LJWE
Write enable
Autorisation d’écriture

^CS%VDXACS t

M/-Do

\ /ÂData output
Sortie d'informations

Nota : Ail time mesurements referenced to 1,5 V
Toutes les mesures de temps sont référencées par rapport au niveau 1,5 V
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ADDRESS INPUT (A4, A5, A6, A7) TO OUTPUT
DELAY TEMPERATURE
VARIATION DU TEMPS D’ACCES A PARTIR
DES ENTREES D'ADRESSE A4,A5,A6,A7 EN
FONCTION DE LA TEMPERATURE

ADDRESS INPUT (AO, A1, A2, A3) TO OUTPUT
DELAY VS TEMPERATURE
VARIATlON DU TEMPS D’ACCES A PARTIR
DES ENTREES D’ADRESSE AO, A1, A2,A3 EN
FONCTION DE LA TEMPERATURE

{% ) VCC = 5 V

lQL — 15 mA

CL = 50 pF1,2
Q}
3
(O O
> 8, 0,8
O «N

CM g 0,4OJ -ïS 2
o -54-1 -«o> 4-tt)- 9-
J2 2 -0,4
2 ü

0

Q.C

||-0,8
il>2-1,2

-1,6
0 20 6040 (°C)

CHIP SELECT TO OUTPUT DELAY
TEMPERATURE
VARIATION DU TEMPS D’ACCES A PARTIR
DES ENTREES DE SELECTION DE BOITIER
EN FONCTION DE LA TEMPERATURE

CHIP SELECT DISABLE TIME VS
TEMPERATURE
VARIATION DU TEMPS QUI SEPARE LA FIN
DE LA SELECTION DE BOITIER DE L’ETABLIS-
SEMENT DE L’ETAT HAUTE IMPEDANCE EN
SORTIE, EN FONCTION DE LA TEMPERATURE

(%)
VCC = 5 V

lQL = 15 mA
C. =50 pF '1,2

L(U
3

Sa! 0,8$o
CNI 0,40)

S 2
tQCS5o

0
"5 §
11
2 fc

-0,4
Q.c

|!-0,8

>1
-1,2

-1,6
40 600 20 (°C)
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SF.C 5107 AE , SF.C 5108 AE
SF.C 5109 E , SF.C 5110 E

DUAL LINE RECEIVERS AND DRIVERS
DOUBLES RECEPTEURS TRANSMETTEURS DE LIGNE

LINE RECEIVERS AND DRIVERS FEATURES (High speed- Standard supply voltages)
CARACTERISTIQUES DES RECEPTEURS-TRANSMETTEURS DE LIGNE (Rapide - V d'alimentation standardisées)

—55°C to 125°C 0°C to 70°C
Circuit funtion
Fonction du circuit

àà Output function
Caractéristique de la sortieK or E package

Boî tier K ou E
K package
Boî tier K

Dual line receiver
Double récepteur de ligne

Active pull up
Sortie à totem-poleSF.C 5107 A SF.C 5107 A

Open collector
Collecteur ouvert

Dual line receiver
Double récepteur de ligneSF.C 5108 A SF.C 5108 A

6 mA current switch
Courant disponible 6 mA

Dual line driver
Double transmetteur de ligneSF.C 5109 SF.C 5109

Dual line driver
Double transmetteur de ligne

12 mA current switch
Courant disponible 12 mASF.C 5110 SF.C 5110

FEATURES OF LINE RECEIVERS CARACTERISTIQUES DES RECEPTEURS DE LIGNE

high common-mode rejection ratio
high input impédance
high input sensitivity
differential input common-mode voltage range of
± 3 V
differential input common-mode voltage range of
more than ± 15 V using external attenuator

réjection en mode commun élevée

résistance d'entrée élevée
sensibilité de l'entrée élevée
gamme de la tension différentielle d'entrée ± 3 V
dans la plage de mode commun
gamme de la tension différentielle d'entrée ± 15 V
avec atténuateur externe dans la plage de mode
commun
sélection de la voie par échantillonnage séparé
souplesse de commande par signaux logiques
sorties compatibles TTL ou DTL
haute immunité aux bruits d'alimentation.

strobe inputs for receiver sélection
gâte inputs for logic versatility
TTL or DTL drive capability
high d-c noise margins.

FEATURES OF LINE DRIVERS CARACTERISTIQUES DES TRANSMETTEURS DE
LIGNE

entrées compatibles TTL
courants disponibles en sortie ( 6 mA ou T2 mA
typique )
sortie à haute impédance
plage importante de tension de mode commun en
sortie ( -3 V à + 10 V )

sélection du transmetteur par commandes d'inhibition

TTL input compatibility
current-mode output ( 6 mA or 12 mA typical )

high output impédance
high common-mode output voltage range ( —3 V to

+ 10 V )

inhibitor available for driver sélection.

DESIGN CHARACTERISTICS UTILISATION

Sériés SF.C 5107 A Line Circuits are TTL-compatible
dual circuits intended for use in high-speed data-

transmission Systems.
The drivers are designed to drive balanced, terminated
transmission lines, such as twisted-pair, at normal line
impédances without high power dissipation.

La famille des doubles circuits de transfert sur ligne est

compatible TTL et utilisable dans les systèmes de trans-
mission de données à haute vitesse.
Les transmetteurs sont calculés pour commander les
lignes équilibrées (ligne bipolaire à conducteurs torsadés)

terminées sur l'impédance caractéristique sans dissipation
de puissance importante.
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SF.C 5107 AE, SF.C 5108 AE, SF.C 5109 E, SF.C 5110 E

The receivers are designed to detect low-level differen-
tial signais in the presence of common-mode noise and
variations of température and supplies.

Les récepteurs sont calculés pour détecter les signaux
différentiels de faible niveau en présence de bruit de
mode commun et de variations de température et
d'alimentâtions.
Chaque transmetteur (récepteur) peut être utilisé avec
un quelconque récepteur (transmetteur) sur une même
ligne.
Les spécifications reflètent les conditions de pire-cas sur
la température, les tensions d'alimentation et la tension
d'entrée.
Les récepteurs et transmetteurs de ligne sont projetés
pour une utilisation générale ou bien pour des applica-
tions spécifiques telles que comparateurs, systèmes de
transmission équilibrés, non équilibrés et à partage de
ligne.

Either driver may be used with either receiver.

Spécifications reflect worst-case conditions of tempéra-
ture, supply voltages, and input voltages.

The line receivers and line drivers are designed for
general use as well as such spécifie applications as data
comparators and balanced, unbalanced, and party-line
transmission Systems..

TYPICAL APPLICATIONS DATA
APPLICATIONS TYPIQUES

BASIC BALANCED-LINE TRANSMISSION
SYSTEM

SYSTEME DE TRANSMISSION PAR LIGNE
EQUILIBRE

Sériés SF.C 5107 A dual line circuits are designed
specifically for use in high-speed data transmission
Systems that utilize balanced, terminated transmission
lines such as twisted-pair Unes. The System opérâtes in
the balanced mode, so that noise induced on one line is
also induced on the other. The noise appears common-
mode at the receiver input terminais where it is rejected.
The ground connection between the line driver and
receiver is not part of the signal circuit so that System
performance is not affected by circulating ground
currents.

La famille des doubles transmetteur-récepteur de ligne
est spécifiquement calculée pour un usage de transmis-
sion de données à haute vitesse qui utilise des lignes
équilibrées et adaptées à chaque bout. Le système
travaille en mode différentiel pour le signal d'infor-
mation, le bruit est induit sur un fil et aussi sur l'autre.
Le bruit apparaît en mode commun aux entrées du
récepteur où il est réjecté. La connexion de masse entre

le transmetteur et le récepteur ne fait pas partie du
circuit de transport du signal si bien que la performance
du système n'est pas affectée par circulation des courants
de masse.

’iRT
t=z>

RT RT

D>Data input A O J N
Données B O— I J D °Yk"

Driver
Transmetteur

Receiver
RécepteurInhibit CO 1 \

Inhibition DO ( J Ô Ô

Strobes
Echanti!tonnagesL

TWISTED-PAIR OR EQUIVALENT TRANSMISSION LINE ZQ = 2 Ry
LIGNE DE TRANSMISSION BIFILAIRE A CONDUCTEURS TORSADES OU EQUIVALENTS z0=2 RT
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Le circuit de sortie du transmetteur permet la commande
de lignes à impédance normalisée. Le fonctionnement
du système à haute vitesse est assuré du moment que
les réflexions sont éliminées c'est-à-dire quand les lignes
sont adaptées. Les interférences sont réduites par utilisa-
tion d'amplitudes de signal faible et basse impédance de
ligne.
Le retard typique dans un tel système est approximati-
vement (30 + 0,4 L) nanosecondes, où L est la distance
en mètres qui sépare le transmetteur du récepteur. Ce
retard comprend le retard d'une porte dans le transmet-
teur et d'une porte dans le récepteur.
La donnée est envoyée sur la ligne par déséquilibre des
tensions de la ligne dues au courant de sortie du trans-
metteur. Le transmetteur de ligne est choisi par des
entrées et niveaux logiques appropriés. La différence de
potentiel est approximativement :

The unique driver-output circuit allows terminated trans-
mission lines to be driven at normal line impédances.
High-speed System operation is ensured since line reflec-
tions are virtually eliminated when terminated lines are
used. Cross-talk is minimized by low signal amplitudes
and low line impédances.

The typical data delay in a System is approximately
(30 + 0,4 L) nanoseconds, where L the distance is in
meters separating the driver and receiver. This delay
includes one gâte delay in both the driver and receiver.

Data is impressed on the balanced-line System by unba-

lancing the line voltages with the driver output current.
The driven line is selected by appropriate driver-input
logic levels. The voltage différence is approximately :

VDIFF - 1/2 'o(on) • RT
Les lignes à grande résistance série dégradent considéra-
blement le signal. Le récepteur détecte les signaux
jusqu'à 25 mV (ou moins). Pour des résistances de
lignes normales, la donnée peut être propagée sur
plusieurs milliers de mètres.
Les résistances (R y) sont nécessaires seulement à l'extré-

mité des lignes. Pour les lignes courtes, il est suffisant de
conserver les résistances au niveau du récepteur. L'ampli-
tude du signal est approximativement :

High sériés line résistance will cause dégradation of the
signal. The receivers, however, will detect signais as low
as 25 mV (or less). For normal line résistances, data may
be recovered from lines of several thousand meters in
length.
Line-termination resistors (Rj) are required only at the
extreme ends of the line. For short lines, termination
resistors at the receiver only may prove adéquate. The
signal amplitude will then be approximately :

VDIFF - l0 (on) • RT
DATA-BUS OR PARTY-LINE SYSTEM SYSTEME BUS DE TRANSMISSION

La caractéristique d'échantillonnage des récepteurs et

la caractéristique d'inhibition des transmetteurs permet-
tent à la famille des doubles récepteurs-transmetteurs

l'utilisation d'une voie-bus de transport de données ou à

partage de ligne. Dans ces applications, plusieurs trans-
metteurs et récepteurs peuvent partager une ligne
commune de transmission.
Un transmetteur autorisé envoie les données à tous les
récepteurs échantillonnés tandis que les autres transmet-
teurs et récepteurs sont inhibés. Les données sont donc
multiplexées dans le temps. Les spécifications des
éléments de la famille permettent une utilisation dans
de larges conditions de dérives thermiques et électriques
et d'environnement. Le système «bus» permet un maxi-
mum de performances à un prix réduit.

The strobe feature of the receivers and the inhibit
feature of the drivers allow the Sériés SF.C 5107 A dual
line circuits to be used in data-bus or party-line Systems.
In these applications, several drivers and receivers may
share a common transmission line.

An enabled driver transmits data to ail enabled receivers
on the line while other drivers and receivers are disabled.
Data is thus time-multiplexed on the transmission line.
Sériés SF.C 5107 A device spécifications allow widely
varying thermal and electrical environments at the
various driver and receiver locations. The data-bus
System offers maximum performance at minimum cost.
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Receiver 1
Récepteur

Receiver 2
Récepteur

Receiver 4
Récepteur

Strobes
Echanti!tonnages

Strobes
Echantillonnages

Twisted-pair line
Ligne bifilaire torsadée

Strobes
Echanti!tonnagesrRT RTa

SBDriver 1
Transmetteur

Location 2
Position

Driver 3
Transmetteur

Driver 4
Transmetteur

A AData in
Données B B

C CInhibit
Inhibition D D DLocation 1

Position
Location 3
Position

Location 4
Position

UNBALANCED OR SINGLE-LINE SYSTEMS SYSTEME DE TRANSMISSION SUR FIL UNIQUE

Sériés SF.C 5107 A dual line circuits may also be used
in unbalanced or single-line Systems. Although these
Systems do not offer the same performance as balanced
Systems for long Unes, they are adéquate for very short
Unes where environmental noise is not severe.

La famille des doubles transmetteurs-récepteurs peut
aussi être utilisée dans un système non équilibré ou voie
de transmission unique. Néanmoins, ces systèmes n'of -
frent pas les mêmes performances comparés aux sys-

tèmes équilibrés pour des lignes longues ; ils conviennent
pour des lignes très courtes où le bruit d'environnement
n'est pas sévère.
Le seuil du récepteur est établi par application d'une
tension continue à Tune des entrées du récepteur. Le
signal arrivant du transmetteur sur la ligne est appliqué à
l'autre entrée. La tensior ) de référence peut être optimi-
sée de telle sorte que la variation du signal soit symétri-
que autour de cette valeur pour une immunité au bruit
maximum. La tension de référence doit être comprise
dans la gamme ± 3 Volts. Cette tension peut être
fournie par une alimentation ou par un diviseur poten-
tiométrique à partir d'une source utilisable.

The receiver threshold level is established by applying a
d-c reference voltage to one receiver input terminal.The
signal from the transmission Une is applied to the remain-
ing input. The reference voltage should be optimized so
that signal swing is symmetrical about it for maximum
noise margin. The reference voltage should be in the
range ± 3 Volts. It can be provided by a voltage supply
or by a voltage divider from an available supply voltage.

SF.C 5109 or SF.C 5110
SF.C 5109 ou SF.C 5110 R

Output
SortieInput AO

Entrée B O

Inhibit C O
Inhibition D O O vo=lo • R
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A single-ended output from a driver may be used in
single-line Systems. Coaxial or shielded line is preferred
for minimum noise and cross-talk problems. For large
signal swings, the high output current (12 mA) of the
SF.C 5110 is recommended. Drivers may be parallelled
for higher current. The unused driver output must be
tied to ground.

Une seule sortie du transmetteur peut être utilisée dans
un système à fi7 unique. Le coaxial ou la ligne triplaque
est à préférer pour minimiser Iss effets du bruit ou des
interférences. Le SF.C 5110, qui délivre un fort courant

sur les sorties (12 mA), est recommandé pour obtenir
des variations importantes du signal. Les transmetteurs

peuvent être mis en parallèle dans le cas de courants

plus grands. La sortie non utilisée du transmetteur doit
être reliée à la masse.

Input
Entrée O"

O ^ Output
SortieV Oref

Ù
Strobes
Echantiltonnages

PRECAUTIONS IN THE USE OF SERIES
SF.C 5107 A LINE CIRCUITS

PRECAUTIONS A PRENDRE DANS L'USAGE DES
CIRCUITS DE LA FAMILLE

TRANSMETTEURS-RECEPTEURS

The following précautions should be observed when
using or testing SF.C 5107 A line circuits :

Les précautions suivantes doivent être observées lors de
l'utilisation ou du test des circuits de la famille transmet-
teurs-récepteurs de ligne :
1 - Transmetteurs SF.C 5109 - SF.C5110

Quand seulement un transmetteur est utilisé dans un
boîtier, les sorties de l'autre transmetteur doivent soit
être mises à la masse soit inhibées de façon à éviter
une dissipation importante.

2 - Récepteurs SF.C 5107 A - SF.C 5108 A
Quand seulement un transmetteur est utilisé dans un
boî tier, au moins une des entrées différentielles du
récepteur non utilisé doit être fixée à un potentiel
compris entre ± 3 Volts, de préférence à la masse.
En effet, les circuits de polarisation sont communs

aux deux récepteurs et des perturbations peuvent

prendre naissance.

1 - Drivers SF.C 5109 and SF.C 5110
When only one driver in a package is being used, the
outputs of the other driver must either be grounded
or inhibited in order to prevent excess power dissipa-
tion.

2 - Receivers SF.C 5107 A and SF.C 5108 A
When only one receiver in a package is being used, at

least one of the differential inputs of the unused
receiver should be terminated at some voltage bet-
ween ± 3 Volts, preferably at ground. Failure to do so

will cause improper operation of the unit being used
because of common bias circuitry for the current

sources of the two receivers.

INCREASING COMMON-MODE INPUT
VOLTAGE RANGE OF RECEIVER

AUGMENTATION DE LA TENSION DE MODE
COMMUN A L'ENTREE DU RECEPTEUR

La gamme de la caractéristique de tension de mode
commun des récepteurs de ligne SF.C 5107 A et

SF.C 5108 A est de ± 3 Volts. Ceci satisfait aux exigen-
ces normales mais pas pour des applications dans un
milieu à haut niveau de bruit. L'excursion de mode

The SF.C 5107 A and SF.C 5108 A line receivers
feature a common-mode input voltage range of ± 3 Volts.
This satisfies the requirements for ail but the noisiest
System applications. For these severe noise environments

the common-mode range can be extended by the use of
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external input attenuators. Common-mode input volta-
ges can in this way be reduced to ± 3 Volts at the
receiver input terminais. Differential data signais will be
reduced proportionately. Input sensitivity, input impé-

dance and delay times will be adversely affected.

commun peut être étendue par l'usage d'atténuateurs
externes. La tension de mode-commun peut de cette
façon, être réduite à ± 3 Volts aux entrées du récepteur.
Les informations du mode différentiel seront réduites en
proportion. La sensibilité d'entrée, l'impédance d'entrée
et les propagations seront affectées défavorablement.

R1
O

R 2Û SF.C 5107 A or SF.C 5108 A
ou

For balanced terminated Unes
Pour lignes de transmission équilibrées

O O YZ0 = 2R 1 + 2R 2

R2n
ô ô

Strobes
Echantilionnages

R1
C=>O

SF.C 5108 A DOT-AND OUTPUT CONNEC-

TIONS
ET-CABLE EN SORTIE DU SF.C 5108 A

The SF.C 5108 A line receivers feature an open-
collecteur-output circuit that can be connected in the
DOT-AND logic configuration with other SF.C 5108 A
outputs, SF.C 401 outputs, or other similar outputs.
This allows a level of logic to be implemented without
additional logic delay.

Le collecteur ouvert en sortie du circuit récepteur
SF.C 5108 A peut être câblé dans la configuration logi-
que ET, avec une autre sortie de SF.C 5108 A, ou
SF.C 401, ou une autre sortie similaire. Ceci permet
d'augmenter le nombre de couches logiques sans aug-
menter le retard.

SF.C 5108 Ao

Oo

i
SF.C 5108 AO Output

SortieD—B oo

i Dot-and connection
ET - câbléÔ

SF.C 401 or Equivalent
ou Equivalent

O Oo
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SF.C 5107 AE , SF.C 5108 AE

DUAL LINE RECEIVERS
DOUBLES RECEPTEURS DE LIGNE

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Fan-out
SortanceVCC < V > Input

current
Courant
d'entrée

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Package
BoîtierType

Common
mode
mode

commun

Differential
input
Entrée

différentielle

Low State
Etat bas

High State
Etat hautMin. Max.

0°C, + 70°CSF.C 5107 AE ± 5,25TO-116 ± 4,75 ± 3 V 2010 30 MA± 5 V

0°C, + 70°CSF.C 5108 AE TO-116 ± 4,75 ± 5,25 ± 3 V ± 5 V 30 MA**
SF.C 5107 AEM -55°C, + 125°CTO-116 ± 4,5 ± 5,5 ± 3 V 10 20± 5 V 30 yA

SF.C 5108 AEM -55°C,TO-116 + 125°C ± 4,5 ± 5,5 ± 3 V ± 5 V * * 30 /LIA

SF.C 5107 AKM TO-116 —55°C, + 125°C ± 4,5 ± 5,5 ± 3 V ± 5 V 10 20 30 nA
SF.C 5108 AKM TO-116 —55°C, +125°C ± 4,5 ± 5,5 ± 3 V *± 5 V * 30 MA

*Open collecteur
Collecteur ouvert

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 5107 A and SF.C 5108 A are dual line
receivers featuring independent channels with com-
mon voltage supply and ground terminais. The
SF.C 5107 A circuit features a TTL-compatible active
pull-up (totem-pôle) output. The SF.C 5108 A circuit
is also TTL-compatible, but features an open-collector
output configuration that permits the dot-AND logic
connection with similar outputs. This permits a level
of logic to be implemented without extra delay. Ail
other features of the line receivers are identical.
The SF.C 5107 A and SF.C 5108 A line circuits are
designed to detect input signais of 25 millivolts (or
less) amplitude and convert the polarity of the signal
into appropriate TTL-compatible output logic levels.
The SF.C 5107 A and SF.C 5108 A feature high
input impédance and low input currents which induce
very little loading on the transmission line. This
makes these devices especially useful in party-line
Systems. The excellent input sensitivity (3 millivolts
typical) is particularly important when data is to be
detected at the end of a long transmission line and
the amplitude of the data has been deteriorated due
to cable losses.
The receiver input common-mode voltage range is
± 3 Volts. This is adéquate for application in most
Systems. In Systems with requirements for greater
common-mode voltage range, input attenuators may
be used to decrease the noise to an acceptable level
at the receiver-input terminais.

Les SF.C 5107 A et SF.C 5108 A sont des boî tiers à deux
circuits indépendants avec en commun la tension d'alimen-
tation et la masse. Le SF.C 5107 A a une sortie active
compatible TTL (Totem-pôle). Le SF.C 5108 A est aussi
compatible TTL, mais le circuit de sortie à collecteur ouvert
permet le câblage du ET. Ceci permet une couche logique
supplémentaire sans autre retard. Toutes les autres carac-
téristiques des récepteurs de ligne sont identiques.

Les SF.C 5107 A et SF.C 5108 A ont été calculés pour détec-
ter les signaux d'entrée de 25 millivolts (ou moins) etopérer
la conversion de polarité dans un niveau logique approprié
compatible TTL.
La haute impédance d'entrée et le faible courant d'entrée de
ces circuits chargent très peu la ligne de transmission. Ceci
permet l'utilisation de ces éléments dans une ligne bus.
L'excellente sensibilité d'entrée (3 millivolts typiques) est
particulièrement importante quand la donnée doit être détec-
tée à la fin d'une longue ligne et que l'amplitude des données
est détériorée par l’effet des pertes du câble.

La tension d’entrée de mode-commun du récepteur est
± 3 Volts. Ceci est adéquat dans beaucoup d'applications.
Dans tes systèmes avec demande expresse de forts niveaux de
mode-commun les atténuateurs d'entrée sont à utiliser. C'est
le cas de forts niveaux de bruit qui sont réduits pour devenir
acceptables sur les entrées du circuit.

7/33TTL - X
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SF.C 5107 AE, SF.C 5108 AE

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

Package TO-116
Boî tier (CB-2)

Top view
Vue de dessus

Output
Sortie

Strobes
Echantillonnages

Differential inputs
Entrées différentielles

Inputs
Entrées

Output
Sortie

Strobe
Echantillonnage A - B G S Y

VCC + VCC- 2A V,D > 25 mV L or HL or H^ ou n Hou

L or H'- O U 1 1 HL

-25 mV < V,D < 25 mV L L or uL ou n H; Indeterminate
indéterminé

H H

L or H'- ou n L H
i 2 3 4 5 6 7

V|D < -25 mV L or H'- O U nL H1A 1B N.C. 1Y 1G S GND
I \ I

Output Strobes
Sortie Echantillonnages

Inputs
Entrées

H H L

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VA LEURS LIMITES ABSOLUES

Over operating free-air température range (unless otherwise specified) .
Dans toute la gamme de température ambiante de fonctionnement (sauf indica-
tions contraires).

— Supply voltage Vcc+ (see note 1) . . .
Tension d'alimentation VQQ + (voir note 1)

7 V

— Supply voltage VQC (see note 1) . .
Tension d’alimentation VQQ (voir note 1 )

-7 V

— Differential input voltage (see note 2) .
Tension différentielle d'entrée (voir note 2)

± 6 V

— Common-mode input voltage ( see note 1).
Tension d'entrée de mode commun (voir note 1)

± 5 V

— Strobe input voltage (see note 1) .
Tension d'échantillonnage (voir note 1)

5,5 V

— Operating free-air température range,
Gamme de température de fonctionnement

SF.C 5107 AE - SF.C 5108 AE . .
SF.C 5107 AEM - SF.C 5108 AEM
SF.C 5107 AKM - SF.C 5108 AKM

0°C 70°C
-55°C ° 125°C
-55°C 125°C

to— Storage température range,ceramic dual-in-line ( K) package
Gamme de température de stockage pour boî tier céramique (K ) en double ligne

-65°C ^ 150°C

-55°C 150°C— Storage température range, plastic dual-in-line (E) package
Gamme de température de stockage pour boîtier plastique (E) en double ligne

8/33 TTL - X
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SF.C 5107 AE, SF.C 5108 AE

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE
V ^vcc + I

L
i1 kfi 1kfi 400 fi 4 kfi 1,6 kfi ,120n

I

-4—( I,xl .J
i—J--Çl
I 0,8 kfi ",

?
4,8 kfiM

777 H; O
Output 1Y
Sortie

Wio
ÛR*760Input 1A

Entrée fi

O GNDï<O
Input 1B
Entrée

O
Strobe 1G
Echantillonnage

D3 kfi 3 kfi
4,25 kfi

iVcc-̂ O
Strobe S
Echantilionnage

0 03 kfi 3 kfi

<T> OO
Strobe 2G
Echantillonnage

Input 2B
Entrée

760 *RJH fiO
Input 2A
Entrée

0,8 kfi
I—4—>-

Output 2Y
Sortie

I
4,8 kfi J I< S I

À
r1!1 kfi 1 kfi 400 fi 4 kfi 1,6 kfi 1120 fii

i
T
J

R*= 1 kfi for SF.C 5107 A
1 kFl pour SF.C 5107 A

750 fi for SF.C 5108 A
750 Fl pour SF.C 5108 A

Notes : 1 - Values shown are nominal
Les valeurs données sont nominales

3 - Components shown with dashed Unes are applicable to the SF.C 5107 A only
Les composants en pointillé sont applicables pour le SF.C 5107 A

2 - Resistor values are in ohms
Valeurs de résistances en ohms

TTL - X 9/33
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SF.C 5107 AE, SF.C 5108 AE

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS (see note 3)
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES (voir note 3)

SF.C 5107 AE
SF.C 5108 AE

SF.C 5107 AEM - AKM
SF.C 5108 AEM - AKM UNITS

UNITES
PARAMETERS
PARAMETRES

MIN TYP MAXMIN TYP MAX

Supply voltage Vcc+ (see note D
Tension d'alimentation VQQ+ (voir note 1) 5,5 4,75 5 5,25 V4,5 5

Supply voltage VcC— (see note 1)
Tension d'alimentation l'ce— (voir note D V—4,5 —5 —5,5 -4,75 -5 -5,25

Output sink current
Courant disponible en sortie

16 mA16

Differentlal input voltage (see notes 2 and 4)
Tension d'entrée différentielle (voir notes 2 et 4) -5 5 -5 5 V

Common-mode input voltage ( see notes 1 and 4)
Tension d’entrée de mode commun (voir notes 1 et 4) -3 3-3 3 V

Input voltage range, any differential input to
ground (see note 4)
Tension d'entrée différentielle avec une entrée à la
masse (voir note 4)

33 -5 V-5

Operating free-air température range
Gamme de température ambiante de fonctionnement °C70125 0-55

RECOMMENDED COMBINATIONS
OF INPUT VOLTAGES FOR LINE
RECEIVERS
COMBINAISONS DES TENSIONS
D'ENTREE RECOMMANDEES
POUR LES RECEPTEURS DE LIGNE

NOTES :

1 - These voltage values are with respect to network ground terminal.
Ces valeurs de tension sont données par rapport à la masse.

2 - These voltage values are at the noninverting ( +) terminal with respect
to the inverting ( — ) terminal.
Ces valeurs de tension sont données par rapport aux entrées (entre + par rapport
à l'entrée).

3 - When using only one channel of the line receiver, the inputs of the
other channel should be grounded.
Quand un seul canal du récepteur est utilisé, les entrées de l'autre canal doivent
être mises à la masse.

3 M>
Si 2CD

f l 1

5 ^ o
2 8 -1
§I
2|-3
< ^M Qj

o. fc —5
-5 -3 -10 1

Input B to ground voltage —V
Entrée B par rapport à la masse — V

X
v

wy4 - The recommended combinations of input voltages fall within the shaded
ares of the figure at the right.
Les combinaisons des tensions d'entrée recommandées tombent dans la région
ombrée du graphique ci-joint.

3

DEFINITION OF INPUT LEVELS
DEFINITION DES NIVEAUX D'ENTREE

UNITS
UNITES

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES

FIG.MAXMIN

High-level input voltage between differential inputs
Tension différentielle d'entrée entraînant un niveau haut
en sortie

VIDH 5 V 10,025

Low-level input voltage between differential inputs
Tension différentielle d'entrée entraînant un niveau bas en
sortie

VIDL V 1-5 -0,025

High-level input voltage at strobe inputs
Tension d'entrée au niveau haut sur les entrées d'échantillonnage VIH(S) 32 5,5 V

Low-level input voltage at strobe inputs
Tension d'entrée au niveau bas sur les entrées d'échantillonnage VIL(S) V 30,80

10/33 T T L - X

502



SF.C 5107 AE, SF.C 5108 AE

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).Dans toute lagammede températureambiantede fonctionnement(sauf indicationscontraires).
TEST CONDITIONS

CONDITIONS DE
MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES *MIN TYP MAX FIG

VCC+ =
sink
limite

^CC—
V,c = —3 V to 3 V

= min
= 16 mAI

Maximum low-level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas

V 0,4 V 3OL
= min

à

VCC+
load
charge

VQC_ = min

ViC = —3 V to 3 V

= min
= -400 MAI

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut VOH SF.C 5107 A 2,4 V 3

à

V c c + = min
V0H

vcc-

Maximum output current at
Vout = max VQC+
Courant maximal garanti en sortie à
Vout =max VCc+

250= max V

= min
SF.C 5108 A 3OH CC+ pA

VCC+
V|D =-2 V

^CC—
V|C = —3 V to 3 V

= max
Maximum input current into 1A or 2A
Courant maximal d'entrée en 1A ou 2A

-10 2IL pA= max

à

vCC + = max

VIL(S)
VCC-

Maximum low-level input current into
1G or 2G
Courant maximal d'entrée à l’état bas en
IG ou 2G ' IL = 0,4 V 4

= max

^CC +
V|L(S) = 0,4 V

VCC-

= max
Maximum low-level input current into S
Courant maximal d'entrée à l'état bas en S " IL 4

= max

VCC+
V|D = 0,5 V

^CC—
V|C =-3 V to 3 V

= max
Maximum input current into 1A or 2A
Courant maximal d'entrée en 1A ou 2A ' H 30 pA 75 pA 2= max

à

VQQ ,

VIH(S)= 2'4 V

vcc-
= max

40 pAIH
= maxMaximum high-level input current into

1G or 2G
Courant maximal d'entrée à l'état haut en
IG ou 2G

4

VCC+
VIH(S)
VCC-

= max
= max V 1 mACC +IR
= max

* AU typical values are at Vcc += 5 V, Vcc— = —5 V, tamb = 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQC+~& ^CC-̂ = —^ ^ tamb== 25°C
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SF.C 5107 AE, SF.C 5108 AE

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagamme de températureambiantede fonctionnement(sauf indications
contraires).

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES

MAX FIG.MIN TYP

Vrr , = max

VIH(S)= 2'4 V

VCC-
80 pA

= max
Maximum high-level input current into S
Courant maximal d'entrée à l'état haut en S ’ lH 4

Vcc+ = max

VlH(S)=

vcc-
= max V 2 mACC+
= max

VCC+ = max -18Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit ‘os 5SF.C 5107 A mAVCC- = max

^CC+
V|D = 25 mV

= max

30Supply current per package from VQQ +
Courant d’alimentation par boî tier pour

18 6CCH + •mA mAVCC-
^mb

= max
= 25°C

Vrr , = max
V,DC = 2 5 m V

vcc-
^m b

Supply current per package from VQQ_
Courant d'alimentation par boî tier pour VQQ_

-15I 6CCH— mA= max
= 25°C

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES VCC += 5 V' VCC_= -5 V«amb * + 2 5°C

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES

MIN TYP MAX FIG.

Active load
Charge active

Propagation delay time, low to high level
output from differential inputs A and B
Temps de propagation à la croissance du signal
de sortie avec attaque sur les entrées différentielles
A et B

25 nsSF.C 5107 A 17 ns
tpLHfD) 7RL = 390

CL = 15 pF SF.C 5108 A 19 ns 25 ns

Active load
Charge active

Propagation delay time, high to low level
output from differential inputs A and B
Temps de propagation à la décroissance du signal
de sortie avec attaque sur les entrées différentielles
A et B

SF.C 5107 A 17 ns 25 ns

VHLID) 7RL = 390 SI
CL = 15 pF SF.C 5108 A 19 ns 25 ns

Propagation delay time, low to high level
output from strobe input G or S
Temps de propagation à la croissance du signal
de sortie avec attaque sur l'entrée d’échantillonnage
G ou S

Active load
Charge active

SF.C 5107 A 10 ns 15 ns

XPLH ( S ) 7R L = 390 n
CL = 15 pF SF.C 5108 A 13 ns 20 ns

Propagation delay time, high to low level
output from strobe input G or S
Temps de propagation à la décroissance du signal
de sortie avec attaque sur l'entrée d'échantillonnage
G ou S

Active load
Charge active SF.C 5107 A 8 ns 15 ns

VHLIS) 7R L = 390 n
CL = 15 pF SF.C 5108 A 13 ns 20 ns

*Ail typical values are at VQQ += 5 V, VQQ_ = —5 V, tam^ = 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour Vcc+=5 V, VQQ_ —-5 V, tgmb=25°C
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SF.C 5107 AE, SF.C 5108 AE

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCC + 2G S
O Q O

1G VCC-
O 9

0+4,5 V

I load
charge

1A O O 1Y'+
1B

sink
limite2 H

à t
S 5

(Si ^
VID I load

charge
4

V2A »O o> î 2Y
2B Isink

limite

L J

Note : When testing one channel, the inputs of the other channel are grounded.
Quand on teste un canal, les entrées de l'autre canal sont mises à la masse.

Figure 1 - V( DH, V ) DL

Open
Ouvert

VCC+ 2G S 1G VCC-
9 9 9!1 “I

IH +* 1A O Open>î P Ouvert
1B 1Y'ILVID

5
VIC

2A O 0 Open
Ouvertt> 2Y2B

Note : Each pair of differential inputs is tested separately. The inputs of the other pair are grounded.
Chaque paire des entrées différentielles est mesurée séparément. Les entrées de l'autre paire sont mises à la masse.

Figure 2 - l|H, l)L
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SF.C 5107 AE, SF.C 5108 AE

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

1GVlH(S) « S
-D 0}

CO O

« 5
2> a
S s

CO ^

<> S

O 2GVlL(S)
VCC+ Vcc-

I 1
sink 'nulimite UM

1A Ot>f »
O1Y

*1 1B Iload
charge

Si Æco a
Z -s
CO -g<U CO

<U i<u o
CO

VID

sink j
limite OH2A VONî o<? 2Y

T2B
load

charge

JL

SB

TEST TÀBLE
TABLE DE TEST

Test
Test

Apply
Appliquer

Strobe 1G or 2G
Echantillonnage 1G ou 2G

Strobe S
Echantillonnage S

VSF.C 5107 A SF.C 5108 A ID

V0H I VlH(S) VIH(S)+25 mVOH

V0H VIL(S) VlH(S)—25 mVOH

V0H I VIH(S) VlL(S)—25 mVOH

V V VIH(S) VlH(S)—25 mVOL OL

Notes : 1 - V = -3 V to 3 VIC “

à

2 - When testing one channel, the inputs of the other channel should be grounded.
Quand on teste un canal, les entrées de l'autrecanal seront mises à la masse.

Figure 3 - V,H(S), V|L(S), VQH, VQL, lQH
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SF.C 5107 AE, SF.C 5108 AE

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

IIH(S)
1G

« SOVIH(S)
Sstt -9® aVlL(S) 2G03 ^o vcc-vcc +IIL(S)

1 î
1A î Ot> _Q Open

Ouvertî 1B® a
-Q ai«J ^Z -a»
« 2
OJ •)=tu Pî/3 ^

VID

2A O _
Q Open
2Y Ouvert<o2B

L

S®

TEST TABLE
7/1ÔZ.E TESr

Strobe 2G
Echantillonnage 2G

Input 1A
Entrée 1A

Input 2A
Entrée 2A

Strobe 1G
Echantillonnage IG

Strobe S
Echantillonnage S

Test
Test

1 1l_l at strobe 1G
!H

_
! à échantillonnage 1G VIH(S) GND GNDGND25 mV

1 1l_l at strobe 2G
!!H à échantillonnage 2G VIH(S)25 mV GND GNDGND

1 1l_l at strobe S
! /H à échantillonnage S VIH(S) GNDGND25 mV 25 mV

1 1 1_ at strobe 1G
!!L à échantillonnage 1G VIL(S)GND 4,5 V25 mV GND

1 1. at strobe 2G
IIL à échantillonnage 2G VIL<S)GND 4,5 VGND 25 mV

1 1 1_ at strobe S
IIL à échantillonnage S VIL(S)25 mV 4,5 V4,5 V25 mV

Figure 4 - l|H(s), l,L(s), l ) H(S), l,L(S)
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SF.C 5107 AE, SF.C 5108 AE

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCC +

^ 2G

vcc-
îs 1G

r
1A > o 11B

1YVID
O

25 mV
O

2Y

O os

l_

5
Notes : 1 - Each channel is tested separately

Chaque canal est testé séparément

2 - Not more than one output should be grounded at a time.
Chaque sortie sera mise à la masse séparément.

Figure 5 — Igg

vcc+o V05 V O VCC-

ICC+ cc-o
2G S 1G

r
1A OIN. O Open

Ouvert1B 1Y
VID
O

25 mV

2A O _o°Pen
2y Ouvert2B

J

Figure 6 — I ICC+ ' 'CC-
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SF.C 5107 AE, SF.C 5108 AE

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

V Output 0 SF.C 5107 A
Sortie YVCC-Q ref lDifferential

input
Entrée
différentielle

r 1O— i

1A! See note 3
Voir note 3Il O? I 1BPuise generator

(sèe note 1)
Générateur
d'impulsion
(voir note 1)

1"I
I

î bQr1 I
1 Ei i

2AI
note 4
Voir
note 4

i 2Yi

Strobe input
(See note 2)
Entrée
d'échantiIIonnage
(Voir note 2)

I
I
L

390 El

Output
Sortie

°SF.C 5108 A

O 390 El1GPuise generator
(see note 1)
Générateur
d’impulsion
(voir note 1)

O S c See note 3
Voir note 3

L50 15 pFEl O 2G

VCC +

VOLTAGE WAVEFORMS
FORMES D'ONDE

200 mV
Input A
Entrée A - 100 mV

0 VVr / / L tp2-/ /
3 V!

H—)̂ -tPLH(D)- H ( tPHL(D)— A

Strobe input
G or S
Entrée
d'échantillonnage
G ou S

/ / II
-- 1,5 V

I- 1 0 V
-lPHL(ShM—\*m

VOL

II -VLHÎSI-M—hmi
I OH
IOutput Y

Sortie Y 1,5 V
/ /

//
Notes : 1 - The puise generators hâve the following characteristics :

Les générateurs d'impulsion présentent les caractéristiques suivantes :
ZQut= 50 El , tp = tf = 10 ± 5 ns, tpl = 500 ns, f = 1 MHz, tp2 = 1 jus, f = 500 KHz

2 - Strobe input puise is applied to strobe 1G when inputs 1A-1B are being tested, to strobe S
when inputs 1A-1B or 2A-2B are being tested, and to strobe 2G when inputs 2A-2B are
being tested.
L'impulsion d'entrée d'échantillonnage est appliquée à l'échantillonnage 1G quand les entrées 1A-1B
sont vérifiées, l’entrée d’échantillonnage S quand les entrées 1A- IB ou 2A-2B sont vérifiées, et l'échan-
tillonnage 2G quand les entrées 2A-2B sont testées.

3 - C|_ includes probe and jig capacitance.
comprend les capacités de la sonde et du montage

4 - Ail diodes are 1N 916
Toutes les diodes sont IN 916

I

1

IFigure 7 - PROPAGATION DELAY TIMES
TEMPS DE PROPAGATION
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SF.C 5107 AE, SF.C 5108 AE

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT VOLTAGE VS DIFFERENTIAL INPUT
VOLTAGE
TENSION DE SORTIE EN FONCTION DE LA
TENSION D’ENTREE DIFFERENTIELLE

HIGH-LEVEL INPUT CURRENT INTO 1A or 2A VS
FREE-AIR TEMPERATURE
COURANT D'ENTREE A L’ETAT HAUT EN 1A ou
2A EN FONCTION DE LA TEMPERATURE A L’AIR
LIBRE

IV IHO (MA )Non inverted inputs
Entrées non inversées

Inverted inputs
Entrées inversées

(V )
V = 5 V

= -5 V
CC+

V Vcc-\5 \ SF .C 5108 ASF.C 5108 A 40

4
/1 30

SF.C 5107 A SF.C 5107 A
3

20
= 5 V
= -5 V
= 10
- 25°C

V2 CC +
Vcc-
N
tamb 101

00
-75 -50 -25 0 25 50 75 100 t-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 V|D<mV) (°C)

amb

HIGH-LOGIC-LEVEL SUPPLV CURRENT VS
FREE-AIR TEMPERATURE
COURANT D’ALIMENTATION A L’ETAT
LOGIQUE HAUT EN FONCTION DE LA TEM-
PERATURE A L'AIR LIBRE

PROPAGATION DELAYTIME (DIFFERENTIAL
INPUTS) VS FREE-AIR TEMPERATURE
TEMPS DE PROPAGATION (ENTREES DIFFE-
RENTIELLES) EN FONCTION DE LA TEMPERA-
TURE A L’AIR LIBRE

tPHLICCH tPLH(mA )
V = 5 VCC+
V = -5 VCC-”

20

'ce +

15

V = 5 V
= -5 V
= 390 SI
= 50 pF

CC+Vcc-10 10•cc- R L
CL

5 5

00
-75 -50 -25 0 25 50 75 100 tafnbCC)-75 -50 -25 0 25 50 75 100 t (°C)

amb
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SF.C 5107 AE, SF.C 5108 AE

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

PROPAGATION DELAYTIME LOW-TO-HIGH LEVEL
(DIFFERENTIAL INPUTS) VS FREE-AIR TEMPERATURE
TEMPS DE PROPAGATION A LA CROISSANCE
(ENTREES DIFFERENTIELLES) EN FONCTION DE LA
TEMPERATURE A L’AIR LIBRE

PROPAGATION DELAY TIME HIGH-TO-LOW LEVEL
(DIFFERENTIAL INPUTS) VS FREE-AIR TEMPERATURE
TEMPS DE PROPAGATION A LA DECROISSANCE
(ENTREES DIFFERENTIELLES) EN FONCTION DE LA
TEMPERATURE A L’AIR LIBRE

t. tPHL(D)
(ns)

-75 -50 -25

PROPAGATION DELAYTIME (STROBE INPUTS) VS
FREE-AIR TEMPERATURE
TEMPS DE PROPAGATION (ENTREES D'ECHANTIL-
LONNAGE) EN FONCTION DE LA TEMPERATURE A
L'AIR LIBRE

PROPAGATION DELAY TIME (STROBE INPUTS) VS
FREE-AIR TEMPERATURE
TEMPS DE PROPAGATION (ENTREES D'ECHANTIL-
LONNAGE) EN FONCTION DE LA TEMPERATURE A
L'AIR LIBRE

VHL(S)
lPLH(S)

VHL(S)

VLH(S)vcc+= 5 V
vrr = -5 V

= 390 S2

CL = 15 pF

= 5 V

vcc-= -5 v
= 390 n
= 50 pF

VSF.C 5107 A SF.C 5108 A CC+(ns) (ns)

RL RL
CL20 20

1515 -tPLH(S)'

tPHL(S)

1010 ^PHUS)'

tPLH(S)

55

00
-75 -50 -25 0 25 50 75 100 tamb(oC)-75 -50 -25 0 25 50 75 100 t (°C)

amb
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SF.C 5109 E , SF.C 5110 E

DUAL LINE DRIVERS
DOUBLES TRANSMETTEURS DE LIGNE

Output sink current
Courant disponible

en sortie
VCC < V >Operating free-air

température range
Gamme de température

ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Input
loading factor

Facteur de charge
d’entrée

Package
Boî tierType

Min. Max. Min. Max.

3,5 mA 7 mA± 4,75 ± 5,25 5,5 VSF.C 5109 E TO-116 0°C, + 70°C
Inputs
Entrées6,5 mA 15 mA± 4,75 ± 5,25 5,5 VSF.C 5110 E TO-116 0°C, + 70°C

3,5 mA 1C, 2C 1± 4,5 ± 5,5 5,5 V 7 mASF.C 5109 EM TO-116 —55°C, + 125°C

6,5 mA 15 mA D 2± 5,5 5,5 VSF.C 5110 EM TO-116 —55°C, +125°C ± 4,5

3,5 mA± 5,5 5,5 V 7 mA 1A, 1B 1—55°C, + 125°C ± 4,5SF.C 5109 KM TO-116

6,5 mA 15 mA 2A, 2B—55°C, + 125°C ± 5,5 5,5 V 1SF.C 5110 KM ± 4,5TO-116

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 5109 and SF.C 5110 are dual line drivers
featuring independent channels with common voltage
supply and ground terminais. The significant différen-
ce between the two drivers is in the output-current
spécification. The driver circuits feature a constant
output current that is switched to either of two
output terminais by the appropriate logic levels at the
input terminais. The output current can be switched
off ( inhibited) by appropriate logic levels on the inhi-
bit inputs. The output current is nominally 6 mA for
the SF.C 5109 and 12 mA for the SF.C 5110. System
design détermines which driver is best suited to a par-
ticular application.

The inhibit feature is provided so the circuits can be
used in party-line or data-bus applications. A strobe
or inhibitor, common to both drivers, is included for
increased driver-logic versatility. The output current
in the inhibited mode, I
minimum line loading is
used in a party-line System with other drivers. The
output impédance of the driver in the inhibited mode
is very high ( the output impédance of a transistor
biased to cutoff.

Les SF.C 5109 et SF.C 5110 sont des boîtiers à deux circuits
indépendants avec en commum la tension d’alimentation et la
masse. La différence principale entre les deux transmetteurs
réside dans la disponibilité de courant en sortie. Le courant
constant en sortie du transmetteur est commuté sur les deux
voies par des niveaux logiques convenables à l'entrée. Le
courant de sortie peut être bloqué (inhibé) par des niveaux
logiques convenables appliqués aux entrées des inhibiteurs.
Le courant de sortie prend la valeur nominale de 6 mA pour
le SF.C 5109 et 12 mA pour le SF.C 5110. Ce sera le projet
du système qui permettra le meilleur choix sur las deux
circuits.

La caractéristique d'inhibition est donnée de telle sorte que
l'on puisse étudier les applications en "bus”. Le circuit com-
prend un inhibiteur commun aux deux voies afin d’augmenter
la versatilité du transmetteur. Le courant de sortie en mode
inhibé lo(0ff ) est spécifié de telle sorte que la ligne reste

chargée au minimum lorsque plusieurs transmetteurs uti-
lisent la même ligne. L’impédance de sortie du transmetteur
en mode inhibé est très grande (c’est l’impédance de sortie
d’un transistor bloqué).

is specified so that
when the driver isKd

The driver outputs hâve a common-mode voltage
range of —3 volts to + 10 volts, allowing common-
mode voltage on the line without affecting driver per-
formance.

Les sorties du transmetteur supportent une tension de mode
commun allant de —3 volts à + 10 volts, ce qui permet une
tension de mode commun sur la ligne sans affecter les perfor-
mances du transmetteur.
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SF.C 5109 E, SF.C 5110 E

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Package TO-116
Boîtier (CB-2)

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

Top view
Vue de dessus

Logic inputs
Entrées logiques

Outputs
Sorties

Inhibitor inputs
Entrées d' inhibitionOutputs

Sorties
Inhibitor
Inhibiteur

Outputs
Sorties

A B YC D Z

L or H L or H L or HL H Hou ou ou

L or H L or H Lor H L H Hou ou ou

L or HL H H L Hou

L or H L H H L Hou

H H H LH H

2B GND Low output represents the on State
La sortie à l'état bas représente l'état conducteur

High output represents the off State
La sortie à l’état haut représente l’état bloqué

Inputs
Entrées

Inhibitors Inputs
Inhibiteurs Entrées

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES

Over operatmg free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede température ambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires).

— Supply voltage VQQ+ ( see note 1) . .
Tension d’alimentation VQQ + (voir note 1)

7 V

— Supply voltage VQQ_ ( see note 1) . .
(voir note 1 )

-7 V
Tension d'alimentation VCC-

— Logic and inhibitor input voltages (see note 1 ) . .
Tensions des entrées logiques et d'inhibition (voir note 1)

5,5 V

-5 \° 12 V
3

— Common-mode output voltage (see note 1)
Tension d'entrée de mode commun (voir note 1)

— Operating free-air température range,
Gamme de température de fonctionnement

0°Ct° 70°C
-55°C to 125°C

—55°C to 125°C

SF.C 5109 E - SF.C 5110 E . .
SF.C 5109 EM - SF.C 5110 EM
SF.C 5109 KM - SF.C 5110 KM

à

—65°C t0 150°C— Storage température range, ceramic dual-in-line (K) package
Gamme dé température de stockage pour boîtier céramique (K) en double ligne à

— Storage température range, plastic dual-in-line (E) package
Gamme de température de stockage pour boî tier plastique (E) en double ligne

—55°C t° 150°C
à
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SF.C 5109 E, SF.C 5110 E

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

VCC +
O 5 ^ 2 5 knjj| 3 kl2^700 122,2 k!2

U n700 700
12 <<>1ALogic

inputs
Entrées
logiques

O <O1B

< Outputs
Sorties\\

1YGND O

R 4
R 2

0 ?f4S R 1

<R 3
44

k!2 k!277 < >1C
3Inhibitor O

inPuts DOEntrées
d'inhibiteurs O

R 5 k!2 VCC-
O

32C R 5 k!2

> 44s k!2k!2
* >-R 3

Sf4R 1

R 2
R 4

2Y

Outputs
Sorties

Logic
inputs
Entrées
logiques

2Ao
O2B

C
C SF.C 5109 SF.C 5110Notes :

D £2
700700

4 k!2
1,5 k!2
440 12
1,75 k!2
2,74 k!2

2,2 k!2
820 12
240 12
875 12
1,5 k!2

R1121 - Values shown are nominal
Les valeurs données sont nominales

R 2

^ 2,5 k!2y 3 k!2^| R32,2
700 12 R 42 - Resistor values ar in ohms

Valeurs de résistances en ohms
k!2

R5
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SF.C 5109 E, SF.C 5110E

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS (see note 2)
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES (voir note 2)

SF.C 5109 EM - KM
SF.C 5110 E M - K M

SF.C 5109 E
SF.C 5110 EPARAMETERS

PARAMETRES
UNITS
UNITES

MIN TYP MAX MIN TYP MAX

Supply voltage Vcc+ (see note 1)
Tension d'alimentation VQQ+ (voir note 1) 4,5 5 5,5 4,75 5 5,25 V

Supply voltage VcC— (see note 1)
Tension d'alimentation VQQ (voir note 1) -4,5 -5 -5,5 -4,75 -5 -5,25 V

Positive common-mode output voltage
(see note 1)
Tension de sortie de mode commun positive
(voir note 1)

0 10 0 10 V

Négative common-mode output voltage
(see note 1)
Tension de sortie dp mode commun négative
(voir note 1)

0 -3-3 0 V

Operating free-air température range
Gamme de température ambiante de fonctionnement -55 125 °C0 70

NOTES : 1 - These voltage values are with respect to the network ground terminal
Ces valeurs de tension sont données par rapport à la masse

2 - When using only one channel of the line drivers, the other channel should
be inhibited and/or its outputs grounded
Quand un seul canal du transmetteur est utilisé, les autres canaux doivent être inhibés
et/OU leurs sorties mises à la masse

DEFINITION OF INPUT LEVELS
DEFINITION DES N!VEAUX LOGIQUES

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

UNITS
UNITES

MIN MAX FIG.
*-

High-level input voltage at any input
Tension de chaque entrée au niveau haut

16V 2 5,5 VIH 17

Low-level input voltage at any input
Tension de chaque entrée au niveau bas

16V 0 0,8 VIL 17
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SF.C 5109 E, SF.C 5110 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).Dans toute lagammede températureambiante de fonctionnement fsauf indicationscontraires).
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP* MAX FIGMIN

VQC +
V.H(L)= 2'4 V

vcc-
= max

40

= maxMaximum inputcurrent into 1A, 1B, 2A
or 2B
Courant maximal d'entrée en 1A, 1B,2A ou 2B

16IH( L)

VCC+ = max

VIH( L)=

VCC-
max V 1 mACC+

= max

vcc += max

VIL(L|
VCC-

Maximum input current into 1A, 1B, 2A
or 2B
Courant maximal d'entrée en IA, IB, 2A ou 2B

-3I = 0,4 VIL(L) 16mA
= max

VCC +
V I H (I )
VCC-

= max
40= 2,4 V
p A

= max
Maximum input current into 1C or 2C
Courant maximal d'entrée en IC ou 2C

I 17I H(I)

VCC +
VIH(I) =

VCC-

= max
= max V 1 mACC+
= max

Vcc += max

VIL(I)

VCC-
-3Maximum input current into 1C or 2C

Courant maximal d'entrée en 1C ou 2C
= 0,4 V 17IL(l) mA
= max

VCC+
V I H(I )
Vcc-

= max
- 2,4 V 80

p A
= max

Maximum input current into D
Courant maximal d'entrée en D 17I H(I )

VCC+
VIH(I)
VCC-

= max
= max V
= max

2 mACC+

vcc+
VIL(I)
VCC-

= max
Maximum input current into D
Courant maximal d'entrée en D

-6= 0,4 V
= max

I 17IL(l) mA

7SF.C 5109VCC +
VCC-

mA= max
= max 15SF.C 5110 mAOn-state output current

Courant de sortie à l’état conducteur
I 180(on) 3,5SF.C 5109 mAVCC+

VCC-
= min
= max 6,5SF.C 5110 mA

*AII typical values are at Vcc+ = 5 V, VcC— = —5 V, tamb = 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ+=5 V, VQC — tamb =25°C
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SF.C 5109 E, SF.C 5110 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gammede température ambiantede fonctionnement(sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES

TYP*MIN MAX FIG.

VCC+
VCC- = min

= min 100Off-state output current
Courant de sortie à l'état bloqué

I 18O( off ) MA

13 30SF.C 5109Supply current from Vpn, with driver
enabled
Courant d'alimentation du YQQ +avec le
driver autorisé

mAmA= 0,4 V
= 2 V

VIL(L)

VlH(I ) “
I 19CC+(on)

23 35SF.C 5110 mA mA

-18 -30SF.C 5109Supply current from VQQ_ with driver
enabled
Courant d'alimentation du l'QQ_ avec le
driver autorisé

mA mA= 0,4 V
= 2 V

VIL(L)
VIH(I) =

I 19CC— (on)
-34 -50SF.C 5110 mA mA
18SF.C 5109Supply current from Vrr with driver

inhibited +
Courant d'alimentation du Vrr+ avec le
driver inhibé

mAVIL(L)
VlL (l)

= 0,4 V
= 0,4 V

I 19CC+(off)
21SF.C 5110 mA

-10Supply current from Vrr_ with driver
inhibited
Courant d’alimentation du avec le
driver inhibé

SF.C 5109= 0,4 V
= 0,4 V

mAVIL( L)

VIL(I)
19CC-(off ) -17SF.C 5110 mA

VCC+ = 5 V, Vcc_ = —5 V'ambDYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE
PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

MIN TYP MAX FIG.

Propagation delay time, low to high level,
from logic input A or B to output Y or Z.
Temps de propagation à la croissance du signal,
de l'entrée logique A ou B vers la sortie Y ou Z.

R L = 50 El

CL = 40 pFVLHIL) 9 ns 2015 ns

Propagation delay time, high to low level,
from logic input A or B to output Y or Z.
Temps de propagation à la décroissance du signal,
de l'entrée logique A ou B vers la sortie Y ou Z.

RL = 50
C|_ = 40 pFtPHL(L) 9 ns 15 ns 20

Propagation delay time, low to high level,
from inhibitor input C or D to output Y
or Z.
Temps de propagation à la croissance du signal,
de l’entrée d'inhibition C ou D vers la sortie Y
ou Z.

RL = 50 El

CL = 40 pFVLHO) 2016 ns 25 ns

Propagation delay time, high to low level,
from inhibitor input C or D to output Y R L = 50 ü

CL = 40 pF
or Z.
Temps de propagation à la décroissance du signal,
de l'entrée d’inhibition C ou D vers la sortie Y
ou Z.

tPHL(I) 25 ns 2013 ns

*Ail typical values are at Vcc += 5 V, VcC— = —5 V, tamb = 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQC +=5 V, VçQ = —5 V, tamb =25°C
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SF.C 5109 E, SF.C 5110 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCC + ? VCC-9

1Y1A

G) >IH( L) O(on)1B 1Z
VIH(L) <> O1C

O ta
®I

jQ Qj Outputs
Sorties

•O QJ

a) 2
<u .î;
S §

D

2 2I OIL( L) O(off )2C Q>
Q) Oco ^VlL(L) O

2Y2A

O >2B 2Z
L _l

TEST TABLE
TABLE DE TEST

Test at any logic
input

Test à chaque entrée
logique

Output
1Y or 2Y
Sortie
1Y ou 2Y

Logic inputs not
under test

Entrées logiques non
mesurées

Ail inhibitor
inputs

Toutes entrées
d' inhibition

Output
1Z or 2Z

Sortie
1Z ou 2Z

H LOpen
OuvertVIH(L) V I H (I) ( see note 1)

(voir note 1)
(see note 1)
(voir note 1)

L H
VIL( L) VCC+ VIH(I) (see note 1)

(voir note 1)
(see note 1)
(voir note 1)

V I H(I)I GND GND GNDIH(L)

VIH(I)I 4,5 V GND GNDIL( L)

Notes : 1 - Low output represents the on State, high output represents the off State.
La sortie à l'état bas représente l'état passant, la sortie à l'état haut représente l'état bloqué.

2 - Each input i i tested separately.
Chaque entrée est vérifiée séparément.

Figure 16 - V|H(L)i V|L(L), l|H(L), l,L(L)
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SF.C 5109 E, SF.C 5110 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCC-VCC 4I« ë
JO aj
eu az -t/i -Q£ 2
03
03 Oen ^

VIH(L)<> T

1Y1A

OVIL(L)<> 0(on)
1B 1ZI OIH(I)
1C

« ëOVIH(l) 0- a> 2
-QCO O

Outputs
Sorties

-Q «J
CD T3

Z -sD5 to -Q
£ 2I to -Qa> 2IL(I )

O I03
03 Qen ^

Q)
03 <3en ^

O(off )2CVIL(I)°-
O

2V
2A4-

03 ë O >VIH(L)°- jQ 03
ro T3 2B 2Z•S|2 LVIL(L)0 03 ~

TEST TABLE
TABLE DE TEST

Output
1Z or 2Z
Sortie

1Z ou 2Z

Inhibitor inputs
not under test

Entrées d'inhibition
non mesurées

Output
1Y or 2Y
Sortie

1Y ou 2Y

Test at any
inhibitor input

Test à chaque
entrée d'inhibition

Ail logic inputs
Toutes entrées

logiques

LHOpen
OuvertVIH( L) (see note 1)

(voir note 1 )
( see note 1)
(voir note 1)

VIH(I)
HLOpen

Ouvert
(see note 1)
(voir note 1 )VIL(L) (see note 1)

(voir note 1)

HH
VIH(L) V ( see note 1)

(voir note 1)
( see note 1)
(voir note 1)

CC 4-

VIL(I)
H H

VIL(L) VCC+ ( see note 1)
(voir note 1)

( see note 1)
(voir note 1)

I GND GND GNDGNDIH(I)

I GND GND GND4,5 VIL(l)

Notes : 1 - Low output represents the on state, high output represents the off State.
La sortie à l'état bas représente l'état passant, la sortie à l’état haut représente l'état bloqué.

2 - Each input is tested separately.
Chaque entrée est vérifiée séparément.

Figure 17 - V|H(|) / V|L(|), l|H(|), l,L(l)
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SF.C 5109 E, SF.C 5110 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS ,

VVCC+I 1cc-
VIH{ L)0 OJ a

-Q 0>ro Ta

h
OJ ~05 <3

CO ^

r n
-ï

1Y1A

OVIL(L) <> 0(on)
1B 1Z O

1CVIH(I)°- OV 2
JD 05
ro Ta
£ -Sto -Q£ 2
0)
05 O

CO ^

Outputs
Sorties* 2

.Q 05
ro Ta
£ -S
<s> -Q% 2
05 'i:
05 o

CO ^

D

O2C,VIL(I)°- I0(off )

O2Y
05 g

JD 05
03 Ta
£ -s*</> -Q
2 2
05

(SS

2A v>VIH(L)°- D2B 2Z
L J

VIL(L) <>

TEST TABLE
TABLE DE TEST

Logic inputs
Entrées logiques

Inhibitor inputs
Entrées d'inhibitionTest

Test
or 1B g r 2B 1C ou 2C1A 2A Dou

VIL(L) VlL(L)
at output 1Y or 2Y
à la sortie 1Y ou 2Y

I VIL(L) VIH(L) VIH(I) VIH(I)0(on)

VlH(L) VIL(L)

at output 1Z or 2Z
à la sortie 1Z ou 2Z

I VIH(L) VlH(L) VIH(I)VIH(I)0(on)

at output 1Y or 2Y
à la sortie 1Y ou 2Y VlH(L) VIH(L) VIH(I) VIH(I)O(off)

VIL(L) VIL(L)
at output 1Z or 2Z
à la sortie 1Z ou 2Z

I VIH(L) VIH(I)VIL(L) VIH(I)0(off )

VIH(L) VIL(L)

VIL(I) VIL(I)at output 1Y, 2Y,
1Z or 2Z
à la sortie 1Y,2Yf 1Z
ou 2Z

Either State
L'une ou l'autre
condition

Either State
L'une ou l'autre
condition

I VIL(I) VIL(I)0(off )
IVIH(I) VlH{I)

Figure 18 — I0(on)' O(off)
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SF.C 5109 E, SF.C 5110 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCC+0 VCC-O

l' Icc-CC +

r« a
XI Q>ro ^3

VIH(L) <>
1Y1Aa»

to -Q« 2
(ü
(/) £

O >VIL(L)°- 1B 1Z

1CVIH(I) O
° -8 D2 2tn -Q
£ 2
QJ« S O2CVIL(I) O

IR
«i 2Y2AVlH(L) O- O >-û «U
ro a

5 2B
® 2 2Z

VIL(L) <> 0) ~eu o JL

TEST TABLE
TABLE DE TEST

Ail logic inputs
Toutes entrées logiques

Test
Test

Ail inhibitor inputs
Toutes entrées d'inhibition

Driver enabled
Driver autorisé

I VIL(L} VIH(I)CC+ (on)

Driver enabled
Driver autorisé

I VIL(L) VIH(I)CC—(on)

Driver inhibited
Driver inhibé VIL(I)VIL(L)CC +(off )

Driver inhibited
Driver inhibé

I VIL(L) VIL(I)CC-(off )

Figure 19 — 'CC + • 'CC-
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SF.C 5109 E, SF.C 5110 E

TEST CIRCUIT
MONTAGES DE TESTS

VCC+ ? VCC-9Logic input Q.
Entrée logique I Output Y

Sortie Y
50 O

CL890
El 40 pF

A
Puise
generator
Générateur
d’impulsion

o >O# 1 i y

# 1

Output Z
Sortie ZCPuise

generator
Générateur
d’impulsion

# 2 Æ)O OI.#2 I
CLI RL\ To other channel

Vers un autre canal 40 pF50 ElInhibitor input 1
Entrée d'inhibition^ L _ J

Asi
VOLTAGE WAVEFORMS
FORMES D'ONDE DES SIGNAUX

3 V

/ AV \“^ IP1 H

Logic input
A or B
Entrée logique
A ou B

50 %

/ z 0 V7 /
tp2I 1

3 VI £7Inhibitor input
C or D
Entrée d'inhibition
C ou D

1
— - 50 %

VHUD-
0 VI-

-VHLO )-^j UtPLH(L)-] t,
- off

/ V/ \Output Y
Sortie Y

50 %

/ L on7 /

^PLHILK-VHLILM off7 /wOutput Z
Sortie Z

50 %

- on

1 - The puise generators hâve the following characteristics :
Les générateurs d'impulsion ont les caractéristiques suivantes :

= 50 El, tr = tf = 10 ± 5 ns, tpl = 500 ns, f = 1 MHz, tp2 = 1 /us, f = 500 KHz

2 - C|_ includes probe and jig capacitance.
CL comprend les capacités de la sonde et du montage.

3 - For simplicity, only one channel and the inhibitor connections are shown.
Pour simplification, un seul canal et les connexions d'inhibition sont donnés.

NOTES :

Zout

Figure 20 - PROPAGATION DELAY TIMES
TEMPS DE PROPAGAT!ON
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SF.C 5109 E, SF.C 5110 E

OUTPUT CURRENT VS LOGIC INPUT VOLTAGE
COURANT DE SORTIE EN FONCTION DE LA
TENSION D'ENTREE LOGIQUE

OUTPUT CURRENT VS LOGIC INPUT VOLTAGE
COURANT DE SORTIE EN FONCTION DE LA
TENSION D'ENTREE LOGIQUE

I IO O
(mA) (mA)V =5 V

= —5 V
= 5 V
= —5 V

VCC + CC +V VCC- cc-14Vl ( l) - VIH(I)
= 25°C

14 V = V«s°Kl )
SF.C 5109 = 2 SF.C 5110tamb tamb

12 12
Output Z
Sortie Z

Output Y
Sortie Y10 10

8 8

66
Output Z
Sortie Z

Output Y
Sortie Y4 4

2 2

0 0
1.3 1,4 VHL) (V ) 1,11,1 1.2 1,2 1,3 1,4 Wv)

SUPPLY CURRENT WITH DRIVER ENABLED VS
FREE- AIR TEMPERATURE
COURANT D'ALIMENTATION AVEC DRIVER
AUTORISE EN FONCTION DE LA TEMPERATURE
A L'AIR

ICC(orv)
(mA ) V = 5 V

= —5 V
=0,4 V
= 2 V

CC+Vcc-35 VIL(L)
V SF.C 5109I H ( I )

30

25

ICC +20

15 lcc-

10

5

0
-75 -50 -25 0 25 50 75 100,ambl°C>
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SF.C 5109 E,SF.C 5110 E

SUPPLY CURRENT WITH DRIVER ENABLED VS
FREE-AIR TEMPERATURE
COURANT D'ALIMENTATION AVEC DRIVER
AUTORISE EN FONCTION DE LA TEMPERATURE
A L'AIR

PROPAGATION DELAY TIME (LOGIC INPUTS)
VS FREE AIR TEMPERATURE
TEMPS DE PROPAGATION (ENTREES LOGIQUES)
EN FONCTION DE LA TEMPERATURE A L'AIR

ICC(o n) ns
(mAI

I35 - cc-

30 15

lCC+25

1020

15 tPLH(L), VHLIL)

10 5
=5 V
= —5 V
=0,4 V
= 2 V

V V =5 V
= —5 V
=50 si
=40 pF

CC + CC +V5 CC-V.L(L)
SF.C 5110V I H( I ) 00 1 1

-75 -50 -25 0 25 50 75 100,amb
(°C) -75 -50 -25 0 25 50 75 100,amb

(°CI

PROPAGATION DELAY TIME (INHIBITOR
INPUTS) VS FREE-AIR TEMPERATURE
TEMPS DE PROPAGATION (ENTREES
D'INHIBITION) EN FONCTION DE LA
TEMPERATURE A L'AIR
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SF.C 5325 E

MAGNETIC MEMORIES DRIVERS
CIRCUIT DE COMMANDE DE MEMOIRES A TORES MAGNETIQUES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximal output
current

Courant maximal
de sortie

VCC1<V > VCC2(V)
Input loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boî tier

Type
Min. Max. Min. Max.

Address
inputs
Entrées
d'adressage
A,B,C,D

SF.C 5325 E MP-117 5,25 240°C, + 70°C 4,75 15 600 mA 1

SF.C 5325 KT MP-117 —25°C, + 85°C 4,75 5,25 15 24 600 mA

Strobe inputs
Entrées d'échan-
tillonnage
SI, S2

SF.C 5325 KM MP-117 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 15 24 600 mA 2

- Dual source and sink outputs
- Fast switching times
- Output short-circuit protection
- Minimum time skew between address and output

current

Double sortie émettrice et double sortie réceptrice de courant

Faibles temps de commutation
Protection contre les courts-circuits de sortie
Temps de réponse minimal entre la commande d'adressage
et l'établissement du courant de sortie

EASE OF USE FACILITES D'UTILISATION

- Transformer coupling eliminated
- Source base drive externally adjustable

Elimination des systèmes de couplage par transformateur
Courant de base des transistors de sortie ajustable extérieure-
ment

Compatibilité TTL et DTL
Présence de diodes d'écrêtage aux entrées

TTL and DTL compatibility
Input clamping diodes

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Package MP-117
Boîtier (CB-79)

Top view
Vue de dessus

Y GND

TTL - X 74 - 6 1/ 15
THOMSON - CSF
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SF.C 5325 E

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 5325 is a monolithic magnetic memory
driver . Each device contains two current source swit-
ches and two current sink switches with decoding
capability from four address inputs. Two strobe inputs
(S1, S2) are useful for mode sélection, source or sink.

Le SF.C 5325 est un circuit de conception monolithique pour
la commande de mémoires à tores magnétiques. Chaque
boîtier contient deux sorties émettrices de courant et deux
sorties réceptrices de courant commutables à partir de quatre

entrées d'adressage et d'un circuit de décodage. Deux entrées
d’échantillonnage (SI , S2) sont destinées à la sélection du
type de sortie utilisée, émettrice ou réceptrice de courant.

When Rjnt and node R are connected together, an
internai resistor (575 SI ) sets the base current availa-
ble for source output transistors. This use allows
source sink current up to 375 mA with a VQQ2 voya-
ge of 15 V or 600 mA with a VçQ2 voltage of 24 V .

Lorsque les broches R / n( et R sont reliées ensemble, une résis-
tance interne (575 Cl ) définit le courant de base disponible
pour les transistors du type émetteur de courant de sortie.
Une telle utilisation permet de commander un courant de
sortie dont la valeur peut atteindre 375 mA sous une tension
d'alimentation VQQ2 de 15 / et 600 mA sous VQQ2 de 24 V.

When currents greater than 375 mA are required, the
use of a external resistor ( Rext) is recommended bet-

ween VçQ2 anc* node R.Pin Rjnt remains open. In this
case, the dissipated power by Rext is external at the
package and permits the integrated circuit to operate
at higher currents for a given junction température.

Lorsque des courants de sortie supérieurs à 375 mA sont né-
cessaires, il est recommandé d'employer une résistance exté-
rieure (Rext) entre les broches VQQ2 et La broche Rint
reste non connectée. Dans ce cas, la puissance dissipée par

est extérieure au boî tier et permet au circuit de fonc-
tionner avec des courants de sortie plus importants pour une
température de jonction donnée.
Rext

Over operating free-air température range (unless otherwise specifield).
Dans toute la gamme de température ambiante de fonctionnement (sauf indica-
tions contraires).

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES

7 V— Supply voltage VQQI
Tension d'alimentation

25 V— Supply voltage VQQ2
Tension d'alimentation

800 mW— Continuous total dissipation at 70°C free-air température ( see note 1)
Puissance totale dissipée en régime continu à la tem^rnture - :e de 70°C (voir note 1 )

For operation of SF.C 5325 KT and SF .C 5325 KM above 70°C free-air température, refer to dissipation
derating curve, figure 13.
Pour des températures ambiantes de fonctionnement supérieures à 7(PC et concernant les circuits SF.C 5325 KT et

SF.C 5325 KM, se reporter à h figure 13 donnant la puissance dissipée en fonction de la température.

Note 1 :

2/15 TTL - X
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SF.C 5325 E

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

VCC1 c> — o VCC2575 n
o R:8 kn4 kn 4 kn ? int
oT 800ni— Source collectors
Source collecteurs

°Output W
Sortie

Address A
Adresse

Strobe S1
Echantillonnage 1 kn

OR

8 knr

c
4 kn 4 kn

800 n
0

Output X
Sortie

tzz>
Address B

^Adresse ï 1 kn n5
Hcz> kn50n56 n1,6 444 kn 4 kn kn

0
Output Y
Sortie

800 nAddress C
Adresse o CZD

Strobe S2 ^
EchantiUonnage 1 knl ü5 knHc=)

50n1,6 56 n 44 {=34 kn4 kn Output Z
0 Sorf/'e

kn

T 800n1 CZD—
Address D

^Adresse 1 kni oGND
»5

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

Outputs
Sorties

Strobe inputs
Entrées d'échantillonnage

Address inputs
Entrées d'adressage

Sink
Réceptrice de courant

Source
Emettrice de courantDB S1 S2A C

ZYW X

OFF OFFON OFFX HX LHL
OFFON OFFOFFX HX LH L
OFFOFF ONOFFH LL HX X

OFF ONOFFOFFH LL HX X
OFF OFFOFFOFFX X HHX X
OFF OFFOFFOFFH X XHH H

X : Irrelevant
Etat indéterminé

L : Low level
Niveau bas de tension

H : High level
Niveau haut de tension

Note : Only one output transistor must be ON at the same time
Un seul transistor de sortie doit être conducteur à la fois

T T L - X 3/15
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SF.C 5325 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).Dans toute lagammede température ambiantede fonctionnement (sauf indicationscontraires).
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
/ALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V 1,2

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas VILmax 0,8 V 3,4

VCC1
VCC2

= 4,5 V
= 24 V
= —10 mA
= 25°C

Maximum input clamp voltage
Tension maximale d’entrée d'écrêtage

V -1,7 V 5

lamb

5325 t 200/uA

5325 KT
5325 KM 500pA

Source outputs
Sorties émettrices de courant 5325 E

tamb = 25°C
VCC1
VCC2

= 4,5 V
= 24 V

off 200pA 1Off+ -State maximum output current
Courant maximal en sortie à l’état bloqué

5325 KT
5325 KM

tamb = 25°C
150/JA

= 4,5 V

VCC2 = 2 4 V
VCC1Sink outputs

Sorties réceptrices de courant
V0Hmin 219 V = 0Minimum high level output voltage

Tension minimale garantie en sortie à l’état haut
0

(note 2)

0,9 V

VCC1
VCC2

= 4,5 V
= 15 V
= 24 El
#-600 mA

Source outputs
Sorties émettrices de courant 5325 E

5325 KT.
<amb = 25°C

V R 30,75 Von LOn-state maximum output voltage
Tension maximale en sortie à l’état conducteur I (sortie)

(note 2)(note 1)
5325 KM

‘amb" 25°C
0,7 V

9

0,9 V

VCC1
VCC2

= 4,5 V
= 15 V
= 24 £2
# 600 mA

Sink outputs
Sorties réceptrices de courant 5325 E

5325 KT
tamb = 25°C

V R0,75 V 4on LOn-state maximum output voltage
Tension maximale en sortie à l'état conducteur I (sortie)

(note 2)(note 1) 5325 KM

tamb = 25°C 0,7 V

4/15 T T L - X
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SF.C 5325 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede températureambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

address inputs
A, B, C, D
Entrées
d’adressage

1 mA

VCC1 = 5,5 V
= 24 V
= 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V |H VCC2 5

V lstrobe inputs
S1, S2
Entrées d’échan-
tillonnage

2 mA

address inputs
A, B, C, D
Entrées
d’adressage

40 juA

VCC1 = 5,5 V
= 24 V
= 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d’entrée à VQ^min

IHmin
/ (Hmin) VCC2 5/

Vstrobe inputs
S1,S2
Entrées d’échan-
tillonnage

80 MA

address inputs
A, B, C, D
Entrées
d’adressage

-1,6mA

= 5,5 V
= 24 V
= 0,4 V

VCC1
VCC2

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d’entrée à VQ[_max

ILmax
' l ILmax ) 5

strobe inputs
S1.S2
Entrées d’échan-
tillonnage

V l
-3,2mA

Maximum supply current,ail sources and
sinks off
Courant maximal consommé par les alimentations
lorsque tous les transistors de sortie sont à l’état
bloqué

I VCC1 22 mACCIoff VCC1 = 5,5 V
= 24 V
= 25°C

6VCC2
VCC2I tamb20 mACC2off

Maximum supply current from Vcci #

either sink on
Courant maximal consommé par l’alimentation
Vce1 lorsque l’un des transistors de sortie
récepteur de courant est à l’état conducteur

VCC1 = 5,5 V
= 24 V
= 25°C

I 70 mA VCC2 7CC1on

^mb

Maximum supply current from VcC2»
either source on
Courant maximal consommé par l’alimentation
Vcc2 lorsque l’un des transistors de sortie
émetteur de courant est à l’état conducteur

VCC1
VCC2
tamb

= 5,5 V
= 24 V
= 25°C

50 mA 8CC2on

Note 1 : Only one output transistor must be ON at the same time
Un seul transistor de sortie doit être conducteur à la fois

Note 2 : These parameters must be measured using puise technique : tw = 200 /is, duty cycle< 2 %
Ces paramètres doivent être mesurés en utilisant une technique impulsionnelle dont les signaux mis en oeuvre ont les caractéris-
tiques suivantes : largeur tw =200 us, durée de l’impulsion par rapport à la période <2 %

T T L - X 5/1 5

531



SF.C 5325 E

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb = +25°C VCC1 = 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

OUTPUTS
SORTIES

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP. MAX. FIG.MIN.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signal de sortie

Source coHectors
Collecteurs communs
des sorties émettrices
de courant

VCC2 = 15 V

RL = 24 n
CL = 25 pF

XPLH 25 ns 50 ns 9

Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signal de sortie

Source collectors
Collecteurs communs
des sorties émettrices
de courant

= 15 V

RL = 24 El

CL = 25 pF

VCC2
VHL 925 ns 50 ns

= 20 V

RL = 1 kEl

CL = 25 pF

VCC2Transition time, low to high level
Temps de transition à la croissance
du signa! de sortie

Source outputs
Sorties émettrices
de courant

lTLH 55 ns 10

VCC2 = 20 V

RL = 1 kïl

CL = 25 pF

Source outputs
Sorties émettrices
de courant

Transition time, high to low level
Temps de transition à la décroissance
du signa / de sortie

lTHL 7 ns 10

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa/ de sortie

VCC2 = 15 V

RL = 24 n
CL = 25 pF

Sink outputs
Sorties réceptrices
de courant

VLH 920 ns 45 ns

Propagation delay time,high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signaI de sortie

= 15 V
R L = 24 Q,

CL = 25 pF

VCC2Sink outputs
Sorties réceptrices
de courant

lPHL 920 ns 45 ns

= 15 V

RL = 24 n
CL = 25 pF

VCC2Transition time, low to high level
Temps de transition à la croissance
du signaI de sortie

Sink outputs
Sorties réceptrices
de courant

t 7 ns 915 nsTLH

= 15 V

RL = 24 n
CL = 25 pF

VCC2Transition time, high to low level
Temps de transition à la décroissance
du signaI de sortie

Sink outputs
Sorties réceptrices
de courant

lTHL 9 ns 20 ns 9

= 15 V

RL = 24 El

CL = 25 pF

VCC2Sink outputs
Sorties réceptrices
de courant

Storage time
Temps de stockage

930 ns15 ns

6/15 T T L - X
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SF.C 5325 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

24 V O

1(off )R ycc2

*RintA
2 V O—

« e W-Q A
<o o
Z *S 2

S1
TEST TABLE
TABLE DE TESTa» ~

«S 2 B X

ISS
XJ o OpenC

^=D—c
Ouvert

S2
Zj 0 Open

I Ouvert

Vcci GND

•K1 Source collectors
Source collecteurs4,5 V •5

Figure 1 - Testl (off )

24 VQ

R YCC2

*^intA < W TEST TABLE
TABLE DE TESTS14,5 va

c S2D Y ZGB
Open
Ouvert

V0H2 V 4,5 V GND•S Open
Ouvert

V0HGND 4,5 V 2 VYC Open
Ouvert

4,5 VO— •3 Open
Ouvert

V0HGND4,5 V 2 V.Q aj
ra ^ Oro S2

12 VO— 4»

II Open
Ouvert

Z V0HGND4,5 V 2 VOc;<uæ ,ow D V0HLXCC1 GND I & Source collectors
Source collecteursS® 4,5 V S® 5SSS

Figure 2 — Test Vj^, VQ|_
J

T T L - X 7/15
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SF.C 5325 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

15 V TEST TABLE
TABLE DE TEST9 R, = 24 12350 El L

B S1 W XAOpen
Ouvert

Open
Ouvert

ï 0,8 V 4,5 V 0,8 V GNDR yce2 I

*!.OintA Open
Ouvert

O4,5 V O— 4,5 V 0,8 V 0,8 V GNDK V v°"lQ) £
-Q OJ
ro Ta
Z «trt -Q
2 a
a> ~QJ Cl

CO ^

W
S1

G Note :
These parameters must be measured
using puise techniques :
tw = 200 i l s, duty cycle < 2 %
Ces paramètres doivent être mesurés en
utilisant une technique impulsionnelle, le
signal mis en oeuvre a les caractéristiques
suivantes :
largeur tw =200 ps,
durée de l'impulsion par rapport à la
période < 2 %

B
0,8 VO— O

YIQ OpenC
—te

o—c;
Ouvert

S2
Z j QOpen

i OuvertD
GND

% Source collectors
Source collecteurs4,5 V SB

Figure 3 — Test V| ^ Von

15 V
TEST TABLE
TABLE DE TEST

O R . = 24 nL

C S2 ZD YiR ycc2

*1 QOpen
Ouvert

Open
Ouvert

.—R 'int 1 1

K i w

r>—cL
RA 0,8 V 4,5 V 0,8 V L

Open
Ouvert

R4,5 V 0,8 V 0,8 VS1 L

I
B

Note :
These parameters must be measured
using puise techniques :
tw = 200 f is, duty cycle < 2 %
Ces paramètres doivent être mesurés en
utilisant une technique impulsionnelle, le
signal mis en oeuvre a les caractéristiques
suivantes :
largeur tw =200 ps,
durée de l’impulsion par rapport à la
période ^2 %

0 51 kEl
0,8 V YC

O—C’

« a
.Q ^ S2 îa»
ts 5« a
QJ
QJ P

CO ^

Z O4,5 V D VO— onVccj GND

î ^ Source collectors
Source collecteursSB4,5 V SB

Figure 4 — Test V| Von

8 /15 T T L - X
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TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

TEST TABLE
TABLE DE TEST

VIL
o0penA

Apply V| = 0,4 V
Tension appliquée
Measure l|[_
Mesure de ! / [_

Ouvert
W

S15,5 VO— Apply 5,5 V
Tension appliquéeI I o—d*

Apply l|= —10 mA
Courant appliqué
Measure V|
Mesure de V /

IH' IHminV Ba> 23
O xi A«3 3̂

2 a
QJ
CD O

CO ^

IL— S®
I VI Q Open

Ouvert
A S1,B, C, S2, DC

D>-HC
O-C

S1 A, B, C, S2, DS2
zj 0Open B A, S1, C, S2, DOuvertD

C A, S1, B, S2, DVcci GND

I S2 A, S1, B, C,D
(4,5 V for testing V|)
(4,5 V pour tester V / )

5,5 V »\\
D A, S1, B, C, S2

Figure 5 — Test V,, l|H, l|Hmjn, l|L

TEST TABLE
TABLE DE TEST

24 V
O CC2(off ) IIH' IHmin

i Apply V| = 5,5 V
Tension appliquée
Measure 11H
Mesure de ///y

I
I
l__

0Open
| Ouvert

A
Ground
Masse

Apply 5,5 V
Tension appliquée

W
Apply V|= 2,4 V
Tension appliquée
Measure IIHmin
Mesure de l /Hmjn

S1

C xB

A S1 B, C, S2, D
5 V O—" i

VI Q Open
J ^ Ouvert

C,S2, DS1 A, BC

C S1B A,C, S2, DS2
Zj 0 Open

I Ouvert C S2 A, S1, B, Do—c:D
S2 C, D A, S1, BLVCC1 GND

i S2 A,S1,B, CD
CCKoff )5,5 V S®

Figure 6 — Test I ICCKoff ) ' CC2(off)

T T L - X 9/15
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TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

24 V
O

R ycc2
Open

^ Ouvert^int i r

—te *

O—c,

A

S1
4,5 V O TEST TABLE

TABLE DE TEST
B

S2C D Y Z
Open
OuvertGND 5 V GND

C
5 V O— I = 50 mA Open

Ou vert
oj £

OJ
CO T3

Z ^<S) «Q
Si a
o; o

CO ^

GND5 V GND I
S2

Z O
•b: D

LVCC1 GNDnCC1BS? 5,5 V

Figure 7 — Test ICC1

24 V
O l CC2

R yCc2 I = 50 mA
^intA

5 V O—
OJ a
-Q Q)

co a

Z -t; -o
Si a

w
S1

TEST TABLE
TABLE DE TESTC X8|

CO ^
B

A B S1
IB

S® GND GND5 VYl _ Open
! UOuvert

C

O—C'

GND GND5 V
S2

Z| Q0pen
OuvertD

VCCJ GND

5
5,5 V

Figure 8 — Test ICC2

10/15 T T L - X
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TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Q 15 V350 n

1RL= RL=rtRL=
24 ElU 24 El24 EIR ,VCC2

RintA OS.CHCPuise
generator
(see note 1)
Générateur
d' impulsions
(voir note 1 )

W
CL“
25 pF

S1<&

GBS® S
JD QJ
ns a
^ -SJ
® S

SB
Y .QOutput Y

Sortie Y
c

tu -h
a> .p
J) ^ 5>-<r

O—G,

S2

^
Output ZZ
Sortie Z

D
CL =
25 pFLVCC1

T~

05 V

GND

BSBS
TEST TABLE
TABLE DE TEST

Inputs connected to 5 V
Entrées connectées à 5 V

Input signal
Signa! d'entrée

Parameters
Paramètres

Output under test
Sortie sous test

A, S1 B, C, D, S2
VLH' VHL S.C

A, C, D, S2B, S1

VLH' l P H L C, S2 A, B, D, S1Y

lTHL' tTLH, ts D, S2 A, B, C, S1Z

VOLTAGE WAVEFORMS
FORME DES SIGNAUX Note 1 :

The puise generator has the following
characteristics : Zout = 50 El , duty
cycle < 1 %
Le générateur d'impulsions a les caractéristi-
ques suivantes : Zout = 50 fl , largeur de
l'impulsion par rapport à la période ^ 1 %

< 10 ns-M
90 %

t -̂<10 ns
i I 3 V¥“T

iI nput
Entrée

1,5 V1
i

1o % —i-

I !ha-^PHL-M R̂ -tPLH—H Note 2 :
C|_ includes probe and jig capacitance
C[_ comprend la capacité de la sonde et du
montage

90 %
Output
Sortie

10 % —l

^THL Figure 9 - SWITCHING TIMES
TEMPS DE COMMUTAT!ON

T T L - X 11/15
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TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

20 V
350 EI

Open
Ouvert

R .VCC2
RintA Output

SortiePuise
aenerator
fsee note 1)
Générateur
d' impulsions
(voir note 1)

W
OS1<&

Output
SortieB XOJ 2J

-Q 0)

CO ^3

£ §

O50 El

YC 0-<T
O—C"

QJ b:
$ S 0RL =CL =

25 pF
CL =
25 pF 0R L “S2 1 kn 1 kn

z
D

, VCC1

O 5 V

GND

TEST TABLE
TABLE DE TEST

Parameter
Paramètre

Output under test
Sortie sous test

Inputs connected to 5 V
Entrées connectées à 5 /

Input
Entrée

A, S1 B, C, D, S2W
lTLH' lTHL

B, S1 A, C, D, S2X

VOLTAGE WAVEFORMS
FORME DES SIGNAUX Note 1 :

The puise generator has the following
characteristics : Zout = 50 El , duty
cycle < 1 %
Le générateur d'impulsions a les caractéristi-
ques suivantes : Zout = 50 il, largeur de
l'impulsion par rapport à la période < 1 %

< 10 ns 10 ns
3 Vi

¥90 % r
Input
Entrée 1,5 V+l\l

10 %— 4- - 0 V“T
200 ns Note 2 :

C[_ includes probe and jig capacitance
C/_ comprend la capacité de la sonde et du
montage

VOH

K90 %
Output
Sortie

10 %- VOLI Figure 10 - SWITCHING TIMES (continued)
TEMPS DE COMMUTAT!ON (suite)

t tTHL“M 1TLH-*4

12/15 TTL - X
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TYPICAL APPLICATION
APPLICATION TYPIQUE

r i

ww î ::-H- / LOLO
CMCN
COCO / / LOLO 77 /

O /
T4/ 7 LLLL

C/5CO y/ T4

II L—
XX n

y/ 7

yy y
/ / yI L 7V
yy y

Drive Unes
Lignes de
commandeJS 1 zZ co

3
c

Cores
Tores magnétiques II

si
Cû WW ïFï

yy y
yy y
yy y
yy

Y

X ï ::
yy LT)LO CMCM CO/yyCO LOTLO

U/ / /O 7/ / LLLL COyy yCO

I ZZ
I li !

MAGNETIC MEMORY
MEMOIRES MAGNETIQUES

Figure 11 —

T T L - X 13/15
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EXTERNAL RESISTOR CALCULATION
CALCUL DE LA RESISTANCE EXTERNE
Figure 12 shows the working principle of a magnetic
memory driven by SF.C 5325. A source-output tran-
sistor of one SF.C 5325 delivers drive current l [_. A
sink output transistor of another SF.C 5325 sinks this
current.

La figure 12 donne le principe de fonctionnement d'une
mémoire magnétique commandée par des circuits SF.C 5325.
Le courant de commande du tore est délivré par un transistor
appartenant à une sortie émettrice de courant. Un transistor
de sortie réceptrice de courant appartenant à un autre élément
SF.C 5325 ferme le circuit à la masse.

VCC2
Q

QRext

r
0R

VSv <IVBE3 VBE2One SF.C 5325
source-output
SF.C 5325 sortie
émettrice de
courant

T B— <VBE1<I >-

I L

W,X J

O

Vs
Core
Tore

X
r
i
i Other SF.C 5325

sink output
Autre SF.C 5325
sortie réceptrice de courant

I _l

Figure- 12
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Equation giving the value of the external resistor Rext apd the continuous dissipated power
Relation donnant la valeur de la résistance externe Rext /a puissance dissipée en régime continu

R (/3 +1) ( VCC2 - vs - VBE1 ~ VBE2 ~ Von)

R . IL - (/3 + 1) (VCC2- Vs - VBE1 - VBE2 - VBE3 )
Rext

16 ( V - VS ~ 2>2)CC2#Rext 'L - 1'6 (VCC2
_ VS _ 2'9)

“"77“ ( VP(R ' * CC2 - VS“ VBE1- V - VBE2(0 +1) onext1

« L
P(R ' # ( VCC2 — Vs - 2)

ext 16

Where : ou :

and R are in k!2.^ext-

Vcc2 ‘s the minimum expected value of VQC2 ‘nvolts.

R et R sont en k Çlext

VCC2 est la valeur minimale assurée par l’alimentation
VCC2 en volts.
est la tension en volts présente sur la sortie émet -
trice de courant.
est en mA.

Vs is the source output voltage in volts.

' L is in mA.
= 15
is the base emitter junction voltage in volts.

' L
P P = 15

VBE est la différence de potentiel en volts aux bornes
d'une jonction base-émetteur en direct.
est la tension de saturation d'un transistor en volts,

est en mW.

VBE

V is the transistor saturation voltage in volts. Von
P(*ext>

on
p( Rext) is in mW -

PACKAGE POWER DISSIPATION (SF.C 5325 KT and SF.C 5325 KM)'PUISSANCE DISSIPEE PAR LE BOITIER (SF.C 5325 KT et SF.C 5325 KM)

5
E

3C So

ai
UIIT3 o

a> ~

$ s
O QJ
Q. * Q)

St
Figure 13

9-3 5

E 8E c
•c 5
«j •-

Free-air température (°C)
Température ambiante
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SF.C 5450 AE

DUALTWO INPUT INTERFACE
DOUBLE INTERFACE A DEUX ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PR!NC!PALES

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

Fan-out *Sortance
Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d’entrée
maximale

vcc (v> Input
loading factor

Facteur de charge
d’entrée

Package
Boî tierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Min. Max.
Inputs A
Entrées A 1

SF.C 5450 AE TO-116 0°C , + 70 eC 4,75 5,25 5,5 V 10 20 Inputs G
Entrées G 2

*NAND gates
Opérateurs ET-NON

— High speed buffers
— Lamp drivers
— Relay drivers
— Line drivers

— M.O.S drivers
— Memory drivers

— Buffers grande vitesse
— Commandes de lampes
— Commandes de relais
— Commandes de lignes
— Commandes de M.O.S

— Commandes de mémoires

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 5450 is a dual interface circuit for general
purpose.lt consists : of two standard sériés SF.C 400
gates and two uncommitted,high current, high voltage
NPN transistors.
This arrangement offers the System designer the flexi-
bility of tailoring the circuit to his application.

Le SF.C 5,450 est un double circuit interface d'usage
général. Il comprend deux opérateurs ET-NON standard
de la série SF.C 400 et deux transistors non connectés
du type NPN fort courant et à tenue en tension élevée .
Cette organisation offre une grande souplesse d’emploi
qui permet de résoudre au mieux de nombreux problèmes
d'adaptation.

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

O VCC
130 fi4 kfi 1,6 kfi

1Yw1A O-t

1 kfi
MA

4 kfi
H—MAG O O SUB

130 fi1,6 kfi
2Y OH O

O 2E
2A Oi 1 kfi

O GND

1/6TTL - X 7 4 - 6
THOMSON - CSF
DIVISION SEMICONDUCTEURS 543



SF.C 5450 AE

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede température ambiante ae fonctionnement (sauf indications
contraires).

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES

35 VVQC to substrate voltage
Tension VQç-substrat

— Collector to substrate voltage
Tension collecteur-substrat

— Collector-base voltage . . . . . .
Tension collecteur-base

— Collector-emitter voltage* . .
Tension collecteur-émetteur

— Emitter-base voltage
Tension émetteur-base

— Collector current **Courant collecteur
— Total dissipation

Dissipation totale

35 V

35 V

30 V

5 V

300 mA

800 mW

*With jReE <500n
Avec (

**Both transistors may conduct simultaneously
Les 2 transistors peuvent conduire simultanément

The substrate must always be connected at the most-negative device voltage
Le substrat doit toujours être connecté à la tension la plus négative

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package TO-116
Boîtier

) Y = AG

1h GND

2/6 TTL - X
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SF.C 5450 AE

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede température ambiantede fonctionner,°nt (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
TTL - GATES
OPERATEURS TTL

FIG.
Note

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION (Note 1)

VALUES *VALEURS
SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES 1

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

^CCmin
V, = 2 VMaximum low level output voltage

Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax VQ < 0,4 V 10,4 V i
= 16 mA!0

iMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQi_max

OLmax
O (Lmax )

16 mA

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

VCCmin
V, = 0,8 V

IQ = —0,8 mA
2Minimum high level output voltage

Tension minimale garantie en sortie à l'état haut VQ > 2,4 V^OHmin 2,4 V

IMinimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VoHmin

OHmin
O (Hmin)

—0,8 mAI

Input A
Entrée A U 11 < 1,6 mA—1,6 mA VCCmax

V, = 0,4 V
IMaximum input current at VoLmax

Courant maximal d'entrée à YoL*max
ILmax
/ (Lmax )

3/
Input G
Entrée G

|!|l < 3,2 mA-3,2 mA

Input A
Entrée A I. < 40 MA40 MA IVCCmax

V, = 2,4 V
IMaximum input current at VoHmin

Courant maximal d'entrée à VQHmin
IHmin
/ (Hmin)

4I
Input G
Entrée G 80 pA < 80 pAI

Input A
Entrée A < 1 mA1 mA VCCmax

V, = 5,5 V
Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V * IH 4

Input G
Entrée G < 2 m A2 m A I

^CCmax
V, = 0

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 'os 18 mA <|IQ|<55 mA 5

Supply current, low level output
per package
Courant d’alimentation par boî tier
sortie à l’état bas

VCCmax
V, = 5 V 6QQ < 11 mACCL

Supply current, high level output
per package
Courant d'alimentation par boîtier
sortie à l'état haut

^CCmax
V, = 0 6I 'cC ^ 4 mACCH

VCCmin
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

=-12 mAtyp. —1 V |V,|< 1,5 V 7V IIL

'amb= 25°C

ASee figures page 139
Voir figures page 139

Note 1 : During these measurements the substrate (pin 8) is connected to ground (pin 7)
Durant ces mesures le substrat (broche 8) est relié à la masse (broche 7).

* Ail typical values are at Vç;c=5 V, tamb=25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tamb=25°C

TTL - X 3/6
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SF.C 5450 AE

Over operatmg free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagamme de température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
OUTPUT TRANSISTORS
TRANSISTORS DE SORTIE

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS

Q = 100 jUAMinimum collector-base breakdown voltage
Tension minimale de claquage collecteur-base

V(BR )CBO 35 V

'E = 0

lc = 100 /iA

RRE = 500 El
Minimum collector-emitter breakdown voltage
Tension minimale de claquage collecteur-émetteur

V(BR )CER 30 V

E = 100 jUAMinimum emitter-base breakdown voltage
Tension minimale de claquage émetteur-base

V(BR) EB0 5 V 'c = 0

VCE = 3 V
= 100 mA

W 25°C’c25

VCE = 3 V
IQ = 300 mA

w 25°c
30

Static value of the minimum forward
current transfer ratio
Valeur statique du rapport de transfert
direct minimal du courant

*h21E
VCE= 3 V

= 100 mA
= 0°C

•c20
tamb

VCE = 3 V

IQ = 300 mA

W °°C
25

Q = 100 mA
1 V = 10 mAIB

Maximum base-emitter saturation voltage
Tension maximale base-émetteur en saturation *VBEsat

|0 = 300 mA
1,2 V

= 30 mAB

0 = 100 mA
0,4 V I = 10 mAMaximum collector-emitter saturation

voltage
Tension maximale collecteur-émetteur en
saturation

B
*VCEsat

|0 = 300 mA
lr> = 30 mA0.7 V
B

* tp =300 jus 6 < 2 %Puise tests
Mesures en impulsions

4/6 TTL - X
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SF.C 5450 AE

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

TTL - GATES
OPERATEURS TTL 'amb = + 25°C

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

FIG.
Note

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX.

1

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signal de sortie

lPLH 20 ns

VCC= 5 V

CL = 15 pF

RL = 400 n
52

Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signal de sortie

VHL 8 ns

DYNAMIC CHARACTERISTICS OUTPUT TRANSISTORS
CARACTERISTIQUES DYNAM!QUES TRANSISTORS DE SORTIE 'amb = + 25°C

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES TYP.MIN. MAX. FIG.

Delay time
Retard à la croissance *d 8 ns

Rise time
Temps de croissance 'c ~ 200 mA 12 ns

Ig1 % 20 mA
1B2 ~ —25 mA

«-1 V
A

VBEoff
CL = 15 pF

RL = 50 £2Storage time
Retard à la décroissance h 7 ns

Fall time
Temps de décroissance 6 ns

See figures page 139
Voir figures page 139

Note 1 : The substrate (pin 8) is connected to ground (pin 7)
Le substrat (broche 8) est relié à la masse (broche 7 )

5/6TTL - X
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SF.C 5450 AE

TEST CIRCUITS
MONTAGE DE TESTS

Input
Entrée -1 V 10 V

Q

RL =50n1 kfi

0 Output
Sortieî0,1 MF 50 nPuise generator

Générateur d'impulsions
Z = 50 £2
tw = 0,3 MS
ô < 1 %

U
*CL =15 pF

^50n SUB

O GNDé-

tw•*-

3 V90 %
Input
Entrée - 1,5 V

0 V

90 %
Output
Sortie I

10 %.

IV

Figure A : Transistors switching time
Temps de commutation des transistors

*C(_ include probe and jig capacitance
Les capacités de la sonde de mesure et du montage sont incluses dans C{_

6/6 TTL - X
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SF.C 5451 AD
DUAL TWO INPUT INTERFACE CIRCUIT

DOUBLE CIRCUIT INTERFACE A DEUX ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

VCC < V > Output current
low State
Courant de sortie
à l'état bas

Maximum
input voltage

Tension d’entrée
maximale

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Min. Max.
Ail

inputs
Toutes
entrées

300 mASF.C 5451 AD 0°C , + 70°C 5,5 VMP-48 4,75 15,25

— Buffers high-speed
— Lamp drivers
— Relay drivers
— Line drivers
— MOS drivers
— Memory drivers

— Buffers grande vitesse

— Commandes de lampes

— Commandes de relais

— Commandes de lignes

— Commandes de M O S

— Commandes de mémoires

GENERAL DESCRIPTION
DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 5451 is a dual interface circuit for general
purpose.Itconsists : of two standard sériés SF.C 400
gates, driving, two high current, high voltage NPN
transistors.

Le SF.C 5451
générai. Il comprend deux opérateurs ET-NON standard
de la série SF.C 400 commandant deux transistors NPN fort
courant et à tenue en tension élevée.

est un double circuit interface d'usage

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

° VCCIP1,6 kCl 130 n4 k£2

%77\AO O Y

B O ï 500 fi

i1 k£2
O GND

T T L - X 7 4 - 6 1/ 5
THOMSON - CSF
DIVISION SEMICONDUCTEURS
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SF.C 5451 AD

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gammede température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

30 VOutput voltage ..
Tension de sortie

Collector current
Courant collecteur
Dissipation totale
Total dissipation

300 mA

800 mW

The substrate must always be connected at the most-negative device voltage
Le substrat doit toujours être connecté à la tension la plus négative

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package MP - 48
Boîtier

t><) Y = AB

1A 1B 1Y GND

2/5 TTL - X
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SF.C 5451 AD

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).Dans toute lagammede températureambiantede fonctionnement (sauf indicationscontraires).
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

Minimum high. level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V VCCmin

V, = 2 V

VQ = 30 V ’o < 100 pA A
Low State maximum output current
Courant maximal en sortie à l'état bas

OHmax
O (Hmax)

100 pA/

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

VCCmin
V, = 0,8 V

IQ = 300 mA
VOLmaxMaximum low level output voltage

Tension maximale garantie en sortie à l'état bas 0,7 V VQ < 0,7 V B

IMinimum output current at VOLmax
Courant minimal de sortie à VQi_max

OLmax
O (Lmax ) 300 mA/

^CCmax
V, = 0,4 V

Maximum input current at VOLmax
Courant maximal d'entrée à VQ\_max

I ILmax
/ (Lmax )

|l,l < 1,6 mA D—1,6 mA/

^CCmax
V, = 2,4 V

Maximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmjn ' iHmin

/ (Hmin) < 40 pA40 pA I
c

VCCmax
Vj = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V I. < 1 mAIH 1 mA I

Supply current, high level output,
per package
Courant d’alimentation par boîtier ,
sortie à l’état haut

^CCmax
V, = 5 V

ICCH Icc ^ 11 mA

ESupply current, low level output,
per package
Courant d’alimentation par boî tier,
sortie à l'état bas

VCCmax
V, = 0 lCc < mAICCL

VCCmin
I, = -12 mA

tamb= 25°C

Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

V |V|L|< 1,5 Vtyp. -1 VIL

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAM!QUES tamb = +25°C

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES MIN. TYP. MAX. FIG.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

*PLH 45 ns I

IIQ si 200 mA

CL = 15 pF F
Propagation delay time, high to low
level output
Temps depropagation à la décroissance
du signa! de sortie

VHL 25 ns

TTL - X 3/5
I
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SF.C 5451 AD

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCC

Vi OI

SB SB S

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure A Figure B

VCC
I I

o0pen
Ouvert

Open
Ouvert

V| O

SB v< SB SB
Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure C Figure D

VCC

j'cc
O Open

OuvertCVIO

SB SB
Both gates are tested simultaneously
Les deux opérateurs sont testés simultanément

Figure E

4/5 TTL - X
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*
SF.C 5451 AD

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

2,4 VInput signal
Signal d'entrée 0 Q 10 Vo vcc

50 El
Output

°SortieO-CT:Puise generator
Générateur d'impulsion

(Note A)
=15 pF

(Note B)

« SB HB

< 5 ns <10 ns»

I
I

3 Vl —.90 %
J -- 1,5 V

Input signal
Signal d'entrée

II
10 % - —

TPHL
— 0 V<wl * lPLH

H

7_

k490 %
50 % i

TOutput
Sortie 10 % LI II

I

'TH!.

Note A : Puise generator has the following characteristics :tw =500 ns, f =1 MHz, 50 H
Le générateur d'impulsion a les caractéristiques suivantes :

Note B : CL includes probe and jig capacitance
La capacité C[_ comprend les capacités de la sonde ainsi que les capacités de ciblage

Figure F

5/5TTL - X
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SF.C 5452 D

DUAL TWO INPUT INTERFACE CIRCUIT
DOUBLE CIRCUIT INTERFACE A DEUX ENTREES

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PR!NC!PALES

VCC < V > Output current
low State
Courant de sortie
à l'état bas

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiantede fonctionnement

Package
BoîtierType

Min. Max.
Ail
inputs
Tou tes
entrées

0°C, +70°C 300 mA 14,75 5,25 5,5 VMP-48SF.C 5452 D

— Buffers high-speed

— Lamp drivers

— Relay drivers
— Line drivers

— MOS drivers
— Memory drivers

Buffers grande vitesse

Commandes de lampes

Commandes de relais

Commandes de lignes

Commandes de M O S

Commandes de mémoires

GENERAL DESCRIPTION
DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 5452 is a dual interface circuit for general
purpose. It consists : of two standard sériés SF.C 400
gates, driving, two high current, high voltage NPN
transistors.

Le SF.C 5452 est un double circuit interface d'usage

général. Il comprend deux opérateurs ET-NON standard
de la série SF.C 400 commandant deux transistors NPN fort

courant et à tenue en tension élevée.

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

O VCC
130 El1,6 kH1,6 k£24 kEl

O Y< < <rr\A O
Y = AB

B O << < >

500 n1 k£21 kft

O GND

74 - 6 1/3TTL - X
THOMSON - CSF
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SF.C 5452 D

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES

Over operating free-air température range (unless othtrwise spécifiée!).
Dans toute lagammede température ambiantede fonctionnement(sauf indications
contraires).

30 VOutput voltage ..
Tension de sortie

Collector current
Courant collecteur
Dissipation totale
Total dissipation

300 mA

800 mW

The substrate must always be connected at the most-siegative devtce voltane
Le substrat doit toujours être connecté à la tension la plus négative

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package MP - 48
Boîtier

VCC 2 B 2 A 2Y
8 7 56

) Y = AB

2 3 4

1A 1B 1Y GND

2/3 TTL - X
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SF.C 5452 D

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede températureambiantede fonctionnement(sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES

VALUES
VALEURS FIG.

.Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

VCC = 4'75 V
=-12 mA

Maximum input clamp voltage
Tension maximale d'entrée d'écrêtage

V -1,5 V
I

Vrr = 4,75 V
v“= 0,8 V

VQH = 30 V

IMinimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VoHmin

OHmin
O (Hmin)

100 pA/

Vcc = 4,75 V
V|H = 2 V0,4 V

0I_ = 100 mA
Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax

Vcc = 4,75 V
V)H = 2 V0,7 V
QL = 300 mA

Vcc = 5,25 V
V, = 5,5 V

Maximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQ[_max ’lLmax

I (Lmax)
1 mA

Vcc = 5,25 V
V. = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin

IHmin
/ (Hmin)

40 MA/
I

VCC = 5'25 V
V, = 0,4 V

Low level input current
Couran t d'entrée à l'état bas -16 mAIL

Supply current, high level output
per package
Courant d’alimentation par boîtier
sortie à l'état haut

Vcc = 5,25 V
V, = 014 mACCH

Supply current, high level output
per package
Courant d’alimentation par boîtier
sortie à l'état haut

Vcc = 5,25 V
V, = 5 V

I 71 mACCH
I

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES W,= +25°C

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES

MAX. FIG.TYP.MIN.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

*PLH 50 ns

Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa/ de sortie

IQ ^ 200 mA

CL = 15 pF

RL = 50

lPHL 35 ns

Transition time, low to high level
Temps de transition à la croissance *TLH 10 ns

Transition time,high to low level
Temps de transition à la décroissance ^HL 12 ns

TTL - X 3/3
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TTLSTANDARD
STANDARD TTL

Miscellaneous integrated circuits
Circuits intégrés divers
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SF.C 603 E
TV BASIC SIGNAL SEQUENTIAL DECODER

DECODEUR SEQUENTIEL DE SIGNAL DE BASE DE TELEVISION

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

VCC (V) Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Min. Max.
AU

inputs
Toutes
entrées

SF.C 603 E MP-186 0°C . + 70°C 4,75 5,25 5,5 V 10 10 1

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 603 E provides decoding of the single basic
signal SUB* (see figure below), which is composed
of a sériés of positive and négative puises.

Le décodeur séquentiel SF.C 603 E utilise le signal de
base unique SBU* représenté ci-dessous et formé d'une
suite d'impulsions positives ou négatives.

Single basic signal
Signal de base unique

Décoder inputs
Entrées du décodeur

A previous clipping of this signal must be performed
in order to provide the signais to be applied to the
two inputs (g) and (b) of the décoder. The following
signais are then avaiiable at the outputs of the circuit :
mixed blanking (A), synchronization (S), subcarrier
burst (K), parity (P) and vertical drive (V).
The state diagram of the circuit (see page 4) is such
that, when the supply voltage is switched on, self
synchronization of the décoder occurs in no more
than 3 active Unes of the picture.
Two external timing éléments ( R and C) allow for
an adjustment of the delay between input and
output signais within a range of about 250 ns.
* Recommended by UER

Recommandé par l'UER

Un écrêtage préalable de ce signa! au moyen de comparateurs
d'amplitude fournit les signaux à appliquer aux deux entrées
a et b du décodeur. On obtient alors sur les 5 sorties du
circuit les signaux de suppression mélangée (A), de synchro-
nisation mélangée (S), de salve de référence de la sous-
porteuse (K), de parité (P) et de déclenchement vertical (V).
Le diagramme d'états du circuit fcf. page 4) est tel que,
à la mise sous tension, la synchronisation du décodeur se
produit automatiquement après trois lignes actives de
l'image au plus.
Deux éléments de temporisation extérieurs au circuit R et C
permettent d'ajuster le décalage entre les signaux d'entrée
et de sortie dans une plage de 250 ns environ.

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Package MP-186
Boîtier

V S P ACC

rEUEHEl-EH*HEHïjH^ El—0—EiH

)
1 — 2

R C K V b GNDa

TTL - X I 74 - 6 1/4
THOMSON •CSf
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SF.C 603 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagamme de température ambiantede fonctionnement(sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES *
VALEURS

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

Maximum low level input voltage (except
input R)
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas
(sauf sur l'entrée R)

VCCmin
IQ = 16 mA^ILmax VQ < 0,4 V0,8 V

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V

^CCmin
IQ = —0,4 mA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V VQ > 2,4 V

^CCmax
V, = 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_max

ILmax
/ (Lmax) Il, l < 1,6 mA-1,6 mA/

^CCmax
V, = 2,4 V

Maximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VoHmin

IHmin
/ (Hmin) < 40 pA40 pA/ I

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V |H < 1 mA1 mA I

Supply current per package
Courant d'alimentation par boîtier

typ. 60 mA vCC= 5 Vcc

Maximum value of résistance to be connected
between input R and ground
Valeur maximale de la résistance à connecter entre
l'entrée R et la masse

R 330 Elmax

* Ail typical values are at Vcc =5 V, tamb = 25 0C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tamb=25°C

2/4 TTL - XI
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SF.C 603 E

TYPICAL APPLICATION
APPLICATION TYPIQUE

+5l +5 +12

220 £2 220 CL 220 «
To pin 8 of SF.C 2710
Vers la broche8 des SF.C 2710^2 /iF

4 > ii 4 h

2,2
WF

S 27 k«
S

27 k«§ ^10 k« 3
Tli SF.C

82 juH 2710
Aj2 §i k«_;
U ^713-30 pF82MHrw22 nF 220 «^-VW^—f 2N 708

220 «
4 y—VW1—f 2N 708HhInput 11

Entrée

4 H J 47 nF330 /iH ? Ilo4 » 4 r Awfe 3
C
3£L CT % 27 k«51 k«^ 82 juH ® p F- ï >

f 0 V o o

a
S

2,2 k«5 SF.C 603 K4,7 k«s—4 y

P0,1 MF b4 h VSB SB SB w c R
Ô

Ajl 10 k« Test N Hh1

C*
|R*»

1 3Aj3|k« *—
u,

SF.C
2710 SBTlAj1 : Amplitude frequency response adjustment

Réglage de la bande passante

Aj2 : Clipping level "1" puises
Niveau d'écrêtage des impulsions"1"

Aj3 Clipping level "0" puises
Niveau d'écrêtage des impulsions"0"

SB 2

10 k«
To pin 4 of SF.C 2710
Vers la broche 4 des SF.C 2710

22 nF 220 «

—6*Recommended values of C and R
Valeurs recommandées pour C et R

C =470 pF
51«< R <330«

Génération of "a" and "b" signais
Formation des signaux ''a" et "b"

TTL - X I 3/4

563



SF.C 603 E

STATES DIAGRAM
DIAGRAMME DES ETATS 1

10000
1

r ~
1i i

0 L - J 0 1
*00000 10000 11000 110000

T

0 ' r\ 1 - >1 01 0
I

II I
00001 11010 10100 I

L 0

Unused sunes
Etats inutilisés

13 ) ( 2 4 14 44 14) ( 2 2 14) ( 0 14

0 1 0 1 0 \ 00 0 11 11
\ /\ / I \ / \ / \ /L\

©
100Q1 10000 01000 1100001011 11011 11000 11110

T A A0 J iII
il 0

NOTES 1 . Transitions noted with a "1" are produced by a signal applied to the input (a). Transitions noted with a "0"
are produced by a signal applied to the input (b).
Les transitions repérées par un "1" sont produites par l'application d'un signai sur l'entrée (a). Celles repérées par un"O"
sont produites par l'application d'un signai sur l'entrée (b).
The zéros and ones associated with each State give the logical State of the outputs in the following order :
A,S, K,P, V.
Les 0 et les 1 associés à chaque état représentent les états logiques des sorties dans l'ordre suivant : A, S, K, P, V.

Active line
Ligne active

End of last active line of the field
Fin de la dernière ligne active de la trame

Front porch of the line blanking interval
Palier de garde avant

Synchronization
Synchronisation

Synchronization with puise P
Synchronisation avec l'impulsion P

Back porch of the line blanking interval
Palier de garde arrière
Burst
Salve de référence

Portion of the line blanking interval following the burst
Repos suivant salve

2.

©3.

©
©
©
©
©
©
©
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SF.C 605 E

PROGRAMMABLE CONNECTION MATRIX
MATRICE i DE CONNEXIONS PROGRAMMABLE

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERIST/QUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

VCC (V) Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Low State
Etat bas

High State
Etat haut

Min. Max.
AilSF.C 605 E

SF.C 605 KM
MP-117
MP-117

0°C, + 70°C
-55 0 C, +125°C

4,75 5,25 5,5 V
5,5 V

10 10 1inputs
Toutes
entrées

4,5 5,5 10 10 1

Column outputs
Sorties colonnes

Line inputs
Entrées lignes

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE
The SF.C 605 performs the transmission of digital
data from input lines to output columns of a 4 x 4
matrix.
Any input can be connected to any output, the
desired crosspoints of the matrix being selected
through the address inputs. The addressing sequence
consists of four successive 4 bit words applied to
inputs A, B, C and D. The input-to-output connec^tion is set on the positive-going transition of the E
Write signal.

Le circuit SF.C 605 réalise la transmission d'informations
numériques entre lignes d'entrées et colonnes de sorties
d'une matrice, 4 x 4.
Une commande d'adressage permet de relier les entrées aux
sorties,deux à deux,de façon quelconque. Une configuration
de la matricecomplètement adressée, admet 4 liaisons établies
sur les 16 intersections possibles. L'information d'adressage
est constituée par 1 mot de 4 bits. Elle est programmée sé-
quentiellement par 4 affichages sur les entrées A, B,"C, D
et validée par un signai d'autorisation d'écriture E. Les
liaisons "entrées-sorties" s'établissent à partir des transitions
positives de ce signal.
Les connexions établiesdemeurent stables dans le temps mais
sont modifiables, pour /1ensemble de la matrice, par l'appli-
cation d'une nouvelle séquence d'adressage. Une impulsion
deremise à zéro permet de laisser toutes les liaisons déconnec-
tées.
En outre, il est possible d'utiliser plusieurs boî tiers pour
réaliser des matrices d'ordre supérieur, grâce aux sorties à
collecteur ouvert et à l'entrée d'autorisation d'écriture.
Le tempsdepropagation typiqued'une entrée vers une sortie
est de 28 ns.

Once established the connections remain stable until
a new addressing sequence is applied. Ail crosspoints
can be disconnected by application of a clear signal
to the RAZ input.
Extension to larger sized matrix is possible by using
several packages, due to the open collector outputs,
and Write enable input.
Propagation delay time from input to output is
typically 28 ns.

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE PIN DESIGNATIONS

DESIGNATION DES BROCHES
Désignation
Désignation

Pin nos
Nos de la broche

Function
FonctionPackage MP-117

Boîtier Line inputs
Entrées lignes

Top view
Vue de dessus

E1,E2,E3,E4 4,3,2,1

Clear
Remise à zéro

RAZ 5Vcc E D C B A S1 S2
—|~ï7j 15 |vTJ 12 |jTJ 10 j~9

~|— Address inputs
Entrées d'adressage

A,B,C,D 11,12,13,14

Write input
Entrée d'écritureE 15

) SF.C 605 Column outputs
Sorties colonnes

S1,S2,S3,S4 10,9,7,6

Ground
Masse

8GND

IHZHIHDHIHIr Supply voltage
Tension d'alimentation

2

VCC 16E4 E3 E2 E1 RAZ S4 S3 GND

TTL - X I 74 - 7 1/7THOMSON - CSF
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SF.C 605 E

ADDRESSTABLE
TABLE D'ADRESSAGE

Connection number
Numéro du point deconnexion

Address coiumn inputs
Entrées d'adressage colonnes

Address line inputs
Entrées d'adressage lignesS1 S2 S3 S4

A A A A D C B A
00 00 0
0 11 0 0E1 0 4 8 12
1 02 0 0
13 0 10
0 04 0 1E2 1 5 9 13
05 0 1 1
16 0 1 0

2 6 10 14E3 7 10 1 1
08 00
09 0 1

3 7 11 15-E4 110 00
111 0 1
012 1 0

13 0 11
14 1 01
15 1 11

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagamme de températureambiante de fonctionnement(sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^CCmin^IHmin 2 V

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax V, = 2 V V0L< 0,4 V0,4 V

IMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQi_max

QL = 16 mAOLmax
O (Lmax )

16 mA/

VCCminMaximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

= 0,8 Vvi
Q < 250 /iA

Maximum output current at 5,5 V
Courant maximal de sortie à 5,5 V VQ = 5,5 V250 /LIAO

I VCCmax
V, = 0,4 V

Maximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQ[_mgx

ILmax
! (Lmax ) —1,6 mA II,! < 1,6 mA

^CCmax
V, = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQ^min

IHmin
! (Hmin)

40 /iA 11 < 40 MA

VCCmaxMaximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V ^ 1 mA' lH 1 mA Vl = 5,5 V

VCCmax QQ < 85 mA
Supply current per package
Courant d'alimentation par boîtier ’cc typ. 60 mA

RAZ=0 V. Other inputs to 2,4 V
RAZ=0 V. Autres entrées à 2,4 V

2/7 TTL - X I
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SF.C 605 E

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES *amb - 250 C

VALUES
VALEURS

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

MIN. TYP. MAX.

Propagation delay time, low to high level
from RAZ input to any S output
Temps de propagation à la croissance des signaux
de sortie à partir de rentrée RAZ de remise à zéro

150 300'PLHI ns ns

Minimum R ÀZ input puise width
Largeur minimale de l'impulsion RAZ

10 20tw0 ns ns

Minimum E input puise width
Largeur minimale de l'impulsion d'écriture E

340t^ =0 ns'w1 ns

Minimum input set-up time at A, B,C,D
inputs
Temps minimal de pré-établissement des signaux
d'entrée A,B,C, D

0 -65tset-up ns ns

Load
Charge

Minimum input hold time at A,B,C,D
inputs
Temps minimal de maintien des signaux d'entrée
A.B.C, D

R. =400 0 0 -60'hold L
ns ns

CL =15 pFS

Propagation delay time,high to low level
from E input to any S output
Temps de propagation à la décroissance des _
signaux de sortie à partir de l'entrée d'écriture E

20 40'PHL1 E ns ns

Propagation delay time, low to high level
from E1, E2, E3, E4 inputs to any S output
Temps de propagation"entrées - sorties" à la
croissance des signaux de sorties

A B C D E RAZ 28 40'PLH2 ns ns
I

Propagation delay time,high to low level
from E1,E2,E3, E4 inputs to any S output 21 30tPHL2Temps de propagation"entrées - sorties" à la
décroissance des signaux de sorties

ns ns

TTL - X I 3/7
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SF.C 605 E

SIGNAL WAVEFORMS
FORME DES SIGNAUX

*wo

RAZ input
Remise à zéro

*dLine input
Entrée ligne

E1, E2, E3, E4

Address input
Entrée d'adressage
A, B, C, D

i l

Write input
Entrée d'écriture

E
tset-up lw1 ^old i i

-*>

Column output
Sortie colonne
S1, S2, S3,S4

V L H I VHLI tPLH2 tPHL2

ADDRESS TABLE (8 x 8 MATRIX)
TABLE D'ADRESSAGE (MATRICE 8 x 8)

18 26 34 42 50 58

11 19 27 35 43 51 59-

12 20 28 36 44 52 60

13 21 29 37 45 53 61

30 38 46 54 62-

31 39 47 55 63

4/7 TTL - X I
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SF.C 605 E

Address column inputs
Entrées d'adressage colonnes

Address line inputs
Entrées d'adressage lignesConnection number

Numéro du point de connexion
G CD F B A

0* 0 0 0 0 00
1 10 0 0 0 0
2 0 1 00 0 0

13 0 0 0 10
04 0 00 0 1

5 0 1 0 10 0
6 0 1 00 10

07 0 1 1 10
8 0 0 00 0

* 9 0 10 00
10 0 00 10

0 1 111 0 0
1 012 00 0

13 1 0 10 0
114 1 00 0
115 1 10 0
0 016 0 00 1

0 0 017 0 11
* 18 0 10 0 01

19 0 0 10 11
1 020 0 0 01

21 1 00 0 11
122 0 0 1 01
123 1 10 01

0 0 024 0 11
025 00 1 11
126 0 00 11
1* 27 0 10 11

28 1 0 00 11
029 0 1 111
1 030 1 10 1

31 1 1 10 11
32 0 00 01 0
33 0 0 11 00
34 0 1 01 00
35 0 0 1 11 0

* 36 0 1 0 01 0
37 1 0 101 0
38 0 1 1 01 0
39 0 1 1 11 0

0 0 040 11 0
0 141 1 01 0
0 142 1 01 0

43 1 0 1 11 0
144 1 0 01 0
1* 45 1 0 11 0
1 1 046 11 0
1 1 147 11 0
048 0 01 01
0 10 049 1 1
0 1 050 01 1
0 1 151 01 1
1 0 052 01 1
1 0 1053 1 1
1 1 0* 54 1 01
1 1 11 055 1

00 0156 1 1
0 101157 1
1 001 158 1

10 1159 1 1
0 011 160 1
0 111 161 1

0111 162 1
111* 63 11 1

TTL - XI 5/7
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SF.C 605 E

TYP1CAL APPLICATION 8 x 8 MATRIX
APPLICATION TYPIQUE MATRICE 8 x 8

E O
V Vcc S1 S2 S3 S4

Q Q Q Q
CC S5 S6 S7 S8

Q Q Q

F G F G

AO

BO u n EliEl
E1 S1 S2 S3 S4 A B A BE10
E2

E20
E3E30
JE4E40

CO C CI II
DO D D

RAZ RAZ,SF.C 605 SF.C 605RAZO V VM VCC M VCCrr rrt

rF G F G

Ü—kv.Ëlll0-0
A B A BE50

E60
E70
E80

C
III IVD D

SF.C 605 SF.C 605•RAZ îRAZV VM VCC M VCCrr tr

6/7 TTL - XI
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SF.C 605 E

EXAMPLE TYPICAL SEQUENCE FOR THE 8 x 8 MATRIX (*)
EXEMPLE DE SEQUENCE TYPIQUE POUR LA MATRICE 8 x 8 (*)

Line number
N° ligne

1 2 3 4 5 6 7 8

L_A

L_B

L_F

L_c

L_D

L_G

“UE

“UEl

EU 0

E 111 0

UEIV

T T L - X I 7/7
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SF.C 607 E ,SF.C 608 E
UNIVERSAL CELLS FOR ASYNCHRONOUS SEQUENTIAL SYSTEMS
CELLULES UNIVERSELLES POUR SYSTEMES SEQUENTIELS ASYNCHRONES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

vcc < V >Package
BoîtierType

High State
Etat haut

Low State
Etat bas

Min. Max.

AilSF.C 607 E MP-117 0°C, + 70°C 4,75 5,25 5,5 V 10 20 inputs
Toutes
entrées

1SF.C 608 E MP-117 0°C, + 70°C 4,75 5,25 5,5 V 10 20

(

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The logic integrated circuits SF.C 607 and SF.C 608
are specially designed for the realization of asynchro-
nous sequential Systems. A new simple synthesis
method is used, the principle and advantages of which
are described below. These circuits are called Universal
Cells for Asynchronous Sequential Systems (CUSA).
They are TTL compatible.

Les circuits intégrés SF.C 607 et SF.C 608 sont spécialement
conçus pour la réalisation de systèmes séquentiels asynchrones
(ou automates) à partir d'une méthode de synthèse simple
dont le principe et les avantages sont rappelés ci-après. On a
donné à ces cellules l'appellation de CUSA (Cellules Univer-
selles pour Séquences Asynchrones). Les caractéristiques
d'entrée et de sortie rendent ces circuits compatibles avec
ceux de la famille TTL.

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Packages MP-117 (CB-79)
Boîtiers

SF.C 607
VCC S EP6 EP5 EP4 EP3 EP2 EP1

SF.C 608

14 113| 12 11 —|10 {——j~9
~|—-Q [«

?)
12 4 6 7 8 2 33 5

Ê51 ËS5 ËS3 ES4 Î?T 1EP1 1EP2 1EP3 ÏËSÏ ÏÉ53 TE-53 GNDËS6 2S7 GND

T T L - X I 7 4 - 7 1/8THOMSON - CSF
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SF.C 607 E, SF.C 608 E

UNIVERSAL CELLS FOR ASYNCHRONOUS SEQUENTIAL SYSTEMS
CELLULES UNIVERSELLES POUR SYSTEMES SEQUENTIELS ASYNCHRONES

Le circuit SF.C 607 comporte une cellule CUSA à six entrées
primaires (à connecter aux entrées du système) et sept entrées
secondaires (à connecter aux sorties d'autres CUSA). Le
circuit SF.C 608comporte deux cellules CUSA indépendantes
à trois entrées primaires et trois entrées secondaires.

The SF.C 607 contains one cell with six primary
inputs ( to connect to the system's inputs) and seven
secondary inputs (to connect to other CUSA's out-
puts). The SF.C 608 contains two independent cells
with three primary inputs and three secondary
inputs.
This circuits are compatible with TTL and DTL
families.

Ces circuits sont compatibles avec ceux des familles DTL et
TTL.

USING THE CUSA FOR THE SYNTHESIS OF
ASYNCHRONOUS SEQUENTIAL SYSTEMS.

SYNTHESE DE SYSTEMES SEQUENTIELS ASYNCHRO-
NES A L'AIDE DE CUSA

The method consists in associating one CUSA with
each stable State of the System and one connection
between two CUSA with on transition from State to
State.
Each CUSA isactived when and only when the System
is in the corresponding State. The output is active-
low).
This synthesis is easy and systematic. Wiring is immé-
diate once the System has been defined through its
flow chart.
The tedious operation of coding the internai States is
not necessary.
The operation of the network is glitch-free. Propaga-
tion delay times from input to output of the CUSA
are well defined by an internai delay circuit so as to
avoid glitches. (This property is difficult to obtain
with conventional methods).
There exists simplifying methods which allow low
complexity networks to be obtained.
The synthesis method is straightforward. It is usable
(1) by non-specialists.
Maintenance is easy. At each State transition, one low
level voltage is propagated from CUSA to another.

Cette méthode de synthèse consiste à associer une CUSA à un
état stable et une connexion entre deux CUSA à une transi-
tion d'un état à un autre.

Chaque CUSA est activée quand, et seulement quand, le sys-
tème est dans l'état qui lui correspond. (La sortie d'une CUSA
est active à l'état bas).
Cette synthèse est simple et systématique. Une fois le système
décrit sous forme de graphe ou de tableau d’états, le câblage
devient immédiat.
Le codage des états internes n'est plus une opération nécessai-
re. (Cette étape est délicate dans les méthodes classiques).
Les réseaux obtenus ne comportent pas d'aléas. Les temps de
propagation entrées-sorties d'une CUSA sont définis par un
circuit de retard interneafin d'éviter les aléas. (Cette propriété
est souvent difficile à obtenir dans les méthodes classiques).

Une méthode de simplification permet de réduire la comple-
xité du réseau.
La méthode de synthèse étant "naturelle"elle est utilisable
par des non-logiciens.(1)

Les réseaux obtenus sont d'une maintenance facile. Un état
bas de tension se propage de CUSA en CUSA à chaque tran-
sition.
La modularité est intéressante. Un seul type de cellule permet
de réaliser tout automate.
Cette méthode de synthèse ne nécessite pas plus de matériel
exprimé en nombre de boî tiers CUSA par exemple, qu'une
autre méthode classique de minimisation du nombre de varia-
bles internes utilisant des bascules.

Modularity is also an interessing feature. Only one
type of cell is used in any System realization.
This method consumes no more packages than any
other conventional method (e.g. using flip-flops).

Note 1 - R. DAVID :
"Réalisation de Systèmes Séquentiels Asynchrones par interconnexion simple de cellules séquentielles identiques".
Thèse présentée à la Faculté des Sciences de l'Université de Grenoble.
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SF.C 607 E, SF.C 608 E

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM- SYMBOL
SCHEMA LOGIQUE - SYMBOLE

Delay element
Elément de retard

O cf Output
Sortie

2
3Secondary inputs

Entrées secondaires E S /4 1 r ,
5 1 rrrI '—J I6 _J7

I I I
1 2 3 4 5 6

EP
Primary inputs
Entrées primaires

LOGIC SYMBOL
SYMBOLE LOGIQUE

(ESI) - ES1

(ES2) (S)ES2 1/2 SF.C 608 S
(ES3)- ES3EP1 EP2 EP3

(EPI) (EP2) (EP3)

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

ESEP
Where EP = EP1 . EP2 . EP3 . EP4 . EP5 . EP6

ES = ËSÏ . ËS2 . ÊS3 . ËS4 . ËS5 . ËS6 . ËS7
SF.C 607oùHL L

L H H
EP = EP1 . EP2 . EP3
ÉS = ËSÏ . ËS2 . ËS3

SF.C 608H L L

H Sn -1H

TTL - X I 3/8
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SF.C 607 E, SF.C 608 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gammede température ambiantede fonctionnement (sauf indicationsELECTRICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES contraires).
TEST CONDITIONS

CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin VCCmin2 V

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax VCCmin0,8 V

VCCminMaximum input clamp voltage
Tension d'écrêtage maximale sur les entrées

V -1,7 V
= -10 mA

VCCmin
V ) L = 0,8 V
V|H = 2 V

IQI_I = 800 /JA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V

VCCmin
V|L = 0,8 V
V,H = 2 V

IQL = 16 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V

VMaximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V

CCmax1 mAIH ^IHmax = 5,5 V

^CCmax
VIHmin = 2.4 V

Maximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin

IHmin
! (Hmin) 40 pA!

I VMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_max

ILmax
/ (Lmax )

CCmax-1,6 mA/ V = 0,4 VI

4/8 TTL - X I
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SF.C 607 E, SF.C 608 E

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede températureambiantede fonctionnement(sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

^CCmax
Not more than one output
should be tested at the same
time
Une seule sortie doit être testée
à la fois

-18 mA

<lOS<
-55 mA

SF.C 607 E
SF.C 608 E

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 'os

VCCmax
Ail primary inputs at 4,5 V
Ail secondary inputs at the
ground level
Ail outputs open circuited
Toutes entrées primaires à 4,5 V
Toutes entrées secondaires à la
masse
Toutes sorties en l'air

SF.C 607 15 mA

Supply current per package
Courant d’alimentation par boîtier CC

SF.C 608 30 mA

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES *amb = +25°c VCC “= 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX. FIG.

Propagation delay time, low to high level
output from EP to S
Temps de propagation à la croissance du signal
de sortie de EP vers S

tPLH 40 ns 55 ns 70 ns

Propagation delay time,high to low level
output from EP to5
Temps de propagation à la décroissance du
signa! de sortie de EP vers

CL = 15 pF

RL = 400 nVHL 16 ns 22 ns

IPropagation delay time, high to low level
output from ES to S
Temps de propagation à la_décroissance du
signaI de sortie de ES vers S

VHL 22 ns 35 ns

TTL - X I 5/8
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SF.C 607 E, SF.C 608 E

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

LOAD FOR OUTPUT UNDER TEST
CHARGE UTILISEE POUR LA SORTIE SOUS TEST

From output
under test
Sortie sous test

? vcc

[k= 400 £2

« HH

CL = 15 pF“

C[_ includes probe and jig capacitance
CL comprend les capacités de la sonde et du montage

VOLTAGE WAVEFORMS
FORME DES SIGNAUX

<10 ns< 10 ns

3 VC/90 %--
Input EP
Entrée

1,5 V/10 %-j

0 V

%

Input ES
Entrée

1,5 V7
^
XPHLVLH %VHL

Output S
Sortie

1,5 V

\\ 7
The puise generators hâve the following characteristics : ZQ = 50 £2, tyy — 200 ns
Les générateurs d'impulsion ont les caractéristiques suivantes : ZQ =50 CL, tyy =200 ns

6/8 TTL - XI

578



SF.C 607 E,SF.C 608 E

APPLICATION EXAMPLE
EXEMPLE D'APPLICAT!ON

DESCRIPTION OF THE SYSTEM
The operation may be described by either a flow chart
or a State diagram.

DESCRIPTION D'UN SYSTEME
Le fonctionnement peut être traduit soit par un tableau
d'états, soit par un graphe des états.

FLOW CHART
TABLEAU D'ETATS

DIAGRAM
GRAPHE

ET
E1E1-E2 00 01 11 10 2

© A d 0
a (b) c 0

E? E2 Ele Q d E2 E2 E21
0ca

© c ôf 1
d 1e E1

El
Figure A Figure B

Ouptut
Sortie

r-OES1 L-O dES2 b S
ES3 EP1EP2 EP3

- -O 2c e
Inputs
Entrées ' -O -O 1-0

E1

Ô
ET E2E10-*-

< -O‘-O
d fr—O D—< ' < -Ca. -O —O —C

E2 i r

E2Q-+-
Ô 6
FF E2

Ô Ô
E1 Ë7

Figure C — Logic network
Schéma logique

Ô
ET Ë2

TTL - X I 7/8

579



SF.C 607 E, SF.C 608 E

APPLICATION EXAMPLE
EXEMPLE D'APPLICAT!ON

Wiring dérivés directly from the States diagram (figure B)

— CUSA a, b, c ... are associated respectively to States a,b, c ...
— The outputs of CUSA c and f are connected to the secondary inputs of CUSA e. (State e may be obtained

from either d or f).
— State e is stable when E1 -- 0 and E2 = 1. Consequently E1 and E2 are primary inputs of cell e.
— Output of the System is performed through a NAND gâte. This output must equal 1 in States c, e, f. So, the

three inputs of the NAND gâte are connected to the outputs of cells c, e and f.

Le câblage se déduit directement du graphe des états (figure B)

— Aux états a, b,c ... on associe les CUSA a, b, c ...
— Les sorties des CUSA c et f sont connectées aux entrées secondaires de la cellule e. (L'état e peut être atteint soit à partir de c,

soit à partir de f ).
— Les entrées primaires de e sont reliées aux variables h1 et E2 car le système est dans l'état e lorsque El =0 et E2 = 1.
— La sortie du système prend la valeur 1 dans les états c,e, f. Elle est constituée par une porte ET-NON dont les trois entrées sont

reliées aux sorties des cellules c, e, f.

SIMPLIFIED LOGIC NETWORK
SCHEMA LOGIQUE SIMPLIFIE

O 0 2
0 O E FD

nE1
E2 n

E10

E20

This simplified network is obtained by means of easy practice simplying methods (1).
Des méthodes de simplification (1) d'une pratique facile, conduisent à ce réseau simplifié.

Note 1 - R. DAVID :
"R éalisation de Systèmes Séquentiels Asynchrones par interconnexion simple de cellules séquentielles identiques"
Thèse présentée à la Faculté des Sciences de l'Université de Grenoble.

8/8 TTL - XI
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SF.C 50026

DUAL MOSCLOCK DRIVER
DOUBLE CIRCUIT DE COMMANDE DE L'ENTREE HORLOGE DE CIRCUITS MOS

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

VGC ( V) lCc (t^A) l0 (mA)Package
Boî tier

Storage température
Température de stockage

Type

Min. Max. Typ. Max.

TO-99SF.C 50026 0°C, + 70°C —55°C. +125°C

— Output voltages swing : 20 V
— 1,5 A output current
— Fast switching times : 20 ns with 1000 pF load

— Amplitude des tensions délivrées en sortie : 20 V
— Courant de sortie : 1,5 A

— Faibles temps de commutation : 20 ns sous une charge
capacitive de 1000 pF

— Très faible puissance consommée dans l'état "0" :2 mW— Very low power consumption in "0" State : 2 mW

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 50026 is a dual high speed MOS CLOCK
DRIVER. The device can also be used as voltage level
translator in a wide variety of Bipolar—to—MOS inter-
face circuits. It accepts TTL and DTL input signais
and provides high output current and voltage suitable
for driving MOS circuits. It is able to drive large capa-
citive loads (1000 pF). The SF.C 50026 is particulary
suitable for driving the 1103 memory chip.

Le SF.C 50026 est un double circuit de commande d'entrée
norloge de circuit MOS de grande rapidité. Il peut également
être utilisé comme translateur de niveau de tension dans les
divers domaines d'emploi des circuits d'interface Bipolaire—
MOS. Le circuit SF.C 50026 peut recevoir sur ses entrées des
signaux fournis par des portes appartenant aux familles TTL
et DTL. Il est capabled’assurer en sortie un courant important
dans toute la gamme des tensions communément employées
dans les circuits de la famille MOS : il convient pour ta com-
mande de fortes charges capacitives (1000 pF ). Il est tout
particulièrement adapté à la commande des mémoires de type
1103.

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top views
Vues de dessus

Package TO-99 (CB-11)
Boîtier V+

8Output A
Sortie A ^ Output B

7)Sortie B1
Can be delivred in plastic
case 8 leads "MP-48"
Peut être livré en boîtier
plastique8 passages "MP-48”

6) N.CN.C( 2

Input A \2.
Entrée A

Input B
Entrée B4

V-

TTL - X I 74 - 7 1/4
THOMSON - CSF
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SF.C 50026

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES

+ 22 V- V - V differential voltage y . . .
Différence de potentiel entre alimentations positive et négative V — V~

100 mA— Input current .
Courant d'entrée

5,5 V- Input voltage (V|N — Vj)
Tension d'entrée

1,5 A- Peak output current
Valeur de crête du courant de sortie

600 mW à 25°C— Power dissipation
Puissance dissipée

TEST CIRCUITS
MONTAGE DE TESTS

+V ' = o v

- Output
Sortie

Input
Entrée ^ 11

1/CIN
D 1000 pF

50 El 11

V-= -20 V

SIGNAL WAVEFORMS
FORME DES SIGNAUX

5 V

Input
Entrée

10 %-,
ld(off ) ^LHtd(on) ^HL

90 % 7
/

Output
Sortie

10 %

2/4 T T L - X I
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SF.C 50026

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).Dans toute lagammede température ambiantede fonctionnement (sauf indicationscontraires).
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

' VALUES
VALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin = V- +1 V2,5 V VO

V, - V~ = 2,5 V
= V“+1 V

Maximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmjn

I IHmin
/ (Hmin)

15 mA/ VO

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax = V+-1 V0,4 V VO

I V. - y- = 0 VMaximum input current at VQi_max
Courant maximal d'entrée à VQ\_,77ax

ILmax
/ (Lmax ) -10 /iA/ +V = V ' - 1 VO

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut

4^OHmin V - IV V, - V“= 0,4 V

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax V" + 1 V V, - V”= 2,5 V

+Maximal ON supply current
Courant maximal consommé pour un état bas
de tension en sortie

V ' - V“= 20 V
V| - V“= 2,5 V

40 mACC on

Maximal OFF supply current
Courant maximal consommé pour un état hau t
de tension en sortie

+V 1 - V- = 20 V
- V~ = 0 V

I 100 pACC off
VIN

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES *amb = 25°c V - V- = 20 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX. FIG.

Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa! de sortie

*d(on) 12 ns

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

td(off ) 15 ns

+ 18 ns
35 ns

V -V~= 17 V, CL = 500 pF

CL = 1000 pF

Output rise time
Temps de montée du signal de sortie ^LH(Note 1)

i

+ 16 ns
25 ns

V -V = 17 V, CL = 500 pF

CL = 1000 pF

Output fall time
Temps de descente du signa! de sortie 'THL(Note 1)

NOTE 1 : Rise and fall time are given for MOS logic levels. (See waveforms on page 2)
Les temps de montée et de descente sont définis avec la convention de logique des circuits MOS. (Voir la forme des
signaux page 2)

I
T T L - X I 3/4
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SF.C 50026

TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES

TWO PHASE MOS CLOCK DRIVER (capacitive couplage)
COMMANDE DES DEUX PHASES D'ENTREES HORLOGE D'UN CIRCUIT MOS

+V ’ = 5 V

1000 pF 01L> ilO- O

Two phase clock to shift registers
Deux phases d'horloge vers registres à
décalage

SF.C 50026

o—il OO
021000 pF

' 1

V- = -12 V

MEMORY ADDRESS OR PRECHARGE DRIVER (direct couplage)
COMMANDE DES ENTREES D'ADRESSE OU PRECHARGE DE MEMOIRES (couplage direct )

+V ' = +17 V

100 pF

II

Oo o|£=}
O 1 kn

To 1103 memory System
Vers bloc mémoire à base
d'éléments 1103

SF.C 50026

1 knOo Oj
o

11 V-
100 pF

/

4/4 T T L - X I
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SF.C 400 H

QUADRUPLE TWO INPUT NAND GATES
QUADRUPLES OPERATEURS ET-NON A DEUX ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PR!NC!PALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d’entrée
maximale

vcc < v> Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Min. Max.

SF.C 400 HE TO-116 0°C, + 70°C

-55°C, + 125°C

—55°C, +125°C

—55°C, + 125°C

4,75 5,25 5,5 V
5,5 V

5,5 V

5,5 V

10 20
AilSF.C 400 HEM

SF.C 400 HKM
TO-116
TO-116

4,5 5,5 10 20 inputs
Toutes
entrées

14,5 5,5 10 20
SF.C 400 HPM TO-85 4,5 5,5 10 20

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

O VCCi I£2,8 k« 760H 58n

2
Y = A . B

7\ Output
SortieO Y

AOInputs
Entrées

B O

470 fi

O GND

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-116
Boîtier

Package TO-85
Boîtier

4Y 4B 4A GND 3B 3A 3Y

MMJ-J i i1 L-^O3

1 2 3 4 5 6 7

1A 1B 1Y VCC 2Y 2A 2B2Y GND

74 - 6 1/2TTL - XII
THOMSON •CSF
DtVTSJON 3CMC0N0UCTEURS
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SF.C 400 H

Over operating free-air température range (unless otherwise specified ).
Dans toute lagammede température ambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES *
VALEURS

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d’entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

^CCmin
V, = 2 V

IQ = 20 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V V0 < 0,4 V 1

IMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQi_max

OLmax
O (Lmax)

20 mA/

Maximum low level input voltage
Tension maximale d’entrée permise à l’état bas

V 0,8 VILmax

VCCmin
V, = 0,8 V

O =

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l’état haut ^OHmin 2,4 V VQ > 2,4 V 2

I —1 mA
IMinimum output current at VoHmin

Courant minimal de sortie à VQHmin
OHmin
O (Hmin)

-1 mA/

I ^CCmax
V, = 0,4 V

Maximum input current at VoLmax
Courant maximal d’entrée à VQi_max

ILmax
/ (Lmax ) < 2 mA 3-2 mA/ I

I ^CCmaxMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d’entrée à VQHmin

IHmin
/ (Hmin)

I. < 50 pA 450 pA/ IV = 2,4 VI

^CCmaxMaximum input current at 5,5 V
Courant maximal d’entrée à 5,5 V

I 1 mA 4< 1 mAIH IV = 5,5 VI

^CCmax
V, = 0

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 'os 40mA<|lQ|<100 mA 5typ. —70 mA

Supply current, low level output,
per package
Courant d’alimentation par boîtier,
sortie à l'état bas

VCCmax
V. = 5 V

I lcc < 40 mA 6typ. 26 mACCL

Supply current, high level output,
per package
Courant d’alimentation par boîtier,
sortie à l’état haut

^CCmax
V, = 0

I Qç <16,8 mA 6typ. 10 mACCH

^CCminMaximum reverse input voltage’
Tension maximale d’entrée en inverse

V.L I = -15 mA |V,I < 1.8 Vtyp. —1 V 4I
tamb_ 25°C

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAM!QUES *amb = + 25°C VCC = 5 v N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX. FIG.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

tPLH 5,9 ns 10 ns
CL = 25 pF

RL = 280 Cl 50
Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa! de sortie

VHL 6,2 ns 10 ns

* Ail typical values are at Vç;c= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tarn^=25°C

ASee figure page 611
Voir figures pages 611

2/2 TTL - X I I
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SF.C 401 H
QUADRUPLE TWO INPUT NAND GATES WITH OPEN COLLECTORS OUTPUTS

QUADRUPLES OPERATEURS ET-NON A DEUX ENTREES,SORTIES A COLLECTEURS OUVERTS

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc { V > Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Min. Max.

TO-116

TO-116

TO-116
TO-85

0°C, + 70°C

-55°C, + 125°C

-55°C, + 125°C

-55°C, + 125°C

SF.C 401 HE 4,75 5,25 5,5 V

5,5 V
5,5 V

5,5 V

10
AilSF.C 401 HEM

SF.C 401 HKM
4,5 5,5 10 inputs

Toutes
entrées

1
4,5 5,5 10

SF.C 401 HPM 4,5 5,5 10

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

°VCC

ê 2,8 kn > 760 El

7\ Y = A .B

AO Output
Sortie

Inputs
Entrées O Y<BO

470 S2

O GND4 4

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-116 Package TO-85
Boîtier Boî tier

4Y 4B 4A GND 3B 3A 3Y

1 2 3 4 5 6 7

1A 1B 1Y VCC 2Y 2A 2B

1/2TTL - XI I 7 4 - 6
THOMSON - CSF PDIVISION SEMICONDUCTEURS
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SF.C 401 H

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gamme de température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATlON

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES*VALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ÎHmin 2 V

^CCmin
V, = 2 VMaximum low level output voltage

Tension maximale garantie en sortie à l'état bas V0 < 0,4 V 1VOLmax 0,4 V
Q = 20 mA

IMinimum output current at VQ|_max
Courant minimal de sortie à VQLmax

OLmax
O (Lmax )

20 mA!

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas

V 0,8 VILmax VCCmin
V, = 0,8 V

VQ = 5,5 V
Q < 250 pA 7

Maximum output current at 5,5 V
Courant maximal en sortie à 5,5 V

IO ( 5,5 V) 250 pA

^CCmaxMaximum input current at VQLmax
Courant maximal d'entrée à l/OLmax

Umax
/ (Lmax )

|l| l < 2 mA-2 mA 3-/ = 0,4 Vvi
^CCmax
V, = 2,4 V

Maximum input current at VQHmin
Courant maximal d'entrée à VQ /-imjn

IHmin
/ (Hmin)

I. < 50 H A50 pA 4/

VCCmax
V , = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V < 1 mA'.H 1 mA 4

Supply current, low level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état bas

^CCmax
V, = 5 Vtyp. 26 mA 6QQ < 40 mACCL

Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état haut

VCCmax
V, = 0

typ. 6,8 mA lcc < 10 mA 6CCH

VCCminMaximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

= —15 mAIV typ. —1 V |V, | < 1,8 V 4IIL
25°C*amb

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb = +25°C V C C = 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.MIN. TYP. MAX.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

tPLH 10 ns 15 ns

CL = 25 pF

RL = 280 EL 50
Propagation delay time,high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa/ de sortie

lPHL 7,5 ns 12 ns

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb=25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tamb=25°C

ASee figure page 611
Voir figures pages 611
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SF.C 404 H
HEX INVERTERS

SEXTUPLES INVERSEURS

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PR!NC!PALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc ( V > Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boî tierType Low State

Etat bas
High State
Etat haut

Max.Min.

0°C, + 70°C

-55°C, + 125°C

—55°C, + 125°C

—55°C, + 125°C

SF.C 404 HE
SF.C 404 HEM

SF.C 404 HKM

.SF.C 404 HPM

TO-116

TO-116

TO-116

4,75 5,25 10 205,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V

Ail
4,5 5,5 10 20 inputs

Toutes
entrées

1
4,5 5,5 10 20

TO-85 5,54,5 10 20

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

O vccii2,8 kn 760n 58 n

Y = A

Output
SortieO Y

Input A QEntrée

^ 4 k O ^470 n
O GND

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-85
Boî tier

Package TO-116
Boîtier

VCC 6A 6Y 5A 5Y 4A 4Y

3-EHjh

î>\ rOi p>°|

— 14 12

)

1A 1Y 2A 2Y 3A 3Y GND

TTL - X I I 74 - 6 1/2
THOMSON - CSF
DIVtSiON SEMICONDUCTEURS
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SF.C 404 H

Over operating free-air température range (unless otherwise specified ).
Dans toute la gamme de température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES *
VALEURS

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

VCCmin
V , = 2 V

IQ = 20 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 80,4 V VQ < 0,4 V

IMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQLmax

OLmax
O (Lmax)

20 mA/

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas

V 0,8 VILmax

VCCminMinimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin V , = 0,8 V

—1 mA
2,4 V 9VQ > 2,4 V

O ~

Minimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VQHmin

OHmin
O (Hmin)

—1 mA/

^CCmax
V, = 0,4 V

Maximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_max

ILmax
/ (Lmax ) < 2 mA 11-2 mA/ I

VIMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQ /-/mjn

IHmin
/ (Hmin)

CCmax
V, = 2,4 V < 50 fjA 1250 pAI

^CCmaxMaximum input current at 5,5 V
Courant maximal d’entrée à 5,5 V 1 mA < 1 mA 12IH V = 5,5 VI

VShort -circuit output current
Courant de sortie en court -circuit

CCmax
V , = 0'os 40 mA<|lQi<100 mA 13typ. —70 mA

Supply current, low level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état bas

VCCmax
V, = 5 V

I IQQ < 58 mAtyp. 40 mA 14CCL

Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état haut

^CCmaxl *CC ^ 26 rnAtyp 16 mA 14CCH V = 0I

VCCmin
= — 15 mA
= 25°C

Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

V |Vj | < 1,8 V 15typ.-1 VIL
tamb

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES *amb = + 25°C N = 10VCC - 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. I TYP. MAX. FIG.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

t 9 ns i 13 nsPLH
CL = 25 pF
R, = 280 il 50

Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa/ de sortie

L

tPHL 6,5 ns 10 ns

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQC=5 V à tamtj=25°C

ASee figure page 611
Voir figures pages 611
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SF.C 410 H
TRIPLE THREE INPUT NAND GATES

TRIPLES OPERATEURS ET-NON A TROIS ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc < v > Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boî tierType

Low State
Etat bas

High State
Etat haut

Max.Min.

0°C, + 70°C

—55°C, + 125°C

-55°C, + 125°C

-55°C, + 125°C

TO-116 5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V

SF.C 410 HE 4,75 5,25 10 20
AilTO-116 10SF.C 410 HEM

SF.C 410 HKM
4,5 5,5 20 inputs

Toutes
entrées

1
TO-116

TO-85

5,54,5 10 20

SF.C 410 HPM 4,5 5,5 10 20

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

O VCC

^2,8kn 58 ü,760n

Y = A.B.C

T7\
_Q Y Output

SortieCA O
Inputs
Entrées B O- o

CO - >
>4 kft<470 H

Î3 O GND

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-116
Boîtier

Package TO-85
Boîtier

i
I

rrl nh
1 2 3 4 5 6 7

1A 1B 1Y VCC 2Y 2A 2B2Y GND

IT T L - X I I 7 4 - 6 1/2
THOMSON - CSF
DIVISION SEMICONOUCTEUBS
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SF.C 410 H

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede températureambiantede fonctionnement(sauf indicationsELECTRICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES contraires).
TEST CONDITIONS

CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES *VALEURS
PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

VCCmin
V| = 2 V

IQ = 20 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V VQ < 0,4 V 1

IMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQi_max

OLmax
O (Lmax )

20 mA/

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

VCCmin
V, = 0,8 V

—1 mA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V 2VQ > 2,4 V

O "

IMinimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VQ^min

OHmin
O (Hmin) —1 mA/

I VCCmax
V, = 0,4 V

Maximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_max

ILmax
/ (Lmax ) < 2 mA 3-2 mA/ I

^CCmax
V, = 2,4 V

Maximum input current at VQHmin
Courant maximal d'entrée à Vonmjn

IHmin
/ (Hmin)

I. < 50 pA50 MA 4/

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V ' lH 1 mA 4h < 1 m AI

VCCmax
V, = 0

Short-circuit output current
Courant de sortie en court -circuit 'os 40 mA<|lQ|<100 mA 5typ.-70 mA

Supply current, low level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état bas

VCCmax
= 5 Vtyp.19,5 mA lcc ^ 30 mA 6CCL VI

Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l’état haut

^CCmax
V, = 0

I 6typ.7,5 mA 'cc 2,6 mACCH

VCCminMaximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

V = -15 mA |V,| < 1,8 Vtyp. -1 V 4IIL
w 25°c

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAM!QUES *amb = + 25°C V C C = 5 V N = 1 0

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. FIG.MAX.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

tPLH 5,9 ns 10 ns

CL = 25 pF

RL = 280 a 50
Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa! de sortie

tPHL 6,3 ns 10 ns

* Ail typical values are at V(x= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tamp=25°C

ASee figure page 611
Voir figures pages 611
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SF.C 411 H

TRIPLE THREE INPUT AND GATES
TRIPLES OPERATEURS ETA TROIS ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINC!PALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc < V> Input
loading factor

Facteur de charge
d’entrée

Package
Boî tierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Min. Max.

5,25SF.C 411 HE 4,75 5,5 V

5,5 V
5,5 V
5,5 V

TO-116 0°C, + 70°C

—55°C, + 125°C

— 55°C, + 125°C

—55°C, + 125°C

2010
Ai lSF.C 411 HEM TO-116 4,5 5,5 2010 inputs

Toutes
entrées

1SF.C 411 HKM TO-116 4,5 5,5 2010
SF.C 411 HPM TO-85 4,5 5,5 2010

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

-O VCC1 *-

^ 1 kn>2,8 k £î 760 £7 58n

Y = A .B.C

w Output
Sortie< O YA O-

'nputs B Q.
Entrées

CO i >
% $400 El 470 n 4 k«

O GND-•— —é- -é-

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-116
Boîtier

Package TO-85
Boîtier

im nh
1 2 3 4 5 6 ?

1A 1B 1Y VCC 2Y 2A 2B

T T L - X I I 7 4 - 6 1/ 2THOMSON - CSF
OlVtStON SCMICONOUCTEURS
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SF.C 411 H

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede températureambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

ATEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES *VALEURS
SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES

FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

VCCmin
V, = 0,8 V

IQ = 20 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax VQ < 0,4 V 170,4 V

IMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQLmax

OLmax
O (Lmax )

20 mA/

Maximum low level input voltage
Tension maximale d’entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

VCCmin
V, = 2 V

'o =

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut VOHmin 2,4 V VQ > 2,4 V 16

—1 mA
Minimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VQHmin

OHmin
O (Hmin)

—1 mA/

^CCmax
V, = 0,4 V

Maximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQLmax

ILmax
/ (Lmax )

II , ! < 2 mA 18-2 mA/ I

I ^CCmax
V. = 2,4 V

Maximum input current at VQHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmjn

IHmin
/ (Hmin)

Il < 50 pA 1950 MA/ I

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V " IH 1 mA < 1 mA 19I

^CCmax
V j = 4 .5V

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 40 mA<|lQ|<100 mA 20typ. —70 mAOS

Supply current, low level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état bas

VCCmax
V, = 5 Vtyp. 18 mA 30 mA 21CC *CCL

Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état haut

VCCmax
V. = 0

21typ. 30 mA CC < 48 mACCH

VCCmin
11 = —1 5 m A

W 25°c
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

V |V,| < 1,8 V 22typ. —1 VIL

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES t a m b = + 2 5° C VCC = 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP. FIG.MIN. MAX.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

*PLH 7,6 ns 12 ns
CL = 25 pF

RL = 280 £7 50
Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signal de sortie

*PHL 8,8 ns 12 ns

* Ail typical values are at VQC= 5 V, tamb=25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQC=5 V à tamh=25°C

ASee figure page 611
Voir figures pages 611
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SF.C 420 H

DUAL FOUR INPUT NAND GATES
DOUBLES OPERATEURS ET-NON A QUATRE ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc ( V > Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Low State
Etat bas

High State
Etat haut

Max.Min.

SF.C 420 HE
SF.C 420 HEM
SF.C 420 HKM

TO-116

TO-116

TO-116

0°C, + 70°C

—55°C, + 125°C

—55°C, + 125°C

—55°C, + 125°C

4,75 5,25 5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V

10 20
Ail4,5 5,5 10 20 inputs

Toutes
entrées

1
4,5 5,5 10 20

SF.C 420 HPM TO-85 4,5 5,5 10 20

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

O VCC

< 2,8 kft 58 El

Y = A .B.C.D
/ / / \

Output
Sortie

AO > >
O Y

BO-Inputs
Entrées

i • <C O
DO < >

1^ 4
>kn

470 El

îii O GND

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-116
Boîtier Package TO-85

Boîtier

I

FTL - X I I 74 - 6 1/2
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SF.C 420 H

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gamme de température ambiante de fonctionnement(sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

ATEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES *
VALEURS

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

^CCmin
V, = 2 VMaximum low level output voltage

Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax VQ < 0,4 V 10,4 V
= 20 mA!0IMinimum output current at VoLmax

Courant minimal de sortie à VQ[_ max
OLmax
O (Lmax )

20 mA/

Maximum low level input voltage
Tension maximale d’entrée permise à l'état bas ^lLmax 0,8 V

VCCmin
V| = 0,8 V

'o =

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V 2VQ > 2,4 V

—1 mA
IMinimum output current at VoHmin

Courant minimal de sortie à VQym j n
OHmin
O (Hmin)

—1 mA/

^CCmax
V, = 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_max

ILmax
/ (Lmax )

3< 2 mA—2 mA/

^CCmax
V, = 2,4 V

Maximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQ^min

IHmin
/ (Hmin)

li < 50 pA 450 pA! I

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V 41 mA < 1 mAIH

^CCmax
V , = 0

Short-circuit output current
Courant de sortie en court -circuit 40 mA<|lQ|<100 mA 5typ. —70 mAOS

Supply current, low level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état bas

^CCmax
V, = 5 V 6CC < 20 mAI typ. 13 mACCL

Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état haut

^CCmax
V. = 0 lcc < 8,4 mA 6typ. 5 mACCH

^CCmin
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

I = -15 mAV.L | V|| < 1,8 V 4typ. —1 V I
w 25°c

*amb = + 25°C N = 10DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES V C C = 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES

FIG.TYP. MAX.MIN.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa / de sortie

t 6 ns 10 nsPLH
CL = 25 pF

RL = 280 n 50
Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa! de sortie

tPHL 7 ns 10 ns

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=^ V à famb ~25°C

ASee figure page 611
Voir figures pages 611
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SF.C 421 H

DUAL FOUR INPUT AND GATES
DOUBLES OPERATEURS ET A QUATRE ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc (V > Input
loading factor

Facteur de charge
d’entrée

Package
Boî tierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Min. Max.

AilSF.C 421 HE TO-116 0°C, + 70°C 5,254,75 5,5 V 10 20 inputs
Toutes
entrées

1
SF.C 421 HEM TO-116 —55°C, + 125°C 5,5 5,5 V 104,5 20

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

O vcc

^1 ko ^2,8 kSî < 760 SI 58n

Y = A .B.C.D
{
* i

7 /
AO Output

SortieO Y' \-BO-
co

Inputs
Entrées

i >

I
DO < >

70è 4 àn400 fl '

OGND

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package TO-116
Boîtier

VCC 2D 2C N.C. 2B 2A 2Y

-E h 0—0-

)
i 2 3 4 5 6

1A 1B N.C. 1C 1D 1Y GND

TTL - X I I 74 - 6 1/2
THOMSON - CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS
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SF.C 421 H

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gammede température ambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATlON

VALUES *VALEURS
PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

VCCmin
V, = 0,8 V

IQ = 20 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax VQ < 0,4 V 170,4 V

Minimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQ^max

OLmax
O (Lmax )

20 mA/

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ \ Lmax 0,8 V

^CCmin
V, = 2 VMinimum high level output voltage

Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V VQ > 2,4 V 16
!0 1 mA

IMinimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à

OHmin
O (Hmin)

—1 mA/

I ^CCmax
V. = 0,4 V

Maximum input current at VQLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_max

I Lmax
/ (Lmax ) < 2 mA 18-2 mA/

I ^CCmax
V, = 2,4 V

Maximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmm

IHmin
/ (Hmin) 11 < 50 pA 1950 pA/ I

^CCmaxMaximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V ' lH 191 mA I. < 1 m AV = 5,5 VI

^CCmax
V , = 5 V

Short -circuit output current
Courant de sortie en court -circuit 2040 mA<|lg|<100 mAtyp. —70 mAOS

Supply current, low level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état bas

VCCmax
V, = 0 V

I ICe < 32 mA 21typ. 20 mACCL

Supply current, high level output,
! per package

Courant d'alimentation par boî tier,
i sortie à l'état haut

^CCmax
= 4,5 VI cc 20 mA 21typ. 12 mACCH Vl

VCCmin
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

= -15 mAVIL |V,| < 1,8 V 22typ. —1 V I
w 25°c

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb^2500 V C C = 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP. FIG.MIN. MAX.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

lPLH 7,6 ns 12 ns
CL = 25 pF

RL = 280 El 50
Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa! de sortie

lPHL 8,8 ns 12 ns

ASee figure page 611
Voir figures pages 611

Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ 5 V à tam^ =25 °C
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SF.C 430 H

EIGHT INPUT NAND GATES
OPERATEURS ET-NON A HUIT ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc (v> Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boî tierType Low State

Etat bas
High State
Etat haut

Min. Max.

SF.C 430 HE TO-116 5,25 5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V

10 204,750°C, + 70°C

—55°C, + 125°C

—55°C, + 125°C

—55°C, + 125°C

Ail20SF.C 430 HEM

SF.C 430 HKM

TO-116 5,5 104,5 inputs
Toutes
entrées

1
TO-116 204,5 5,5 10

10 20SF.C 430 HPM TO-85 4,5 5,5

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

VO vcc

i> 2,8 k« 760« 58«

'<z Y = A.B.C.D.E.F.G.H

</ / / / \
Output
SortieO YAO

BO - 1
COInputs

Entrées
DO
EO

>4 k«^FO 470«GO
HO

GND
O4

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-116
Boîtier

Package TO-85
Boîtier

VCC N.C. H G N.C. N.C. Y

) H

4 5 6 72 31

A B C D E F GND

TTL - X I I 74 - 6 1/2
THOMSON - CSF
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SF.C 430 H

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede températureambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

ATEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES *VALEURS
PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d’entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

VCCmin
V, = 2 V

IQ = 20 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V V0 < 0,4 V 1

IMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQi_max

OLmax
O (Lmax )

20 mA/

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas

V 0,8 VILmax

^CCmin
V, = 0,8 V

IQ = —1 mA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l’état haut ^OHmin 2,4 V VQ > 2,4 V 2

Minimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VQHmin

OHmin
O (Hmin)

—1 mA/

^CCmaxMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQi_max

ILmax
/ (Lmax )

|l , l < 2 mA 3-2 mA/ Vl = 0,4 V

I ^CCmaxMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmm

IHmin
/ (Hmin) < 50 /JA 450 pA/ IV = 2,4 VI

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V >IH 1 mA h < 1 m A 4l

VCCmax
V. = 0

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 40 mA<|lQ|<100 mAtyp. —70 mA 5OS

Supply current, low level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état bas

VCCmax
V. = 5 V 6typ.6,5 mA * CC ^ 10 mACCL

Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état haut

^CCmax
V, = 0

I lcc ^ 4,2 mA 6typ. 2,5 mACCH

VCCminMaximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

V = -15 mAtyp. —1 V |V,| < 1,8 V 4IIL
W 25°C

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES *amb = + 25 ° C V C C = 5 V N = 1 0

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP.MIN. MAX. FIG.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signal de sortie

lPLH 6,8 ns 10 ns
CL = 25 pF

RL = 280 £7 50Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa/ de sortie

lPHL 8,9 ns 12 ns

Ail typical values are at Vcc=5 V, tamb=25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tamfj=25°C

ASee figure page 611
Voir figures pages 611

2/2 TTL - X I I

604



SF.C 440 H
DUAL FOUR INPUT NAND POWER GATES

DOUBLES OPERATEURS DE PUISSANCE ET-NON A 4 ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc ( V) Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Low State
Etat bas

High State
Etat haut

Max.Min.

SF.C 440 HE

SF.C 440 HEM

TO-116 0°C, + 70°C

-55°C, + 125°C

-55°C, + 125°C

—55°C, + 125°C

4,75 5,25 5,5 V

5,5 V
5,5 V

5,5 V

30 60
AilTO-116 4,5 5,5 30 60 inputs

Toutes
entrées

2SF.C 440 HKM
SF.C 440 HPM

TO-116
TO-85

5,5 30 604,5
4,5 5,5 30 60

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

O VCC
45n

7 Y = A.B .C.D
Output
Sortie

Inputs
Entrées

B O-
CO

O YC-
DO i

î250 Cl 2 kn

O GND-é-—

lPIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

IPackage TO-85
Boîtier

Package TO-116
Boîtier

VCC 2D 2C N.C. 2B 2A 2Y

~E]—El]—F3—EU— —E—
J£>) Ft>

1A 1B N.C. 1C 1D 1Y GND

TTL - X I I 74 - 6 1/2THOMSON - CSF
OfVtSlON SÉ WHCONDOCTEURS
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SF.C 440 H

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede températureambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTER1STICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES *
VALEURS

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES

FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

VCCmin
V, = 2 V

IQ = 60 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V VQ < 0,4 V 1

IMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQLmax

OLmax
O (Lmax )

60 mAi

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^lLmax 0,8 V

VCCmin
V, = 0,8 V

IQ = —3 mA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V VQ > 2,4 V 2

I! Minimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VoHmin

OHmin
O (Hmin) —3 mA/

VCCmax
V, = 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQ /_max

ILmax
/ (Lmax )

|l.| < 4 mA 3—4 mA/

I VCCmax
V, = 2,4 V

Maximum input current at VQHmin
Courant maximal d'entrée à VQH,njn

IHmin
/ (Hmin)

I , < 100pA100 pA 4/ I

^CCmax
V. = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V < 1 mA1 mA 4IH I

VCCmax
V. = 0

Short-circuit output current
Courant de sortie en court -circuit 'os 40 mA<|lQ|<.125 mA 5typ. —85 mA

Supply current, low level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état bas

VCCmax
V, = 5 VI 6IQC < 40 mAtyp. 25 mACCL

Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état haut

VCCmax
V, = 0 ÇQ ^16 mA 6typ. 10,4 mACCH

VCCmin
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

= -15 mAIV |V,| < 1,8 V 4typ. -1 V IIL
w 25°c

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb = + 25°C V C C = 5 V N = 1 0

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES

TYP. FIG.MIN. MAX.
Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

tPLH 8,5 ns 12 ns

CL = 25 pF

RL = 93 El 50
Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa! de sortie

tPHL 6,5 ns 12 ns

ASee figure page 611
Voir figures pages 611* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C

Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tamij=250C
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SF.C 451 H
DUAL TWO WIDE TWO INPUT AND-OR-INVERT GATES

DOUBLES OPERATEURS ET-OU-NON A 2+2 ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PR!NC!PALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

VCC ( V) Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boî tierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Min. Max.

SF.C 451 HE

SF.C 451 HEM

SF.C 451 HKM

SF.C 451 HPM

TO-116 0°C, + 70°C

—55°C, + 125°C

—55°C, + 125°C

-55°C, + 125°C

4,75 5,25 5,5 V

5,5 V
5,5 V

5,5 V

2010
AilTO-116 4,5 5,5 2010 inputs

Toutes
entrées

1TO-116

TO-85
4,5 5,5 10 20
4,5 5,5 2010

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

O V^2,8 kn \ 760 fï Î CC
58 n2,8 kft

s
rr\

Y = AB + CDOutput
Sortie

Inputs A O—i 1

Entrées B
O YCî! 4kn470 n

O GND

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-116
Boîtier

Package TO-85
Boîtier

VCC 1B N.U. N.U. 1D 1C 1Y

ijHjHîbn12— 14

T T L - X I I 7 4 - 6 1/2
THOMSON - CSF
DIVISION SEMICONDUCTEURS
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SF.C 451 H

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gammede températureambiante de fonctionnement(sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES *VALEURS
SVMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l’état haut ^IHmin 2 V

VCCmin
V, = 2 V

IQ = 20 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l’état bas ^OLmax 23VQ < 0,4 V0,4 V

Minimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQLmax

OLmax
O (Lmax)

20 mA/

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V

VCCminMinimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l’état haut ^OHmin = 0,8 VVl2,4 V 24VQ > 2,4 V

—1 mAO "

IMinimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VQHmin

OHmin
O (Hmin)

—1 mA/

^CCmax
V, = 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQI_max

ILmax
/ (Lmax )

H|l < 2 mA 25-2 mA/

^CCmaxIMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQ^min

IHmin
/ (Hmin)

h < 50 pA50 pA 26/ V = 2,4 VI

^CCmax
V! = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d’entrée à 5,5 V 26< 1 mA1 mAIH

^CCmax
V, = 0

Short-circuit output current
Courant de sortie en court -circuit 40 mA<|lol<100 mA 27typ. -70 mAOS

Supply current, low level output,
per package
Courant d’alimentation par boîtier,
sortie à l'état bas

VCCmax
V, = 5 V IQQ ^ 12,8 mA 28typ. 8,2mACCL

Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état haut

^CCmax
V, = 0 lcc < 24 mA 28I typ. 15,2 mACCH

VCCmin
l| = -15 mA

W 25°C

Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

V 26IV,! < 1,8 Vtyp.-1 VIL

tamb = +25° C N = 10DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES V C C = 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES

FIG.TYP. MAX.MIN.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

*PLH 6,8 ns 11 ns
CL = 25 pF

RL = 280 n 51
Propagation delay time,high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa/ de sortie

tpHL 11 ns6,2 ns

* Ail typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tamp=25°C

ASee figure page 611
Voir figures pages 611
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SF.C 454 H

2 + 2 + 2 + 3 INPUT AND-OR-INVERT GATES
OPERATEURS ET-OU-NON A 2 + 2 + 2 + 3 ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d’entrée
maximale

vcc <v> Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Low State
Etat bas

High State
Etat haut

Min. Max.

0°C, + 70°C

-55°C, + 125°C

-55°C, + 125°C

—55°C, + 125°C

20TO-116SF.C 454 HE

SF.C 454 HEM

SF.C 454 HKM

4,75 5,25 5,5 V
5,5 V

5,5 V

5,5 V

10
Ai l

20TO-116
TO-116

4,5 5,5 10 inputs
Toutes
entrées

1
4,5 10 205,5

SF.C 454 HPM TO-85 5,5 104,5 20

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

°VCC
£ 2,8i2,8 ^ 2,8i2,8 A
< k.o. < ko < kn ? kn < 760n 58 n

C
ChA*J7\

Y = AB + CD + EFG + HlB O /7\CO è 4
>kn

Output
SortieDO o Y

77Inputs
Entrées

Eo OhF o
GO

JT\Ho cI O

i470 n

°GND

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-116
Boîtier

Package TO-85
Boîtier

Vcc B N.U. N.U. H Y

r0—0—0—E 9 8 —10

Û
3-0-0-2 3 4

A C D E F G GND

7 4 - 6 1/2TTL - XII
THOMSON - CSF
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SF.C 454 H

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
'Dans toute ta gammede températureambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES *
VALEURS

PÀRAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l’état haut ^IHmin 2 V

VCCmin
V, = 2 V

IQ = 20 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 230,4 V VQ < 0,4 V

IMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQ^max

OLmax
O (Lmax )

20 mA/

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas

V 0,8 VI Lmax

^CCmin
V, = 0,8 V

O =

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V VQ > 2,4 V 24

I -1 mA
IMinimum output current at VoHmin

Courant minimal de sortie à VQHmin
OHmin
O (Hmin)

—1 mA/

I ^CCmax
V, = 0,4 V

Maximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQLmax

ILmax
/ (Lmax ) < 2 mA 25-2 mA/

I VMaximum input current at VQHmin
Courant maximal d'entrée à VQ/ jmjn

IHmin
/ (Hmin)

CCmax
V, = 2,4 V h < 50 pA50 pA/ I

26
VCCmaxMaximum input current at 5,5 V

Courant maximal d’entrée à 5,5 V
I l i < 1 m A1 mAIH IV = 5,5 VI

^CCmaxShort -circuit output current
Courant de sortie en court -circuit 40mA<|lQ|<100 mA 27typ. —70 mAOS = 0V I

Supply current, low level output,
per package
Courant d'alimentation par boîtier,
sortie à l'état bas

^CCmax
V, = 5 V

I QQ < 14 mAtyp. 9,4 mACCL

28
Supply current, high level output,
per package
Courant d'alimentation par boî tier,
sortie à l'état haut

^CCmax
V, = 0I I00 ^ 11 mAtyp. 7,1 mACCH

^CCmin
Maximum reverse input voltage
Tension maximale d'entrée en inverse

I = —15 mAV |V,| < 1,8 V 26typ. —1 V IIL
W 25°C

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb = + 25°C N = 10V C C = 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES TYP. MAX. FIG.MIN.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

VLH 11 ns7 ns
CL = 25 pF

RL = 280 El 51
Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa! de sortie

tPHL 6,2 ns 11 ns

ASee figure page 611
Voir figures pages 611

Ail typical values are at VQQ= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tamij =25°C
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HIGH - SPEED TTL CIRCUITS

GATES
OPERATEURS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

V VCC CC
Q O

Vl
V|O

V ’o0

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure 1 Figure 2

VV4,5 V CC CC
Q Q Q

I I
VI O

c Open
Ouvert 0 Open

Ouvert
V| O

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure 3 Figure 4

VV CCCC
Q

'cc

VIOV Open
O Ouvert

I *0 I
*.

2̂ 5

Each gâte is tested separately
Chaque opérateur est testé séparément

Figure 5 Figure 6

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground termina!
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse

T T L - X I I 7 1 - 4 1/12
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HIGH - SPEED TTL CIRCUITS

GATES
OPERATEURS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VV cccc
QQ

’o
O v0 V I OV|O

V0 0

S! WP, "VÎ

Each inpuf is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure 7 Figure 8

VV CCCC
QO

O
V|Ovio O vo

V0 0

Each inverter is tested separately
Chaque inverseur est testé séparément

Figure 9 Figure 10

VV CCcc
Q Q

I II
0 Open

Ouvertvio V I O <3 Open
Ouvert

Figure 11 Figure 12

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse

2/1 2 T T L - X I I
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HIGH - SPEED TTL CIRCUITS

GATES
OPERATEURS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

V Vcc cc
Q Q

'cc

v, o O Open
Ouvert

VIO

'o
55%

Each inverter is tested separately
Chaque inverseur est testée séparément

Ail inverters are tested simultaneously
Tous les inverseurs sont testés simultanément

Figure 13 Figure 14

VCC VccQ
Q

c Open
Ouvert V| O

I I

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure 15 Figure 16

VV CCCC
4,5 V QQ

Q

I Open
Ouvert

I
V, O Vi O

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

I

Figure 17 Figure 18

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse

TTL - X I I 3/12
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HIGH - SPEED TTL CIRCUITS

GATES
OPERATEURS

TF.ST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VV CCCC
QQ

I

V l O

°pen
Ouvert

VI C>

0

Each gâte is tested separately
Chaque opérateur est testé séparément

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure 20Figure 19

VCCVCC
OQ

CC

Open
"O Ouvert

Open
"O OuvertV| O-

wiï/.
Ail gates are tested simultaneously
Tous les opérateurs sont testés simultanément

Figure 22Figure 21

4,5 V VCCO
Qr x1 V —,

r -L '*
vi o i

£>
t 'o V | O 1 8VV O OO I

I

I1

Wfà WM,

Each AND section is tested separately
Chaque section ET est testée séparément

Each pair of inputs is tested separately
Chaque parité d'entrées est testée séparément

Figure 24Figure 23

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse

4/12 T T L - X I I
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HIGH - SPEED TTL CIRCUITS

GATES
OPERATEURS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

V4,5 V CC
O

Open
Ouvert

o0pen
• Ouvert

1I

Open
QOuvert
V I

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure 25

V VCC r-T"~Nr—T—\ cci r —*r ~ i o Q+-~L— f L '

tOiLi

L. £>Open
Ouvert r-I i’o-T v- V.J

*~L r/ô
V

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Each gâte is tested separately
Chaque opérateur est testé séparément

Figure 26 Figure 27

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal.
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse

TTL - X I I 5/12
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HIGH- SPEED TTL CIRCUITS

GATES
OPERATEURS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

V ”"\ vccr—cc% rTif-l #

O •— O
I
I
I cc

P3!
0 Open

Ouvert
V XIIO O :=D T V %1i

iu.:> h !Y—i V-î:
MS!

Figure 29Figure 28

Vcc
Q

i

l—
O

?lR1 V ’o0—T x tTj j j

' V 1BE
MS SÉSWM.

Figure 30

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal
Les flèches indiquent te sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse
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HIGH- SPEED TTL CIRCUITS

GATES
OPERATEURS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

V V---? \ cc cc:
'
h"! O O1 •'

Open
OuvertDiv, o-*

r

I8 o VOH—T Y-J
i y

HS? S® 5
Each AND section is tested separately
Chaque section ET est testée séparémentWP, WP TW,

Figure 31 Figure 32

{oOpen
Ouvert

VCCpCh'ç
4,5 V O-

Q
4,5 V îOpen

Ouvert
Open
Ouvert

v( o
|Hî-Æy cvfV. O

’OL Open
Ouvert

VOLtCH EH SHw SB SSR
Each set of inputs is tested separately
Chaque groupe d'entrées est testé séparément

Each input of each AND section is tested separately
Chaque entrée de chaque section ET est testée séparément

Figure 34Figure 33

IOIYOpen
Ouvert fO-Ts0

' ILv,o Open
OuvertOpen

Ouvert I
I

O vl
Open
Ouvert 'o

MZHSB
SH5Each input of each AND section is tested separately

Chaque entrée de chaque section ET est testée séparément

Figure 36Figure 35

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du murant, les tensions sont mesurées par raoDort à la masse

TTL - X I I 7/ 12
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Hf GH - SPEED TTL CIRCUITS

GATES
OPERATEURS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

V VCC CC

? 1IXQ

vx
Open
Ouvert

<0v, a

tEHSK
&

Low level and high level conditions are tested
Les conditions à l'état bas et haut sont testées

Figure 37 Figure 38

V4,5 V CC
Q

'lX
V|0

Ail inputs are tested simultaneously
Toutes les entrées sont testées simultanémentvN

Figure 39 Figure 40

VVCC V 14,5 V CC
QQ QQ

Open
Ouvertoff

V, Ov. O
R

I I
Ô
V1Each input is tested separately

Chaque entrée est testée séparément

Figure 41 Figure 42

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal
Les flèches indiquent te sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse

8/12 TTL - X I I
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HIGH- SPEED TTL CIRCUITS

GATES
OPERATEURS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

V Vcc cc
O Q

CC
I o0pen

Ouvert
I O

Open
Ouvertv i o

O V 1O, V|O

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Each gâte is tested separately
Chaque opérateur est testé séparément

Figure 43 Figure 44

4,5 V Vcc 4,5 V VCC VCC

îO IIH Open
Ouvert

Open
OOuvert VV IHIL

OO
VIL IL Sft S

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure 45 Figure 46 Figure 47

VCC
9 j'cc

Open
Ouvert

VV, O IH f ' o nVon

«&

1. On and off conditions are tested separately
Les conditions à l'état bas et haut sont testées séparément

2. Ail gates are tested simultaneously
Tous les opérateurs sont testés simultanément

Ail inputs are tested simultaneously
Toutes les entrées sont testées simultanément

Figure 49Figure 48

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse

T T L - X I I 9/ 1 2
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HIGH - SPEED TTL CIRCUITS

GATES
OPERATEURS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Input
Entrée Y

Output0 2,4 V
Sortie

RL 1N 30641N 3064t:: Gâte under
test

Porte sous

Puise generator
Générateur d'im

pulsion
(See note 1)
(Voir note 1 )

Ht
CLtest

4— _L_ Load circuit for Darlington outputs _
Circuit de charge pour les sorties Darlington

Output QSortie Y

I L
S 9 vcc

r

3R CL
Figure 50

! Load circuit for open-collector outputs

^Circuit de charge pour les sorties à collecteur ouvert _J
tj- 'f -H

3 V

-l 1,5 Vtw

Input
Entrée 0

t tPHL PLH
4Output

Sortie H

1,5 V •

Inverting gates
Opérateurs inverseurs

L
tPHL

Lri
Non inverting gates
Opérateurs non inverseurs 1,5 V

Output
Sortie

The generator has the following characteristics : tf = tr = 7 ns, tw = 0,5 jUs, f = 1 MHz, Z » 50 El
Le générateur a les caractéristiques suivantes :
Inputs conditions are established for each gâte as follows :
Les conditions d'entrée sont établies pour chaque opérateur comme suit:
a) Input puise is applied to one input and 2,4 V is applied to ail unused inputs of the SF.C 400 H to

SF.C 440 H gâte.
L'impulsion d'entrée est appliquée à une entrée et une tension de 2,4 V est appliquée aux autres entrées pour
les circuits SF.C 400 H à SF.C 440 H.

b) Input puise is applied to one input of one AND section, and 2,4 is applied to ail unused inputs of
that AND section of the SF.C 450 H to SF.C 455 H gâte. Ail inputs of ail unused AND sections
are grounded.
L'impulsion d'entrée est appliquée à une entrée d'une section ET, et une tension de 2,4 V est appliquée aux autres
entrées de cette section ET pour les circuits de SF.C 450 H à SF.C 455 H. Toutes les entrées des autres sections
ET non utilisées sont mises à la masse.

Ail gates are inverting except the SF.C 411 H, SF.C 421 H, and tSF.C 452 H only.
Tous les opérateurs sont des inverseurs sauf les circuits SF.C 411 H, SF.C 421 H, et SF.C 452 H.
C|_ includes probe and jig capacitance
La capacité C^comprend les capacités de la sonde et du montage.

H

Notes : 1

2

3

4

1 0/ 1 2 T T L - X I I
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HIGH- SPEED TTL CIRCUITS

GATES
OPERATEURS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Input
Entrée

Output
Sortie2,4 V V C C = 5 V

'0Q O

n=DI I
ii 2 8 0 nPuise generator

Générateur
d' impulsion
(See note 1)
(Voir note 1)

NZH I
$ IT Hi

Io r~

cLI (See note 2)
25 PF (Voir note 2)

Load circuit
Circuit de charge

I
I~f“N

* SB/

o o
Open

SB 0uvertSB

V
i - 3 V790 % —j —
IInput

Entrée — 1,5 Vtw

I 0
! VLHlPHL

H

/Output
Sortie

1,5 V7 - L

Notes : 1 The generator has following characteristics : tf = tf = 7 ns, tw = 0,5 /is, f = 1 MHz, Z «s 50 12.
Le générateur a les caractéristiques suivantes :

2 Ail diodes are 1N 3064
Toutes les diodes sont 1N 3064

3 CL includes probe and jig capacitance
La capacité Ci_ comprend les capacités de la sonde et du montage

Figure 51

TTL - X I I 11/12
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HIGH - SPEED TTL CIRCUITS

GATES
OPERATEURS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Output
Sortie

Input
Entrée

V2,4 V CC
Q9 9 9

r
D !RL

280 ElPuise generator
Générateur
d' impulsion
(See note 1)
(Voir note 1)

O(§> H
CH c (See note 2)

(Voir note 2)
Li ^ 25 pF

OI V Load circuit
Circuit de chargeSS SS

9
Open
OuvertSSSS

- 3 V90 % —I
Input
Entrée - 1,5 Vtl/l. w

10 %- 0
tpLH tpHL4 - L

Output
Sortie

H

Notes : 1 The generator has following characteristics : tf = tf =. 7 ns, tw = 0,5 /J.S , f = 1 MHz, Z « 50 El.
Le générateur a les caractéristiques suivantes :

2 Ail diodes are 1N 3064
Toutes les diodes sont 1N 3064

3 CL includes probe and jig capacitance
La capacité Cj_ comprend les capacités de la sonde et du montage

Figure 52

12/ 3 2 TTL - XII
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TTL HIGH SPEED
RAPIDE TTL

Flip-flops
Bascules
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SF.C 474 H

DUAL D TYPE FLIP-FLOPS
DOUBLES BASCULES TYPE D

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc ( V > Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Min. Max.

S, D 1SF.C 474 HE

SF.C 474 HEM

TO-116 0°C, + 70°C

—55°C, + 125°C

—55°C, + 125°C

-55°C, + 125°C

4,75 5,25 5,5 V
5,5 V
5,5 V
5,5 V

10 20
TO-116 4,5 5,25 10 20

SF.C 474 HKM TO-116 104,5 5,5 20
SF.C 474 HPM TO-85 4,5 5,25 10 20 R, T 2

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 474 H is a dual D—type flip-flop . Input
information (D) is transfered to the outputs on the
positive edge of the clock puise. Clock triggering
occurs at a voltage level of the clock puise and is
not directly related to the transition time of the
positive going puise.
After the clock input threshold voltage has been
passed, the data input (D) is locked out.

LecircuitSF.C474 H est constitué de deux bascules indépen-
dantes du type D. L'information présente sur l'entrée D est

transférée sur les sorties lors du front montant de l'impulsion

d’horloge. Ce transfert est lié au franchissement d'un seuil

et non au temps de montée de l'impulsion d'horloge.
L'entrée d'information (D) n'agit plus lorsque l'horloge est

à une tension supérieure à ce seuil.

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-116
Boîtier

Package TO-85
Boîtier

1S 1Q 1Q' GND 2Q' 2Q 2SVcc 2R 2D 2T 2S 2Q 2Q'
14 13 12 11 10 9 8

D T T D

n 9 8— 14 13 12 10

T
À

O Q
T Q')

T Q' hD Q
7Z

iHiHïb V i if
3 4 51 2 3 4 6 71 2

1T 1D 1R Vcc 2R 2D 2T1R 1D 1T 1S 1Q 1Q' GND [

7 4 - 6 1/4TTL - XIII
THOMSON - CSF
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SF.C 474 H

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

Q'Q tn+ 1tnO O
Input D
Entrée D Q'Q

L L H
H H L

I
T

Ô Ô
D R Notes : : Bit time before clock puise

Instant avant transition d'horloge

tn+i : Bit time after clock puise
. Instant après transition d'horloge

Low input to S sets Q to high level
S au niveau bas entraîne O au niveau haut
Low input to R sets Q to low level
R au niveau bas entraîne Q au niveau bas
S and R are_ independent of clock
L 'action de R et S est indépendante
de l'état de l'horloge

*n

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

°VCC^ ^760n 58n^i 2,8 kn2,8 kn To other flip-flop
Vers l'autre basculeSo

aïï JJ

4 kn O Q
rVW^ 'J2,8 kn

c !470 nRO -<

X
n/W-J2,8kn

w^ 760n^ 158n2,8knar 77To

4 kn O Q'

2,8 kn To other flip-flop
Vers l'autre bascule

OGND!470n
M-DOsii W

Note : Comppnent values shown are nominal
Les -valeurs sont nominales

2/4 T T L - X I I I
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SF.C 474 H

Over operating free-air température range (unless otherwise specified ).
Dans toute la gamme de température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contrairesI.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

* TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

7Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

8

7Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,C V

8

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,4 V

VCCmin
Q = 20 mA

V0 < 0,4 V 8
Minimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQLmax

OLmax
O (Lmax )

20 mA/

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V

VCCmin
’o = VQ > 2,4 V 7

-1 mA
Minimum output current at VoHmin
Courant minimal de sortie à VQ^m/n

OHmin
O (Hmin) —1 mA/

Inputs
Entrées
S, D

-2 mA I . < 2 m AI

^CCmax
V, = 0,4 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQ[_max

ILmax
/ (LmaxJ

11/
Inputs
Entrées
R, T

—4 mA < 4 mAI

Inputs
Entrées 50 IIA I « < 50 fiA

D

^CCmaxInputs
Entrées
S, T

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmjn

IHmin
/ (Hmin) < 100 idA 10100 AiA/ V = 2,4 VI

Inputs
Entrées I . < 150 AiA150 AtA I

R

^CCmax
V, = 5.5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V

I 101 1 < 1 m A1 mAIH I

^CCmaxShort-circuit output current
Courant de sortie en court -circuit

40 mA<|lQ|<100 mA 9’ os V - 0I '

IQC ^ 50 mASF.C 474 HE
Supply current per package
Courant d'alimentation par boîtier 'cc ^CCmaxtyp. 30 mA 10

SF.C 474 HEM
HKM HPM QQ ^ 42 mA

VCCminMaximum reverse input voltage
Tension maximale d’entrée en inverse

V, < 1,8 VV = -15 mAtyp. -1,8 V 6IL
= 25°Ctamb

* A i l typical values a r e a t Vcc = 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs •,piques sont données pour Vçç=5 V à tamf)=250C

ASee figures page 629
Voir figures page 629

T T L - X I I I 3/4
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SF.C 474 H

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb - +25» C V C C = 5 V N = 1 0

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP. FIGMIN. MAX.

1535Maximum clock frequency
Fréquence maximale d'horloge

43f MHz MHz
16

15
Input set-up time
Temps de préétablissement ^et-up 15 ns

16

15
Input hold time
Temps de maintien

5 ns*hold
16

Propagation delay time, low to high level
from R or S to output
Temps de propagation à ta croissance du signal
de sortie, commande par R ou S

CL = 25 pF

RL = 280 £2lPLH 20 ns 14

Propagation delay time, high to low level
from R or S to output
Temps de propagation à la décroissance du si-
gnal de sortie, commande par R ou S 'PHL 1430 ns

Propagation delay time, low to high level
from clock to output
Temps de propagation à la croissance du signal
de sortie, commande par l'horloge

15
tpLH 4 ns 8,5 ns 15 ns

16

Propagation delay time, high to low level
from clock to output
Temps de propagation à la décroissance du si -
gnal de sortie, commande par l'horloge

15
VHL 13 ns7 ns 20 ns

16

ASee figures page 629
Voir figures page 629

4/4 TTL - X I I I
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HIGH - SPEED TTL CIRCUITS

FLIP-FLOPS
BASCULES

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

lS
££
tu

2 §
<U

V Cs •§
^ c15.2 £
O £
C .Q= a
O) O

CO ^

-O 5
CD *~+-* O

1I
.2 •§
a *C -Q= 2

V

a; -i:
Q) vO

CO ^
•£

WWWEach output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Figure 1

Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Figure 2

V Apply momentary
GND, then 4,5 V

4,5 V CC Apply V|
Appliquer
( Test l ( L)

Apply 4,5 V
Appliquer 4,5 V

Q
Appliquer momentané-
ment la masse, puis

4,5 1/
1

S
T S J1,J2,J3,K 1,K 2, and K3Q

eu 1 J T R J1,J2,J3,K1,K 2, and K3I JD
CD T3

S 5
2 2

S> Open
Ouvert

None J1,J2,J3,K 1,K 2, and K3o-

RV J1,J2,J3,K1,K 2, and K3None
K Q' R T, J2, and J3J1eu

CO

R T, J1, and J3R J2
7 R T, J1, and J2J3

S T, K 2, and K3K1
S® s T, K 1, and K3K2

¥ T, K1, and K2K3Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure 3

VCC Apply V|
Appliquer

(Test 11H >

O

( 'c e Ground
Massel

SI I 3, R, J1. J2, J3, K1, K2, and K3;Tts Q« 2
JD tu
eu O

Z -aco -Q
2 2

O
S T, K1, K2, and K3V

Open
Ouvert

T, J1, J2, and J3R>
T, R, J2, and J3J1

eu 3
co ^ K Q' J2 T, R, J1, and J3

R T, R, J1, and J2J3
Y T,S, K2, and K3K1

T, S, Kl, and K3« K 2»
T, S, K 1, and K2K3

2. IÇC is_ measured with R at ground , then
with S at ground _ _
!CC est mesuré avec R à la masse , puis avec S à la masse

1. Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément Figure 4

Arrows indicate actual direction of current flow,voltages are measured against ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse

TTL - XIII 71 - 4 1/8
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HIGH - SPEED TTL CIRCUITS

FLIP-FLOPS
BASCULES

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

V

-Kvcc
4,5 V o

ID'i y

i y Q
i y

'oT

=J7T~>:3Ui y K Q'
i y

R
g

Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Figure 5

V Vcc cc Figure 7
V|H' V?i IL' V0LV SIH

O— « 3 D Q\fO QJ OH-ûro Ta
-ï’i© 11

II J 1
V0H S

« H.T > Open
Ouvert VIL

O— Q'
K RVl R Q' Y
g

1. Each flip-flop is tested separately
Chaque bascule est testée séparément

2. Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

3- VOH is also tested using R and S inputs __
VQH est aussi utilisé en testant les entrées R et S

SB SB
SBBSSB^B

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément Figure 6

V SV V VIH CC Q Oo
SVIH

D Q
o S oQD

OLS A)
CO Tj

ts 5
$ a
QJ
03 O

C/D ^

Open
Ouvert

JV ' 1

IL 0'T
RQ'T VR r jI SB

SB SvIH Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément1. Each flip-flop is tested separately

Chaque bascule est testée séparément

2. Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Figure 8

VIH' VIL' V0L Figure 9 IQ

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse

2/8 TTL - X I I I
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HIGH - SPEED TTL CIRCUITS

FLIP-FLOPS
BASCULES

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

(See note 3)
çQ (Voir note 3)

V4,5 V CC , TEST TABLE
TABLE DE TEST

Q
1

t
Apply V|
Appliquer
(Test 11H)

•i D Q Apply 4,5 V
Appliquer

Apply GND
Appliquer-Q ,o>ro ^3IH

Open
Ouvert

-ïVl |a
R and D ST§3 5

CO ^ Q'
S and D RTR

y
Ts (See note 2)

(Voir note 2)
R and D« W

T and DR S1. Each input of each flip-flop is tested separately for 11H
Chaque entrée de chaque bascule est testée séparément pour I / /y

2. GND is momentarily applied to T, then 4,5 V
La masse est momentanément appliquée à T, puis à 4,5 V

3. Icc is measured simultaneously for both flip-flops with
D, T, and S at ground;then with D,T, and R at GND
ICC est mesuré simultanément pour les deux bascules avec D,T
et S à la masse ; puis avec D, T et R à la masse

D and T
(See note 2)
(Voir note 2)

R S

RS and TD

Figure 10 . 11|_j, IQQ

V4,5 V CC

?Q TEST TABLE
TABLE DE TEST

QDa Apply V|
Appliquer
(Test l|i_)

' IL Sios Ta
Z -Sto -Q2 a

Apply 4,5 V
Appliquer

Apply GND
Appliquerv,<£= Open

Ouvert
03 's03 Q

CO ^ Q' R S and DT

S R, T, and DNone

SS /
R T and D S

1. Each flip-flop is tested separately
Chaque bascule est testée séparément

2. Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

R and T SD

Figure 11. I||_
Arrows indicate actual direction of current flow, voltages‘are measured against ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse

TTL - X I I I 3/8
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HIGH - SPEED TTL CIRCUITS

FLIP-FLOPS
BASCULES

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

V C C= 5 V <> (See notes 1 and 2)
(Voir notes 1 et 2)

2,4 \ 9 rJPulse -y Imnnhinn T

r r'
i
i RLRLI

I VW
280 fi

M H N +H <

AMr
i 280 Et
1 1

H‘WHMXXi
i

r25 pF 25 pF
Ail J inputs Ail K inputs
Toutes les Toutes les

{entrées J I |entrées K \

CI

! W «Load circuit
Circuit de charge

Load circuit
Circuit de charge li—— JJ K

R S

Testoutput ^Sortie de test
.Q Test output

Sortie de test
O Q'

u

«5
! **!tI !

i 3 V--3- 90 %
T input puise _
Impulsion d'entrée T

i
4- 1.5 V
ii

i 10 %i 0 V

H

\tPHL —H Y
Q or Q'output
Sortie Q ou Q'

1,5 V

L

Hh*— tPLH — I
Q or Q'output
Sortie Q ou Q'

I
1,5 V

L

NOTES : i. When testing tpHL ar|d tpLH* theclock input puise characteristics are : tr = tf = 7 ns, tw( j) = 20 ns,
and f = 1 MHz
Lorsque l'on teste tpH[_ et tpi_H, les caractéristiques d'impulsion d'entrée de l'horloge sont : tr =tf =7 ns,
tw(f ) =20 ns,et f =1 MHz.

2. When testing fclock of SF.C 472 the clock input characteristics are tr = tf =3 ns, tw(T) = 12 ns,
and f =25 MHz. Ail J and K inputs are at 2,4 V .
Lorsaue Ton teste la fréquence d'horloge du SF.C 472, les caractéristiques d'entrée dé l'horloge sont tr =tf =3 ns,

tw(T) =12 ns, et f =25 MHz. Toutes les entrées J et K sont à 2,4 V.
3. CL includes probe and jig capacitance

Ci comprend les capacités de la sonde et du montage.
4. Ail diodes are IN 3064

Toutes les diodes sont des IN 3üut

Figure 12

4/8 TTL - X l l l
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HIGH - SPEED TTL CIRCUITS

FLIP-FLOPS
BASCULES

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

vcc=5 Vo
r “i 2,4 V

RL RLQ

280 EL 280 £2

xCL I I

Ï Ail J inputs Ail K inputs
Toutes lies Toutes les
|entréesAJ | |entrées K \

25 pF

«W Load circuit
Circuit de charge

Load circuit
Circuit de charge Jl_ J K

R inpujt _
Entrée R ^ Q S inputR S Entrée S

Test output
Sortie de test

Test output
Sortie de test

Q 0'

L
SRWf- tf -F* Mrf* 3 Vitw( R)90 %-

R input
Entrée R 1,5 V

10 % 0 V
+- tr-f̂ HI Itw(S)

\90 %~

S input
^Entrée S

1,5 V

10 % - LtPHL
tPLH HVQ output

Sortie Q
1,b V

\ L4̂ H

Q'output
Sortie Q'

1,5 V
tPHL

L

1. R or S inputs dominate regardless of the State of T or J-K inputs
L'action des entrées R ou S est indépendante de l'état sur les entrées T,J et K

2. R or S input puise characteristics :
Caractéristiques d'impulsion d'entrée de R ou S :

tr = tf =7 ns, tw( R ) = tw(S) = 16 ns and f =1 MHz

3. Ail diodes are 1N 3064
Toutes les diodes sont des 1N 3064

4. C[_ includes prooe and jig capacitance
CL comprend les capacités de la sonde et du montage

NOTES :

Figure 13
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HIGH - SPEED TTL CIRCUITS

FLIP-FLOPS
BASCULES

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

vCc= 5 Vo

RL=280 £2 RI =280 n

i D input
Entrée D

T puise
Impulsion TCL=25 pF

1 1SB
_ Dc s T _

R >S input ~
Entrée S ^ R input

Entrée R

Q Q'
Test output ^Sortie de test

~ Test output
Sortie de test

lw( R ) 3 V90 %-- m
R input
Entrée R I -/-1.5 V

10 %- 0 Vn-’r-ii HV(S)V
S input

^Entrée S 1,5 V

LtPHL
i—:

tPLH H
IQ output

Sortie Q 1,5 V

tPLH — LUm
H

/Q'output
Sortie Q' 1,5 V/ ^iPHL

L

1. R or S input puise characteristics :
Caractéristiques d'impulsion d'entrée de R et S :
tr = tf =7 ns, tw( R ) = tw(S) = 25 ns, f = 1 MHz

2. R and S inputs dominate regardless of the State of T or D inputs
L'action des entrées R et S est indépendante de l'état sur les entrées T et- D

3. Ail diodes are 1N 3064
Toutes les diodes sont des 1N 3064

4. CL includes probe and jig capacitance
C/_ comprend les capacités de la sonde et du montage

NOTES :

Figure 14
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HIGH - SPEED TTL CIRCUITS

FLIP-FLOPS
BASCULES

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

vCC= 5 v :>

rLH * H M H
Clock puise
Impulsion
d'horloge

=28012RL =28012 D input
Entrée D X? î CL = 25 pF

T RDS «

Q Q'
Test output
Sortie de test

Test output
Sortie de test ^

"X—î-90 %
' 3 V

T input
Entrée T 1,5 V

i
i \~10 % 0 VW)—J
"V|-90 %

-10 %

3 V
D input (puise A )
Entrée D (impulsion A) 1,5 V

l/U*-A4 *WI
Vt-up»^0101 0 V

« 3 V
90 %;

D input (puise B)
Entrée D (impulsion B)

ii \lI -/ j-—1,5 V

-/-4-io %-4..4_t-vI

- 0 V
-M H
^PLHlQ output

Sortie Q 1,5 VI
I

- L
H

Q'output
Sortie Q’ 1,5 VI

i

VHL ^K
1. Clock input puise has the following characteristics :

L'impulsion sur l'entrée d'horloge a les caractéristiques suivantes :

tr =tf =7 ns, tw (T) = 20 ns and f = 1 MHz
When testing clock frequency, vary f
Lorsque l'on teste la fréquence de l'horloge, faire varier f

2. D input (puise A ) has the following characteristics : tset-Up= 10 ns, tvy= 60 ns, and f is 50 %
of the clock frequency. D input (puise B) has the following characteristics : thold=0 ns»

tw = 60 ns, and f is 50 % of the clock frequency
L'entrée D (impulsion A) a les caractéristiques suivantes : tset.up=10 ns, tw=60 ns,et f est 50 % de la
fréquence d’horloge. L'entrée D (impulsion B) a les caractéristiques suivantes : thold~0 ns> fw~60 ns> et

f est 50 % de la fréquence d'horloge

3. Ail diodes are 1N 3064
Toutes les diodes sont des 1N 3064

4. CL includes probe and jig capacitance
Ci_ comprend les capacités de la sonde et du montage

NOTES :

Figure 15
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HIGH- SPEED TTL CIRCUITS

FLIP-FLOPS
BASCULES

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

v C c = 5 v o »
D input
Entrée D

T puise
Impulsion T4 »

H H H* H
3 £ RL =280 SIRL = 280 n
D T

^ N * HHMis R 4 I2 = 25 pFCL = 25 pF

ÉB Q Q'SB
Test output _
Sortie de test ^

_ Test output
^ Sortie de test

tf r1*̂
i

3 V90 %IT input
Entrée T

I
i 1,5 VI
i

]
10 %W) o v

i
3 VI I 90 %U *wD input (puise A)

Entrée D (impulsion A) II I 1,5 Vi I i/'-10 % 0 V

^f-+*'t i<- set-up-1-̂ i
i

3 VI90 %•
iD input (puise B)

Entrée D (impulsion B)
h II r-’'5 v

Xio %
ii i

0 VI

^holdr^ H
Û output
Sortie Q 1,5 V

XPHLU»
L

H
X?LHQ'output

Sortie Q'
r+-

1,5 Vi

- L
NOTES : 1. Clock input puise has the following characteristics :

L'impulsion sur l'entrée d'horloge a les caractéristiques suivantes :
tr = tf =7 ns, tw(-p =20 ns and f =1 MHz
When testing clock frequency, vary f
Lorsque l'on teste la fréquence de l'horloge, faire varier f

2. D input (puise A) has the following characteristics : tset-Up=15 ns, tw=60 ns, and f is 50 %
of the clock frequency. D input (puise B) has the following characteristics : thold =0 ns,
tw =60 ns,and f is 50 % of the clock frequency
L'entrée D (impulsion A) a les caractéristiques suivantes : tset.up =15 ns, tw =60 ns, et f est 50 % de ta
fréquence d’horloge. L'entrée D (impulsion B) a les caractéristiques suivantes : t^o/d-O ns, tw=60 ns,et
f est 50 % de la fréquence d'horloge

3. Ail diodes are 1N 3064
Toutes les diodes sont des 1N 3064

Figure 164. CL includes probe and jig capacitance
C[_ comprend les capacités de la sonde et du montage

8/8 TTL - X I I I
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TTL low power
Basse consommation TTL

i
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TTL LOW POWER
BASSE CONSOMMATION TTL

Gates
Opérateurs
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SF.C 400 L
QUADRUPLE TWO INPUT NAND GATES

QUADRUPLES OPERATEURS ET-NON A DEUX ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

VCC < V > Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Max.Min.

SF.C 400 LE
SF.C 400 LEM

SF.C 400 LKM

SF.C 400 LPM

TO-116 0°C, + 70°C

—55°C, + 125°C

-55°C, + 125°C

-55°C, + 125°C

4,75 5,25 5,5 V
5,5 V

5,5 V
5,5 V

10 10
AilTO-116 4,5 5,5 10 10 inputs

Toutes
entrées

1TO-116
TO-85

4,5 5,5 10 10
4,5 5,5 10 10

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

O VCCC 20 kn^ 500n

' i-

A a
o Y Y = A . B

B a

12 k f t

O GND

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-116
Boîtier

Package TO-85
Boîtier

4Y 4B 4A GND 3B 3A 3Y

rPr ’Pri1 2 3 4 5 6 7

I
1A 1B 1Y VCC 2Y 2A 2B2Y GND

I

74 - 6 1/2T T L - X I V
THOMSON - CSF
DfVtSiON SEMICONDUCTEURS
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SF.C 400 L

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES*VALEURS
PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d’entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V

VCCmin
V, = 2 V

= 2 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,3 V VQ < 0,3 V 1

’oMinimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQLmax

OLmax
O (Lmax) 2 mA/

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,7 V

VCCminMinimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut VOHmin V = 0,7 V2,4 V VQ > 2,4 V 2I

0 = —100/iA
IMinimum output current at VoHmin

Courant minimal de sortie à VQHmjn
OHmin
O (Hmin)

-100 juA/

^CCmin
V, = 0,3 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQ[_max

ILmax
/ (Lmax )

-0,18 mA |l|| < 0,18 mA 3/

^CCmax
V, = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHMM

IHmin
/ (Hmin)

10 /iA I, < 10 /iA 4/

VCCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V ’ lH I, < 100 pA100 pA 4

^CCmaxShort-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 3mA<|l0l<15mAtyp. -8 mA 5OS V = 0I

Maximum supply current, low level
output per package
Courant maximal d'alimentation par
boî tier, sortie à l'état bas

VCCmax
V, = 5 V

I typ. 1,4 mA IQC ^ 2 mA 6CCL

Maximum supply current, high level
output per package
Courant maximal d’alimentation par
boîtier, sortie à l'état haut

^CCmax
V, = 0

typ. 0,5 mA < 0,8 mA'cc 6CCH

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES *amb = + 25°C V C C = 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP. FIG.MIN. MAX.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

*PLH 60 ns35 ns
C^ = 50 pF

RL = 4 kft 21Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa/ de sortie

t 31 ns 60 nsPHL

*AII typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ=5 V à tamp=25°C

ASee figures page 645
Voir figures pages 645
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SF.C 410 L
TRIPLE THREE IIMPUT NAND GATES

TRIPLES OPERATEURS ET-NON A TROIS ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

V C C < V > Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boî tierType Low state

Etat bas
High state
Etat haut

Max.Min.

0°C, + 70°C

-55°C, + 125°C

—55°C, + 125°C

-55°C, + 125°C

SF.C 410 LE TO-116

TO-116

TO-116

TO-85

4,75 5,25 5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V

10 10
Ail

4,5SF.C 410 LEM
SF.C 410 LKM

5,5 10 10 inputs
Toutes
entrées

1
4,5 5,5 10 10
4,5SF.C 410 LPM 5,5 10 10

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

O VCC

% 500n40 kft 20 kft

/ / / \
Y = A.B.CO YA a

B O

CO %12 kîî

0 GND-6-

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package TO-116
Boîtier

Package TO-85
Boîtier

VCC 1C 1Y 3C 3B 3A 3Y

)
Hn nh

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 « 5 6 7

1A 1B 1Y VCC 2Y 2A 2B1A 1B 2A 2B 2C 2Y GND

74 - 6 1/2TTL - XIV
THOMSON - CSF
OTVTSION SEMICONDUCTEURS
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SF.C 410 L

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gammede température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES*VALEURS
PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut

V|Hmin 2 V

VCCmin
V, = 2 V

IQ = 2 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax V0 < 0,3 V0,3 V 1

Minimum output current at VoLmax
Courant minimal de sortie à VQi_ max

OLmax
O (Lmax ) 2 mA/

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^\ Lmax 0,7 V

^CCmin
V, = 0,7 V

lQ = — 100pA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 2,4 V VQ > 2,4 V 2

IMinimum output current at VQHmin
Courant minimal de sortie à VQ /-imjn

OHmin
O (Hmin)

-100 pAI

VCCmin
V, = 0,3 V

Maximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQ[_max

ILmax
/ (Lmax )

|l|| < 0,18 mA-0,18 mA 3/

^CCmax
V. = 2,4 V

IMaximum input current at VoHmin
Courant maximal d'entrée à VQHmin

IHmin
/ (Hmin)

I, < 10 pA10 pA 4/ I

VCCmaxMaximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V ' lH I, < 100 pA100 /iA 4IV = 5,5 VI

^CCmax
V. = 0

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 'os 3mA<|l0l<15mA 5typ. -8 mA

Maximum supply current, low level
output per package
Courant maximal d'alimentation par
boîtier, sortie à l'état bas

^CCmax
V, = 5 V

I typ. 1 mA 6*CC ^ 1/ 5 mACCL

Maximum supply current, high level
output per package
Courant maximal d'alimentation par
boî tier, sortie à l'état haut

^CCmax
V, = 0

typ. 0,4 mA 6I CC ^ mACCH

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 'amb^25*0 VCC - 5 V

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX. FIG.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

lPLH 60 ns35 ns
CL = 50 pF

RL = 4 kn 21Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa/ de sortie

t 31 ns 60 nsPHL

*AII typical values are at Vcc= 5 V, tamb= 25°C
Toutes les valeurs typiques sont données pour VQQ-5 V à tamfr =25°C

ASee figures page 645
Voir figures pages 645
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LOW POWER TTL CIRCUITS

GATES
OPERATEURS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

V VCC CC
9 o

L>v i o
v i o

W7.
Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure 1 Figure 2

VV4,5 V CCCC
Q O

VI o >> 0 Open
Ouvert c Open

OuvertV | O

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure 3 Figure 4

V VCC CC
Q Q

CC

O viV Open
'O Ouvert

'o
* 7̂ 7/ '777,

Each gâte is tested separately
Chaque opérateur est testé séparément

Figure 5 Figure 6

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse

T T L - X I V 7 1 - 4 1/5
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LOW POWER TTL CIRCUITS

GATES
OPERATEURS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VV CCCC
Q

' o> Vl Oo v0
V| o

'oV0

5!^
Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure 8Figure 7

VV CCCC
QQ

Q Open
Ouvert

V| Ov,o
VO

Figure 10Figure 9

VV CCCC
QQ

I I

VIOO Open
OuvertVIO

’o
WP/.

Each inverter is tested separately
Chaque inverseur est testée séparément

Figure 12Figure 11

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse

2/5 TTL - XIV
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LOW POWER TTL CIRCUITS

GATES
OPERATEURS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCC VCC
Q

CC

’o
O °PenV v|0 VI O O voOuvert

Ail inverters are tested simultaneously
Tous les inverseurs sont testés simultanément

Each inverter is tested separately
Chaque inverseur est testé séparément

Figure 14Figure 13

4,5 V VCCO
CC
Q

IVi O a>i
i
i

V| o V 8 'oI 0j 'oV0 I
i«—i

Each pair of inputs is tested separately
Chaque parité d'entrées est testée séparément

Each AND section is tested separately
Chaque section ET est testée séparément

Figure 15 Figure 16

V4,5 V CC
V0 Q CC!—r—%{Open

Ouvert
i ! r - i o»—. à- <L J
I—

L-; Open
^ Ouvertc Open

Ouvert

J îI I
Open

V- JQOuvert
-tvl 0

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

Figure 17 Figure 18

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse

TTL - X IV 3/5
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LOW POWER TTL CIRCUITS

GATES
OPERATEURS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

V
v cc
r"1 o

i
i

=Olc>my
'oi-T--N

\— JI-—L _ _'
Ss wSü

Each gâte is tested separately
Chaque opérateur est testé séparément

Figure 19

VCCr—i !—if-L Q
i
i

CC

C> ^ Open
Ouvert

VIO
I
I
!
I

V—i
1 L

Figure 20

Arrows indicate actual direction of current flow, voltages are measured against ground terminal
Les flèches indiquent le sens réel du courant, les tensions sont mesurées par rapport à la masse

4/5 JTL - X IV
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LOW POWER TTL CIRCUITS

GATES
OPERATEURS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

OutputInput
Entrée O O 2,4 V O VCC ?Sortie t*'

H RL
Gâte under

test
Opérateur
sous test

Puise generator
Générateur d'im

pulsion
(See note 1) / j\

(Voir note 1 ) ^
H H HH

CL
(See note 5) 4
(Voir note 5) :

SB SBSBS

3 V90%—|
I
I 1,3 V

IlI It10% - Iw 0
i
i t i tPLHPHLi i IOutput

Sortie
H+ ii

I
I
I

1,3 VInverting gates
Opérateurs inverseurs

!I

L

Notes : 1 The generator has the following characteristics : tf=15 ns, tr = 45 ns,tw = 1 ps, f = 0,5MHz, Z 50 12
Le générateur a les caractéristiques suivantes

2 AM diodes are 1N 3064
Toutes tes diodes sont IN 3064

tPHL + tPLH
3 tpD -

2

4 C|_ includes probe and jig capacitance
La capacité C[_ comprend les capacités de la sonde et du montage

5 When testing the SF.C 400 through SF.C 430 connect ail unused inputs to 2,4 V.
When testing the SF.C 451 through SF.C 455 apply the input puise to one input one AND section
and 2,4 V to ail unused inputs of that AND section. Ail inputs of unused AND sections are qrounded.
Toutes les entrées inutilisées sont connectées à 2,4 V pour les circuits SF.C 400 à SF.C 430.
Pour les circuits SF.C 451 à SF.C 455 l’impulsion d’entrée est appliquée à l’une des entrées d’une section ET ,
toutes les autres entrées de cette section étant à 2,4 V. Toutes les entrées des sections ET inutilisées sont à la
masse.

I

Figure 21
I

TTL - X IV 5/5
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SCHOTTKY TTL SERIES S

DESCRIPTION DESCRIPTION

Sériés Schottky TTL S circuits provide the highest
speed available in the TTL family. They offer the
high speSd of non satured logic (ECL) together with
the relatively low power consumption and the ease
of use of TTL circuits.
These performances are obtained by using a Schottky-
barrier-diode as a clamp for the collector voltage, as
shown in figure A. This Schottky-barrier-diode diverts
most of the excess base current and prevents the tran-
sistor from reaching classic saturation. The resuit is a
large réduction in storage time, which significantly
improves the propagation delay times.

La série Schottky TTL S est la plus rapide des séries
de la famille TTL. Elle allie les hautes performances
en rapidité permises par une logique de type non-
saturé (ECL) avec la puissance consommée relative-
mentplus faible et la facilitéd'emploi des familles TTL.
Ces performances sont obtenues en connectant une
diodeSchottky en parallèle sur la jonction base-collec-
teur d'un transistor comme le montre la figure A.
Cette diode Schottky possède un seuil de mise en
conduction plus faible que celui de la jonction base-
collecteur : elle dérive la plupart du courant en excès
dans la base et évite au transistor d'atteindre la zone
de fonctionnement en saturation. Il en résulte une
importante réduction du temps de stockage qui con-
duit à une amélioration très sensible des temps de
propagation des portes.

Ces circuits sont entièrement compatibles avec toutes
les autres familles logiques (standard, H,L, LS).
Les spécifications définitives sont données pour les
gammes de température de fonctionnement de —55°C
à + 125°C (série 400 SKM) et de (PC à + 70°C
(série 400 SE).

These circuits are completely compatible with ail
others TTL logic families (standard.H, L, LS).
Definitive spécifications are provided for operating
over the température range of —55°C to + 125°C
(sérié 400 SKM) and over the température range of
0°C to + 70°C (sérié 400 SE).

MAIN FEATURES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

— Très grande rapidité sans consommation en puis-
sance supplémentaire par rapport aux circuits TTL
de la série H

— Very high speed without added power with regard
to TTL-H sériés circuits I

— Typical gâte propagation delay times
Temps de propagation typique d'une porte

3 ns

— Power dissipation per gâte
Puissance consommée par porte

19 mW

— Speed-power product
Facteur de mérite l temps x puissance

57 pj

125 MHz— Typical J-K flip-flop input clock frequency range . . . .
Fréquence de fonctionnement typique appliquée sur l'entrée
d'horloge d'une bascule J-K

1/5
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— Ease of System design

- Fuily compatible with ail others TTL families

— Facilités d'emploi pour ta conception de systèmes

- Compatibilité avec toutes les autres familles
logiques TTL

- Présence de diodes Schottky d'écrêtage sur les
entrées éliminant les effets de réflexions dans les
interconnexions entre portes

- Impédances de ligne et charges adaptées non
nécessaires dans les interconnexions

- Faible impédance de sortie

- Sortance doublée à l'état haut permettant la
commande de portes avec mise en parallèle des
entrées non utilisées

— Caractéristiques complémentaires

- Grande marge d'immunité au bruit :
1 V à l'état bas
2,1 V à l'état haut

Schottky-diode-clamped inputs to minimize ré-
factions effects in circuits interconnexions

Terminated and controlled-impedance lines are
not normally required for interconnections

Low output impédance

High level fan-out of 20 for driving unused gâte
inputs

— Complementary characteristics

- High DC noise margin :
typically 1 volt
2,1 V in high State

- High fan-out :
20 at the high logic level
10 at the low logic level

- Switching times are not very sensitive to tempe-
rature variations and power supply.

Sortance élevée
20 à l'état haut
10 à l'état bas

Temps de commutation peu sensibles aux varia-
tions de température et de tensions d'alimenta-
tion.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS VALEURS LIMITES APPLICABLES

- Supply voltage Vcc (note 1) » .
Tension d'alimentation VQQ (note 1)

7 V

— Input voltage (note 1)
Tension d'entrée (note 1)

5,5 V

— Interemitter voltage (note 2)
Différence de potentiel entre émetteurs (note 2)

5,5 V

— Output voltage (note 3)
Tension de sortie (note 3)

7 V

— Operating free-air température range
Gamme de température ambiante d'emploi

—55°C *+125°C(série 400 SKM)

(série 400 SE) 0°C * + 70°C

— Storage température range . .
Gamme de température de stockage

—65°C *• +150°C

2/5
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NOTES: NOTES :

1. Voltage values, except interemitter voltage, are
referenced to network ground terminal.

1. Les valeurs de tensions sont données par rapport à
la masse prise sur la broche du boîtier sauf pour ce
qui concerne la différence de potentiel entre émet-
teurs.

2. Différence de potentiel entre deux émetteurs d'un
transistor multiémetteur d'entrée.

3. Tension maximale applicable seulement dans le cas
d'unesortie à collecteur ouvert lorsque le transistor
de sortie est bloqué.

2. Voltage value between two emitters of a input
multiple-emitter transistor.

3. Maximum voltage applied to an open-collector out-
put in the off State.

RECOMMENDEDOPERATING CONDITIONS CONDITIONS D'EMPLOI RECOMMANDEES

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Supply voltage
AlimentationSérié

VCC < V > ( °C )

min.typ. typ.min. max. max.
4,75400 SE 5 5,25 0 25 70

400 SKM 4,5 5 5,5 -55 25 125

UNUSED INPUTS ENTREES INUTILISEES

Unused gâte inputs should be maintained between
2,7 V and the absolute maximum rating of 5,5 V to

minimize noise sensitivity and optimize switching
times. This éliminâtes the capacitive-effect associated
with an input being left open. It avoids the dégrada-
tion of the propagation delay times. The various ways
for connecting unused inputs are :

Les entrées inutilisées de portes doivent être portées à
une tension comprise entre 2,7 V et ta tension maxi-
male admissible de 5,5 V afin de minimiser la sensi-
bilité au bruit et d'optimiser les performances en
commutation. On élimine ainsi les effets capacitifs
associés au fait que les entrées sont en Tair et on
évite la dégradation des temps de propagation. Les
différentes méthodes de connecter les entrées inutili-
sées sont les suivantes :

1. Connect unused inputs to an indépendant supply
voltage in the range of 2,7 V to 3,5 V.

1. Connecter les entrées inutilisées à une source de
tension indépendante dont la valeur sera comprise
entre 2,7 V et 3,5 V.

3/5
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2. Connect unused inputs to a used input if maxi-
mum high level fan-out of the driving output is not
exceeded. Each additional input présents a unity load
to the driving output at a high level voltage but adds
no loading at a low level voltage.

2. Connecter les entrées inutilisées à une entrée
utilisée à condition que la sortance à l'état haut de la
porte de commande soit respectée. Chaque entrée
supplémentaire seprésente comme une charge unitaire
pour un état haut de sortie de la porte de commande
mais elle ne présente pas de charge supplémentaire à
l'état bas.

3. Connecter les entrées inutilisées à VQQ à travers
une résistance de 1 k£l. Si une surtension transitoire
dépasse la valeur maximaleadmissiblede5,5 V, l'impé-
dance est suffisamment élevée pour protéger les
entrées. Un groupe de une a vingt-cinq entrées inutili-
sées peut être connecté à chaque résistance de 1 kSI.

3. Connect unused inputs to VQQ through a 1 k£2
resistor. If a transient exceeding the 5,5 V maximum
ratingoccurs,the impédance is high enough to protect
the inputs.Oneto 25 unused inputs may be connected
to each 1 k£7 resistor.

INPUT LOADING AND OUTPUT CHARAC-
TERISTICS

CHARGES RELATl VES AUX ENTREES ET
CARACTERISTIQUES DE SORTIES

Input load requirements
Définition des courants de charge caractérisant une entrée

Maximum input unit-load current
Courant maximai d'entrée correspondant
à une charge unitaire

Symbol
Symbole

Conditions
Conditions

Logic level
Etat logique

^CCmax' V.N = 0,5 VL I —2 mAILmax

^CCmax'
H V|N = 2.7 V50 /iAIHmin

These loading factors are guaranteed over the worst-
case VQQ and température conditions.

Ces facteurs de charge sont garantis dans les conditions
lesplus défavorables concernant la tension d'alimenta-
tion VçQ et la température de fonctionnement.

Output characteristics
Caractéristiques de sorties

Logic level
Etat logique

Maximum output load current
Courant maximal de charge de sortie

Symbol
Symbole

Conditions
Conditions

VCCmin' VOLmax = 0'5 VL 20 mA‘OL

VCCmin' VOH = 2,7 V ( sérié 400 SE)H —1 mAIOH

VOH = 2,5 V ( sérié 400 SKM)

These output characteristics are also guaranteed over
the worst-case VQQ and température conditions.

Cescaractéristiquesdesorties sont également garanties
pour les conditions les plus défavorables d'emploi
concernant la température et la tension d'alimentation
Vcede fonctionnement.
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The fan-out is 10 in the low logic level and 20 in the
high logic level. The excess in high level fan-out results
in the ability of tying up to 20 unused inputs of driven
gates.

La sortance s'élève à 10 pour un niveau bas de sortie
et à 20 pour un niveau haut. La sortance plus élevée
à niveau haut est mise à profit lors de la commande
de portes à entrées non utilisées par possibilité de
relier entre elles jusqu'à 20 de ces entrées.

SCHOTTKY TTL S TECHNOLOGY TECHNOLOGIE SCHOTTKY TTL S

The Schottky-clamped-transistor is obtained by using
standard diffusion techniques. The base contact
windon is extended to partly include the collector
région (see figure A ). Métal is deposited over both base
and collector régions which are not covered by Silicon
dioxyde and serves simultaneously as the transistor
base contact and the Schottky-barrier-diode anode
contact. The N-type collector and the métal form the
Schottky-diode.

Le transistor Schottky est réalisé à partir des techni-
ques de diffusions conventionnelles. L'ouverture du
contact de base est agrandie de manière à ce qu'il
découvre partiellement la région du collecteur (voir
figure A). Un métal est déposé sur les deux régions
baseet collecteur ainsi découvertes et forme le contact
commun de base du transistor et d'anode de la diode
Schottky. Le collecteur de type N et le métal forment
la diode Schottky.

SCHOTTKY NPN TRANSISTOR
TRANSISTOR NPN SCHOTTKY

E BC
O OO

p n , r n
^

—1—
N+N+

P+
P+

P+ N

C N+

P

o c o c

B o B O

O E O E

Figure A
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Gates
Opérateurs
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SF.C 400 S
QUADRUPLE TWO INPUT NAND GATES

QUADRUPLE OPERATEUR ET-NON A DEUX ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc (V) Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Low State
Etat bas

High State
Etat haut

Max.Min.

AilSF.C 400 SE TO-116 0°C, + 70°C

—55°C, +125°C

204,75 5,25 105,5 V inputs
Toutes
entrées

1
TO-116SF.C 400 SKM 5,5 V4,5 5,5 2010

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

° VCC
50 n900 n

02,8 kn

£Inputs
Entrées

3,5 kfi7 7 v £A O- Output
Sortie

Y = A . B
B O

*2?
250 n500 n

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package TO-116 (CB-2)
Boî tier

T T L - X V 7 4 - 7 1/2
THOMSON - CSF
OIVISlON SEMICONDUCTEURS 661



SF.C 400 S

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).Dans toute lagammede températureambiantede fonctionnement (sauf indicationscontraires).
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V 1,2

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas VILmax 1,20,8 V

Maximum input clamp voltage
Tension d'écrêtage maximale en inverse
sur les entrées

VCCminVl 3-1,2 V = —18 mAI

SF.C 400 SE
2,7 V

VCCmin
V|L = 0,8 V
l0H = -1 mA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 1

SF:C 400 SKM
2,5 V

VCCmin
V|H = 2 V
l0L = 20 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l’état bas ^OLmax 20,5 V

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V 'IH 41 mA

VMaximum input current at 2,7 V
Courant maximal d'entrée à 2,7 V

CCmax
V. = 2,7 V

I 50 pA 4IHmin

^CCmax
V, = 0,5 V

Maximum low level input current
Courant maximal d’entrée à l'état bas

-2 mA 5ILmax

CCmax
See note 1
Voir note 1

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit

—100<los<—40 6OS mA mA

VCCmax
AU inputs at 0 V
Toutes entrées à 0 V

I 16 mA 7CCH
Maximum supply current
Courant maximal consommé

VCCmax
AU inputs at 5 V
Toutes entrées à 5 V

I 736 mACCL

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ^mb = 25°C VCC "= 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX. FIG.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signal de sortie

t 3 ns 4,5 nsPLH

CL = 15 pF

RL = 280 £2
8Propagation delay time,high to low

level output
Temps de propagation à la décroissance
du signal de sortie

lPHL 3 ns 5 ns

ASee figures page 685
Voir figures page 685

Note 1 : Not more than one output should be shorted at a time
Une seule sortie doit être mise à la masse à la fois

2/2 TTL - XV
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SF.C 403 S
QUADRUPLE TWO INPUT NAND GATES

QUADRUPLE OPERATEUR ET-NON A DEUX ENTREESi

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

High level
output
voltage

Tension de
sortie état

haut

Low level
output
current

Courant de
sortie état

vcc ( V)Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boî tier

Type

Min. Max.
bas

AilSF.C 403 SE TO-116 0°C, 4 70°C 5,254,75 5,5 V 5,5 V 20 mA inputs
Toutes
entrées

1
SF.C 4Ô3 SKM TO-116 — 55°C, + 125°C 5,54,5 5,5 V 5,5 V 20 mA

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

VO WCC

2,8 kn 900 n
Inputs
Entrées

A O
Output y = A . Bv Sortie

B o £
0500 n 250 n

WS

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package TO-116 (CB-2)
Boîtier Vcc 4B 4A 4Y 3B 3A 3Y

14 13 12 11 10 9 8

TTL - XV 74 - 7 1/2
THOMSON - CSF
DIVISION SEMICONDUCTEURS 663



SF.C 403 S

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).Dans toute lagammede température ambiante de fonctionnement (sauf indicationscontraires).
•ELECTRICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut vIHmin 2 V 1,2

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V 1.2

Maximum input clarnp voltage
Tension d'écrêtage maximale en inverse
sur les entrées

^CCminV -1.2 V 3= -18 mAI I

^CCmin
V|H = 0,8 V

= 5,5 V

Maximum high level output current
Courant maximal de sortie à l'état haut

I 1OHmax 250 pA

VOH

VCCmin
V,L = 2 V

IQI_ = 20 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l’état bas ^OLmax 0,5 V 2

^CCmaxMaximum input current at 5,5 V
Courant maximal d’entrée à 5,5 V 1 mAIH 4V = 5,5 VI

VCCmaxMaximum input current at 2,7 V
Courant maximal d'entrée à 2,7 V 50 pA 4IHmin V = 2,7 VI

^CCmax
V, = 0,5 V

Maximum low level input current
Courant maximal d’entrée à l'état bas

I -2 mA 5ILmax

VCCmax
Ail inputs at 0 V
Toutes entrées à 0 V

ICCH 13,2 mA
Maximum supply current
Courant maximal consommé 7

VCCmax
Ail inputs at 5 V
Toutes entrées à 5 V

36 mACCL

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb = 25°C VCC "= 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX. FIG.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

lPLH 7,5 ns5 ns

CL = 15 pF

RL = 280 ü 8
Propagation delay time,high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa! de sortie

*PHL 4,5 ns 7 ns

ASee figures page 685
Voir figures page 685

2/2 TTL - XV
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SF.C 404 S

HEXINVERTERS
SEXTUPLES INVERSEURS

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d’entrée
maximale

vcc <v) Input
loading factor

Facteur de charge
d’entrée

Package
BoîtierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Min. Max.

AilSF.C 404 SE TO-116 0°C, + 70°C 4,75 5,25 5,5 V 10 20 inputs
Toutes
entrées

1
SF.C 404 SKM TO-116 —55°C, +125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 20

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

°VCCT
50n900 n

2,8 kn

£
TX £ 3,5 kn Output

"O Sortie Y = A

vs

£Input A O
Entrée < -

250 n500 n

S»
PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package TO-116 (CB-2)
Boî tier Vcc 6A 6Y 5A 5Y 4A 4Y

14 13 12 11 10 9 8

T T L - X V 7 4 - 7 1/2
THOMSON - CSF

665DIVISION SEMICONOUCTEURS
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SF.C 404 S

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagamme de température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES
VALEURS

SVMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 1,22 V

Maximum low level input voltage
Tension maximale d’entrée permise à l'état bas ^ILmax 1,20,8 V

VMaximum input clamp voltage
Tension d'écrêtage maximale en inverse
sur les entrées

CCminV. 3-1,2 V I = -18 mAI

SF.C 404 SE
2,7 V

VCCmin
V ( l_ = 0,8 V

= —1 mA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l’état haut ^OHmin 1

SF.C 404 SKM
2,5 V

IOH -

VCCmin
V|H = 2 VMaximum low level output voltage

Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 20,5 V
QL = 20 mA

^CCmaxMaximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V > IH 41 mA = 5,5 VVI

VMaximum input current at 2,7 V
Courant maximal d'entrée à 2,7 V

CCmax
V, = 2,7 V

I 50 pA 4IHmin

^CCmax
V, = 0,5 V

Maximum low level input current
Courant maximal d'entrée à l'état bas

I -2 mA 5ILmax

VCCmax
See note 1
Voir note 1

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit

-100<Iqs<-40'os 6mA mA

^CCmax
Ail inputs at 0 V
Toutes entrées à O V

I 7CCH 24 mA
Maximum supply current
Courant maximal consommé

VCCmax
Ail inputs at 5 V
Toutes entrées à 5 V

7CCL 54 mA

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb = 25°C V C C = 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX. FIG.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

lPLH 3 ns 4,5 ns
C^ = 15 pF

RL . = 280 El
8

Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signal de sortie

lPHL 3 ns 5 ns

ASee figures page 685
Voir figures page 685

Note 1 : Not more than one output should be shorted at a time
Une seule sortie doit être mise à la masse à la fois
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SF.C 405 S
HEXINVERTERS

SEXTUPLES INVERSEURS

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

High level
output
voltage

Tension de
sortie état

haut

Low level
output
current

Courant de
sortie état

bas

vcc'v >Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
max ima/e

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boî tier

Type

Max.Min.

AilTO-116SF.C 405 SE 0°C, 4 70°C 4,75 5,25 5,5 V 5,5 V 20 mA mputs
Toutes
entrées

1
SF.C 405 SKM TO-116 — 55°C, +125°C 4,5 5,5 5,5 V 5,5 V 20 mA

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

O vcc
2,8 kn 900 SI

K Output Y = A

K Sortie< ^

Input A
Entrée ^ 0 500 si 250 CL

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package TO-116 (CB 2)
Boîtier

TT L - XV 7 4 - 7 1 /2
THOMSON - CSF
DIVISION SEMICONDUCTEURS 667



SF.C 405 S

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede températureambiantede fonctionnement(sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut vIHmin 2 V 1.2

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V 1.2

Maximum input clamp voltage
Tension d’écrêtage maximale en inverse
sur les entrées

^CCminVl -1.2 V 3I = -18 mAI

VCCmin
V|L = 0,8 V

VOH = 5,5 V

Maximum high level output current
Courant maximal de sortie à l'état haut

I 250 pA 1OHmax

VCCmin
V,H = 2 V
IQ^ = 20 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,5 V 2

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V

1IH 1 mA 4

VMaximum input current at 2,7 V
Courant maximal d’entrée à 2,7 V

CCmax
V. = 2,7 V50pA 4IHmin

VMaximum low level input current
Courant maximal d’entrée à l'état bas

CCmax
V, = 0,5 V-2 mA 5ILmax

VCCmax
Ail inputs at 0 V
Toutes entrées à 0 V

I 19,8 mACCH
Maximum supply current
Courant maximal consommé 7

CCmax
Ail inputs at 5 V
Toutes entrées à 5 V

I 54 mACCL

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb = 25°C VCC ”= 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX. FIG.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

lPLH 5 ns 7,5 ns

CL = 15 pF
= 280 n 8RLPropagation delay time, high to low

level output
Temps de propagation à la décroissance
du signal de sortie

*PHL 7 ns4,5 ns

ASee figures page 685
Voir figures page 685
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SF.C 410 S
TRIPLE THREE INPUT NAND GATES

TRIPLE OPERATEUR ET-NON A TROIS ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc <v> Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boî tierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Max.Min.

AilSF.C 410 SE 5,25 5,5 V 100°C, + 70°C 4,75TO-116 20 inputs
Toutes
entrées

1
20SF.C 410 SKM —55°C, + 125°C 4,5 10TO-116 5,5 5,5 V

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

VOî cc
50n900 n

2,8 kfi

K7J7 v 3,5 knA <> Output
SortieInputs

Entrées B O «

£c o
Y = A . B . C250n500n

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

i

Package TO-116 (CB-2)
Boî tier

;
KM 3 4 5 6 7

1A 1B 2A 2B 2C 2Y GND

T T L - X V 7 4 - 7 1/2
THOMSON - CSF
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SF.C 410 S

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede température ambiante de fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

VALUES
VALEURS

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 1,22 V

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 1,20,8 V

VCCminMaximum input clamp voltage
Tension d'écrêtage maximale en inverse
sur les entrées

Vl 3-1,2 V I = -18 mAI

SF.C 410 SE
2,7 V VCCmin

V|L = 0,8 V

OH “

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 1

SF.C 410 SKM
2,5 V

I = —1 mA

VCCminMaximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas

2^OLmax V = 2 V0,5 V IH

* OL = 20 mA

^CCmaxMaximum input current at 5,5 V
Courant maximal d’entrée à 5,5 V 41 mAIH = 5,5 VVI

VMaximum input current at 2,7 V
Courant maximal d'entrée à 2,7 V

CCmaxI 50 pA 4IHmin V = 2,7 VI

VCCmax
V, = 0,5 V

Maximum low level input current
Courant maximal d'entrée à l'état bas

I -2 mA 5ILmax

CCmax
See note 1
Voir note 1

-100<Iqs<-40Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit 'os 6mA mA

CCmax
Ail inputs at 0 V
Toutes entrées à 0 V

I 12 mA 7CCH
Maximum supply current
Courant maximal consommé

VCCmax
Ail inputs at 5 V
Toutes entrées à 5 V

727 mACCL

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ^mb = 25°C V C C = 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP. FIG.MIN. MAX.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

*PLH 3 ns 4,5 ns

CL = 15 pF

RL = 280 £2
8

Propagation delay time,high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa! de sortie

lPHL 3 ns 5 ns

ASee figures page 685
Voir figures page 685

Note 1 : Not more than one output should be shorted at a time
Une seule sortie doit être mise à la masse à la fois
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SF.C 411 S

TRIPLE THREE INPUT AND GATES
TRIPLE OPERATEUR ETA TROIS ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PR!NC!PALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

V C C ( V ) Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boî tierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Min. Max. t

AilSF.C 411 SE TO-116 5,5 V0°C, + 70°C 4,75 5,25 10 20 inputs
Toutes
entrées

1SF.C 411 SKM TO-116 —55°C, +125°C 5,54,5 5,5 V 2010

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

° VCC
50 n900 n

02 ktt K2,8 kO

K 3,5 kn
^ Output
V Sortie

£7 X.FA <> Y = A . B . CKInputs
Entrées B O

C O 250 n500 n

S85
PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package TO-116 (CB-2)
Boîtier

i 2 3 4 5 6 7

1A 1B 2A 2B 2C 2Y GND

T T L - X V 7 4 - 7 1/2
THOMSON - CSF

671DIVISION SEMICONDUCTEURS
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SF.C 411 S

Over operating free-air température range (unless otherwise specified ).
Dans toute la gammede températureambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d’entrée permise à l'état haut ^IHmin 1,22 V

Maximum low level input voltage
Tension maximale d’entrée permise à l'état bas ^ILmax 1,20,8 V

VMaximum input clamp voltage
Tension d'écrêtage maximale en inverse
sur les entrées

CCminVl 3-1,2 V = -18 mA

SF.C 411 SE
2,7 V VCCmin

V|H = 2 VMinimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l’état haut

1^OHmin SF .C 411 SKM
2,5 V

= — 1 mAI OH

VCCmin
V| L = 0,8 V

IQĴ = 20 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas

2^OLmax 0,5 V

^CCmaxMaximum input current at 5,5 V
Courant maximal d’entrée à 5,5 V ' «H 41 mA = 5,5 VV I

VMaximum input current at 2,7 V
Courant maximal d'entrée à 2,7 V

CCmaxI 50 pA 4IHmin V = 2,7 VI

^CCmax
V , = 0,5 V

IMaximum low level input current
Courant maximal d'entrée à l'état bas

-2 mA 5ILmax

^CCmax
See note 1
Voir note 1

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit

-100<Iqs<-40 6OS mAmA

VCCmax
Ail inputs at 5 V
Toutes entrées à 5 V

7CCH 24 mA
Maximum supply current
Courant maximal consommé

VCCmax
Ail inputs at 0 V
Toutes entrées à 0 V

I 7CCL 42 mA

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ^mb = 25°C V C C = 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. FIGMAX.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

*PLH 4,5 ns 7 ns

CL = 15 pF

RL = 280 n 8Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa! de sortie

lPHL 5 ns 7,5 ns

ASee figures page 685
Voir figures page 6S5

Note 1 : Not more than one output should be shorted at a time
Une seule sortie doit être mise à la masse à la fois

2/2 TTL - XV

672



SF.C 415 S
TRIPLE THREE INPUT AND GATES

TRIPLE OPERATEUR ET A TROIS ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

High level
output
voltage

Tension de
sortie état

haut

Low level
output
current

Courant de
sortie état

bas

VCC(V)Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d’entrée
maximale

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boî tier

Type

Max.Min.

AilSF.C 415 SE 0°C, + 70°CTO-116 4,75 5,25 5,5 V. 5,5 V 20 mA inputs
Toutes
entrées

1
SF.C 415 SKM TO-116 —55°C, +125°C 4,5 5,5 5,5 V 5,5 V 20 mA

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

° VCC52 k« 900 Cl

K7 x! Q Output
Sortie

AO KInputs R <yEntrées B ^
Y = A . B . CDCO 250 n.500 n

8B SSB

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package TO-116 (CB-2)
Boîtier

Vcc 1C 1Y 3C 3B 3A 3Y

13 12 11 10 9 814

&
&r &

1 2 3 4 5 6 7

1A 1B 2A 2B 2C 2Y GND

TTL - XV 74 - 7 1/2
THOMSON - CSF
DIVISION SEMICONDUCTEURS 673



SF.C 415 S

Over operatmg free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede températureambiantede fonctionnement(sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS.
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut vIHmin 2 V 1.2

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V 1,2

Maximum input clamp voltage
Tension d'écrêtage maximale en inverse
sur les entrées

^CCmin
I, = —18 mA

V -1,2 V 3

VCCmin
V|H = 2 V
V0H = 5,5 V

Maximum high level output current
Courant maximal de sortità l'état haut 250 MA 1OHmax

VCCmin
V|L = 0,8 V
l0L = 20 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,5 V 2

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V 11H 1 mA 4

VMaximum input current at 2,7 V
Courant maximal d'entrée à 2,7 V

CCmax50 pA 4IHmin V = 2,7 VI

^CCmax
V, = 0,5 V

Maximum low level input current
Courant maximal d'entrée à l'état bas

I -2 mA 5ILmax

VCCmax
Ail inputs at 5 V
Toutes entrées à 5 V

19,5 mACCH
Maximum supply current
Courant maximal consommé 7

VCCmax
Ail inputs at 0 V
Toutes entrées à 0 V

42 mACCL

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb = 25°C VCC "= 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP.MIN. MAX. FIG.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signal de sortie

lPLH 5,5 ns 8,5 nsi

CL = 15 pF

RL = 280 D. 8
Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signal de sortie

VHL 6 ns 9 ns

ASee figures page 685
Voir figures page 685

2/2 T T L - X V
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SF.C 420 S
DUAL FOUR INPUT NAND GATES

DOUBLE OPERATEUR ET-NON A QUATRE ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc (v> Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
BoîtierType

Low State
Etat bas

High State
Etat haut

Min. Max.

AilSF.C 420 SE TO-116 4,75 5,250°C, + 70°C 5,5 V 10 20 inputs
Toutes
entrées

1
TO-116SF.C 420 SKM 4,5 5,5 5,5 V—55°C, +125°C 10 20

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

°VCC
50 n900 n

02,8 kft

K
3,5 kftA O 0 Output

SortieB OInputs
Entrées «

KC O- Y = A . B .C .D
D O-

250 Î2500n

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package TO-116 (CB-2)
Boîtier

Vcc 2D 2C NC 2B 2A 2Y

H]î]—0—R]—QU—0°]—H—H-

g-= &) n&

1A 1B NC 1C 1D 1Y GND

TTL - XV 74 - 7 1/2
THOMSON - CSF
DIVISION SEMICONOUCTEURS 675



SF.C 420 S

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede température ambiantede fonctionnement (sauf indicationsELECTRICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES contraires).

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 1,22 V

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 1,20,8 V

Maximum input clamp voltage
Tension d'écrêtage maximale en inverse
sur les entrées

VCCmin
I. = — 18 mA

V 3-1,2 VI

SF.C 420 SE
2,7 V VCCmin

V|L = 0,8 V

OH =

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 1

SF:C 420 SKM
2,5 V

I = —1 mA

VCCmin
V,H = 2 V

lQL = 20 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l’état bas ^OLmax 20,5 V

VCCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d’entrée à 5,5 V ’lH 41 mA

^CCmax
V, = 2,7 V

Maximum input current at 2,7 V
Courant maximal d’entrée à 2,7 V

I 50 pA 4IHmin

VCCmax
V, = 0,5 V

Maximum low level input current
Courant maximal d'entrée à l'état bas

I -2 mA 5ILmax

VCCmax
See note 1
Voir note 1

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit

-100<lQS<-40'os 6mA mA

VCCmax
Ail inputs at 0 V
Toutes entrées à 0 V

I 8 mA 7CCH
Maximum supply current
Courant maximal consommé

CCmax
Ail inputs at 5 V
Toutes entrées à 5 V

718 mACCL

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb = 25°C vcc -= 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX. FIG

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à ta croissance du
signa! de sortie

*PLH 3 ns 4,5 ns

CL = 15 pF

RL = 280 £2
8

Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa/ de sortie

*PHL 3 ns 5 ns

ASee figures page 685
Voir figures page 685

Note 1 : Not more than one output should be shorted at a time
Une seule sortie doit être mise à la masse à la fois
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SF.C 422 S
DUAL FOUR INPUT NAND GATES

DOUBLE OPERATEUR ET-NON A QUATRE ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

High level
output
voltage

Tension de
sortie état

haut

Low level
output
current

Courant de
sortie état

vcc(V)Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boî tier

Type

Max.Min.
bas

AilSF.C 422 SE TO-116 0°C, 4- 70°C 4,75 5,25 5,5 V 5,5 V 20 mA inputs
Toutes
entrées

1
SF.C 422 SKM TO-116 —55°C, +125°C 4,5 5,5 5,5 V 5,5 V 20 mA

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

O VCC
2,8 kn 900 SI

TTTTx.AO

Inputs B O
Entrées Q Q. .Q Output

SortieKDO

Y = A . B . C . DD500 SI 250 SIU
s» BS

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package TO-116 (CB-2)
Boîtier

;

1A 1B NC 1C 1D 1Y GND

TTL - XV 74 - 7 1/2THOMSON - CSF
DIVISION SEMICONDUCTEURS
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SF.C 422 S

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede températureambiantede fonctionnement(sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

ATEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES

VALUES
VALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut vIHmin 1,22 V

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l’état bas ^ILmax 0,8 V 1,2

Maximum input clarnp voltage
Tension d’écrêtage maximale en inverse
sur les entrées

VCCminVl 3-1,2 V = -18 mAI I

^CCmin
V|L = 0,8 V

VOH= 5,5 V

Maximum high level output current
Courant maximal de sortie à l'état haut

I 1250 pAOHmax

VCCmin
VIH = 2 v
l0L = 20 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l’état bas ^OLmax 0,5 V 2

^CCmaxMaximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V

«IH 1 mA 4V = 5,5 VI

VMaximum input current at 2,7 V
Courant maximal d'entrée à 2,7 V

CCmax
V, = 2,7 V50 pA 4IHmin

^CCmaxMaximum low level input current
Courant maximal d'entrée à l’état bas -2 mA 5ILmax V = 0,5 VI

VCCmax
Ail inputs at 0 V
Toutes entrées à 0 V

6,6 mACCH
Maximum supply current
Courant maximal consommé 7

VCCmax
Ail inputs at 5 V
Toutes entrées à 5 V

I 18 mACCL

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb = 25°C VCC "= 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX. FIG.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signal de sortie

*PLH 5 ns 7,5 ns

CL = 15 pF

RL = 280 a 8
Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signal de sortie

*PHL 4,5 ns 7 ns

ASee figures page 685
Voir figures page 685
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SF.C 464 S,SF.C 465 S
4-2-3 2 INPUT AND-OR-INVERT GATES
OPERATEUR ET-OU-NON A 4-2-3-2 ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc ( V ) Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boî tierType

Low State
Etat bas

High State
Etat haut

Max.Min.

5,5 VSF.C 464 SE 0°C, + 70°C 4.75 5,25 20TO-116 10
AilTO-116 0°C, + 70°C 4,75 5,25 10SF.C 465 SE 5,5 V inputs
Toutes
entrées

1
TO-116SF.C 464 SKM —55°C, +125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 20

TO-116SF.C 465 SKM -55°C, +125°C 5,5 5,5 V4,5 10

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

* VCCr —i2,82,8 kn2,8 kn 900n 2,8 kn 50nkn

£ SF.C 464 S
only
seulement

n7^Ëf 7 > o GA o 3,5 knB o o HC o o ID o
'3? J^ ?c ? Inputs

Entrées
Inputs
Entrées

TT̂E o o J Output w

Sortie TF * ° KJ

‘ÎPiP
Y = ABCD + EF + GHI + JK

250n500n £
PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package TO-116 (CB-2)
Boîtier

Vcc D C B K J Y

-0—0— 9 8 —

& >1

) T
&

&&

-0—0-0—0—ïlHlHl
A E F G H GND

TTL - XV 74 - 7 1/3
THOMSON - CSF
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SF.C 464 S

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede températureambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS

FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 1,22 V

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 1,20,8 V

Maximum input clamp voltage
Tension d'écrêtage maximale en inverse
sur les entrées

VCCmin
I,. = — 18 mAVl 3-1,2 V

I

SF.C 464 SE
2,7 V VCCmin

V!L = 0,8 V

'OH “

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 1

SF.C 464 SKM
2,5 V = —1 mA

VCCmin
Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas

V = 2 V0,5 V 2^OLmax IH
l0L = 20 mA

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d’entrée à 5,5 V

41 mAIH

^CCmax
V, = 2,7 V

Maximum input current at 2,7 V
Courant maximal d'entrée à 2,7 V

I 450 juAIHmin

VCCmax
V, = 0,5 V

Maximum low level input current
Courant maximal d'entrée à l'état bas

5-2 mAILmax

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit

—100<|os<—40 ^CCmax'os 6mAmA

^CCmax
Ail inputs grounded and the
output open
Toutes entrées à la masse et
la sortie en l'air

I 12,5 mACCH 7

Maximum supply current
Courant maximal consommé ^CCmax

Ail inputs of one AND gâte at
5 V, the remaining inputs
grounded and the output open
Un groupe d'entrées de porte ET à
5 V, les autres entrées à la masse
et la sortie en l'air

I 16 mA 7CCL

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES V C C = 5 V N = 10tamb = 25°C

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

PARAMETERS
PARAMETRES

MIN. TYP. FIG.MAX.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

t 3,5 ns 5,5 nsPLH
CL = 15 pF

RL = 280 El 8
Propagation delay time, high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa! de sortie

VHL 3,5 ns 5,5 ns

ASee figures page 685
Voir figures page 685

2/3 TTL - XV

680



SF.C 465 S

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede température ambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

ASYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS

PARAMETERS
PARAMETRES FIG.!

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V 1.2

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V 1,2

Maximum input clamp voltage
Tension d'écrêtage maximale en inverse
sur les entrées

VCCminV -1,2 V 3= -18 mAI

VCCmin
V,H = 0,8 V

VOH= 5,5 V

Maximum high level output current
Courant maximal de sortie à l’état haut

250 iiAOHmax 1

VCCmin
V|H = 2 V

IQĴ = 20 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l’état bas ^OLmax 0,5 V 2

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d’entrée à 5,5 V ^CCmax

V, = 5,5 V'lH 1 mA 4

^CCmaxMaximum input current at 2,7 V
Courant maximal d'entrée à 2,7 V

I 50 /iA 4IHmin V = 2,7 VI

^CCmax
V, = 0,5 V

Maximum low level input current
Courant maximal d'entrée à l'état bas

I —2 mAILmax 5

^CCmax
Ail inputs grounded and the
output open
Toutes entrées à la masse et la
sortie en l'air

I 11 mACCH 7

Maximum supply current
Courant maximal consommé ^CCmax

Ail inputs of one AND gâte at
5 V, the remaining inputs
grounded and the output open
Un groupe d'entrées de porte ET à
5 V, les autres entrées à la masse
et la sortie en l'air

16 mACCL 7

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES famb = 25°C V C C = 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX. FIG.

Propagation delay time, low to high
level output
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie

lPLH 5 ns 7,5 ns
CL = 15 pF

RL = 280 n 8
Propagation delay time,high to low
level output
Temps de propagation à la décroissance
du signal de sortie

VHL 5,5 ns 8,5 ns

ASee figures page 685
Voir figures page 685
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SF.C 4133 S

THIRTEEN INPUT NAND GATES
OPERATEUR ET-NON A TREIZE ENTREES

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

VCC < V >
Package
BoîtierType Low State

Etat bas
High State
Etat haut

Max.Min.

AilSF.C 4133 SE 20MP-117 5,25 100°C + 70°C 4,75 5,5 V inputs
Toutes
entrées

1
MP-117 20SF.C 4133 SKM —55°C, +125°C 5,5 V5,5 104,5

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

° VCC!
50 El900 si

D2,8 kn

K
3,5 kn7TX £A O Q Output

Sortie Y = A . B M
B O13 inputs

13 entrées

v\

I
M 250 n

500 SI

£
SB SB

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Package MP-117 (CB-79) Top view
Vue de dessusBoîtier

VCC M L K J I H Y
«]—0—R 10 9— 16 15

) & 3-1

•HD-E4>L 7 83

A B C D E F G GND

TTL - XV 74 - 7 1/2
THOMSON - CSF
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SF.C 4133 S

Over operating free-air température range (unless otherwise specified) .
Dans toute lagamme de températureambiante de fonctionnement(sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimaled'entrée permise à l'état haut V 1.22 VIHmir.
Maximum low level input voltage
Tension maximale d’entrée permise à l’état bas ^ILmax 1,20,8 V

Maximum input clamp voltage
Tension d'écrêtage maximale en inverse
sur les entrées

^CCminV 3-1.2 V 18 mAI

SF.C 4133 SE
2,7 V VCCmin

V,L = 0,8 V

'OH =

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l’état haut ^OHmin 1

SF.C 4133 SKM
2,5 V —1 mA

VCCmin
V.H = 2 V

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 20,5 V

QL = 20 mA

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d’entrée à 5,5 V •|H 41 mA

^CCmaxMaximum input current at 2,7 V
Courant maximal d'entrée à 2,7 V

I 50 pA 4IHmin V = 2,7 VI

VMaximum low level input current
Courant maximal d'entrée à l'état bas

I CCmax
V. = 0,5 V

-2 mA 5ILmax

^CCmax
See note 1
Voir note 1

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit

-100<los<-40'os 6mA mA

^CCmax
Ail inputs at 0 V
Toutes entrées à 0 V

I 5 mA 7CCH
Maximum supply current
Courant maximal consommé

CCmax
Ail inputs at 5 V
Toutes entrées à 5 V

710 mACCL

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES *amb = 25°c VCC “= 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP. FIG.MIN. MAX.

Propagation delay time, low to high
level output
Tempsde propagation à la croissance du
signal de sortie

lPLH 4 ns 6 ns

C^ = 15 pF

RL = 280 £2
8Propagation delay time,high to low

level output
Temps de propagation à la décroissance
du signa! de sortie

lPHL 4,5 ns 7 ns

ASee figures page 685
Voir figures page 685

Note 1 : Not more than one output should be shorted at a time
Une seule sortie doit être mise à la masse à la fois
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SCHOTTKY TTL SERIES S

GATES, INVERTERS
OPERATEURS, INVERSEURS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

TEST TABLE
TABLE DE TEST

See test table
Voir table de test

Function
Fonction

Test conditions
Conditions de tests

Open collector
outputs
Sorties à collecteur
ouvert

NAND
ET-NON

Input under test at V||_max, others at 4,5 V
Entrée testée à V /i_max, autres entrées à 4,5 VVCC

î AND Ail inputs at V|Hmin
Toutes les entrées à V /HminET

NOR
DU-NON

Ail inputs at V||_max
Toutes les entrées à V /i_maxInput test

conditions
Conditions de
tests sur les
entrées

OR Input under test at V|Hmin» others at GND
Entrée testée à V / /-/min, autres entrées à la masseOU

One input of each AND gâte at V., ( inputs
under test), others at 4,5 V
Une entrée par fonction ET à V / [_max (entrée testée),
autres entrées à 4,5 V

AND-OR-INVERT
ET-OU-NON

Ail inputs of AND gâte under test at V|Hmin*others at GND
Toutes les entrées de la fonction ET testée à
autres entrées à la masse

AND-OR
ET-OU

Figure 1 - V|H, V|L, VQH, lQH

TEST TABLE
TABLE DE TEST

Function
Fonction

See test table
Voir table de test

Test conditions
Conditions de tests

NAND
ET-NON

Ail inputs at V|Hmin
Toutes les entrées à V / /-/mjn

AND Input under test at V|Lmax» others at 4,5 V
Entrée testée à V /i_max, autres entrées à 4,5 VET

NOR
OU-NON

Input under test at Vmmin» others at GND
Entrée testée à V / /-/min, autres entrées à la masse

Input test
conditions
Conditions de
tests sur les
entrées

’OL

OR Ail inputs at V|i_max
Toutes les entrées à V / i_maxOU

Ail inputs of AND gâte under test at V|Hmin/

others at GND
Toutes les entrées de la fonction ET testée à V / Hmin'
autres entrées à ta masse

AND-OR-INVERT
ET-OU-NON

One input of each AND gâte at V|Lmax (input
under test), others at 4,5 V
Une entrée par fonction ET à Vn_max (entrée testée ),
autres entrées à 4,5 V

AND-OR
ET-OU

Figure 2 - V,H. V|L, VQL
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SCHOTTKY TTL SERIES S

GATES, INVERTERS
OPERATEURS, INVERSEURS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Vcc
I

Outputs
open
Sorties en
l’air

Inputs
open
Entrées
en l'air

vi-t-

SB
Figure 3 — V|

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

VCC

I11H SS 'iHmin

O
A. Each input is tested separately

Chaque entrée est testée séparément

B. When testing AND-OR-INVERT or AND-OR gates,
each AND gâte is tested separately with inputs of
AND gates not under test open when testing l|f-|
and grounded when testing l|Hmin-Pour le test des opérateurs ET-OU-NON ou ET-OU chaque
porte ET d'entrée est testée séparément : les entrées non
testées de la porte ET sont en l'air lors de la mesure de I /H :
elles sont mises à la masse pour le test de l /Hmin.

V
Outputs
open
Sorties en
l’air

Others inputs
Autres entrées

SB

Figure 4 - l|H, l1Hmjn
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SCHOTTKY TTL SERIES S

GATES, INVERTERS
OPERATEURS, INVERSEURS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

4,5 V Vcc

I A. Each irïput is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

B. When testing AND-OR-INVERT or AND-OR gates,
each AND gâte is tested separately with inputs of
AND gates not under test open.
Pour le test des opérateurs ET-OU-NON ou ET-OU, chaque
porte ET d'entrée est testée séparément : les entrées non
testées de la porte ET sont en Tair.

Others inputs
Autres entrées Outputs

open
Sorties en
l'airIL

O
V|

Figure 5 — 11 j_

TEST TABLE
TABLE DE TEST

Test conditions
Conditions de tests

Function
FonctionSee test table

Voir table des tests NAND
ET-NON

Ail inputs at GND
Toutes les entrées à la masse

AND AU inputs at 4,5 V
Toutes les entrées à 4,5 VET

Input test
conditions
Conditions de
tests sur les
entrées

NOR
OU-NON

Ail inputs at GND
Toutes les entrées à la masse

OR AU inputs at 4,5 V
Toutes les entrées à 4,5 Vl'os

OU

AND-OR-INVERT
ET-OU-NON

AU inputs at GND
Toutes les entrées à la masse

AND-OR
ET-OU

AU inputs at 4,5 V
Toutes les entrées à 4,5 V

Figure 6 — Igg
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SCHOTTKY TTL SERIES S

GATES, INVERTERS
OPERATEURS, INVERSEURS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCC

l îCC

Input test
conditions
Conditions de
tests sur les
entrées

Outputs open
Sorties en l'air

Figure 7 — Içç

TEST TABLE
TABLE DE TEST

Test conditions
Conditions de testsFunction

Fonction II CCLCCH

NAND
ET-NON

Ail inputs at GND
Toutes les entrées à la masse

Ail inputs at 4,5 V
Toutes les entrées à 4,5 /

AND Ail inputs at 4,5 V
Toutes les entrées à 4,5 V

Ail inputs at GND
Toutes les entrées à la masseET

NOR
OU-NON

Ail inputs at GND
Toutes les entrées à la masse

One input at 4,5 V, others at GND
Une entrée à 4,5 V, les autres à la masse

OR One input at 4,5 V, others at GND
Une entrée à 4,5 V, les autres à la masse

Ail inputs at GND
Toutes les entrées à la masseOU

AND-OR-INVERT
ET-OU-NON

Ail inputs at GND
Toutes les entrées à la masse

Ail inputs of one AND gâte at 4,5 V,
others at GND
Toutes les entrées d’une porte ET à 4,5 V,
les autres à la masse

AND-OR
ET-OU

Ail inputs of one AND gâte at 4,5 V,
others at GND
Toutes les entrées d'une porte ET à 4,5 V,
les autres à la masse

Ail inputs at GND
Toutes les entrées à la masse

Note : The average current Icc value is calculated from the following équation :
La valeur moyenne du courant consommé IQQ est donnée par la relation suivante

'CCH + 'CCL'cc “

2
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SERIES SSCHOTTKY TTL

GATES, INVERTERS
OPERATEURS, INVERSEURS

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

Load circuit for open collector outputs
Circuit de charge pour sorties à collecteur ouvert

Load circuit for totem-pole outputs
Circuit de charge pour sorties à totem-pole.

Vcc

R RL L
Output under
test
Sortie testée

Output under
test
Sortie testée *

i : cc LL

«SB SB

CL includes probe and jig capacitance
CL comprend les capacités de la sonde et du montage

Ail diodes are 1N 916
Toutes les diodes sont des 1N 916

SWITCHING WAVEFORMS
FORMES DES SIGNAUX DE COMMUTATION

V *f4!

3 V
90 %1,5 V 1,5 V

Input
Entrée

10 % 0 VI t ^PHLPLH +4

VOH Puises generator has thefollowing
characteristics:
Les impulsions délivrées par le générateur
ont les caractéristiques suivantes

f = 1 MHz, Z0 = 50n, tr < 2,5 ns,
tf <2,5 ns

In phase
output
Sortie en
phase

1,5 V 1,5 V
VOL

I VHL XPLHU H
I IOut of phase

output
Sortie en oppo-
sition de phase

VOHINç L5 V
I

1,5 V
VOL

Propagation delay times
Temps de propagation

Figure 8

TTL - XV 5/5
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TTL SCHOTTKY
SCHOTTKY TTL

Flip-flops
Bascules
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SF.C 474 S

DUAL D TYPE FLIP-FLOP
DOUBLE BASCULE DE TYPE D

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc <v > Input
loading factor

Facteur de charge
d’entrée

Package
Boî tierType

Low state
Etat bas

High state
Etat haut

Min. Max.

SF.C 474 SE TO-116 0°C, + 70°C 4,75 5,5 V5,25 10 20 D 1

SF.C 474 SKM TO-116 —55°C, + 125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 20 S,T 2

R 3

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 474 S is a dual D type flip-flop. Input
information (D) is transferred to the outputs on the
positive edge of the clock puise and is not directly
related to the transition time of the positive going
puise.

Le circuit SF.C 474 S est une double bascule de type D. Le
transfert de l'information présente sur l'entrée (D) s'effectue
sur le front positif de l'impulsion d’horloge. Ce transfert est
Hé au franchissement d'un seuil et non au temps de montée de
l'impulsion d'horloge.

After the clock input threshold voltage has been pas-
sed, the data input (D) is locked out.

L'entrée d'information (D) devient inopérante dès que le
signa! d'horloge atteint une valeur supérieure à ce seuil.

Each flip-flop has individual clear and preset inputs,
and complementary Q and Q* outputs. Chaque bascule possède des entrées R, S séparées et délivre

/'information de sortie sous les deux formes dr
plémentée.

corn-

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package TO-116 (CB-2)
Boîtier

2Q 2Q
•i

9 8

T Q*

D Q

T T L - X V I 7 4 - 2 1/7
THOMSON - CSF
DIVISION SEMICONDUCTEURS 693



SF.C 474 S

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

tn *n+1
Input D
Entrée D O*Q

C &Q O *OQ& >
L L H

H H
Notes :

: Bit time before clock puise
Instant avant transition d'horloge

tn+ .j : Bit time after clock puise
Instant après transition d'horloge

Low input to S sets Q to high level
Un niveau bas de tension sur S entraîne un
niveau haut de tension sur Q

Low input to R sets Q to jow level
Un niveau bas de tension sur R entraîne un
niveau bas de tension sur Q

S and R arejndjpendent of clock
L'action de R et S est indépendante de l'état
de l'horloge.

*nà
&

IO O O
s T D R

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

O VCC5 a2,8 ko 0,9 kO 50 O

Q

dr?"11

K\ khS O 500 250
O. o

rS®
2.8 c: SB/ Vu

R O a2,8 kO 50 O0,9 kO

J \ K» c;7TO
3,5 ki2/ / Y s | >—O Q '

m X KO

DO
250 O500 O

v'

2/7 T T L - X V I
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SF.C 474 S

Over operatmg free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede températureambiantede fonctionnement (sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d’entrée permise à l'état haut VIHmin 2 V A,B

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V A,B

Maximum input clamp voltage
Tension d’écrêtage maximale en inverse
sur les entrées

VCCminVl 1,2 V CI = —18 mAI

2,7 VSF.C 474 SEMinimum high level output
voltage
Tension minimale garantie en
sortie à l'état haut

VCCmin
V,L = 0,8 V

'(DH =
^OHmin A

-1 mASF.C 474 SKM 2,5 V

VCCmin
V,L = 0,8 V

Vm = 2 V

IQ^ = 20 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,5 V B

VCCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V < IH 1 mA E

50 pAD

^CCmaxIMaximum input current at 2,7 V
Courant maximal d'entrée à 2,7 V JIHmin'/ (Hmin) R 150 pA EVl = 2,7 V

S,T 100 pA

D -2 mA

VCCmaxIMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d'entrée à VQ[_max

ILmax
/ (Lmax) R —6 mA D/ V = 0,5 VI

S,T -4 mA

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit

-100 <los<-40 ^CCmax FOS mA mA

^CCmax
Icc 's measured with outputs
open, clock T grounded and
D, S, R at 4,5 V
!CÇ
Tair. l'entrée d'horloge T à la masse
et les entrées D.S, R à 4,5 V

Maximum supply current
Courant maximal consommé 'cc 50 mA E

est mesuré avec les sorties en

TTL - XVI 3/7
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SF.C 474 S

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb = 25°C vcc -= 5 V N = 10

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX. FIG.

Maximum clock frequency
Fréquence maximale d'horloge

75f Hmax MHz

Propagation delay time, low tojiigh level
output ( Q or Q*) from preset (S) or clear
( R ) inputs
Temps de propagation à la croissance du signal
de sortie (Q ou Q* ) depuis les entrées S ou R

*PLHI G !6 ns

Clock high
Horloge à
l'état haut

t 13,5ns GPHL2Propagation delay time, high to
low level output (Q_or Q*) from
preset (S) or clear ( R ) inputs
Temps de propagation à la décrois-
sance du signal de sortie (Q ou Q* )
depuis les entrées S ou R

CL = 15 pF

RL = 280 ^
Clock low
Horloge à
l'état bas

t 8 ns GPHL3

Propagation delay time, low to high level
output (Q or Q*) from clock T
Temps de propagation à la croissance du signal
de sortie (Q ou Q * ) depuis l'entrée d'horloge T

tPHL4 9 ns G

Propagation delay time, high to low level
output (Q or Q*) from clock T
Temps de propagation à la décroissance du
signal de sortie (Q ou Q* ) depuis l'entrée
d'horloge T

tPLH4 9 ns G

Clock high level
Niveau haut d'horloge (T) lw1 6 ns H

Clock low level
Niveau bas d'horloge (T) *w2 H7,3 nsPuises width

Largeur des signaux

Clear or preset low level
Niveau bas des entrées de
remise à zéro ou à un (R,S)

tw3 7 ns H

High level data D
Niveau haut d'entrée D 3 ns HInput set-up time

Temps de préposition-
nement

tset-up
Low level data D
Niveau bas d’entrée D 3 ns H

Input hold time
Temps de maintien ^hold 2 ns H

4/7 TTL - XVI
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SF.C 474 S

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VVCC CC

îî Q)S ES S s
« cs -g
g1
g g
O *s i
d) a

QJ

<U S D QD Qc
« •§
"râ Jc

I(TJ *3M (J OH OL
V|0— V. O—î J kVOH

kg g
ë|a a T Q* o

VR R OL
O) - js
Æ S

+
+

Each flip-flop is tested separately
Chaque bascule est testée séparément

Each flip-flop is tested separately
Chaque bascule est testée séparément

Figure A - V|H, V|L, VQH Figure B - V) H, V|L, VQL

c I

v Outputs
l open
( Sorties

en l'air

SiInputs
open
Entrées
en l'air

TV
D

+

S®
Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément Figure C — V|

V4,5 V TEST TABLE
TABLE DE TEST

CC
O O

Inputs at GND
Entrées à la masse

Input under test
Entrée testée V,=0,5 V

Inputs at 4,5 V
Entrées à 4,5 V/

S R S, DT
V) D Q

® a
-Q Oj
(TJ T3

Z «a»
</) -Qa> a
s|co ^

I Outputs
open
Sorties
en l'air

IL RS T, D
v, o

R T, D,S
T Q*
R 5D R, T

1. Each flip-flop is tested separately
Chaque bascule est testée séparément

2. Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparémentFigure D — l|^

TTL - XV l 5/7
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SF.C 474 S

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

TEST TABLE
TABLE DE TEST

Input under test
Entrée testée

V, = 2,7 V

Inputs at 4,5 V
Entrées à 4,5 V

Inputs at GND
Entrées à la masseTests

VCC
O

R and D ST
ICC S and D RT

TI S R and D§ (note 3)O D Q IH03 a
-Q Q)
CD T3

£ -Sco -Q
2 a
O)

cSS

D, T and (Q)R SOutputs
open
Sorties
en l'air

I IHmin
D and T
(note 3)R S

S and TDT Q* R
R

V D, S and RCC TCC

1. Each flip-flop is tested separately
Chaque bascule est testée séparément

2. Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

3. GND is momentarily applied to T input, then 4,5 V
L'entrée T est portée à 4,5 V après avoir été mise momen-
tanément à la masse.

m

Figure E - l|H, l|Hmjn, lcc
V
Q

O QVCC

î
s

IosInputs ,
open )
Entrées ^en l'air

D Q

T Q*

R

1. Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

2. Duration of short-circuit output should not exceed one second
La durée du test de court-circuit en sortie ne doit pas dépasser une seconde

Figure F — IQS

6/7 TTL - XVI
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SF.C 474 S

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

V C C = 5 V o
D input Clock puise
Entrée D Entrée d'horlogeR, = 280 12L

? ? RL = 280 £2
(note 2)

CZJr
(note 2)

ô D

(note 1) 1

T RS

CL = 15 pF
(note 1)fi Q Q*

Output
under test O-
Sortie testée

Output
O under test

Sortie testéeLoad circuits for totem-pôle outputs
Circuits de charge pour sorties à totem-pôles

Notes 1 : C(_ includes probe and jig capacitance
CL comprend les capacités de la sonde et du montage

Puise generator has the following characteristics : f = 1 MHz, Z = 50 £2, tr < 2,5 ns, tf < 2,5 ns
Le générateur d'impulsions a les caractéristiques suivantes

SWITCHING WAVEFORMS
FORMES DES SIGNAUX DE COMMUTATION

2 : Ail diodes are 1N 916
Toutes les diodes sont des 1N 916

3 V\Clock input
Entrée d'horloge 1,5 V

0
Data input
Information
d'entrée Q

3 V/ 0
R 3 VvvClear input

Remise à zéro 0i
I

S 3 VVJ,
Preset input
Remise à un

In phase Q
output
Sortie en
phase

I
I

,tPHL2 tPHL4 >LH4l<tPHL3PLH1 PLH1+—f +I V0HA r.i /, \PHL2 PHL3 OL4—h

\\ 'J, \ J OHOut of phase
output
Sortie en Q
opposition de
phase

tPHL4
PLH1 PLH1 PLH4*f—+ ++

Figure G

-^-*4—( tw3
•I

I I
3 V I 3 V

1.5 v 'J
/10 % V //90 %Clock input

Entrée d'horloge 1,5 V
0i lw2^w1 ++ 0^et-uptholdI i Clear or preset input

Entrée de remise à zéro ou à unI I 3 V\L £\ jr\Data input
Information
d'entrée

1,5 V
0I thold !t i : iLVset-up i

Set-up and hold times
Temps de prépositionnement èt de maintien

Puise widths
Largeur des impulsions

Figure H

TTL - XVI 7/7
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SF.C 4112 S

DUAL JK FLIP-FLOP
DOUBLE BASCULE JK

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

VCC (V >Package
BoîtierType Low state

Etat bas
High state
Etat hautMax.Min.

SF.C 4112 SE MP-117 0°C, + 70°C 4,75 5,25 5,5 V 20 J, K10 1

T,R,SMP-117SF.C 4112 SKM —55°C, +125°C 4,5 5,5 205,5 V 10 2

GENERAL DESCRIPTION
DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 4112 S is a dual JK flip-flop. Each flip-
flop offers individual J, K, preset (S), clear (RJ and
clock (T) inputs.

Le circuit SF.C 4112 S est une double bascule de typé JK.
Chaque bascule possède des entrées séparées J, K, S, R et T.

Input data is transferred to the output o.i the negative-
going edge of the clock puise. The J and K inputs are
enabled when the clock goes high. Direct-coupled
triggeringoccursat a spécifie voltage level of the clock
puise, and after the clock input threshold voltage has
been passed, the J and K inputs are locked out. Clear
( R ) and preset (S) are independently of clock (T).

L'information est transmise de l'entrée vers la sortie sur le
front négatif du signal d'horloge. Les entrées J et K sont

validées pendant l'état haut du signal d'horloge. La commuta-
tion de la bascule est obtenue pour une tension de seuil bien
définie du signaf d'horloge. Ce seuil ayant été franchi, les
entrées J et K deviennent inopérantes vis à vis du nouvel
état de la bascule. Les entrées de remise à zéro (R) et de
remise à un agissent indépendamment de l'horloge (T ).

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package MP-117 (CB-79)
Boîtier

Vcc 1R 2R 2T 2K 2J 2S 2Q

10 913 12 11i— 16 IS 14

K RQ* J S Q

)
j s Q K RQ*

T

TDHlHÎHiRlHiHiHIb
1T 1K 1J 1S 1Q 1Q* 2Q* GND

TTL - XVI 74 - 2 1/7
THOMSON - CSF
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SF.C 4112 S

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENTX xn+ 1

K O

L Qn
H L

HL

Q*HX n

C Notes :
& O Bit time before clock puise

Instant avant transition d'horloge
C & O tn

tp+ ^ : Bit time after clock puise
Instant après transition d'horloge

J O

C
ô
T

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE VCC

OI

PXnTJ X
Q O O Q*X

£
XR o

O s

T O

777 O K

J O- O
GND

2/7 TTL - XVI
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SF.C 4112 S

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede températureambiante de fonctionnement (sauf indicationscontraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut ^IHmin 2 V A,B

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas ^ILmax 0,8 V A,B

Maximum input clamp voltage
Tension d’écrêtage maximale en inverse
sur les entrées

VCCminV -1,2 V C
= —18 mAII

VCCmin
V|L = 0,8 V
V|H = 2 V
|QH —1 mA

2,7 VMinimum high level output SF.C 4112 SE
voltage
Tension minimale garantie en
sortie à l’état haut

^OHmin A

SF.C 4112 SKM 2,5 V

VCCmin
V|L = 0,8 V
V,H = 2 V

IQI_ — 20 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,5 V B

^CCmaxMaximum input current at 5,5 V
Courant maximal d’entrée à 5,5 V ' lH E1 mA Vl = 5,5 V

J,K 50 pA

^CCmax
V, = 2,7 V

IMaximum input current at 2,7 V
Courant maximal d’entrée à2,7 V

IHmin
/ {Hmin) E/

R,S,T 100 pA

J,K -1,6 mA

^CCmax
V, = 0,5 V

IMaximum input current at VoLmax
Courant maximal d’entrée à VoLmax 'ILmax

! (Lmax )
T —4 mA D

S,R -7 mA

Short-circuit output current
Courantde sortie en court-circuit

-100 <los<-40 ^CCmax'os FmAmA

^CCmax

•CC ‘s measured with outputs
open,_clock T grounded and
J, K, S, R at 4,5 V.

est mesuré avec les sorties en
Tafr, l'entrée d'horloge T à la masse
et les entrées J, K,S, R à 4,5 V.

Maximum supply current
Courant maximal consommé

I 50 mA ECC
1cç

TTL - XV I 3/7
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SF.C 4112 S

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES tamb = 25°C V C C = 5 V N = 1 0

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX. FIG.

Maximum dock frequency
Fréquence maximale d'horloge

80f Hmax MHz

Propagation delay time, low to high level
output (Q or Q#) from preset (5) or clear
(R) inputs
Temps de propagation à la croissance du signal
de sortie (Q ou Q*) depuis les entrées S ou R

VLHI G7 ns

Clock high
Horloge à
l'état haut

7 ns GPropagation delay time, high to
low level output (Q or Q* } from
preset (5) or clear (R ) inputs
Temps de propagation à la décrois-
sance du signal de sortie (Q ou Q*)
depuis les entrées Sou R

lPHL1
CL = 15 pF

RL = 280nClock low
Horloge à
l'état bas

G7 ns

Propagation delay time, low to high level
output (Q or Q*) from clock T
Temps de propagation à la croissance du signal
de sortie (Q ou Q*) depuis l'entrée d’horloge T

*PLH 2 G7 ns

Propagation delay time,high to low level
output (Q or Q*) from clock T
Temps de propagation à la décroissance du
signal de sortie (Q ou Q* ) depuis l'entrée
d'horloge T

*PHL 2 G7 ns

Clock high level
Niveau haut d’horloge (T) *w1 H6 ns

Clock low level
Niveau bas d'horloge (T) *w2 H6,5 nsPuises width

Largeur des signaux

Clear or preset low level
Niveau bas des entrées de
remise à zéro ou à un (R,S)

H8 nstw3

High level data J or K
Niveau haut d'entrée J ou K

3 ns H
|nput set-up time
Temps de préposition-
nement

tset-up
Low level data J or K
Niveau bas d'entrée J ou K 3 ns H

Input hold time
Temps de maintien *hold H0 ns

4/7 TTL - XVI
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SF.C 4112 S

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

V VCCCC

I I4*S
4-Ss I

i l«-* o

gi
.2 §
oc= S
QJ -fe0) o
to ^

Rc R- S-£ •§

g!
g S
8|a a

J Q J QA I A '0LOH
V, O— V, O-XîK Q" K

S 5V0H V0)«S OL +
~I +

MS MS* MS MS
Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément
Figure A - V|H, V|L, VQH

Each flip-flop is tested separately
Chaque bascule est testée séparément
Figure B - V|H> V|L, VQL

VCC

II I

R Q

X 5Inputs
open
Entrées
en l'air

Outputs
open
Sorties en
l'air

TVl
J
K Q*

'+

MS SM
Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément Figure C — V

VCC 94,5 V O

Input under test
Entrée testée

V|= 0,5 V
Inputs at 4,5 V
Entrées à 4,5 V

Inputs at GND
Entrées à la masse

S4w

QIL v a
-O o>ro -O

None
AucuneR, T, S, K (note 1)JOutputs

open
Sorties en
l'air

«5
B a

v, a T None
AucuneR, T, S,J (note 2)K

0)
Q) .Oen K Q" R,J, S, K (note 1)

R, K, S,J (note 2)
None
AucuneTR

None
AucuneR J, T, S, K

MS None
AucuneS J, K, T, R

Each flip-flop is tested separately
Chaque bascule est testée séparément

Each input is tested separately
Chaque entrée est testée séparément

(1 GND is momentarily applied to R input, then 4,5 V
L'entrée R est portée à 4,5 V après avoir été momentanément mise à la masse

(2) GND is momentarily applied to S input, then 4,5 V
L'entrée S est portée à 4,5 V après avoir été momentanément mise à la masse

Figure D

'IL

TTL - XVI 5/7
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SF.C 4112 S

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

VCC

O

l 'ce

s
Q0) fiI

Outputs
open
Sorties en
l'air

-Q tu

+S ”5
$ S
QJ "!;

K _ Q*
R

SSS
Each flip-flop is tested separately
Chaque bascule est testée séparément

Figure E — IIH' IHmin' ’CC

Input under test
Entrée testée

V|= 2.7 V
Inputs at 4,5 V
Entrées à 4,5 V

Inputs at GND
Entrées à la masse

Tests

R, S, K, TJ

R, S, J, TK

*IH None
Aucune J, T, S.KR

IHmin
T, K, R,JS

T R, S, J, K

’cc V J,K, S, R TCC

VCC
Q

S Q V
4,5 V O T

|'osK Q* O
R

Each output is tested separately
Chaque sortie est testée séparément

Duration of short-circuit output should nôt exceed one second
La durée du test de court-circuit en sortie ne doit pas dépasser une seconde

SWPS5
Figure F - IQS

6/7 TTL - XVI
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SF.C 4112 S

TEST CIRCUITS
MONTAGES DE TESTS

v c c = 5 V o
J,K inputs
Entrées J,K
at 2,7 V
à 2,7 V

Clock input
Entrée d'horlogeR, = 280 a O OL

R, = 280HL

(note 2) (note 2)
H H W,i3-L

(note 1)

S J T KR
Q Q*

SH
C|_ = 15 pF

(note 1)
Output
under testO
Sortie testée

Output '
O under test

Sortie testéeLoad circuits for totem-pôle outputs
Circuits de charge pour sorties à totem-pôle

Notes 1 : C \_ includes probe and jig capacitance
CL comprend les capacités de la sonde et du montage

Puise generator has the following characteristics : f = 1 MHz, Z = 50 £2, tr < 2,5 ns, tf < 2,5 ns
Le générateur d'impulsions a les caractéristiques suivantes

SWITCHING WAVEFORMS
FORMES DES SIGNAUX DE COMMUTATION

Clock input
Entrée d'horloge

2 : Ail diodes are 1N 916
Toutes les diodes sont des IN 916

3 V/ 1,5 V
0IT

R 3 VWClear input
Remise à zéro

0
S 3 VYJ. YJ.Preset input

Remise à un tpHLI t tPHL2 j |<tPLH2

rf VOL

v0L

P L H1.I I lPHL1 PLH1
i VOH\ J. X/ tPHL1Outputs

Sorties
PHL1+ + VOH^ 1/, \ J. tPHL2,

PLH1 PLH1 PLH2+
Figure G

tw3tf V+ M-
I ii 3 V 3 VV90 % |/ Vy\io% ï\ \ \

Clock input
Entrée d'horloge 1,5 V

0 0I I ! ! Vlw2 tw1 Mtset-upL Ihold t Clear or preset input
Entrée de remise à zéro ou à unJoiK 3 VVLr\ r\Data input

Information
d'entrée

1,5 V
0I I 1 tr I I tfM- r - - f thold !^et-up + t

Set-up and.hold times
Temps de prépositionnement et de maintien

Puise widths
Largeur des impulsions

Figure H

T T L - X V I 7/7
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TTL SCHOTTKY
SCHOTTKY TTL

Multiplexers
Multiplexeurs
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SF.C 4153 S
DUAL 4 LINE TO 1 LINE,DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS

DOUBLES SELECTEURS DE DONNEES/MULTIPLEXEURS DE 4 VOIES VERS 1

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc ( V) Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boî tierType

Low State
Etat bas

High State
Etat haut

Min. Max.

AilSF.C 4153 SE MP-117 0°C, + 70°C 4,75 5,25 5,5 V 10 20 inputs
Toutes
entrées

1
SF.C 4153 SKM MP-117 —55°C, +125°C 4,5 5,5 5,5 V 10 20

— Permits multiplexing from 4 line to 1 line
— Performs parallel-to-serial conversion
— Input clamping diodes
— High fan-out, low impédance totem-pole outputs
— Fuily compatible with most TTL and DTL circuits

— Permet le multiplexage de 4 voies d'entrées vers 1 voie de
sortie

— Réalise la conversion parallèle-série

— Diodes d'écrêtage sur les entrées
— Sorties à totem-pôle à grande sortance et faible impédan-

ce

— Compatibilité avec la plupart des circuits TTL et DTL.

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 4153 S circuit contains two 4 line to 1 line
data selectors/multiplexers. Separate G strobe inputs
are provided for each multiplexer. C data inputs are
selected from two A, B select inputs.

Le circuit SF.C 4153 S contient deux multiplexeurs de 4
voies d'entrées vers 1 voie de sortie. Chaque multiplexeur
possède une entrée d'échantillonnage G séparée. Deux entrées
de commande A, B permettent de sélectionner les informa-
tions d'entrées C.

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Top view
Vue de dessus

Package MP-117 (CB-79) Strobe 2G
Boîtier Echantillonnage Select A Output

Sortie
Data inputsSélection

2G A 2C3 2C2 2C1 2C0

2Y1G

B 1C3 1C2 ICI 1C0 1Y

-EH* 6 8 —3 4 5 7

Strobe 1G yX Select B
EchantilIonnage

Output
Sortie GNDSélection Data inputs

Entrées des données 1Y

TTL - XVI I 74 - 7 1/4
THOMSON - CSF
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SF.C 4153 S

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

Strobe 1G
Echantillonnage

1COO

> >
&

i > &
1C1 O ~ Output 1Y

VSortie>1Data inputs
Entrées des
données &

1C2 O

( &
1C3 0

>B O > >
Select inputs
Entrées de
sélection A O > > > >

2C0 O
&

2C1 O
&Data inputs

Entrées des
données

Output 2Y
Sortie> 1

202 0
&

2C3 O
&

Strobe 2G o
Echantillonnage > >

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

Strobe
Echantillonnage

Output
Sortie

Data inputs
Entrées des données

Select inputs
Entrées de sélection

C2 C3C1CO GB A Y

X XX X X LX H
XXL L X LL L
XH XL L X HL
XX LL H X LL

H XL XH X L H
X X LH L X LL

H X X HL X HL
XH X XH L L L

X XH XH H L H

A and B select inputs are common to both multiplexers
Les entrées de sélection A et B sont communes aux deux multiplexeurs

X : Irrelevant
Etat indéterminé

H : High level
Niveau haut de tension

L : Low level
Niveau bas de tension

2/4 TTL - XVI I
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SF.C 4153 S

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute la gammede températureambiantede fonctionnement(sauf indications
contraires).

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

APARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG,

Minimum high level input voltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut VIHmin 2 V 1,2

Maximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas VILmax 0,8 V 1,2

Maximum input clamp voltage
Tension d'écrêtage maximale en inverse
sur les entrées

VCCminV -1,2 V 3I I = —18 mAI

SF.C 4153 SE
2,7 V VCCmin

V|H = 2 V
V|L = 0,8 V

iQH = ~1 mA

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut ^OHmin 1

SF.C 4153 SKM
2,5 V

VCCmin
V|H = 2 V
V|L = 0,8 V

lQL = 20 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l’état bas ^OLmax 0,5 V 2

VMaximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V

CCmax»IH 1 mA 4V = 5,5 VI

^CCmax
V, = 2,7 V

Maximum input current at 2,7 V
Courant maximal d'entrée à 2,7 V 50pA 4IHmin

^CCmaxMaximum low level input current
Courant maximal d’entrée à l'état bas

I -2 mA 5ILmax = 0,5 Vvi

CCmax
See note 1
Voir note 1

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit

-10CXIOÇ
mA 0b 40!OS 6mA

^CCmax
Ail inputs grounded
Toutes entrées à la masse
Ail outputs open
Toutes sorties en l’air

Supply current, low level output
per package
Courant d'alimentation par boî tier
sortie à l'état bas

I 70 mA 7CCL

ASee figures page 685
Voir figures page 635

Note 1 : Not more than one output should be shorted at a time
Une seule sortie doit être mise à la masse à la fois

TTL - XVI I 3/4
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SF.C 4153 S

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES TYP.MIN. MAX. FIG.

Propagation delay time, low to high level
output from C to Y
Temps de propagation à la croissance du signal
de sortie de C vers Y

lPLH 9 ns6 ns

8

Propagation delay time, high to low level
output from C to Y
Temps de propagation à la décroissance du signal
de sortie de C vers Y

VHL 6 ns 9 ns

Propagation delay time, low to high level
output from A or B to Y
Temps de propagation à la croissance du signal
de sortie de A ou B vers Y

VLH 11,5 ns 18 ns

CL = 15 pF
R, = 280 n 8

L

Propagation delay time, high to low level
output from A or B to Y
Temps de prùpagation à la décroissance du signal
1e sortie de A ou B vers Y

VHL 12 ns 18 ns

Propagation delay time, low to high level
output from G to Y
Temps de propagation à la croissance du signal
de sortie de G vers Y

'PLH 15 ns10 ns

8

Propagation delay time, high to low level
output from G to Y
Temps de propagation à la décroissance du signal
de sortie de G vers Y

VHL 9 ns 13,5ns

ASee figures page 685
Voir figures page 685
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SF.C 4157 S,SF.C 4158 S
QUADRUPLE 2 LINE TO 1 LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS

QUADRUPLES SELECTEURS DE DONNEES/MULTIPLEXEURS DE 2 VOIES VERS 1

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fan-out
Sortance

Operating free-air
température range

Gamme de température
ambiante de fonctionnement

Maximum
input voltage

Tension d'entrée
maximale

vcc < v > Input
loading factor

Facteur de charge
d'entrée

Package
Boî tierType Low state

Etat bas
High state
Etat haut

Min. Max.

SF.C 4157 SE 0°C, + 70°C

0°C, + 70°C

5,25MP-117 4,75 5,5 V

5,5 V

5,5 V

5,5 V

10 20

SF.C 4158 SE MP-117 4,75 5,25 10 20 S,G 2

20SF.C 4157 SKM MP-117 —55°C, +125°C

-55°C, +'125°C

4,5 5,5 10

4,5 5,5 10 20SF.C 4158 SKM MP-117 A, B 1

— Permits multiplexing from 2 line to 1 line — Permet te multiplexage de 2 voies d'entrées vers 1 voie de
sortie

— Conversion parallèle-série

— Circuit de programmation des compteurs

— Diodes d'écrêtage sur les entrées
— Sorties avec totem-pôle à grande sortance et faible impédance

— Performs parallel-to-serial conversion
— Source programmable counters

— Input clamping diodes
— High fan-out, low impédance totem-pole outputs

GENERAL DESCRIPTION DESCRIPTION GENERALE

The SF.C 4157 S and SF.C 4158 S circuits contain
four 2 line to 1 line data selectors/multiplexers. A
common G strobe input is provided for the four
multiplexers. S select input permits the sélection of a
4 bit-word from one of two A or B source inputs. The
outputs of the SF.C 4157 S présent tru data whereas
the outputs of the SF.C 4158 S présent inverted data
to minimize propagation delay time.

Les circuits SF.F 4157 s et SF.C 4158 S contiennent quatre
multiplexeurs de 2 voies d’entrées vers 1 voie de sortie. Une
entrée G d'échantillonnage est commune aux quatre multi-
plexeurs. Une entrée de commande S permet de sélectionner
l'un des deux mots de 4 bits présents sur les entrées. Les
informations de sorties sont délivrées sous leur forme directe
par le circuit SF.C 4157 S et sous leur forme complémentée
par le circuit SF.C 4158 S permettant ainsi de minimiser les
temps de traversées.

PINS CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top views
Vues de dessus

Package MP-117 (CB-79)
Boîtier Strobe Strobe

EchantillonnageEchantillonnage

I Inputs Output Inputs Output
Entrées Sortie Entrées Sortie

Inputs Output Inputs Output
Entrées Sortie Entrées SortieV VCC CC

G 4A 4B 4Y 3A 3B
SF.C 4157 S

1A 1B 1Y 2A 2B 2Y

G 4A 4B 4Y 3A 3B
SF.C 4158 S

1A 1B 1Y 2A 2B 2Y
)r )S s 3Y3Y

TjHiHiHiHiHBHiHZI- I

J Inputs Output Inputs Output GND
Sélection des données Entrées Sortie Entrées Sortie

Data select
Sélection des données Entrées Sortie

Inputs Output Inputs Output GND Data select
Entrées Sortie

74-9 1/4TTL - XVII
THOMSON - CSF
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SF.C 4157 S, SF.C 4158 S

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

1A O
SF.C 4157 S

&
OIY>11B O J&

2AO &
C 2Y>12BO &

3AO
8

03Y3BO
&

4AO
&

04Y>14BO &Strobe G Q
Echantillonnage &

Select input S Q.
Entrée de sélection

&>
SF.C 4158 S

1AO &
O 1Y>11BO &

2AO &
C 2Y3*12BO

&
3AO &

03Y>13BO- &
4A O- &

04Y>14BO
Strobe G Q.
Echantillonnage

&
&

Select input S QEntrée de sélection
&>

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

INPUTS
ENTREES

OUTPUT
SORTIE

Select S
Sélection

Strobe G
Echantilionnage A B

SF.C 4157 S SF.C 4158 S
H X X X HL
L XL HL L
L H XL H L
L X L HH L
L H X M LH

H : high level
niveau haut de tension

L : low level
niveau bas de tension

X : Irrelevant
Etat indéterminé

2/4 TTL - XV I I
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SF.C 4157 S, SF.C 4158 S

Over operating free-air température range (unless otherwise specified).
Dans toute lagammede températureambiantede fonctionnement (sauf indicationsELECTRICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES contraires).

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
VERIFICATION

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

VALUES
VALEURS FIG.

Minimum high level input veltage
Tension minimale d'entrée permise à l'état haut VIHmin 2 V

^ILmaxMaximum low level input voltage
Tension maximale d'entrée permise à l'état bas

0,8 V

Maximum input clamp voltage
Tension d’écrêtage maximale en inverse sur
les entrées

VCCminV -1,2 V
I = -18 mAI

SF.C 4157 SE
SF.C 4158 SE

2,7 V
VCCmin
V,H = 2 V
V|L = 0,8 V

'OH “

Minimum high level output voltage
Tension minimale garantie en sortie à l'état haut VOHmin

SF.C 4157 SKM
SF.C 4158 SKM

2,5 V
= — 1 mA

VCCmin
V.H = 2 V
V|L = 0,8 V

IQL — 20 mA

Maximum low level output voltage
Tension maximale garantie en sortie à l'état bas ^OLmax 0,5 V

^CCmax
V, = 5,5 V

Maximum input current at 5,5 V
Courant maximal d'entrée à 5,5 V >IH 1 mA

A,B 50pA
^CCmax
V, = 2,7 V

IMaximum input current at 2,7 V
Courant maximal d'entrée à 2,7 V

IHmin
/ (Hmin)I

S,G 100pA

A,B — 2 mA
^CCmax
V. = 0,5 V

IMaximum low level input current
Courant maximal d'entrée à l'état bas

ILmax
/ {Lmax )/

—4 mAS,G

Short-circuit output current
Courant de sortie en court-circuit

-100<IQS< 40*OS ^CCmaxmA mA

SF.C 4157 S
78 mA ^CCmax

Ail inputs at 4,5 V
Toutes les entrées à 4,5 V

Outputs open
Sorties en l'air

Maximum supply current
Courant maximal d'alimentation consommé CC

SF.C 4158 S
61 mA I

I
i
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SF.C 4157 S, SF.C 4158 S

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES *amb = +25°c V C C = 5 V N = 1 0

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE

MESURE

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES MIN. TYP. MAX. FIG.

SF.C 4157 S 7,5 ns
Propagation delay time, low to high
level output, from A, B to Y
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie de A,B vers Y

t 8PLH

SF.C 4158 S 6 ns

6,5 nsSF.C 4157 S
Propagation delay time, high to low
level output, from A,B to Y
Temps de propagation à la décroissance
du signa/ de sortie de A,B vers Y

8tPHL
SF.C 4158 S 6 ns

12,5 nsSF.C 4157 S
Propagation delay time, low to high
level output, from enable to Y
Temps de propagation à la croissance du
signaI de sortie de G vers Y

8tPLH
SF.C 4158 S 11,5 ns

CL = 15 pF

RL = 280 Î2

SF.C 4157 S 12 ns
Propagation delay time, high to low
level output, from enable to Y
Temps de propagation à la décroissance
du signaI de sortie de G vers Y

tPHL 8

SF.C 4158 S 12 ns

SF.C 4157 S 15 ns
Propagation delay time, low to high
level output, from select to Y
Temps de propagation à la croissance du
signa! de sortie de S vers Y

8lPLH
SF.C 4158 S 12 ns

SF.C 4157 S 15 nsPropagation delay time, high to low
level output, from select to Y
Temps de propagation à la décroissance
du signaI de sortie de S vers Y

VHL 8

SF.C 4158 S 12 ns

ASee figures page 685
Voir figures page 685
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Active components for
hybrid microelectronic
Composants actifs pour
microélectronique hybride
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Components for hybrid microelectronic
Composants pour microélectronique hybride

Les circuits intégrés TTL fabriqués par Sescosem
peuvent être livrés sous forme de"pastille" pour être
utilisés dans les équipements faisant appel aux techni-
ques de la microélectronique hybride.

Sescosem TTL integrated circuits can be delivered as
chips for use in material built with hybrid microélec-
tronic technic.

On trouvera ci-après les notices concernant les pastil-
les couramment utilisées.

Here after you can find data sheets of more use fui
circuit chips.

Les pastilles d'autres circuits sont livrables sur deman-
de : interroger nos ingénieurs commerciaux.

Other integrated circuit chips are available : ask our
sales engineers.

Pour de plus amples informations et en particulier,en
ce qui concerne l'inspection visuelle, les contrôles, les
conditions de livraisons, se rapporter au catalogue
Sescosem "Composants actifs pour microélectronique
hybride".

For further informations specialy regarding Visual
inspection, tests or delivery conditions see Sescosem
catalog "Active components for hybrid microélec-
tronic".
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TTL AND-OR-INVERT GATES
OPERATEURS TTL ET-OU-NON

TECHNOLOGICAL DATA
DONNEES TECHNOLOGIQUES

Material : Silicon
Structure :Planar Epitaxial

Matériau : Silicium
Structure : Planar Epitaxiée

ABSOLUTE RATINGS Limiting values ( For encapsulated devices) tVALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATlON (En boîtier d'origine)
25°c ar,d configuration

et configurationamb

v V 'oper
(°C)

min. max. min. max.

Number of
circuits

Nombre de
circuits

Inputs per
circuit

Entrées par
circuit

lstgInput loading
factor

Facteur de
charge d’entrée

CC
Type (V) (V) (°C)

J.SF.C 400
J.SF.C 410
J.SF.C 420
J.SF.C 430

2 5,5 -55 +125
-55 +125
-55 +125
-55 +125

4 7 1 0 +70
0 +70
0 +70
0 +70

3 3 7 5,5 1
2 5,54 7 1

81 7 5,5 1

STATIC CHARACTERISTICS (Tested with contact probes)*
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Mesurées sous pointes) *amb = 25°C V C C = 5 V

V VV V 'IH I 'OLIH IL OH OL IL OH
Type (V) ( V) (V) (V) ( pA) (mA) (mA) (mA)

min. min.mm. max. min. max. max. max.
J.SF.C 400
J.SF.C 410
J.SF.C 420
J.SF.C 430

2 0,8 2,4 -1,6 -0,8
-1,6 -0,8
-1,6 -0,8
-1,6 -0,8

0,4 40 16
2 0,8 2,4 0,4 40 16
2 0,8 2,4 0,4 40 16
2 0,8 2,4 0,4 40 16

DYNAMIC CHARACTERISTICS (For encapsulated devices)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (En boîtier d'origine) 'amb = 25°C V C C = 5 V

*PLH *PHL (CL = 15 pF)

(Rl= 400 12)
Type (ns) (ns)

max. max.
J.SF.C 400
J.SF.C 410
J.SF.C 420
J.SF.C 430

22 15
22 15
22 15
22 15 t

OTHER CHARACTERISTICS (For encapsulated devices)
AUTRES CARACTERISTIQUES (En boîtier d'origine) 'amb = 25°C V C C = 5 V

Il ' lH VCCL CCH OS IL
( V,= 5,5 V)Type (mA) (mA) (mA) (mA) (V)

min.typ. typ. max. typ.max.
J.SF.C 400
J.SF.C 410
J.SF.C 420
J.SF.C 430

12 •4 1 18 -155
39 1 18 -155

6 2 1 18 -155
3 1 1 18 -155

*Pulsed
En impulsions
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J.SF.C 400
J.SF.C 410
J.SF.C 420
J.SF.C 430

MECHANICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Front metallization : Aluminium
Back metallization : Gold
Ail dimensions in /im

Métallisation face avant : Aluminium
Métallisation face arrière : Or
Dimensions en pm

BASIC CIRCUITS (one circuit)
SCHEMAS ELECTRIQUES (un circuit) O VCC

4 kft 1.6 kfi 130n

A
Brrrrm7A O

B O
(C) O
(D) O
(E) O
(F) O
(G) O
(H) O

(C)
(D)Y4 Y&I I (E)

-4 l (F)
(G)
(H)

-F I
-4 I

l Il 1 r — T T |mrm Y = A.B. ( C). (D) . (E) . (F) . (G ).(H)1 kn

O GND

K-384 C-285

SF.C 400 SF.C 410
Dimensions : 1200 x 1200
Dimensions

Thickness : 250
Epaisseur

Dimensions : 1200 x 1000
Dimensions

Thickness : 250
Epaisseur

C-289 K-408

/ / \/ 7 F GND Y1Y GND 2Y

SF.C 420 SF.C 430
Thickness : 250
Epaisseur

Thickness : 250
Epaisseur

Dimensions : 900 x 800
Dimensions

Dimensions : 1100 x 900
Dimensions

Acceptance requirements , Inspection leveland AQL : see General Information page 55 to 71
Conditions de contrôle ,Niveaux de prélèvement et NQA : voir Informations Générales page 55 à 71
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TTL NAND GATES (Open collectors) (J.SF.C 401)
OPERATEURS TTL ET-NON (Collecteurs ouverts)

TTL POWER NAND GATES (J.SF.C 440)
OPERATEURS ET-NON DE PUISSANCE TTL

TECHNOLOGICAL DATA
DONNEES TECHNOLOGIQUES

Material : Silicon
Structure :Planar Epitaxial

Matériau : Silicium
Structure : Planar Epitaxiée

ABSOLUTE RATINGS Limiting values (For encapsulated devices)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION (En boî tier d'origine)

t _ 25°C anc* configurationam° et configuration

Number of
circuits

Inputs per
circuit

V V V ^per
(°C)

min. max. min. max.

tstgInput loading
factor

Facteur de
charged'entrée

CC O
Type ( V) ( V) ( V) (°C)Nombre de

circuits
Entrées par

circuit (1)

2J.SF.C 401
J.SF.C 440

4 7 5,5 5,5 -55 +125 0 +70
-55 +125 0 +70

1
24 7 5,5 1

STATIC CHARACTERISTICS (Tested with contact probes)*
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Mesurées sous pointes) t amb = 25°C VCC "= 5 V

VOH V0L
( V) (V)

V V '.H 'OH 'OL
(mA) (mA)

I V. VIH IL IL O OType
(MA)/ ( V)(V) ( V) ( pA) (mA) ( V)

min. min. max. min. min. max.max. max.max.

250 0,8 5,5J.SF.C 401
J.SF.C 440

2 0,8 40 -1.62,4 0,4
2,4 0,4

16
2 0,8 40 -1.6 -1,8 48

DYNAMIC CHARACTERISTICS (For encapsulated devices)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (En boîtier d'origine) tamb = 25°C VCC “= 5 V

*PLH tPHL = 15 pF
= 400 H (J.SF.C 401)

R|_ = 133 H (J.SF.C 440)
Type (ns) (ns)

max. max.

J.SF.C 401
J.SF.C 440

23 15
22 15

OTHER CHARACTERISTICS (For encapsulated devices)
AUTRES CARACTERISTIQUES (En boîtier d'origine) tamb = 25°C V C C = 5 V

l ' lH VCCL CCH OS IL
( V. = 5,5 V )Type (mA) (mA) (mA) (mA) ( V)

typ. typ. typ.max. min. max.

J.SF.C 401
J.SF.C 440

12 4 1 -1
17 4 18 701 -1

*Pulsed
En impulsions

( 1) Maximum voltage which should be applied to any output in the off State
Tension maximale qui peut être appliquée sur les sorties à l'état bloaué
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J. SF.C 401
J. SF.C 440

MECHANICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Front metallization : Aluminium
Ail dimensions in \im

Métallisation face avant : Aluminium
Dimensions en fim

BASIC CIRCUITS (one circuit)
SCHEMAS ELECTRIQUES (un circuit)

O vcc
4 kn 1,6 kn

J.SF.C 401

T\
A

Y&O Y B
A O <B O

1 kn

OGND

O54 kn 600 n 100 n
J.SF.C 440

< <TTTT\ <A O-
B O
C O
D O <4 kn400n

Y = A.B.C.D.O GND

C-282C-946
1 Y VCC 4 Y

IA VCC 2D\ /1A 4 B IB 2C

IB 4A 2 BIC

2 A1D2 Y 3Y

3 B2 A / \\ 1Y GND 2 Y
2 B GND 3 A

J.SF.C 440J.SF.C 401
Dimensions : 1100 x 1000
Dimensions

Dimensions : 1100 x 900
Dimensions

Thickness : 250
Epaisseur

Thickness : 250
Epaisseur

Acceptance requirements, inspection level and AQL : see General Information page 55 to 71
Conditions de contrôle, niveaux de prélèvement et NQA : voir Informations Générales page 55 à 71
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TTL NOR GATES
OPERATEURS TTL OU-NON

TECHNOLOGICAL DATA
DONNEES TECHNOLOGIQUES

Material : Silicon
Structure :Planar Epitaxial

Matériau : Silicium
Structure : Planar Epitaxiée

ABSOLUTE RATINGS Limiting values (For encapsulated devices) tVALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISAT!ON (En boîtier d'origine)
_ 25°C anc* configuration

et configurationamb

V vi tNumber of
circuits

Nombre de
circuits

Inputs per
circuit

Entrées par
circuit

*stgInput loading
factor

Facteur de
charge d’entrée

CC oper

<°C)Type ( V) ( V) (°C)

min. max. min. max.

J.SF.C 402 74 2 55 1 -55 +125 0 +70

STATIC CHARACTERISTICS (Tested with contact probes)*
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Mesurées sous pointes) tamb = 25°C VCC = 5 V

V V V0H V 'lH «IL 'OH 'OLIH IL OL
Type (V) (V) ( V) (V) (pA) (mA) (mA) (mA)

min. min. min.min.max. max. max. max.

2J.SF.C 402 0.4 2,4 0,8 40 -1,6 -0,8 16

DYNAMIC CHARACTERISTICS (For encapsulated devices)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (En boîtier d'origine) tamb = 25°C V C C = 5 V

VLH lPHL (CL = 15 pF)

( RL= 400 £2)
Type (ns) (ns)

max. max.

J.SF.C 402 22 15

OTHER CHARACTERISTICS (For encapsulated devices)
AUTRES CARACTERISTIQUES (En boîtier d'origine) xamb = 25°c VCC = 5 V

II iH 'os VCCL CCH IL
(V, = 5,5 V)Type (mA) (mA) (mA) (mA) (V)

min.typ. typ. typ.max. max.

14 8J.SF.C 402 18 551 -1

*Pulsed
En impulsions
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J.SF.C 402

MECHANICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Front metallization : Aluminium
Back metallization : Gold
Ail dimensions in fjim

Métallisation face avant : Aluminium
Métallisation face arrière : Or
Dimensions en pm

BASIC CIRCUIT (one circuit)
SCHEMA ELECTRIQUE (un circuit)

O VCCfiTkn 1,6 kn J i3on4 kn

7\O A >1 Y
B

A o O YO B

51 kn

Y = A + BO GND

C-388

Acceptance requirements, inspection level and AQL : see General Information pagei55 to 71
Conditions de contrôle, niveaux de prélèvement et NQA :voir Informations Générales page 55 a 71
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TTL INVERTERS
INVERSEURS TTL

TECHNOLOGICAL DATA
DONNEES TECHNOLOGIQUES

Material : Silicon
Structure :Planar Epitaxial

Matériau : Silicium
Structure : Planar Epitaxiée

ABSOLUTE RATINGS Limiting values (For encapsulated devices) t
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISAT!ON (En boî tier d'origine)

= 25°C anc* configuration
et configurationamb

VNumber of
circuits

Inputs per
circuit

V *oper
(°C)

min. max. min. max.

tstgInput loading
factor

Facteur de
charge d’entrée

CC
Type (V) (V) (°C)

Nombre de
circuits

Entrées par
circuit

-55 +125 0 +70J.SF.C 404 1 7 5,5 16

STATIC CHARACTERISTICS (Tested with contact probes)*
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Mesurées sous pointes) t amb = 25°C VCC = 5 V

V V VOH V 11H 'IL I 'OLIH IL OL OH
Type (V) (V) (V) (V ) (pA) (mA) (mA) (mA )

min.mm. max. mm. max. max. min. max.

J.SF.C 404 2 0,8 2,4 0,4 -1,6 -0,8 1640

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( For encapsulated devices)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (En boî tier d'origine) tamb = 25°C V C C = 5 V

*PLH t (CL = 15 pF)

(RL = 400 n )

PHL
Type (ns) (ns)

max. max.

J.SF.C 404 22 15

OTHER CHARACTERISTICS (For encapsulated devices)
AUTRES CARACTERISTIQUES (En boîtier d'origine) tamb = 25°C V C C = 5 V

I ' lH 'os VCCL CCH IL
( V, = 5,5 V)Type (mA ) (mA ) (mA ) (mA ) ( V)

typ. typ. typ.max. mm. max.

18J.SF.C 404 6 1 18 55 -1

*Pulsed
En impulsions
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J.SF.C 404

MECHANICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Front metallization :Aluminium
Back metallization :Gold
Ail dimensions in /im

Métallisation face avant : Aluminium
Métallisation face arrière : Or
Dimensions en y.m

BASIC CIRCUIT (one circuit)
SCHEMA ELECTRIQUE (un circuit )

O VCCt 51,6 kft 130n

> YA O AO Y

::
î 1 kn

Y = AOGND

C-388

J.SF.C 404
Thickness : 250
Epaisseur

Dimensions : 1500 x 1500
Dimensions

Acceptance requirements, inspection level and AQL : see General Information page 55 to 71
Conditions de contrôle, niveaux de prélèvement et NQA : voir Informations Générales page 55 à 71
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TTL AND-OR-INVERT GATES
OPERATEURS TTL ET-OU-NON

TECHNOLOGICAL DATA
DONNEES TECHNOLOGIQUES

Material : Silicon
Structure :Planar Epitaxial

Matériau : Silicium
Structure : Planar Epitaxiée

ABSOLUTE RATINGS Limiting values (For encapsulated devices) tVALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION (En boîtier d'origine)
_ 25°C anc* configuration

et configurationamb

v vi ^per
(°C)

min. max. min. max.

Inputs per
circuit tstgNumber of

circuits

Nombre de
circuits

Input loading
factor

Facteur de
charge d'entrée

CC
Type ( V) ( V) (°C)Entrées par

circuit

J.SF.C 451
J.SF.C 454

2 2 x 2
4 x 2

7 5,5 -55 +125 0 +70
-55 +125 0 +70

1
1 7 5,5 1

STATtC CHARACTERISTICS (Tested with contact probes)*
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Mesurées sous pointes) tamb = 25°C V C C = 5 V

v V V VIH IL OH OL OH OLIH IL
Type ( V) ( V) ( V) ( A*A) (mA ) (mA) (mA)(V)

min.min. max. min. max. max. max.min.
J.SF.C 451
J.SF.C 454

2 0,8 2,4 -0,80,4 40 -1,6 16
2 0,8 -0,82,4 0,4 40 -1,6 16

DYNAMIC CHARACTERISTICS (For encapsulated devices)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (En boîtier d'origine) *amb 25 C V C C = 5 V

lPLH *PHL (CL = 15 pF)

(Rl= 400 Q.)
Type (ns) (ns)

max. max.

J.SF.C 451
J.SF.C 454

22 15
22 15

OTHER CHARACTERISTICS (For encapsulated devices)
AUTRES CARACTERISTIQUES (En boîtier d'origine) tamb = 25°C VCC = 5 V

I > IH 'os VCCHCCL IL( V, = 5,5 V)Type (mA) (mA) (mA) (mA) (V)

typ. typ. typ.max. min. max.

J.SF.C 451
J.SF.C 454

7 184 1 55 -1
5,1 4 18 551 -1

*Pul$ed
En impulsions
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J.SF.C 451
J.SF.C 454

MECHANICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Front metallization : Aluminium
Back metallization :Gold
Ail dimensions in /im

Métallisation face avant : Aluminium
Métallisation face arrière : Or
Dimensions en pm

BASIC CIRCUITS (one gâte)
SCHEMAS ELECTRIQUES (un opérateur )

o vccll̂kn il 4 kS2 ? 4 kS2 ? 4 ka 1,6 ka 130 a

A
B
C
D

(E)
( F)-—
(G)—
(H)—

7 \
A
B O 7\

YC O-
D C> 7X On* »

(E) O--
( F) O--
(G) O-
(H) O—

&
rrx

< Y = A.B. +C.D + (E.F) + ( G.H)H 1 kn

O GND

C-297C-297

A VCC2 A 1AVCC C

\ I /\ I /
BIB

D2B J
E2C !

2D —- F
1D H

2Y

/ / \
GND Y G

/ / \
GND 1Y IC

J.SF.C 454J.SF.C 451
Thickness : 250
Epaisseur

Dimensions : 1000 x 1000
Dimensions

Thickness : 250
Epaisseur

Dimensions : 1000 x 1000
Dimensions

Acceptance requirements, inspection level and AQL : see General Information page 55 to 71
Conditions de contrôle, niveaux de prélèvement et NQA : voir Informations Générales page 55 à 71
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TTL JK MASTER-SLAVE FLIP-FLOPS
BASCULES JK MAITRE-ESCLAVE TTL

TECHNOLOGICAL DATA
DONNEES TECHNOLOGIQUES

Material : Silicon
Structure : Planar Epitaxial

Matériau : Silicium
Structure : Planar Epitaxiée

ABSOLUTE RATINGS Limiting values (For en'capsulated devices)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION (En boîtier d'origine)

25°C anc* configuration
et configuration*amb

v viNumber of
circuits

Nombre de
circuits

^per
Inputs per
circuit

Entrées par
circuit

tstgInput loading
factor

Facteur de
charge d'entrée

J,K R,S,T

cc
Type ( V) ( V) (°C) (°C)

min. max. min. max.

J.SF.C 472
J.SF.C 476

6 + 3 7 5,5 1 2 -55 +125 0 +70
-55 +125 0 +70

1
2 2 +3 7 5,5 21

STATIC CHARACTERISTICS (Tested with contact probes)*CARACTERISTIQUES STATIQUES (Mesurées sous pointes) *amb = 25°c V C C = 5 V

vV VOH V ‘IH «IL IIH IL OL OH OL
( V) ( V) ( V) ( V) OiA) ImA) (mA) (mA )Type

J,K R,S,T
min. min.

J,K R,S,T
max. max.min. min.min. max. max. max.

-0,8 16-1,6 -3,2
-1,6 -3,2

0,4 40 80
40 80

0,8 2,4J.SF.C 472
J.SF.C 476

2
-0,8 160,8 2,4 0,42

DYNAMIC CHARACTERISTICS (For encapsulated devices)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (En boî tier d'origine) *amb = 25°c VCC = 5 V

f lPHLlPLH *PLH lPHL (CL = 15 pF)

(RL = 400 £2)

(MHz) (ns) (ns) (ns) (ns)Type
(1 ) ( 1) (2) ( 2)

min. max. max. min. max. min. max.

10 26
10 25

10 40
10 40

J.SF.C 472
J.SF.C 476

15 25 40
25 4015

OTHER CHARACTERISTICS (For encapsulated devices)
AUTRES CARACTERISTIQUES (En boîtier d'origine) V C C = 5 Vtamb = 25°C

'os V'IH ILCC
( V, = 5,5 V) ( V)(mA) (mA)(mA)Type

(4)(3)

Typ. Typ.Typ. min. max. max.

J.SF.C 472
J.SF.C 476

-0,3 - 1
-0,3 -1

10 18 57 1
120 18 57

* Pulsed
En impulsions

(1) From R or S to output
Commande par R ou S

(2) From clock to output
^Commande par l'horloge

(3) Input T_
Entrée T

(4) Others inputs
Autres entrées
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J.SF.C 472
J.SF.C 476

MECHANICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Front metallization : Aluminium
Back metallization : Gold
AU dimensions in fjm

Métallisation face avant : Aluminium
Métallisation face arrière : Or
Dimensions en nm

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

FUNCTIONAL TABLL
TABLE DE FONCTIONNEMENT

J1 o-
J2 O-
J3 O-

tn +1*n& OQJT
J K Q

S O-
T O-
R O-

L L Qn
H LL

K1 O-
K2 o-
K3 O-

H L H
O Qr& KTT H QnH

J = J1 . J2 . J3
K = K1 . K2 . K3

Notes :
Notes

tn : Bit time before clock puise
instant avant transition d'horloge

tn + 1: Bit time after clock puise
instant après transition d'horloge

Low input to S sets Q to high level
S au niveau bas entraide Q au niveau haut

Low input to R sets Q to low level
R au niveau bas entraîne Q au niveau bas

S and R are indjpendent of clock
L’action de R et S est indépendante de l'état de l'horloge

Acceptance requirements, inspection level and AQL : see General Information page 55 to 71
Conditions de contrôle, niveaux de prélèvement et NQA : voir Informations Générales page 55 à 71
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TTL DUAL D TYPE FLIP-FLOP
DOUBLES BASCULES TYPE D TTL

TECHNOLOGICAL DATA
DONNEES TECHNOLOGIQUES

Material : Silicon
Structure : Planar Epitaxial

Matériau : Silicium
Structure : Planar Epitaxiée

ABSOLUTE RATINGS Limiting values (For encapsulated devices)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION (En boî tier d'origine)

_ 25°C and configuration
et configuration'amb

vVNumber of
circuits

Nombre de
circuits

Inputs per
circuit

Entrées par
circuit

lstg toperCC

Type (V) (V) (°C) (°C)

min. max. min. max.

-55 + 125J.SF.C 474 2 4 7 5,5 0 +70

STATIC CHARACTERISTICS (Tested with contact probes)*
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Mesurées sous pointes) tamb = 25°C V C C = 5 V

V VOHV V I 'IL I 'OLIH IL OL OHIH
( V) ( V) ( V) ( V) (/lA)

D SJ R
min. min. min.

(mA)

S,D R,T
max. max.

ImA) (mA)Type

min. max. min. max. min. max.

J.SF.C 474 2 0,8 2,4 40 80 120 -1,6 -3,2 -0,80,4 16

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( For encapsulated devices)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (En boîtier d'origine) tamb = 25°C VCC = 5 V

f tpLH tpHLtset-up tfiold
(CL = 15 pF)

(1) ( 2) ( 2) (RL= 400 £2)

max. min. max.

(ns) (ns)(MHz) (ns) (ns)Type
( 2) ( 2)(1)

min. max. max. min. max.max.

J.SF.C 474 15 20 5 25 10 25 40 10 40

OTHER CHARACTERISTICS (For encapsulated devices)
AUTRES CARACTERISTIQUES (En boî tier d'origine) tamb = 25°C VCC = 5 V

V'cc 'os 'IH ( V)(mA)(mA ) (mA) (V, = 5,5 V)Type

Typ. typ.min. max. max.

J.SF.C 474 18 57 1 -1,817

* Pulsed
En impulsions

( 1) From R or S to output
Commande par R ou S

(2) From clock to output
Commande par l'horloge
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J.SF.C 474

MECHANICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Front metallization : Aluminium
Back metallization :Gold
Ail dimensions in /im

Métallisation face avant : Aluminium
Métallisation face arrière : Or
Dimensions en \un

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENTr

1D O-
1R O
1T O-
1S O

O Q1 tn +1*n
Input D
Entrée D

O Q'1 Q Q'

L L H
2D O
2R O
2T O-
2S O

OQ2
H H L

OQ'2

L J

Notes :
Notes

tn : Bit time before clock puise
Instant avant transition d'horloge

tn+ 1 : Bit time after clock puise
Instant après transition d'horloge

Low input to S sets Q to high level
S au niveau bas entraîne Q au niveau haut

Low input to R sets Q to low level
R au niveau bas entraîne Q au niveau bas

S and R arejndependent of clock
L'action de R et S est indépendante de l'état de l'horloge

C-374

1DX
1T

J.SF.C 474
: 2501400 x 1500 Thickness

Epaisseur
Dimensions
Dimensions

Acceptance requirements, inspection level and AQL : see General Information page 55 to 71
Conditions de contrôle, niveaux de prélèvement et NQA : voir Informations Générales page 55 à 71
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TTL BCD TO DECIMAL.DECODER
DECODEUR 8CD-DECIMAL TTL

TECHNOLOGICAL DATA
DONNEES TECHNOLOGIQUES

Material : Silicon
Structure :Planar Epitaxial

Matériau : Silicium
Structure : Planar Epitaxiée

ABSOLUTE RATINGS Limiting values (For encapsulated devices)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION (En boî tier d'origine)

25°C anc* configuration
et configuration'amb

v v toper
<°C)

InDut loading
factor

racteur de
charge d'entrée

tstgcc
Type (V) (V) (eC)

min. max. min. max.

J.SF.C 442 7 5.5 1 -55 +125 +700

STATIC CHARACTERISTICS (Tested with contact probes)*
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Mesurées sous pointes) W- 2B8c VCC = 5 V

VIH V V V I ’OLIL OH OL ILIH OH
Type (V) (V) (V) (V) (pA) (mA) (mA|(mA)

min. min. min. min.max. max. max. max.

J.SF.C 442 2 0.8 2.4 0.4 40 -1,6 -0,8 16

DYNAMIC CHARACTERISTICS (For encapsulated devices)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (En boîtier d'origine) tamb 25°C V C C = 5 V

*PLH *PHL (CL = 15 pF)

(RL = 400 12)
Type (ns) (ns)

(2) ( 1)(1) (2)
max. max. max. max.

J.SF.C 442 30 35 25 35

OTHER CHARACTERISTICS (For encapsulated devices)
AUTRES CARACTERISTIQUES (En boîtier d'origine) *amb ^5°C V C C = 5 V

'cc 'IH VILOS
(V, = 5,5 V)Type (mA) (mA) (V)(mA)

min. fyp.typ. max.max.

J.SF.C 442 28 18 55 1 -0,8

*Pulsed
En impulsions

(1) Through 2 logic level
A travers 2 couches logiques

( 2) Through 3 logic level
A travers 3 couches logiques
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J.SF.C 442

MECHANICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Front metallization : Aluminium
Back metallization :Gold
Ail dimensions in /nm

Métallisation face avant : Aluminium
Métallisation face arrière : Or
Dimensions en pm

FUNCTIONAL TABLE
TABLE DE FONCTIONNEMENT

Inputs
Entrées

Outputs
Sorties

3D C B A 0 1 2 4 5 6 7 8 9
H H HL L L L L H H H H H H0

H H H H H H HL L L H L H H1
H H H H H H H H H HL L L L

A 2 L L H H H H H L H H H H H H
3 H L H H H H H H H H HL L L

B H L H H H H H H L H H H HL4
L H H L H H H H H H L H H H5C

H H H H L H HL H H H H H H
6 H H H H H H H H H L HL L L

D 7 HH L H H H H H H H H LL H
H H H H H H H HH L H L H H8

H H H H H H HH L H H H H H9
H H H H H H H H H H HH L L

HH H H H H H H HH H L H H
H H H H H H HH H H H H HL
H H H H H H HH H H H H H H

C-442J.SF.C 442

Dimensions
Dimensions

Thickness : 250
Epaisseur

Acceptance requirements, inspection level and AQL : see General Information page 55 to 71
Conditions de contrôle, niveaux de prélèvement et NQA : voir Informations Générales page 55 à 71
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TTL COUNTERS
COMPTEURS TTL

TECHNOLOGICAL DATA
DONNEES TECHNOLOGIQUES

Material : Silicon
Structure :Planar Epitaxial

Matériau : Silicium
Structure : Planar Epitaxiée

ABSOLUTE RATINGS Limiting values (For encapsulated devices) tVALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION (En boî tier d'origine)
_ 25°c ant* configuration

et configurationamb

Divides by
Divisé par

Input loading
factor

Facteur de
charge d'entrée

R Ai Bi BDi

V Vl tstg ^per
(°C)

CC
(V)Type IV ) (°C)

min. max. min. max.
J.SF.C 490
J.SF.C 493

2- 5 1 2
1 2 2

4 7 5,5 0 +70
0 +70

-55 +125
-55 +1252- 2 4, 8 7 5,5

STATIC CHARACTERISTICS (Tested with contact probes)* t
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Mesurées sous pointes)

= 25°C VCC = 5 Vamb

'OH 'OL
(mA) (mA)

V V V VIH IL OH OLIH IL
Type (MA)

(1) (2) (3)
min. min. min.

(mA)
(1) (2) (3)

min. max. max.

( V) ( V) ( V) (V)

min. min. min. min.max. max.
J.SF.C 490
J.SF.C 493

40 80 160
40 80

-1,6 -3,2 -6,4
-1,6-3,2

-0,8 16 2 0,8 2,4 0,4
16 2 2,40,8 0,4

*Pulsed
En impulsions

(Dlnputs R0 or R9
Entrées RO ou R9

DYNAMIC CHARACTERISTICS (For encapsulated devices)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (En boîtier d'origine)

(2)lnputs Ai or Bi
Entrées Ai ou Bi

(3)lnput BDi
Entrée BDi

tamb = 25°C VCC = 5 V

f *PLH ^HL Input puise width
Largeur de l'impulsion

d'horloge

Reset puise width
Largeur de l' impulsion

de positionnement
(CL = 15 pF)

(RL= 400 ft)
Type (MHz) (ns) (ns)

(ns) (ns)
min. min.max. max. min.

J.SF.C 490
J.SF.C 493

100 ( 1) 100 (1)

135(2) 135(2)
5010 5.0
5010 50

( 1) From Ai input to C output
De l'entrée Ai à la sortie C

(2) From Ai input to D output
De l'entrée Ai à la sortie D

OTHER CHARACTERISTICS (For encapsulated devices)
AUTRES CARACTERISTIQUES (En boîtier d'origine) ^mb = 25°C VCC = 5 V

'os 'cc ' lH VIL
( V, = 5,5 V)Type (mA) (mA) (mA) (V)

min. max. typ. max. typ.
J.SF.C 490
J.SF.C 493

18 57 32 1 -1
18 55 32 1 - 1
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J.SF.C 490
J.SF.C 493

MECHANICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Front metallization :Aluminium
Back metallization :Gold
Ail dimensions in ^m

Métallisation face avant : Aluminium
Métallisation face arrière : Or
Dimensions en \xm

BCD COUNT
COMPTAGES BCD

H(BDi) A

J1J.SF.C 490 B

C

D

( Ai) H

(Bi) A

lJ.SF.C 493 B

C

D

Notes : Connect A (12) and BD (1)
Relier A (12) à BD (1)

Input signal H (14)
Signa! d'entrée H (14)

Acceptance requirements, inspection level and AQL : see General Information page 55 to 71
Conditions de contrôle, niveaux de prélèvement et NQA : voir Informations Générales page 55 à 71
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Encapsulation
Encapsulation
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NOTES



Packages
Boîtiers

0.72O 5,08
0.86^.54 2,54

^
2.54 2,54.2.54 2.54, 6.35

! T 0.740.51 min. 45:LJ 1.14

S3F4.57 max.
5.08 max. |

4 \ 45!
1 0 8.51

\ 9.390 3.56
4,06

\ Brochage 4.20 1.27 ma».0 7,751.77 max. 1 8,504.693.9 0.508
0 -
15*.

14 Srn i—il—il—il—ii—i m

l•atum
ep«re

0.26

3— 1.01

QLS
ÔT'-v 12.7 min.

O
L U u i—i i i i i i i i n

/ i
17 8 Pins

8 Broches19,9 14 Pins
14 Broches j

^
a407
0,508

TDINDIN Y
Boilier : C“23
Embase:

CB-11TO - 99 TO - 99 F 101TO -116 TO - 116 CB- 2F 105
SESCOSEMD.A.T.A. JEDEC SITELESCCEI CEID. A.T. A. JEDEC SITELESC SESCOSEM

4.57max.e = 2.54
14

0.0771.27* 1.27* 1,27* 1.27* 1.27 1.27
0,51 min. 0152

f TJ

< 08 max T0.13
0.88 6,02min.\ 5

ï

„ oiW
15°.

0.383,1 0,2 0,3b
3.9 ;o:0,508

15,24 en\x. I7 4,69 5.4617.5
195 max. max.Datum

ReoéretJ24 rx B IOatum
Repère 0.254

D ?0,482
ï;

% 6,02 min.*55
O

U I I I I I—I I 1 I—J U U I—I I—I LJ1—1

1.77 max. !30,1 6.35
32.6 14 Outputs

14 Sorties24 Pins
24 Broches

YDINYDIN

CB-78CB-68 TO-85 TO-85 F 102MP-186
SESCOSEMJEDEC SITELESCSITELESC SESCOSEM D.A.T.A.JEDEC CEICEI D.A.T.A.

ill dimensions are in mm
outes les dimensions sont en mm
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Packages
Boîtiers

2.54 2,54 2.54 2.54 2 54 2,54 2 54 2,54 2,54 2 ,54|6.35 6,35

ir 1 T0.51 mu
I±J 0.5 1 min.

4,57 ma«. 4,57mox .5.08 moi. 5.08 mox.i i/

\! I0.2 t_3 0.38 0.23.1 038 0.31,77 mox. 7.62
0.508 0.33.9 0.508

762Ql
15*. l.27mox. 1.27 mox .

16 !# 5!n nnri
9

1—11—11—11—11—11—11—11—1
Datum
Repère Datum

RepèreD 8, 25 mox.OlS
&N,

o
U LJ l l U11

1 4919.94 8 Pins
8 Broches10222.44 16 Pins

16 Broches

DIN I DIN T
MP -117 CB - 79 MP-48F 117 F 116 CB-98

CEI JE DEC CEI.D AT A. SITELESC SESCOSEM D A T A J E D E C SITELESC SESCOSEM

e=1.27
0077
0.152

T0.13
0.88ï;« ; 5.07 min.J M5ï: 5

nfcèr.tum

175 6,35 7.36 mox.19.5

0.254
0.482

5.07 min.

1,77mai-.
16 Outputs
16 Sorties

DIN T
CB-134

CEI JEDECD A T A. SITELESC SESCOSEM CEI D.A.T .A . SITELESC SESCOSEMJEDEC

Ml dimensions are in mm
routes les dimensions sont en mm
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GENERAL INFORMATIONS
GENERALITES11

TTLSTANDARD
STANDARD TTL

GATES, SCHMITT TRIGGERS, THREE STATES
OPERATEURS, TRIGGERS DE SCHMITT,TROIS ETATS67

FLIP-FLOPS, MONOSTABLES
BASCULES B /STABLES,BASCULES MONOSTABLES

COUNTERS
COMPTEURS201

DECODERS, MULTIPLEXERS, DEMULTIPLEXERS
DECODEURS,MULTIPLEXEURS,DEMULTIPLEXEURS251

ARITHMETIC CIRCUITS
CIRCUITS ARITHMETIQUES327

MEMORIES, REGISTERS
MEMOIRES, REGISTRES383

INTERFACES
INTERFACES491

MISCELLANEOUS CIRCUITS
CIRCUITS DIVERS559

TTL HIGH SPEED
RAPIDES TTL

GATES
OPERATEURS

587

FLIP-FLOPS
BASCULES623

TTL LOW POWER
BASSE CONSOMMATION TTL

GATES
OPERATEURS639

TTL SCHOTTKY
SCHOTTKY TTL

GATES
OPERATEURS659i

I

E FLIP-FLOPS
BASCULES691

MULTIPLEXERS
MULTIPLEXEURS709

ACTIVE COMPONENTS FOR HYBRID MICROELECTRONIC
COMPOSANTS ACTIFS POUR MICROELECTRONIQUE HYBRIDE719

ENCAPSULATION
ENCAPSULATION lmp. GIROTYPO-92220 Bagneux — tél. 253 21-05
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